
第17回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演 / 17th JSAP Outstanding Achievement Award Lecture
第17回応用物理学会業績賞受賞記念講演 / 17th JSAP Outstanding Achievement Award Lecture
3/16(Thu.) 13:45 - 14:30 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場

 13:45 招 16p-F204-1 【第17回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演】
（45分）
波動関数制御光デバイスの基礎研究と開発研究

〇山西 正道 1 1.浜松ホトニクス

3/16(Thu.) 14:50 - 15:35 口頭講演 (Oral Presentation) MH会場
 14:50 招 16p-MH-4 【第17回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演】

（45分）
生体を模倣した味覚・嗅覚センサーの先駆的研究と実用
化

〇都甲 潔 1 1.九州大学

特別シンポジウム / Special Symposium
キントウンをつくる　～自動運転の課題と応物への期待～ / Toward KINTOUN - tasks for autonomous driving and request to applied physics -
3/14(Tue.) 13:00 - 18:10 口頭講演 (Oral Presentation) MH会場

 13:00  14p-MH-1 はじめに 〇西川 恒一 1 1.豊田中央研究所
 13:10 招 14p-MH-2 自動運転システムと要素技術 〇加藤 真平 1, 2 1.東大, 2.ティアフォー
 14:00 招 14p-MH-3 自動運転時代の法的責任関係と自動車保険の方向性 〇平田 洋一 1 1.東京海上日動火災保険
 14:40 招 14p-MH-4 コグニティブコンピューティングに向けたデバイス技術 〇細川 浩二 1 1.日本IBM
 15:20  休憩/Break
 15:40 招 14p-MH-5 自動運転に求められるイメージセンサ技術 〇川人 祥二 1, 2 1.Brookman Technology, 2.静岡大
 16:20 招 14p-MH-6 自動運転を支えるLiDAR技術 〇村松 英治 1 1.パイオニア
 17:00 招 14p-MH-7 高解像度LiDARの技術展望 〇山下 達弥 1 1.豊田中央研究所
 17:40 招 14p-MH-8 トヨタにおける自動運転技術への取組み 〇内藤 貴志 1 1.トヨタ自動車
 18:00  14p-MH-9 おわりに 〇鈴木 誠二 1 1.パナソニック
半導体とコンピュータとのハーモニックイノベーションとその産業化ロードマップ / Harmonic innovations in Semiconductor Devices and Computer Architectures,and its Industrial Roadmaps
3/14(Tue.) 13:00 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場

 13:00 招 14p-301-1 半導体技術ロードマップ（ITRS）から、システムデバイ
スロードマップ（IRDS）へ

〇林 喜宏 1 1.ルネサスエレクトロニクス

 13:30 招 14p-301-2 Application Benchmark 〇松岡 聡 1 1.東工大
 14:00 招 14p-301-3 ムーアの法則の延伸 ～二次元スケーリングの終焉と三次

元スケーリング時代の幕開け～
〇福崎 勇三 1 1.ソニーセミコンダクタソリューションズ

 14:30 招 14p-301-4 ITRSエマージングデバイス（ERD）レビュー～IRDSへ
繋ぐ～

〇品田 高宏 1 1.東北大

 15:00 招 14p-301-5 Factory Integration ＆ ESH 〇真白 すぴか 1 1.東京エレクトロン
 15:30  休憩/Break
 15:45 招 14p-301-6 半導体実装技術の動向（JJTR/JEITA） 〇尾崎 裕司 1 1.ソニーセミコンダクタソリューションズ
 16:15 招 14p-301-7 先端リソグラフィーの技術動向 〇石内 秀美 1 1.EIDEC
 16:45 招 14p-301-8 次世代デバイスにおけるメトロロジーへの要求とソ

リューション
〇瀬島 幸一 1 1.ソニーセミコンダクタソリューションズ

 17:15 招 14p-301-9 デバイス・プロセスの多様化に求められる汚染・欠陥の
計測と管理

〇嵯峨 幸一郎 1 1.ソニーセミコンダクタソリューションズ

 17:45  14p-301-10 Q&A 〇林 喜宏 1 1.ルネサスエレクトロニクス
『目指せ！論文掲載』～国際ジャーナルと英文執筆のノウハウ～

3/14(Tue.) 13:15 - 16:00 口頭講演 (Oral Presentation) 304会場
 13:15  14p-304-1 はじめに 〇高木 信一 1, 2 1.応用物理学会論文誌企画・編集委員長, 2.東大
 13:20 招 14p-304-2 「自分の研究を英文論文として歴史に残そう！」～ “How 

to write impressive papers in English”
〇柴田 直 1 1.APEX/JJAP専任編集長

 14:00 招 E 14p-304-3 Increasing the visibility and impact of your research 〇Elaine Tham1 1.IOP Publishing
 14:25 招 14p-304-4 アクセプトされる英語論文の書き方～学術論文の標準的

な構成形式であるIMRAD形式の論文について、執筆上の
留意点を学ぶ～

〇西川 マリ 1 1.カクタス・コミュニケーションズ

 15:55  14p-304-5 おわりに 〇高木 信一 1, 2 1.応用物理学会論文誌企画・編集委員長, 2.東大
科学技術の未来に向けたダイバーシティ推進～男女・文理・職種・国籍の観点から～ / Promotion of Diversity for Promising Science and Technology
3/15(Wed.) 10:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) B5会場

 10:00  15a-B5-1 特別シンポジウム「科学技術の未来に向けたダイバーシ
ティ推進」全体趣旨説明

〇増田 淳 1, 2, 河西 奈保子 1, 3 1.応物男女共同参画委員会, 2.産総研, 3.NTT物性研

 10:15 招 15a-B5-2 文理分離の実態と課題 〇河野 銀子 1 1.山形大
 11:00 招 15a-B5-3 研究所で働く、研究者ではない人たちの話 〇井川 奈々子 1, 増田 淳 1 1.産総研
 11:45 招 15a-B5-4 応用物理学会事務局から見た学会運営、会員との関わり 〇塩尻 誠子 1, 白石 陽子 1 1.応用物理学会
3/15(Wed.) 13:45 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) B5会場
 13:45 招 E 15p-B5-1 Outline of the Afternoon Session in Special Symposium 〇Nahoko Kasai1, 2, Atsushi Masuda1, 3 1.Gender Equality Committee, JSAP, 2.NTT BRL, 

3.AIST
 13:50 招 E 15p-B5-2 Integrating Gender into Research and Innovation for 

Better Outcomes
〇Elizabeth Pollitzer1 1.Portia

 14:50 招 E 15p-B5-3 Movement of Gender Research and Innovation in Japan 
& Asia Pacific -Toward Gender Summit 10 -

〇Miyoko Watanabe1 1.JST

 15:35 招 E 15p-B5-4 Message from JSAP President 〇Kazuo Hotate1, 2 1.JSAP President, 2.The Univ. of Tokyo
 15:45  休憩/Break
 16:00 招 15p-B5-5 パネルディスカッション 〇増田 淳 1, 2, 財満 鎭明 3, 4, 渡辺 美代子 5, 井川 奈々

子 2, 松木 伸行 6, 河西 奈保子 7
1.応物男女共同参画委員会, 2.産総研, 3.応用物理学会
副会長, 4.名大院工, 5.科学技術振興機構, 6.神奈川大
工, 7.NTT物性研

 17:20  15p-B5-6 男女共同参画委員会での１年間の議論をふまえた提言、
総括

〇増田 淳 1, 2 1.応物男女共同参画委員会, 2.産総研

健康なくらしと応用物理 / Healthy life and applied physics
3/16(Thu.) 13:00 - 17:55 口頭講演 (Oral Presentation) MH会場

 13:00  16p-MH-1 趣旨説明 〇納谷 昌之 1 1.富士フイルム
 13:10 招 16p-MH-2 AMEDのミッション：基礎から臨床、臨床から基礎へ 〇末松 誠 1 1.国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)
 13:55 招 16p-MH-3 明かりが社会を変えたこと 〇宮原 諄二 1 1.イノベーションファクター研究会
 14:40  休憩/Break
 14:50 招 16p-MH-4 【第17回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演】

（45分）
生体を模倣した味覚・嗅覚センサーの先駆的研究と実用
化

〇都甲 潔 1 1.九州大学

 15:35  休憩/Break
 15:45 招 16p-MH-5 嗅覚IoTセンサシステムに向けた新センサ（MSS・AMA）

の総合的研究開発
〇吉川 元起 1 1.国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)
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 16:25 招 16p-MH-6 人工網膜システムの開発 〇大澤 孝治 1 1.ニデック株式会社
 17:05 招 16p-MH-7 日々の健康を支える技術 〇新藤 幹雄 1 1.株式会社タニタ
 17:45  16p-MH-8 まとめ 〇西川 恒一 1 1.株式会社豊田中央研究所
いま問われる研究業績評価：応用物理と未来社会 / Revisiting Research Evaluation Methods:Applied Physics and Future Society

3/17(Fri.) 13:00 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) MH会場
 13:00  17p-MH-1 開会の辞 〇河田 聡 1 1.大阪大学工学研究科
 13:10 招 17p-MH-2 科学研究の俯瞰・ベンチマークと未来予測～戦略・ビジョ

ンづくりの手がかりとして～
〇斎藤 尚樹 1 1.文部科学省 科学技術・学術政策研究所

 13:50 招 17p-MH-3 知っていそうで知らないデータによる学術評価 − 何を
どう数えるのか

〇広瀬 容子 1 1.ラピッヅワイド

 14:30 招 17p-MH-4 アイデアの実現につながる評価方法とは 〇對馬 哲平 1 1.ソニー
 15:10  休憩/Break
 15:30 招 17p-MH-5 総合討論 〇河田 聡 1, 金丸 正剛 2, 3, 斎藤 尚樹 4, 広瀬 容子 5, 對

馬 哲平 6, 波多野 睦子 7, 松尾 由賀利 8, 原 泰史 9
1.阪大, 2.応用物理学会副会長, 3.産総研, 4.文部科学
省, 5.ラピッヅワイド, 6.ソニー, 7.東工大, 8.法政大, 
9.政策研究大学院大学

 16:45  17p-MH-6 閉会の辞 〇中野 義昭 1 1.東京大学大学院工学系研究科
シンポジウム / Symposium
3 光・フォトニクス / Optics and Photonics
S3 ナノ物質光マニピュレーションの最先端 / Recent progress of Nano-Material Optical-Manipulation
3/14(Tue.) 13:15 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 413会場

 13:15 招 14p-413-1 共鳴非線形光学応答による光マニピュレーション 〇石原 一 1 1.阪府大工
 13:45 招 14p-413-2 フォトニック結晶レーザによる様々な形状・偏光/位相

分布ビームの発生―光圧の自在なデザインに向けて―
〇北村 恭子 1, 2, 野田 進 2 1.京都工繊, 2.京大院工

 14:15 招 14p-413-3 レーザー捕捉と光伝搬及び光散乱の相互発展がもたらす
ナノ粒子の集合体形成ダイナミクス

〇工藤 哲弘 1 1.台湾国立交通大

 14:45 招 14p-413-4 光伝搬モードによる粒子の光学引力実現へ向けて 〇Sadgrove Mark1 1.東北大
 15:15 奨 14p-413-5 対向ビームの偏光特性によるプラズモニックナノアンテ

ナに働く光トルク制御
〇福原 竜馬 1, 田中 嘉人 1, 2, 志村 努 1 1.東大生研, 2.JSTさきがけ

 15:30 奨 14p-413-6 フォトクロミック反応による光トラップ力の光スイッチ
ング

〇光石 杜朗 1, 瀬戸浦 健仁 1, 伊都 将司 1, 宮坂 博 1, 森
本 正和 2, 入江 正浩 2

1.阪大基礎工, 2.立教大理

 15:45  休憩/Break
 16:00 招 14p-413-7 プラズモニックナノ光渦マニピュレーション 〇笹木 敬司 1, 井手 柾希 1, 石田 周太郎 1 1.北大電子研
 16:30 招 14p-413-8 金属ナノ構造における局所的な光のキラリティのイメー

ジングと操作
〇岡本 裕巳 1 1.分子研

 17:00 招 14p-413-9 局在プラズモン制御による光駆動ナノモーター 〇田中 嘉人 1, 2 1.東大生研, 2.JST-さきがけ
 17:30 招 14p-413-10 光の角運動量によって形成された螺旋構造が創るキラル

近接場光
〇尾松 孝茂 1, 2 1.千葉大院融合, 2.千葉大分子キラリティー研

 18:00 奨 14p-413-11 キラル表面レリーフに誘起した近接場による物質移動 〇増田 圭吾 1, 中野 翔梧 1, Guzhaliayi Juman1, 酒井 
大輔 3, 原田 建治 3, 宮本 克彦 1, 2, 尾松 孝茂 1, 2

1.千葉大院融合, 2.千葉大分子キラリティー研, 3.北見
工大

 18:15 奨 14p-413-12 エバネッセント波中の金属ナノプロペラの回転駆動 〇大上 能悟 1, 河田 聡 1 1.阪大院工
3 光・フォトニクス / Optics and Photonics
S4 量子技術が支えるセキュアな情報社会 / Quantum Cryptography - securing our future society
3/14(Tue.) 13:15 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 416会場

 13:15 招 14p-416-1 量子が支えるセキュアな社会技術基盤へ向けて 〇藤原 幹生
 13:45 招 14p-416-2 耐量子暗号の研究動向 〇清藤 武暢 1 1.日本銀行
 14:15 招 14p-416-3 量子鍵配送ネットワークとそのアプリケーション 〇吉野 健一郎 1 1.NEC
 14:45 招 14p-416-4 量子鍵配送技術の高速化と安定化及び実システム適用 〇谷澤 佳道 1, 村上 明 1, ディクソン アレクサン

ダー1, ダインズ ジェイムズ 2, ルカマリーニ マルコ 2, 
フレーリッヒ ベルント 2, シャープ アンドリュー2, 
プリューズ アラン 2, タム ウィンシー2, ユアン ジュ
リアン 2, 佐藤 英昭 1, 川村 信一 1, 藤原 幹生 3, 佐々木 
雅英 3, シールズ アンドリュー2

1.東芝, 2.東芝欧州研究所, 3.情報通信研究機構

 15:15  休憩/Break
 15:30 招 14p-416-5 量子鍵配送安全性の最新理論 〇玉木 潔 1 1.NTT物性研
 16:00 招 14p-416-6 次世代量子鍵配送としての RRDPSQKD 〇佐々木 寿彦 1 1.東大院工
 16:30 招 14p-416-7 光直交振幅変調による量子暗号通信 〇平野 琢也 1, 並木 亮 1, 中沢 正隆 2, 吉田 真人 2, 廣岡 

俊彦 2, 葛西 恵介 2
1.学習院大理, 2.東北大通研

 17:00 奨 14p-416-8 ダイヤモンドNV中心を用いた量子中継技術の開発 〇(M1)黒岩 良太 1, 加納 浩輝 1, 関口 雄平 1, 田中 統
太 1, 三島 将太 1, 中村 孝秋 1, 延與 梨世 1, 佐藤 恒司 1, 
倉見谷 航洋 1, 小坂 英男 1

1.横国大院工

 17:15 奨 14p-416-9 ダイヤモンドNV中心の拓く量子認証システムの可能性 〇倉見谷 航洋 1, 須田 雄太 1, 後藤 優征 1, 関口 雄平 1, 
佐藤 恒司 1, 中村 孝秋 1, 石田 直輝 1, 長田 昂大 1, 小坂 
英男 1

1.横浜国立大学

 17:30 E 14p-416-10 Toward feasible long-distance quantum communications 
systems

〇(PC)nicolo lo piparo1 1.National Inst. of Informatics

 17:45 招 14p-416-11 クロージング 〇根本 香絵 1 1.国立情報学研究所
11 超伝導 / Superconductivity
S15 超伝導応用技術開発ロードマップと現状 / Current status and a Roadmap for the application of superconductivity
3/14(Tue.) 13:45 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) F203会場

 13:45 招 E 14p-F203-1 The IEA HTS Roadmap and the European status of 
Electric Power Sector Applications

〇Luciano Martini1 1.Ricerche sul Sistema Energetico - RSE

 14:30 招 14p-F203-2 ＮＥＤＯにおける超電導技術開発 〇木下 晋 1, 岩坪 哲四郎 1, 中原 裕司 1, 小笠原 有香 1 1.ＮＥＤＯ
 15:00  14p-F203-3 人工ピン導入SmBa2Cu3Oy 線材の微細組織と磁場中超伝

導特性
〇吉田 隆 1, 一野 祐亮 1, 土屋 雄司 1, 松本 要 2, 一瀬 
中 3, 淡路 智 4

1.名大工, 2.九工大, 3.電中研, 4.東北大金研

 15:15  14p-F203-4 Cuテープを基材とした低コストMgB2 線材の開発 〇土井 俊哉 1, 高畑 仁志 1, 下田 佑太郎 1, 堀井 滋 1, 一
瀬 中 2, 楠 敏明 3

1.京大, 2.電中研, 3.日立

 15:30  休憩/Break
 15:45 招 14p-F203-5 超伝導エレクトロニクスの課題と展望 〇日高 睦夫 1 1.産総研
 16:15 招 14p-F203-6 超伝導センサを用いた先端計測システム 〇圓福 敬二 1 1.九大
 16:45 招 14p-F203-7 IEA高温超伝導ロードマップとわが国の超伝導応用電力

機器開発現状
〇大崎 博之 1 1.東大新領域

15 結晶工学 / Crystal Engineering
S24 窒化物半導体特異構造の科学　～発光再結合の解明と制御～ / Materials Science and Advanced Electronics Created by Singularity of Nitride Semiconductors
3/14(Tue.) 13:45 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) 503会場

 13:45 招 14p-503-1 イントロダクトリー 窒化物半導体特異構造の科学 〇三宅 秀人 1, 藤岡 洋 2 1.三重大地域イノベ, 2.東大生研
 14:00 招 14p-503-2 AlリッチAlGaN系量子井戸の発光・非発光過程 〇川上 養一 1, 市川 修平 1, 船戸 充 1 1.京大院工
 14:30 招 14p-503-3 窒化物不均一系における励起子多体効果とその光機能性 〇山田 陽一 1, 倉井 聡 1, 室谷 英彰 2 1.山口大院・創成科学, 2.徳山高専
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 15:00 招 14p-503-4 プラズモニクスによる発光再結合制御と高効率化 〇岡本 晃一 1 1.九大先導研
 15:30  休憩/Break
 15:45 招 14p-503-5 横方向成長を利用したミリワット級 GaN VCSEL 〇濱口 達史 1, 御友 重吾 1, 中島 博 1, 伊藤 仁道 1, 佐藤 

進 1, 川西 秀和 1, 成井 啓修 1
1.ソニー

 16:15 招 14p-503-6 m面AlInNエピタキシャルナノ構造を用いた偏光光源の
可能性

〇秩父 重英 1, 小島 一信 1, 上殿 明良 2, 佐藤 義孝 3 1.東北大多元研, 2.筑波大数物系, 3.双葉電子工業

 16:45 招 14p-503-7 光音響・発光同時計測による窒化物半導体の内部量子効
率の絶対測定

〇山口 敦史 1, 中納 隆 1, 坂井 繁太 1, 蟹谷 裕也 2, 冨谷 
茂隆 2

1.金沢工大, 2.ソニー

 17:15 招 14p-503-8 c面基板上窒化ガリウム系レーザーの現状について 〇枡井 真吾 1, 長濱 慎一 1 1.日亜化学LD開発部
1 応用物理学一般 / Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology
S1 「物理のおもしろさを生徒や学生にいかに伝えるか？」　～” 原子物理” に関連する授業を中心にして～ 
/ How can we express the interest of physics for pupils and students?  ~centering around the class related to atomic physics~
3/15(Wed.) 13:15 - 16:15 口頭講演 (Oral Presentation) 423会場
 13:15 招 15p-423-1 未知の世界の面白さを伝える放射線教育 〇石山 俊彦 1 1.八戸工業大工
 13:45 招 15p-423-2 「放射線裁判」

～放射線の基礎から応用までを楽しく、わかりやすく伝
えるための取り組み

〇藤原 充啓 1, 高田 修司 1, 寺川 貴樹 1, 新堀 雄一 1, 長
谷川 晃 1, 石井 慶造 1

1.東北大工

 14:15 招 15p-423-3 教養的教育における先端科学知識の紹介
～ILCの関連知識の授業への導入事例～

〇高橋 徹 1 1.広大院先端

 14:45  休憩/Break
 15:00 招 15p-423-4 いつでもどこでもサイエンス；広域・多機関連携を基調

としたポスト3.11型科学教育プログラム開発とその実践
〇高木 浩一 1 1.岩手大理工

 15:30 招 15p-423-5 中学高校理科教科書における真空放電の位置づけと演示
実験

〇門 信一郎 1 1.京大エネ理工研

 16:00  15p-423-6 教員免許状更新講習や高校生向け探究イベントにおける
原子物理や量子力学関連事項の説明

〇葛生 伸 1 1.福井大院工

2 放射線 / Ionizing Radiation
S2 シンチレーション検出器とその最先端応用 / Scintillation detectors and their novel applications
3/15(Wed.) 13:30 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) E204会場
 13:30 招 15p-E204-1 GPS系シンチレータの開発とその応用 〇金子 純一 1 1.北大院工
 14:00 招 15p-E204-2 中性子シンチレータとその応用 〇福田 健太郎 1 1.トクヤマ
 14:30 招 15p-E204-3 新規シンチレータ結晶の開発とバルク結晶作製技術の開

発
〇吉川 彰 1, 2 1.東北大金研, 2.東北大NICHe

 15:00 招 15p-E204-4 相分離シンチレータを用いたX線位相イメージング 〇安居 伸浩 1, 大橋 良太 1, 田 透 1, 鎌田 圭 2, 吉川 
彰 2, 3

1.キヤノン（株）, 2.東北大NICHe, 3.東北大金研

 15:30  休憩/Break
 15:45 招 E 15p-E204-5 MPPC-based Scintillation Detectors for Innovative 

X-ray and Gamma-ray Imaging
〇Jun Kataoka1 1.Waseda Univ.

 16:15 招 E 15p-E204-6 Development of new scintillation detectors and imaging 
systems

〇Seiichi Yamamoto1 1.Nagoya Univ

 16:45 招 E 15p-E204-7 Advances in Simultaneous PET/MR Imaging 〇Jae Sung Lee1 1.Seoul National Univ.
3 光・フォトニクス / Optics and Photonics
S5 顕微鏡領域における光波バイオセンシングの今 / Recent optical bio-sensing in a microscopic region
3/15(Wed.) 13:15 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) 413会場
 13:15 招 15p-413-1 ラマン散乱顕微鏡における超解像 〇藤田 克昌 1 1.阪大院工
 13:45 招 15p-413-2 ライブセルイメージング技術を用いた新しい細胞毒性評

価法
〇杉本 憲治 1 1.大阪府立大学生命環境

 14:15 招 15p-413-3 アポディゼーション位相差法を利用した光学顕微鏡とバ
イオ応用

〇大瀧 達朗 1, 2, 3 1.ニコンコアテク本部, 2.東北大院医工学, 3.東大生研

 14:45 招 15p-413-4 ディジタルホログラフィック顕微鏡によるマルチモーダ
ルイメージング

〇的場 修 1, 全 香玉 1, 粟辻 安浩 2 1.神戸大, 2.京工繊大

 15:15  休憩/Break
 15:45 招 15p-413-5 分光解析のための顕微光コヒーレンス断層撮像法 〇岩井 俊昭 1 1.東京農工大学BASE
 16:15 招 15p-413-6 ショートマルチモードファイバープローブを用いたFF 

OCMとその生体組織応用
〇佐藤 学 1, 西舘 泉 2 1.山形大院, 2.農工大院

 16:45  15p-413-7 偏光カメラを用いた微分干渉顕微鏡による位相解析 〇(DC)柴田 秀平 1, 中瀬 慎太朗 1, 石渡 裕 2, 大谷 幸
利 1, 谷田貝 豊彦 1

1.宇大, 2.オリンパス株式会社

 17:00  15p-413-8 可視ディジタルホログラフィによる近赤外像の解像度向
上

石黒 将平 1, 〇早崎 芳夫 1 1.宇都宮大オプティクス

3 光・フォトニクス / Optics and Photonics
S6 多様な光源により進展する光プロセスの基礎と応用 / Variety of light sources and possibilities of their applications to novel light processing
3/15(Wed.) 13:30 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 418会場
 13:30 招 15p-418-1 光渦はレーザー加工を変えるか? 〇尾松 孝茂 1, 2 1.千葉大院融合, 2.千葉大分子キラリティー研
 14:00  15p-418-2 計算機ホログラムを用いた生体材料のフェムト秒レー

ザー加工
〇長谷川 智士 1, 早崎 芳夫 1 1.宇都宮大オプティクス

 14:15 招 15p-418-3 超短パルスレーザーの開発と物質プロセッシングへの応
用

〇鳥塚 健二 1 1.産総研 電子光

 14:45  15p-418-4 20fsパルスビームアレイ生成のためのカスケード光学系
の提案

〇尼子 淳 1, 中野 秀俊 1 1.東洋大理工

 15:00  15p-418-5 カスケード光学系による20fsレーザーパルス集光特性 〇中野 秀俊 1, 村上 拓 1, 上田 義人 1, 尼子 淳 1 1.東洋大理工
 15:15  休憩/Break
 15:30 招 15p-418-6 ジャイアントマイクロフォトニクスによるユビキタス・

パワーレーザー
〇平等 拓範 1, 2, 3 1.分子研, 2.総研大, 3.豊橋技科大

 16:00 招 15p-418-7 レーザープラズマ極端紫外光による微細加工 〇牧村 哲也 1, 浦井 ひかり 1, 中村 大輔 3, 高橋 昭彦 3, 
新納 弘之 4, 岡田 龍雄 2

1.筑波大院数理, 2.九大院シス情, 3.九大院医, 4.産総研

 16:30  15p-418-8 高フルエンスレーザー駆動極端紫外(EUV)光による金属
ナノ粒子担持高分子材料の表面改質

〇(PC)田中 のぞみ 1, 安田 清和 2, 和田 直 1, 出口 亮 1, 
余語 覚文 1, 西村 博明 1

1.阪大レーザー研, 2.阪大院工

 16:45  15p-418-9 異なる長さのQスイッチパルスの同期発振とそれらを組
合せたパルスの水中LIBSへの応用

〇作花 哲夫 1, 廣田 剛 1, 松本 歩 1, 天野 健一 1, 西 直
哉 1

1.京大院工

 17:00  休憩/Break
 17:15 招 15p-418-10 テラヘルツ領域の近接場光学とプラズモニクス 〇田中 耕一郎 1 1.京大理
 17:45  15p-418-11 ピコ秒テラヘルツ自由電子レーザーが拓く有機固体のア

ブレーション
〇永井 正也 1, 松原 英一 1, 2, 芦田 昌明 1, 冬木 正紀 3, 
川瀬 啓悟 4, 入澤 明典 4, 磯山 悟朗 4, 青木 順 5, 豊田 岐
聡 5

1.阪大院基礎工, 2.大阪歯科大, 3.畿央大, 4.阪大産研, 
5.阪大院理

 18:00 招 15p-418-12 フェムト秒レーザー衝撃圧縮された金属中の格子歪みの
その場X線自由電子レーザー回折計測

〇佐野 智一 1 1.阪大院工
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6 薄膜・表面 / Thin Films and Surfaces
S7 加速器・宇宙科学における真空技術の現状と展望 / Recent Progress and Future Perspective on Vacuum Technology for Accelerator and Space Sciences
3/15(Wed.) 13:15 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) 419会場
 13:15 招 15p-419-1 はじめに；ビッグサイエンスの真空装置 〇齊藤 芳男 1 1.東大宇宙線研
 13:30 招 15p-419-2 宇宙用材料の耐環境性評価と開発 〇後藤 亜希 1, 木本 雄吾 1 1.宇宙航空研究開発機構
 14:00 招 15p-419-3 大型低温重力波望遠鏡KAGRA -重力波と真空技術- 〇内山 隆 1, 齊藤 芳男 1 1.東大宇宙線研
 14:30  休憩/Break
 14:45 招 15p-419-4 J-PARC RCS真空システム -高放射線下の真空技術- 〇神谷 潤一郎 1, 荻原 徳男 1, 金正 倫計 1, 山本 風海 1 1.原子力機構
 15:15 招 15p-419-5 大型放射光の次期計画SPring-8-IIの真空システム 〇大石 真也 1, 2, 高橋 直 1, 2, 小路 正純 1, 田村 和宏 1, 

谷内 友希子 1, 備前 輝彦 1, 2, 大熊 春夫 1
1.高輝度光科学研究センター, 2.理研

 15:45 招 15p-419-6 SuperKEKB初期運転時の真空システム稼働状況 〇末次 祐介 1, 2, 柴田 恭 1, 2, 石橋 拓弥 1, 2, 白井 満 1, 照
井 真司 1, 金澤 健一 1, 2, 久松 広美 1

1.高エネ研, 2.総研大

 16:15  休憩/Break
 16:30 招 15p-419-7 加速器用ビームダクトへのTiNコーティング 〇柴田 恭 1, 2, 末次 祐介 1, 2, 石橋 拓弥 1, 2, 白井 満 1, 照

井 真司 1, 金澤 健一 1, 2, 久松 広美 1
1.高エネ研, 2.総研大

 17:00 招 15p-419-8 新世代放射光源におけるNEGコーティング技術の応用 〇谷本 育律 1 1.高エネ研
6 薄膜・表面 / Thin Films and Surfaces
S8 ダイヤモンドNV中心への挑戦―量子通信, 量子センサからバイオ応用まで / NV center in diamond: quantum information, quantum sensing, and bio applications
3/15(Wed.) 13:30 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) F205会場
 13:30 招 15p-F205-1 NV中心の物理と応用への魅力 〇水落 憲和 1, 2 1.京大化研, 2.CREST
 14:00 招 15p-F205-2 ダイヤモンド量子センサの先端技術と応用 〇波多野 睦子 1, 岩崎 孝之 1, 牧野 俊晴 3, 水落 憲和 4, 

原田 慶恵 5, 田原 康佐 1, 波多野 雄治 5, 安田 晋 2
1.東工大, 2.ﾙﾈｻｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ（株）, 3.産総研, 4.京大, 5.阪
大

 14:30 招 15p-F205-3 ダイヤモンドNV中心を使った量子センシングの分子・
細胞生物学への応用

〇白川 昌宏 1, 五十嵐 龍治 2 1.京大院工, 2.科学技術振興機構

 15:00  15p-F205-4 イオン注入による原子空孔の形成とNVセンターへの変
換効率

〇小野田 忍 1, 立見 和雅 1, 2, 春山 盛善 1, 2, 寺地 徳之 3, 
磯谷 順一 4, 山田 圭介 1, 谷井 孝至 5, 川原田 洋 5, 品田 
高宏 6, 加田 渉 2, 花泉 修 2, 大島 武 1

1.量研機構, 2.群馬大, 3.物材機構, 4.筑波大, 5.早大, 
6.東北大

 15:15  15p-F205-5 N-V中心NMRのためのダイヤモンド表面の電荷安定性 〇川原田 洋 1, 2, 山野 颯 1, 河合 空 1, 梶家 美貴 1, 加藤 
かなみ 1, 蔭浦 泰資 1, 稲葉 優文 1, 岡田 拓真 1, 東又 
格 1, 春山 盛善 3, 5, 谷井 孝至 1, 山田 圭介 3, 小野田 忍 3, 
寺地 徳之 4, 加田 渉 5, 花泉 修 5, 磯谷 順一 6

1.早大理工, 2.早大材研, 3.量研機構, 4.物材機構, 5.群
馬大, 6.筑波大

 15:30  15p-F205-6 多周波数制御によるダイヤモンド中窒素空孔中心高感度
ベクトル磁場センサ

〇北澤 清香 1, 松崎 雄一郎 2, 矢幡 健 1, 西條 蒼野 1, 角
柳 孝輔 2, 齋藤 志郎 2, 早瀬 潤子 1

1.慶大理工, 2.NTT物性研

 15:45  休憩/Break
 16:00 招 15p-F205-7 ダイヤモンドへの量子テレポーテーションと量子情報通

信によるカンタムウェアセキュリティ
〇小坂 英男 1 1.横国大院工

 16:30 招 15p-F205-8 量子ハイブリッド系とダイヤモンドNV中心 〇仙場 浩一 1 1.情報通信研究機構
 17:00  15p-F205-9 ダイヤモンドナノ結晶結合ナノ光ファイバを用いた光量

子デバイスの実現に向けて
〇高島 秀聡 1, 2, 3, 岩端 祐介 1, 藤田 慎司朗 1, 藤原 正
澄 2, 3, 竹内 繁樹 1, 2, 3

1.京大院工, 2.北大電子研, 3.阪大産研

 17:15 奨 E 15p-F205-10 Probing NV centers using a loop-gap resonator 〇(D)Jason Ball1, Yu Yamashiro3, 1, Yuimaru Kubo1, 2, 
Denis Konstantinov1

1.OIST, 2.JST-PRESTO, 3.Univ. of Ryukyus

7 ビーム応用 / Beam Technology and Nanofabrication
S10 ナノインプリント技術の進展と展開 / Progress and outlook of nanoimprint technology
3/15(Wed.) 13:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 512会場
 13:30 招 15p-512-1 ナノインプリントの進展 〇廣島 洋 1 1.産総研 集積マイクロ
 14:15 招 15p-512-2 シングルナノパターニングに向けた界面分子科学からの

アプローチ
伊東 駿也 1, 〇中川 勝 1 1.東北大多元研

 14:45 招 15p-512-3 ナノインプリントにおけるレジスト分子挙動の理論解析 〇安田 雅昭 1, 平井 義彦 1 1.大阪府大院工
 15:15  休憩/Break
 15:30 招 15p-512-4 半導体製造用ナノインプリントリソグラフィ技術 〇東木 達彦 1, 2 1.東芝, 2.NFT
 16:15 招 15p-512-5 Roll to Roll ナノインプリントの進展と新しい展開 〇谷口 淳 1 1.東理大基礎工
 16:45 招 15p-512-6 Roll to Rollナノパターニングによるデバイス開発 〇阿部 誠之 1, 伊藤 直人 1, 松井 真二 2, 岡田 真 2 1.旭化成, 2.兵庫県立大高度産業科学技術研
 17:15 奨 15p-512-7 マイカモールドを用いた熱ナノインプリント法によるポ

リマー表面上ナノパターン形成
〇木下 太一郎 1, 嶋田 航大 1, 金子 智 1, 2, 松田 晃史 1, 
吉本 護 1

1.東工大物質理工, 2.神奈川県産技セ

 17:30  15p-512-8 液体シリコンのダイレクトインプリンティング 〇増田 貴史 1, 下田 達也 1 1.北陸先端大
 17:45 奨 15p-512-9 Print and Imprint法によるマイクロ電極作製に向けた残

膜厚均一化の検討
〇関 健斗 1, 中村 貴宏 1, 佐藤 慎弥 1, 熊谷 真莉 1, 永瀬 
和郎 2, 中川 勝 1

1.東北大多元研, 2.(株)ミノグループ

8 プラズマエレクトロニクス / Plasma Electronics
S12 エネルギー材料開発に資するプラズマ技術最前線 / The research forefront of plasma processing technology for energy related materials
3/15(Wed.) 13:45 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場
 13:45 招 15p-301-2 はじめに 〇寺嶋 和夫 1 1.東大　新領域
 14:00 招 15p-301-3 Si太陽電池パッシベーションにおけるプラズマ成膜技術 〇金子 哲也 1 1.東海大工
 14:30 招 15p-301-4 SiCパワーデバイスにおけるプラズマプロセス 〇原田 信介 1, 吉岡 裕典 1, 纐纈 英典 1, 2, 小杉 亮治 1, 

加藤 智久 1
1.産総研, 2.三菱電機

 15:00 招 15p-301-5 窒化物系結晶成長におけるプラズマ応用 〇小田 修 1, 加納 浩之 2, 田 昭治 3, 近藤 博基 1, 堀 勝 1 1.名大工, 2.NU-Rei(株), 3.(株)片桐エンジ
 15:30 招 15p-301-6 Liイオン電池関連の熱プラズマ技術 〇田中 学 1, 曽根 宏隆 1, 渡辺 隆行 1 1.九大工
 16:00  休憩/Break
 16:15 招 15p-301-7 次世代燃料電池車に向けた新規カソード触媒の研究開発

と解析ニーズ
〇加藤 久雄 1, 水谷 宣明 1, 石橋 一伸 1 1.トヨタ自動車株式会社

 16:45 招 15p-301-8 低摩擦・高耐摩耗DLC膜のプラズマ成膜技術 〇上坂 裕之 1 1.岐阜大工機械
 17:15 招 15p-301-9 プラズマ触媒化学に基づく水素・炭素系燃料の創製 〇野崎 智洋 1, 亀島 晟吾 1, 2, 水上 諒 1 1.東工大, 2.学振DC1
 17:45 招 15p-301-10 液中プラズマを用いた水素生成 〇前原 常弘 1, 野村 信福 1, 向笠 忍 1 1.愛媛大院理工
12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics
S17 柔らかい材料を利用したソフトロボット　～材料・エレクトロニクス・機械分野の融合を目指して～ 
/ Soft Robots ~towards integration and linkage among materials,electronics, and mechanics~
3/15(Wed.) 13:15 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) 416会場
 13:15 招 E 15p-416-1 Coping with the “Robot Hype” – A Soft Materials 

Approach
〇Rolf Pfeifer1, 2 1.Osaka University, 2.Shanghai Jiao Tong Univ.

 14:00 招 15p-416-2 ナノ・IT・メカ統合によるロボット基盤技術の革新
−人に寄り添うスマートロボットを目指して−

〇馬場 寿夫 1, 島津 博基 1, 鈴木 慶二 1, 西野 恒代 1, 宮
下 哲 1, 茂木 強 1, 岩見 紫乃 1, 高地 伸夫 1, 曽根 純一 1

1.JST

 14:30 招 15p-416-3 やわらかいマテリアルの情報処理能力について：タコ足
計算機から流体計算機まで

〇中嶋 浩平 1, 2 1.京大白眉・情報, 2.JSTさきがけ

 15:00 奨 15p-416-4 皮膚の微細な変形の測定に向けた超薄膜ひずみセンサの
開発

〇(M1)鉄 祐磨 1, 山岸 健人 1, 加藤 陽 2, 小林 洋 3, 菅
野 重樹 2, 武岡 真司 1, 藤枝 俊宣 4, 5

1.早大院先進理工, 2.早大院創造理工, 3.早大ロボ研機
構, 4.早大高等研, 5.JSTさきがけ

 15:15 奨 15p-416-5 皮膚貼付型エレクトロニクスへの応用に向けたエラスト
マー薄膜による電子素子封止技術の開発

〇岡本 麻鈴 1, 隼田 大輝 2, 菅野 純貴 3, 武岡 真司 1, 岩
瀬 英治 3, 岩田 浩康 2, 藤枝 俊宣 4, 5

1.早大院先進理工, 2.早大院創造理工, 3.早大院基幹理
工, 4.早大高等研, 5.JSTさきがけ

 15:30  休憩/Break
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 15:45 招 15p-416-6 ソフトロボットの実用化 〇鈴森 康一 1 1.東京工業大学
 16:15 招 15p-416-7  3Dゲルプリンターで開拓するソフトマター・ロボティク

ス
〇古川 英光 1, 吉田 一也 1, 川上 勝 1 1.山形大院理工

 16:45 招 15p-416-8 極柔軟有機デバイスとソフトロボティクス 〇染谷 隆夫 1, 2, 3, 横田 知之 1, 3, 福田 憲二郎 2 1.東大工, 2.理研, 3.JST/ERATO
 17:15  15p-416-9 ソフトロボット材料：光と熱で動くメカニカル結晶 〇小島 秀子 1, 高鍋 彰文 2, 谷口 卓也 2, 小宮 潤 2, 朝日 

透 1, 2
1.早大ナノ・ライフ創研機構, 2.早大院先進理工

 17:30  15p-416-10 生体組織への密着性を有するエラストマー超薄膜の開発 〇(D)山岸 健人 1, 高橋 功 2, 佐藤 信孝 1, 武岡 真司 1, 2, 
藤枝 俊宣 3, 4

1.早大院先進理工, 2.早大先進理工, 3.早大高等研, 
4.JSTさきがけ

12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics
S18 有機薄膜素子作製その場観察技術の展望− 「作って測る」から「作りながら測る」へ − / Perspectives on In-situ Observations during the Preparation of Organic Thin Film Devices
3/15(Wed.) 13:30 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 302会場

 13:30  15p-302-1 「作って観る/測る」から「作りながら観る/測る」へ 〇久保野 敦史 1 1.静岡大工
 13:45 招 15p-302-2 水晶振動子マイクロバランスによる有機薄膜形成過程の

リアルタイム解析
〇松原 亮介 1, 久保野 敦史 1 1.静岡大工

 14:15 招 15p-302-3 有機薄膜生成過程の赤外スペクトル測定 〇山本 雅人 1 1.昭和大教
 14:45 招 15p-302-4 光電子分光による有機薄膜の構造と電子状態：分子機能

計測技術としての展望
〇解良 聡 1, 2, 3 1.分子研, 2.総研大, 3.千葉大院

 15:15  休憩/Break
 15:30 招 15p-302-5 放射光を用いた有機薄膜形成過程およびデバイス動作過

程のその場観察
〇渡辺 剛 1, 小金澤 智之 1, 安野 聡 1, 菊池 護 2, 吉本 
則之 2, 広沢 一郎 1

1.(公財)高輝度光科学センター, 2.岩手大学理工

 16:00 招 15p-302-6 各種分光学的手法を用いた有機半導体デバイスのオペラ
ンド測定

〇間中 孝彰 1 1.東工大

 16:30 招 15p-302-7 有機系太陽電池研究のための塗布プロセスのその場観察 〇吉田 郵司 1, 宮寺 哲彦 1, 近松 真之 1 1.産総研太陽光
12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics
S19 ナノバイオテクノロジーとバイオセンシングに関するジョイントシンポジウム / English session: Joint Symposium on Nanobiotechnology and Biosensing
3/15(Wed.) 13:15 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 313会場
 13:15 招 E 15p-313-1 Integrating biomolecular self-assembly with enzyme 

display: plant viral nanocarriers for novel biosensor 
layouts

Claudia Koch1, Fabian J. Eber1, Angela Schneider1, 
Klara Altintoprak1, Fania C. Geiger2, Anna Mueller1, 
Sourabh Shukla3, Zhenyu Wu4, Carlos Azucena5, 
Carl Krill III4, Nicole F. Steinmetz3, Hartmut 
Gliemann5, Matthias Baecker6, Arshak 
Poghossian6, Michael J. Schoening6, Holger Jeske1, 
Sabine Eiben1, 〇Christina Wege1

1.Univ. of Stuttgart, Germany, 2.MPI for Intelligent 
Systems, Germany, 3.Case Western Reserve 
University, USA, 4.Ulm University, Germany, 5.
Karlsruhe Institute of Technology, Germany, 6.FH 
Aachen, Germany

 14:00 招 E 15p-313-2 Molecular robots under construction: amoeba-type 
artificial cell model

〇Shin-ichiro M. Nomura1, Yusuke Sato1, Yuichi 
Hiratsuka4, Yui Kawagishi1, 3, Toshihiko Ogura2, 
Ibuki Kawamata1, Satoshi Murata1

1.Tohoku Univ., Eng., 2.Tohoku Univ. IDAC., 
3.AMED-CREST, 4.JAIST

 14:30 奨 E 15p-313-3 Plastic antibodies for vascular endothelial growth factors 
synthesized by protein-ligand interaction-based molecular 
imprinting

〇(PC)Yuri Kamon1, Toshifumi Takeuchi1 1.Grad. Sch. Engn., Kobe Univ.

 14:45 奨 E 15p-313-4 Photoluminescence of MoS2 modified by pH and ions in 
aqueous solutions for potential biological sensing 

〇(DC)Takakazu Seki1, Yuhei Hayamizu1 1.Tokyo Tech.

 15:00  休憩/Break
 15:15 招 E 15p-313-5 High-resolution impedance and potential imaging using 

light-addressable potentiometric sensors for bio-
imaging applications

〇Steffi Krause1 1.Queen Mary Univ. of London

 16:00 招 E 15p-313-6 Single molecule analysis of membrane protein activities 〇Rikiya Watanabe1, 2, 3 1.Univ. Tokyo, 2.PRESTO, JST, 3.PRIME, AMED
 16:30 E 15p-313-7 Fabrication of Au-nanoparticle-embedded lipid bilayers 

on solid substrates
Naotoshi Sakaguchi1, Kimura Yasuo2, Ayumi 
Hirano-Iwata3, 〇Toshio Ogino1

1.Yokohama Natl. Univ., 2.Tokyou Univ. Technol., 3.
Tohoku Univ.

 16:45  休憩/Break
 17:00 招 E 15p-313-8 Printed sensor arrays and devices for cellular 

bioelectronics
Nouran Adly1, Bernd Bachmann1,2, Jan Schnitker1, 
Alexey Yakushenko11, Korkut Terkan1, Philipp 
Rinklin2, Andreas Offenhausser1, 〇Bernhard 
Wolfrum1,2

1.Forschungszentrum Julich, 2.Technical University of 
Munich

 17:45 招 E 15p-313-9 Dissociated neuronal culture coupled to micro-
electrode array: measurement of the network dynamics 
and application toward neural interface

〇Daisuke Ito1, 2, Kazutoshi Gohara3, Michela 
Chiappalone1

1.Italian Inst. Tech., 2.JSPS, 3.Hokkaido Univ.

 18:15 奨 E 15p-313-10 Sensitive detection of neuron specific enolase by utilizing 
a plasmonic chip functionalized by polydopamine thin 
films

〇mana toma1, Shota Izumi1, Keiko Tawa1 1.Kwansei Gakuin Univ.

3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P7会場
  E 16a-P7-1 Functional integration of human ion channels in artificially 

formed bilayer lipid membranes
〇Ayumi Hirano-Iwata1, 2, Daisuke Tadaki1, Daichi 
Yamaura2, Shun Araki2, Miyu Yoshida2, Kohei Arata2, 
Takeshi Ohori2, Hideaki Yamamoto3, Michio 
Niwano2

1.AIMR, Tohoku Univ., 2.RIEC, Tohoku Univ., 3.FRIS. 
Tohoku Univ.

  E 16a-P7-2 Membrane Domains at Fusion Process of Proteoliposomes 
into Supported Lipid Bilayer

〇Ryugo Tero1, Kohei Fukumoto1, Miyu Yoshida2, 
Ayumi Hirano-Iwata2, Michio Niwano2

1.Toyohashi Tech., 2.Tohoku Univ.

  E 16a-P7-3 Au core-TiO2 shell nanoparticles produced by RT atomic 
layer deposition and their applications to electron 
channels

〇Fumihiko Hirose1, Ko Kikuchi1, Kensaku 
Kanomata1, Masanori Miura1, Ahmmad Bashir1, 
Shigeru Kubota1

1.Yamagata Univ.

  E 16a-P7-4 Formation of self-assembled monolayer composed of 
amino terminal phosphonic acid on mica substrate 
available to supported lipid bilayer system

〇Toshinori Motegi1, Hiroyuki Hoshino1, Masashi 
Sonoyama1

1.Gunma Univ.

  E 16a-P7-5 Modification of Graphene Oxide with Streptavidin for the 
Application to Tetherd-tyep Supported Lipid Bilayer

〇Shun Saito1, Yoshiaki Okamoto1, Ryugo Tero1 1.Toyohashi Tech.

  E 16a-P7-6 Diffusion and Quenching Efficiency of Qdot-conjugated 
Lipid Bilayer on Graphene Oxide

〇Yoshiaki Okamoto1, Seiji Iwasa1, Ryugo Tero1 1.Toyohashi Tech.

  E 16a-P7-7 Proton conductivity in a thin film of self-assembled 
peptides 

〇Takuma Narimatsu1, Takakazu Seki1, Yuhei 
Hayamizu1

1.Tokyo Tech.

  E 16a-P7-8 Improvement of discriminatory ability for multiplexing 
bio-image sensor
using additional polymer layers.

〇Lee Youna1, Horio Tomoko1, Okumura Koichi1, 
Iwata Tatsuya1, Takahashi Kazuhiro1, Sawada 
Kazuaki1

1.Toyohashi university of technology

  E 16a-P7-9 An Improved Performance of Chemical Imaging Sensor 
with a Partially Etched Structure of Light-addressable 
Potentiometric Sensor

〇(D)HoangAnh Truong1, Carl Frederik Werner2, 
Koichiro Miyamoto2, Tatsuo Yoshinobu1, 2

1.Department of Biomedical Eng., Tohoku Univ., 2.
Department of Electronic Eng., Tohoku Univ.
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  E 16a-P7-10 Peptide aptamer-based single-walled carbon nanotube 
field-effect transistor biosensor for cathepsin E biomarker 
detection

〇(D)Tung Thanh Nguyen1, Tue Trong Phan1, Lien 
Thi Ngoc Truong2, Ohno Yasuhide3, Maehashi 
Kenzo4, Matsumoto Kazuhiko5, Biyani Manish1, 
Takamura Yuzuru1

1.JAIST, 2.HUST, 3.Tokushima Univ., 4.Tokyo Univ.
Agr.Tech., 5.Osaka Univ. ISIR

  E 16a-P7-11 Analyzing Activities of L929 Cells Irradiated with An 
Atmospheric Pressure Plasma

Shinya Kojima1, Mime Kobayashi2, Minoru Sasaki1, 
〇Shinya Kumagai1

1.Toyota Technol. Inst., 2.NAIST

  E 16a-P7-12 Fabrication of silver nanostructure on carbon screen 
printed electrode and application to electrochemical SERS 
analysis

〇Zicheng Zhu1, Ryo Nakagawa1, Aya Hashimoto1, 
Hiroyuki Yoshikawa1, Eiichi Tamiya1

1.Osaka Univ.

  E 16a-P7-13 Transmission Surface Plasmon Resonance Imaging of 
Gold Grating and Silver Nanoparticle for Creatinine 
Detection

〇(D)Chammari Pothipor1, 2, Kontad Ounnunkad2, 
Chutiparn Lertvachirapaiboon1, Kazunari Shinbo1, 
Keizo Kato1, Futao Kaneko1, Akira Baba1

1.Niigata Univ. for Niigata University, 2.Chiang Mai 
Univ. for Chiang Mai university

13 半導体 / Semiconductors
S20 長期保管メモリのための高信頼配線技術 / Highly reliable metallization technology for long term retention
3/15(Wed.) 13:15 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 304会場
 13:15 招 15p-304-1 長期保管メモリのための高信頼配線技術 〇上野 和良 1, 2 1.芝浦工大工, 2.SITグリーンイノベ研
 13:30 招 15p-304-2 超長期保管メモリ・システムの必要性とその課題

-高信頼配線の必用性-
〇小林 敏夫 1 1.芝浦工大

 14:15 招 15p-304-3 金属の腐食のメカニズムと耐腐食性 〇野田 和彦 1, 大庭 圭祐 1, 鈴木 良治 1, 八木 雄太 1, 2 1.芝浦工大, 2.ナカボーテック
 14:45 招 15p-304-4 表面清浄度・クリーニング評価としてのエリプソメトリ 〇近藤 英一 1 1.山梨大工
 15:15  休憩/Break
 15:30 招 15p-304-5 半導体集積回路配線の信頼性課題と寿命予測 〇横川 慎二 1 1.電通大iPERC
 16:00 招 15p-304-6 銅配線のストレスマグレーションの特徴と長期メモリの

ための対策
〇松山 英也 1 1.株式会社ソシオネクスト

 16:30 招 15p-304-7 原子層により皮膜された銅薄膜の電子物性と安定 〇岡田 晋 1 1.筑波大数理
 17:00 招 15p-304-8 LSI多層配線の単層拡散バリア層としての非晶質コバル

ト合金の特性
Hosseini Maryamsadat1, 安藤 大輔 1, 須藤 祐司 1, 〇
小池 淳一 1

1.東北大工

 17:30  15p-304-9 ULSI-Cu配線の信頼性向上に向けた極薄PVD-Co(W)単
層バリア/ライナーの特性評価

〇(PC)金 泰雄 1, 百瀬 健 1, 松尾 明 2, 清野 拓哉 2, 霜
垣 幸浩 1

1.東大院工, 2.キヤノンアネルバ株式会社

 17:45  15p-304-10 2ゾーンCVDによる銅上へのナノカーボンの低温堆積 〇阿部 拓実 1, 笹内 駿 1, 上野 和良 1, 2 1.芝浦大工, 2.芝浦グリーン研
13 半導体 / Semiconductors
S21 エレクトロニクスはやっぱり面白い！ ～世界を牽引するメインプレイヤーから業界の今と主体的なキャリア選択を学ぶ～ 
/ Electronics is still fantastic! ~ Learn the present of electronic industry and active carrier selection form main players pulling the world~
3/15(Wed.) 13:15 - 16:15 口頭講演 (Oral Presentation) 414会場
 13:15 招 15p-414-1 GlobalなResearch組織の中で取り組むNeuromorphic 

deviceの研究
〇山道 新太郎 1 1.日本IBM

 13:45 招 15p-414-2 研究開発型ベンチャー企業で働くということ
- 省エネルギー世界No.1のスーパーコンピュータの開発
を通じて -

〇鳥居 淳 1 1.エクサスケーラー

 14:15 招 15p-414-3 先端半導体技術開発の将来展望とキャリア設計 〇山本 知成 1 1.東京エレクトロン
 14:45 招 15p-414-4 時代の流れとOSATの注力事業 〇勝又 章夫 1, 高島 晃 1, 澤田 和宏 1, 住原 英樹 1, 伊藤 

則夫 1
1.ジェイデバイス

 15:15 招 15p-414-5 センシング時代に向けたイメージセンサ技術の進化 〇野本 哲夫
 15:45 招 15p-414-6 日米での次世代LSI研究開発の経験から 〇高柳 万里子 1 1.（株）東芝　ストレージ＆デバイスソリューション社
15 結晶工学 / Crystal Engineering
S25 インフォマティクスがもたらす結晶成長プロセスの革新 / Innovation Inspired by Informatics in Crystal Growth Processes
3/15(Wed.) 13:45 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) MH会場
 13:45 招 15p-MH-1 材料設計・プロセス設計のためのデータ駆動型化学 〇船津 公人 1 1.東大院工
 14:30 招 15p-MH-2 マテリアルズインフォマティクスの方法論 〇小出 康夫 1 1.物材機構
 15:00 招 15p-MH-3 インシリコスクリーニングによる新規窒化物半導体の発

見
〇大場 史康 1, 2 1.東工大フロンティア研／元素戦略研究センター, 2.物

材機構MI2I
 15:30 招 15p-MH-4 【注目講演】SiC溶液成長における最適条件高速探索手法

の提案
〇角岡 洋介 1, 小久保 信彦 1, 原田 俊太 1, 田川 美穂 1, 
宇治原 徹 1

1.名大院工

 16:00  休憩/Break
 16:15 招 15p-MH-5 エピタキシャル成長のマルチフィジックスシミュレー

ションの現状
〇白石 賢二 1, 2, 関口 一樹 2, 長川 健太 2, 白川 裕規 2, 
川上 賢人 2, 山本 芳裕 2, 洗平 昌晃 1, 2, 永松 謙太郎 1, 
新田 州吾 1, 岡本 直也 3, 2, 芳松 克則 1, 2, 寒川 義裕 4, 1, 
柿本 浩一 4, 天野 浩 1, 2, 5

1.名大未来研, 2.名大院工, 3.名大計科セ, 4.九大応力
研, 5.名大VBL

 16:45 招 15p-MH-6 シンクロトロン放射光を用いた結晶成長プロセス評価 〇高橋 正光 1 1.量研機構
 17:15 奨 15p-MH-7 インフォマティクスを用いたコンビナトリアル結晶構造

解析
〇岩崎 悠真 1, Kusne A. Gilad2, 竹内 一郎 3, Fackler 
Sean4

1.日本電気株式会社　ＩｏＴデバイス研究所, 2.アメリ
カ国立標準技術研究所, 3.メリーランド州立大学, 4.
ローレンスバークレー国立研究所

合同セッションＫ「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 / Joint Session K "Wide bandgap oxide semiconductor materials and devices"
S27 金属酸化物の結晶物性に迫る / Approaching the Crystal Properties of Metal Oxide
3/15(Wed.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 502会場
 13:45 招 15p-502-1 バルク結晶作成技術と結晶物性 〇福田 承生 1 1.（株）福田結晶
 14:15 招 15p-502-2 単斜晶酸化ガリウム結晶における光学遷移過程 〇尾沼 猛儀 1, 2, 齋藤 伸吾 2, 佐々木 公平 3, 2, 後藤 健 3, 

増井 建和 3, 山口 智広 1, 本田 徹 1, 倉又 朗人 3, 東脇 
正高 2

1.工学院大, 2.情通機構, 3.タムラ製作所

 14:45 招 15p-502-3 ワイドギャップ半導体の量子光学素子応用 〇片山 竜二 1 1.阪大院工
 15:15 招 15p-502-4 希土類鉄酸化物RFe2O4 の誘電特性 〇田中 勝久 1, 小西 伸弥 1, 有馬 孝尚 2 1.京大院工, 2.東大新領域
 15:45  休憩/Break
 16:00 招 15p-502-5 ビスマス・鉛ペロブスカイト酸化物の系統的な電荷分布

変化
〇東 正樹 1 1.東工大フロンティア材料研

 16:30 招 15p-502-6 スズ系複酸化物のエピタキシャル成長と電子機能開拓 〇藤原 宏平 1, 西原 和貴 1, 塩貝 純一 1, 塚﨑 敦 1 1.東北大金研
 17:00 招 15p-502-7 導電性酸化物薄膜の物性改質方法 〇太田 裕道 1 1.北大電子研
 17:30 招 15p-502-8 金属酸化物におけるドーピング特性と結晶子配向制御に

よる高キャリア輸送
〇山本 哲也 1, 野本 淳一 1, 牧野 久雄 1 1.高知工科大総研

6 薄膜・表面 / Thin Films and Surfaces
S9 次世代ニューロモルフィックハードウェアにおける機能性酸化物の役割 / The role of functional oxides in the next-generation neuromorphic hardware
3/16(Thu.) 13:15 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場

 13:15 招 16p-301-1 新しい集積回路でシリコン脳を創る 〇黒田 忠広 1 1.慶大理工
 14:00 招 16p-301-2 ニューロチップの動向と未来 〇百瀬 啓 1, 浅井 哲也 1 1.北大大学院
 14:30 招 16p-301-3 酸化物ナノイオニクスによるニューロモルフィック機能

の創出
〇鶴岡 徹 1, 寺部 一弥 1, 長谷川 剛 2, 青野 正和 1 1.物材機構, 2.早大先進理工

 15:00  16p-301-4 Pt/NiO/Pt抵抗変化素子におけるリセットの駆動力 〇西 佑介 1, 木本 恒暢 1 1.京大院工
 15:15 招 16p-301-5 シリコン神経ネットワークとその課題 〇河野 崇 1 1.東大生研
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 15:45  休憩/Break
 16:00 招 16p-301-6 小脳、大脳基底核、大脳皮質の回路構造から学習機構へ 〇銅谷 賢治 1 1.沖縄科学技術大学院大学
 16:30 招 16p-301-7 ニューロモルフィック制御システムにおける酸化物材料

の役割
〇堀田 育志 1 1.兵県大工

 17:00 招 16p-301-8 シナプス可塑性に学ぶネットワーク回路構造の自己組織
化
- 位相振動子結合系による解析-

〇青木 高明 1 1.香川大教育

 17:30 招 E 16p-301-9 Is my device neuromorphic? 〇Pablo Stoliar1, 2, Alejandro Schulman1, Isao H. 
Inoue1

1.AIST, Tsukuba 305-8565, Japan, 2.CIC nanoGUNE, 
20018 Donostia, Spain

 18:00 招 16p-301-10 生体を模倣したエレクトロニクスと材料開発
-雑音を利用した信号伝送と情報処理-

〇神吉 輝夫 1, 田中 秀和 1 1.阪大産研

7 ビーム応用 / Beam Technology and Nanofabrication
S11 薄膜・多層膜の界面イメージング / Imaging of interfaces in thin films and multilayers

3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 512会場
 9:00  16a-512-1 薄膜・多層膜の埋もれた界面を可視化する新計測法につ

いて
〇桜井 健次 1 1.物材機構

 9:15 招 16a-512-2 マルチスライスＸ線タイコグラフィ：埋もれた界面のナ
ノイメージングに向けて

〇高橋 幸生 1, 2 1.阪大院工, 2.理研放射光センター

 9:45 招 16a-512-3 薄膜材料の蛍光X線ホログラフィー 〇福村 知昭 1, 2, 林 好一 3 1.東北大WPI-AIMR, 2.東北大院理, 3.名工大院工
 10:15  16a-512-4 レーザー励起磁化反転観測のための時間分解X 線磁気円

二色性装置開発
〇和達 大樹 1, 2, 山本 航平 1, 2, 田久保 耕 1, 平田 靖
透 1, 2, 横山 優一 1, 2, 山本 達 1, 2, 大河内 拓雄 3, 木下 豊
彦 3, 関 剛斎 4, 高梨 弘毅 4, 辛 埴 1, 松田 巌 1, 2

1.東大物性研, 2.東大理, 3.JASRI, 4.東北大金研

 10:30  16a-512-5 偏光変調型軟X線光源による磁気光学効果の研究 〇久保田 雄也 1, 2, 平田 靖透 1, 2, 田口 宗孝 3, 宮脇 淳 1, 
山本 達 1, 2, 保原 麗 2, 山本 真吾 1, 2, 山本 航平 1, 2, 染谷 
隆史 1, 2, 田久保 耕 1, 横山 優一 1, 2, 荒木 実穂子 1, 藤澤 
正美 1, 原田 慈久 1, 角田 匡清 4, 和達 大樹 1, 2, 辛 埴 1, 
松田 巌 1, 2

1.東大物性研, 2.東大理, 3.奈良先端大, 4.東北大工

 10:45  休憩/Break
 11:00 招 E 16a-512-6 Visualization of buried interfaces by X-ray reflectivity 

imaging
〇Jinxing Jiang1, 2, Kenji Sakurai2, 1 1.Univ. of Tsukuba, 2.Nat. Inst. for Mat. Sci.

 11:30 招 16a-512-7 X線による表面・界面構造解析の新たな展開：X線の位相
を利用したイメージング法との融合

〇矢代 航 1, 2 1.東北大多元研, 2.JST-ERATO

 12:00 招 16a-512-8 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
X線反射率法によるミクロ相分離単分子膜の構造解析

〇枝 真住 1, 奈須野 恵理 1, 加藤 紀弘 1, 飯村 兼一 1 1.宇都宮大院工

3/16(Thu.) 13:45 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 512会場
 13:45  16p-512-1 界面ナノ構造評価のための高分解能レーザー励起光電子

顕微鏡
〇(PC)谷内 敏之 1, 元結 啓仁 1, 辛 埴 1 1.東大物性研

 14:00  16p-512-2 超薄膜構造におけるX線の干渉効果を利用した界面の元
素分析

〇(M1)小林 治哉 1, 2, 桜井 健次 2, 1 1.筑波大院数理, 2.物材機構

 14:15  16p-512-3 フレキシブル基板上に形成した薄膜のＸ線反射率測定の
ための簡便かつ再現性の高い試料固定法

徳永 幸大 2, 上林 浩行 2, 田尻 恭之 1, 佐藤 誠 2, 〇香野 
淳 1

1.福岡大理, 2.東レ(株) フィルム研

 14:30 奨 E 16p-512-4 Interface imaging of elements in atomic scale
- Application of projection-type X-ray fluorescence 
imaging -

〇(M2)Wenyang Zhao1, 2, Kenji Sakurai2, 1 1.Tsukuba Univ., 2.NIMS

 14:45  16p-512-5 異種金属基板を用いた二次元ルテニウムの電子状態操作 〇豊田 智史 1, 森田 将史 1, 福田 勝利 1, 堀場 弘司 2, 組
頭 広志 2, 松原 英一郎 1

1.京都大学, 2.高エネ研

 15:00  休憩/Break
 15:15 招 16p-512-6 ペロブスカイト酸化物超薄膜の自動構造解析法開発 〇若林 裕助 1 1.阪大基礎工
 15:45 招 16p-512-7 固体高分子形燃料電池電極触媒層の空間分解放射光計測 〇関澤 央輝 1, 2 1.高輝度光科学研究セ, 2.電通大燃料電池セ
 16:15  16p-512-8 角度分解トポグラフィーと局所ロッキングカーブ法によ

るAlイオン注入SiC基板の歪状態の観察－X線侵入深さ
依存性―

〇高橋 由美子 1, 平野 馨一 1, 志村 考功 2, 長町 信治 3 1.KEK-PF, 2.大阪大院工, 3.(株)長町サイエンスラボ

 16:30  16p-512-9 J-PARC MLF偏極中性子反射率計「写楽」の整備状況 
2017春

〇宮田 登 1, 曽山 和彦 2, 青木 裕之 2, 阿久津 和宏 1, 花
島 隆泰 1, 笠井 聡 1, 鈴木 淳市 1, 山崎 大 2

1.CROSS東海, 2.原子力機構J-PARCセンター

 16:45  16p-512-10 XANAMの効率的運用を目指した測定法の検討 〇鈴木 秀士 1, 向井 慎吾 2, 田 旺帝 3, 野村 昌治 4, 朝倉 
清高 2

1.名大院工, 2.北大触媒研, 3.ICU, 4.KEK-PF

9 応用物性 / Applied Materials Science
S13 エナジーハーベスティングの最新動向：IoT時代の実現に向けて / Emerging trends in energy harvesting: Toward Internet of Things
3/16(Thu.) 13:15 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 414会場

 13:15 招 16p-414-1 IoT時代のビジネス戦略とIoT技術/デバイス動向 〇中谷 隆之 1 1.群馬大
 14:15 招 16p-414-2 高インピーダンスアンテナを用いた高効率レクテナ技術 〇伊東 健治 1, 野口 啓介 1, 井田 次郎 1 1.金沢工大
 14:45  休憩/Break
 15:00 招 16p-414-3 室内光環境発電素子 ～完全固体型色素増感太陽電池～ 〇田中 裕二 1 1.リコー　画E開本
 15:30  16p-414-4 湿式型CH3NH3PbI3 太陽電池系における熱励起電荷キャ

リアの酸化還元能の検討
〇管原 星弥 1 1.東工大工

 15:45 招 16p-414-5 積層型熱電変換素子のワイヤレスセンサネットワーク端
末電源への応用

〇中村 孝則 1 1.村田製作所

 16:15  休憩/Break
 16:30 招 16p-414-6 非鉛強誘電体薄膜を用いたMEMS振動発電 〇吉村 武 1, 村上 修一 2, 藤村 紀文 1 1.阪府大院工, 2.大阪府立産技研
 17:00 招 16p-414-7 ポリマーエレクトレットを用いた静電誘導型環境振動発

電デバイス
〇鈴木 雄二 1 1.東京大工

 17:30 招 16p-414-8 エナジーハーベスティングとしての近接場光発電の可能
性とクロージングリマーク

〇花村 克悟 1, ウォンスアスップ ナパトソン 1 1.東工大

10 スピントロニクス・マグネティクス / Spintronics and Magnetics
S14 スピン伝導デバイスの進展と応用の最前線 / Frontier of spintronic transport devices: their recent advances and applications
3/16(Thu.) 13:45 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 501会場

 13:45 招 16p-501-1 ハーフメタルスピン源を用いた半導体への高効率スピン
注入とその応用

〇植村 哲也 1 1.北大院情報科学

 14:15 招 16p-501-2 スピントルク発振器の現状と実用化に向けての将来展望 〇田丸 慎吾 1, 久保田 均 1, 薬師寺 啓 1, 福島 章雄 1, 湯
浅 新治 1

1.産総研

 14:45 招 16p-501-3 トンネル磁気抵抗磁場センサの開発と生体磁場計測への
応用

〇安藤 康夫 1 1.東北大院工

 15:15  休憩/Break
 15:30 招 16p-501-4 スピントロニクス実用材料の理解と高性能スピン伝導デ

バイスの設計
〇白井 正文 1, 2 1.東北大通研, 2.東北大CSRN

 16:00 招 16p-501-5 ホイスラー合金CPP-GMR再生ヘッドセンサーの開発 〇中谷 友也 1, 桜庭 裕弥 1, 宝野 和博 1 1.物材機構
 16:30 招 E 16p-501-6 Re-Engineering Computing with Neuro-Inspired 

Learning: Devices, Circuits, and Systems
〇Roy Kaushik1 1.Purdue Univ.

シンポジウム / Symposium
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12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics
S16 プリンテッドエレクトロニクスにおける有機トランジスタの現状と課題 / Current Status and Future Issues on Organic Transistors for Printed Electronics
3/16(Thu.) 13:15 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) 302会場

 13:15 招 16p-302-1 高移動度有機半導体の分子設計 ～限界と可能性～ 〇瀧宮 和男 1 1.理研　CEMS
 13:45 招 16p-302-2 屈曲型分子群が切り拓く有機半導体材料の新展開 〇岡本 敏宏 1, 2 1.東大院新領域, 2.JSTさきがけ
 14:15 招 16p-302-3 有機FET用液晶性有機半導体の現状と実用化に向けた課

題
〇半那 純一 1, 飯野 裕明 1, 臼井 孝之 1, 岡村 寿 1 1.東工大未来研

 14:45 招 16p-302-4 有機半導体ポリマーの高移動度化 〇村瀬 友英 1 1.三菱化学科技研究セ
 15:15 招 16p-302-5 有機TFTアレイ生産に向けたプリンテッドエレクトロニ

クス
〇鎌田 俊英 1, 2 1.産総研, 2.JAPERA

 15:45  休憩/Break
 16:00 招 16p-302-6 室温印刷による短チャネル有機トランジスタの形成 〇三成 剛生 1, Xuying Liu1, 金原 正幸 2 1.物材機構, 2.C-INK
 16:30 招 16p-302-7 プリンテッド有機結晶膜半導体集積回路 〇竹谷 純一 1, 2, 3 1.東大新領域, 2.パイクリスタル, 3.阪府産技研
 17:00  16p-302-8 実用的な有機トランジスタ特性を示すPh-BTBT-10 〇飯野 裕明 1, 國井 正文 1, 半那 純一 1 1.東工大未来研
 17:15 招 16p-302-9 印刷TFTの現状とフレキシブル電子ペーパーへの応用 〇伊藤 学 1, 西澤 誠 1, 村田 広大 1, 宮崎 ちひろ 1, 池田 

典昭 1, 八田 薫 1, 横尾 正浩 1
1.凸版印刷

 17:45 招 16p-302-10 有機集積回路のための印刷プロセス技術の高度化 〇時任 静士 1 1.山大ROEL
 18:15 招 16p-302-11 プリンテッドエレクトロニクスとウェアラブル生体情報

センサー
〇染谷 隆夫 1, 2, 3, 横田 知之 1, 3, 福田 憲二郎 2 1.東大工, 2.理研, 3.JST/ERATO

13 半導体 / Semiconductors
S22 自動走行に資する車載MEMSデバイスと関連技術 / Automotive MEMS devices and related technologies for autonomous cruising
3/16(Thu.) 13:15 - 16:30 口頭講演 (Oral Presentation) 303会場

 13:15 招 16p-303-1 高度運転支援システムとMEMSデバイス 〇磯部 良彦 1 1.デンソー
 13:45 招 16p-303-2 光MEMSデバイスのレーザレーダ応用 〇土屋 智由 1 1.京大工
 14:15 招 16p-303-3 自動運転自動車の公道走行実験の概要とその課題 〇菅沼 直樹 1 1.金沢大
 14:45  休憩/Break
 15:00 招 16p-303-4 MEMSセンサによる自立航法と準天頂衛星 〇熊谷 秀夫 1 1.多摩川精機
 15:30 奨 E 16p-303-5 Rate Integrating MEMS Gyroscope with Sub-Hz 

Frequency Symmetry and Temperature Robustness
〇Joan Josep GinerdeHaro1, Yuhua Zhang1, Kazuo 
Ono1, Daisuke Maeda1, Tomonori Sekiguchi1

1.Hitachi Ltd.

 15:45 招 16p-303-6 人とクルマの協調運転のためのドライバ状態検出と運転
支援技術

〇金森 等 1 1.名大

 16:15  16p-303-7 ウェアラブルセンサによる着席状態での呼吸計測 Kundu Subrata1, 寺澤 槙恵 1, 〇熊谷 慎也 1, 佐々木 
実 1

1.豊田工大

13 半導体 / Semiconductors
S23 GFIS（電界電離ガスイオン源）ガスイオン顕微鏡技術とその材料・デバイス研究開発への応用：現状と今後の展望 
/ Recent GFIS microscopy technology and its future prospects for R & D of materials and devices
3/16(Thu.) 13:15 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 315会場

 13:15 招 E 16p-315-1 Welcome to symposium on GFIS ion microscopy and its 
applications

〇Shinichi Ogawa1 1.AIST

 13:30 招 E 16p-315-2 The History and New Development of the Helium Ion 
Microscopy Technology with ZEISS ORION NanoFab

〇Yongkai Zhou1 1.Carl Zeiss Microscopy GmbH

 14:00 招 E 16p-315-3 Mask Repair Technology using Gas Field Ion Source 〇Anto Yasaka1, 2, Fumio Aramaki1, Tomokazu 
Kozakai1, Osamu Matsuda1

1.Hitachi High-Tech Science, 2.Hitachi High-
Technologies

 14:30 E 16p-315-4 A study on fabrication characteristics of gold films using 
focused helium ion beam

〇Etsuo Maeda1, Tomohiko Iijima2, Shinji Migita2, 
Shinich Ogawa2, Reo Kometani1

1.Univ. of Tokyo, 2.AIST

 14:45 E 16p-315-5 Development of nanofiber Bragg cavities using helium ion 
microscope 

〇Hideaki Takashima1, Atsushi Fukuda1, Hironaga 
Maruya1, Yusuke Iwabata1, Andreas Schell1, Shigeki 
Takeuchi1

1.Kyoto Univ.

 15:00 招 E 16p-315-6 Neon GFIS Gas Assisted Etch and Beam Induced 
Deposition -Characterization for Semiconductor 
Applications-

〇Richard H. Livengood1, Shida Tan1, Roy M. 
Hallstein1, Waqas Ali1

1.Intel Corporation

 15:30  休憩/Break
 15:45 招 E 16p-315-7 Single-nanometer patterning of graphene by HIM for 

advanced applications
〇Hiroshi Mizuta1, Marek Schmidt1, Teruhisa 
Kanzaki1, Shinichi Ogawa2, Manoharan 
Muruganathan1

1.JAIST, 2.AIST

 16:15 招 E 16p-315-8 Nanofabrication of superconducting devices with 
focused helium ion irradiation

〇Shane Cybart1 1.UC Riverside

 16:45 招 E 16p-315-9 Direct nano-patterning of graphene by Anderson 
localization

〇Yuichi Naitou1, Sinichi Ogawa1 1.AIST

 17:15 招 E 16p-315-10 Charge transport control in graphene by helium ion 
irradiation and patterning

〇Shu Nakaharai1 1.NIMS

 17:45 E 16p-315-11 Interaction of gas field ionized nitrogen with silicon 〇(P)Marek Edward Schmidt1, Xiaobin Zhang1, 
Yoshifumi Oshima1, Le The Anh1, Anto Yasaka2, 
Teruhisa Kanzaki1, Manoharan Muruganathan1, 
Masashi Akabori1, Tatsuya Shimoda1, Hiroshi 
Mizuta1

1.JAIST, 2.Hitachi High-Tech Science Corp.

15 結晶工学 / Crystal Engineering
S26 先進パワーデバイスのプロセス技術 / Process technology for advanced power semiconductor devices
3/16(Thu.) 13:45 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 502会場

 13:45 招 16p-502-1 Siパワーデバイスプロセス技術 〇岩室 憲幸 1 1.筑波大 数理物質
 14:15 招 16p-502-2 SiCパワーデバイスプロセスの動向 〇浅原 浩和 1 1.ローム
 14:45 招 16p-502-3  4H-SiC MOS界面特性の制御のための熱酸化プロセスの

設計
〇喜多 浩之 1 1.東大院工

 15:15 奨 16p-502-4 分圧制御酸化によるSiC-DMOSFETゲート絶縁膜の形成 〇小林 慶亮 1, 清水 悠佳 1, 島 明生 1 1.日立研開
 15:30  16p-502-5 積層W/C電極を用いた高耐熱SiCショットキーバリアダ

イオード
〇(M2)鈴木 智之 1, 若林 整 1, 筒井 一生 1, 岩井 洋 1, 
角嶋 邦之 1

1.東工大

 15:45  休憩/Break
 16:00 招 16p-502-6 縦型GaNデバイスプロセス技術 〇加地 徹 1 1.名大未来材料システム研
 16:30 招 16p-502-7 GaNへのイオン注入とデバイスへの応用 〇中村 徹 1, 2, 三島 友義 1, 池田 清治 1, 吉野 理貴 1 1.法政大, 2.名古屋大
 17:00 招 16p-502-8 パワーデバイスに向けたGa2O3 ウエハプロセス技術 〇倉又 朗人 1, 2, 輿 公祥 1, 2, 佐々木 公平 1, 2, 後藤 

健 1, 2, 渡辺 信也 1, 2, 山岡 優 1, 2, 脇本 大樹 1, 2, ティユ 
クァン トゥ1, 増井 建和 1, 2, 山腰 茂伸 1, 2, 村上 尚 3, 
熊谷 義直 3, 東脇 正高 4

1.ノベルクリスタルテクノロジー, 2.タムラ製作所, 
3.東京農工大, 4.情通機構

 17:30 招 16p-502-9 ダイヤモンドの結晶成長技術 〇小泉 聡 1 1.物材機構
 18:00 招 16p-502-10 高温・高速動作ダイヤモンドパワーデバイスのプロセス

技術
〇梅沢 仁 1 1.産総研
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13 半導体 / Semiconductors
15 結晶工学 / Crystal Engineering
S28 Photovoltaic 4.0 −高効率・低コスト太陽光発電がもたらす次世代再生可能エネルギーシステム− 
/ Photovoltaic 4.0 - Next-generation renewable energy systems powered by high-efficiency, low-cost photovoltaics -
3/16(Thu.) 9:15 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 304会場

 9:15 招 E 16a-304-1 Inroductory Talk 〇Masakazu Sugiyama1 1.Univ. Tokyo
 9:30 招 E 16a-304-2 Overview of “NEDO PV Challenges” and the future 

created by high performance PV
〇Hiroyuki Yamada1 1.NEDO

 10:00 招 E 16a-304-3 III-V R&D at NREL for High-Efficiency and Low-Cost 
PV

〇John Geisz1, Aaron Ptak1, Adele Tamboli1, Daniel 
Friedman1

1.NREL

 10:30 招 E 16a-304-4 World-highest-efficiency solar cells and low-cost Ⅲ-Ⅴ 
technology

〇David Lackner1 1.Fraunhofer ISE

 11:00 招 E 16a-304-5 Cost-reduction technologies for High-efficiency III-V 
Multijution Solar Cells

〇Tatsuya Takamoto1, Hiroyuki Juso1, Kohsuke 
Ueda1, Kazuki Ohki1, Takaaki Agui1, Tsubasa 
Wada1, Katsuya Nakaido1, Kazuaki Sasaki1

1.SHARP Corp.

3/16(Thu.) 13:00 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 304会場
 13:00 招 E 16p-304-1 Extended detailed-balance analysis and light 

management in high-efficiency solar cells
〇Hidefumi Akiyama1 1.ISSP, Univ. of Tokyo

 13:30 E 16p-304-2 Enhancement of photocurrent in thin film dilute nitride 
cells separated by epitaxial lift-off technique

〇Naoya Miyashita1, Yoshitaka Okada1 1.Univ. of Tokyo

 13:45 招 E 16p-304-3 Growth and device application of GaAsPN alloys on Si 
with lattice-matching conditions

〇Akihiro Wakahara1, Keisuke Yamane1, Kento 
Sato1, Masaya Goto1, Kenjiro Takahashi1, Hiroto 
Sekiguchi1, Hiroshi Okada2

1.Toyohashi Tech., 2.Toyohashi Tech. EIIRIS.

 14:15 E 16p-304-4 Extremely high growth rate MOVPE: GaAs growth for 
low-cost PV application

〇Hassanet Sodabanlu1, Kentaroh Watanabe1, 
Akinori Ubukata2, Takeyoshi Sugaya3, Masakazu 
Sugiyama4, Yoshiaki Nakano4

1.RCAST, Univ. Tokyo, 2.Taiyo Nippon Sanso Corp., 
3.AIST, 4.School Eng. Univ. Tokyo

 14:30 E 16p-304-5 Fabrication of p-i-n GaAs solar cells grown by hydride 
vapor phase epitaxy

〇Ryuji Oshima1, Kikuo Makita1, Akinori Ubukata2, 
Takeyoshi Sugaya1

1.AIST, 2.TNSC

 14:45 E 16p-304-6 Progress of Smart Stack Technology towards Practical 
Applications

〇Hidenori Mizuno1, Kikuo Makita1, Takeshi 
Tayagaki1, Takeyoshi Sugaya1, Hidetaka Takato1

1.AIST

 15:00 E 16p-304-7 Reduction of Optical Reflection Loss at Intermediate 
Adhesive Layer for Mechanically Stacked Multi-Junction 
Solar Cells

〇(M1)Yoshihiro Ogawa1, Masahiko Hasumi1, 
Toshiyuki Sameshima1, Tomohisa Mizuno2

1.TUAT, 2.Kanagawa Univ.

 15:15 招 E 16p-304-8 Recent Progress of Quantum Dot Intermediate Band 
Solar Cells

〇Yoshitaka Okada1, 2, Yasushi Shoji1, Katsuhisa 
Yoshida1, Syunya Naito2, Ryo Tamaki1, 2

1.RCAST, Univ. Tokyo, 2.Dept. EEIS, Univ. Tokyo

 15:45 E 16p-304-9 Extremely-long electron lifetime in InAs/GaAs/
Al0.3Ga0.7As dot-in-well intermediate-band solar cells

〇Shigeo Asahi1, Haruyuki Teranishi1, Toshiyuki 
Kaizu1, Takashi Kita1

1.Kobe Univ.

 16:00  休憩/Break
 16:15 招 E 16p-304-10 CPV and storage battery 〇Takashi Iwasaki1 1.Sumitomo Electric PSC
 16:45 E 16p-304-11 New Concept of Thinner CPV Module with High 

Performance at Low Cost
〇Youichirou Aya1, Nobuhiko Hayashi1, Shutetsu 
Kanayama1, Hikaru Nishitani1, Toru Nakagawa1, 
Michihiko Takase1

1.Panasonic

 17:00 招 E 16p-304-12 Hydrogen Energy Supply System by using solar energy 〇Tatsuoki Kono1 1.Institute for Materials Research, Tohoku Univ.
 17:30 招 E 16p-304-13 High-efficiency solar cell for Space Use 〇Taishi Sumita1, Mitsuru Imaizumi1, Tatsuya 

Takamoto2, Takeshi Ohshima3
1.JAXA, 2.SHARP, 3.QST

1 応用物理学一般 / Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
1.1 応用物理一般・学際領域 / Interdisciplinary and General Physics
3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1会場

   15a-P1-1 一定な歪率１％の可変圧縮コンパンダ 〇横井 修 1, 2, 3, 羽田 克彦 2, 3, 神中 俊明 2, 3 1.東京理科大理二数学科, 2.国士舘大学防災研, 3.数理
医科学研究センタ

   15a-P1-2 超音波および走電性を用いた腹足類防除法の開発 〇柳生 義人 1, 猪原 武士 1, 大島 多美子 1, 川崎 仁晴 1 1.佐世保高専
   15a-P1-3 経頭蓋磁気刺激法(TMS)による誘導電流の生じる熱損失

の影響
〇(PC)神中 俊明 1, 2, 横井 修 1, 2, 羽田 克彦 1, 2 1.数理医科研, 2.国士舘大防災研

   15a-P1-4 脳における発火頻度依存性シナプス可塑性の数理的解析 〇羽田 克彦 1, 2, 3, 荒木 修 4, 横井 修 1, 3, 神中 俊明 1, 3 1.数理医科研, 2.共済会櫻井病院, 3.国士舘大防災研, 
4.東理大応物

3/16(Thu.) 9:15 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 514会場
 9:15  16a-514-1 粗視化シミュレーションによる溶液中の高分子電解質凝

集体の構造解析
〇美馬 俊喜 1, 金城 友之 1, 山川 俊輔 1, 旭 良司 1 1.豊田中研

 9:30  16a-514-2 加圧液体窒素の急減圧時における沸騰現象に関する研究 〇(M2)田中 順也 1, 武田 実 1, 山城 一藤 2, 新郷 正志 2, 
神谷 祥二 2

1.神戸大, 2.川崎重工

 9:45 奨 16a-514-3 微小液滴振動法による動的表面張力の長時間測定 〇浅井 遼 1, 横田 涼輔 1, 早川 大智 1, 美谷 周二朗 1, 酒
井 啓司 1

1.東大生研

 10:00 奨 16a-514-4 界面活性剤の過飽和吸着表面のダイナミクス測定 〇横田 涼輔 1, 浅井 遼 1, 早川 大智 1, 美谷 周二朗 1, 酒
井 啓司 1

1.東大生研

 10:15  16a-514-5 遠心回転マイクロ流体デバイスを用いた一細胞レセプ
タータンパク解析

〇岡嶋 孝明 1, Espulgar Wilfred1, 高松 漂太 2, 青木 
航 3, 斎藤 真人 1, 熊ノ郷 淳 2, 植田 允美 3, 民谷 栄一 1

1.大阪大工, 2.大阪大医, 3.京都大農

 10:30  16a-514-6 防爆型回転セクタ式静電界センサの基礎特性 〇崔 光石 1, 野蝼 直人 2, 鈴木 輝夫 2 1.安衛研, 2.春日電機
 10:45  休憩/Break
 11:00  16a-514-7 ta-C薄膜のおける深紫外ラマンスペクトル変化 〇(D)神津 知己 1, 4, 栗林 直也 1, 山口 誠 1, 川口 雅弘 2, 

吉村 雅満 3, 源 泰寛 4
1.秋田大理工, 2.都立産技研, 3.豊田工大, 4.イノコ株式
会社

 11:15  16a-514-8 単結晶SiCにおけるしゅう動誘起構造変化のラマン散乱 〇(M1C)西野 剛広 1, 矢作 堅司 2, 山口 誠 1, 野老山 
貴行 1

1.秋田大学院理工, 2.秋田大学工

 11:30 E 16a-514-9 Threshold energy and timing of laser induced air-
breakdown

〇(P)Hwan Hong Lim1, Takunori Taira1 1.IMS

 11:45 E 16a-514-10 Evaluation of plant root system complexity under heavy 
metal stress based on fractal analysis

〇(D)Li Tao1, Hirofumi Kadono1 1.Saitama Univ.

 12:00  16a-514-11 ヴァイオリンの弓のはずみに関する振動測定 〇松谷 晃宏 1 1.東工大
1.2 教育 / Education

3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1会場
   16a-P1-1 ビア・インストラクション型講義による物理概念の深い

学び
〇工藤 知草 1, 西 誠 1, 三嶋 昭臣 2 1.金沢工大基礎教育, 2.金沢工大数理工セ

   16a-P1-2 系統的なキャリア教育システムの構築と教育効果の検証
手法

〇羽渕 仁恵 1, 稲葉 成基 1, 所 哲郎 1, 田島 孝治 1 1.岐阜高専

   16a-P1-3 立命館大学における「物理駆け込み寺」の取り組み紹介 〇山下 貴弘 1, 森本 朗裕 2, 俵口 忠功 2, 濱池 賢太郎 2 1.ソニー株式会社, 2.立命大理工
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   16a-P1-4 小学校の先生を対象とした理科に関するものづくり入門
講座

〇山口 静夫 1 1.九共大総研

   16a-P1-5 学生実験における実験ノートの書き方指導の効果 〇堀井 直宏 1, 白﨑 恭子 1, 久保 杏奈 1, 川上 由紀 1 1.福井高専
   16a-P1-6 PBL教育におけるSustainable Chemistry-powered-

vehicleの開発展開
〇小原 宏之 1, 斉藤 純 1, 高橋 克巳 1, 本波 康由 1, G.A 
バック 1

1.玉川大学　TSCP

   16a-P1-7 高等学校理科の課題研究教材開発を目指した大学院PBL 〇葛生 伸 1, 佐藤 直哉 1, 清水 洸介 1 1.福井大院工
   16a-P1-8 風船の浮力と二酸化炭素の透過に関する教材を活用した

課題探究授業の実践
〇(M2)佐藤 直哉 1, 清水 洸佑 1, 葛生 伸 1 1.福井大院工

   16a-P1-9 動画による実験支援及びレポート作成支援を目的とした
物理実験支援システムの開発と実践

〇小澤 栄里 1, 藤城 武彦 1, 杉本 奏愛 2 1.東海大理, 2.東海大

   16a-P1-10 虚像と実像の相違点を理解する授業プログラム 〇千葉 芳明 1, 西條 敏剛 2, 本田 亮 3 1.宮城教大, 2.宮城白石高, 3.鳴門教大
   16a-P1-11 カメラ付きI T 端末を活用したスペクトルの測定 〇鈴木 三男 1, 増田 健二 2 1.福島高専, 2.静岡大工
   16a-P1-12 スキャニメーションとレンチキュラーレンズの仕組みを

利用した理科教材に関する研究
〇ジナーヌラック アランヤー1, クンラウォン パ
ガーイワン 1, 小栗 和也 1

1.東海大教養

   16a-P1-13 旋光の可視化 〇津留 俊英 1, 田所 利康 2 1.山形大学地教, 2.テクノシナジー
   16a-P1-14 空中ディスプレイによる偏光色表示 〇松崎 俊樹 1, 小野瀬 翔 2, 山本 裕紹 2, 原田 建治 1 1.北見工大, 2.宇都宮大学
  奨 16a-P1-15 光散乱による蜘蛛の糸の太さと屈折率の測定 〇(M1)森田 綾 1, 但馬 文昭 1, 西山 善郎 1 1.横浜国大教
  奨 16a-P1-16 砂糖水の旋光による透過白色光の色変化の予測 〇徳光 聖茄 1, 長谷川 誠 1 1.千歳科技大
   16a-P1-17 LED光センサを利用した実験におけるデータ解析の自動

化
〇河野 託也 1, 葉柴 隆斗 1, 後野 昭次 1 1.豊田高専

   16a-P1-18 青色LEDを使った学生実験テーマの開発 －熱抵抗－ 〇和田 直樹 1, 塩貝 一樹 1, 若原 昭浩 2, 関口 寛人 2, 酒
井 士郎 3

1.新居浜高専, 2.豊橋技科大, 3.徳島大

   16a-P1-19 青色LEDを使った学生実験テーマの開発 －製作プロセ
ス－

〇塩貝 一樹 1, 和田 直樹 1, 若原 昭浩 2, 関口 寛人 2, 酒
井 士郎 3

1.新居浜高専, 2.豊橋技科大, 3.徳島大

   16a-P1-20 蛍光インクを用いた光ファイバーモデルの教材開発 〇中野 寛之 1, 荒川 真由美 1, 佐伯 平二 1 1.愛工大
   16a-P1-21 光と色の三原色を繋ぐ教材の開発 〇大上 栞 1, 小栗 和也 1 1.東海大教養
   16a-P1-22 アクリル板を用いた可視光領域での光学実験教材の開発 〇鈴木 建司 1, 伊藤 智幹 1, 柴田 祥一 1, 佐藤 元泰 1, 伊

藤 響 1, 阪田 泉 1, 中山 和也 1, 井筒 潤 1, 大嶋 晃敏 1, 浜
辺 誠 1, 岡島 茂樹 1, 伊藤 幸雄 1

1.中部大工

   16a-P1-23 マイケルソン干渉計を用いた光の波動性と粒子性の測定
実験

〇戸嶋 喜叶 1, 張本 鉄雄 2 1.山梨大工, 2.山梨大院

   16a-P1-24 光速度不変原理の数式的考察 〇土田 成能 1 1.ダビンチ研
   16a-P1-25 学術領域における方程式同士のつながりにおける統計的

解析
〇小島 徹也 1, 石田 純 1, 宮城 茂幸 1, 酒井 道 1 1.滋賀県立大

   16a-P1-26 ブレッドボードを用いたストロボスコープ工作キットの
工作教室における実用性の評価

〇(M1)手島 駿 1 1.北大院理

   16a-P1-27 初めてワンボードマイコンを手にする教員のための習熟
法

〇平谷 雄二 1 1.帝京大理工

   16a-P1-28 電子回路演習の取り組み 〇名和 靖彦 1 1.愛知工科大
   16a-P1-29 ショットキーバリヤダイオード教材の改良 江湖 俊仁 1, 森 涼太 1, 〇内海 淳志 1 1.舞鶴高専
   16a-P1-30 中部大学工学部創造理工学実験におけるディジタル測定

基礎技術教育のためのA/D変換実験回路の開発
〇伊藤 智幹 1, 鈴木 建司 1, 柴田 祥一 1, 佐藤 元泰 1, 伊
藤 響 1, 阪田 泉 1, 中山 和也 1, 井筒 潤 1, 大嶋 晃敏 1, 浜
辺 誠 1, 岡島 茂樹 1, 伊藤 幸雄 1

1.中部大工

   16a-P1-31 小型無線多機能センサを活用した工学基礎教育の実践 〇高 香滋 1, 中村 晃 1, 工藤 知草 1 1.金沢工大
   16a-P1-32 うなり現象を可視化する教材の開発 〇近藤 一史 1, 並木 俊樹 1, 山際 勇也 1, 大向 隆三 1 1.埼玉大学教育
   16a-P1-33 グラスハープの共振周波数と波動の関係に関する研究 〇小嶋 芽依 1, 小栗 和也 1.東海大教養
   16a-P1-34 設計模型における空力評価の授業検討と模型風洞装置の

開発
〇井組 裕貴 1 1.サレジオ高専

   16a-P1-35 プラズマベースイオン注入法の理解のためのシミュレー
ションソフト(PEGASUS)の初歩的な応用

〇水胤 友宏 1, 狩野 卓也 1, 岡 聡明 1, 平田 良樹 1, 角川 
幸治 1, 山城 朱音 1, 國近 栄梨子 1, 田中 武 1

1.広工大

   16a-P1-36 バンデグラフを用いた静電気帯電の学習教材研究 〇(B)三谷 隼弘 1, 佐藤 哲也 1 1.山梨大工
   16a-P1-37 3Dプリンタによる電子雲を含む分子模型の作製 〇山崎 淳 1, 古宇田 光 1, 長代 新治 2, 千田 範夫 2, 古賀 

良太 2
1.東大物性研, 2.(株)クロスアビリティ

   16a-P1-38 円板状永久磁石の上に試料を配置して計測する加熱冶具
を備えたホール効果装置の開発

〇安森 偉郎 1, 岡田 工 2, 崔 一煐 3 1.東海大教開研セ, 2.東海大現代教養セ, 3.東海大高輪
教養教育セ

   16a-P1-39 天然膨張黒鉛シートを正極とした金属空気電池の作成と
エネルギー教育への利用Ⅳ

〇中村 優太 1, 岡野 寛 1, 細川 敏弘 2, 大國 友行 2, 井上 
崇 2

1.香川高専, 2.東洋炭素

   16a-P1-40 トロン温泉の教材化 〇足利 裕人 1 1.鳥取環境大環境
1.3 新技術・複合新領域 / Novel technologies and interdisciplinary engineering
3/14(Tue.) 13:15 - 16:00 口頭講演 (Oral Presentation) 317会場

 13:15  14p-317-1 材料探索のための物性間関係図の探索システム 〇吉武 道子 1, 桑島 功 1, 柳生 進二郎 1, 知京 豊裕 1 1.物材機構
 13:30  14p-317-2 シミュレーションによる速度論的腐食状態図－電流密度

等高線マップ－
〇荻本 泰史 1 1.富士電機

 13:45  14p-317-3 Deep-RIEとXeF2 気相エッチングによるVOx/Si3N4/SiO2

メンブレンの製作
〇前田 幸平 1, 西岡 國生 2, ヴァン・ニュ ハイ 1, 松谷 
晃宏 2, 立木 隆 1, 内田 貴司 1

1.防衛大電気電子, 2.東工大マイクロプロセス

 14:00  14p-317-4 可視光を用いた高感度センシングを指向したプラズモ
ニック結晶構造の検討

〇山田 大空 1, 西口 輝一 1, 前野 権一 1, 安藝 翔馬 1, 久
本 秀明 1, 末吉 健志 1, 遠藤 達郎 1, 2

1.阪府大院工, 2.JSTさきがけ

 14:15 奨 14p-317-5 流体熱力学質量分析 〇柴 弘太 1, 吉川 元起 1 1.物材機構MANA
 14:30  休憩/Break
 14:45  14p-317-6 シリコンナノ結晶塗布薄膜のガスセンサへの応用 〇加納 伸也 1, 佐々木 誠仁 1, 藤井 稔 1 1.神戸大院工
 15:00  14p-317-7 Pd/GeO/Geダイオード型水素ガスセンサに用いるGeO

膜厚のX線反射率法による測定
〇奥山 澄雄 1, 田中 篤 1, 小原 壮太 1, 松下 浩一 1 1.山形大学工学部

 15:15  14p-317-8 化学センサ測定における線形応答理論に基づく新規ガス
識別法

〇今村 岳 1, 2, 吉川 元起 2, 鷲尾 隆 3 1.物材機構ICYS, 2.物材機構MANA, 3.阪大産研

 15:30  14p-317-9 ハニカム電極を用いた微生物燃料電池 〇栗田 慎也 1, 西村 勇姿 2, 山本 靖之 2, Olaf 
Karthaus3, 飯田 琢也 2, 床波 志保 1

1.阪府大院工, 2.阪府大院理, 3.千歳科技大

 15:45  14p-317-10 細線放電を用いた放電衝撃破砕工法における破断面の制
御

〇村山 浩一 1, 山崎 雅弥 1, 久保薗 佑太 1, 竹原 満 1, 平
岡 謙人 1

1.熊本高等専門学校

3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2会場
  奨 15a-P2-1 土壌湿度センサを用いた積雪深さの検討 〇鎌田 大吾 1, 高橋 聡 1 1.鶴岡工業高等専門学校
   15a-P2-2 多結晶YIG（Y3Fe5O12）の衝撃圧縮により誘起される分

解
〇岸村 浩明 1, 松本 仁 1 1.防大材料

   15a-P2-3 多結晶ヨウ化カリウムの光電子放出の大気中観察 〇山下 大輔 1, 石﨑 温史 1 1.理研計器
  奨 15a-P2-4 カチオン重合型UVインクを用いた3D造形の検討 〇竹内 希 1, 田沼 千秋 2, 田中 豊 1 1.法政大学デザ工SD学科, 2.法政大学
   15a-P2-5 マイクロビーズをアンカーとした２次元液滴による最短

経路問題の解探索
〇(M1)山口 慧 1, デブレ シリル 1, 斎木 敏治 1 1.慶大院
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1.3 新技術・複合新領域 / Novel technologies and interdisciplinary engineering



   15a-P2-6 SiO2 包含CoFe2O4 ナノ微粒子の作製とイオン化支援機能 依田 浩平 1, 小沼 一紀 1, 石川 智也 1, 井手 太星 1, 捧 峻
太朗 1, 藤原 康暉 1, 宮野 俊太 1, 〇一柳 優子 1

1.横国大

   15a-P2-7 ガラス基板上のSiN薄膜によるフォトニック結晶構造の
光学特性

〇伴野 将大 1, 松谷 晃宏 2, 朴 鍾淏 1, 栁田 保子 1, 初澤 
毅 1

1.東工大未来研, 2.東工大マイクロプロセス

   15a-P2-8 XeF2 気相エッチングとスンプ法によるセルロイドマイク
ロレンズアレイの製作

〇松谷 晃宏 1, 髙田 綾子 2 1.東工大マイクロプロセス, 2.東工大バイオ

1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 / Energy conversion, storage, resources and environment
3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3会場

  奨 E 15a-P3-1 Hybridized Polydiacetylene Nanocrystals as Potential 
Photocatalyst

〇(M2)Chanon Pornrungroj1, Mamiko Ozawa1, 
Tunenobu Onodera1, Hidetoshi Oikawa1

1.IMRAM, Tohoku Univ.

   15a-P3-2 リチウムイオン二次電池集電板内のひずみ拡散の考察 〇中西 泰紀 1, 山本 翔平 1, 今中 剛至 1, 松下 友紀 1, 大
坂 隆馬 1, 高田 啓二 1

1.関西大理工

   15a-P3-3 Li4Ti5O12 負極活物質のLi吸蔵放出の観察 〇平田 晃規 1, 山本 翔平 1, 中西 泰紀 1, 柴田 恭摩 1, 今
中 剛至 1, 大坂 隆馬 1, 松下 友紀 1, 高田 啓二 1

1.関西大理工

   15a-P3-4 Li4Ti5O12 負極リチウムイオン二次電池のひずみイメージ
ング

〇柴田 恭摩 1, 平田 晃規 1, 今中 剛至 1, 松下 友紀 1, 山
本 翔平 1, 中西 泰紀 1, 高田 啓二 1

1.関西大理工

   15a-P3-5 高アモルファス型Ge酸化物の合成と負極特性 〇梶田 徹也 1, 伊藤 隆 1 1.東北大学　学際研
   15a-P3-6 水ガラスコートされたSi-Graphite負極の電極特性 〇山下 直人 1, 坂本 太地 1, 岩成 大地 2, 池内 勇太 1, 吉

田 一馬 2, 田中 一誠 2, 向井 孝志 1
1.ATTACCATO合同会社, 2.ティーエムシー

   15a-P3-7 全固体リチウムイオン二次電池シリコン負極のひずみイ
メージング

〇山本 翔平 1, 中西 泰紀 1, 今中 剛至 1, 松下 友紀 1, 大
坂 隆馬 1

1.関西大理工

   15a-P3-8 マグネシウムへの水素吸蔵過程のモデリングに関する研
究

〇(M1)北川 雄太 1, 田辺 克明 1 1.京大院工

   15a-P3-9 subsurfaceを考慮した水素吸蔵のモデリング 〇林 勇佑 1, 北川 雄太 2, 山口 栄一 3, 田辺 克明 2 1.京大工, 2.京大院工, 3.京大院総生
   15a-P3-10 固体高分子形燃料電池Pt/C 触媒の電子状態観察に向けた

in-situ 発光分光計測システム
〇坂田 智裕 1, 関澤 央輝 1, 2, 宇留賀 朋哉 1, 2, 東 晃太
朗 1, 田口 宗孝 3, 岩澤 康裕 1

1.電通大, 2.高輝度セ, 3.奈良先端大物質

   15a-P3-11 メカニカルアロイング法を用いた鉄シリサイドの作製と
評価に関する研究

〇伊藤 圭亮 1, 黒田 寛 1, 佐藤 祐喜 1, 吉門 進三 1 1.同志社大院　理工

3/15(Wed.) 13:15 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 424会場
 13:15  15p-424-1 ソーラーメタン生成のためのCu系触媒を担持したガス拡

散電極を用いた気相CO2 還元反応
〇賈 慶シン 1, 田邉 真一 1, 脇 一太郎 1 1.昭和シェル石油中研

 13:30  15p-424-2 中赤外レーザー光照射によるAu/TiO2 触媒でのメタン生
成効率の向上

〇佐藤 篤 1, 阿部 凌太 1, 近藤 翼 1, 丸尾 容子 1 1.東北工大工

 13:45 奨 15p-424-3 電子線誘起電流を用いたソーラー水素製造用
(ZnSe)0.85(Cu(In,Ga)Se2)0.15 薄膜光カソードの評価

〇兼古 寛之 1, 嶺岸 耕 1, 2, 堂免 一成 1 1.東大院工, 2.JSTさきがけ

 14:00 奨 E 15p-424-4 H2 Hindered Rotation and Otrho-Para Conversion on 
Pd(210)

〇(DC)Elvis Flaviano Arguelles1, Hideaki Kasai1, 2, 3, 
Wilson Agerico Dino1

1.Osaka Univ., 2.Nat. Inst. Tech., Akashi College, 3.
Univ. of Tokyo

 14:15  15p-424-5 水素吸蔵合金の電子線照射を利用した表面改質による吸
蔵能変化

〇阿部 浩之 1, 徳平 慎之介 2, 内田 裕久 2 1.量研機構, 2.東海大院工

 14:30  15p-424-6 ナフィオン(Nafion(R) )117及びスルホン化ポリエーテル
エーテルケトン (SPEEK) におけるプロトンダイナミク
ス・形態学的効果

Leong Jun Xing1, 2, 〇Dino Tan Wilson Agerico2, 3, 4, 
Ahmad Azizan5, Daud Wan Ramli Wan1, 6, 笠井 秀
明 2, 6, 7, 8

1.FCI-UKM, 2.阪大工, 3.阪大CAMT, 4.阪大JWRI, 
5.FST-UKM, 6.FEBE-UKM, 7.7.東大生研, 8.明石高専

 14:45  休憩/Break
 15:00  15p-424-7 PtML/Pd (110)上での酸素還元反応 政広 泰 1, 松谷 耕一 1, 海江田　武 武 1, 西崎 允子 1, 

Chantaramolee Bhume2, Lim Paulus2, 〇(D)Kishida 
Ryo2, 国方 伸一 2, Dino Wilson2, 3

1.田中貴金属工業株式会社, 2.阪大院工, 3.アトミック
デザイン研究セ

 15:15  15p-424-8 改良型ヘリウム置換法によるグラファイト粉の密度測定 〇工藤 悠人 1, 菅間 由紀乃 1, 小松 啓志 1, 津田 欣
範 1, 2, 齋藤 秀俊 1

1.長岡技科大, 2.ヒューズ・テクノネット

 15:30  15p-424-9 ラマン分光法によるナノポーラスカーボンへの水吸着挙
動の解析

菅間 由紀乃 1, 〇工藤 悠人 1, 奥田 瑠惟 1, 小松 啓志 1, 
津田 欣範 1, 2, 齋藤 秀俊 1

1.長岡技科大, 2.ヒューズ・テクノネット

 15:45  15p-424-10 ナノポーラスカーボンにおける糖の吸着挙動 久保 暢也 1, 〇奥田 瑠惟 1, 周 小龍 1, 小松 啓志 1, 齋藤 
秀俊 1

1.長岡技科大

 16:00 E 15p-424-11 First Principles Comparative Study of Lithium, Sodium, 
and Magnesium Storage in Pure and Gallium-Doped 
Germanium: Competition between Interstitial and 
Substitutional Sites

〇Sergei Manzhos1, Fleur Legrain1, 2 1.Natl Univ Singapore, 2.CEA Grenoble

 16:15 E 15p-424-12 Gamma radiation induced Pectin- ((3-acrylamidopropyl) 
trimethylammonium chloride -Co-acrylic acid) hydrogel 
for very selectively Silver (Ag) metal adsorption.

〇(D)MD MURSHED BHUYAN1, Hirotaka Okabe1, 
Yoshiki Hidaka1, Kazuhiro Hara1

1.Kyushu University

 16:30  休憩/Break
 16:45  15p-424-13 切粉由来のシリコンナノ粒子を用いたリチウムイオン電

池負極の放電容量制限によるサイクル特性の向上と内部
抵抗の低減

〇松本 健俊 1, 喜村 勝矢 1, 西原 洋知 2, 粕壁 隆敏 2, 京
谷 隆 2, 小林 光 1

1.阪大産研, 2.東北大多元研

 17:00  15p-424-14 SSRMによるリチウムイオン電池の電極内電子伝導ネッ
トワークの解析

〇前田 泰 1, 田口 昇 1, 池庄司 民夫 1, 大谷 実 1, 栄部 比
夏里 1

1.産総研

 17:15  15p-424-15 リチウムイオン電池用シリコン負極の高性能化を目指し
た表面被膜形成

〇春田 正和 1, 日置 龍矢 1, 木島 友規 1, 森安 貴士 1, 土
井 貴之 1, 稲葉 稔 1

1.同志社大

 17:30  15p-424-16 カーボン被覆によるリチウムイオン電池用シリコン負極
における充放電特性の向上

〇(M1)日置 龍矢 1, 春田 正和 1, 木島 友規 1, 土井 貴
之 1, 稲葉 稔 1

1.同志社大

 17:45  15p-424-17 マグネシウム空気電池と太陽電池によるケム・カー 〇斉藤 純 1, 小原 宏之 1 1.玉川大工
 18:00  15p-424-18 水素供給電解セルのための触媒電析に関する一実験 続

(1)
〇(M1)鈴木 智久 1, 2, 斉藤 純 1, 2, 小原 宏之 1, 2 1.玉川大学, 2.TSCP

 18:15  15p-424-19 気液隔膜セルを用いた空気バイオ電池に関する研究 〇瀬島 史也 1, 謝 睿 1, 當麻 浩司 2, 荒川 貴博 2, 三林 浩
二 1, 2

1.医科歯科大院, 2.医科歯科大生材研

1.5 計測技術・計測標準 / Instrumentation, measurement and Metrology
3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P4会場

   15a-P4-1 凍結乾燥法による、シリコン基板上へのナノ粒子の分散 〇重藤 知夫 1 1.産総研分析計測標準
   15a-P4-2 HDD主磁極の磁場誘起ひずみイメージング 〇宮内 弘太郎 1, 喜多 建太 1, 奥野 幸穂 1, 平田 晃規 1, 

高田 啓二 1
1.関西大院理工

   15a-P4-3 化学気相研磨法を用いた簡便なタングステン探針の製作
技術

〇金子 和雅 1, 菅 洋志 1, 大野 輝昭 2 1.千葉工大, 2.テクネックス工房

   15a-P4-4 有機膜が付いたときの水晶板の電気特性と温度特性 〇伊藤 敦 1 1.アルバック
   15a-P4-5 Pdを用いた熱電式水素ガスセンサ 〇根岸 慧 1, 勝亦 徹 1, 相沢 宏明 1 1.東洋大理工
   15a-P4-6 表面プラズモン共鳴を用いた磁気カー効果計測システム

の構築
〇畑本 和哉 1, 丸山 耕一 1, 新宅 一彦 2 1.秋田高専, 2.秋田県産技センター

   15a-P4-7 超偏極NMRによるリアルタイム計測の定量性 〇服部 峰之 1, 中村 和浩 2, 藤原 英明 3, 木村 敦臣 3 1.産総研物質, 2.秋田脳研, 3.阪大院医
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1.5 計測技術・計測標準 / Instrumentation, measurement and Metrology



   15a-P4-8 QCM用水晶振動子の外形加工による発振特性変化 〇勝亦 徹 1, 松元 健 2 1.東洋大学理工学部応用化学科, 2.株式会社マツモト精
密工業

   15a-P4-9 簡易な実験室HAXPESの試み 〇吉武 道子 1, チューンダーク ミハイロ 1, 福島 整 1 1.物材機構
   15a-P4-10 近赤外ライダーによるコンクリート壁面の漏水検出 〇村上 武晴 1, 斎藤 徳人 1, 小町 祐一 1, 道川 隆士 1, 岡

村 幸太郎 1, 坂下 亨男 1, 木暮 繁 1, 加瀬 究 1, 和田 智
之 1, 緑川 克美 1

1.理研光量子

   15a-P4-11 テンプレートマッチングを用いたひび割れ計測データの
位置合わせ

〇道川 隆士 1, 加瀬 究 1, 斎藤 徳人 1, 村上 武晴 1, 小町 
祐一 1, 岡村 幸太郎 1, 坂下 亨男 1, 木暮 繁 1, 和田 智
之 1, 緑川 克美 1

1.理研

   15a-P4-12 炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の静電気分布に関
する研究

〇菊永 和也 1, 寺崎 正 1 1.産総研

   15a-P4-13 1 次構造CFRP 部材に関する破壊予兆の応力発光可視化 〇寺崎 正 1, 藤尾 侑輝 1 1.産総研
3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 423会場

 9:00  16a-423-1 小型・可搬型光格子時計実現のためのイッテルビウム原
子の光誘起脱離現象に関する実験的研究

〇安田 正美 1, 佐藤 拓海 2, 畠山 温 2 1.産総研, 2.農工大

 9:15  16a-423-2 波高分析式質量同時測定型液中粒子計数装置による粒子
数濃度標準開発

〇坂口 孝幸 1 1.産総研物質計測標準

 9:30 奨 16a-423-3 可搬型重力勾配計の性能評価 〇(B)瀬戸 海登 1, 潮見 幸江 1, 木村 洋介 1, 薛 凱倫 1, 
山田 功 1

1.群大理工

 9:45 奨 16a-423-4 世界最高能力の超低周波振動加速度校正装置の開発 〇穀山 渉 1, 野里 英明 1, 大田 明博 1, 服部 浩一郎 1 1.産総研
 10:00  16a-423-5 圧力校正による水晶振動子型圧力センサの屋外計測での

安定性改善
〇鈴木 淳 1 1.産総研分析計測標準RI

 10:15 招 16a-423-6 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
多種ガス中微量水分の一次標準の開発に関する研究

〇天野 みなみ 1, 阿部 恒 1 1.産総研

 10:30  16a-423-7 スピン共鳴の量子極限 〇久保 結丸 1, 2, 3, ビアンフェ オードレー3, プラ ジャ
リード 4, モルトン ジョン 4, ベルテ パトリス 3

1.沖縄科技大, 2.JSTさきがけ, 3.サクレー研, 4.ロンド
ン大

 10:45  16a-423-8 過渡熱追尾法によるアルミニウム基板上の塗装斑の検出 〇牧田 祐樹 1, 青柳 稔 1 1.日本工大工
 11:00 奨 16a-423-9 大面積の磁場分布を測定するためのバックライト一体型

MOイメージングプレートの開発
〇長久保 洋介 1, 佐々木 教真 2, 目黒 栄 3, 石橋 隆幸 1 1.長岡技科大, 2.株式会社オフダイアゴナル, 3.ネオ

アーク株式会社
 11:15  16a-423-10 広帯域テラヘルツ吸収体に関する検討 〇飯田 仁志 1, 木下 基 1 1.産総研
 11:30 招 16a-423-11 【注目講演】「1. 応用物理学一般　分科内招待講演」（30分）

新規骨接合インプラントの剛性評価
〇園畑 素樹 1, 萩原 世也 2, 寺崎 正 3, 井上 貴雄 4, 馬渡 
正明 1

1.佐賀大整形, 2.佐賀大理工, 3.産総研, 4.山口大脳外

 12:00 奨 16a-423-12 応力発光を用いた骨端プレートの加工設計評価 〇(M1)豊増 孝志 1, 2, 寺崎 正 1, 園畑 素樹 3 1.産総研, 2.佐賀大院工, 3.佐賀大整形
1.6 超音波 / Ultrasonics
3/14(Tue.) 13:45 - 15:45 口頭講演 (Oral Presentation) 514会場

 13:45  14p-514-1 超音波刺激によるJurkat細胞への熱ショックタンパク質
(HSP70)の誘導

〇元原 将策 1, 丹羽 大介 1, 中川 誠 1 1.帝人ファーマ(株)

 14:00 奨 14p-514-2 血管不安定プラーク診断のための超音波速度変化画像測
定用プローブⅡ

〇熊谷 勇汰 1, 青谷 悠平 1, 堀 誠 1, 横田 大輝 1, 金森 柊
人 1, 亀田 雅伸 1, 和田 健司 1, 松中 敏行 2, 堀中 博道 1

1.阪府大院工, 2.TU技術研究所

 14:15  14p-514-3 負の有効密度および負の有効体積弾性率をもつ板の曲げ
振動波の音響メタマテリアル

〇(M1)稲垣 敬介 1, 友田 基信 1, Vitalyi Gusev2, 松田 
理 1, Oliver Wright1

1.北大工, 2.メーヌ大

 14:30  14p-514-4 ピコ秒超音波法による透明媒質中の音速と屈折率のナノ
スケール分解能３次元イメージング

〇窪田 晃久 1, 友田 基信 1, 松田 理 1, Oliver Wright1 1.北大工

 14:45  14p-514-5 ファイバー型光周波数コムを用いた超音波センサーの開
発

〇増岡 孝 1, 2, 小倉 孝 1, 南川 丈夫 1, 2, 中嶋 善晶 2, 3, 山
岡 禎久 4, 美濃島 薫 2, 3, 安井 武史 1, 2

1.徳島大学, 2.JST-ERATO, 3.電通大, 4.佐賀大

 15:00  14p-514-6 光音響計測によるグリュナイゼンパラメータの簡易測定
法の検討

〇辻田 和宏 1, 石原 美弥 1 1.防衛医大　医用工学

 15:15  14p-514-7 ボールSAW微量水分計を用いたステンレス鋼ガス配管の
吸脱着測定

〇辻 俊宏 1, 赤尾 慎吾 2, 大泉 透 2, 福士 秀幸 2, 竹田 宣
生 2, 塚原 祐輔 2, 山中 一司 2

1.東北大, 2.ボールウェーブ

 15:30  14p-514-8 LiTaO3 薄板と水晶基板の接合によるリーキー系SAWの
高結合化

〇垣尾 省司 1, 五味 将史 1, 林 純貴 1, 須崎 遥 2, 米内 敏
文 3, 岸田 和人 3, 水野 潤 2

1.山梨大, 2.早大, 3.日本製鋼所

3/14(Tue.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P5会場
  奨 14p-P5-1 超音波速度変化による脂肪肝診断のための一体化プロー

ブ設計
〇青谷 悠平 1, 熊谷 勇汰 1, 堀 誠 1, 横田 大輝 1, 金森 柊
人 1, 亀田 雅伸 1, 和田 健司 1, 松中 敏行 3, 堀中 博道 1, 
森川 浩安 2

1.阪府大院工, 2.阪市大院医, 3.TU技術研究所

   14p-P5-2 血管模擬粘弾性チューブ内の圧力波伝搬の解析及び理論
モデルの検討

〇小野 慎平 1, 松川 真美 1, ラグレー ピエール-イブ 2 1.同志社大, 2.ピエール・マリー・キュリー大

   14p-P5-3 超音波によるマグネタイトナノ粒子の合成と磁性 〇畑中 信一 1, 宮下 拡 1, 石田 尚行 1 1.電通大情報理工
   14p-P5-4 円筒型音響クローキングにおける遮蔽領域の共鳴モード

に関する研究
〇坂口 浩一郎 1, 堂前 直人 1, 徳田 安紀 1 1.岡山県立大

   14p-P5-5 Colpitts水晶発振回路帰還枝Q値における位相雑音の変
化

名渕 圭佑 1, 佐藤 隆幸 1, 〇渡部 泰明 1 1.首都大理工

   14p-P5-6 表面弾性波によるGaAs表面の誘電率変化 〇吉田 直由 1, 飯田 成 1, 松友 和将 1, 坂東 弘之 1, 松末 
俊夫 1

1.千葉大融合

   14p-P5-7 横波型弾性表面波センサを用いた連続的メタノール濃度
推定法の研究

多田 恭輔 1, 〇近藤 淳 1, 2 1.静岡大院総合科学研究科, 2.静岡大創造大学院

   14p-P5-8 SH-SAWセンサ応答を用いた逆問題解析による液体の物
性値推定

植田 健斗 1, 〇近藤 淳 1, 2 1.静岡大院総合科学研究科, 2.静岡大創造大学院

   14p-P5-9 原動機スタック内の温度分布が熱音響システムの冷却能
力に与える影響

〇福田 誠弥 1, 坂本 眞一 2, 渡辺 好章 1 1.同志社大, 2.滋賀県立大

2 放射線 / Ionizing Radiation
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
3/16(Thu.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P9会場

   16p-P9-1 Mn添加LiCaAlF6 結晶のシンチレーションおよびドシ
メータ特性

〇柳田 健之 1, 福田 健太郎 2, 岡田 豪 1, 渡辺 賢一 3, 瓜
谷 章 3, 河口 範明 1

1.奈良先端大, 2.トクヤマ, 3.名大工

   16p-P9-2 市販Ga2O3 結晶のシンチレーション特性 〇柳田 健之 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1 1.奈良先端大
   16p-P9-3 Sr3NbGa3Si2O14 およびLa3Ta0.5Ga5.3Al0.2O14 結晶のシンチ

レーション特性
〇柳田 健之 1, 藤本 裕 2, 二見 能資 3, 岡田 豪 1, 河口 範
明 1

1.奈良先端大, 2.東北大工, 3.熊本高専

   16p-P9-4 Ce:Tb3Al5O12 単結晶シンチレータの特性評価 〇(M2)大矢 智久 1, 中内 大介 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 
柳田 健之 1

1.奈良先端大

   16p-P9-5 (Y,Eu)AlO3 単結晶のシンチレーション及びドシメータ特
性評価

〇(M2)久良 智明 1, 中内 大介 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 
柳田 健之 1

1.奈良先端大

  E 16p-P9-6 Scintillation of Al2O3 ceramic activated by Sc3+ 〇(M2)Nurul Athirah1, Takumi Kato1, Go Okada1, 
Noriaki Kawaguchi1, Takayuki Yanagida1

1.NAIST

   16p-P9-7 Ce添加リン酸塩ガラスの放射線応答特性における濃度依
存性

〇辰巳 浩規 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 健之 1, 正井 
博和 2

1.奈良先端大, 2.京大化研
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   16p-P9-8 Ce:0-2％添加(Gd8Sr2)(SiO4)6O2 単結晶のシンチレーショ
ンおよび光物性

〇(M1)井頭 卓也 1, 森 正樹 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 
柳田 健之 1

1.奈良先端大

   16p-P9-9 Ce:0.5％添加(X8Sr2)(SiO4)6O2（X=Y,Gd,Lu）単結晶のシ
ンチレーションおよび光物性

〇(M1)井頭 卓也 1, 森 正樹 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 
柳田 健之 1

1.奈良先端大

   16p-P9-10 Ce:0-2%添加(Gd8Ca2)(SiO4)6O2 単結晶の光物性および
放射線誘起蛍光特性

〇(M1)井頭 卓也 1, 森 正樹 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 
柳田 健之 1

1.奈良先端大

   16p-P9-11 Nd添加透明セラミックスCaF2 のシンチレーションおよ
びドシメータ特性の評価

〇中村 文耶 1, 加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 健
之 1, 福田 健太郎 2

1.奈良先端科学技術大学院大学, 2.トクヤマ

   16p-P9-12 無添加透明セラミックスZnSのシンチレーションおよび
フォトルミネッセンス特性の評価

〇中村 文耶 1, 加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 健
之 1

1.奈良先端科学技術大学院大学

   16p-P9-13 透明セラミックスMgF2 のドシメータ特性の評価 〇中村 文耶 1, 加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 健
之 1, 福田 健太郎 2

1.奈良先端科学技術大学院大学, 2.トクヤマ

   16p-P9-14 Ce添加CaOセラミックスの放射線応答特性 〇(M2)加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 健之 1 1.奈良先端大
   16p-P9-15 無添加Al2O3 透明セラミックのドシメータ特性 〇(M2)加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 健之 1 1.奈良先端大
   16p-P9-16 Ce添加BaO-Al2O3-B2O3 ガラスのシンチレーション特性 〇(M2)加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 健之 1 1.奈良先端大
   16p-P9-17 Tbを添加した12CaO・7Al2O3 エレクトライド単結晶の

シンチレーション、光学および熱蛍光特性
〇熊本 成美 1, 中内 大介 1, 加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 河口 範
明 1, 柳田 健之 1

1.奈良先端大

  奨 16p-P9-18 Sm添加12CaO・7Al2O3 単結晶の放射線応答特性 〇熊本 成美 1, 中内 大介 1, 加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 河口 範
明 1, 柳田 健之 1

1.奈良先端大

   16p-P9-19 Ce:LiCaAlF6 単結晶の熱蛍光におけるLET依存性 〇(M2)中内 大介 1, 越水 正典 2, 岡田 豪 1, 古場 祐介 3, 
福田 健太郎 4, 藤本 裕 2, 河口 範明 1, 浅井 圭介 2, 柳田 
健之 1

1.奈良先端大, 2.東北大, 3.NIRS, 4.(株)トクヤマ

   16p-P9-20 FZ法により作製したEu添加Al2O3 単結晶の線量応答特性 〇(M2)中内 大介 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 健之 1 1.奈良先端大
   16p-P9-21 様々な組成で合成したEu添加SrO-Al2O3 系単結晶のシン

チレーションおよび蓄積型発光特性評価
〇(M2)中内 大介 1, 岡田 豪 1, 越水 正典 2, 河口 範明 1, 
柳田 健之 1

1.奈良先端大, 2.東北大

   16p-P9-22 Ce添加CaGdAl3O7 単結晶の光物性およびシンチレー
ション特性評価

〇森 正樹 1, 岡田 豪 1, 藤本 裕 2, 河口 範明 1, 柳田 健
之 1

1.奈良先端大物質, 2.東北大院工

   16p-P9-23 Ce添加Y3Al2Ga3O12, Gd3Al2Ga3O12, Lu3Al2Ga3O12
透明セラミックスの光学およびシンチレーション特性の
比較研究

〇森 正樹 1, 許 健 2, 岡田 豪 1, 上田 純平 2, 田部 勢津
久 2, 河口 範明 1, 柳田 健之 1

1.奈良先端大物質, 2.京大院人間・環境

   16p-P9-24 Ce添加Y3Al2Ga3O12透明セラミックスのシンチレー
ションおよび光物性

〇森 正樹 1, 許 健 2, 岡田 豪 1, 上田 純平 2, 田部 勢津
久 2, 河口 範明 1, 柳田 健之 1

1.奈良先端大物質, 2.京大院人間・環境

  奨 16p-P9-25 Arプラズマ処理がCdTe放射線検出器の特性に与える影
響評価

〇(M2)柿本 祐輔 1, 徳田 敏 2, 吉牟田 利典 2, 佐藤 敏
幸 1, 2, 椎名 和由 3, 岡本 祥太 3, 福井 貴大 3, 岡本 保 3

1.奈良先端大物質, 2.（株）島津製作所, 3.木更津高専

   16p-P9-26 BaF2-Al2O3-B2O3 ガラスの光学特性およびシンチレー
ション特性

〇篠崎 健二 1, 藤本 裕 2, 岡田 豪 3, 柳田 健之 3, 赤井 智
子 1, 越水 正典 2, 浅井 圭介 2

1.産総研, 2.東北大, 3.奈良先端大

   16p-P9-27 MgF2 添加AlNセラミックスのシンチレーション及びドシ
メータ特性

〇小島 香織 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 福田 健太郎 2, 柳
田 健之 1

1.奈良先端大, 2.（株）トクヤマ

   16p-P9-28 ns2 イオン添加Ga2O3 単結晶のシンチレーション特性比較 〇臼井 雄輝 1, 大矢 智久 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 
健之 1

1.奈良先端大

   16p-P9-29 n型ドーピングしたGa2O3 単結晶のシンチレーション及
び光学特性

〇臼井 雄輝 1, 大矢 智久 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 
健之 1

1.奈良先端大

   16p-P9-30 Ce添加(Gd0.32Y0.68)3Al5O12 透明セラミックスのシンチ
レーション特性

〇(M1)平野 翔太郎 1, 岡田 豪 1, 河口 範明 1, 八木 秀
喜 2, 柳谷 高公 2, 柳田 健之 1

1.奈良先端大, 2.神島化学工業株式会社

   16p-P9-31 Sn添加50Zn3(PO4)2-50Al(PO3)3 ガラスのシンチレー
ション及びドシメータ特性

〇(M1)平野 翔太郎 1, 久良 智明 1, 岡田 豪 1, 河口 範
明 1, 柳田 健之 1

1.奈良先端大

   16p-P9-32 Eu添加多孔シリケートガラスの放射線応答特性 〇岡田 豪 1, 篠崎 健二 2, 山下 勝 2, 赤井 智子 2, 河口 範
明 1, 柳田 健之 1

1.奈良先端大, 2.産総研

   16p-P9-33 Ce添加CaMgSiO4 セラミックスの放射線応答特性 〇岡田 豪 1, 河口 範明 1, 柳田 健之 1 1.奈良先端大
   16p-P9-34 中性子検出用LiCaAlF6:Eu2+ セラミックスシンチレータの

開発
〇岡田 豪 1, 福田 健太郎 2, 河口 範明 1, 柳田 健之 1 1.奈良先端大, 2.トクヤマ

   16p-P9-35 ツリウム添加フッ化カルシウム結晶の真空紫外シンチ
レーション特性

〇河口 範明 1, 加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 柳田 健之 1, 福田 健
太郎 2

1.奈良先端大, 2.トクヤマ

   16p-P9-36 プラセオジム添加フッ化カルシウム結晶の放射線励起発
光特性

〇河口 範明 1, 加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 柳田 健之 1, 福田 健
太郎 2

1.奈良先端大, 2.トクヤマ

   16p-P9-37 NdBa2Cu3Oy へのX線照射による磁気特性変化の誘起 〇(M1)黒田 勇樹 1, 越水 正典 1, 藤本 裕 1, 浅井 圭介 1 1.東北大院工
   16p-P9-38 CsMBr3 (M = Sn, Pb)微粒子含有CsBr結晶のシンチレー

ション特性
〇酒井 卓巳 1, 越水 正典 1, 藤本 裕 1, 柳田 健之 2, 浅井 
圭介 1

1.東北大院工, 2.奈良先端大

   16p-P9-39 Cs2ZrBr6 の蛍光及びシンチレーション特性 〇(M2)佐伯 啓一郎 1, 藤本 裕 1, 越水 正典 1, 田中 宏
典 1, 柳田 健之 2, 浅井 圭介 1

1.東北大院工, 2.奈良先端大

   16p-P9-40 ジアリールエテン化合物のX線照射による異性化挙動 〇(M1C)浅井 康平 1, 越水 正典 1, 藤本 裕 1, 浅井 圭
介 1

1.東北大院工

   16p-P9-41 Dy添加及びTm添加CaO–Al2O3–B2O3 ガラスの放射線応
答特性

〇矢幅 拓真 1, 藤本 裕 1, 越水 正典 1, 柳田 健之 2, 田中 
宏典 1, 佐伯 啓一郎 1, 浅井 圭介 1

1.東北大工, 2.奈良先端大

   16p-P9-42 不純物を共添加したKCl焼結体の熱蛍光特性 〇(M1)野田 沙矢佳 1, 佐伯 啓一郎 1, 藤本 裕 1, 越水 
正典 1, 岡田 豪 2, 柳田 健之 2, 浅井 圭介 1

1.東北大院工, 2.奈良先端大

   16p-P9-43 Li2O-Al2O3-B2O3 系ガラスのドシメータ特性 〇藤本 裕 1, 柳田 健之 2, 越水 正典 1, 浅井 圭介 1 1.東北大院工, 2.奈良先端大
   16p-P9-44 TlMgCl3 シンチレータにおける発光起源の調査 〇藤本 裕 1, 佐伯 啓一郎 1, 岡田 豪 2, 中内 大介 2, 柳田 

健之 2, 越水 正典 1, 浅井 圭介 1
1.東北大院工, 2.奈良先端大

   16p-P9-45 CsPO3-CsX (X=Cl, Br, I)-Al(PO3)3系ガラスの蛍光及び放
射線応答特性

〇藤本 裕 1, 柳田 健之 2, 中内 大介 2, 篠崎 健二 3, 越水 
正典 1, 赤井 智子 3, 浅井 圭介 1

1.東北大院工, 2.奈良先端大, 3.産総研

   16p-P9-46 Cs2HfCl6 の蛍光およびシンチレーションにおける温度依
存性

〇越水 正典 1, 佐伯 啓一郎 1, 藤本 裕 1, 岡田 豪 2, 柳田 
健之 2, 山下 真一 3, 浅井 圭介 1

1.東北大院工, 2.奈良先端大, 3.東大院工

   16p-P9-47 過渡吸収分光によるノンドープおよびCeドープGd2SiO5 
(GSO)中でのホスト励起状態の解析

〇越水 正典 1, 山下 真一 2, 室屋 裕佐 3, 山本 洋揮 3, 柳
田 健之 4, 藤本 裕 1, 浅井 圭介 1

1.東北大院工, 2.東大院工, 3.阪大産研, 4.奈良先端大

   16p-P9-48 過渡吸収分光によるCe:LiCaAlF6 におけるホスト励起状
態の解析

〇越水 正典 1, 室屋 裕佐 2, 山本 洋揮 2, 柳田 健之 3, 福
田 健太郎 4, 藤本 裕 1, 浅井 圭介 1

1.東北大院工, 2.阪大産研, 3.奈良先端大, 4.トクヤマ

   16p-P9-49 フェニルプロピオン酸修飾Bi2O3 ナノ粒子を含有したプ
ラスチックシンチレータのX線検出特性

〇樋山 史幸 1, 野口 多紀郎 1, 越水 正典 1, 岸本 俊二 2, 
春木 理恵 2, 錦戸 文彦 3, 柳田 健之 4, 藤本 裕 1, 相田 
努 1, 高見 誠一 1, 阿尻 雅文 1, 浅井 圭介 1

1.東北大工, 2.高エネ研, 3.放医研, 4.奈良先端大

   16p-P9-50 ZnO光導電型UVセンサとYAP:Ceシンチレータの組み
合わせによる放射線の検出

〇阿部 貴美 1, 滑志田 安信 1, 三浦 敦嗣 1, 中川 玲 1, 千
葉 鉄也 1, 中川 美智子 1, 千葉 茂樹 1, 柏葉 安宏 2, 大坊 
真洋 1, 新倉 郁生 1, 柏葉 安兵衛 1, 長田 洋 1

1.岩手大理工, 2.仙台高専

  E 16p-P9-51 The LET dependence of radiophotoluminescence glass 
dosimeter and Al2O3 ceramic type TLD in proton beam

〇Weishan Chang1, 2, Yusuke Koba2, Kiyomitsu 
Shinsho1, Hidetoshi Saitoh1, Takayuki Ando3

1.Tokyo Metropolitan Univ., 2.QST, 3.Chiba ceramic 
Co.

  奨 16p-P9-52 Al2O3:Crセラミックスの熱ルミネセンス及びフォトルミ
ネセンス特性

〇(M2)柳澤 伸 1, 眞正 浄光 1, 古場 裕介 2, 松本 和樹 3, 
牛場 洋明 3, 安藤 隆之 4

1.首都大学東京, 2.量研機構放医研, 3.千代田テクノル, 
4.千葉セラミック工業

2 放射線 / Ionizing Radiation
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   16p-P9-53 中性子‐γ線混在場におけるCaSO4:Tm, 6Liと
CaSO4:Tm, 7Liの精密グロー曲線

〇相澤 若奈 1, 眞正 浄光 1, 古場 裕介 2, 齋藤 雄介 1, 若
林 源一郎 3, 納冨 昭弘 4

1.首都大院, 2.量研機構放医研, 3.近大原研, 4.九大院

   16p-P9-54 乳房X線撮影装置における2次元熱蛍光スラブ線量計を
用いた半価層測定の測定精度の検討

〇(M1)角田 瑞季 1, 眞正 浄光 1, 栁澤 伸 1, 古場 裕介 2, 
松本 和樹 3, 牛場 洋明 3, 安藤 隆之 4

1.首都大人間健康科学研究科, 2.量研機構放医研, 3.千
代田テクノル, 4.千葉セラミック工業

   16p-P9-55 蛍光X 線ホログラフィーによるガドリニウムガーネット
結晶中ガドリニウムイオン周囲の局所構造解析

〇小山 千慧 1, 北浦 守 1, 戎 佳宏 2, 波田 拓馬 3, 八方 直
久 3, 木村 耕治 4, 林 好一 4, 細川 伸也 5, 山路 晃宏 6, 黒
澤 俊介 1, 7, 鎌田 圭 7, 大西 彰正 1

1.山形大, 2.広島工大, 3.広島市立大, 4.名工大, 5.熊本
大, 6.東北大金研, 7.東北大 NICHe

   16p-P9-56 GaドープZnO蛍光体のエキシトン発光を用いた中性子
シンチレータ

〇南戸 秀仁 1, 平澤 一樹 1, 竹井 義法 1, 佐藤 瑞葉 1, 宮
本 由香 2, 山本 幸佳 2

1.金沢工大, 2.千代田テクノル

   16p-P9-57 STJ X線検出器による耐熱鋼中の元素分析 〇藤井 剛 1, 浮辺 雅宏 1, 志岐 成友 1, 大久保 雅隆 1 1.産総研
   16p-P9-58 ピクセル型TlBr半導体検出器を用いたコンプトンカメラ

の開発
松村 基広 1, 〇渡辺 賢一 1, 山﨑 淳 1, 吉橋 幸子 1, 瓜谷 
章 1, 砂場 広季 2, 長野 宣道 2, 人見 啓太朗 2

1.名大, 2.東北大

   16p-P9-59 液体窒素で動作するTlBr半導体検出器の検出信号読み出
し回路

〇小峰 良太 1, 善本 翔大 1, 伊豫本 直子 1, 前畑 京介 1, 
尾鍋 秀明 2, 人見 啓太郎 3, 小野寺 敏幸 4

1.九大工, 2.レイテック, 3.東北大, 4.東北工大

   16p-P9-60 8mm角CVDダイヤモンド基板上にホモエピタキシャル
成長した試料の電荷キャリア輸送特性

〇金子 純一 1, 平野 慎太郎 1, 嶋岡 毅紘 1, 新名 宏章 1, 
坪田 雅功 1, 水越 司 1, 山本 航平 1, 茶谷原 昭義 2, 杢野 
由明 2, 梅沢 仁 2, 小泉 均 1

1.北海道大工, 2.産業技術総合研究所

   16p-P9-61 Well型Glass GEMを用いた陽子線イメージング 〇藤原 健 1, 古場 祐介 2, 三津谷 有貴 3, 高橋 浩之 3, 豊
川 弘之 1

1.産総研, 2.放医研, 3.東大

   16p-P9-62 空乏層変調によるCdTe半導体検出器の特性変化 〇(D)寺尾 剛 1, 都木 克之 1, 小池 昭史 1, 2, 青木 徹 1, 2 1.静岡大, 2.ANSeeN
   16p-P9-63 シリコングリッド基板を用いたシンチレータ画像検出器

の開発
〇田端 健人 1, 西澤 潤一 1, 小池 昭史 1, 2, 青木 徹 1, 2 1.静大院情, 2.(株)ANSeeN

   16p-P9-64 直接電荷操作によるフォトンカウンティング型X線検出
器

〇(D)都木 克之 1, 寺尾 剛 1, 小池 昭史 1, 2, 青木 徹 1, 2 1.静岡大学, 2.株式会社ANSeeN

   16p-P9-65 X線CT画像を用いた固体燃料ロケット推進薬の混合度測
定

〇(BC)打海 将平 1, 細見 直正 2, 大竹 可那 2, 上垣 那
津世 1, 岩崎 祥大 3, 松本 幸太郎 4, 羽生 宏人 4, 山口 聡
一朗 1

1.関西大シス理, 2.関西大院理, 3.総研大物, 4.JAXA

   16p-P9-66 福島医大校舎内における東日本大震災からの放射線継続
測定

〇小澤 亮 1, 小林 恒夫 2 1.福島医大医自然科学, 2.福島医大名誉教授

2.1 放射線物理一般・検出器基礎 / Radiation physics and Detector fundamentals
3/14(Tue.) 12:30 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) E204会場

 12:30  14p-E204-1 検出閾値近傍におけるPADC中イオントラックのステッ
プ状構造変化

〇寺下 佳孝 1, 楠本 多聞 1, 小田 啓二 1, 金崎 真聡 1, 小
平 尚 2, 山内 知也 1

1.神大院海事, 2.量研機構

 12:45 奨 14p-E204-2 紫外線（222 nm）照射下でPADC検出器中に形成される
損傷サイズ評価

〇(DC)楠本 多聞 1, 2, 森 豊 1, 金崎 真聡 1, 小田 啓二 1, 
バリオン レミ 2, 山内 知也 1

1.神大院海事, 2.ユベール・キュリアン学際研究所

 13:00  14p-E204-3 高分子系エッチング型飛跡検出器中に形成されるイオン
トラックの検出閾値近傍における特徴

〇山内 知也 1, 楠本 多聞 1, 2, 寺下 佳孝 1, 金崎 真聡 1, 
森 豊 1, 小田 啓二 1, バリオン レミ 2

1.神大院海, 2.ストラスブール大

 13:15  14p-E204-4 クラスターターゲットから発生するレーザー加速イオン
の高精度計測

〇金崎 真聡 1, 神野 智史 2, 榊 泰直 3, 近藤 公伯 3, 小田 
啓二 1, 山内 知也 1, 福田 祐仁 3

1.神大院海事, 2.東大院工, 3.量研機構関西

 13:30 E 14p-E204-5 Measurements of Electron Response and Average Energy 
Required per Scintillation Photon in Plastic Scintillators 
for Gamma Rays (II)

〇(D)Ngan NguyenThuy Tran1, Shinichi Sasaki1, 2, 
Toshiya Sanami1, 2, Yuji Kishimoto1, 2, Eido 
Shibamura3

1.SOKENDAI, 2.KEK, 3.Waseda Univ.

 13:45  14p-E204-6 全方向ガンマ線イメージングにおける重みづけ逆投影法
の開発

〇高橋 時音 1, 一ノ瀬 裕一郎 1, 上間 康平 1, 富田 英
生 1, 緒方 良至 2, 山下 英二 3, 田端 伸旭 3, 小林 敏樹 3, 
井口 哲夫 1

1.名大工, 2.名大RIC分館, 3.名古屋放射線診断財団

 14:00  休憩/Break
 14:15  14p-E204-7 凝縮相における低エネルギー電子の微視的放射線作用の

研究 ― 電子輸送計算法の開発 ―
〇甲斐 健師 1, 小川 達彦 1, 安部 晋一郎 1, 佐藤 達彦 1.原子力機構

 14:30  14p-E204-8 凝縮相における低エネルギー電子の微視的放射線作用の
研究 
～NE102シンチレータの発光・消光の再現～

〇小川 達彦 1, 八巻 徹也 2, 佐藤 達彦 1 1.原子力機構, 2.量研機構

 14:45  14p-E204-9 チェレンコフ光閾値以下の放射線照射による水の発光現
象

〇山本 誠一 1, 歳藤 利行 2, 赤城 卓 3, 山下 智弘 3, 小山 
修司 1, 小森 雅孝 1

1.名大医, 2.名古屋陽子線治療セ, 3.兵庫粒子線医療セ

 15:00 奨 14p-E204-10 Al2O3:CrセラミックTLスラブを用いた熱蛍光の中性子
線・γ線弁別解析

〇齋藤 雄介 1, 眞正 浄光 1, 古場 裕介 2, 田中 浩基 3, 若
林 源一郎 4, 納冨 昭弘 5, 安藤 隆之 6, 松本 和樹 7, 牛場 
洋明 7

1.首都大, 2.量研機構放医研, 3.京大原子炉実験所, 4.近
大原研, 5.九大, 6.千葉セラ, 7.千代田テクノル

 15:15  14p-E204-11 衛星搭載を目指した Ce:GAGG シンチレータの基礎特性
評価

〇(B)米山 昌樹 1, 片岡 淳 1, 有元 誠 1, 吉野 将生 2, 3, 
鎌田 圭 2, 3, 吉川 彰 2, 3

1.早大理工, 2.東北大, 3.C&A

 15:30  14p-E204-12 Ca(Cl, Br, I)2 単結晶の作製とシンチレータ特性評価 〇鎌田 圭 1, 2, 吉野 将生 2, 3, 飯田 崇史 4, 太畑 貴綺 4, 早
坂 将輝 2, 山路 晃広 3, 黒澤 俊介 1, 庄子 育宏 2, 3, 櫻木 
史郎 5, 横田 有為 1, 大橋 雄二 3, 吉川 彰 1, 2, 3

1.東北大NICHe, 2.㈱C＆A, 3.東北大金研, 4.大阪大, 
5.ユニオンマテリアル㈱

 15:45  14p-E204-13 (Ce, Gd, La, Y)2Si2O7 シンチレータのバンドギャップエ
ネルギーおよび発光特性の評価

〇堀合 毅彦 1, 黒澤 俊介 2, 3, 村上 力輝斗 4, 庄子 育
宏 1, 4, 山路 晃広 1, 大橋 雄二 1, 鎌田 圭 2, 4, 横田 有為 2, 
石津 智洋 5, 大石 保生 5, 中谷 太亮 5, 吉川 彰 1, 2, 4

1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.山形大理, 4.株式会
社C&A, 5.浜松ホトニクス株式会社

 16:00  14p-E204-14 GPSシンチレータのTOF-PET時間分解能におけるCe濃
度依存性

〇石井 裕樹 1, 津田 倫明 2, 河口 範明 1, 柳田 健之 1, 北
村 圭司 1, 2

1.奈良先端科学技術大物質, 2.(株)島津製作所

 16:15  休憩/Break
 16:30 招 14p-E204-15 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

タリウム系塩化物結晶シンチレータの研究
〇佐伯 啓一郎 1, 藤本 裕 1, 越水 正典 1, 柳田 健之 2, 中
内 大介 2, 浅井 圭介 1

1.東北大院工, 2.奈良先端大

 16:45  14p-E204-16 Cs2HfCl6 系単結晶シンチレータの開発と特性評価 〇小玉 翔平 1, 黒澤 俊介 2, 3, 山路 晃広 1, 大橋 雄二 1, 
鎌田 圭 2, 4, 横田 有為 2, Nikl Martin5, 吉川 彰 1, 2, 4

1.東北大金研, 2.東北大NICHe, 3.山形大理, 4.（株）
C&A, 5.チェコ物理研

 17:00 招 14p-E204-17 [2. 放射線 分科内招待講演]（15分）
Eu添加MgO透明セラミックスのシンチレーション特性

〇河口 範明 1, 加藤 匠 1, 岡田 豪 1, 柳田 健之 1 1.奈良先端大

 17:15  14p-E204-18 プロトンマイクロビームで書き込んだ銀活性リン酸塩ガ
ラス蛍光中心の多光子共焦点顕微鏡による評価

〇黒堀 利夫 1, 加田 渉 2, 川端 駿介 2, 松原 良典 2, 柳田 
由香 3, 佐藤 隆博 4

1.金沢大院, 2.群馬大理工, 3.千代田テクノル, 4.量研機
構/高崎研

 17:30 奨 14p-E204-19 放射線照射による銀添加リン酸塩ガラスの価数変化過程 〇(M2)田中 宏典 1, 藤本 裕 1, 越水 正典 1, 柳田 健之 2, 
駒口 健治 3, 浅井 圭介 1

1.東北大工, 2.奈良先端大, 3.広島大工

 17:45  14p-E204-20 ダイヤモンド蛍光飛跡検出器におけるNVセンター形成
効率の窒素濃度依存性

〇(M1)立見 和雅 1, 2, 春山 盛善 1, 2, 小野田 忍 2, 寺地 
徳之 3, 磯谷 順一 4, 加田 渉 1, 大島 武 2, 花泉 修 1

1.群馬大学, 2.量研機構, 3.物材機構, 4.筑波大学

 18:00  14p-E204-21 酸化物半導体のX線耐性の基礎研究 〇(M1)大鷹 豊 1, 2, 島添 健次 2, 小山 晃広 2, 三好 寿
顕 3, 飯本 武志 2, 高橋 浩之 2, 井上 一雅 1, 福士 政広 1

1.首都大, 2.東大, 3.SHARP

2.2 検出器開発 / Detection systems
3/15(Wed.) 10:30 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) E204会場

 10:30  15a-E204-1 超重核実験用飛行時間検出器の開発II 〇石澤 倫 1, 2, 森本 幸司 1, 加治 大哉 1, 門叶 冬樹 3 1.理研仁科加速器研究セ, 2.山形大院理工, 3.山形大理
 10:45  15a-E204-2 キャピラリープレートを用いた中性子イメージング検出

器の開発
〇伊藤 龍太朗 1, 石澤 倫 1, 猪股 雄一郎 1, 鈴木 健斗 1, 
門叶 冬樹 1, 森谷 透 1, 杉山 浩之 2, 林 雅宏 2, 岡田 晃
行 2, 近藤 治靖 2, 住吉 孝行 3, 岸本 俊二 4

1.山形大理工, 2.HPK, 3.首都大東京理, 4.KEK
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2.2 検出器開発 / Detection systems



 11:00  15a-E204-3 可搬型速中性子イメージャーの製作と性能評価 〇松村 徹 1, 新川 孝男 1 1.防衛大応物
 11:15  15a-E204-4 Liガラスシンチレータを用いた電流モードによる測定と

応用
〇松本 哲郎 1, 増田 明彦 1, 原野 英樹 1, 堀 順一 2, 佐野 
忠史 2

1.産総研分析計測, 2.京大炉

 11:30  15a-E204-5 Webカメラ線量計を用いた加速器中性子源モニタリング
性能

〇金 政浩 1, 上田 真輝 1, 青木 勝海 2, 荒木 直人 2, 渡辺 
幸信 1

1.九大総理工, 2.九大工

3/16(Thu.) 9:45 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) E204会場
 9:45  16a-E204-1 誘電体マイクロカロリーメータの熱リンクの改善 〇善本 翔大 1, 前畑 京介 1, 伊豫本 直子 1, 満田 和久 2, 

山崎 典子 2
1.九大院工, 2.宇宙科学研

 10:00 奨 16a-E204-2 STEM-TES-EDS用ポリキャピラリーレンズの開発 〇高野 彬 1, 前畑 京介 1, 伊豫本 直子 1, 原 徹 2, 満田 和
久 3, 山崎 典子 3, 田中 啓一 4

1.九大工, 2.NIMS, 3.JAXA, 4.日立ハイテクサイエンス

 10:15 奨 16a-E204-3 ガンマ線検出用位置検出型TES型マイクロカロリーメー
タの開発

〇(M2)首藤 祐輝 1, 伊豫本 直子 1, 黒岩 健宏 1, 前畑 
京介 1, 高野 彬 1, 善本 翔大 1, 満田 和久 2, 林 佑 2, 村松 
はるか 2, 前久 景星 2

1.九大院工, 2.宇宙科学研究所

 10:30  16a-E204-4 TES のマイクロ波読出によるγ線光子検出 〇入松川 知也 1, 2, 平山 文紀 2, 佐藤 昭 2, 山森 弘毅 2, 
永沢 秀一 2, 福田 大治 2, 日高 睦夫 2, 佐藤 泰 2, 神代 
暁 2, 大野 雅史 1, 高橋 浩之 1

1.東大工, 2.産総研

 10:45  16a-E204-5 二光子同時検出型コンプトンイメージング手法の実験的
検証

〇(M1C)水町 祐貴 1, 吉原 有里 1, 小山 晃広 1, 中田 
直樹 1, 島添 健次 1, 高橋 浩之 1, 鎌田 圭 2, 高橋 美和
子 3

1.東大工, 2.東北大NICHe, 3.東大医

 11:00  休憩/Break
 11:15 奨 16a-E204-6 高線量率環境下でのイメージングに向けた新型ピンホー

ルカメラの開発
〇末岡 晃紀 1, 片岡 淳 1, 高部 美帆 1, 岩本 康弘 1, 有元 
誠 1, 米山 昌樹 1, 依田 功 2, 鳥居 建男 3, 佐藤 優樹 3, 冠
城 雅晃 3, 寺阪 祐太 3, 西野 翔 3

1.早大理工, 2.東工大, 3.原子力機構

 11:30 奨 16a-E204-7 シンチレータとCMOSカメラを用いたβ線細胞イメージ
ングシステムの開発

〇(M1)蛭海 元貴 1, 2, 錦戸 文彦 2, 脇坂 秀克 2, 樋口 隆
弘 3, 羽石 秀昭 1, 山谷 泰賀 2, 1

1.千葉大工, 2.量研機構放医研, 3.ヴュルツブルグ大

 11:45  16a-E204-8 サブミクロン分解能X線イメージングに向けた薄膜シン
チレーターの開発とその性能評価

〇亀島 敬 1, 2, 竹内 晃久 1, 上杉 健太朗 1, 工藤 統吾 1, 2, 
矢橋 牧名 1, 2, 初井 宇記 1, 2

1.高輝度セ, 2.理研

 12:00 奨 16a-E204-9 高分子複合材料によるX線検出フィルムおよび繊維の開
発

〇(M1)土田 颯人 1, 木梨 憲司 1, 坂井 亙 1, 堤 直人 1 1.京都工芸繊維大

 12:15 奨 16a-E204-10 光刺激蛍光体と光ファイバーを用いた小型線量計の高
LET領域における消光現象に関する検討

〇平田 悠歩 1, 山崎 淳 1, 渡辺 賢一 1, 吉橋 幸子 1, 瓜谷 
章 1, 古場 裕介 2, 松藤 成弘 2, 歳藤 利行 3, 柳田 健之 4

1.名大工, 2.量研機構, 3.名古屋陽子線治療センター, 
4.奈良先端大

3/16(Thu.) 13:30 - 15:30 口頭講演 (Oral Presentation) E204会場
 13:30  16p-E204-1 炭素線測定への応用に向けた有機フォトダイオードの特

性評価
〇錦戸 文彦 1, 高田 英治 2, 野上 光博 2, 新田 宗孝 1, 3, 
山谷 泰賀 1

1.量研機構放医研, 2.富山高専, 3.千葉大学

 13:45  16p-E204-2 酸化物半導体を用いた重粒子線検出器の開発 〇三好 寿顕 1, 2, 小山 晃広 3, 大鷹 豊 3, 4, 島添 健次 3, 蛭
海 元貴 5, 新田 宗孝 5, 錦戸 文彦 6, 山谷 泰賀 6, 尾上 孝
雄 1, 高橋 浩之 3

1.阪大, 2.シャープ, 3.東大, 4.首都大, 5.千葉大, 6.量
研機構放医研

 14:00  16p-E204-3 BGaN縦型ダイオードの作製と放射線検出特性の評価 〇望月 健 1, 中村 匠 1, 有川 卓弥 1, 宇佐美 茂佳 2, 久志
本 真希 2, 本田 善央 2, 3, 天野 浩 2, 3, 4, 小島 一信 5, 秩父 
重英 3, 5, 三村 秀典 6, 井上 翼 1, 青木 徹 6, 中野 貴之 1

1.静大院工, 2.名大院工, 3.名大IMaSS, 4.赤崎リサーチ
センター, 5.東北大多元研, 6.静大電研

 14:15  16p-E204-4 ECRプラズマによるCdTe結晶表面処理の検討 〇山口 大貴 1, 小島 將弘 1, 北川 翔三 1, 小澤 潤也 1, 坪
田 眞太郎 1, 安形 保則 1, ニラウラ マダン 1, 安田 和
人 1

1.名工大

 14:30  16p-E204-5 MOVPE法による(211)Si基板上のCdTe層を用いた大面
積放射線検出器アレイの作製

〇小澤 潤也 1, 北川 翔三 1, 小島 將弘 1, 坪田 眞太郎 1, 
山口 大貴 1, 安田 和人 1, ニラウラ マダン 1, 安形 保
則 1

1.名工大

 14:45  16p-E204-6 マルチASIC実装による大面積CdTeピクセル検出器開発 〇豊川 秀訓 1, 川瀬 守弘 1, 呉 樹奎 1, 古川 行人 1, 佐治 
超爾 1, 梶原 堅太郎 1, 佐藤 眞直 1, 広野 等子 2, 菖蒲 敬
久 3, 城 鮎美 4, 末永 敦士 5, 池田 博一 6

1.高輝度光科学研究センター, 2.ボン大学, 3.原子力機
構, 4.量研機構, 5.豊和産業, 6.ISAS/JAXA

 15:00  16p-E204-7 Photon Counting CT応用に向けたSOI-PPDの開発 〇(D)小山 晃広 1, 島添 健次 1, 高橋 浩之 1, 浜崎 竜太
郎 2, 竹下 徹 3, 岸本 俊二 4, 倉知 郁生 4, 中村 勇 4, 三好 
敏喜 4, 新井 康夫 4

1.東大工, 2.総研大, 3.信大理, 4.KEK

 15:15  16p-E204-8 スルーレート制限型ToT ASIC の特性評価 〇(M1)上ノ町 水紀 1, 織田 忠 2, 島添 健次 1, 高橋 浩
之 1, 関場 大一郎 3, 辻田 耕希 3

1.東大工, 2.OIST, 3.筑波大数理物質

2.3 放射線応用・発生装置・新技術 / Application, radiation generators, new technology
3/14(Tue.) 9:30 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) E204会場

 9:30  14a-E204-1 炭酸ガス造影剤を用いたエネルギー分解コンピュータ断
層撮影法の検討

小西 健人 1, 〇神野 郁夫 1 1.京大工

 9:45 奨 14a-E204-2 エネルギー分解X線CTによる金属アーチファクト低減 〇(M1C)大内 健太郎 1, 神野 郁夫 1 1.京大院工
 10:00 奨 14a-E204-3 transXend検出器を用いた線減弱係数の高精度評価法 〇丸山 能央 1, 濱口 拓 1, 蔡 典修 1, 神野 郁夫 1 1.京大院工
 10:15 奨 14a-E204-4 多種類のシンチレータとフィルタを用いた平面型

transXend検出器の検討
〇濱口 拓 1, 蔡 典修 1, 丸山 能央 1, 神野 郁夫 1, 堀田 一
海 2, 中村 正明 3, 安達 隆二 3

1.京大院工, 2.MCHC-RDSC, 3.三菱化学

 10:30 奨 14a-E204-5 フィルタ式平面型transXend検出器のノイズ耐性に関す
るフィルタ性能評価

〇(DC)蔡 典修 1, 濵口 拓 1, 丸山 能央 1, 神野 郁夫 1 1.京大院工

 10:45 奨 14a-E204-6 地球近傍小惑星探査に向けた中性子分光計の開発 〇(M1C)石井 隼也 1, 長谷部 信行 1, 2, 長岡 央 2, 内藤 
雅之 1, 青木 大輔 1, 木村 優里 1

1.早大先進研, 2.早大理工研

 11:00 奨 14a-E204-7 環境中宇宙線ミューオンの低エネルギー強度分布に関す
る研究

〇(M1)佐藤 光流 1, 金 政浩 1, 渡辺 幸信 1 1.九大総理工

 11:15  14a-E204-8 焦電性結晶の熱励起により発生するX線強度の安定性に
及ぼす結晶形状の影響に関する研究

〇西村 駿哉 1, 佐藤 祐喜 1, 伊藤 嘉昭 2, 吉門 進三 1 1.同志社大院理工, 2.京大化研

3/17(Fri.) 9:00 - 13:00 口頭講演 (Oral Presentation) E204会場
 9:00  17a-E204-1 ドローンを用いた短時間かつ広域ガンマ線撮影の提案と

実証
〇(M2)岩本 康弘 1, 片岡 淳 1, 田川 怜央 1, 望月 早駆 1, 
大河内 博 1, 勝見 尚也 1, 金野 俊太郎 1, 大須賀 慎二 2

1.早大理工, 2.浜松ホトニクス

 9:15  17a-E204-2 小型イオンマイクロビーム装置用PIGイオン源の開発 〇石井 保行 1, 大久保 猛 1, 三宅 善信 2 1.量研機構, 2.㈱ビーム精工
 9:30  17a-E204-3 焦電性結晶によるＸ線イメージングの可能性 〇花元 克巳 1, 片岡 隆浩 1, 山岡 聖典 1 1.岡山大院保
 9:45  17a-E204-4 BNCT加速器中性子源の開発段階における中性子スペク

トラルフルエンスの実験的評価
〇増田 明彦 1, 松本 哲郎 1, 高田 健太 2, 大西 貴博 3, 小
滝 幸平 3, 杉本 英法 3, 熊田 博明 2, 原野 英樹 1, 榮 武
二 2

1.産総研分析計測標準, 2.筑波大医, 3.筑波大院人間総
合

 10:00  17a-E204-5 皮膚悪性黒色腫に対するホウ素中性子捕捉療法(BMCT)
における中性子エネルギーの最適化

〇松本 政雄 1, 成本 治美 2, 高階 正彰 1, 関 亮一 3 1.阪大院医保健, 2.阪大医保健, 3.阪大RCNP

 10:15  17a-E204-6 二次元CdTe X線画像センサを用いた被写体の材質の識
別

〇松本 政雄 1, 酒井 優佑 2, 高階 正彰 1 1.阪大院医保健, 2.阪大医保健

 10:30 招 17a-E204-7 [2. 放射線 分科内招待講演]（15分）
CR-39を用いた標的アイソトープ治療に資する 211At抗体
標識単一細胞からのα線の局所線量評価法の開発

〇小平 聡 1, 李 惠子 1, 2, 小西 輝昭 1, 北村 尚 1, 蔵野 美
恵子 1, 長谷川 純崇 1

1.量研機構/放医研, 2.千葉大医

 10:45  休憩/Break
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2.3 放射線応用・発生装置・新技術 / Application, radiation generators, new technology



 11:00  17a-E204-8 MPPCを用いた革新的スペクトラルCTの開発-低被ばく
かつ多色化の実証-

〇大島 翼 1, 森田 隼人 1, 片岡 淳 1, 有元 誠 1, 新田 英
雄 2

1.早大理工, 2.日立金属株式会社

 11:15  17a-E204-9 MPPCを用いた革新的スペクトラルCTの開発 -多系統
MPPC用LSIの開発-

〇有元 誠 1, 森田 隼人 1, 大島 翼 1, 片岡 淳 1, 新田 英
雄 2

1.早大理工, 2.日立金属株式会社

 11:30  17a-E204-10 高精度陽子線治療に向けたCCDカメラ陽子線CTシステ
ムの開発

〇高部 美帆 1, 片岡 淳 1, 有元 誠 1, 増田 孝充 1, 西尾 禎
治 2, 田中 創大 3, 歳藤 利行 4, 木村 充宏 4, 稲庭 拓 5

1.早大理工, 2.東京女子医大, 3.東大工, 4.名古屋陽子線
治療センター, 5.放医研

 11:45  17a-E204-11 医療用コンプトンカメラによる3次元小動物イメージン
グ

〇岸本 彩 1, 片岡 淳 1, 田川 怜央 1, 望月 早駆 1, 多屋 隆
紀 1, 大須賀 慎二 2, 松永 恵子 3, 池田 隼人 3, 下瀬川 恵
久 3, 畑澤 順 3, 河地 有木 4, 長尾 悠人 4, 山口 充孝 4, 栗
田 圭輔 4

1.早大理工, 2.浜松ホトニクス, 3.阪大医, 4.量研機構高
崎

 12:00  17a-E204-12 粒子線治療オンラインモニタに向けたコンプトンカメラ
画像再構成の最適化と実機検証

〇(M2)多屋 隆紀 1, 片岡 淳 1, 岸本 彩 1, 田川 怜央 1, 
望月 早駆 1, 歳藤 利行 2, 木村 充宏 2, 河地 有木 3, 山口 
充孝 3, 長尾 悠人 3, 栗田 圭輔 3

1.早大理工, 2.名古屋陽子線治療センター, 3.量研機構
高崎

 12:15  17a-E204-13 ヘルメットPET装置の開発：追加検出器位置の最適化 〇田島 英朗 1, 吉田 英治 1, 岩男 悠真 1, 脇坂 秀克 1, 山
下 大地 2, 田沢 周作 2, 山谷 泰賀 1

1.量研機構放医研, 2.アトックス

 12:30  17a-E204-14 コンクリート構造物を対象とした後方散乱X線イメージ
ング装置の開発

（1）全体システムおよびX線源の開発

〇豊川 弘之 1, 藤原 健 1, 萬代 新一 2, 伊佐 英範 2, 大橋 
和也 3, 山崎 淳 3, 渡辺 賢一 3, 瓜谷 章 3

1.産総研, 2.ＢＥＡＭＸ, 3.名大工

 12:45  17a-E204-15 コンクリート構造物を対象とした後方散乱X線イメージ
ング装置の開発

（2）検出器開発

〇大橋 和也 1, 瓜谷 章 1, 渡辺 賢一 1, 山崎 淳 1, 豊川 弘
之 2, 藤原 健 2, 萬代 新一 3, 伊佐 英範 3

1.名大工, 2.産総研, 3.BEAMX

3 光・フォトニクス / Optics and Photonics
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
3.1 光学基礎・光学新領域 / Basic optics and frontier of optics
3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 312会場

 9:30  15a-312-1 構造性円偏光光渦ホログラムから再生される白色光がも
つ力

〇鈴木 良太朗 1, 茨田 大輔 1, 2 1.宇大院工, 2.宇大CORE

 9:45 奨 15a-312-2 円偏光によるアゾポリマー薄膜のカイラル表面レリーフ
形成

〇(M1)中野 翔吾 1, 増田 圭吾 1, グザリ ジュマン 1, 
吉田 一貴 1, 茨田 大輔 2, 宮本 克彦 1, 3, 尾松 孝茂 1, 3

1.千葉大院融合, 2.宇都宮大工, 3.千葉大分子キラリ
ティー研

 10:00 奨 15a-312-3 軸対称偏光素子を用いたトラップ粒子の回転制御 (II) 〇小原 威吹 1, 坂本 盛嗣 2, 山根 啓作 1, 森田 隆二 1, 岡 
和彦 1

1.北大院工, 2.長岡技科大

 10:15  15a-312-4 金属ナノトライマーを用いた光捕捉ナノ粒子の回転運動
解析

〇石田 周太郎 1, 須藤 広太 1, 笹木 敬司 1 1.北大電子研

 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-312-5 CdSe/ZnS 半導体量子ドットの蛍光スペクトルに対する

溶媒の影響
〇木南 安寿花 1, 守安 毅 1, 熊倉 光孝 1 1.福井大院工

 11:00  15a-312-6 金ナノ粒子のプラズモニック加熱によるバブル生成と熱
対流の制御

〇瀬戸浦 健仁 1, 伊都 将司 1, 宮坂 博 1 1.阪大基礎工

 11:15  15a-312-7 マイクロバブルの生成と光熱マランゴニ対流に水中溶存
酸素濃度が与える影響

岡井 俊介 1, 〇名村 今日子 1, 中嶋 薫 1, 鈴木 基史 1 1.京大院・工

3/15(Wed.) 13:15 - 16:00 口頭講演 (Oral Presentation) 312会場
 13:15  15p-312-1 ジョーンズベクトルで記述できる全ての偏光・位相状態

を生成するための液晶光学デバイス
〇吉木 啓介 1, 橋本 守 2 1.兵県大工, 2.北大情

 13:30  15p-312-2 耐熱性を有する液晶素子の作製及び評価 〇(M1)釘宮 渉 1, 吉木 啓介 1, 伊藤 杏奈 2, 高御堂 美
佑紀 2, 古田 裕正 2

1.兵県大工, 2.パナソニックデバイスSUNX株式会社

 13:45  15p-312-3 ガウスラゲールビームの集光特性および光波のマニピュ
レーション

〇張 曼 1, 張 公儉 1 1.千歳科技大

 14:00  15p-312-4 軸方向電場を用いた共焦点イメージングにおけるサイド
ローブの抑制

阪下 良太 1, 〇小澤 祐市 1, 佐藤 俊一 1 1.東北大多元研

 14:15  15p-312-5 ラジアル・ヒルベルト変換による試料の輪郭イメージン
グ

〇香村 芳樹 1, 澤田 桂 1, 石川 哲也 1 1.国立研究開発法人理化学研究所

 14:30  休憩/Break
 14:45  15p-312-6 レーザー誘起水熱合成を用いたZnOナノロッドアレイ構

造作製と制御
〇新宅 貴志 1, クイトゥネン ヨウニ 1, 2, 煮雪 亮 1, 藤
原 英樹 1, 笹木 敬司 1

1.北大電子研, 2.アールト大

 15:00 奨 15p-312-7 Whispering Gallery Mode共振を利用したマイクロ球直径
計測－楕円体モデルの構築－

〇林 晃平 1, 儲 博懐 1, 趙 正 1, 道畑 正岐 1, 高増 潔 1, 高
橋 哲 1

1.東大工

 15:15 奨 15p-312-8 自立安定性を備えた光蓄積共振器の開発 〇上杉 祐貴 1, 保坂 勇志 2, 浦川 順治 3, 大森 恒彦 3, 4, 
小菅 淳 3, 坂上 和之 2, 高橋 徹 5, 本田 洋介 3, 4, 鷲尾 方
一 2

1.東北大, 2.早稲田大, 3.高エネ研, 4.総研大, 5.広島大

 15:30  15p-312-9 有限フレネル変換による固有値問題 〇青柳 智裕 1, 大坪 紘一 1, 青柳 宣生 1 1.東洋大学総合情報学部
 15:45  15p-312-10 任意曲面間の光伝播解析のための座標変換を用いた微分

方程式の導出
〇茨田 大輔 1, 2, 3, 福田 隆史 3 1.宇大院工, 2.宇大CORE, 3.産総研電子光技術

3/16(Thu.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P10会場
   16p-P10-1 波長660 nm可視光における極細銀パイプの形状依存複

素屈折率変化
〇但馬 文昭 1, 西山 善郎 1 1.横国大教

   16p-P10-2 平面波 exp{ik(x- ct)}とその円柱による散乱波の光線と波
跡

〇西山 善郎 1, 但馬 文昭 1 1.横国大教

   16p-P10-3 第2次高調波発生による通信波長帯CW光渦のトポロジ
カルチャージ倍加

〇浜崎 淳一 1, 呂 國偉 2, 稲垣 恵三 1, 岸本 直 1, 3, 小川 
洋 1, 関根 徳彦 1, 笠松 章史 1, 山本 直克 1, 山口 滋 2, 寳
迫 巌 1

1.情通機構, 2.東海大IIST, 3.沖電気

   16p-P10-4 量子化ラゲールガウスビーム生成における焦点深度の実
験的検討

〇小川 賀代 1, 矢田部 加奈子 1, 齊藤 彩 1, 田辺 綾乃 2, 
蟻田 真里 2, 栗原 誠 2, 橋本 信幸 2

1.日本女子大理, 2.シチズン時計（株）研究開発センター

  E 16p-P10-5 Femtosecond Laser Trapping and Ejection Dynamics of 
Hydrophobic and Hydrophilic Nanoparticles

〇(M1)Jui-Kai Chen1, Wei-Yi Chiang1, 2, Tetsuhiro 
Kudo1, Anwar Usman3, Teruki Sugiyama1, 4, Johan 
Hofkens2, Hiroshi Masuhara1

1.National Chiao Tung Univ. Taiwan, 2.Katholieke Univ. 
Leuven Belgium, 3.Univ. Brunei Darussalam Brunei, 
4.Nara Inst. of Science and Technology

  E 16p-P10-6 Optical trapping-formed colloidal assembly with light 
propagation studied by transmission spectral and 
diffraction pattern measurements

〇(M1)Ching-Hsiang Tseng1, Tetsuhiro Kudo1, 
Shun-Fa Wang1, Ken-ichi Yuyama2, Hiroshi 
Masuhara1

1.National Chiao Tung Univ. Taiwan, 2.Research Inst. 
for Electronic Science, Hokkaido Univ.

  E 16p-P10-7 Polystyrene Nanoparticles Assembly Formed Irreversibly 
by Laser Trapping at Air/solution Interface

〇(M2)Chi-Lung Wu1, Tetsuhiro Kudo1, Shun-Fa 
Wang1, Ken-ichi Yuyama2, Teruki Sugiyama1, 3, 
Hiroshi Masuhara1

1.National Chiao Tung Univ., Taiwan, 2.Research Inst. 
for Electronic Science, Hokkaido Univ., 3.Nara Inst. of 
Science and Technology

   16p-P10-8 カップ状金ナノ構造を用いた近接場光学トラップの検討 〇阿川 裕晃 1, 岡本 隆之 2, 磯部 敏宏 1, 中島 章 1, 松下 
祥子 1

1.東工大工, 2.理研

   16p-P10-9 凹型気液界面を有する流体中における高効率光発熱集合
法の開発

〇山本 靖之 1, 2, 清水 恵美 2, 床波 志保 2, 飯田 琢也 1 1.阪府大院理, 2.阪府大院工
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3.1 光学基礎・光学新領域 / Basic optics and frontier of optics



3.2 材料・機器光学 / Equipment optics and materials
3/16(Thu.) 13:15 - 16:30 口頭講演 (Oral Presentation) 422会場

 13:15 招 16p-422-1 「3. 光・フォトニクス　分科内招待講演」（30分）
光波と量子ビーム制御・処理のための光重合性ナノコン
ポジット材料

〇富田 康生 1 1.電通大院基盤理工

 13:45  16p-422-2 一軸性有機材料の断面における複屈折分布の測定手法の
開発

〇米田 優 1, 石川 謙 1 1.東工大院

 14:00  16p-422-3 CCD分光器を用いた迅速型キラル分光装置(HAUP) 〇高鍋 彰文 1, 小島 秀子 2, 朝日 透 1, 2 1.早大院先進理工, 2.早大ナノ・ライフ創研機構
 14:15  16p-422-4 アゾ-カルバゾール色素の書き換え型マルチカラーホロ

グラム
〇木梨 憲司 1, 坂井 亙 1, 堤 直人 1 1.京都工芸繊維大学

 14:30  16p-422-5 ベクトル渦ビームの偏光ホログラム記録により作製され
た異方性回折素子

〇坂本 盛嗣 1, 中元 勇貴 1, 河合 孝太郎 1, 野田 浩平 1, 
佐々木 友之 1, 川月 喜弘 2, 小野 浩司 1

1.長岡技科大, 2.兵庫県立大

 14:45  16p-422-6 ４光束偏光干渉光配向による可変式波長偏光ビームスプ
リッターの創成

〇(D)河合 孝太郎 1, 坂本 盛嗣 1, 野田 浩平 1, 佐々木 
友之 1, 川月 喜弘 2, 小野 浩司 1

1.長岡技科大, 2.兵庫県立大

 15:00  休憩/Break
 15:15  16p-422-7 ４連結回転楕円体面鏡を用いたラマン散乱光学システム

の構築
〇(M1C)早川 智亮 1, 山口 誠 1, 川手 悦男 2 1.秋田大学理工, 2.有限会社トラス

 15:30  16p-422-8 紫外光用LCOS型空間位相変調器の検討 〇西立野 将史 1, 鄭 麗和 2, 桜井 康樹 1, 平等 拓範 2 1.santec, 2.分子研
 15:45  16p-422-9 円形高抵抗膜を用いた輪帯電極型液晶レンズの光学位相

差分布特性
後藤 祐紀 1, 〇河村 希典 1, 佐藤 進 2 1.秋田大院理工, 2.液晶レンズ研究所

 16:00 奨 16p-422-10 輪帯電極及び高抵抗膜を用いたフレネル型大口径液晶レ
ンズ

〇(M1)斉藤 慎太郎 1, 後藤 祐紀 1, 河村 希典 1, 佐藤 
進 2

1.秋田大院理工, 2.液晶レンズ研究所

 16:15 奨 16p-422-11 非線形光学効果に基づく高分子安定化色素ドープ液晶の
光配向挙動

〇臼井 鴻志 1, 片山 絵梨香 1, 久野 恭平 1, 赤松 範久 1, 
Barrett Christopher1, 2, 宍戸 厚 1, 3

1.東工大化生研, 2.McGill University, 3.JSTさきがけ

3/17(Fri.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1会場
   17a-P1-1 ＧＡを用いたマルチレベル異方性回折格子の設計 〇岡本 浩行 1, 野田 浩平 1, 坂本 盛嗣 1, 佐々木 友之 1, 

小野 浩司 1
1.長岡技大

   17a-P1-2 液晶ホログラムメモリへの放射線照射による光学特性の
影響

〇荻原 昭文 1, 渡邊 実 2, 伊藤 芳純 2 1.神戸高専, 2.静岡大

   17a-P1-3 ニッケル錯体を用いた液晶の近赤外光誘起配向変化 〇木下 基 1, 古川 元行 1, 杉山 茉奈 1 1.埼工大工
   17a-P1-4 ガリウム及びCaF2 を利用したポリジメチルシロキサン複

合光学系
中窪 奎喬 1, 朱 峻鋒 1, 野間田 裕昭 1, 樋口 宏和 1, 吉岡 
宏晃 1, 森田 金市 2, 〇興 雄司 1

1.九州大システム情報, 2.ウシオ電機

   17a-P1-5 液晶レンズ測定システム 陳 曉西 1, 李 其昌 2, 王 思聡 1, 〇葉 茂 1 1.電科大, 2.成都微晶
   17a-P1-6 衛星-地上局間光通信用デュプリケート光学系の検討 〇中山 朋子 1, 高山 佳久 2, 藤川 知栄美 1, 小舘 香椎

子 3
1.東海大工, 2.東海大情報通, 3.電通大

   17a-P1-7 日影曲線上に蛍光体を配置した集光型太陽光発電 〇奥山 真光 1, 太田 正倫 1, ビンティ　エム　アズミ 
ナダ　ディアナ 1, 水野 敬規 1, 藤枝 一郎 1

1.立命館大理工

   17a-P1-8 液晶/色素セル内での光の反射による複数の発光点の発
生

〇高本 享昌 1, 太田 正倫 1, 藤枝 一郎 1 1.立命館大理工

   17a-P1-9 液晶マイクロレンズアレイによる光拡散特性の制御 〇梁瀬 智 1, 内田 勝 1 1.秋田産技センター
3.3 情報フォトニクス・画像工学 / Information photonics and image engineering
3/14(Tue.) 13:45 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) F205会場

 13:45 招 14p-F205-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
ディジタルホログラム技術を用いた複素振幅データ記録
ホログラフィックメモリ

〇信川 輝吉 1, 野村 孝徳 1 1.和歌山大院システム工

 14:00  14p-F205-2 ホログラフィックメモリにおける解析関数を用いたペー
ジデータ再生方法の検討

〇サルワル シャキブ 1, 茨田 大輔 1, 2 1.宇大院工, 2.宇大CORE

 14:15 奨 14p-F205-3 既知位相埋め込み型コリニアホログラフィックメモリー
による位相多値記録

〇西元 初夢 1, 藤村 隆史 2, 遠藤 政男 1, 梅垣 真祐 1, 志
村 努 1

1.東大生研, 2.宇都宮大

 14:30  14p-F205-4 ホログラフィックメモリにおける位相変調分割多重方式
の検討

〇(M1)平嶋 一督 1, 田上 哲史 2, 大輔 茨田 1, 2, 3 1.宇大院工, 2.宇大工, 3.宇大 CORE

 14:45 奨 14p-F205-5 位相変調型時系列コリニアホログラフィックメモリー 〇大森 遼 1, 西本 初夢 1, 林 梟 3, 田中 嘉人 1, 藤村 隆
史 2, 遠藤 政男 1, 志村 努 1

1.東大生研, 2.宇都宮大, 3.北京工科大

 15:00  14p-F205-6 正規化干渉縞を用いた一般化位相シフトディジタルホロ
グラフィによる物体光の復元

〇吉川 宣一 1, 葛西 敬介 1, 並木 翔馬 2 1.埼玉大院理工研, 2.埼玉大工

 15:15  14p-F205-7 疑似高精細位相変調による電子ホログラフィ 〇松田 侑真 1, 仁田 功一 1, 的場 修 1, 松島 恭治 2 1.神戸大院シス情, 2.関西大システム理工
 15:30  14p-F205-8 光コム参照型シンセサイザを用いたカスケードリンク多

波長デジタルホログラフィ
〇山際 将具 1, 2, 小川 貴之 1, 川人 勇介 1, トロヴァト 
クレモン 3, 南川 丈夫 1, 2, 山本 裕紹 2, 4, 安井 武史 1, 2

1.徳島大, 2.JST,ERATO美濃島知的シンセサイザ, 3.ボ
ルドー大, 4.宇都宮大

 15:45  14p-F205-9 空間分割照合法を用いたホログラフィック蛍光マッピン
グ

阿部 怜佑 1, 小川 仁志 1, 〇早崎 芳夫 1 1.宇都宮大オプティクス

 16:00  休憩/Break
 16:15  14p-F205-10 太陽電池の光エネルギー利用効率向上のための近接場光

援用波長支援フィルムの開発
〇玉井 涼 1, 野村 航 2, 竪 直也 3 1.九大工, 2.九大LP分シ, 3.九大院シス情

 16:30  14p-F205-11 空間光変調器(LCOS-SLM) の近赤外波長帯に対する高
速化の評価

〇酒井 寛人 1, 瀧口 優 1, 松本 直也 1, 宅見 宗則 1, 豊田 
晴義 1

1.浜松ホトニクス

 16:45  14p-F205-12 時間ドメインにおける差動ゴーストイメジング 〇大岡 佳生 1, 大村 史倫 1, 安武 裕輔 1, 2, 深津 晋 1 1.東京院総合, 2.JSTさきがけ
 17:00  14p-F205-13 単一光子による階層型意思決定 〇成瀬 誠 1, 2, Berthel Martin2, 3, Drezet Aurélien2, 3, 

Huant Serge2, 3, 堀 裕和 4, 金 成主 5
1.情通機構, 2.Univ. Grenoble Alpes, 3.CNRS Inst. 
NEEL, 4.山梨大, 5.物材機構

 17:15  14p-F205-14 高感度カメラを使用したスペックルコントラスト計測技
術の開発

〇鈴木 幸司 1, 久保田 重夫 1 1.株式会社オキサイド

 17:30  14p-F205-15 プロジェクター投影映像に対するAIRRによる空中表示 〇(M1)小貫 健太 1, 小堀 智史 1, 岡本 智行 1, 小野瀬 
翔 1, 山本 裕紹 1, 2

1.宇都宮大, 2.JST ACCEL

3/15(Wed.) 9:30 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F205会場
 9:30  15a-F205-1 ３次元スクリーンを利用した再帰反射による空中結像

(AIRR)による空中３次元表示
〇黒川 菜緒 1, 伊藤 秀征 1, 山本 裕紹 1, 2 1.宇都宮大学, 2.JST, ACCEL

 9:45  15a-F205-2 アーク3DとAIRRによる両面の空中映像の形成 〇河合 一樹 1, 山本 裕紹 1 1.宇都宮大学工学部
 10:00  15a-F205-3 直交ミラーアレイを用いた空中像と背景投影による2.5

次元表示
〇岡本 智行 1, 河合 一樹 1, 久次米 亮介 1, 山本 裕紹 1 1.宇都宮大学

 10:15  15a-F205-4 映像上に垂直に空中像が浮かび上がるT型情報ディスプ
レイ

〇小堀 智史 1, 小野瀬 翔 1, 小貫 健太 1, 岡本 智行 1, 山
本 裕紹 1, 2

1.宇都宮大学, 2.JST ACCEL

 10:30  15a-F205-5 フラットパネル型立体シースルーディスプレイの背景結
像特性の改善

〇山口 祐太 1, 高木 康博 1 1.農工大院工

 10:45  休憩/Break
 11:00 招 15a-F205-6 「3. 光・フォトニクス　分科内招待講演」（30分）

今日から始めるスパースモデリング
〇大関 真之 1 1.東北大院情報科学

 11:30  15a-F205-7 蛍光符号化とベイズ情報量規準を用いた超解像蛍光イ
メージングの実証実験

〇木村 仁 1, 西村 隆宏 1, 小倉 裕介 1, 谷田 純 1 1.阪大院情
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3.3 情報フォトニクス・画像工学 / Information photonics and image engineering



 11:45  15a-F205-8 複素振幅型単一画素位相イメージング 〇太田 一毅 1, 早崎 芳夫 1 1.宇大,CORE
 12:00  15a-F205-9 コヒーレンスを考慮した波面コード化による深度拡大

～レーザー走査型結像系とコヒーレント結像系への応用～
〇橋本 和久 1, 小松 進一 1 1.早大先進理工

3/15(Wed.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P9会場
   15p-P9-1 同軸落射照明下での複眼画像観察における筆跡画線の表

面反射光の低減
〇赤尾 佳則 1 1.科警研

   15p-P9-2 光無線通信に向けたエルミートガウスビームの大気伝搬
特性

〇齊藤 彩 1, 宇於崎 友香 1, 小川 賀代 1 1.日本女子大理

   15p-P9-3 ラゲールガウスモード多重におけるホログラムを用いた
クロストークの評価

〇坂元 彩乃 1, 齊藤 彩 1, 小川 賀代 1 1.日本女子大理

   15p-P9-4 スペックルパターンを用いた二波長ディジタルホログラ
フィック顕微鏡

小野寺 裕星 1, タン チン チェン 1, 〇船水 英希 1, 魚住 
純 2, 相津 佳永 1

1.室工大院, 2.北海学園大

   15p-P9-5 ディジタルホログラフィック顕微鏡を用いた血液凝固に
よる凝集構造のトモグラフィック位相イメージング

後藤 遼二 1, 園田 光太郎 1, 〇船水 英希 1, 相津 佳永 1 1.室工大院

   15p-P9-6 平面導波路型デジタルホログラフィック顕微鏡の開発 〇原 菜摘 1, 池田 佳奈美 1, 岡本 勝就 2, 渡邉 恵理子 1 1.電気通信大学, 2.（株）岡本研究所
   15p-P9-7 多波長位相シフトディジタルホログラフィのための波長

分離法
〇葛西 敬介 1, 吉川 宣一 1 1.埼玉大院理工

   15p-P9-8 AIRRにおけるゴースト像除去のための再帰反射シート
の水平配置
Horizontal installation of retro-reflector to eliminate a 
ghost image in AIRR

〇久次米 亮介 1, 2, 山本 裕紹 1, 3 1.宇都宮大学, 2.徳島大学, 3.JST, ACCEL

   15p-P9-9 円錐ミラーと円筒スクリーンを用いたプロジェクション
式全周型ディスプレイ

〇(M1)小野瀬 翔 1, 山本 裕紹 1, 2 1.宇都宮大学, 2.JST,ACCEL

   15p-P9-10 偏光変調を用いたAIRRにおける内部光源を用いた空中
像の接触検知

〇藤井 賢吾 1, 小貫 健太 1, 山本 裕紹 1, 2 1.宇都宮大学, 2.JST,ACCEL

3.4 生体・医用光学 / Biomedical optics
3/16(Thu.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P11会場

  奨 16p-P11-1 非侵襲生体測定に向けた共鳴音場を用いた連続波２波長
差分光音響法の応答特性解析

〇田中 雄次郎 1, 田島 卓郎 1, 瀬山 倫子 1 1.NTT

  奨 16p-P11-2 光ヘテロダイン検波を用いた非侵襲血糖センサーの開発 〇岡井 雅晃 1, 阪野 翔太 1, 和田 健司 1, 堀中 博道 1 1.阪府大院工
  奨 16p-P11-3 短波長可視レーザー光による生細胞の光毒性評価 〇川原 翔平 1, 難波 慎太郎 1, 高橋 圭介 1, 松山 哲也 1, 

和田 健司 1, 川喜多 愛 2, 村田 香織 2, 杉本 憲治 2
1.阪府大院工, 2.阪府大院生環

   16p-P11-4 平板試料における偏光の多重散乱に対する測定条件の影
響：モンテカルロシミュレーション

〇大槻 荘一 1 1.産総研健康工学

   16p-P11-5 斜方スリット照明による皮膚内部反射光のハイパースペ
クトル画像計測

宮澤 翔太 1, 〇船水 英希 1, 湯浅 友典 1, 相津 佳永 1 1.室工大院

   16p-P11-6 ロボットアームを用いた自動生体画像計測システムによ
る血流計測

田中 祥平 1, 山木 智弘 1, 〇湯浅 友典 1, 船水 英希 1, 相
津 佳永 1

1.室工大院

   16p-P11-7 MCSデータベースを用いた皮膚組織パラメータの推定法
に関する検討

鈴木 達也 1, 〇湯浅 友典 1, 船水 英希 1, 相津 佳永 1 1.室工大院

   16p-P11-8 皮膚ファントムの改良と皮膚表面形状付与に関する検討 橋本 遼平 1, 永森 祐太郎 1, 前田 貴章 2, 〇湯浅 友典 1, 
船水 英希 1, 相津 佳永 1

1.室工大院, 2.釧路高専

   16p-P11-9 モンテカルロ法を用いた9層構造皮膚モデルにおける光
子フルーエンスの時間的解析

英 勇斗 1, 船水 英希 1, 前田 貴章 2, 湯浅 友典 1, 〇相津 
佳永 1

1.室工大院, 2.釧路高専

   16p-P11-10 3次元造形技術を用いた曲面型皮膚ファントムの試作に
関する検討

森 雄貴 1, 前田 貴章 2, 湯浅 友典 1, 船水 英希 1, 〇相津 
佳永 1

1.室工大院, 2.釧路高専

   16p-P11-11 血液凝固過程で観察されるバイオスペックルパターンの
フラクタル性

〇横井 直倫 1, 相津 佳永 2, 魚住 純 3 1.旭川高専, 2.室工大院, 3.北学園大

   16p-P11-12 2波長スペックル法を用いた血流抑制実験における血流
変化応答に関する検討

岡崎 隼也 1, 篠原 智美 1, 横井 直倫 2, 船水 英希 1, 湯浅 
友典 1, 〇相津 佳永 1

1.室工大院, 2.旭川高専

   16p-P11-13 量子ドットSLD光源を用いた高分解能OCT画像取得 〇山内 翔 1, 尾崎 信彦 1, 大里 啓孝 2, 渡辺 英一郎 2, 池
田 直樹 2, 杉本 喜正 2, 古城 健司 3, 宮地 邦男 3, Childs 
David4, Hogg Richard4

1.和歌山大シス工, 2.物材機構, 3.シンクランド㈱, 4.グ
ラスゴー大

   16p-P11-14 ２次元 SLM を用いた２光子励起蛍光および光褪色の適
応制御

〇本田 成 1, 前迫 啓志 1, 神山 直人 1, 戸田 圭亮 1, 須田 
亮 1

1.東理大理工

   16p-P11-15 マイクロ波CTにおける時間反転による画像再構成 〇(BC)大倉 麻由佳 1, 細見 直正 1, 寺西 大 2, 山口 聡
一朗 1

1.関西大, 2.広島工大

3/17(Fri.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 413会場
 9:00  17a-413-1 近赤外分光法を利用した血管・神経組織の術中判別 〇(D)大山 慎太郎 1, 2, 森下 壮一郎 1, 横田 秀夫 1, 曽

我 公平 3, 平田 仁 2
1.理研 画像情報処理研究チーム, 2.名大 手の外科, 3.東
京理科大 材料工学

 9:15  17a-413-2 ドップラOCTによる眼底血流速度の再現性の検証 〇酒井 潤 1, 中村 俊輔 1, 三野 聡大 1, 吉田 晃敏 2, 福間 
康文 1, 秋葉 正博 1

1.トプコン, 2.旭医大

 9:30  17a-413-3 超音波による化学発光増強を利用した生体内活性酸素画
像検出法の検討

〇佐藤 彰洋 1, 石川 洸太 2, 小林 正樹 1, 2 1.東北工業大学大学院, 2.東北工業大学

 9:45  17a-413-4 光音響イメージングのための高速波長可変レーザー 〇(PC)丸山 真幸 1, 小川 貴代 1, 斎藤 徳人 1, 和田 智
之 1

1.理研

 10:00  17a-413-5 細い偏光ビーム照射による後方散乱に基づく平板中埋入
体のイメージング

〇大槻 荘一 1 1.産総研健康工学

 10:15  休憩/Break
 10:30  17a-413-6 電気光学結晶を用いた連続偏光分解SHG顕微鏡の開発 〇(B)坂上 卓也 1 1.徳島大学工学部機械工学科
 10:45  17a-413-7 マルチカラー誘導ラマン散乱顕微鏡のための超高速波長

切り替えレーザ－光源の改良
〇小林 航也 1, 鈴木 祐太 1, デン ディンハン 1, 脇坂 佳
史 2, 合田 圭介 2, 小関 泰之 1

1.東大院工, 2.東大院理

 11:00  17a-413-8 生細胞に投与した薬剤のアルキン標識・増強ラマンイメー
ジング

〇安藤 潤 1, 2, 3, 関谷 拓正 1, Ka Den1, 山越 博幸 2, どど 
孝介 2, 3, 袖岡 幹子 2, 3, 河田 聡 1, 藤田 克昌 1, 3

1.阪大院工, 2.理研, 3.AMED-CREST, AMED

 11:15  17a-413-9 Y2O3:Tm,Ybナノ粒子の波長480 nmアップコンバージョ
ン蛍光を用いた蛍光イメージング

〇(M1)佐藤 大暉 1, 山中 真仁 1, 古川 太一 2, 新岡 宏
彦 2, 三宅 淳 2, 西澤 典彦 1

1.名大院工, 2.阪大院基礎工

 11:30  17a-413-10 可視波長域2光子励起を用いた蛍光分光顕微鏡の開発 〇久保 俊貴 1, 望月 健太郎 1, 渡辺 梢 1, 藤井 俊輔 1, 新
井 由之 2, 畔堂 一樹 1, Smith Nicholas I.3, 河田 聡 1, 永
井 健治 2, 藤田 克昌 1

1.阪大応物, 2.阪大産研, 3.阪大、iFReC

3/17(Fri.) 13:15 - 16:00 口頭講演 (Oral Presentation) 413会場
 13:15 奨 17p-413-1 Er添加ナノ粒子の高次非線形応答を用いた蛍光イメージ

ング
〇山中 真仁 1, 佐藤 大暉 1, 古川 太一 2, 新岡 宏彦 2, 三
宅 淳 2, 西澤 典彦 1

1.名大院工, 2.阪大院基礎工

 13:30 奨 17p-413-2 コヒーレントアンチストークスラマン散乱硬性鏡を用い
た前立腺筋膜内の神経の無染色イメージング

〇廣瀬 敬吾 1, 福島 修一郎 1, 古川 太一 2, 橋本 守 3 1.阪大院基, 2.阪大ナノ, 3.北大院情科研

 13:45 奨 17p-413-3 細胞内輸送される金属ナノ粒子による増強ラマン散乱ス
ペクトルの時間分解分析

〇(P)畔堂 一樹 1, 安藤 潤 1, スミス ニコラス 2, 藤田 
克昌 1, 河田 聡 1

1.阪大工, 2.阪大IFReC
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3.4 生体・医用光学 / Biomedical optics



 14:00 奨 17p-413-4 顕微透過赤外分光法による培地中で生きた細胞の代謝そ
の場測定

〇宇部 卓司 1, 米山 靖子 1, 石黒 孝 1 1.東理大基工

 14:15 奨 17p-413-5 皮膚表層末梢血管イメージングにおける拡散背面照射効
果

〇(M1)新井 宏紀 1, 酒井 美菜子 1, 岩井 俊昭 2 1.東京農工大学 BASE, 2.東京農工大学研究院 BASE

 14:30  休憩/Break
 14:45  17p-413-6 広帯域多波長画像の組み合わせによる植物健康診断シス

テムⅡ
〇片岡 圭司 1, 齊藤 保典 1, 西村 彬 1, 大谷 武志 1, 冨田 
孝幸 1, 児山 祥平 2, 石澤 広明 2, 亀岡 孝治 3, 丸山 次
郎 4, 小平 計美 4

1.信州大工, 2.信州大IFES, 3.三重大生物資源, 4.(株)
アールエフ

 15:00  17p-413-7 ラマン分光法を利用した末梢神経検知 〇熊本 康昭 1, 南川 丈夫 1, 原田 義規 1, 田中 秀央 1, 高
松 哲郎 1

1.京府医大

 15:15  17p-413-8 細胞膜機能の可視化に向けた電子線照射による膜損傷評
価

伊藤 銀河 1, 手老 龍吾 2, 〇居波 渉 1, 川田 善正 1 1.静岡大, 2.豊橋技科大

 15:30  17p-413-9 ヒト体表におけるバイオフォトン発光と遅延発光の分光
的比較

〇岩佐 琥偉 1, 小林 正樹 1 1.東北工業大学

 15:45  17p-413-10 蛍光分子の光褪色における三重項/暗状態の過渡応答解
析

〇坂田 のどか 1, 前迫 啓志 1, 神山 直人 1, 岩田 興典 1, 
戸田 圭亮 1, 須田 亮 1

1.東理大理工

3.5 レーザー装置・材料 / Laser system and materials
3/14(Tue.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P6会場

  奨 14p-P6-1 Ybドープファイバを用いた二波長出力CWファイバレー
ザの開発

〇土橋 一磨 1, 星 正幸 1, 廣橋 淳二 1, 牧尾 諭 1 1.オキサイド

   14p-P6-2 ツリウムドープファイバ中のポンプ光の強度変調による
信号光の変調強度の検討

〇王 宇 1, セット ジイヨン 1, 山下 真司 1 1.東京大学

   14p-P6-3 位相変調誘起Figure9ファイバレーザ 〇本田 知恭 1, 深津 智耀 1, セット ジイヨン 1, 山下 真
司 1

1.東大工

   14p-P6-4 CW発振が不安定な共振器条件において実現されるカー
レンズモード同期機構の数値解析

〇夏 沛宇 1, 吉岡 孝高 2, 五神 真 1 1.東大理, 2.東大工

   14p-P6-5 ガス分光に向けた中赤外波長掃引分散チューニング光
ファイバレーザ

〇鈴木 昂平 1, 津田 幸宏 1, セット ジ・イヨン 1, 山下 
真司 1

1.東京大学院

  奨 14p-P6-6 14W 深紫外レーザーの発生 〇中尾 博明 1, 森田 昌幸 1, 金田 有史 1, 2, 宮本 晃男 1, 
田子 毅 1, 佐々 敏明 1, 笹浦 正弘 1, 古川 保典 1

1.オキサイド, 2.アリゾナ大光科学カレッジ

   14p-P6-7 高繰返しパルスレーザーを用いた高出力紫外・深紫外波
長変換

〇岡 直哉 1, 伊藤 健吾 1, 金子 武 1, 黒田 義人 1, 田辺 靖
雄 1, 水本 雅美 1, 岡 美智雄 1, 曽田 武敏 1, 田子 毅 1, 
佐々 俊明 1, 笹浦 正弘 1, 古川 保典 1

1.オキサイド

  奨 14p-P6-8 インクジェット印刷法によるシリカ系無機マイクロディ
スク共振器

〇吉岡 宏晃 1, 三上 裕也 1, 笠 聡一郎 1, 陳 聡 1, 西村 直
也 2, 興 雄司 1

1.九州大工, 2.日産化学

   14p-P6-9 フレキシブルな微小Oリングレーザ 米田 知真 1, 〇斉藤 光徳 1 1.龍谷大理工
   14p-P6-10 コーナーキューブおよびアキシコンリトロリフレクター

の偏光特性
〇コスロービアン ハイク 1, 谷口 誠治 1, 北村 俊幸 1 1.レーサー総研

   14p-P6-11 Cr:ZnSeレーザーの単一ピークパルス動作化 〇湯本 正樹 1, 斎藤 徳人 1, 和田 智之 1 1.理化学研究所
   14p-P6-12 Cr4+:YAG可飽和吸収の偏光依存性に関する一般モデル 〇佐藤 庸一 1, 平等 拓範 1 1.分子研
   14p-P6-13 放電プラズマ焼結法を用いた透光性YAG セラミックスの

開発
〇厳 佳月 1, 根津 優樹 1, 古瀬 裕章 1, 藤岡 加奈 2, 宮永 
憲明 2, 川村 みどり 1, 吉田 英弘 3, 森田 孝治 3, 鈴木 
達 3, 金 炳男 3, 目 義雄 3, 平賀 啓二郎 1, 3

1.北見大工, 2.阪大レーザー研, 3.物材機構

   14p-P6-14 太陽光励起レーザー用屈折率整合Nd/Cr:YAGコンポ
ジットロッドの発振特性

〇長谷川 和男 1, 市川 正 1, 竹田 康彦 1, 池末 明生 2, 伊
藤 博 2, 元廣 友美 2

1.豊田中研, 2.名大

3/15(Wed.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 213会場
 9:00  15a-213-1 全ファイバー型2 μm帯Tmファイバーノイズライクパ

ルス発振器及び増幅器の開発
〇益子 裕 1, 藤田 慧祐 1, 戸倉川 正樹 1 1.電通大レーザー研

 9:15  15a-213-2 半導体レーザーをシード源とした誘導ラマン散乱抑制
フォトニックバンドギャップファイバー増幅器の開発

〇八木澤 大希 1, 白川 晃 1 1.電通大レーザー研

 9:30  15a-213-3 可飽和吸収体による受動Qスイッチ位相同期マルチコア
ファイバーレーザー

内部 優花 1, 黒須 雄太 1, 〇白川 晃 1 1.電通大レーザー研

 9:45  15a-213-4 位相同期マルチコアファイバーレーザーの干渉法による
モード解析

〇(M2)黒須 雄太 1 1.電通大レーザー研

 10:00  15a-213-5 部分的モード同期Ybファイバーレーザーにおける
Soliton Explosion

〇鈴木 将之 1, 米谷 新 2, 黒田 寛人 1 1.愛知医大, 2.埼玉医大

 10:15  15a-213-6 非線形偏波回転を用いたTmファイバーモード同期レー
ザーの開発

〇相楽 啓 1, 藤田 慧祐 1, 戸倉川 正樹 1 1.電通大レーザー研

 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-213-7 カーボンナノチューブ可飽和吸収体を用いたモード同期

Yb3+:CaF  2 レーザーの開発
横島 直行 1, 北島 将太朗 1, 〇白川 晃 1, Choi 
Sunyoung2, Rotermund Fabian3

1.電通大レーザー研, 2.ハンブルグ大, 3.KAIST

 11:00  15a-213-8 サブ200 fsカーレンズモード同期Tm3+:Sc2O3 レーザー 〇戸倉川 正樹 1, 藤田 慧祐 1, 益子 裕 1, クランケル ク
リスティアン 2, 3

1.電通大レーザー研, 2.ハンブルグ大学レーザー研, 
3.ハンブルグ超高速イメージセンター

 11:15 奨 15a-213-9 478-および520-nm半導体レーザ直接励起Ti:sapphire
レーザ

〇杉山 直仁 1, 田中 裕樹 1, 神成 文彦 1 1.慶大理工

 11:30 E 15a-213-10 Compact 12MW Microchip Oscillator-Amplifier System Vincent Yahia1, 〇Takunori Taira1 1.IMS
 11:45  15a-213-11 放電プラズマ焼結法を用いた透光性Yb:Y2O3 セラミック

レーザーの開発
〇古瀬 裕章 1, 中沢 俊亮 1, 吉田 英弘 2, 森田 孝治 2, 鈴
木 達 2, 金 炳男 2, 目 義雄 2, 平賀 啓二郎 1, 2

1.北見工大, 2.物材機構

 12:00 奨 15a-213-12 2.8 μm帯Er添加Lu2O3 セラミックレーザーの発振特性
評価

〇上原 日和 2, 安原 亮 1, 時田 茂樹 2, 村上 政直 3, 清水 
政二 3

1.核融合研, 2.阪大レーザー研, 3.三星ダイヤモンド工
業(株)

3/15(Wed.) 14:30 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) 213会場
 14:30  15p-213-5 MgO添加一致溶融および定比組成LiNbO3 の電気光学定

数精密測定
〇(M1)秋山 和己 1, 中野 翔太 1, 庄司 一郎 1 1.中大電電

 14:45 奨 15p-213-6 デュアルコム分光による非線形光学材料の異方性評価法
の開発

〇(M1)近藤 健一 1, 2, 浅原 彰文 1, 2, 王 月 1, 庄司 一
郎 3, 美濃島 薫 1, 2

1.電通大, 2.JST, ERATO 美濃島知的光シンセサイザ, 
3.中央大

 15:00  15p-213-7 熱レンズフリーアクティブミラー 〇植田 憲一 1 1.電通大レーザー研
 15:15  15p-213-8 界面に無反射コーティング層を有する常温接合Nd:YAG/

ダイヤモンド複合構造レーザーの高効率・高出力動作
〇勝俣 友 1, 市川 裕允 1, 庄司 一郎 1 1.中央大理工

 15:30  15p-213-9 サファイアエンドキャップNd:YVO4スラブバウンス増
幅器を用いた高出力パルス幅・パルス繰返し周波数可変
ピコ秒レーザー

〇山口 頌木 1, 佐々木 佑太 1, 鴻和 真弥 1, 柴川 純 1, 宮
本 克彦 1, 2, 尾松 孝茂 1, 2

1.千葉大院融合科学, 2.千葉大分子キラリティー研究セ
ンター

 15:45 E 15p-213-10 Passively Q-switched microlaser based on structured laser 
gain-medium

〇Arvydas Kausas1, Lihe Zheng1, Takunori Taira1 1.Inst. for Molecular Science

 16:00  休憩/Break
 16:15 奨 15p-213-11 超広帯域波長可変光渦パラメトリックレーザー 〇荒木 隼悟 1, 鈴木 健祐 1, 西田 滋紀 1, Mamuti 

Roukuya1, 宮本 克彦 1, 2, 尾松 孝茂 1, 2
1.千葉大院融合, 2.千葉大分子キラリティー研

 16:30  15p-213-12 中赤外(6-18μm)光渦パラメトリックレーザー 〇安藤 花菜 1, 尾川 あずさ 1, 宮本 克彦 1, 尾松 孝茂 1, 2 1.千葉大院融合科学, 2.千葉大分子キラリティー研
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3.5 レーザー装置・材料 / Laser system and materials



 16:45  15p-213-13 位相補償を用いた光ファイバー増幅器における高出力・
高品質ベクトルビーム発生

〇小澤 祐市 1, 佐藤 俊一 1 1.東北大多元研

 17:00  15p-213-14 Hg0.35Cd0.65Ga2S4 の90°位相整合光パラメトリック発振 〇梅村 信弘 1, Valentin Petrov2, 加藤 洌 1, 3 1.千歳科技大理工, 2.Max-Born Institute, 3.岡本光学加
工所

 17:15  15p-213-15 InGaN 半導体レーザ励起 Pr:YLF レーザの第三次高調波
発生

〇(B)清田 恭章 1, 田中 裕樹 1, 飯島 功大 1, 神成 文彦 1 1.慶大理工

 17:30  休憩/Break
 17:45  15p-213-16 結合共振器による2波長面発光レーザーの偏光特性 〇南 康夫 1, 太田 寛人 1, 盧 翔孟 1, 北田 貴弘 1 1.徳島大院理工
 18:00 E 15p-213-17 Generation of smooth-shape nano-second light pulses 

from gain-switched laser diodes
〇KaiHsun Chang1, Jui-Hung Hung1, Yi-Cheng 
Fang1, Hiroyuki Yokoyama1

1.NICHe, Tohoku University.

 18:15 奨 E 15p-213-18 Generation of sub-nanosecond multi-wavelength optical 
pulses based on semiconductor laser diodes and stimulated 
Raman scattering

〇Hung JuiHung1, Kai-Hsun Chang1, Yi-Cheng 
Fang1, Lung-Han Peng2, Hiroyuki Yokoyama1

1.NICHe, Tohoku Univ., 2.GIPO, National Taiwan Univ.

 18:30  15p-213-19 セロダイン変調を用いたコヒーレントビーム結合システ
ムの検討

〇原口 英介 1, 尾野 仁深 1, 安藤 俊行 1 1.三菱電機(株)

 18:45  15p-213-20 セロダイン変調がヘテロダイン受信信号に及ぼす影響の
検討

〇原口 英介 1, 尾野 仁深 1, 安藤 俊行 1 1.三菱電機(株)

CS.9 3.5レーザー装置・材料,3.14光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション / 3.5/3.14 Code-sharing session
3/15(Wed.) 13:15 - 14:15 口頭講演 (Oral Presentation) 213会場
 13:15 招 15p-213-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

磁気ドメインを利用した薄膜Qスイッチレーザーの開発
〇後藤 太一 1, 2, 森本 凌平 1, プリチャード ジョン 3, 
高木 宏幸 1, 中村 雄一 1, リム パンボイ 1, 内田 裕久 1, 
ミナ マニ 3, 平等 拓範 4, 井上 光輝 1

1.豊橋技科大, 2.JST さきがけ, 3.アイオワ州立大, 4.分
子研

 13:30  15p-213-2 常温接合を用いたGaAsプレート多数枚積層擬似位相整
合中赤外波長変換デバイスの開発

〇新 裕貴 1, 窪田 輝充 1, 脇山 直也 1, 庄司 一郎 1 1.中大理工

 13:45  15p-213-3 CZ結晶育成縞の影響を回避する大口径PPMgLN素子の
検討

〇石月 秀貴 1, 平等 拓範 1 1.分子研

 14:00  15p-213-4 ノンドープコングルエントPPLNの擬似位相整合特性 〇梅村 信弘 1, 大沼 佑亮 1, 松田 大輔 2 1.千歳科技大理工, 2.㈱ナノシステムソリューションズ
3.6 超高速・高強度レーザー / Ultrashort-pulse and high-intensity lasers

3/16(Thu.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 311会場
 9:00  16a-311-1 動的ヤーン・テラー描像による非対称モード光学フォノ

ンのコヒーレント光励起
〇中村 一隆 1, 萱沼 洋輔 1, 2 1.東工大フロンティア研, 2.大阪府大

 9:15  16a-311-2 位相ロックパルス対によるGaAs単結晶電子フォノン結
合系のコヒーレント制御

〇加瀬 麟太郎 1, 横田 謙祐 1, 奥田 悠貴 1, 萱沼 洋
輔 1, 2, 鹿野 豊 3, 4, 中村 一隆 1

1.東工大フロンティア研, 2.大阪府大理, 3.分子研, 
4.チャップマン大学

 9:30  16a-311-3 波長分解型過渡透過率計測によるダイヤモンド光学フォ
ノンの位相緩和時間の測定

〇田中 利歩 1, 佐々木 寛弥 1, 萱沼 洋輔 1, 2, 鹿野 豊 3, 4, 
南 不二雄 1, 中村 一隆 1

1.東工大フロンティア研, 2.大阪府大理, 3.分子研, 
4.チャップマン大学

 9:45  16a-311-4 フェムト秒時間分解光電子顕微鏡による半導体光キャリ
アダイナミクスの可視化

〇福本 恵紀 1, 恩田 健 2, 腰原 伸也 2 1.高エネ研, 2.東工大院理学

 10:00  16a-311-5 置換基効果を利用した共役ジエン系の励起緩和経路の制
御

天宅 建晴 1, 荒木 孝太郎 1, 跡部 龍之介 1, 佐藤 壮太 2, 
原渕 祐 2, 武次 徹也 2, 〇関川 太郎 1

1.北大工, 2.北大理

 10:15  休憩/Break
 10:30 奨 16a-311-6 位相制御モノサイクルTHz-STMにおけるトンネリング

電子の超高速実空間制御
〇(D)吉岡 克将 1, 片山 郁文 1, 嵐田 雄介 1, 南 康夫 1, 4, 
北島 正弘 1, 2, 吉田 昭二 3, 重川 秀実 3

1.横浜国大院工, 2.ルクスレイ, 3.筑波大数理物質, 4.徳
島大院工

 10:45  16a-311-7 中赤外パルスにおけるナノチップによる電場増強効果と
光電界電子放出

〇(PC)水野 智也 1, 金島 圭佑 1, 竹内 健悟 1, 石井 順
久 1, 金井 輝人 1, 板谷 治郎 1

1.東大　物性研

 11:00  16a-311-8 高強度レーザー場中における 1 次元水素分子イオンのフ
ル量子計算

〇安崎 遼路 1, 佐藤 健 1, 石川 顕一 1 1.東大院工

 11:15  16a-311-9 アト秒多原子分子ダイナミクスのポンプ・プローブ計測
のためのフラグメント分解運動量画像法の開発II

〇沖野 友哉 1, 2, 鍋川 康夫 1, 緑川 克美 1 1.理研・光量子, 2.JSTさきがけ

 11:30  16a-311-10 高強度レーザーを用いたガスターゲット中の相対論的プ
ラズマからの第2高調波発生

〇匂坂 明人 1, Alexander S. Pirozhkov1, 神門 正城 1, 
福田 佑二 1, 小瀧 秀行 1, 林 由紀雄 1, 桐山 博光 1, 川瀬 
啓悟 2, Anatoly Ya. Faenov3, Tatiana A. Pikuz3, Timur 
Zh. Esirkepov1, Sergei V. Bulanov1, 近藤 公伯 1

1.量研機構, 2.広島大学, 3.大阪大学

 11:45  16a-311-11 時間分解真空紫外反射分光によるプラズマミラー生成の
時空間解析

〇板倉 隆二 1, 赤木 浩 1, 和田 資子 1, 乙部 智仁 1 1.量研機構

3/16(Thu.) 13:15 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) 311会場
 13:15 招 16p-311-1 「第18回光・量子エレクトロニクス業績賞（宅間宏賞）

受賞記念講演」（30分）
パワーレーザーによるプラズマフォトニクスの開拓

〇兒玉 了祐 1 1.阪大

 13:45 E 16p-311-2 200 mJ infrared fs laser source by DC-OPA 〇(P)Yuxi FU1, Eiji J. TAKAHASHI1, Bing XUE1, 
Katsumi MIDORIKAWA1

1.RIKEN

 14:00  16p-311-3 深紫外フィラメント中の自己圧縮によるサブmJ、14fsパ
ルスの発生

〇足立 俊輔 1, 鈴木 俊法 1 1.京大理

 14:15 E 16p-311-4 High-order harmonic generation by 50 mJ three-channel 
optical waveform synthesizer

〇(P)Bing Xue1, Eiji J. Takahashi1, Yuxi Fu1, Katsumi 
Midorikawa1

1.RAP, RIKEN

 14:30  16p-311-5 セレン化ガリウムからの高次高調波の偏光回転 〇石井 順久 1, 金島 圭佑 1, 篠原 康 2, 竹内 健悟 1, 石川 
顕一 2, 板谷 治郎 1

1.東大物性研, 2.東大院工

 14:45 奨 E 16p-311-6 UV laser driven VUV laser at 10.7-eV with a repetition 
rate of 1-MHz

〇Zhigang Zhao1, Yohei Kobayashi1 1.The Univ. of Tokyo

 15:00  休憩/Break
 15:15  16p-311-7 幾何学的変換に基づく光渦の高精度軌道角運動量分解計

測
〇山根 啓作 1, 戸田 泰則 1, 森田 隆二 1 1.北大

 15:30 奨 16p-311-8 高強度・超高速回転リング状光格子の発生 〇(M1C)柿澤 康平 1, 岩佐 康平 1, 山根 啓作 1, 岡 和
彦 1, 戸田 泰則 1, 森田 隆二 1

1.北大

 15:45 奨 16p-311-9 石英薄板アレイにおける自己位相変調，誘起位相変調を
用いた超広帯域フェムト秒光パルスの発生

〇(B)山口 勇輝 1, 鈴木 敬和 1, 肥田 遼平 1, 神成 文彦 1 1.慶大理工

 16:00 奨 16p-311-10 干渉型ラマンイメージングのための高速スペクトル測定 〇田中 渓 1, 森田 芳恵 1, 鈴木 隆行 1 1.明大理工
 16:15 奨 16p-311-11 モードフィルタリングによるデュアルコム測定のSN比

向上
〇(M2)吉田 悟 1, 2, 梁木 琢也 1, 西山 明子 1, 2, 3, 美濃島 
薫 1, 2

1.電通大, 2.JST,ERATO美濃島知的光シンセサイザ, 
3.日本学術振興会

 16:30 奨 16p-311-12 デュアルコムの相対キャリアエンベロープ位相制御によ
るコヒーレント分光への展開

〇浅原 彰文 1, 2, 近藤 健一 1, 2, 王 月 1, 美濃島 薫 1, 2 1.電通大, 2.JST, ERATO美濃島知的光シンセサイザ

 16:45 奨 16p-311-13 ブラッグ回折チャープファイバーを用いたシングル
ショット分光

〇(M1)小林 真隆 1, ジョンソン ジェレミー1, 2, 嵐田 
雄介 1, 南 康夫 1, 3, 武田 淳 1, 山下 元気 4, 芦田 昌明 4, 
片山 郁文 1

1.横国大, 2.ブリガム・ヤング大, 3.徳島大, 4.大阪大

 17:00  休憩/Break
 17:15  16p-311-14 GHzカーレンズモード同期レーザーのオフセット周波数

計測
〇木村 祥太 1, 中村 卓磨 1, 遠藤 護 1, 大久保 弘樹 1, 谷 
峻太郎 1, 小林 洋平 1

1.東大物性研
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3.6 超高速・高強度レーザー / Ultrashort-pulse and high-intensity lasers



 17:30  16p-311-15 ファイバコム高繰り返し化のための全ファイバ型モード
フィルタリング手法の開発

〇中嶋 善晶 1, 2, 西山 明子 1, 2, 3, 吉田 悟 1, 2, 梁木 琢也 1, 
美濃島 薫 1, 2

1.電通大, 2.JST, ERATO美濃島知的光シンセサイザ, 
3.JSPS

 17:45 E 16p-311-16 Soliton pumping based mid-infrared optical frequency 
comb

〇LEI JIN1, Masahito Yamanaka1, Volker 
Sonnenschein1, Hideki Tomita1, Tetsuo Iguchi1, 
Atsushi Sato2, Akira Ideno2, Toshinari Oh-hara2, 
Norihiko Nishizawa1

1.Nagoya Univ., 2.Sekisui Medical

 18:00  16p-311-17 マイクロコム発生における誘導ラマン散乱による横モー
ド間の相互作用

〇堀 敦裕 1, 加藤 拓巳 1, 鈴木 良 1, 藤井 瞬 1, 小畠 知
也 1, 田邉 孝純 1

1.慶大理工

 18:15  16p-311-18 狭線幅波長可変ソリトンパルスの縦モードの特性評価 〇太田 望 1, 新家 俊輝 1, 金 磊 1, 榊原 陽一 2, 面田 恵美
子 2, 片浦 弘通 2, 西澤 典彦 1

1.名大院工, 2.参総研

 18:30  16p-311-19 受動モード同期ソリトンファイバレーザのフィックスド
ポイント調整

〇柏木 謙 1, 2, 稲場 肇 1, 2 1.産総研, 2.JST, ERATO 美濃島知的光シンセサイザ

 18:45  16p-311-20 シリカトロイド共振器における三次非線形光学効果を介
した広帯域可視光発生

〇藤井 瞬 1, 加藤 拓巳 1, 陣内 哲倫 1, 鈴木 良 1, 田邉 孝
純 1

1.慶大理工

3/17(Fri.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2会場
   17a-P2-1 デュアルピッチPPLN導波路によるCEO周波数安定性の

評価
〇原 一鳳 1, 3, 日達 研一 1, 忠永 修 2, 石澤 淳 1, 西川 
正 3, 後藤 秀樹 1

1.NTT物性研, 2.NTT DIC, 3.東京電機大

   17a-P2-2 Ybファイバーレーザーを用いたコンパクトなフェムト秒
赤外発光計測装置

〇末元 徹 1, 中村 卓磨 2, 谷 峻太郎 2, 小林 洋平 2 1.豊田理研, 2.東大物性研

   17a-P2-3 単層カーボンナノチューブを用いた全偏波保持ファイバ
レーザー光周波数コム光源の開発(II)

冨樫 泉洸 1, 長池 健 1, 金 磊 1, 榊原 陽一 2, 面田 恵美
子 2, 片浦 弘通 2, 小関 泰之 3, 〇西澤 典彦 1

1.名大院工, 2.産総研, 3.東大工

   17a-P2-4 ガルバノスキャナを用いた高速波長切り替えfigure-9
レーザ

〇藤田 敏郎 1, 小関 泰之 1 1.東大

   17a-P2-5 シリカロッド共振器における光カーコムを伴う第三次高
調波発生

〇久保田 啓寛 1, 鈴木 良 1, 藤井 瞬 1, 田邉 孝純 1 1.慶大理工

   17a-P2-6 ウィスパリングギャラリーモード結晶共振器における分
散制御

〇渕田 美夏 1, 中川 陽介 1, 糸部 大貴 1, 水本 由達 1, 柿
沼 康弘 1, 田邉 孝純 1

1.慶大理工

3.7 レーザープロセシング / Laser processing
3/14(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 512会場

 9:00  14a-512-1 Print and Imprint法に向けたピコ秒パルスレーザーによ
る異なるエンジニアリングプラスチックフィルムへの貫
通孔の形成加工

関 健斗 1, 〇中村 貴宏 1, 永瀬 和郎 2, 中川 勝 1 1.東北大多元研, 2.（株）ミノグループ

 9:15  14a-512-2 レーザー直接描画とめっきプロセスの併用による金属配
線形成

〇渡辺 明 1, 蔡 金光 1, 2 1.東北大多元研, 2.China Acad. Eng. Phys.

 9:30  14a-512-3 CuO/NiO混合ナノ粒子を用いたpn熱電パターンのレー
ザ還元選択描画

〇溝尻 瑞枝 1, 櫻井 淳平 1, 秦 誠一 1 1.名大院工

 9:45  14a-512-4 低出力レーザによる金属粉末のレーザ加工技術 〇徳久 英雄 1, 塚本 志帆 1, 白川 直樹 1 1.産総研FLEC
 10:00  14a-512-5 金薄膜へのCO2 レーザー照射によるナノ構造化 Maurya Sandeep1, 宇都 裕貴 1, 〇中嶋 隆 1 1.京大エネ研
 10:15  14a-512-6 レーザーリフトオフ法による金属ナノ粒子の作製と評価 〇村井 健介 1, ヘック クライレ 1, 望月 昭一 1, 橘田 晃

宜 1
1.産総研関西センター

 10:30  休憩/Break
 10:45 招 14a-512-7 【注目講演】[3. 光・フォトニクス 分科内招待講演]（30分）

マルチレーザー加工ヘッドを用いたレーザーコーティン
グ法の開発

〇(PC)佐藤 雄二 1, 塚本 雅裕 1, 菖蒲 敬久 2, 舟田 義
則 3, 山下 順広 3, 村谷 外博 4, 左今 佑 4, 東野 律子 1, 阿
部 信行 1

1.阪大接合研, 2.原子力研究開発機構, 3.石川工試, 4.村
谷機械

 11:15  14a-512-8 パルスレーザーアブレーションにおけるプルーム衝突過
程での衝撃波の影響

〇片山 慶太 1, 中村 亘 1, 蓬莱 祐貴 1, 福岡 寛 2, 吉田 岳
人 3, 青木 珠緒 1, 梅津 郁朗 1

1.甲南理工, 2.奈良高専, 3.阿南高専

 11:30  14a-512-9 AlCl3 水溶液中でのXeFエキシマレーザ照射による低温ポ
リシリコンへのAlドーピング

〇諏訪 輝 1, 2, 田中 希 1, 中村 大輔 1, 佐道 泰造 1, 池上 
浩 1, 2

1.九州大シス情, 2.九州大ギガフォトンNextGLP共同
部門

 11:45  14a-512-10 ポリカーボネート上シリコーン膜表面に形成したF2 レー
ザー誘起SiO2 改質膜のクラック抑制（２）

〇野尻 秀智 1, 2, 大越 昌幸 1 1.防衛大, 2.レニアス

 12:00  14a-512-11 LIBSによるFe表面の微量付着物の検出 〇川口 喜三 1, 大村 英樹 1, 佐藤 正健 1 1.産総研
3/14(Tue.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 512会場

 13:45 招 14p-512-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
フェムト秒レーザーによるシリコン表面へのプラズモ
ニック近接場の励起とアブレーション形状変化の観測

〇萩谷 将人 1, 宮地 悟代 1 1.東京農工大

 14:00 奨 14p-512-2 透明固体材料における干渉計測によるフェムト秒レー
ザーアブレーション過程の観測

〇(M2)井筒 類 1, 近藤 恭介 1, 富田 卓朗 1 1.徳島大工

 14:15 奨 14p-512-3 レーザー選択的溶融法おける造形時の粉末挙動の観察と
スパッタの低減化

〇(M1)山縣 秀人 1, 塚本 雅裕 2, 佐藤 雄二 2, 菖蒲 敬
久 3, 升野 振一郎 2, 東野 律子 2, 山下 顕資 1, 山下 順
広 4, 阿部 信行 2

1.阪大院工, 2.阪大接合研, 3.日本原研, 4.石川工業試験
場

 14:30 奨 14p-512-4 光渦レーザーアブレーションによる金ナノニードル創成 〇(B)中村 優里 1, 杉本 達之 1, 藤原 穂波 1, 泉澤 魁 1, 
宮本 克彦 1, 2, 鳥本 司 3, 森田 隆二 4, 尾松 孝茂 1, 2

1.千葉大院融合, 2.千葉大分子キラリティーセンター, 
3.名大院工, 4.北大院工

 14:45 奨 14p-512-5 フェムト秒レーザーアブレーションによる有機結晶成長
の時空間制御

〇(M1)鈴木 大希 1, 中林 誠一郎 1, 吉川 洋史 1 1.埼大院理工

 15:00  休憩/Break
 15:15 奨 14p-512-6 大気中レーザーアブレーションによる半導体マイクロ球

生成と制御
〇(M1)田崎 涼平 1, 東畠 三洋 1, 中村 大輔 1, 諏訪 
輝 1, 2, 池上 浩 1, 2

1.九大シス情, 2.九大ギガフォトンNextGLP共同部門

 15:30 奨 14p-512-7 高反応性分散液中レーザー照射プロセスによるSiナノ結
晶コロイド粒子の発光効率の改善とサイズ分布の狭小化

〇(D)袁 澤 1, 中村 俊博 2, 安達 定雄 2, 松石 清人 1 1.筑波大数理物質系, 2.群馬大院理工

 15:45 奨 14p-512-8 液中レーザーアブレーションで作製したCoOナノ粒子触
媒による電気化学的な水の酸化反応

〇西 哲平 1, 早坂 祐一郎 2, 鈴木 登美子 1, 佐藤 俊介 1, 
中村 貴宏 3, 佐藤 俊一 3, 森川 健志 1

1.豊田中研, 2.東北大先端電子顕微鏡センター, 3.東北
大多元研

 16:00 奨 14p-512-9 液中レーザー溶融法によるシリコンサブミクロン球状粒
子生成に及ぼすフッ酸処理の効果

〇若月 雄哉 1, 越崎 直人 1, 石川 善恵 2 1.北大工, 2.産総研

 16:15 奨 14p-512-10 液中ピコ秒パルスレーザー加熱による窒化チタン球状粒
子の合成

〇(DC)榊 祥太 1, 越崎 直人 1, 齋藤 健一 2, 坂本 全
教 2, 和田 裕之 3, 石川 善恵 4

1.北大工, 2.広大理, 3.東工大理工, 4.産総研

 16:30  休憩/Break
 16:45  14p-512-11 ナフタロシアニンナノ粒子の作製と光音響イメージング

用造影剤への応用
〇柳原 龍河 1, 朝日 剛 2, 小田原 修 1, 和田 裕之 1 1.東工大物質理工学院, 2.愛媛大院理工

 17:00  14p-512-12 液中レーザーアブレーションにより生成する金属微粒子
の粒径をレーザー照射数の関係

〇角谷 悟 1, 田辺 里枝 1, 伊藤 義郎 1 1.長岡技科大

 17:15 E 14p-512-13 Laser-Induced Transition Metal-Based Composite Particle 
Formation in Liquid: Insight in Physico-Chemical 
Processes

〇Zaneta WARKOCKA SWIATKOWSKA1, 
Alexander Pyatenko2, Kenji Kawagchi2, Naoto 
Koshizaki3, Marta Wolny-Marszalek1

1.Inst. Nucl. Phys., 2.AIST, 3.Hokkaido Univ.

 17:30  14p-512-14 液相レーザーアブレーションによるBi2Te3 のナノ粒子化 〇高鶴 凌 1, 東畠 三洋 1, 中村 大輔 1, 加藤 邦久 2, 近藤 
健 2

1.九大シス情, 2.リンテック株式会社

 17:45  14p-512-15 高強度レーザー場による多元系合金ナノ粒子の作製 〇山崎 佑起 1, 佐藤 俊一 1 1.東北大多元研
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3/15(Wed.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 512会場
 9:00  15a-512-1 フェムト秒レーザーパルス対照射により誘起されるジル

コニアセラミックス表面の周期構造
〇欠端 雅之 1, 小山 達己 2, 屋代 英彦 1, 西川 正 2, 鳥塚 
健二 1

1.産総研　電子光, 2.東電大

 9:15  15a-512-2 フェムト秒レーザー誘起周期構造で表面修飾したジルコ
ニアセラミックスの曲げ強度評価

〇欠端 雅之 1, 屋代 英彦 1, 大矢根 綾子 2, 伊藤 敦夫 3, 
鳥塚 健二 1

1.産総研　電子光, 2.産総研　ナノ材料, 3.産総研　健
康工学

 9:30  15a-512-3 Si基板へのフェムト秒レーザー誘起周期構造形成のフル
エンス依存性

〇川北 真鈴 1, 宮川 鈴衣奈 1, 江龍 修 1 1.名工大

 9:45  15a-512-4 複数の励起過程により駆動されるレーザーアブレーショ
ンの電磁場サブピコ秒時間分解測定

〇谷 峻太郎 1, 小林 洋平 1 1.東大物性研

 10:00  15a-512-5 フェムト秒レーザー加工過程のパルス毎散乱光イメージ
ング

〇青柳 弓槻 1, 谷 峻太郎 1, 小林 洋平 1 1.東大物性研

 10:15  15a-512-6 金属における電子エントロピー誘起非熱的アブレーショ
ンのシミュレーション

〇田中 悠太 1, 常行 真司 1, 2 1.東大院理, 2.東大物性研

 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-512-7 フェムト秒レーザーレーザーアニールによるp-GaN上へ

のNi/Auオーミック電極作製
山崎 勇輝 1, 川上 博貴 1, 直井 美貴 1, 〇富田 卓朗 1 1.徳島大工

 11:00  15a-512-8 フェムト秒レーザー支援アニールによるSiC上へのNi電
極作製

〇(M1)川上 博貴 1, 直井 美貴 1, 富田 卓朗 1 1.徳島大工

 11:15  15a-512-9 窒素雰囲気中でのサファイア基板へのフェムト秒レー
ザー照射

〇(B)後藤 兼三 1, 宮川 鈴衣奈 1, 江龍 修 1 1.名工大

 11:30  15a-512-10 フェムト秒レーザーを用いた超高速細胞分取システム 〇飯野 敬矩 1, 萩原 宏規 1, 前野 貴則 1, S.W. Lee2, 笠
井 宥佑 3, 佐久間 臣耶 3, 早川 健 3, 新井 史人 3, 細川 陽
一郎 1

1.奈良先端大物質, 2.東大院理, 3.名大院工

 11:45  15a-512-11 フェムト秒レーザーを用いて作製されたポリマー内部の
回折光学素子

〇山口 生吹 1, 香田 祖光 2, 早崎 芳夫 1 1.宇大CORE, 2.凸版印刷

 12:00  15a-512-12 ピコ秒パルス列の時間変調によるガラスの局所溶融現象
とその抑制

〇中村 晃直 1, 坂倉 政明 2, 下間 靖彦 1, 三浦 清貴 1 1.京大院工, 2.京大産連本部

3/16(Thu.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1会場
   16p-P1-1 短パルスレーザーによるPDMS内部の除去加工 〇林 克幸 1, 松尾 繁樹 1 1.芝工大工
   16p-P1-2 パルス間インプロセスホログラフィックレーザークリー

ニング
〇山口 生吹 1, 阿部 哲也 1, 長谷川 智士 1, 早崎 芳夫 1 1.宇大CORE

   16p-P1-3 超短光パルスマイクロ接合後の試料境界面の形状観察 〇(B)横田 理樹 1, 渡邉 歴 2, 玉木 隆幸 1 1.奈良高専, 2.立命館大院工
   16p-P1-4 フェムト秒レーザー誘起衝撃力によるマイクロ流路に設

けた微小開口からの細胞分取の検討
〇藤田 大地 1, 飯野 敬矩 1, 萩原 宏規 1, ヤリクン ヤ
シャイラ 2, 田中 陽 2, 細川 陽一郎 1

1.奈良先端大物質, 2.理研QBiC

   16p-P1-5 低屈折率フッ素ポリマーを用いたトップハット型フェム
ト秒レーザーによるナノファイバー作製

〇(B)竹内 萌 1, 花田 修賢 1 1.弘前大理工

   16p-P1-6 フェムト秒レーザー多光子重合による高感度緑色蛍光タ
ンパク質の三次元造形

〇(B)阿部 将士 1, ゼリーン ダニエラ 2, 寺川 光洋 1, 3, 
河野 弘幸 4, 宮脇 淳史 4, 緑川 克美 2, 杉岡 幸次 2

1.慶大理工, 2.理研 RAP, 3.慶大院理工, 4.理研 BSI

   16p-P1-7 高ビーム品質・短パルスCO2 レーザーによる人の歯の切
削

〇宇野 和行 1, 山本 拓哉 1, 秋津 哲也 1, 實野 孝久 2 1.山梨大工, 2.阪大レーザー研

   16p-P1-8 各種水溶液のフェムト秒ダブルパルスレーザー誘起X線
および超音波発生における信号増強

〇畑中 耕治 1, 若思 馮 1, 維宏 徐 1 1.中央研究院

   16p-P1-9 横励起大気圧CO2 レーザー誘起ガスプラズマ元素分析法
における界面活性剤を利用した水溶液中Cr価数別検出

〇北山 誠治 1 1.福井大教

3.8 光計測技術・機器 / Optical measurement, instrumentation, and sensor
3/15(Wed.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P10会場

   15p-P10-1 動的磁気光学像の撮影と磁場解析へ向けた自作磁石回転
機構ならびに画像処理プログラムの構築

〇(B)中村 泰貴 1, 磯上 慎二 1, 豊島 晋 1 1.国立福島高専

   15p-P10-2 ラフな表面における散乱光の偏光特性の波長依存性 〇金 蓮花 1, 周 聡 1, 近藤 英一 1 1.山梨大工
   15p-P10-3 干渉フィルター型 ECDLを用いた556 nm 光源の開発 〇河野 託也 1, 青木 皓平 2 1.豊田高専, 2.岐阜高専
  奨 15p-P10-4 波長計制御型CRDSを用いたガス中微量水分の高感度吸

収スペクトル測定
〇橋口 幸治 1, Lisak Daniel2, 阿部 恒 1 1.産総研, 2.ニコラス・コペルニクス大学

   15p-P10-5 1.5 μm帯狭線幅半導体レーザーの周波数安定化 〇吉井 一倫 1, 2, 稲村 拓也 1, 佐川 博之 1, 中川 賢一 3, 
洪 鋒雷 1, 2

1.横浜国大理工, 2.JST, ERATO 美濃島知的光シンセサ
イザ, 3.電通大レーザー

  奨 15p-P10-6 ランダム媒質中で環状光から生成された非回折光の伝搬
特性

〇(M2)Xiafukaiti Alifu1, 彭 梓斉 1, 椎名 達雄 1 1.千葉大

   15p-P10-7 差分近似による空気群屈折率の簡易計算 〇韋 冬 1, 肖 木崢 2, 楊 平 3 1.長岡技大, 2.北京理工大, 3.厦門大
   15p-P10-8 光厚さ計における干渉縞計測異常の系統判別 〇小貫 哲平 1, 尾嶌 裕隆 1, 清水 淳 1, 周 立波 1 1.茨大工
  奨 15p-P10-9 フェムト秒レーザー誘起プラズマを用いた単一画素イ

メージング
〇(DC)熊谷 幸汰 1, 太田 一毅 1, 早崎 芳夫 1 1.宇大オプティクス

   15p-P10-10 FPGAを用いた１ビット光子相関計による蛍光寿命計 〇長谷 悠樹 1, 水野 孝彦 1, 岩田 哲郎 1 1.徳島大
3/16(Thu.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 418会場

 9:00  16a-418-1 非位相整合SHGによる有機結晶の非線形係数の相対評価 〇小山 美緒 1, 野竹 孝志 1, 伊藤 弘昌 1, 南出 泰亜 1 1.理研
 9:15  16a-418-2 太陽光を利用した群落レベルでのスタンドオフ植物蛍光

測定
〇栗山 健二 1, 眞子 直弘 2, 本間 香貴 3, 村松 加奈子 4, 
吉村 謙一 5, 小南 裕志 5, 久世 宏明 2

1.静大工, 2.千葉大CEReS, 3.東北大, 4.奈良女子大, 
5.森林総研

 9:30  16a-418-3 シリコンフォトダイオードの応答非直線性の抑制と理論
予測

〇田辺 稔 1, 座間 達也 1, 蔀 洋司 1 1.産総研

 9:45  16a-418-4 共鳴波長シフト検出によるパラジウム表面上共鳴格子型
水素センサの性能評価

〇水谷 彰夫 1, 佐藤 慶英 1, 菊田 久雄 1 1.阪府大工

 10:00  16a-418-5 再帰性反射体を用いた光水面センシング 〇増田 浩次 1, 中島 健太 2, 梶岡 侑平 2, 北村 心 1 1.島根大学理工学研究科, 2.島根大学理工学部
 10:15  休憩/Break
 10:30  16a-418-6 レーザ誘起ブレイクダウン分光法による小径コンクリー

トコアの塩化物イオン濃度計測
〇江藤 修三 1, 藤井 隆 1, 松野 隆 2 1.電中研, 2.九電総研

 10:45  16a-418-7 BOCDAにおける測定の高速化に関する研究 〇河野 裕太 1, 岸 眞人 1, 保立 和夫 1 1.東大工
 11:00  16a-418-8 高周波位相変調光を用いた動的変位計測

―MHz振動PZTの瞬時変位測定
〇木村 亮祐 1, 土屋 光揮 1, 田中 洋介 1, 黒川 隆志 2, 1 1.農工大工, 2.国立天文台

 11:15  16a-418-9 位相変調信号との強度相関によるレーザ変位計測 〇山田 祥規 1, 根本 昌弥 1, 田中 洋介 1, 黒川 隆志 2, 1 1.農工大工, 2.国立天文台
 11:30  16a-418-10 Si-APD二光子吸収応答を利用した距離計測と多点FBG

センサ応用
〇(B)宮澤 弘将 1, 根本 昌弥 1, 山田 祥規 1, 田中 洋
介 1, 黒川 隆志 1, 2

1.農工大工, 2.国立天文台

3/16(Thu.) 13:15 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) 418会場
 13:15 E 16p-418-1 Simulation of Widening Frequency Modulation Amplitude 

over 5.4GHz in Brillouin Optical Correlation Domain 
Reflectometry

〇YUGUO YAO1, MASATO KISHI1, KAZUO 
HOTATE1

1.The Univ. of Tokyo

 13:30 奨 16p-418-2 ブリルアン光相関領域リフレクトメトリにおける性能向
上手法の融合による測定機能の拡大

〇清水 龍 1, 岸 眞人 1, 保立 和夫 1 1.東京大工

 13:45 奨 16p-418-3 多モードポンプ・プローブによる誘導Brillouin 散乱の誘
起と高感度ファイバセンサ応用

〇尾崎 裕太 1, 田中 洋介 1, 黒川 隆志 2, 1 1.東京農工大, 2.国立天文台
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3.8 光計測技術・機器 / Optical measurement, instrumentation, and sensor



 14:00 奨 16p-418-4 多点ファイババンドルによる画像変換を用いたチャープ
コムのスペクトル干渉によるワンショット3次元形状計
測

〇(M1)内田 めぐみ 1, 2, 加藤 峰士 1, 2, 田中 優理奈 1, 
美濃島 薫 1, 2

1.電通大, 2.JST, ERATO美濃島知的光シンセサイザ

 14:15  16p-418-5 チャープした光コムのスペクトル干渉による瞬時3次元
断層計測

〇(P)加藤 峰士 1, 2, 内田 めぐみ 1, 2, 田中 優理奈 1, 美
濃島 薫 1, 2

1.電通大, 2.JST, ERATO美濃島知的光シンセサイザ

 14:30 奨 16p-418-6 積分球を用いた粉体粒径計測 〇(M1)宍戸 大悟 1, 岩井 俊昭 2 1.東京農工大BASE, 2.東京農工大工学研究院BASE
 14:45 奨 16p-418-7 周波数チャープパルスとスペクトラルフィルタリングを

用いた全光学超高速25枚連写イメージング
〇(M2)鈴木 敬和 1, 肥田 遼平 1, 山口 勇輝 1, 神成 文
彦 1

1.慶大理工

 15:00 奨 16p-418-8 スペクトル領域干渉動的光散乱法による自己組織化析出
法の現象解析

〇(M1)母良田 健太 1, 岩井 俊昭 2 1.東京農工大 BASE, 2.東京農工大工学研究院 BASE

 15:15  休憩/Break
 15:30  16p-418-9 電気混合方式による2波長同時ヘテロダイン検波システ

ム
〇湯田 怜央奈 1, 春日 海秀 2, 長谷川 尊士 2, 塩田 達
俊 2

1.埼玉大工, 2.埼玉大理工

 15:45  16p-418-10 光周波数コムシンセサイザ/アナライザを用いた超高速
光波形計測における計測時間領域拡張の原理検証

〇長谷川 尊士 1, 宮本 貴幸 1, 塩田 達俊 1 1.埼玉大理工

 16:00  16p-418-11 キャリア位相とパルスエンベロープ検出を用いた単一波
長における光コム干渉計による空気屈折率自己補正

〇牧野 智大 1, 2, 宮野 皓貴 1, 2, 熊 士林 3, 吴 冠豪 3, ジブ
リ トーマス 4, 中嶋 善晶 1, 2, 美濃島 薫 1, 2

1.電通大, 2.JST, ERATO美濃島知的光シンセサイザ, 
3.清華大, 4.コロラド大

 16:15 E 16p-418-12 Evaluation of freshness Japanese San Fuji apples – 
comparison of Biospeckle and Optical coherence 
tomography measurements

〇Umamaheswari Rajagopalan1, Kakeru Shimizu1, 
Lim Yi Heng2, Hirofumi Kadono2

1.Dept. Food science and Nutrition,Toyo Univ., 2.Grad. 
Sch. of Env. Science, Saitama University

 16:30  16p-418-13 光ストリークイメージングによるフェムト秒レーザ誘起
屈折率変化の観測

〇佐藤 琢哉 1, 鈴木 敬和 1, 神成 文彦 1 1.慶大理工

 16:45  16p-418-14 簡便な微粒子粒径計測による霧の平均粒径と標準偏差 〇椿 光太郎 1 1.東洋総情
 17:00  16p-418-15 波面補償型位相分布測定の並列化と最適化アルゴリズム

の検討
～瞳分割法とWalsh関数基底の利用～

〇依田 直也 1, 小松 進一 1 1.早大先進理工

 17:15  16p-418-16 小型光ロータリーエンコーダ内蔵の回転走査型ＯＣＴプ
ローブ

〇谷口 敦史 1, 針山 達雄 1, 渡辺 正浩 1 1.日立研開

 17:30  16p-418-17 垂直入射の簡易光学照射系によって屈折率測定を可能と
する表面プラズモンアンテナ付ＳＯＩフォトダイオード
の検討

〇佐藤 弘明 1, 猪川 洋 1 1.静岡大電子研

3/17(Fri.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 418会場
 9:00  17a-418-1 可視-真空紫外エリプソメータによるシンクロトロン放

射光ビームラインのストークス・パラメータ測定
〇福井 一俊 1, 那須 勇樹 1, 藤居 佑輔 1, 山本 晃司 1, 齋
藤 輝文 2

1.福井大工, 2.東北工大工

 9:15  17a-418-2 イメージングエリプソメトリーにおける偏光素子の誤差
解析

〇金 蓮花 1, 上原 誠 2 1.山梨大工, 2.目白６７

 9:30  17a-418-3 多重反射干渉法の測定限界 〇滝澤 國治 1, 2, 田中 博 1, 酒井 寛人 1, 渡邊 翼 1, 金 蓮
花 2

1.浜松ホトニクス中研, 2.山梨大

 9:45  17a-418-4 レイリー範囲を利用した微小ファブリ・ペロー干渉計の
開発

〇辻家 祐介 1, 鐘ヶ江 力 1, 今井 秀和 2, 河村 良行 1, 2 1.福岡工大院工, 2.福岡工大工

 10:00  17a-418-5 Photo-thermal Common-path Interferometryを用いた
Moth eye構造の光学吸収率測定

〇柳光 孝紀 1, 三尾 典克 2 1.東大工, 2.東大工光量子

 10:15  休憩/Break
 10:30 奨 17a-418-6 FD-OCTとK-K解析による空間分解分光法の基礎検討 〇(B)郡司 翔平 1, 大仁田 竜馬 2, 塩田 達俊 2 1.埼玉大工, 2.埼玉大理工
 10:45 奨 17a-418-7 VIPAとエタロンによるシングルショット2次元光周波数

コム形状計測
〇(B)國分 太志 1, 宮岡 拓実 2, 塩田 達俊 2 1.埼玉大工, 2.埼玉大理工

 11:00 E 17a-418-8 Precise profilometry for scattered media and tomography 
for multiple-layers samples using the Discrete frequency 
scanning laser

〇(D)Tuan Cong Truong1, Tuan Quoc Banh1, 2, 
Tatsutoshi Shioda1

1.Saitama University, 2.Sevensix Inc.

 11:15 E 17a-418-9 Cavity Ring-Down Spectroscopy for 14C Isotope Analysis 
of Biomedical Samples

〇(P)Volker Thomas Sonnenschein1, Ryohei 
Terabayashi1, Hideki Tomita1, Noriyoshi Hyashi1, 
Shusuke Kato1, Lei Jin1, Masahito Yamanaka1, 
Norihiko Nishizawa1, Atsushi Sato2, Kohei Nozawa2, 
Kenta Hashizume2, Toshinari Oh-hara2, Tetsuo 
Iguchi1

1.Nagoya Univ., 2.ADME & Tox. Research Inst., Sekisui 
Medical, Tokai, Ibaraki

 11:30  17a-418-10 白色光励起２次元過渡吸収分光法による異性化反応の時
間分解測定

〇山崎 緑平 1, 和田 昭英 1 1.神戸大院

3/17(Fri.) 13:15 - 16:45 口頭講演 (Oral Presentation) 418会場
 13:15 奨 17p-418-1 時間応答を考慮したCoherent Poulation Trapping 共鳴の

検出方法の検討
〇矢野 雄一郎 1, 原 基揚 1, 梶田 雅稔 1, 井戸 哲也 1 1.情報通信研究機構

 13:30  17p-418-2 オールファイバ型デュアルコム分光システムの開発 〇(B)王 月 1, 浅原 彰文 1, 2, 近藤 健一 1, 2, 美濃島 薫 1, 2 1.電気通信大学, 2.JST, ERATO美濃島知的光シンセサ
イザ

 13:45  17p-418-3 光ビート信号計測のための新型デジタル位相計 〇穀山 渉 1, 大久保 章 1, 2, 稲場 肇 1, 2, 柳町 真也 1, 服部 
浩一郎 1

1.産総研, 2.JST, ERATO美濃島知的光シンセサイザ

 14:00 奨 17p-418-4 放電管中のイッテルビウム原子に安定化した波長399nm
レーザー光源の絶対周波数測定と特性評価

〇田邊 健彦 1, 赤松 大輔 1, 稲場 肇 1, 大久保 章 1, 小林 
拓実 1, 安田 正美 1, 洪 鋒雷 2, 1, 保坂 一元 1

1.産総研, 2.横国大

 14:15  17p-418-5 近赤外線領域におけるIBr分子の吸収線を用いた光周波
数較正方法の検討

〇三河 寛太 1, 小林 慎治 1, 行谷 時男 1, 西宮 信夫 1, 鈴
木 正夫 1

1.東京工芸大学

 14:30  17p-418-6 波長可変な広帯域コムの生成と精密分光への応用 〇郡場 元太 1, 小久保 宰 1, 森 貴宏 1, 田中 洋介 1, 黒川 
隆志 2, 1, 塩田 達俊 3, 柏木 謙 4

1.農工大院工, 2.国立天文台, 3.埼玉大理工, 4.産総研

 14:45  17p-418-7 光コム温度計 〇清水 祐公子 1, 2, 大久保 章 1, 2, 大苗 敦 1, 2, 稲場 肇 1, 2 1.産総研, 2.ERATO 美濃島光シンセサイザ
 15:00  休憩/Break
 15:15  17p-418-8 近赤外飽和吸収分光によるTi原子におけるg因子の評価 〇小林 慎治 1, 西宮 信夫 1, 鈴木 正夫 1 1.東京工芸大学大学院
 15:30  17p-418-9 対向ターゲットスパッタ法によるTi原子の同位体スペク

トルの測定
〇小林 慎治 1, 西宮 信夫 1, 鈴木 正夫 1 1.東京工芸大学大学院

 15:45  17p-418-10 水中レーザーリモートセンシングに向けたラマンライ
ダーの開発

〇染川 智弘 1, 北村 俊幸 1, 藤田 雅之 1, 2 1.レーザー総研, 2.阪大レーザー研

 16:00  17p-418-11 航空機搭載植生ライダーによる地表計測 〇水谷 耕平 1, 石井 昌憲 1, 青木 誠 1, 落合 啓 1, 大塚 涼
平 1, 浅井 和弘 2, 佐藤 篤 2, 今井 正 3, 境澤 大亮 3, 室岡 
純平 3, 三橋 怜 3, 林 真智 3, 澤田 義人 4, 梶原 康司 5, 本
多 嘉明 5, 遠藤 貴宏 6

1.情通機構, 2.東北工大, 3.宇宙機構, 4.国環研, 5.千葉
大, 6.RESTEC

 16:15  17p-418-12 10cm3 LEDミニライダーによるダストの流量観測 〇椎名 達雄 1, Prane Ong1, 千秋 博紀 2, 乙部 直人 3, 
はしもと じょーじ 4, 川端 康弘 5

1.千葉大院, 2.千工大, 3.福岡大, 4.岡山大, 5.気象研

 16:30  17p-418-13 1.6 μm DIALによるCO2 濃度と気温同時測定の実験的
検証

〇柴田 泰邦 1, 長澤 親生 1, 阿保 真 1 1.首都大院シスデザ
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3.9 テラヘルツ全般 / Terahertz technologies
3/14(Tue.) 10:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 211会場

 10:00 E 14a-211-1 Polymer Metamaterial for an Ultrathin THz Wave Fresnel 
Zone Plate

〇(PC)Zhengli Han1, Yu Tokizane1, Kouji Nawata1, 
Mio Koyama1, Karsaklian Dal Bosco Andreas1, Yoichi 
Ogata1, Takashi Notake1, Yuma Takida1, Hiroaki 
Minamide1

1.RIKEN

 10:15  14a-211-2 TE波でブリュースター現象を発現するメタマテリアルの
設計と作製

〇齋藤 和尭 1, 玉山 泰宏 1, 坂本 盛嗣 1, 野田 浩平 1, 
佐々木 友之 1, 小野 浩司 1

1.長岡技科大

 10:30  14a-211-3 メタマテリアルを含むTHz帯ファブリーペロー微小共振
器のFDTD解析

〇岡部 京介 1, 谷口 雅輝 1, 井上 晶太 1, 中西 俊介 1, 下
川 房男 1, 鶴町 徳昭 1

1.香川大工

 10:45 奨 14a-211-4 同一種類のメタアトムによる0.3THz帯の高・ゼロ・負
の屈折率の実現

〇渡井 和央 1, 石原 功基 2, 近藤 諭 2, 佐藤 竜也 2, 司城 
誠 1, 鈴木 健仁 1, 2

1.茨城大工, 2.茨城大院理工

 11:00  14a-211-5 積層型メタルスリットアレイと誘電体多層膜との透過特
性の比較

〇坂口 浩一郎 1, 山口 祐生 1, 高野 恵介 2, 中嶋 誠 2, 徳
田 安紀 1

1.岡山県立大, 2.阪大レーザ研

 11:15 E 14a-211-6 Terahertz Generation from Split Ring Resonator Array 
Fabricated from Silver Nano-Particles

〇(D)Phan ThanhNhat Khoa1, Kosaku Kato1, 
Keisuke Takano1, Masashi Yoshimura1, Hiroshi 
Azechi1, Makoto Nakajima1

1.ILE Osaka Univ.

 11:30 奨 E 14a-211-7 Angular Characteristic of Terajet Generated From 
Dielectric Cuboid in THz Region

〇(DC)HaiHuy NguyenPham1, Shintaro Hisatake1, 
Igor V. Minin2, Oleg V. Minin2, Tadao Nagatsuma1

1.Osaka Univ., 2.National Research Tomsk State Univ.

 11:45  14a-211-8 ツイストネマチック液晶セルによるテラヘルツ波の偏波
制御

〇奥山 大樹 1, 坂本 盛嗣 1, 野田 浩平 1, 川月 喜弘 2, 小
野 浩司 1, 佐々木 友之 1

1.長岡技科大工, 2.兵庫県立大工

3/14(Tue.) 13:30 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) 211会場
 13:30  14p-211-1 大振幅非線形振動領域におけるテラヘルツ検出用GaAs 

MEMS両持ち梁構造ボロメータの信号検出
〇(M2)細野 優 1, 張 亜 1, 長井 奈緒美 1, 平川 一彦 1, 2 1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 13:45  14p-211-2 石英基板上のInAs MOSHEMTによるテラヘルツ検波 〇久米 英司 1, 石井 裕之 2, Chang Wen-Hsin2, 小倉 睦
郎 1, 金谷 晴一 3, 浅野 種正 3, 前田 辰郎 2

1.アイアールスペック, 2.産総研ナノエレ, 3.九大シス
情

 14:00  14p-211-3 周期的静電場-テラヘルツ波変換法の実験的検証 〇伊藤 亮祐 1, 伊藤 圭介 1, 兪 熊斌 1, 別所 素樹 1, 裵 鐘
石 1

1.名工大院応物

 14:15  14p-211-4 金属導波管を用いた一次元光伝導アンテナアレイの信号
合成

〇伊藤 圭介 1, 裵 鐘石 1, 伊藤 亮祐 1, 兪 熊斌 1, 別所 素
樹 1

1.名工大工

 14:30  14p-211-5 差周波発生2.8 THz量子カスケードレーザ光源の室温連
続動作

〇藤田 和上 1, 伊藤 昭生 1, 日髙 正洋 1, 枝村 忠孝 1 1.浜ホト中研

 14:45  14p-211-6 深い不純物準位によりキャリヤ制御する波長25-50μm
帯IV-VI族半導体量子カスケードレーザの提案

〇石田 明広 1, 渡邉 祥司 1, 中嶋 聖介 1 1.静大院工

 15:00  休憩/Break
 15:15  14p-211-7 GaSb/InAsヘテロ接合を用いたテラヘルツ波の放射強度

増強の検討
〇木下 耀平 1, 巽 雅史 1, 小山 政俊 1, 前元 利彦 1, 佐々 
誠彦 1, 濱内 翔太 2, 川山 巌 2, 斗内 政吉 2

1.大阪工大　ナノ材研, 2.阪大　レーザー研

 15:30  14p-211-8 共鳴トンネルダイオードから発生したTHz波の非線形波
長変換検出

〇瀧田 佑馬 1, 縄田 耕二 1, 鈴木 左文 2, 浅田 雅洋 2, 南
出 泰亜 1

1.理研, 2.東工大

 15:45  14p-211-9 DASTを用いたテラヘルツ波のヘテロダイン電気光学サ
ンプリングⅡ

〇(B)加藤 博之 1, 北原 英明 1, 後藤 大輝 1, 安本 拓
朗 1, 山本 晃司 1, 古屋 岳 1, 野竹 孝志 2, 南出 泰亜 2, バ
クノフ マイケル 3, 谷 正彦 1

1.福井大工, 2.理研, 3.ニジニーノブゴロド大

 16:00  14p-211-10 GaSe1-xTex 混晶の液相成長とその特性評価 〇(M2)趙 枢 1, 佐藤 陽平 1, 唐 超 1, 前田 健作 2, 田邉 
匡生 1, 大谷 博司 3, 小山 裕 1

1.東北大工, 2.東北大金研, 3.東北大多元研

 16:15 奨 14p-211-11 周波数可変テラヘルツ光渦発生 〇(M1)佐野 和貴 1, 矢野 貴義 1, 山崎 智仁 1, 宮本 克
彦 1, 2, 尾松 孝茂 1, 2

1.千葉大院融合, 2.千葉大分子キラリティー研

 16:30  14p-211-12 非線形結晶の分散を取り入れた空気プラズマからの超広
帯域コヒーレント赤外波スペクトルのシミュレーション

〇松原 英一 1, 2, 永井 正也 2, 芦田 昌明 2 1.大歯大物理, 2.阪大基礎工

 16:45  休憩/Break
 17:00  14p-211-13 光誘起キャリアによるTHz光相対論的ドップラー反射の

精密観測
河野 七瀬 1, 〇坪内 雅明 1 1.量研機構

 17:15  14p-211-14 高強度テラヘルツパルスによるZnOナノ微粒子からの特
異な発光

青野 信吾 1, 〇永井 正也 1, 芦田 昌明 1, 入澤 明典 2, 川
瀬 啓悟 2, 磯山 悟朗 2

1.阪大院基礎工, 2.阪大産研

 17:30  14p-211-15 高強度THzパルス照射下での電子の時空間シミュレー
ション

〇高澤 一朗太 1, 森田 健 1, 石谷 善博 1 1.千葉大工

 17:45 奨 E 14p-211-16 Sensing a single atom in a single Ce@C82 endohedral 
metallofullerene by terahertz radiation

〇(DC)Shaoqing Du1, Ya Zhang1, Kenji Yoshida1, 
Kazuhiko Hirakawa1, 2

1.IIS UTokyo, 2.INQIE UTokyo

 18:00 E 14p-211-17 Saturated absorption of vibrational band in antibiotic via 
an intense terahertz emission generated by tilted-pump-
pulse-front scheme

〇(P)Khumaeni Ali1, 2, Kitahara Hideaki1, Gotoh 
Daiki1, Furuya Takashi1, Yamamoto Kohji1, Afalla 
Jessica1, Tani Masahiko1

1.Research Center for Development of Far-Infrared 
Region, University of Fukui, 2.Department of Physics, 
Diponegoro University, Semarang, Indonesia

3/15(Wed.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) 211会場
 9:00  15a-211-1 光技術を用いたテラヘルツ帯OFDM信号の生成 〇瀧口 浩一 1 1.立命館大理工
 9:15  15a-211-2 ２波長独立モード同期ファイバーレーザーを用いた非同

期光サンプリング式テラヘルツ時間領域分光法
水口 達也 1, 2, 胡 国庆 1, 3, 南川 丈夫 1, 2, 郑 铮 3, 〇安井 
武史 1, 2

1.徳島大, 2.JST,ERATO美濃島知的シンセサイザ, 3.北
京航空航天大

 9:30 奨 15a-211-3 多波長同時テラヘルツ波パラメトリック波長変換による
1パルス分光システム

〇村手 宏輔 1, 林 伸一郎 2, 川瀬 晃道 1 1.名大院工, 2.情通機構

 9:45  15a-211-4 is-TPGを用いた3D-CTによるプラスチック製品の観察 〇日比 教智 1, 杉山 裕也 1, トリパティ サロジ 2, 村手 
宏輔 1, 川瀬 晃道 1

1.名大院工, 2.静大

 10:00  15a-211-5 is-TPGを用いたテラヘルツ分光による医薬品識別 〇米田 真 1, 加藤 三樹矢 1, 村手 宏輔 1, 川瀬 晃道 1 1.名大院工
 10:15  15a-211-6 キャピラリーを用いた分離分析へのテラヘルツ分光検出

の試み
〇北岸 恵子 1, 濱田 輝 1, 芹田 和則 1, 斗内 政吉 1, 川井 
隆之 2

1.大阪大学レーザー研, 2.理研QBiC

 10:30  休憩/Break
 10:45 奨 15a-211-7 延伸ポリ乳酸薄膜を用いたテラヘルツ1/4波長板の作製 〇小松原 望 1, 中村 円香 1, 岩﨑 穂積 1, 岡野 真人 1, 佐

藤 春実 2, 渡邉 紳一 1
1.慶大理工, 2.神戸大発達

 11:00 奨 15a-211-8 【注目講演】テラヘルツ偏光計測による黒色ゴム材料の内
部歪みイメージング

〇(B)森脇 淳仁 1, 岡野 真人 1, 渡邉 紳一 1 1.慶大理工

 11:15  15a-211-9 テラヘルツ波を用いる紙幣の変造・損傷の非接触検査 〇田邉 匡生 1, 木村 隆 1, 前田 健作 2, 五井 広一 3, 小山 
裕 1

1.東北大院工, 2.東北大金研, 3.ローレルバンクマシン

 11:30 奨 15a-211-10 テラヘルツ分析周波数の拡大と非破壊検査技術への展開 〇長谷川 涼 1, 木村 隆 1, 田邉 匡生 1, 小山 裕 1, 西原 克
浩 2

1.東北大院工, 2.新日鐵住金

 11:45  15a-211-11 サブテラヘルツ波によるグルコース水溶液の濃度測定 〇(M1C)鳥居 輝明 1, 田邉 匡生 1, 小山 裕 1 1.東北大工
 12:00 奨 15a-211-12 テラヘルツ波飛行時間測定法による鳥皮膚組織への化粧

液浸透評価(Ⅱ)
〇森本 大我 1, 有澤 翼 1, 堺 健司 1, 紀和 利彦 1, 塚田 啓
二 1

1.岡山大

 12:15  15a-211-13 テーパー付き平行平板導波路を用いたフィルムのTHz計
測

〇射庭 彩人 1, 池田 誠人 1, 髙野 恵介 2, 中嶋 誠 2 1.旭化成, 2.大阪大
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3.9 テラヘルツ全般 / Terahertz technologies



3/15(Wed.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1会場
   15p-P1-1 GaInSbウェルを用いたTHz-QCLの特性計算 〇安田 浩朗 1 1.情報通信研究機構
   15p-P1-2 グラフェン表面プラズモンポラリトンによる電磁波放射 〇李 大治 1, 中嶋 誠 2, 橋田 昌樹 3 1.レーザー総研, 2.阪大レーザー研, 3.京大化研
   15p-P1-3 光ファイバ無線用集積型テラヘルツ送信器における発振/

変調特性への素子結合構造の影響の理論解析
〇福岡 政大 1, 須藤 大貴 2, 鄭 柚 2, 奥村 直人 2, 浅川 澄
人 1, 須原 理彦 2

1.都立産技高専, 2.首都大・理工

  奨 15p-P1-4 ボウタイアンテナ集積一体型共鳴トンネルダイオードに
おける発振特性および振動モードの理論解析

〇奥村 直人 1, 浅川 澄人 2, 須原 理彦 1 1.首都大・理工, 2.都立産技高専

   15p-P1-5 連続波レーザーを励起光源とする非線形光学効果を用い
たTHz波検出法の検討

〇多門 寛晃 1, 福島 諒 1, 木村 優基 1, 橋野 風 1, 多田 
純 1, 水津 光司 1, 諸橋 功 2, 小川 洋 2, 中島 慎也 2, 関根 
徳彦 2, 寳迫 巌 2

1.千葉工大工, 2.NICT

   15p-P1-6 金属Ｖ溝構造におけるテラヘルツ波の超集束：完全導体
極限

〇栗原 一嘉 1, 草間 究 1, 山本 晃司 2, 桒島 史欣 3, 森川 
治 4, 谷 正彦 2

1.福井大教育, 2.福井大遠赤セ, 3.福井工大, 4.海保大

   15p-P1-7 モアレ型メタ表面における円偏光度モアレの発現 〇大野 誠吾 1, 脇本 啓太郎 1, 石原 照也 1 1.東北大理
   15p-P1-8 積層閉リング共振器アレイによるテラヘルツ動的メタマ

テリアル
〇松井 龍之介 1, 2, 浅野 駿 1, 森 広貴 1 1.三重大院工, 2.三重大極限ナノエレ

   15p-P1-9 テラヘルツ時間領域分光法による焦電性単結晶LiNbO3

の温度変化により発生する電界強度の評価に関する研究
〇(M1)原田 直明 1, 吉門 進三 1, 佐藤 祐喜 1 1.同志社大院

  奨 15p-P1-10 広帯域ボウタイアンテナ集積共鳴トンネルダイオードテ
ラヘルツ発振器

〇川村 成龍 1, 佐々木 峻 1, 鈴木 左文 1, 浅田 雅洋 1 1.東京工業大学

  奨 15p-P1-11 共鳴トンネルダイードテラヘルツ発振器の位相同期 〇荻野 康太 1, 鈴木 左文 1, 浅田 雅洋 1 1.東工大
3.10 光量子物理・技術 / Optical quantum physics and technologies
3/16(Thu.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P12会場

   16p-P12-1 InGaAs/InP-SPADによる900 nm帯単一光子検出 〇高畑 理希 1, 多田 彬子 1, 行方 直人 1, 井上 修一郎 1 1.日大量科研
  奨 16p-P12-2 利得変調DFBレーザーの時間ジッターに対する線形相互

相関測定
〇(M1)水谷 亮一 1, 北川 直昭 1, 中田 美里 1, 松山 哲
也 1, 和田 健司 1

1.阪府大工

3/17(Fri.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 414会場
 9:00  17a-414-1 レーザーカオス生成用外部共振器としての2次元マイク

ロキャビティ形状の最適化
〇折原 眞児 1, 小山 廣英 1, 篠原 晋 2, 砂田 哲 3, 福嶋 丈
浩 4, 原山 卓久 1

1.早大理工, 2.NTT研, 3.金沢大, 4.岡山県立大

 9:15  17a-414-2 完全カオスビリヤード系におけるリアプノフ指数の形状
依存性および完全カオス共振器レーザの発振特性につい
て

〇外崎 真広 1, 砂田 哲 2, 篠原 晋 3, 原山 卓久 1 1.早大先進, 2.金沢大理工, 3.NTT CS研

 9:30  17a-414-3 レーザーカオスと超集束効果を用いたTHz-TDS装置に
おける金属V溝幅の影響

〇桑島 史欣 1, 白尾 拓也 1, 赤峰 勇佑 1, 岩尾 憲幸 1, 大
井 真夏 1, 坂上 直哉 1, 白崎 拓郎 1, 合田 汐里 1, 谷 正
彦 2, 栗原 一嘉 3, 山本 晃司 2, 森川 治 4, 北原 英明 2, 長
島 健 5, 中嶋 誠 6

1.福井工大, 2.福井大遠赤セ, 3.福井大教育, 4.海保大, 
5.摂南大, 6.阪大レーザー研

 9:45  17a-414-4 戻り光半導体レーザを用いたリザーバーコンピューティ
ングの時系列予測精度に関する数値的研究

〇(M1)島田 航行 1, 砂田 哲 1, 新山 友暁 1 1.金沢大理工

 10:00  17a-414-5 時間遅延相互結合システムにおける情報処理性能の遅延
時間依存性

〇永利 圭佑 1, 菅野 円隆 1, 文仙 正俊 1 1.福岡大工

 10:15 奨 17a-414-6 半導体レーザカオスを用いた超高速意思決定における適
応性の調査

〇巳鼻 孝朋 1, 寺島 悠太 1, 内田 淳史 1, 成瀬 誠 2, 3, 金 
成主 4

1.埼玉大, 2.情報通信研究機構, 3.Univ. Grenoble Alpes, 
4.物質・材料研究機構

 10:30  休憩/Break
 10:45  17a-414-7 レーザーカオス注入による半導体レーザーの軌道不安定

性
〇(B)石原 太樹 1, 海老澤 賢史 1, 2 1.新潟工大, 2.早大理工

 11:00  17a-414-8 擬似ランダム信号を印加したマスター・スレーブ型半導
体レーザーのカオス発振

〇(B)外山 晴久 1, 海老澤 賢史 1, 2 1.新潟工大, 2.早大理工

 11:15  17a-414-9 光注入型カオス発振面発光レーザのフラクタル性 〇坂口 慧 1, 海老澤 賢史 2, 前田 譲治 1 1.東京理科大理工, 2.新潟工大
 11:30 奨 17a-414-10 短い外部共振器長における相互結合された半導体レーザ

のカオス同期特性の数値解析
〇小原 翔馬 1, カルサクリアン・ダル・ボスコ アン
ドレアス 1, 宇賀神 上総 1, 内田 淳史 1, 原山 卓久 2, 3, 
犬伏 正信 2

1.埼玉大, 2.NTT CS基礎研, 3.早大

 11:45 奨 17a-414-11 多段化された光集積回路間における共通信号入力同期実
験

〇佐々木 卓磨 1, 三井 湧方 1, 内田 淳史 1, 砂田 哲 2, 3, 
吉村 和之 2, 4, 犬伏 正信 2

1.埼玉大, 2.NTT CS 基礎研, 3.金沢大, 4.鳥取大

 12:00 奨 17a-414-12 半導体レーザの帯域拡大カオスを用いた物理乱数生成器
におけるエントロピー生成率の評価

〇寺島 悠太 1, 吉屋 圭吾 1, 内田 淳史 1 1.埼玉大

3/17(Fri.) 13:15 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 414会場
 13:15 招 17p-414-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

高次元Time-bin量子もつれ状態の長距離配送実験
〇生田 拓也 1, 武居 弘樹 1 1.NTT物性研

 13:30  17p-414-2 強度変調/直接検波量子鍵配送方式に対する自然ラマン
散乱の影響

〇(M2)前田 智 1, 井上 恭 1 1.阪大工

 13:45  17p-414-3 ダイヤモンド量子間をつなぐ2段階量子波長変換 〇田村 秀平 1, 池田 幸平 1, 堀切 智之 1, 小坂 英男 1 1.横国大院工
 14:00  17p-414-4 長距離量子通信のための波長変換用周波数安定化レー

ザーの開発
〇池田 幸平 1, 久井 裕介 1, 堀切 智之 1, 吉井 一倫 1, 小
坂 英男 1, 洪 鋒雷 1

1.横国大院工

 14:15 E 17p-414-5 Enabling quantum interference between non-degenerated 
correlated photons using optical single sideband 
modulator

〇(P)HsinPin Lo1, Hiroki Takesue1 1.NTT BRL

 14:30  17p-414-6 全光ファイバ系による単一光子バッファを用いた２光子
同時計数率の増強

〇(D)多田 彬子 1, 行方 直人 1, 井上 修一郎 1 1.日大量科研

 14:45  17p-414-7 SMファイバにおける二色光子偏光もつれ状態のデコ
ヒーレンス

〇大川 洋平 1, 大村 史倫, 安武 裕輔 1, 2, 深津 晋 1 1.東大院総合, 2.JSTさきがけ

 15:00  17p-414-8 ゴーストイメージングを用いたコヒーレンス回復 〇大村 史倫 1, 大川 洋平 1, 安武 裕輔 1, 2, 深津 晋 1 1.東大院総合(駒場), 2.JSTさきがけ
 15:15  休憩/Break
 15:30 奨 17p-414-9 多段量子パルスゲートの設計と量子シミュレータへの応

用
〇(B)大塚 翼 1, 保坂 有杜 1, 富田 雅也 1, 神成 文彦 1 1.慶應理工

 15:45  17p-414-10 確率的反転を伴う循環的多数決方式光電ファイバループ
イジングモデルの動作解析

〇吉澤 明男 1 1.産総研

 16:00  17p-414-11 補償光学を用いた量子認証のシステム実験 〇大矢 正人 1, 行方 直人 1, 西川 淳 2, 3, 4, 井上 修一郎 1 1.日大量科研, 2.天文台, 3.総研大, 4.ABC
 16:15 E 17p-414-12 Observation of Photon Statistics in Two-Photon 

Interference for Continuous Variables
〇Wu Daohua1, Kawamoto Kota1, Kasai Katsuyuki2, 
Watanabe Masayoshi1, Zhang Yun1

1.Department of Engineering Science, UEC, 2.
Advanced ICT Research Institute, NICT

 16:30  17p-414-13 広帯域局部発振光を用いた真空スクイーズド光パルスの
測定

〇(B)富田 雅也 1, 保坂 有杜 1, 大塚 翼 1, 神成 文彦 1 1.慶大理工

 16:45 奨 17p-414-14 スーパーコンティニウム光の周波数モード光子数相関解
析

〇保坂 有杜 1, 富田 雅也 1, 大塚 翼 1, 神成 文彦 1 1.慶大理工
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3.10 光量子物理・技術 / Optical quantum physics and technologies



3.11 フォトニック構造・現象 / Photonic structures and phenomena
3/14(Tue.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P7会場

  奨 14p-P7-1 複数層一括融着による3次元フォトニック結晶作製の検
討(III)

〇北野 圭輔 1, 2, 石崎 賢司 1, 権平 皓 1, 2, 野田 進 1 1.京大院工, 2.学振特別研究員

   14p-P7-2 ナノ共振器における自然ラマン光の二次相関関数の解析
式

〇乾 善貴 1, 浅野 卓 1, 野田 進 1 1.京大院工

   14p-P7-3 フォトニック結晶レーザの高出力・短パルス動作の解析 〇森田 遼平 1, 井上 卓也 1, 2, 北川 均 1, 野田 進 1 1.京大工, 2.K-CONNEX
   14p-P7-4 フォトニック結晶レーザにおける面内引き込み現象に関

する検討(Ⅲ)
〇小林 大河 1, Menaka De Zoysa1, 吉田 昌宏 1, 北川 
均 1, 川﨑 正人 2, 初田 蘭子 1, 田中 良典 1, 石崎 賢司 1, 
野田 進 1

1.京都大学院工, 2.三菱電機先端総研

   14p-P7-5 ジュール加熱型低熱損失Siロッド型フォトニック結晶熱
輻射光源の開発

〇末光 真大 1, 2, 堤 達紀 1, 浅野 卓 1, De Zoysa 
Menaka1, 野田 進 1

1.京大院工, 2.大阪ガス

   14p-P7-6 近接場熱輻射伝達の実証のための熱輻射光源支持構造の
設計

〇渡辺 晃平 1, 井上 卓也 1, 2, 浅野 卓 1, 野田 進 1 1.京大工, 2.K-CONNEX

   14p-P7-7 Q値100万を超えるシリコンナノ共振器への液相ポスト
プロセス付加

〇伊藤 隆浩 1, 芦田 紘平 1, 植田 眞由 1, 2, 床波 志保 1, 
飯田 琢也 2, 岡野 誠 3, 山田 浩治 3, 高橋 和 1

1.大阪府大院工, 2.大阪府大院理, 3.産総研

   14p-P7-8 フォトリソグラフィを用いて300mm SOI基板に作製し
たシリコンフォトニック結晶ナノ共振器の位置依存性

〇芦田 紘平 1, 岡野 誠 2, 大塚 実 2, 関 三好 2, 横山 信
幸 2, 越野 圭二 2, 山田 浩治 2, 高橋 和 1

1.大阪府大院工, 2.産総研

   14p-P7-9 構造揺らぎに強いダブルスロット型フォトニック結晶共
振器の設計

〇仲代 匡宏 1, 鴻池 遼太郎 1, 2, 田中 良典 1, 浅野 卓 1, 
野田 進 1

1.京大院工, 2.学振特別研究員

   14p-P7-10 三角形ダブルホール格子点をもつフォトニック結晶レー
ザの作製（Ⅴ）

〇渡邉 明佳 1, 2, 廣瀬 和義 1, 杉山 貴浩 1, 北川 均 2, 
メーナカ ゾイサ 2, 田中 良典 2, 野田 進 2

1.浜松ホトニクス, 2.京大院工

   14p-P7-11 フォトニック結晶共振器による単一等電子発光中心の発
光寿命制御

〇(M2)王 若曦 1 1.筑波大

   14p-P7-12 熱輻射制御表面による高温SF6 ガスの輻射冷却 〇津田 慎一郎 1, 堀之内 克彦 2, 湯上 浩雄 1 1.東北大工, 2.三菱電機
   14p-P7-13 フォトニック結晶結合ナノ共振器からの共鳴光子対生成 〇松田 信幸 1, 2, 倉持 栄一 1, 2, 武居 弘樹 2, 清水 薫 2, 納

富 雅也 1, 2
1.NTT NPC, 2.NTT物性研

   14p-P7-14 高濃度金ナノ粒子を導入したハイブリッドオパール膜の
作製

〇(DC)野田 雄太 1, 早川 知克 1, 不動寺 浩 2 1.名工大, 2.NIMS

   14p-P7-15 GaN/AlGaN電圧変調型狭帯域熱輻射光源の設計 〇(D)Kang Daniel Dongyeon1, 井上 卓也 1, 2, 浅野 
卓 1, 野田 進 1

1.京大院工, 2.K-CONNEX

   14p-P7-16 結晶方位45度回転SOI基板を用いたナノ共振器シリコン
ラマンレーザ

〇山内 悠起子 1, 高橋 和 1, 浅野 卓 2, 野田 進 2 1.大阪府立大学工, 2.京都大

3/15(Wed.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) E205会場
 9:00 奨 15a-E205-1 楕円ダブルホールフォトニック結晶レーザの特性評価 〇吉田 昌宏 1, De Zoysa Menaka1, 福原 真 1, 河﨑 正

人 2, 初田 蘭子 1, 田中 良典 1, 石﨑 賢司 1, 野田 進 1
1.京大工, 2.三菱電機先端総研

 9:15  15a-E205-2 楕円ダブルホールフォトニック結晶レーザの室温連続動
作

〇福原 真 1, De Zoysa Menaka1, 吉田 昌宏 1, 河崎 正
人 2, 初田 蘭子 1, 石崎 賢司 1, 田中 良典 1, 野田 進 1

1.京大工, 2.三菱電機先端総研

 9:30  15a-E205-3 フォトニック結晶レーザの大面積化のための格子点構造
の設計(Ⅲ)

〇中川 翔太 1, 田中 良典 1, 北川 均 1, 野田 進 1 1.京大院工

 9:45  15a-E205-4 キャリア拡散を考慮したレート方程式を用いた円型欠陥
フォトニック結晶レーザの特性解析

〇(M1)西村 智也 1, 森藤 正人 1, 梶井 博武 1, 丸田 章
博 1, 近藤 正彦 1

1.阪大院工

 10:00  15a-E205-5 三角格子フォトニック結晶レーザの高出力化のための格
子点設計

〇田中 良典 1, De Zoysa Menaka1, 野田 進 1 1.京大院工

 10:15  15a-E205-6 ３次元結合波理論によるフォトニック結晶レーザの過渡
応答解析

〇井上 卓也 1, 2, 森田 遼平 1, 田中 良典 1, 野田 進 1 1.京大工, 2.K-CONNEX

 10:30  15a-E205-7 ナノベルト構造によるＹＡＧ：Ｃｅ蛍光体の指向性・偏
光発光増強

〇橋谷 享 1, 稲田 安寿 1, 新田 充 1, 冨田 昇吾 1, 平澤 
拓 1

1.パナソニック

 10:45  15a-E205-8 GaN系フォトニック結晶レーザ実現のためのMOVPE空
孔形成法の検討

〇小泉 朋朗 1, 2, 江本 渓 1, 2, 園田 純一 1, De Zoysa 
Menaka2, 田中 良典 2, 野田 進 2

1.スタンレー電気, 2.京大院工

 11:00  15a-E205-9 発振励起スペクトルによるナノ共振器シリコンラマン
レーザの光利得の研究

〇山下 大喜 1, 高橋 和 1, 浅野 卓 2, 野田 進 2 1.大阪府大院工, 2.京大院工

 11:15 E 15a-E205-10 Design of 1D Photonic Crystal on InP Nanowire 〇(B)Caleb John2, Masato Takiguchi1, 2, Guoqiang 
Zhang1, 2, Hideaki Taniyama1, 2, Masaaki Ono1, 2, 
Masaya Notomi1, 2

1.NTT NPC, 2.NTT BRL

 11:30 奨 15a-E205-11 変調フォトニック結晶レーザによるベクトルビームの発
生

〇(B)米 雅子 1, 北村 恭子 1, 2, 野田 進 2 1.京都工繊, 2.京大院工

 11:45 奨 15a-E205-12 転写プリント法による量子ドット-ナノ共振器-細線導波
路結合系の作製とその評価

〇勝見 亮太 1, 太田 泰友 2, 車 一宏 1, 玉田 晃均 1, 角田 
雅弘 2, 宮澤 俊之 3, 竹本 一矢 3, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰
彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構, 3.富士通研

 12:00  15a-E205-13 ナノ共振器 シリコンラマレーザ の高出力化に向けた検討 〇栗原 潤 1, 山下 大喜 1, 浅野 卓 2, 高橋 和 1, 野田 進 2 1.大阪府大院工, 2.京大院工
3/16(Thu.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) F202会場

 9:00  16a-F202-1 表面にフォトニック結晶構造を有するμc-Si太陽電池の
光電変換効率の向上

〇元平 暉人 1, 石崎 賢司 1, 田中 良典 1, De Zoysa 
Menaka1, 長谷川 創 1, 野田 進 1

1.京大院工

 9:15  16a-F202-2 フォトニック結晶を導入した薄膜単結晶シリコン太陽電
池の検討(IV)

〇石崎 賢司 1, 田 昇愚 1, 長谷川 創 1, 田中 良典 1, De 
Zoysa Menaka1, 野田 進 1

1.京大院工

 9:30  16a-F202-3 グラフェン装荷プラズモニック導波路における可飽和吸
収の観測

〇畑 雅則 1, 2, 小野 真証 1, 3, 千葉 永 1, 2, 角倉 久史 1, 3, 
野崎 謙悟 1, 3, 倉持 栄一 1, 3, 納富 雅也 1, 2, 3

1.NTT物性研, 2.東工大理, 3.NTTナノフォトニクスセ
ンタ

 9:45  16a-F202-4 シリカトロイド微小光共振器とフォトニック結晶導波路
の結合実験

〇鐵本 智大 1, 熊崎 基 1, 本多 祥大 1, 田邉 孝純 1 1.慶大理工

 10:00  16a-F202-5 SLD光源を用いたフォトニック結晶デバイス励起 〇(B)汐崎 梨紗 1, 芦田 紘平 1, 高橋 和 1 1.大阪府大院工
 10:15 奨 16a-F202-6 二光子吸収フォトダイオードアレイを用いた光相関計

(III) ---精度と確度の評価
〇近藤 圭祐 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 10:30  16a-F202-7 自己クローニング型フォトニック結晶を用いた偏光分離
プリズム

〇居城 俊和 1, 川嶋 貴之 1, 千葉 貴史 1, 矢島 海都 4, 高
橋 浩 4, 川上 彰二郎 2, 1, 3

1.(株)フォトニックラティス, 2.(有) オートクローニ
ング・テクノロジー, 3.(公財) 仙台応用情報学研究振興
財団, 4.上智大学

 10:45  16a-F202-8 Ｈ１スロットナノ共振器による高Ｑ／Ｖ値の達成 〇倉持 栄一 1, 2, Kim Jun-Ki2, 谷山 秀昭 1, 2, 新家 昭
彦 1, 2, 北 翔太 2, 納富 雅也 1, 2

1.ＮＴＴ ＮＰＣ, 2.ＮＴＴ物性基礎研

 11:00 E 16a-F202-9 Design of triangular cross-section nanobeam photonic 
crystals for complete PBG

〇(D)Heungjoon Kim1, Bong-shik Song1, Takashi 
Asano2, Susumu Noda2

1.Sungkyunkwan Univ., 2.Kyoto Univ.

 11:15  16a-F202-10 ナノ共振器レーザと導波路を集積した三次元フォトニッ
ク結晶光回路

〇田尻 武義 1, 高橋 駿 2, 太田 泰友 2, 渡邊 克之 2, 岩本 
敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.ナノ量子機構

 11:30 奨 16a-F202-11 3次元フォトニック結晶におけるギャップ中減衰モード
の考察(II)

〇(P)権平 皓 1, 2, 浅野 卓 1, 北野 圭輔 1, 2, 石﨑 賢司 1, 
野田 進 1

1.京大院工, 2.学振特別研究員

 11:45 奨 16a-F202-12 光学顕微鏡マイクロマニピュレータによる三次元フォト
ニック結晶の作製

〇石田 丈 1, 高橋 駿 2, 田尻 武義 1, 太田 泰友 2, 館林 
潤 2, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
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3.11 フォトニック構造・現象 / Photonic structures and phenomena



 12:00  16a-F202-13 結合共振器系における制御共振器の正弦変調による光操
作方式の検討

〇鴻池 遼太郎 1, 2, 仲代 匡宏 1, 田中 良典 1, 浅野 卓 1, 
野田 進 1

1.京大院工, 2.学振特別研究員

 12:15  16a-F202-14 光パスゲート論理に基づく光波長多重並列加算器 〇新家 昭彦 1, 2, 石原 亨 3, 井上 弘士 4, 野崎 謙悟 1, 2, 北 
翔太 1, 2, 納富 雅也 1, 2

1.NTTナノフォトセンタ, 2.NTT物性基礎研, 3.京都大
学, 4.九州大学

CS.7 3.11フォトニック構造・現象,13.7ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション / 3.11/13.7 Code-sharing session
3/15(Wed.) 13:15 - 19:15 口頭講演 (Oral Presentation) E205会場

 13:15  15p-E205-1 フォトニクス奨励賞授賞式 〇梅田 倫弘 1 1.フォトニクス分科会
 13:30 招 15p-E205-2 「フォトニクス奨励賞受賞記念講演」（15分）

波長切替可能な狭帯域熱輻射光源の開発と展望
〇井上 卓也 1, 2, De Zoysa Menaka1, 浅野 卓 1, 野田 
進 1

1.京大, 2.K-CONNEX

 13:45  15p-E205-3 三角形状空気孔を用いたスラブ型バレーフォトニック結
晶

〇岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 14:00 奨 15p-E205-4 半導体カイラルフォトニック結晶におけるワイル点とト
ポロジカルエッジ状態

〇高橋 駿 1, 大野 修平 2, 岩本 敏 1, 3, 初貝 安弘 2, 荒川 
泰彦 1, 3

1.東大ナノ量子機構, 2.筑波大院数理, 3.東大生研

 14:15 奨 15p-E205-5 結合ナノレーザーアレイのPT対称性の破れを用いた制
御可能な光トポロジカル相

〇高田 健太 1, 2, 納富 雅也 1, 2 1.NTT物性基礎研, 2.NTTナノフォトニクスセンタ

 14:30 奨 15p-E205-6 機械共振を用いたGaAs薄膜における励起子準位の動的
変調

〇太田 竜一 1, 岡本 創 1, 山口 浩司 1 1.NTT物性研

 14:45 奨 15p-E205-7 一次元フォノニック結晶における弾性波のトポロジカル
境界状態の観測

〇金 仁基 1, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 15:00 奨 15p-E205-8 トロイド共振器における光カーコム発生時の共振器オプ
トメカニクス

〇鈴木 良 1, 加藤 拓巳 1, 小畠 知也 1, 田邉 孝純 1 1.慶大理工

 15:15  休憩/Break
 15:30 招 15p-E205-9 「第7回化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤﨑勇賞）

受賞記念講演」（30分）
化合物半導体ナノ構造形成法の先駆的研究とそのナノエ
レクトロニクスへの展開

〇福井 孝志 1 1.北大

 16:00 奨 15p-E205-10 量子ドット-ナノ共振器強結合系における真空ラビ振動
の時間領域観測

〇車 一宏 1, 太田 泰友 2, 角田 雅弘 2, 岩本 敏 1, 2, 荒川 
泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 16:15  15p-E205-11 量子ドット-ナノ共振器系によるN00N状態生成 ～N>2
への拡張～

〇上出 健仁 1, 太田 泰友 1, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研

 16:30  15p-E205-12 ピラー型微細形状を有するQDinFにおける相互相関信号
による励起子複合体の推定

〇笹倉 弘理 1, 小田島 聡 2, 熊野 英和 3 1.北大院工, 2.八戸工大, 3.北大電子研

 16:45  15p-E205-13 タイムタグ計測法を活用した単一ナノ粒子の２光子カス
ケード発光の研究

〇井原 章之 1, 広重 直 1 1.京大化研

 17:00 奨 15p-E205-14 単一CdSe/CdSナノ粒子の励起子分子発光：クーロン相
互作用による増強

〇(M2)広重 直 1, 井原 章之 1, 猿山 雅亮 1, 寺西 利治 1, 
金光 義彦 1

1.京大化研

 17:15  休憩/Break
 17:30  15p-E205-15 単一量子ドットにおける面内核磁場形成機構の研究 〇(M1)山本 壮太 1, 松崎 亮典 1, 鍜治 怜奈 1, 足立 智 1 1.北大院工
 17:45 奨 15p-E205-16 光導波路中量子ドット集団からのスピン依存指向性発光

の観測
〇林 文博 1, 太田 泰友 2, 渡邉 克之 2, 車 一宏 1, 玉田 晃
均 1, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 18:00 奨 15p-E205-17 プラズモニックマイクロリング共振器に埋め込まれた量
子ドットにおけるPurcell効果の観測

〇玉田 晃均 1, 太田 泰友 2, 車 一宏 1, Ho Jinfa1, 渡邉 
克之 2, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 18:15  15p-E205-18 シリカトロイド結合共振器によるブリルアン発振 〇本多 祥大 1, 吉岐 航 1, 鐵本 智大 1, 藤井 瞬 1, 田邉 孝
純 1

1.慶大理工

 18:30  15p-E205-19 量子ドットナノレーザにおける無閾値レーザ発振の実現 〇太田 泰友 1, 角田 雅弘 1, 渡邉 克之 1, 岩本 敏 1, 2, 荒
川 泰彦 1, 2

1.東大ナノ量子, 2.東大生研

 18:45 奨 15p-E205-20 デュアルコム分光による量子ドットの過渡応答評価 〇(M2)新井 悠人 1, 浅原 彰文 2, 3, 美濃島 薫 2, 3, 赤羽 
浩一 4, 早瀬 潤子 1

1.慶大理工, 2.電通大, 3.JST, ERATO美濃島知的光シン
セサイザ, 4.NICT

 19:00  15p-E205-21 誘導ラマン効果を用いたサブポアソン光生成の理論検討 〇乾 善貴 1, 浅野 卓 1, 高橋 和 2, 野田 進 1 1.京大院工, 2.阪府大院
CS.8 3.11,3.12コードシェアセッション『フォトニック・プラズモニック構造および熱制御』 / 3.11/3.12 Code-sharing session "Photonic and plasmonic structures, and thermal control"
3/14(Tue.) 13:15 - 15:30 口頭講演 (Oral Presentation) F202会場

 13:15  14p-F202-1 メタ表面ビーム偏向器によるごく薄い線形光論理ゲート
の提案

〇北 翔太 1, 2, 新家 昭彦 1, 2, 高田 健太 1, 2, 野崎 謙悟 1, 2, 
納富 雅也 1, 2

1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT物性研

 13:30  14p-F202-2 Siロッド型熱輻射光源への透明酸化物コーティングによ
る耐熱性向上(II)

〇浅野 卓 1, 堤 達紀 1, 末光 真大 1, 2, De Zoysa 
Menaka1, 野田 進 1

1.京都大学, 2.大阪ガス

 13:45  14p-F202-3 中間透明基板を利用した高効率近接場熱輻射伝達 〇井上 卓也 1, 2, 渡辺 晃平 1, 浅野 卓 1, 野田 進 1 1.京大工, 2.K-CONNEX
 14:00 奨 14p-F202-4 凹凸MIM構造による可視-赤外超広帯域光吸収 〇(DC)鷹取 賢太郎 1, 2, 岡本 隆之 1, 2, 石橋 幸治 1 1.理研, 2.東工大院
 14:15 E 14p-F202-5 Oxide Surface functionalization for plasmon-enhanced 

infrared spectoscopy
〇(PC)Kai Chen1, 2, Thang Duy Dao1, 2, Satoshi 
Ishii1, 2, Tadaaki Nagao1, 2

1.NIMS, 2.CREST

 14:30  14p-F202-6 半導体からなる単層メタ表面における前方・後方散乱型
共鳴と光学スペクトル

〇岩長 祐伸 1, 池田 直樹 1 1.物材機構

 14:45  14p-F202-7 メタマテリアルフィルムを用いた近赤外光学迷彩の理論
解析

〇雨宮 智宏 1, 2, 3, 山崎 理司 2, 金澤 徹 2, 平谷 拓生 2, 
Gu Zhichen2, 石川 篤 3, 4, 5, 西山 伸彦 2, 田中 拓男 3, 浦
上 達宣 6, 荒井 滋久 1, 2

1.東工大創成院, 2.東工大工, 3.理研, 4.岡大院工, 5.UC
バークレー, 6.三井化学

 15:00 奨 14p-F202-8 金属‐誘電体多層膜の構造最適化による高効率日中放射
冷却

〇須一 貴啓 1, 石川 篤 1, 林 靖彦 1, 鶴田 健二 1 1.岡大院自然

 15:15 奨 14p-F202-9 遺伝的アルゴリズムを用いて自動設計した赤外デジタル
メタマテリアル

〇(B)杉野 有哉 1, 石川 篤 1, 林 靖彦 1, 鶴田 健二 1 1.岡山大

3.12 ナノ領域光科学･近接場光学 / Nanoscale optical science and near-field optics
3/14(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F202会場

 9:00  14a-F202-1 Au導波路における1.55 μm帯フェムト秒表面プラズモ
ンポラリトンの時間分解顕微観察

〇村上 亮輔 1, 宮崎 純 1, 池沢 道男 1, 久保 敦 1 1.筑波大物理

 9:15 奨 14a-F202-2 ハイブリッドプラズモニック導波路内の2モード干渉を
用いた表面プラズモン励起および散乱構造

〇太田 雅 1, 古木 崇裕 1, 中山 昂太郎 1, 渡邊 領 1, 住村 
あさひ 1, 石井 佑弥 1, 福田 光男 1

1.豊技大

 9:30 奨 14a-F202-3 ボウタイ型金属導波路を用いたプラズモニック保持構造 〇古木 崇裕 1, 太田 雅 1, 石井 佑弥 1, 福田 光男 1 1.豊技大
 9:45 奨 14a-F202-4 自由キャリア吸収を用いた電気-プラズモン変調器 〇樋口 竣一 1, 伊藤 基 1, 石井 佑弥 1, 福田 光男 1 1.豊技大
 10:00  14a-F202-5 アルミニウムテーパチップを用いた400  nmと800 nmに

おける超高速プラズモンパルスナノ集光
〇富田 恵多 1, 小島 康裕 1, 神成 文彦 1 1.慶大理工

 10:15 奨 14a-F202-6 プラズモンナノフォーカス近接場光学顕微鏡のためのプ
ラズモニック探針

〇馬越 貴之 1, 田中 美咲 1, 齊藤 結花 2, バルマ プラブ
ハット 1

1.阪大院工, 2.学習院大理

 10:30  休憩/Break
 10:45 奨 14a-F202-7 一次元金属回折格子を用いた表面プラズモンセンサーの

光学特性及び感度評価
〇(M1)伊藤 優佑 1, 元垣内 敦司 1, 3, 三宅 秀人 2, 3, 平
松 和政 1, 3

1.三重大院工, 2.三重大院地域イノベ, 3.三重大極限ナ
ノエレセンター

 11:00  14a-F202-8 サブ波長周期構造を用いた垂直入射型屈折率高感度検出 〇高島 祐介 1, 2, 原口 雅宣 1, 直井 美貴 1 1.徳島大理工, 2.学振特別研究員
 11:15  14a-F202-9 紫外プラズモニクスを利用したガスセンシング 〇本田 光裕 1, 近藤 杏香 1 1.名工大
 11:30  14a-F202-10 金属グレーティングにおける束縛モードと透過率・電場

増強スペクトルの関係
〇吉川 遼 1, 西田 宗弘 1, 角屋 豊 1 1.広大先端研
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3.12 ナノ領域光科学･近接場光学 / Nanoscale optical science and near-field optics



 11:45  14a-F202-11 MIM構造による結合共振器反射スペクトルの観察 〇渡辺 豪志 1, 根尾 陽一郎 1, 冨田 誠 2, 松本 貴裕 3, 三
村 秀典 1

1.静大電研, 2.静大理, 3.名市大芸研

 12:00  14a-F202-12 Ag/Rhodamine系色素積層構造における表面プラズモン・
光導波モードの多重波数ASE

〇松本 実夏 1, 久保 敦 1 1.筑波大物理

3/14(Tue.) 15:45 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) F202会場
 15:45  14p-F202-10 金属ナノホール列による表面プラズモンと誘電体導波路

モードの結合
〇横溝 純平 1, 角屋 豊 1, 西田 宗弘 1 1.広大先端研

 16:00  14p-F202-11 酸化チタン上Auナノホールアレイの光学特性 〇(DC)齋藤 滉一郎 1, 相澤 憂 1, 立間 徹 1 1.東大生研
 16:15  14p-F202-12 高アスペクト比テーパー型金属ホールアレイの形成と光

学特性評価
〇近藤 敏彰 1, 黒沢 みずき 1, 柳下 崇 1, 益田 秀樹 1 1.首都大都市環境

 16:30  14p-F202-13 六方格子プラズモニックナノポア自立膜 大野 峻澄 1, Wadell Carl1, 山本 直紀 1, 〇三宮 工 1 1.東工大
 16:45 奨 14p-F202-14 プラズモニックナノ構造の温度依存性 〇大西 裕己 1, 三宮 工 1 1.東工大
 17:00  14p-F202-15 局在表面プラズモン共鳴された金ナノ三角柱の偏光分解

第二高調波分光
〇余語 宏文 1, 小野 篤史 1, 川田 善正 1, 杉田 篤史 1 1.静岡大学

 17:15  休憩/Break
 17:30  14p-F202-16 THz 領域での光渦から擬似プラズモンへの角運動量転写 〇酒井 恭輔 1, 渡邉 真太郎 1, 笹木 敬司 1, 森本 祥平 2, 

有川 敬 2, 田中 耕一郎 2
1.北大電子研, 2.京大院理

 17:45  14p-F202-17 radial偏光誘起表面プラズモン共鳴を用いた原子ファネ
ル

高橋 幸佑 1, 〇平野 弘樹 2, 伊藤 治彦 1, 2 1.東工大総理工, 2.東工大工学院

 18:00 奨 14p-F202-18 近接場光レンズを用いた原子ナノフォーカシング 〇野中 大地 1, 伊藤 治彦 1 1.東工大総理工
 18:15 E 14p-F202-19 Wavelength-dependence of near-field etching 〇(D)Felix Julian Brandenburg1, Hiroshi Saito1, 

Olivier Soppera1, 2, Takashi Yatsui1
1.University Of Tokyo, Graduate School of Engineering, 
Department of Electrical Engineering, Yatsui 
Laboratory, 2.Institut de Sciences des Materiaux de 
Mulhouse (IS2M)

3/15(Wed.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) F202会場
 9:00  15a-F202-1 プラズモン誘起電荷分離の内部量子収率に対するプラズ

モンカップリングの影響
〇石田 拓也 1, 立間 徹 1 1.東大生研

 9:15 E 15a-F202-2 Indium nanoparticles for enhanced UV Photocatalysis 〇(M2C)Irena Devi Rajkumari1, Mitsuhiro Honda1, 
Yo Ichikawa1

1.Nagoya Institute of Technology

 9:30 E 15a-F202-3 Plasmonic Photovoltaic Cells Based on Two-Dimensional 
Metal Halfshell Arrays

〇(D)Ling Wu1, Gyu Min Kim1, Hiroyasu Nishi1, 
Tetsu Tatsuma1

1.Univ. of Tokyo

 9:45  15a-F202-4 Alナノキャップ構造の表面プラズモン共鳴による紫外
アップコンバージョン増強

〇雛本 樹生 1, 高階 寛之 1, 藤井 稔 1 1.神戸大院工

 10:00 奨 15a-F202-5 光照射による窒化チタン薄膜からのホットエレクトロン
励起

〇石井 智 1, シンデ サティシュ1, 長尾 忠昭 1, 2 1.物材機構, 2.北大院

 10:15 奨 15a-F202-6 液中におけるアルミニウムの遠紫外-深紫外プラズモン
共鳴特性

〇田邉 一郎 1, 田中 嘉人 2, 渡利 幸治 3, 後藤 剛喜 3, 居
波 渉 4, 川田 善正 4, 尾崎 幸洋 3

1.阪大院基礎工, 2.東大生研, 3.関学大院理工, 4.静大院
工

 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-F202-7 Metal Film Over Nanosphere構造におけるシリコン量子

ドット単層膜の吸収断面積および発光再結合レートの同
時増強

〇井上 飛鳥 1, 杉本 泰 1, 藤井 稔 1 1.神戸大院工

 11:00 奨 15a-F202-8 ドレスト光子フォノンを用いたSi LEDの発光原理に関す
る考察

〇(P)金 俊亨 1, 川添 忠 2, 大津 元一 1 1.東大院工, 2.NPOナノフォト

 11:15  15a-F202-9 高出力ホモ接合シリコンレーザーの作製 〇川添 忠 1, 杉浦 聡 1, 大津 元一 2, 1 1.ナノフォト推進機構, 2.東大工
 11:30  15a-F202-10 色素分散樹脂とZnO量子ドットを用いた紫外白色光変換

膜
〇川添 忠 1, 山岸 亙 1 1.ナノフォト推進機構

 11:45  15a-F202-11 近接場光によるシリコン半導体の波数励起 〇野田 真史 1, 山口 真生 2, 信定 克幸 1 1.分子研, 2.東大院工
 12:00  15a-F202-12 近接場光学における非共鳴効果の理論 I 〇坂野 斎 1 1.山梨大院医学工学総合
 12:15  15a-F202-13 局所環境支援励起移動ダイナミクス 〇岡田 遼 1, 矢﨑 智昌 1, 内山 和治 1, 堀 裕和 1, 石川 

陽 1, 小林 潔 1
1.山梨大工

3/15(Wed.) 14:00 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) F202会場
 14:00 招 E 15p-F202-1 [JSAP Young Scientist Award Speech]（15min.）

Near-field absorption imaging by two color nano-light 
source

〇Ryo Kato1, Yuika Saito2, Prabhat Verma1 1.Osaka Univ., 2.Gakusyuin Univ.

 14:15  15p-F202-2 音叉型水晶振動子AFMプローブを用いた先端増強ラマン
散乱顕微鏡

〇(P)齋藤 広大 1, 田口 敦清 1, 河田 聡 1 1.阪大院工

 14:30 奨 E 15p-F202-3 Hot electron nano-imaging and real-space energy 
dissipation of operating microelectronic devices at 
room-temperature

〇(PC)Weng Qianchun1, Komiyama Susumu1, An 
Zhenghua2, Kajihara Yusuke1

1.Tokyo Univ., 2.Fudan Univ.

 14:45  15p-F202-4 グラフェンにおけるショット雑音のナノスケールイメー
ジング

〇(PC)林 冠廷 1, 根間 裕史 1, 翁 銭春 1, 金 鮮美 1, 菅
原 健太 2, 尾辻 泰一 2, 小宮山 進 3, 梶原 優介 1

1.東大生研, 2.東北大通研, 3.東大総文

 15:00  15p-F202-5 チタン窒化物ナノ構造によるラマン散乱増強効果 〇江本 智 1, 平井 悠司 1, 下村 正嗣 1, 松尾 保孝 2, 三友 
秀之 2, 新倉 健一 2, 居城 邦治 2

1.千歳科技大, 2.北大電子研

 15:15  15p-F202-6 島状の銀薄膜を用いた固体表面における表面増強ラマン
散乱のスペクトル解析

〇(M1C)古谷 龍嗣 1, 梅本 好日古 1, 山口 誠 1, 山本 
良之 1

1.秋田大学

 15:30  15p-F202-7 単一SERRSホットスポットにおけるプラズモン共鳴と分
子マルチエキシトン共鳴との強結合

〇伊藤 民武 1, 山本 裕子 2, 3 1.産総研健工, 2.学振RPD, 3.香大工

 15:45  休憩/Break
 16:00  15p-F202-8 銀ナノ粒子の安定性：銀塩写真からプラズモニクスへの

展開
〇谷 忠昭 1, 菅 亮太 2, 山野 侑香 2, 内田 孝幸 2, 1 1.日本写真学会, 2.東京工芸大工

 16:15  15p-F202-9 光成長する銀ナノデンドライト：成長環境の最適化とメ
タマテリアルへの応用

〇(DC)田口 夏生 1, 武安 伸幸 2, 河田 聡 1 1.阪大院工, 2.岡大院自

 16:30  15p-F202-10 FDTD法とレベルセット法に基づく光学材料のトポロ
ジー最適化

〇安田 英紀 1, 2, 納谷 昌之 1, 山田 崇恭 2, 西脇 眞二 2 1.富士フイルム先端研, 2.京大院工

 16:45  15p-F202-11 メタマテリアルの有効媒質としての妥当性について 〇市川 裕之 1, 日野 湧也 2 1.愛媛大院理工, 2.富士重工業
3/16(Thu.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P13会場

  奨 16p-P13-1 アルミニウムセミシェル構造の熱安定性とプラズモン吸
収スペクトル特性

〇(B)松森 基真 1, 佐藤 諒真 2, 藤村 隆史 2, 3 1.宇大工, 2.宇大院工, 3.宇大CORE

   16p-P13-2 金属ナノ構造体における二光子励起過程の顕微分光によ
る研究

〇馬 昭明 1, 今枝 佳祐 1, 井村 考平 1 1.早大院先進理工

   16p-P13-3 HOM型二光子干渉計を用いた長距離伝播型表面プラズ
モンポラリトン導波路における三次分散の調査

〇小林 稜 1, 2, 堺谷 貴秀 1, 藤井 剛 2, 行方 直人 1, 福田 
大治 1, 2, 井上 修一郎 1

1.日大量科研, 2.産総研

   16p-P13-4 高感度-広測定域SPRセンサに向けた二重反射解析シ
ミュレーションと動作特性評価

〇(M1)丹所 祐貴 1, 小沼 将大 1, 松島 裕一 2, 石川 浩 1, 
宇髙 勝之 1

1.早大理工, 2.GCS機構

  奨 16p-P13-5 PC61BM:P3HT太陽電池の光吸収増強を目的とした完全
吸収構造

〇(B)近藤 柾樹 1, 岡本 隆之 2, 3, 久保 若奈 1 1.東京農工大, 2.理研, 3.東工大
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3.12 ナノ領域光科学･近接場光学 / Nanoscale optical science and near-field optics



  奨 16p-P13-6 Agを用いた二層型ワイヤーグリッド構造の入射角度依存
性

〇(M1)渡邊 直也 1, 元垣内 敦司 1, 3, 三宅 秀人 2, 3, 平
松 和政 1, 3

1.三重大院工, 2.三重大院地域イノベ, 3.三重大極限ナ
ノエレセンター

   16p-P13-7 光ファイバー端面上アクティブプラズモンデバイスの作
製

〇山本 和広 1, 山口 堅三 2 1.九大先導研, 2.香川大

   16p-P13-8 金ナノ三角柱/非線形光学ポリマー複合系の局在表面プ
ラズモン共鳴条件での第二高調波発生現象

〇岸口 光一 1, 余語 宏文 1, 松井 達也 1, 佐藤 浩平 1, 小
野 篤史 1, 間瀬 暢之 1, 川田 善正 1, 杉田 篤史 1

1.静大院工

   16p-P13-9 サブ波長格子/導波構造を有する二波長帯紫外光検出 〇(M1)草葉 啓太 1, 高島 祐介 1, 2, 原口 雅宣 1, 直井 美
貴 1

1.徳島大工, 2.学振特別研究員

   16p-P13-10 プラズモン共鳴下におけるVO2 相転移挙動の電気的評価 〇(B)竹谷 浩伸 1, 久保 若奈 1 1.東京農工大
   16p-P13-11 高性能プラズモニックナノアレイ構造の作製と評価 〇(D)森 智博 1, 森 岳志 2, 田中 康弘 1, 須崎 嘉文 1, 山

口 堅三 1
1.香川大工, 2.和歌山工技セ

   16p-P13-12 最密充填された金属分割リング共振器アレイからなる２
次元メタマテリアルの作製

〇新見 和成 1, 谷川 絋太 1, 岡本 敏弘 1, 原口 雅宣 1 1.徳島大院

   16p-P13-13 紫外域サブ波長ビーム集光用プラズモニックレンズの評
価

〇土山 晃裕 1, 三浦 祐介 1, 武田 実 1, 井上 勉 2, 會澤 見
斗 2

1.京都工芸繊維大学, 2.日本分光

   16p-P13-14 探針増強ラマン散乱分光法による酸化グラフェンの２次
元マッピング

〇稲葉 達郎 1, 川畑 智雅 1, De Silva Kanishka1, 吉村 
雅満 1

1.豊田工大院工

   16p-P13-15 超高速表面プラズモンパルスのナノ集光を用いたナノ領
域非線形分光

〇小島 康裕 1, 富田 恵多 1, 神成 文彦 1 1.慶大理工

   16p-P13-16 薄膜光導波路付カンチレバーチップ先端で発生する近接
場のシミュレーション

〇張 開鋒 1, 松本 涼太 2, 山川 市朗 1, 岡本 敏弘 2, 原口 
雅宣 2, 谷口 伸一 1

1.(株)日立製作所 研開, 2.徳島大学　大学院

   16p-P13-17 光近接場相互作用を介した量子ダイナミクスの理論的解
明

〇矢崎 智昌 1, 岡田 遼 1, 石川 陽 1, 小林 潔 1 1.山梨大工

   16p-P13-18 近接場光局所励起・観察によるキャリア輸送現象の解明
Ⅱ

〇岩本 亘平 1, 酒井 優 1, 石川 陽 1, 堀 裕和 1, 岸野 克
巳 2, 小林 潔 1

1.山梨大工, 2.上智大理工

   16p-P13-19 上下プローブSNOMを用いたフォトクロミック結晶中の
経路探索機能の観測 (II)

〇中込 亮 1, 内山 和治 1, 久保田 悟 1, 波多野 絵里 2, 内
田 欣吾 2, 堀 裕和 1

1.山梨大工, 2.龍谷大理工

  奨 16p-P13-20 光応答材料を用いたプラズモニック光スイッチング素子
の開発

〇近藤 克哉 1, 三宮 工 1 1.東工大

   16p-P13-21 アゾポリマー微粒子のプラズモン変形 〇豊田 慎也 1, 岡 寿樹 1, 新保 一成 1, 大平 泰生 1 1.新潟大工
CS.8 3.11,3.12コードシェアセッション『フォトニック・プラズモニック構造および熱制御』 / 3.11/3.12 Code-sharing session "Photonic and plasmonic structures, and thermal control"
3/14(Tue.) 13:15 - 15:30 口頭講演 (Oral Presentation) F202会場

 13:15  14p-F202-1 メタ表面ビーム偏向器によるごく薄い線形光論理ゲート
の提案

〇北 翔太 1, 2, 新家 昭彦 1, 2, 高田 健太 1, 2, 野崎 謙悟 1, 2, 
納富 雅也 1, 2

1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT物性研

 13:30  14p-F202-2 Siロッド型熱輻射光源への透明酸化物コーティングによ
る耐熱性向上(II)

〇浅野 卓 1, 堤 達紀 1, 末光 真大 1, 2, De Zoysa 
Menaka1, 野田 進 1

1.京都大学, 2.大阪ガス

 13:45  14p-F202-3 中間透明基板を利用した高効率近接場熱輻射伝達 〇井上 卓也 1, 2, 渡辺 晃平 1, 浅野 卓 1, 野田 進 1 1.京大工, 2.K-CONNEX
 14:00 奨 14p-F202-4 凹凸MIM構造による可視-赤外超広帯域光吸収 〇(DC)鷹取 賢太郎 1, 2, 岡本 隆之 1, 2, 石橋 幸治 1 1.理研, 2.東工大院
 14:15 E 14p-F202-5 Oxide Surface functionalization for plasmon-enhanced 

infrared spectoscopy
〇(PC)Kai Chen1, 2, Thang Duy Dao1, 2, Satoshi 
Ishii1, 2, Tadaaki Nagao1, 2

1.NIMS, 2.CREST

 14:30  14p-F202-6 半導体からなる単層メタ表面における前方・後方散乱型
共鳴と光学スペクトル

〇岩長 祐伸 1, 池田 直樹 1 1.物材機構

 14:45  14p-F202-7 メタマテリアルフィルムを用いた近赤外光学迷彩の理論
解析

〇雨宮 智宏 1, 2, 3, 山崎 理司 2, 金澤 徹 2, 平谷 拓生 2, 
Gu Zhichen2, 石川 篤 3, 4, 5, 西山 伸彦 2, 田中 拓男 3, 浦
上 達宣 6, 荒井 滋久 1, 2

1.東工大創成院, 2.東工大工, 3.理研, 4.岡大院工, 5.UC
バークレー, 6.三井化学

 15:00 奨 14p-F202-8 金属‐誘電体多層膜の構造最適化による高効率日中放射
冷却

〇須一 貴啓 1, 石川 篤 1, 林 靖彦 1, 鶴田 健二 1 1.岡大院自然

 15:15 奨 14p-F202-9 遺伝的アルゴリズムを用いて自動設計した赤外デジタル
メタマテリアル

〇(B)杉野 有哉 1, 石川 篤 1, 林 靖彦 1, 鶴田 健二 1 1.岡山大

3.13 半導体光デバイス / Semiconductor optical devices
3/14(Tue.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P8会場

   14p-P8-1 直接貼付InP/Si基板上GaInAsPレーザ構造のX線回折評
価

〇杉山 滉一 1, 西山 哲央 1, 鎌田 直樹 1, 大貫 雄也 1, 韓 
旭 1, ペリヤナヤガム ガンディ カッラサン 1, 相川 政
輝 1, 早坂 夏樹 1, 内田 和希 1, 下村 和彦 1

1.上智大理工

   14p-P8-2 直接貼付InP/Si基板上1.5μm帯GaInAsPレーザの低温
発振特性

〇内田 和希 1, 西山 哲央 1, 鎌田 直樹 1, 大貫 雄也 1, 韓 
旭 1, ペリヤナヤガム ガンディ カッラサン 1, 杉山 滉
一 1, 相川 政輝 1, 早坂 夏樹 1, 下村 和彦 1

1.上智大理工

   14p-P8-3 直接貼付InP/Si基板上1.5μm帯GaInAsPダブルヘテロ
レーザの電気特性

〇韓 旭 1, 西山 哲央 1, 鎌田 直樹 1, 大貫 雄也 1, べリヤ
ナヤガム ガンディカッラサン 1, 内田 和希 1, 相川 政
輝 1, 杉山 滉一 1, 早坂 夏樹 1, 下村 和彦 1

1.上智大学理工

   14p-P8-4 QD-SOAを用いた非線形方向性結合器による超高速再生
デバイスの特性解析

〇(M2)ジョ イツロク 1, 杉中 亮太 1, 松本 敦 3, 松島 
裕一 2, 石川 浩 1, 宇髙 勝之 1

1.早大理工, 2.早大GCS機構, 3.NICT

   14p-P8-5 フォトクロミック材料を用いた光ニューラルネットワー
クの研究

〇谷本 桂理 1, 雨宮 嘉照 1, 田部井 哲夫 1, 横山 新 1 1.広島大ナノデバイス・バイオ融合科学研究所

   14p-P8-6 MoS2-フォトトランジスタの光応答特性 〇宮本 悠雅 1, 吉川 大貴 1, 竹井 邦晴 1, 有江 隆之 1, 秋
田 成司 1

1.大阪府大工

   14p-P8-7 量子カスケードレーザ/検出器集積型センサチップ 伊藤 昭生 1, 〇道垣内 龍男 1, 日髙 正洋 1, 藤田 和上 1, 
枝村 忠孝 1

1.浜ホト中研

   14p-P8-8 Si/CaF2 量子カスケードレーザの導波路構造設計 〇近藤 弘規 1, 齋藤 侑祐 1, 田辺 直之 1, 渡辺 正裕 1 1.東工大工学院
   14p-P8-9 sol-gel法を用いたanatase型二酸化チタンへのAlドープ 〇小澤 一謹 1, 関谷 隆夫 1 1.横浜国大
   14p-P8-10 Thermal Management Method for Chip-Scale Package 

Light-Emitting Diodes During Reliability Tests
〇Byungjin Ma1, Eung Suk Park2, Hae Hyung Lee2, 
Kwanhun Lee1

1.KETI, 2.Semicon Light Co.

3/15(Wed.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 422会場
 9:00  15a-422-1 ショックレー-クワイサー限界における平衡条件の一考察 〇波多腰 玄一 1, 伊賀 健一 2 1.早稲田大, 2.東工大
 9:15  15a-422-2 波長スプリッティング太陽電池ボトムセルへの応用を目

指したヘテロ接合Ge太陽電池
〇(B)大谷 俊貴 1, 佐藤 綾祐 1, 澤野 憲太郎 1, 小長井 
誠 1, 2

1.都市大工, 2.科学技術振興機構

 9:30  15a-422-3 InGaP//Si波長スプリッティング太陽電池の屋外発電特
性

〇(B)高橋 怜美 1, 澤野 憲太郎 1, 熊田 昌年 2, 渡辺 晴
菜 2, 山田 繁 2, 植田 譲 3, 小長井 誠 1, 2

1.東京都市大学工, 2.科学技術振興機構, 3.東京理科大
学

 9:45  15a-422-4 光無線給電高効率化のためのIII-V族化合物太陽電池の応
用(2)

田中 文明 1, 秋葉 駿希 1, 代 盼 2, 陆 书龙 2, 〇内田 史
朗 1

1.千葉工大, 2.蘇州ナノテク

 10:00  15a-422-5 光無線給電における光波長選択に関する考察 〇宮本 智之 1 1.東工大未来研
 10:15  15a-422-6 光給電システムの電力効率の高効率化に向けた基礎検討 〇谷沢 元春 1, 上田 将也 1, 中平 英翔 1, 丸山 武男 1 1.金沢大
 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-422-7 LEDの電力効率に関する検討 〇波多腰 玄一 1 1.早稲田大
 11:00  15a-422-8 微小円錐台を光取り出し構造に用いた高出力・高効率

AlGaInP薄膜LED
〇王 学論 1, 熊谷 直人 1, 郝 国棟 1 1.産総研
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3.13 半導体光デバイス / Semiconductor optical devices



 11:15  15a-422-9 フッ素系樹脂の深紫外発光ダイオード用封止樹脂として
の耐久性とその劣化機構

〇長澤 陽祐 1, 山田 貴穂 1, 永井 祥子 1, 平野 光 1, 一本
松 正道 1, 青崎 耕 2, 本田 善央 3, 天野 浩 3, 赤﨑 勇 4

1.創光科学株式会社, 2.旭硝子株式会社, 3.名古屋大学, 
4.名城大学

 11:30  15a-422-10 膜厚変調DBRによるVCSELの電気抵抗低減 須原 壮 1, 〇宮本 智之 1 1.東工大未来研
 11:45  15a-422-11 薄膜積層構造の熱伝導減少効果を考慮した面発光レーザ

の熱抵抗解析
〇(M1)三村 正樹 1, 宮本 智之 1 1.東工大未来研

 12:00  15a-422-12 Talbot効果を用いた位相同期面発光レーザアレイにおけ
るアレイ内スーパーモードの影響解析

小森 雄貴 1, 〇宮本 智之 1 1.東工大未来研

3/15(Wed.) 13:15 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) 422会場
 13:15 招 E 15p-422-1 [2016 Fellow International Special Lectures]（30min.）

Electron Affinities and Band Offsets of Semiconductors 
and Insulators, and their use in Electronic Devices

〇John Robertson1 1.Cambridge University

 13:45 E 15p-422-2 Numerical analysis of high output slow light VCSEL 
amplifier

〇Ahmed MohamedAhmed Hassan1, 3, Moustafa 
Ahmed2, Masanori Nakahama1, Fumio Koyama1

1.Tokyo Tech FIRST, 2.Minia Univ., 3.Al-Azhar Univ.

 14:00  15p-422-3 面発光レーザ高出力化のための長尺半導体光増幅器 〇許 在旭 1, 志村 京亮 1, 顧 暁冬 1, 中濵 正統 1, 松谷 晃
宏 2, 小山 二三夫 1

1.東工大未来研, 2.東工大技術部

 14:15  15p-422-4 増幅機能を有するVCSELビーム掃引デバイス 〇志村 京亮 1, 顧 暁冬 1, 中濵 正統 1, 許 在旭 1, 松谷 晃
宏 2, 小山 二三夫 1

1.東工大未来研, 2.東工大技術部

 14:30  15p-422-5 機械的共振を用いた MEMS 波長可変 VCSEL の広帯域掃
引・低駆動電圧動作

〇中濱 正統 1, 井上 俊也 1, 松谷 晃宏 2, 坂口 孝浩 1, 小
山 二三夫 1

1.東工大未来研, 2.東工大技術部

 14:45  15p-422-6 熱光学効果による1060nm帯面発光レーザの高速波長掃
引特性

〇西村 駿 1, 顧 暁冬 1, 中濵 正統 1, 坂口 孝浩 1, 松谷 晃
宏 2, 小山 二三夫 1

1.東工大未来研, 2.東工大技術部

 15:00 E 15p-422-7 Enhancing the modulation bandwidth of double transverse 
coupled cavity VCSELs

〇Hameeda Ibrahim1, Moustafa Ahmed2, Fumio 
Koyama1

1.Tokyo Tech FIRST, 2.Minia Univ.

 15:15 E 15p-422-8 Electro-absorption Modulator Integrated with Transverse 
Coupled Cavity VCSELs

〇(D)Shanting Hu1, Xiaodong Gu1, Fumio Koyama1 1.Tokyo Tech.

 15:30  休憩/Break
 15:45  15p-422-9 量子ドットDFBレーザの広い温度範囲での低消費電力動

作
〇羽鳥 伸明 1, 鄭 錫煥 1, 田中 有 1 1.PETRA

 16:00 奨 15p-422-10 GaAsP歪量子井戸高次結合ディープエッチDBRレーザ 〇山下 諒大 1, 上向井 正裕 1, 片山 竜二 1 1.阪大院工
 16:15  15p-422-11 広帯域量子ドットゲインチップ及びASEフリーECDL特

性
〇吉沢 勝美 1, 沢渡 義規 1, 福岡 大輔 2, 室 清文 2, 赤羽 
浩一 3, 山本 直克 3

1.パイオニアMTC, 2.スペクトラ･クエスト･ラボ, 
3.情報通信研究機構

 16:30 奨 15p-422-12 ブラッグ波長デチューニングによるGaInAsP/InP薄膜
DFBレーザのしきい値電流の温度依存性

〇福田 快 1, 井上 大輔 1, 平谷 拓生 1, 冨安 高弘 1, 瓜生 
達也 1, 雨宮 智宏 1, 2, 西山 伸彦 1, 2, 荒井 滋久 1, 2

1.東工大工, 2.東工大科創院

 16:45  15p-422-13 低微分抵抗を有するGaInAsP/InP半導体薄膜DRレーザ 〇中村 なぎさ 1, 冨安 高弘 1, 平谷 拓生 1, 井上 大輔 1, 
雨宮 智宏 1, 2, 西山 伸彦 1, 2, 荒井 滋久 1, 2

1.東工大工, 2.東工大科技創成研究院

 17:00  15p-422-14 p-GaInAsPベース層バンドギャップ低減による1.3-μm
帯npn-AlGaInAs/InPトランジスタレーザの電流増幅率
の向上

〇(B)吉冨 翔一 1, 只野 翔太郎 1, 山中 健太郎 1, 西山 
伸彦 1, 2, 荒井 滋久 1, 2

1.東工大工電気電子, 2.東工大科学技術創成研究院

 17:15  15p-422-15 非対称方向性発振マイクロリングレーザのための帰還光
位相制御特性の測定

〇河村 雄作 1, 青木 椋祐 1, 荒川 太郎 1, 國分 泰雄 1 1.横国大院工

 17:30 奨 E 15p-422-16 Mode Selective Light Source Based on Active Multimode 
Interferometer Laser Diode

〇Bingzhou Hong1, Takuya Kitano1, Hailing Jiang1, 
Kiichi Hamamoto1

1.Kyushu Univ.

3/16(Thu.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 422会場
 9:00  16a-422-1 多モード干渉計を有する高消光比電界吸収型光変調器の

提案
〇沖津 大輔 1, 山野 祐 1, 盧 柱亨 2, 荒川 太郎 1 1.横国大院工, 2.関東学院大

 9:15 奨 16a-422-2 光モードスイッチの高速モードスイッチング動作実証 〇小江 祥太 1, Ryan Imansyah1, ヒンブル ルーク 1, 姜 
海松 1, 浜本 貴一 1

1.九州大学総理工

 9:30  16a-422-3 【注目講演】カプセル型波長スケール金属共振器レーザの
試作と室温パルス発振

〇(D)肖 イ 1, リチャード テイラー1, 虞 伝慶 1, 種村 
拓夫 1, 中野 義昭 1

1.東京大学

 9:45  16a-422-4 ガウシアンビーム光学を用いた共振器モード近似解の精
度

〇福嶋 丈浩 1, 石原 幸奈 1 1.岡山県立大情報工

 10:00  16a-422-5 結合量子井戸構造を用いた量子カスケード検出器 〇道垣内 龍男 1, 藤田 和上 1, 廣畑 徹 1, 伊藤 昭生 1, 日
髙 正洋 1, 枝村 忠孝 1

1.浜ホト中研

 10:15  16a-422-6 InAlAs薄層増倍層を有する反転型APDの過剰雑音特性 〇山田 友輝 1, 名田 允洋 1, 松崎 秀昭 1 1.NTT先端集積デバイス研
 10:30  16a-422-7 エッジ強調電子線描画法によるInP系曲げ導波路の作製

と評価
〇新田 毅 1, 右田 温 1, 水島 裕亮 1, 荒 雄也 1, 山下 翼 1, 
清水 大雅 1

1.農工大工

 10:45  16a-422-8 C-V測定によるAl2O3/p-InP基板界面の電気特性の評価 〇漆原 義文 1, 新田 毅 1, 清水 大雅 1 1.農工大工
 11:00  16a-422-9 グラフェン／n型Siショットキー接合ゲートFETにおけ

る光応答特性
〇小林 史歩 1, 安野 裕貴 1, 竹井 邦晴 1, 有江 隆之 1, 秋
田 成司 1

1.大阪府大工

 11:15  16a-422-10 LEDとSi太陽電池から成るダイスターパワーアンプ 〇岡本 研正 1 1.光半導体デバイス技研
CS.1 3.13 半導体光デバイス,3.15シリコンフォトニクスのコードシェアセッション /  3.13/3.15 Code-sharing Session
3/16(Thu.) 13:45 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場

 13:45 招 16p-F204-1 【注目講演】【第17回応用物理学会業績賞(研究業績)受
賞記念講演】（45分）
波動関数制御光デバイスの基礎研究と開発研究

〇山西 正道 1 1.浜松ホトニクス

 14:30  16p-F204-2 Si基板上へのIV-VI族半導体エピタキシャル成長と中赤
外線レーザへの応用

〇石田 明広 1, 佐藤 正宣 1, 秋川 弘樹 1, 青藤 唯 1, 中嶋 
聖介 1

1.静大院工

 14:45  16p-F204-3 直接貼付InP/Si基板上1.5µm帯GaInAsPダブルヘテロ
レーザの発振特性

〇鎌田 直樹 1, 西山 哲央 1, 大貫 雄也 1, 韓 旭 1, ベリヤ
ナヤガム ガンディカッラサン 1, 相川 政輝 1, 内田 和
希 1, 杉山 滉一 1, 早坂 夏樹 1, 下村 和彦 1

1.上智大

 15:00  16p-F204-4 直接貼付InP/Si基板上GaInAsPレーザの基板加熱温度依
存性

〇大貫 雄也 1, 西山 哲央 1, 鎌田 直樹 1, 韓 旭 1, ベリヤ
ナヤガム ガンディカッラサン 1, 相川 政輝 1, 内田 和
希 1, 杉山 滉一 1, 早坂 夏樹 1, 下村 和彦 1

1.上智大理工

 15:15 奨 16p-F204-5 Si基板上薄膜分布反射型レーザの温度依存性 〇(D)平谷 拓生 1, 井上 大輔 1, 冨安 高弘 1, 福田 快 1, 
雨宮 智宏 2, 西山 伸彦 1, 2, 荒井 滋久 1, 2

1.東工大工, 2.東工大科創研

 15:30  休憩/Break
 15:45 招 16p-F204-6 「3. 光・フォトニクス　分科内招待講演」（30分）

シリコンフォトニクスとフォトニック結晶
〇馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 16:15 招 16p-F204-7 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
貼り合わせ法を用いた高性能InGaAsP/Si hybrid MOS型
光変調器

〇韓 在勲 1, 2, 高木 信一 1, 竹中 充 1 1.東大院工, 2.学振DC1

 16:30  16p-F204-8 表面回折格子装荷フォトニック結晶スローライト偏向器
の製作と動作実証

〇近藤 圭祐 1, 建部 知紀 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 16:45  16p-F204-9 フォトニック結晶スローライト偏向器の様々な構造 〇建部 知紀 1, 近藤 圭祐 1, 竹内 萌江 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大
 17:00 奨 16p-F204-10 シリコン細線導波路上薄膜レーザの作製 〇相原 卓磨 1, 開 達郎 1, 長谷部 浩一 1, 藤井 拓郎 1, 武

田 浩司 1, 西 英隆 1, 土澤 泰 1, 硴塚 孝明 1, 松尾 慎治 1
1.NTT先端集積デバイス研

 17:15  休憩/Break
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CS.1 3.13 半導体光デバイス,3.15シリコンフォトニクスのコードシェアセッション /  3.13/3.15 Code-sharing Session



 17:30  16p-F204-11 III-V/Si MOSキャパシタマッハツェンダ変調器による10 
Gb/s 強度変調

〇開 達郎 1, 2, 相原 卓磨 1, 長谷部 浩一 1, 藤井 拓郎 1, 2, 
武田 浩司 1, 2, 硴塚 孝明 1, 2, 土澤 泰 1, 2, 福田 浩 1, 2, 松
尾 慎治 1, 2

1.NTT先端集積デバイス研, 2.NTTナノフォトニクス
センタ

 17:45 奨 16p-F204-12 シリコン外部共振器を用いた1.7 µm帯波長可変レーザ 〇武井 翔太郎 1, 北 智洋 2, 山田 博仁 2 1.東北大工, 2.東北大院工
 18:00 奨 16p-F204-13 バルクSi 基板上集積単一周回モードⅢ-Ⅴマイクロリン

グレーザの開発
〇蕨 かほり 1, 大平 和哉 1, 吉田 春彦 1, 亀井 利浩 1, 2, 
吉田 知也 1, 2, 榊原 陽一 1, 2, 上村 浩 1, 栗田 洋一郎 1, 古
山 英人 1, 江崎 瑞仙 1

1.PETRA, 2.産総研

 18:15 奨 16p-F204-14 シリコン(100) ジャスト基板上InAs/GaAs 量子ドット
レーザの実現

〇權 晋寛 1, 張 奉鎔 2, 李 珠行 2, 影山 健生 1, 渡邉 克
之 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大ナノ量子, 2.東大生研

 18:30  16p-F204-15 Si PICを用いた差周波可変2モードヘテロジニアスQD
レーザ

〇松本 敦 1, 赤羽 浩一 1, 梅沢 俊匡 1, 山本 直克 1, 山田 
博仁 2, 北 智洋 2

1.情通機構, 2.東北大工

3.14 光制御デバイス・光ファイバー / Optical control devices and optical fibers
3/16(Thu.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 316会場

 9:00  16a-316-1 金微粒子添加コアファイバーにおける偏光状態の光強度
依存性の測定（２）

〇木下 岳司 1, 山田 英幸 1, 益子 皓 1 1.慶大理工

 9:15  16a-316-2 フォトニック結晶ファイバ光減衰器の作製及び曲げによ
る減衰量調整

〇佐野 智彦 1, 横田 浩久 1, 今井 洋 1 1.茨城大院理工

 9:30  16a-316-3 エレクトロスプレー法を用いて散乱層を加えたPOFアル
カンセンサの性能向上

〇(M1)中村 耀 1, 鈴木 裕 1, 森澤 正之 1 1.山梨大院工

 9:45  16a-316-4 光相関領域法によるブリルアンダイナミックグレーティ
ングスペクトラムの分布測定におけるポンプ・リード間
光路長差の影響

〇笹井 健生 1, 岸 眞人 1, 保立 和夫 1 1.東大工

 10:00  休憩/Break
 10:15 奨 16a-316-5 分光光度計による液晶素子位相差の高精度導出 〇本田 光平 1, 若生 一広 1 1.仙台高専
 10:30 奨 16a-316-6 可変波長フィルタのための強誘電性液晶装荷Nb2O5 導波

路の検討
〇榊原 健太郎 1, 稲森 翔 1, 武田 正行 1, 中津原 克己 1 1.神奈川工大

 10:45 奨 16a-316-7 共振器集積導波モード共鳴フィルタの干渉露光作製の検
討

〇森 一輝 1, Lee Kyu Jin2, Yeong Hwan Ko2, Carney 
Daniel2, Magnusson Robert2, 金高 健二 3, 井上 純一 1, 
裏 升吾 1

1.京都工繊大, 2.テキサス大アーリントン校, 3.産総研

 11:00  16a-316-8 ディジタルフィルタ設計手法を用いた異径直列結合マイ
クロリング共振器波長フィルタの設計と解析

〇(M1)小松原 拓也 1, 荒川 太郎 1, 國分 泰雄 1 1.横国大院工

 11:15  16a-316-9 TEモード一方向発振リングレーザ実現のための方向性結
合器の設計

〇水島 裕亮 1, 荒 雄也 1, 山下 翼 1, 新田 毅 1, 右田 温 1, 
清水 大雅 1

1.農工大工

 11:30  16a-316-10 InAs量子ドットゲインチップおよびPLCを用いたTバン
ド通信用波長可変レーザ

〇奥野 雄大 1, 吉沢 勝美 2, 友松 泰則 3, 津田 裕之 1 1.慶応大工, 2.パイオニアマイクロテクノロジー, 3.光
伸光学工業

 11:45  16a-316-11 励起光源共有型EDFAのためのSOAを用いた全光型
フィードフォワード利得一定制御

〇北村 心 1, 宇田川 健太 1, 増田 浩次 1 1.島根大総合理工

3/16(Thu.) 13:45 - 15:30 口頭講演 (Oral Presentation) 316会場
 13:45  16p-316-1 光照射によるKTN光偏向器の光学特性制御 〇豊田 誠治 1, 佐々木 雄三 1, 今井 欽之 1, 坂本 尊 1, 山

田 真広 2, 藤本 正俊 2, 八木 生剛 3
1.NTTデバイスイノベーションセンタ, 2.浜松ホトニク
ス株式会社, 3.NTTアドバンステクノロジ株式会社

 14:00  16p-316-2 光照射による波長掃引光源の早期安定化 〇坂本 尊 1, 佐々木 雄三 1, 豊田 誠治 1, 山口 城治 1, 山
田 真広 2, 藤本 正俊 2, 八木 生剛 3

1.NTTデバイスイノベーションセンタ, 2.浜松ホトニク
ス, 3.NTTアドバンステクノロジ

 14:15  16p-316-3 光偏向器の解像点数最適化のためのKTN結晶中の光線の
解析

〇今井 欽之 1, 上野 雅浩 1, 佐々木 雄三 1, 阪本 匡 1 1.NTT デバイスイノベーションセンタ

 14:30  16p-316-4 LN変調器高周波変調時の光スペクトル非対称性 〇日隈 薫 1, 細川 洋一 1, 本谷 将之 1, 市川 潤一郎 1, 川
西 哲也 2, 3

1.住友大阪セメント, 2.早稲田大学, 3.NICT

 14:45  16p-316-5 低誘電率低損失フッ素系樹脂基板を用いた80GHz帯アン
テナ電極電気光学変調器

山崎 伸 1, 井上 敏之 1, 〇村田 博司 1, 塩見 英久 1, 真田 
篤志 1, 木谷 聡志 2, 中林 誠 3, 村田 和夫 4, 2

1.阪大院基礎工, 2.住電プリントサーキット, 3.住電
ファインポリマー, 4.住電

 15:00  16p-316-6 3mm帯差周波光源を用いたホルムアルデヒドのリアルタ
イム計測

〇酒井 駿一 1, 遊部 雅生 1, 加藤 明 3, 登倉 明雄 2 1.東海大工, 2.NTT DIC, 3.東海大医

 15:15 奨 16p-316-7 周期空間反転GaAs/AlGaAsダブルヘテロ構造p-i-nダイ
オードのEL特性

〇鈴木 涼介 1, 松下 智紀 1, 2, 近藤 高志 1, 2 1.東大工, 2.東大先端研

3/16(Thu.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P14会場
   16p-P14-1 MEMS光位相変調装置に関する検討 〇歸山 敏之
   16p-P14-2 光誘起歳差運動を組み込んだマッハツェンダー型全光デ

バイスの設計
〇道廣 健斗 1, 岩崎 大和 1, 西沢 望 1, 宗片 比呂夫 1, 西
林 一彦 1

1.東工大

   16p-P14-3 3次元光インターコネクション用ポリマー縦型MMI装荷
4×4光スイッチの作製

〇(M2)木村 優一 1, 江間 絢生 1, 松島 裕一 2, 石川 浩 1, 
宇髙 勝之 1

1.早稲田大学, 2.GCS機構

   16p-P14-4 複素フーリエ変換型FISH分光器用の光120ﾟハイブリッ
ドカプラー作製

〇齊藤 勝文 1, 山口 航平 1, 宇田 力 1, 高田 和正 1, 岡本 
勝就 2

1.群大理工, 2.岡本研究所

   16p-P14-5 複素フーリエ変換型ＦＩＳＨ分光器用光９０°ハイブ
リッドカプラーの作成

〇山口 航平 1, 茂木 修三 1, 宇田 力 1, 齊藤 勝文 1, 高田 
和正 1, 岡本 勝就 2

1.群大院工, 2.岡本研究所

  奨 16p-P14-6 長距離光ファイバーを用いた高分解能温度センサーの温
度校正

〇石黒 敦己 1, 田中 天翔 1, 大前 貴寛 1, 松山 哲也 1, 和
田 健司 1

1.阪府大工

   16p-P14-7 低反射率FBGファブリ・ペロー干渉計を用いた多点ひず
み測定

〇和田 篤 1, 田中 哲 1, 髙橋 信明 1 1.防衛大

   16p-P14-8 ポリエチレングリコールを用いた光ファイバ型双安定素
子

福山 尚志 1, 〇斉藤 光徳 1 1.龍谷大理工

   16p-P14-9 励起寿命を超えた励起光直接変調による能動モード同期
Erドープ光ファイバレーザ

〇横川 翔子 1, 王 宇 1, セット ジイヨン 1, 山下 真司 1 1.東大先端研

   16p-P14-10 高非線形光ファイバ中の導波音響波型ブリルアン散乱光
スペクトルの温度依存性

〇(P)林 寧生 1, 鈴木 昂平 1, セット ジイヨン 1, 山下 
真司 1

1.東大

CS.9 3.5レーザー装置・材料,3.14光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション / 3.5/3.14 Code-sharing session
3/15(Wed.) 13:15 - 14:15 口頭講演 (Oral Presentation) 213会場
 13:15 招 15p-213-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

磁気ドメインを利用した薄膜Qスイッチレーザーの開発
〇後藤 太一 1, 2, 森本 凌平 1, プリチャード ジョン 3, 
高木 宏幸 1, 中村 雄一 1, リム パンボイ 1, 内田 裕久 1, 
ミナ マニ 3, 平等 拓範 4, 井上 光輝 1

1.豊橋技科大, 2.JST さきがけ, 3.アイオワ州立大, 4.分
子研

 13:30  15p-213-2 常温接合を用いたGaAsプレート多数枚積層擬似位相整
合中赤外波長変換デバイスの開発

〇新 裕貴 1, 窪田 輝充 1, 脇山 直也 1, 庄司 一郎 1 1.中大理工

 13:45  15p-213-3 CZ結晶育成縞の影響を回避する大口径PPMgLN素子の
検討

〇石月 秀貴 1, 平等 拓範 1 1.分子研

 14:00  15p-213-4 ノンドープコングルエントPPLNの擬似位相整合特性 〇梅村 信弘 1, 大沼 佑亮 1, 松田 大輔 2 1.千歳科技大理工, 2.㈱ナノシステムソリューションズ
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CS.9 3.5レーザー装置・材料,3.14光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション / 3.5/3.14 Code-sharing session



3.15 シリコンフォトニクス / Silicon photonics
3/15(Wed.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2会場

   15p-P2-1 シリコンフォトニクスWDM光レーダーの構成と最大入
力パワーの調査

〇伊藤 寛之 1, 阿部 紘士 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

   15p-P2-2 LiDAR応用に向けたSiフォトニック結晶光偏向器の損失
見積もり

〇阿部 紘士 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大・院工

   15p-P2-3 G電極共通化Siフォトニック結晶スローライト変調器の
光-電気位相整合

〇雛倉 陽介 1, 寺田 陽祐 1, 新井 宏之 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

   15p-P2-4 4A-PSKスローライト変調器を入れ子構造にした16QAM
変調器

〇北條 惠子 1, 寺田 陽祐 1, 馬場 俊彦 1 1.横浜国大院工

   15p-P2-5 共振器型基本・１次モード変換Si 導波路Bragg グレー
ティング

〇岡山 秀彰 1, 2, 太縄 陽介 1, 2, 志村 大輔 1, 2, 高橋 博
之 1, 2, 八重樫 浩樹 1, 2, 佐々木 浩紀 1, 2

1.沖電気, 2.PETRA

   15p-P2-6 曲線型方向性結合器を用いた偏光無依存リング共振器
フィルタの特性向上の検討

〇(M2)三橋 頼人 1, 水呉 拓也 1, 松島 裕一 2, 石川 浩 1, 
宇髙 勝之 1

1.早大理工, 2.GCS機構

   15p-P2-7 シリコンを用いたマッハツェンダ型光スイッチにおける
偏光無依存化の検討

〇清水 叶 1, 浅川 奨 1, 末廣 大輔 1, 松島 裕一 2, 石川 
浩 1, 宇高 勝之 1

1.早大理工, 2.早大GCS機構

   15p-P2-8 偏光無依存シリコン変調導波路の設計と評価 〇浅川 奨 1, 末廣 大輔 1, 清水 叶 1, 松島 裕一 2, 石川 
浩 1, 宇髙 勝之 1

1.早大理工, 2.早大GCS機構

   15p-P2-9 Siスロット導波路におけるセンサ感度の最適化に関する
研究

〇友野 裕貴 1, 貝原 輝則 1, 清水 大雅 1 1.農工大工

   15p-P2-10 1×2波面制御型波長選択光スイッチのスイッチング特性 〇中村 文 1, 鈴木 恵治郎 2, 谷澤 健 2, 大塚 実 2, 横山 信
幸 2, 松麿 和幸 2, 関 三好 2, 越野 圭二 2, 池田 和浩 2, 並
木 周 2, 河島 整 2, 津田 裕之 1

1.慶應大理, 2.産総研

   15p-P2-11 オンチップ微細溝配列を用いた局所配向制御可能な液晶
装荷シリコン光スイッチ

〇渥美 裕樹 1, 渡部 和宏 2, 宇田 成孝 2, 三浦 登 2, 森 雅
彦 1, 榊原 陽一 1, 2

1.産総研, 2.明治大学

   15p-P2-12 直接貼付InP/Si基板上レーザ構造のアニール温度依存性
評価

〇相川 政輝 1, 西山 哲央 1, 鎌田 直樹 1, 大貫 雄也 1, 杉
山 滉一 1, 早坂 夏樹 1, 内田 和希 1, 韓 旭 1, ペリヤナヤ
ガム ガンディ　カッラサン 1, 下村 和彦 1

1.上智大理工

   15p-P2-13 直接貼付けInP/Si 基板上レーザ構造における電圧電流特
性のアニール温度依存性

〇早坂 夏樹 1, 西山 哲央 1, 鎌田 直樹 1, 大貫 雄也 1, 韓 
旭 1, ペリヤナヤガム ガンディ　カッラサン 1, 相川 
政輝 1, 内田 和希 1, 杉山 滉一 1

1.上智大理工

  奨 15p-P2-14 新規光学接着剤の信頼性評価 - シリコンフォトニクスへ
の適用 -

〇富樫 祐太郎 1, 三田地 成幸 1, 影山 裕一 2, 木村 和
資 2

1.東京工科大学, 2.横浜ゴム(株)

3/16(Thu.) 9:15 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場
 9:15  16a-F204-1 成長後アニールによる高濃度n型Geの発光増強(2) 〇東垂水 直樹 1, 河合 直行 1, 石川 靖彦 1 1.東大院工
 9:30 E 16a-F204-2 An Optical Resonator for Tensile-strained Ge Microbridge 

by Using Multimode Interference Coupler Loop Mirrors
〇Xuejun Xu1, Shou Matsushita1, Kentarou Sawano1, 
Takuya Maruizumi1

1.Tokyo City Univ.

 9:45  16a-F204-3 SOQ基板上にエピタキシャル成長したGe層の光学的評
価

〇(M1)西村 道治 1, 大坂 次郎 1, 石川 靖彦 1 1.東大院工

 10:00 奨 16a-F204-4 Si基板上低貫通転位密度逆リブ構造Ge 〇(D)八子 基樹 1, 石川 靖彦 1, 和田 一実 1, 2 1.東大院工, 2.マサチューセッツ工大
 10:15 E 16a-F204-5 Monolithic Integration of Ge Photodetector with 

Amorphous Si Waveguide on the Ge-on-Insulator 
Substrate

〇(D)Jian Kang1, 2, Shinichi Takagi1, 2, Mitsuru 
Takenaka1, 2

1.Tokyo Univ., 2.JST-CREST

 10:30  休憩/Break
 10:45  16a-F204-6 Sbドーピング基板を用いた非対称-金属/Ge/金属構造光

素子の作製・特性評価
〇(D)前蔵 貴行 1, 本山 千里 1, 田中 健太郎 1, 山本 圭
介 1, 中島 寛 2, 王 冬 1

1.九大総理工, 2.九大GIC

 11:00  16a-F204-7 ゲルマニウムの電子ラマン遷移過程における過渡吸収測
定

〇楊 常華 1, 安武 裕輔 1, 2, 深津 晋 1 1.東大院総合, 2.JSTさきがけ

 11:15  16a-F204-8 n型Si基板上に作製したGe-pinフォトダイオードの評価 川手 美希 1, 〇伊藤 和貴 1, 石川 靖彦 1 1.東大工
 11:30  16a-F204-9 横型PIN構造導波路型Ge-PDの低暗電流化 〇小野 英輝 1, 八重樫 浩樹 1, 佐々木 浩紀 1 1.PETRA
 11:45  16a-F204-10 Ge/SiGeヘテロ接合アバランシェフォトダイオードの作

製 (2)
〇(M2)宮坂 祐司 1, 石川 靖彦 1 1.東大工

 12:00  16a-F204-11 高集積受信回路実現に向けた300mm径SOI基板上高性
能面入射型Ge受光器の開発

〇藤方 潤一 1, 木下 啓藏 1, 堀川 剛 1, 2, 竹村 浩一 1, 岡
本 大典 1, 高橋 重樹 1, 今井 雅彦 1, 野口 将高 1, 鈴木 康
之 1, 栗原 充 1, 中村 隆宏 1, 蔵田 和彦 1, 最上 徹 1

1.光電子融合基盤技術研究所, 2.産総研

3/17(Fri.) 9:45 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場
 9:45 E 17a-F204-1 Faraday Rotation Spectra of Bi-substituted YIG Thin 

Films with thinner YIG buffer layer
on Glass Substrates by Metal Organic Decomposition 
Method

〇Toshiyuki Morioka1, Masashi Hosoda1, Hiromasa 
Shimizu1

1.Tokyo Univ. of Agri. & Tech.

 10:00  17a-F204-2 側壁に磁性ガーネット薄膜を配置したSi細線導波路にお
ける非相反位相変化の解析

〇太田 雅也 1, 清水 大雅 1 1.農工大工

 10:15 奨 17a-F204-3 PLD法によるSi基板上へのEr,Y-Fe-O結晶作製と希土類
発光の光学活性化

〇中村 絃人 1, 宮城 輝大 1, 一色 秀夫 1 1.電通大

 10:30  17a-F204-4 Siハイブリッドプラズモン導波路における非相反結合の
設計と解析

〇下平 貴大 1, 清水 大雅 1 1.農工大工

 10:45  休憩/Break
 11:00  17a-F204-5 シリコン導波路における光散乱の解析 〇臼杵 達哉 1, 蘇武 洋平 1, 鄭 錫煥 1, 堀川 剛 1 1.PETRA
 11:15  17a-F204-6 メタマテリアル光バッファのスローライト解析 〇山崎 理司 1, 雨宮 智宏 1, 2, 顧 之琛 1, 平谷 拓生 1, 鈴

木 純一 1, 西山 伸彦 1, 2, 荒井 滋久 1, 2
1.東工大工, 2.東工大未来研

 11:30  17a-F204-7 非対称方向性結合器型Si集積偏波分離・回転素子の設計・
試作

〇谷澤 健 1, 鈴木 恵治郎 1, 河島 整 1, 池田 和浩 1 1.産総研

 11:45 奨 17a-F204-8 高NAシングルモード光ファイバ実装に向けた高効率エ
レファントカプラの提案

〇渥美 裕樹 1, 吉田 知也 1, 面田 恵美子 1, 榊原 陽一 1 1.産総研

 12:00 奨 17a-F204-9 受信用グレーティングカプラの低偏波依存動作の実証 〇蘇武 洋平 1, 鄭 錫煥 1, 田中 有 1 1.PETRA
3/17(Fri.) 13:45 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場

 13:45  17p-F204-1 光偏向器応用に向けたSiフォトニック結晶導波路構造の
探索(Ⅱ)

〇竹内 萌江 1, 竹内 梧朗 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 14:00  17p-F204-2 Siフォトニクス光レーダーの光放射ビームを高品質化す
る二重周期フォトニック結晶導波路の最適化

〇竹内 梧朗 1, 竹内 萌江 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 14:15  17p-F204-3 Siフォトニック結晶導波路の光偏向器にレンズを装荷し
たときのコリメートビーム解析

〇横川 朋樹 1, 阿部 紘士 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大

 14:30 奨 17p-F204-4 高速・低消費電力動作可能なSi熱光学位相シフタ 〇千葉 湧人 1, 北 智洋 2, 山田 博仁 2 1.東北大工, 2.東北大院工
 14:45 E 17p-F204-5 Modeling and Benchmarking of Si-Photonics Hybrid 

MOS Optical Modulators
〇Frederic BOEUF1, 3, Jae-Hoon HAN1, 2, Shinichi 
TAKAGI1, 2, Mitsuru TAKENAKA1, 2

1.The Univ. Of Tokyo, 2.JST-CREST, 3.JSPS-Fellow

 15:00  17p-F204-6 単一シリコンマイクロリング装荷型マッハ・ツェンダー
光変調器の高速変調特性

〇高澤 弘樹 1, 本間 洋行 1, 荒川 太郎 1, 國分 泰雄 1 1.横国大院工
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3.15 シリコンフォトニクス / Silicon photonics



 15:15  休憩/Break
 15:30  17p-F204-7 SiフォトニクスFMCW光レーダーを模したビート周波数

観測 ― 長い遅延に対する依存性 ―
〇古門 優弥 1, 雛倉 陽介 1, 阿部 紘士 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 15:45  17p-F204-8 フォトニック結晶光変調器により生成するFMCW 
LiDAR信号の考察

〇阿部 紘士 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大・院工

 16:00 奨 17p-F204-9 電極に局所配向誘因構造を埋め込んだ液晶装荷シリコン
細線方向性結合器型光スイッチの試作

〇(M1)渡部 和宏 1, 渥美 裕樹 2, 宇田 成孝 1, 三浦 登 1, 
榊原 陽一 2

1.明治大理工, 2.産総研

 16:15 E 17p-F204-10 A novel method to tune the operating point of silicon 
Mach-Zehnder modulator

〇Guangwei Cong1, Morifumi Ohno1, Yuriko 
Maegami1, Makoto Okano1, Koji Yamada1

1.AIST

 16:30  17p-F204-11 Siフォトニック結晶スローライト変調器でのアバラン
シェフォトダイオード動作を用いた熱変調

〇寺田 陽祐 1, 竹内 梧朗 1, 北條 惠子 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 16:45  17p-F204-12 Siフォトニック結晶スローライト変調器へのドーピング
位置ずれの影響

〇寺田 陽祐 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

CS.1 3.13 半導体光デバイス,3.15シリコンフォトニクスのコードシェアセッション /  3.13/3.15 Code-sharing Session
3/16(Thu.) 13:45 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場

 13:45 招 16p-F204-1 【注目講演】【第17回応用物理学会業績賞(研究業績)受
賞記念講演】（45分）
波動関数制御光デバイスの基礎研究と開発研究

〇山西 正道 1 1.浜松ホトニクス

 14:30  16p-F204-2 Si基板上へのIV-VI族半導体エピタキシャル成長と中赤
外線レーザへの応用

〇石田 明広 1, 佐藤 正宣 1, 秋川 弘樹 1, 青藤 唯 1, 中嶋 
聖介 1

1.静大院工

 14:45  16p-F204-3 直接貼付InP/Si基板上1.5µm帯GaInAsPダブルヘテロ
レーザの発振特性

〇鎌田 直樹 1, 西山 哲央 1, 大貫 雄也 1, 韓 旭 1, ベリヤ
ナヤガム ガンディカッラサン 1, 相川 政輝 1, 内田 和
希 1, 杉山 滉一 1, 早坂 夏樹 1, 下村 和彦 1

1.上智大

 15:00  16p-F204-4 直接貼付InP/Si基板上GaInAsPレーザの基板加熱温度依
存性

〇大貫 雄也 1, 西山 哲央 1, 鎌田 直樹 1, 韓 旭 1, ベリヤ
ナヤガム ガンディカッラサン 1, 相川 政輝 1, 内田 和
希 1, 杉山 滉一 1, 早坂 夏樹 1, 下村 和彦 1

1.上智大理工

 15:15 奨 16p-F204-5 Si基板上薄膜分布反射型レーザの温度依存性 〇(D)平谷 拓生 1, 井上 大輔 1, 冨安 高弘 1, 福田 快 1, 
雨宮 智宏 2, 西山 伸彦 1, 2, 荒井 滋久 1, 2

1.東工大工, 2.東工大科創研

 15:30  休憩/Break
 15:45 招 16p-F204-6 「3. 光・フォトニクス　分科内招待講演」（30分）

シリコンフォトニクスとフォトニック結晶
〇馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 16:15 招 16p-F204-7 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
貼り合わせ法を用いた高性能InGaAsP/Si hybrid MOS型
光変調器

〇韓 在勲 1, 2, 高木 信一 1, 竹中 充 1 1.東大院工, 2.学振DC1

 16:30  16p-F204-8 表面回折格子装荷フォトニック結晶スローライト偏向器
の製作と動作実証

〇近藤 圭祐 1, 建部 知紀 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 16:45  16p-F204-9 フォトニック結晶スローライト偏向器の様々な構造 〇建部 知紀 1, 近藤 圭祐 1, 竹内 萌江 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大
 17:00 奨 16p-F204-10 シリコン細線導波路上薄膜レーザの作製 〇相原 卓磨 1, 開 達郎 1, 長谷部 浩一 1, 藤井 拓郎 1, 武

田 浩司 1, 西 英隆 1, 土澤 泰 1, 硴塚 孝明 1, 松尾 慎治 1
1.NTT先端集積デバイス研

 17:15  休憩/Break
 17:30  16p-F204-11 III-V/Si MOSキャパシタマッハツェンダ変調器による10 

Gb/s 強度変調
〇開 達郎 1, 2, 相原 卓磨 1, 長谷部 浩一 1, 藤井 拓郎 1, 2, 
武田 浩司 1, 2, 硴塚 孝明 1, 2, 土澤 泰 1, 2, 福田 浩 1, 2, 松
尾 慎治 1, 2

1.NTT先端集積デバイス研, 2.NTTナノフォトニクス
センタ

 17:45 奨 16p-F204-12 シリコン外部共振器を用いた1.7 µm帯波長可変レーザ 〇武井 翔太郎 1, 北 智洋 2, 山田 博仁 2 1.東北大工, 2.東北大院工
 18:00 奨 16p-F204-13 バルクSi 基板上集積単一周回モードⅢ-Ⅴマイクロリン

グレーザの開発
〇蕨 かほり 1, 大平 和哉 1, 吉田 春彦 1, 亀井 利浩 1, 2, 
吉田 知也 1, 2, 榊原 陽一 1, 2, 上村 浩 1, 栗田 洋一郎 1, 古
山 英人 1, 江崎 瑞仙 1

1.PETRA, 2.産総研

 18:15 奨 16p-F204-14 シリコン(100) ジャスト基板上InAs/GaAs 量子ドット
レーザの実現

〇權 晋寛 1, 張 奉鎔 2, 李 珠行 2, 影山 健生 1, 渡邉 克
之 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大ナノ量子, 2.東大生研

 18:30  16p-F204-15 Si PICを用いた差周波可変2モードヘテロジニアスQD
レーザ

〇松本 敦 1, 赤羽 浩一 1, 梅沢 俊匡 1, 山本 直克 1, 山田 
博仁 2, 北 智洋 2

1.情通機構, 2.東北大工

3.16 Optics and Photonics English Session
3/16(Thu.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 421会場

 9:00 E 16a-421-1 Optimization of Narrow Width Effect on Titanium 
Thermistor for Room-Temperature Antenna-Coupled 
Terahertz Microbolometer Fabrication

〇Amit Banerjee1, Hiroaki Satoh1, Ajay Tiwari1, 
Norihisa Hiromoto2, Hiroshi Inokawa1

1.RIE, Shizuoka Univ., 2.GSST, Shizuoka Univ.

 9:15 E 16a-421-2 Cold Rydberg Atoms near an Optical Nanofibre 〇(D)Krishnapriya S R1, Tridib Ray1, Sile Nic 
Chormaic1

1.OIST graduate univ.

 9:30 E 16a-421-3 Optical force-assisted targeted deposition of molecular 
nanoparticles in the nanogap of a plasmonic nanoantenna

〇(PC)Pin Christophe1, Shutaro Ishida1, Genta 
Takahashi1, Tsuyoshi Fukaminato2, Keiji Sasaki1

1.Hokkaido Univ., 2.Kumamoto Univ.

 9:45 E 16a-421-4 Effects of Viscosity on Laser-Induced Cavitation Bubble 
Studied by High-Speed Laser Stroboscopic Videography

〇(M2)Sufi Muhammad1, Rie Tanabe1, Yoshiro Ito1 1.Nagaoka Univ. Tech.

 10:00 E 16a-421-5 Guided-Mode-Resonance Optical Biosensors with Gold 
Nano-Particles

〇(M1C)Jian-Zhi Huang1, Guo-En Chang1 1.Nat. Chung Cheng Univ.

 10:15 E 16a-421-6 Interaction between cold atoms and selectively excited 
higher order modes of an ultrathin optical fiber

〇(D)Thomas Nieddu1, Jinjin Du1, Sile Nic 
Chormaic1

1.OIST

 10:30 E 16a-421-7 Fibre-Bundle-Basis Compressive Sensing for In-vivo 
Endoscopy

〇(D)Simon Peter Mekhail1, Jonathan Ward1, 
Gordon Arbuthnott1, Sile Nic Chormaic1

1.OIST

 10:45 E 16a-421-8 130 GHz ultra-broadband hybrid polymer/sol-gel 
waveguide Mach-Zhender modulators

〇Yasufumi Enami1, Atsusi Seki2, Shin Masuda2, 
Jingdong Luo3, Alex Jen3

1.Kochi Univ Tech, 2.Advantest Lab, Japan, 3.Univ 
Washington, USA

 11:00 奨 E 16a-421-9 Imaging of defects in zinc oxide by spectrally resolved 
two-photon fluorescence microscopy

〇(D)Amin AlTabich1, 2, Wataru Inami1, Yoshimasa 
Kawata1, Ryszard Jablonski2

1.Shizuoka Univ., 2.Warsaw Univ of Tech

 11:15 奨 E 16a-421-10 Fabrication of High Q-Factor Ring Resonator using 
LSCVD Si3N4 Film

〇(D)Xiaoyang Cheng1, 2, Shiyoshi Yokoyama1, 2 1.IGSES Dept., Kyushu University, 2.MMS Inst., Kyushu 
University

 11:30 E 16a-421-11 Fabrication of 1.5um GaInAsP LD on InP/Si Substrate 
using Hydrophilic Wafer Bonding Technique

〇(D)Gandhi Kallarasan1, Tetsuo Nishiyama1, Naoki 
Kamada1, Yuya Onuki1, Kazuhiko Shimomura1

1.Sophia Univ.

3/17(Fri.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3会場
  E 17a-P3-1 Nickel-Graphene Composite Counter Electrode for 

High-Efficiency Dye-Sensitized Solar Cell
〇Ching-Yen Wang1, Huai-Yi Chen1 1.Huafan Univ.
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3.16 Optics and Photonics English Session



6 薄膜・表面 / Thin Films and Surfaces
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
6.1 強誘電体薄膜 / Ferroelectric thin films
3/16(Thu.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2会場

   16p-P2-1 フッ化ビニリデン(54)/三フッ化エチレン(46)共重合体
薄膜における強誘電性の熱処理温度依存性

〇(B)長畑 範之 1, 中川 佑太 1, 橋爪 洋一郎 1, 中嶋 宇
史 1, 岡村 総一郎 1

1.東理大理

   16p-P2-2 フッ化ビニリデン高分子強誘電体における分子鎖内での
キンク形状

〇(B)山崎 勇人 1, 橋爪 洋一郎 1, 中嶋 宇史 1, 岡村 総
一郎 1

1.東理大理

   16p-P2-3 電気熱量効果を応用したパルス電場印加型冷却操作にお
ける被冷却体の温度変化

〇本美 仁志 1, 橋爪 洋一郎 1, 中嶋 宇史 1, 岡村 総一
郎 1

1.東理大理

   16p-P2-4 異なる酸素圧力でPLDにより作製した(K,Na)NbO3 キャ
パシタの評価

〇玉野 梨加 1, 髙田 瑶子 1, 岡本 尚樹 1, 齊藤 丈靖 1, 樋
口 宏二 2, 北島 彰 2

1.阪府大院工, 2.阪大産研

   16p-P2-5 AlN薄膜構造へのMgおよびNbの添加の影響 〇重本 北斗 3, 秋山 守人 1, 山田 浩志 1, 3, 會田 康弘 2, 
梅田 圭一 2, 上原 雅人 1, 3

1.産総研, 2.村田製作所, 3.九大院総理工

   16p-P2-6 接触センサへの応用に向けたP(VDF-TrFE)ゲートFET
構造の作製

〇山本 堅太郎 1, 宝田 隼 1, 古川 昭雄 1 1.東理大理工

   16p-P2-7 SPMを用いた電気熱量効果の直接測定の検討 〇松下 裕司 1, 吉村 武 1, 藤村 紀文 1 1.阪府大院工
3/16(Thu.) 16:00 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 411会場

 16:00 招 16p-411-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
走査型プローブ顕微鏡によるBiFeO3 薄膜の正圧電応答の
定量的解析

〇苅谷 健人 1, 吉村 武 1, 藤村 紀文 1 1.阪府大院工

 16:15 奨 16p-411-2 電界印加下における正方晶Pb(Zr,Ti)O3 膜の結晶構造の
時間応答

〇(M1)佐藤 智也 1, 一ノ瀬 大地 1, 三村 和仙 1, 根本 
祐一 1, 清水 荘雄 1, 今井 康彦 2, 内田 寛 3, 坂田 修身 4, 
舟窪 浩 1

1.東工大, 2.JASRI, 3.上智大, 4.NIMS/SPring-8

 16:30  16p-411-3 BiFeO3 薄膜における異常光起電力効果のアクチュエータ
への応用

〇(M2)高山 幸太 1, 中嶋 誠二 1, 藤沢 浩訓 1, 清水 勝 1 1.兵庫県大院・工

 16:45  16p-411-4 ディップコート法によるステンレス箔上へのPZT薄膜の
作製

〇濱村 朋広 1, 肥田 博隆 1, 神野 伊策 1 1.神戸大工

 17:00  16p-411-5 Pb(Zr,Ti)O3 薄膜の斜め成膜およびその特性評価に関す
る研究

〇(B)丸山 和樹 1, 神野 伊策 1, 肥田 博隆 1, 寺元 卓也 1 1.神大工

 17:15  16p-411-6 エピタキシャルPMnN-PZT/Siトランスデューサを用い
た高S/N比pMUTレンジファインダー

〇吉田 慎哉 1, 周 朕 1, 田中 秀治 1 1.東北大工

 17:30  16p-411-7 有機強誘電体におけるイオン液体電極の検討 〇柿原 凌汰 1, 苅谷 健人 1, 松下 裕司 1, 桐谷 乃輔 1, 吉
村 武 1, 藤村 紀文 1

1.阪府大院工

 17:45  16p-411-8 圧電MEMS振動発電素子における機械的品質係数の評価 〇荒牧 正明 1, 和泉 享平 1, 吉村 武 1, 村上 修一 2, 藤村 
紀文 1

1.阪府院工, 2.大阪府立産技研

 18:00  16p-411-9 電力線周辺磁界を利用した圧電発電の検討 〇和泉 享兵 1, 荒牧 正明 1, 吉村 武 1, 藤村 紀文 1 1.阪府大工
 18:15  16p-411-10 極薄PZT MEMS光スキャナの作製と性能評価 〇竹下 俊弘 1, 牧本 なつみ 1, 小林 健 1 1.産総研

3/17(Fri.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 411会場
 9:00  17a-411-1 面内強誘電分極を有するエピタキシャルBaTiO3 薄膜の

格子定数の温度依存性
〇(PC)小松 克伊 1, 鈴木 一平 1, 青木 巧 2, 濵嵜 容丞 1, 
安井 伸太郎 1, 伊藤 満 1, 谷山 智康 1

1.東工大, 2.TDK

 9:15  17a-411-2 Positive-up-negative-down法による(Ba,Sr)TiO3 薄膜の
電気熱量効果の間接的評価

〇山田 智明 1, 松尾 翔吾 1, 加茂 崇史 2, 舟窪 浩 2, 吉野 
正人 1, 長崎 正雅 1

1.名古屋大, 2.東工大

 9:30  17a-411-3 チタン酸ジルコン酸バリウムナノキューブ3D集積体の
特性

〇三村 憲一 1, 加藤 一実 1 1.産総研

 9:45  17a-411-4 O3 を用いたMOCVD法によるBiFeO3 薄膜の作製 〇(B)吉村 奈緒 1, 藤沢 浩訓 1, 中嶋 誠二 1, 清水 勝 1 1.兵庫県立大・工
 10:00  17a-411-5 パターン化SrTiO3 基板上へのBiFeO3 薄膜の作製 (Ⅱ) 〇黒川 悠太 1, 瀬戸 翔太 2, 中嶋 誠二 1, 2, 藤沢 浩訓 1, 2, 

清水 勝 1, 2
1.兵庫県立大工, 2.兵庫県立大院工

 10:15 奨 17a-411-6 元素置換サイト設計による室温マルチフェロイック
GaFeO3 型酸化物薄膜の磁気誘電特性制御

〇片山 司 1, 安井 伸太郎 1, 濵嵜 容丞 1, 越阪部 拓也 1, 
伊藤 満 1

1.東工大

 10:30  休憩/Break
 10:45  17a-411-7 d1 電子配置を有するSr1-xBaxVO3 薄膜の合成と電気特性評

価
〇京兼 広和 1, 清水 啓佑 1, 重松 圭 1, 北條 元 1, 2, 東 正
樹 1

1.東工大フロンティア材料研, 2.九大

 11:00  17a-411-8 BiFe1-xMnxO3 のスピン構造変化 〇浅倉 武志 1, 山本 孟 1, 清水 啓佑 1, 重松 圭 1, 北條 
元 1, 2, 壬生 攻 3, 東 正樹 1

1.東工大フロンティア材料研, 2.九大, 3.名工大工

 11:15  17a-411-9 プロトン直接描画用強誘電体厚膜の作成 平出 惇 1, 〇山口 正樹 1, 2, 増田 陽一郎 3 1.芝浦工大工, 2.芝浦工大RCGI, 3.八戸工大工
 11:30  17a-411-10 走査型非線形誘電率顕微鏡を用いたナノスケール分極反

転過程の動的観察
〇平永 良臣 1, 三村 和仙 2, 清水 荘雄 2, 舟窪 浩 2, 長 康
雄 1

1.東北大, 2.東工大

 11:45  17a-411-11 Pb(Zr,Ti)O3 厚膜キャパシタ構造の一括水リフトオフパ
ターニング

東浦 峻太 1, 〇森本 章治 1 1.金沢大院自然

CS.2 6.1強誘電体薄膜,13.3絶縁膜技術,13.5デバイス／集積化技術のコードシェア / 6.1/13.3/13.5 Code-sharing Session
3/17(Fri.) 13:00 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 304会場

 13:00 奨 17p-304-1 スパッタリング法によるY2O3-HfO2 強誘電体エピタキ
シャル薄膜作製とその評価

〇(M1)鈴木 大生 1, 三村 和仙 2, 清水 荘雄 3, 内田 寛 4, 
舟窪 浩 1, 2, 3

1.東工大物院, 2.東工大総理工, 3.東工大元素, 4.上智大
理工

 13:15 奨 17p-304-2 エピタキシャルHfO2 基膜における強誘電相の安定性 
-RE2O3-HfO2 vs ZrO2-HfO2-

〇三村 和仙 1, 片山 きりは 1, 清水 荘雄 2, 木口 賢紀 3, 
赤間 章裕 3, 今野 豊彦 3, 坂田 修身 4, 舟窪 浩 1, 2, 5

1.東京工業大学大学院, 2.東工大元素, 3.東北大金研, 
4.NIMS, 5.東工大物院

 13:30  17p-304-3 強誘電体クロコン酸薄膜のYb界面制御層上への形成 〇張 鴻立 1, 前田 康貴 1, 大見 俊一郎 1 1.東工大　工学院
 13:45  17p-304-4 (001)Si 基板上にエピタキシャル成長させた HfO2 系絶縁

膜の構造解析
〇高田 賢志 1, 桐谷 乃輔 1, 吉村 武 1, 藤村 紀文 1 1.阪府大院工

 14:00  17p-304-5 ZnOナノワイヤ上への(Hf,Zr)O2 薄膜の作製 〇(B)竹内 洋平 1, 仲村 菜美 1, 藤沢 浩訓 1, 中嶋 誠
二 1, 清水 勝 1

1.兵庫県立大・工

 14:15  17p-304-6 エピタキシャルFe:HfO2 薄膜の作製と特性評価 〇白石 貴久 1, Choi Sujin1, 清水 荘雄 2, 舟窪 浩 2, 木
口 賢紀 1, 今野 豊彦 1

1.東北大, 2.東工大

 14:30 奨 17p-304-7 ALD-ZrO2 シード層によるHfxZr1-xO2 膜の強誘電性の改
良

〇(M1)女屋 崇 1, 2, 生田目 俊秀 2, 3, 栗島 一徳 1, 2, 澤本 
直美 1, 大井 暁彦 2, 池田 直樹 2, 知京 豊裕 2, 小椋 厚
志 1

1.明治大学, 2.物質・材料研究機構, 3.科学技術振興機
構

 14:45  17p-304-8 HfO2 系強誘電体薄膜の抗電界の特異な膜厚依存性 〇右田 真司 1, 太田 裕之 1, 山田 浩之 1, 澤 彰仁 1, 鳥海 
明 2

1.産総研, 2.東大工

 15:00  休憩/Break
 15:15 E 17p-304-9 Dopant-independent maximum Pr of doped ferroelectric 

HfO2

〇(D)Lun Xu1, Shigehisa Shibayama1, Tomonori 
Nishimura1, Takeaki Yajima1, Shinji Migita2, Akira 
Toriumi1

1.The Univ. of Tokyo, 2.AIST

 15:30 奨 17p-304-10 HfO2 膜の強誘電相形成における熱履歴の重要性 〇柴山 茂久 1, 徐 倫 1, 田 璇 1, 右田 真司 2, 鳥海 明 1 1.東京大学, 2.産総研
 15:45 奨 E 17p-304-11 Ferroelectric tunnel junctions with ultrathin Y2O3-doped 

HfO2

〇(D)Xuan Tian1, Shigehisa Shibayama1, Lun Xu1, 
Shinji Migita2, Akira Toriumi1

1.Univ. of Tokyo, 2.AIST
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CS.2 6.1強誘電体薄膜,13.3絶縁膜技術,13.5デバイス／集積化技術のコードシェア / 6.1/13.3/13.5 Code-sharing Session



 16:00  17p-304-12 TCADを用いた強誘電体負性容量FinFETの短チャネル
効果の検討

〇太田 裕之 1, 池上 努 1, 服部 淳一 1, 福田 浩一 1, 右田 
真司 1, 鳥海 明 2

1.産総研, 2.東大工

 16:15  17p-304-13 負性容量トランジスタに向けた強誘電性HfZrO2 膜にお
ける負性容量の直接観測

〇上山 望 1, 小林 正治 1, 平本 俊郎 1 1.東大生研

 16:30 奨 17p-304-14 強誘電体HfO2ダブルゲート負性容量FETの動特性に関
する考察

〇(DC)Jang Kyungmin1, 上山 望 1, 小林 正治 1, 平本 
俊郎 1

1.東大生研

 16:45  17p-304-15 強誘電体HfO2を用いたGate-All-Aroundナノワイヤ負性
容量FETにおけるIon/Ioff比の向上とそのスケーラビリ
ティ

〇(DC)Jang Kyungmin1, 更屋 拓哉 1, 小林 正治 1, 平
本 俊郎 1

1.東大生研

6.2 カーボン系薄膜 / Carbon-based thin films
3/14(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 412会場

 9:00 奨 14a-412-1 微細加工基板上に生成したダイヤモンド中NV中心の特
性評価

〇藤田 留士郎 1, 花野 郁也 1, 渡邊 幸志 2, 赤羽 浩一 3, 
早瀬 潤子 1

1.慶大理工, 2.産総研, 3.情報通信研究機構

 9:15 奨 14a-412-2 広視野高感度表面磁気計測に向けた高配向NVセンタデ
ルタドープ薄膜の形成

〇中島 誠人 1, 2, 石綿 整 1, 岩崎 孝之 1, 2, 波多野 睦
子 1, 2

1.東工大, 2.CREST

 9:30 奨 14a-412-3 表面終端がダイヤモンド中の浅いNVセンターへ与える
影響

〇(B)河合 空 1, 山野 颯 1, 梶家 美貴 1, 蔭浦 泰資 1, 稲
葉 優文 1, 福田 諒介 1, 岡田 拓真 1, 東又 格 1, 春山 盛
善 2, 4, 谷井 孝至 1, 山田 圭介 2, 小野田 忍 2, 寺地 徳之 3, 
加田 渉 4, 花泉 修 4, 磯谷 順一 5, 川原田 洋 1, 6

1.早大理工, 2.量研機構, 3.物材機構, 4.群馬大, 5.筑波
大, 6.早大材研

 9:45 奨 14a-412-4 ダイヤモンドセンシング応用に向けたダイヤ表面のNH 2
終端評価

〇(B)梶家 美貴 1, 加藤 かなみ 1, 河合 空 1, 山野 颯 1, 
五十嵐 圭為 1, M.S. Shaili1, Evi Suabah1, 蔭浦 泰資 1, 
稲葉 優文 1, 河野 省三 1, 川原田 洋 1, 2

1.早大, 2.早大材研

 10:00  14a-412-5 NMRイメージングに向けたアンサンブルNVセンタによ
る広視野ダイナミカルデカップリング

〇(M1)水野 皓介 1, 2, 田原 康佐 1, 2, 石綿 整 1, 中島 
誠 1, 2, 岩崎 孝之 1, 2, 波多野 睦子 1, 2

1.東工大, 2.JST-CREST

 10:15  14a-412-6 浅い単一NVセンターの規則的配列を用いた表面の水素
核スピンの検出

〇福田 諒介 1, 東又 格 1, 岡田 拓真 1, 加賀美 理沙 1, 寺
地 徳之 2, 小野田 忍 3, 春山 盛善 3, 4, 山田 圭介 3, 稲葉 
優文 1, 山野 颯 1, Priyadharshini Balasubramanian5, 
Felix Stuerner5, Simon Schmitt5, Liam McGuinness5, 
Fedor Jelezko5, 大島 武 3, 品田 高宏 6, 川原田 洋 1, 加
田 渉 4, 花泉 修 4, 磯谷 順一 7, 谷井 孝至 1

1.早大理工, 2.物材機構, 3.量研機構, 4.群大, 5.ウルム
大, 6.東北大, 7.筑波大

 10:30  休憩/Break
 10:45 奨 14a-412-7 イオン注入法によって作製したNVセンター近傍の欠陥

のナノスケール磁気共鳴測定
〇春山 盛善 1, 2, 小野田 忍 2, 加田 渉 1, 磯谷 順一 3, 寺
地 徳之 4, 山野 颯 5, 川原田 洋 5, 大島 武 2, 花泉 修 1

1.群馬大, 2.量研機構, 3.筑波大, 4.物材機構, 5.早大

 11:00  14a-412-8 光検出磁気共鳴によるダイヤモンドＮＶ中心集合体の特
性評価

〇松崎 雄一郎 1, 森下 弘樹 2, 下岡 孝明 2, 田嶌 俊之 3, 
角柳 孝輔 1, 仙場 浩一 4, William Munro1, 山口 浩司 1, 
水落 憲和 2, 齊藤 志郎 1

1.NTT物性基礎研, 2.京大化研, 3.クワズル･ネイトル
大, 4.情報通信研究機構

 11:15  14a-412-9 リンドープダイヤモンドにおけるNV中心の電荷安定性
とスピン特性

〇丸山 祐一 1, 加藤 宙光 2, 3, 徳田 規夫 4, 牧野 俊晴 2, 3, 
山崎 聡 2, 3, 下岡 孝明 3, 5, 森下 弘樹 3, 5, 藤原 正規 3, 5, 
水落 憲和 3, 5

1.阪大基礎工, 2.産総研, 3.CREST, 4.金沢大工, 5.京大
化研

 11:30  14a-412-10 ダイヤモンドNV中心を用いた表面スピン波の観測 〇(P)菊池 大介 1, 林 都隆 1, 水落 憲和 2, 波多野 睦
子 3, 安 東秀 1

1.北陸先端大, 2.京大化研, 3.東工大工

 11:45  14a-412-11 窒素欠陥中心を用いたナノダイヤモンドのブラウン運動
センシング

〇藤原 正澄 1, 2, 鹿野 豊 3, 橋本 秀樹 2 1.阪市大理, 2.関学大理工, 3.分子研、チャップマン大
量子科学研

 12:00 奨 14a-412-12 ダイヤモンドNV中心を用いた量子中継のためのマルチ
スピン量子ビット制御

〇(M1)佐藤 恒司 1, 関口 雄平 1, 延與 梨世 1, 幸村 雄
介 1, 倉見谷 航洋 1, 中村 孝秋 1, 長田 昂大 1, 石田 直
輝 1, 小坂 英男 1

1.横国大院工

3/14(Tue.) 13:15 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) 412会場
 13:15  14p-412-1 NVセンターによるパワーデバイス内部電界の定量計測 〇岩崎 孝之 1, 2, 成木 航 1, 田原 康佐 1, 2, ヘナト アミ

チ 1, 牧野 俊晴 2, 3, 加藤 宙光 2, 3, 小倉 政彦 2, 3, 竹内 大
輔 2, 3, 山崎 聡 2, 3, 波多野 睦子 1, 2

1.東工大, 2.CREST, 3.産総研

 13:30 E 14p-412-2 In-Situ Temperature Measurement of Diamond Devices 
using NV Centers

〇Renato Goes Amici1, Takayuki Iwasaki1, 2, 
Toshiharu Makino2, 3, Hiromitsu Kato2, 3, Masahiko 
Ogura2, 3, Daisuke Takeuchi2, 3, Satoshi Yamasaki2, 3, 
Mutsuko Hatano1, 2

1.Tokyo Institute of Technolgy, 2.CREST, 3.AIST

 13:45 奨 14p-412-3 縦型2DHGダイヤモンドFETの特性向上 〇大井 信敬 1, 工藤 拓也 1, 牟田 翼 1, 大久保 智 1, 露崎 
活人 1, 星野 晴華 1, 蔭浦 泰資 1, 稲葉 優文 1, 小野田 
忍 2, 平岩 篤 1, 川原田 洋 1, 3

1.早大理工, 2.量研機構, 3.早大材研

 14:00  14p-412-4 フィールドプレート構造の導入による水素終端表面ダイ
ヤモンド電界効果型トランジスタの高耐圧化の検討

〇(M1)岡村 卓弥 1, 岸本 茂 1, 大野 雄高 1, 2 1.名大工, 2.名大未来工

 14:15  14p-412-5 酸処理ダイヤモンド(111)試料の加熱による表面伝導層
の出現

〇河野 省三 1, 林 佑哉 2, 平岩 篤 1, 李 成奇 3, 稲葉 優
文 2, 川原田 洋 1, 2

1.早大ナノ・ライフ, 2.早大理工, 3.（株）コメット

 14:30 奨 14p-412-6 ダイヤモンドSchottky-pn diodeの高温下での順方向電気
特性評価

〇(M1)小澤 直人 1, 2, 牧野 俊晴 2, 加藤 宙光 2, 小倉 政
彦 2, 大串 秀世 2, 山崎 聡 1, 2

1.筑波大数理, 2.産総研

 14:45  14p-412-7 ボロンドープダイヤモンドのICPエッチングによる表面
損傷

〇加藤 有香子 1, 川島 宏幸 1, 2, 牧野 俊晴 1 1.産総研, 2.筑波大

 15:00  休憩/Break
 15:15 招 14p-412-8 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

単結晶ダイヤモンド超伝導量子干渉計
〇露崎 活人 1, 蔭浦 泰資 1, 日出幸 昌邦 1, 大里 啓孝 2, 
津谷 大樹 2, 笹間 陽介 2, 山口 尚秀 2, 高野 義彦 2, 立木 
実 2, 大井 修一 2, 平田 和人 2, 有沢 俊一 2, 川原田 洋 1, 3

1.早大理工, 2.物材機構, 3.早大材研

 15:30 E 14p-412-9 The Effect of Annealing in Oxygen Ambient on the Single 
Crystal Diamond Mechanical Resonators

〇Meiyong Liao1, Haihua Wu1, Liwen Sang1, 
Masataka Imura1, Tokuyuki Teraji1

1.NIMS

 15:45  14p-412-10 PドープダイヤモンドのXAFS計測 〇鹿田 真一 1, 山口 浩司 1, 藤原 明比古 1, 為則 雄祐 2, 
八尋 惇平 3, 国須 正洋 3, 山田 貴壽 4

1.関学大理工, 2.高輝度光科研, 3.東レRC, 4.産総研

 16:00 E 14p-412-11 Pulsed Gas Mixtures for Sharp Doping Transitions in 
Diamond Multilayers

〇Alexandre FIORI1, Tokuyuki TERAJI1 1.NIMS

 16:15  14p-412-12 強誘電体をゲート絶縁膜としたホウ素ドープダイヤモン
ドFET構造の作製（2）

柄谷 涼太 1, 馬場 一気 1, 吉田 稜 1, 庄司 駿輔 1, 中嶋 宇
史 2, 松本 翼 1, 徳田 規夫 1, 〇川江 健 1

1.金沢大理工, 2.東京理科大

 16:30  休憩/Break
 16:45 奨 14p-412-13 ダイヤモンドLEDのキャリア輸送特性 〇(DC)桑原 大輔 1, 2, 牧野 俊晴 2, 加藤 宙光 2, 竹内 

大輔 2, 小倉 政彦 2, 大串 秀世 2, 山崎 聡 1, 2
1.筑波大, 2.産総研

 17:00  14p-412-14 ダイヤモンド超格子における励起子及び電子正孔液滴発
光

〇矢田部 翼 1, 嵐田 雄介 1, 南 不二雄 1, 2, 中 暢子 3, 渡
邊 幸志 4, 片山 郁文 1, 武田 淳 1

1.横国大院工, 2.東工大フロンティア材料研, 3.京都大
院理, 4.産総研

 17:15  14p-412-15 一軸性応力下におけるダイヤモンドの微分吸収スペクト
ル

〇石井 良太 1, 鹿田 真一 2, 船戸 充 1, 川上 養一 1 1.京大院工, 2.関西学院大理工

 17:30  14p-412-16 ダイヤモンドの高速重イオン誘起過渡電流測定とポーラ
リゼーション効果

〇佐藤 真一郎 1, 牧野 高紘 1, 大島 武 1, Vizkelethy 
Gyorgy2, 神谷 富裕 3

1.量研機構, 2.サンディア国立研, 3.群馬大
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 17:45  14p-412-17 X線トポグラフィを用いたp+HPHTダイヤモンドの欠陥
評価

〇(M1)亀井 栄一 1, 山口 浩司 1, 土田 有記 1, 鹿田 真
一 1

1.関学大理工

 18:00 奨 14p-412-18 X線トポグラフィーで観察された(111)CVDダイヤモン
ド単結晶の転位とエッチピットとの関係

〇桝谷 聡士 1, 嘉数 誠 1 1.佐賀大学

3/15(Wed.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 412会場
 9:00 奨 15a-412-1 α-Al2O3(0001)上エピタキシャルIr薄膜の高基板温度化

による結晶性向上
〇北嵜 仁 1, 古場 優樹 1, 市川 公善 1, 児玉 英之 1, 金 聖
祐 2, 曾田 英雄 2, 鈴木 一博 3, 澤邊 厚仁 1

1.青学大理工, 2.並木精密宝石(株), 3.トウプラスエン
ジニアリング(株)

 9:15 奨 15a-412-2 高基板温度で成膜したIrを下地としたエピタキシャルダ
イヤモンドの作製と評価

〇古場 優樹 1, 児玉 英之 1, 藤居 大穀 2, 金 聖祐 2, 會田 
英雄 2, 鈴木 一博 3, 澤邊 厚仁 1

1.青学大理工, 2.並木精密宝石, 3.トウプラスエンジニ
アリング

 9:30  15a-412-3 高酸素濃度成長を用いたSi(111)上高配向ダイヤ膜の合
成

〇須藤 建瑠 1, 2, 桑原 新之助 1, 矢板 潤也 1, 2, 岩崎 孝
之 1, 2, 波多野 睦子 1, 2

1.東工大, 2.JST-CREST

 9:45 奨 15a-412-4 格子状核発生領域から成長させたヘテロエピタキシャル
ダイヤモンド膜中の欠陥形成における設計方位依存性

〇市川 公善 1, 児玉 英之 1, 鈴木 一博 2, 澤邊 厚仁 1 1.青学大理工, 2.トウプラスエンジニアリング

 10:00 奨 15a-412-5 選択成長に向けたリモートプラズマCVD法によるダイヤ
モンド合成

〇星野 晴華 1, 稲葉 優文 1, 川原田 洋 1, 2 1.早大理工, 2.早大材研

 10:15  休憩/Break
 10:30  15a-412-6 微小放電源をイグナイターとしたダイヤモンド核発生処

理装置の構築
〇村山 博亮 1, 児玉 英之 1, 藤居 大毅 2, 金 聖祐 2, 曾田 
英雄 2, 鈴木 一博 3, 澤邊 厚仁 1

1.青学大理工, 2.並木精密宝石株式会社, 3.トウプラス
エンジニアリング

 10:45 奨 15a-412-7 Ge基板上でのCVDダイヤモンドの合成によるGeVセン
ターの形成

〇(B)西島 大矢 1, 小副川 裕太 1, 中尾 基 1, 坪田 敏
樹 1, 長町 信治 2

1.九州工業大工, 2.長町サイエンスラボ

 11:00  15a-412-8 ヘテロエピタキシャルダイヤモンド下地を用いたホウ素
添加ダイヤモンド成長および電気化学測定Ⅱ

〇伊藤 誠人 1, 児玉 英之 1, 鈴木 一博 2, 澤邊 厚仁 1 1.青学大理工, 2.トウプラスエンジニアリング

 11:15  15a-412-9 高温高圧合成ナノ多結晶ダイヤモンドの光学特性評価 〇福田 玲 1, 石川 晃啓 1, 石川 史太郎 1, 松下 正史 1, 大
藤 弘明 2, 新名 亨 2, 入舩 徹男 2

1.愛媛大理工, 2.愛大 GRC

 11:30  15a-412-10 同軸型アークプラズマ堆積法により成膜した超ナノ微結
晶ダイヤモンド/水素化アモルファスカーボン混相膜の
窒素添加効果

〇儀間 弘樹 1, 片宗 優貴 2, 大谷 亮太 3, 小泉 聡 3, 吉武 
剛 1

1.九大, 2.九工大, 3.物材研

3/15(Wed.) 13:15 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) 412会場
 13:15  15p-412-1 摩擦摩耗試験機を用いたDLC膜のはく離評価における振

幅と繰り返し周波数の影響
〇大花 継頼 1, 間野 大樹 1, 中村 挙子 1 1.産総研

 13:30  15p-412-2 導電性DLC膜のエネルギーバンド構造と電子親和力の解
析

〇木下 治久 1, 村山 翼 1, 松本 健 1 1.静大院工

 13:45 奨 15p-412-3 水素フリーおよび水素化DLC膜の形成と膜質分析 〇針谷 達 1, 今井 貴大 1, 飯島 佑史 1, 須田 善行 1, 滝川 
浩史 1, 神谷 雅男 2, 金子 智 3, 國次 真輔 4, 新部 正人 5, 
神田 一浩 5

1.豊橋技科大, 2.伊藤光学, 3.神奈川県産技セ, 4.岡山県
工技セ, 5.兵庫県立大

 14:00  15p-412-4 大気開放マイクロ波CVDによるDLC膜の作製と評価 〇弓達 新治 1, 林 矩 1, 夏井 潤 1, 柳田 啓一郎 1, 山本 和
也 1, 本村 英樹 1, 八木 秀次 1

1.愛媛大

 14:15  15p-412-5 アモルファス窒化炭素薄膜の光誘起変形と光駆動ポンプ
への応用

〇青野 祐美 1, 原田 人萌 1, 北沢 信章 1, 渡邉 芳久 1 1.防大材料

 14:30  15p-412-6 アモルファス炭素系膜と水酸化ナトリウム水溶液の反応
検出

西川 純平 1, 大竹 尚登 1, 〇赤坂 大樹 1 1.東工大

 14:45  休憩/Break
 15:00 奨 15p-412-7 酸素プラズマ処理に対する各種DLC表面の変化 〇(B)間山 竜也 1, 渡邉 博之 1, 平塚 傑工 2, 坪井 仁

美 2, 中森 秀樹 2, 本間 章彦 1, 平栗 健二 1, 大越 康晴 1
1.東京電機大学, 2.ナノテック（株）

 15:15 奨 15p-412-8 ラジカル注入型プラズマ励起化学気相堆積法においてガ
ス滞在時間がアモルファスカーボン膜の電子物性に及ぼ
す効果

〇杉浦 啓嗣 1, 賈 凌雲 1, 近藤 博基 1, 石川 健治 1, 竹田 
圭吾 1, 関根 誠 1, 堀 勝 2

1.名大院工, 2.名大未来社会創造機構

 15:30 奨 15p-412-9 導電性ハードコーティングに向けたDLCおよび窒化
DLC膜の積層

〇飯島 佑史 1, 今井 貴大 1, 磯野 凌 1, 針谷 達 1, 須田 善
行 1, 滝川 浩史 1, 神谷 雅男 2, 金子 智 3, 國次 真輔 4

1.豊橋技科大, 2.伊藤光学, 3.神奈川県産技セ, 4.岡山県
工技セ

 15:45  15p-412-10 バイオマテリアル応用に向けたZn放出型DLC膜の特性
評価

〇木寺 俊太 1, 上遠野 惇市 1, 藤岡 宏樹 2, 大越 康晴 1, 
佐藤 慶介 1, 平塚 傑工 3, 坪井 仁美 3, 中森 秀樹 3, 益田 
秀樹 4, 本田 宏志 4, 馬目 佳信 2, 平栗 健二 1

1.東京電機大, 2.東京慈恵会医科大, 3.ナノテック, 4.ニ
チオン

 16:00  15p-412-11 高分子材料の血液適合性改善に向けたDLC膜による表面
改質

〇櫻井 賢吾 1, 寺井 恭一 1, 平栗 健二 1, 佐藤 慶介 1, 大
越 康晴 1, 尾関 和秀 2

1.東京電機大, 2.茨城大

 16:15  15p-412-12 パルス放電プラズマCVDによるDLCとBN膜の作製 〇野田 三喜男 1, 堀部 勲夫 2 1.パルスプラズマ技研, 2.ライテック研
 16:30  休憩/Break
 16:45  15p-412-13 大気圧窒素プラズマ法で合成した窒化炭素のFT-IRスぺ

クトル
〇財部 健一 1, 荻野 統行 1, 三浦 誠太郎 1, 平井 正明 1, 
安井 望 1

1.岡山理科大理基礎

 17:00  15p-412-14 グラファイト状窒化炭素薄膜の合成温度と光学ギャップ 〇羽渕 仁恵 1, 青山 宏明 1, 安田 和史 1, 滝川 浩史 2 1.岐阜高専, 2.豊橋技科大
 17:15  15p-412-15 球表面へのa-BCN:H膜の合成と摩擦摩耗特性の評価 〇鈴木 啓介 1, 河越 奈沙 1, 山本 哲也 2, 大竹 尚登 1, 赤

坂 大樹 1
1.東工大工, 2.日本触媒

 17:30  15p-412-16 層状窒化炭素化合物のNEXAFSスペクトル(2) 〇岡島 敏浩 1, 瀬戸山 寛之 1, 吉村 大介 1, 羽渕 仁恵 2, 
財部 健一 3

1.九州シンクロトロン光研究センター, 2.岐阜高専, 3.
岡山理大理

 17:45  15p-412-17 二酸化バナジウム(VO2)を用いた自動調光中間膜に関す
る研究 －課題と改善対策－

〇孫 仁徳 1, 永谷 直之 1, 大鷲 圭吾 1, 野里 省二 1, 中壽
賀 章 1

1.積水化学工業（株）

 18:00  15p-412-18 ヘリウムイオン顕微鏡を用いたSiO2 膜上の単分子膜への
ナノポア形成

〇林 拓海 1, 川合 健太郎 1, 有馬 健太 1, 森田 瑞穂 1 1.阪大院工

3/16(Thu.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3会場
   16p-P3-1 CN薄膜へのアニーリング効果 〇野々村 秋人 1, 佐竹 聖樹 2, 中村 重之 3, 財部 健一 4, 

福井 一俊 5, 澤畠 淳二 6, 伊藤 國雄 1, 番 貴彦 1, 山本 伸
一 1

1.龍谷大理工, 2.明石高専, 3.津山高専, 4.岡山理大, 
5.福井大学, 6.茨城高専

   16p-P3-2 MgO粉末を用いたアモルファス窒化炭素薄膜の特性評価 〇吉岡 慎吾 1, 野々村 秋人 1, 磯川 裕哉 1, 佐竹 聖樹 2, 
中村 重之 3, 財部 健一 4, 福井 一俊 5, 澤畠 淳二 6, 伊藤 
國雄 1, 番 貴彦 1, 山本 伸一 1

1.龍谷大理工, 2.明石高専, 3.津山高専, 4.岡山理大, 
5.福井大学, 6.茨城高専

  奨 16p-P3-3 DLC膜防汚特性の水素量依存性 〇長谷川 綾子 1, 園川 沙織 1, 石川 和宏 1, 鳩野 広典 1, 
兼国 伸彦 1

1.TOTO株式会社

   16p-P3-4 グラファイト状窒化炭素粉末を用いた発光特性の評価 〇磯川 裕哉 1, 番 貴彦 1, 山本 伸一 1 1.龍谷大理工
   16p-P3-5 軟X線照射によるフッ素含有DLC膜の膜物性変化 高松 大樹 1, 〇神田 一浩 1, 三浦 永理 2, 赤坂 大樹 3, 雑

賀 章浩 4, 玉田 耕治 4, 田川 雅人 5, 横田 久美子 5, 古山 
雄一 6

1.兵庫県立大高度研, 2.兵庫県立大工, 3.東工大工, 4.東
京高専, 5.神戸大工, 6.神戸大海事

   16p-P3-6 ウイルスの生きたまま観察を実現するためのDLCの電子
線に対する耐久性評価

〇上月 具挙 1, 縄稚 典生 2, 塩野 忠彦 2 1.広国大保健医療, 2.広島県立総合技研

   16p-P3-7 Si(CH3)4 の放電分解によるa-SiCx:H薄膜の形成 ― 表面
O原子と膜厚に関する考察

〇伊藤 治彦 1 1.長岡技科大工

   16p-P3-8 墨スパッタ膜のガス吸着特性と表面物性の関係性 〇須田 順子 1, 尾崎 健人 1, 宮原 利幸 1, 杉本 岩雄 1, 村
松 宏 1, 高橋 和彦 2

1.東京工科大, 2.同志社大工
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6.2 カーボン系薄膜 / Carbon-based thin films



   16p-P3-9 超微細くし形ホウ素ドープDLC電極による酸素発生電位
を超える標準電極電位を持つ酸化還元種の高感度検出

〇大友 慎平 1, 楢木野 宏 1, 岡藤 圭吾 1, 本多 謙介 1 1.山口大院創成科学

   16p-P3-10 ワイドギャップシリコン添加アモルファスカーボン半導
体を用いた太陽電池の創製及び出力特性と化学結合状態
の相関の解明

〇清水 優太 1, 楢木野 宏 1, 本多 謙介 1 1.山口大学

   16p-P3-11 a-Si薄膜によるSiO2/Si基板上でのダイヤモンド核発生
の促進

〇品川 友宏 1, 吉嗣 晃治 1, 仲村 恵右 1, 西村 邦彦 1, 柳
生 栄治 1, 山田 英明 2, 山向 幹雄 1

1.三菱電機, 2.産総研

   16p-P3-12 CVDホモエピ薄膜中に形成されるドーム状成長丘の微細
構造

〇坪内 信輝 1, 小倉 政彦 1, 杢野 由明 1, 牧野 俊晴 1 1.産総研先進パワエレRC

   16p-P3-13 酸素終端CVDダイヤモンド (001) 微斜面における超音波
処理効果

〇川端 直人 1, 毎田 修 1, 伊藤 利道 1 1.阪大院工

   16p-P3-14 ラマン分光法によるダイヤモンドドーピング分布の評価 〇(M1C)土田 有記 1, 山口 浩司 1, 亀井 栄一 1, 福永 
大輔 1, 大谷 昇 1, 鹿田 真一 1

1.関学大理工

   16p-P3-15 高濃度P+ ダイヤモンドエピ膜の結晶歪と欠陥評価 〇(M1)山口 浩司 1, 土田 有記 1, 田淵 裕基 1, 大谷 昇 1, 
鹿田 真一 1

1.関学大理工

   16p-P3-16 ホウ素添加ホモエピタキシャル成長ダイヤモンド薄膜の
過渡光容量法を用いた結晶欠陥評価

〇児玉 大志 1, 毎田 修 1, 伊藤 利道 1 1.阪大院工

   16p-P3-17 SiOx ハードマスクを用いた高アスペクト比ダイヤモンド
エッチングプロセス

〇別府 晟多 1, 毎田 修 1, 伊藤 利道 1 1.阪大院工

   16p-P3-18 単結晶ダイヤモンドのレーザー切断(001)面におけるkeV
電子線照射及び水素プラズマ照射効果

〇丸岡 憲史 1, 毎田 修 1, 伊藤 利道 1 1.阪大院工

   16p-P3-19 CSD法でバッファ層を堆積した水素終端ダイヤモンド
MISFET

〇(B)庄司 駿輔 1, 古市 浩幹 1, 川江 健 1 1.金沢大

  E 16p-P3-20 Diamond NOT and NOR logic circuits 〇Jiangwei LIU1, Meiyong LIAO1, Masataka 
IMURA1, Yasuo Koide1

1.NIMS

   16p-P3-21 CVDダイヤモンド検出器のkeV電子に対する検出特性に
おける信号電流増幅現象

〇福島 慎市 1, 清水 彰人 1, 毎田 修 1, 伊藤 利道 1 1.阪大院工

  E 16p-P3-22 Study on minority-carrier lifetime in ultrananocrystalline 
diamond/hydroganated amorphous carbon composite 
films

〇(M1)Naofumi Nishikawa1, Satoshi Takeichi1, 
Takanori Hanada1, Syuya Tategami2, Anri Iwamoto2, 
Hideaki Takeda2, Atsuhiko Hukuyama2, Tsuyoshi 
Yoshitake1

1.Kyushu Univ., 2.Univ. of Miyazaki

   16p-P3-23 二酸化炭素の電気化学的還元へ向けたマイクロ波プラズ
マ化学気相成長法によるn型多結晶ダイヤモンド電極の
作製

〇楢木野 宏 1, 大友 慎平 1, 岡藤 圭吾 1, 渡辺 紘太朗 1, 
本多 謙介 1

1.山口大院創成科学

6.3 酸化物エレクトロニクス / Oxide electronics
3/14(Tue.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 419会場

 9:00 奨 14a-419-1 ルチル型TiO2 単結晶メモリスタ素子の抵抗変化領域にお
ける価電子状態解析

〇山口 賢吾 1, 竹内 正太郎 1, 酒井 朗 1, 五十嵐 信行 2 1.阪大院基礎工, 2.名大未来研

 9:15 奨 14a-419-2 ルチル型TiO2 単結晶の酸素空孔分布制御による抵抗変化
の繰返し特性

〇清水 拓磨 1, 竹内 正太郎 1, 酒井 朗 1 1.阪大院基礎工

 9:30 奨 14a-419-3 反応性スパッタ法により作製したTiOx 系ReRAMの電気
特性評価

〇福本 泰士 1, 勝村 玲音 1, 福地 厚 1, 有田 正志 1, 高橋 
庸夫 1

1.北大院情報

 9:45 奨 14a-419-4 MoOx/Al2O3CBRAMの繰返しスイッチ過程におけるCu
移動の直接観察

平田 周一郎 1, 〇石川 竜介 1, 福地 厚 1, 有田 正志 1, 高
橋 庸夫 1, 工藤 昌輝 2, 松村 晶 2

1.北大院情報, 2.九大超顕微セ

 10:00 奨 14a-419-5 異なる上部電極を有するTa2O5 抵抗変化型メモリの多値
特性評価

勝村 玲音 1, 〇李 遠霖 1, Mika Grönroos1, 福地 厚 1, 
有田 正志 1, 高橋 庸夫 1, 安藤 秀幸 2, 森江 隆 2

1.北大・院情報, 2.九工大・生命体工

 10:15  14a-419-6 多並列接続Cu-MoOx-Al抵抗変化型メモリのアナログメ
モリ動作

〇原田 將敬 1, 安藤 秀幸 1, 森江 隆 1, 勝村 玲音 2, 福地 
厚 2, 有田 正志 2, 高橋 庸夫 2

1.九工大・生命体工, 2.北大・院情報

 10:30 奨 14a-419-7 VO2 フリースタンディングナノ細線における金属-絶縁
体電子相スイッチングの高効率化

〇樋口 敬之 1, 神吉 輝夫 1, 田中 秀和 1 1.阪大産研

 10:45 奨 14a-419-8 固液界面アニール現象を利用した単結晶酸化物ナノワイ
ヤのUnintentional Dopingの劇的抑制と超高純度化の実
現

〇安西 宇宙 1, 長島 一樹 2, 鈴木 将 2, Zhu Zetao1, 金井 
真樹 2, He Yong2, Zhang Guozhu2, 鐘本 勝一 3, 関 岳
人 4, 柴田 直哉 4, 柳田 剛 1, 2

1.九大総理工, 2.九大先導研, 3.大阪市大理, 4.東大工

 11:00 奨 14a-419-9 Li3xLa2/3-xTiO3 中の Li イオン伝導に対する格子歪みの効
果: 分子動力学シミュレーション

〇川原 皐紀 1 1.東大院理

 11:15 奨 E 14a-419-10 Electrochemical Deposition of Lithium Phosphate Films 
for Battery Applications

〇(P)Raman V Bekarevich1, Yuriy Pihosh2, Kazutaka 
Mitsuishi1, Tsuyoshi Ohnishi1, Takahisa Ohno1, 
Kazunori Takada1

1.NIMS, 2.Tokyo Univ.

3/14(Tue.) 13:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 419会場
 13:30 招 14p-419-1 「第7回女性研究者研究業績・人材育成賞（小舘香椎子賞）

受賞記念講演」（30分）
遷移金属酸化物の電荷移動界面に発現する強磁性の起源

〇北村 未歩 1 1.高エネ研

 14:00 奨 14p-419-2 デルタドープしたSrTiO3 界面の電場変調 〇李 智蓮 1, 高橋 竜太 1, 2, リップマー ミック 1 1.東大物性研, 2.JSTさきがけ
 14:15 奨 14p-419-3 SrTiO3(100)-(  13×  13)-R33.7o 再構成表面のNC-AFM

観察
〇清水 亮太 1, 杉本 宜昭 2, 赤木 和人 3, 阿部 真之 4, 森
田 清三 5, 一杉 太郎 1, 3

1.東工大物質理工, 2.東大新領域, 3.東北大AIMR, 4.阪
大基礎工, 5.阪大産研

 14:30  14p-419-4 パルスレーザー堆積/非接触原子間力顕微鏡複合装置に
よるLaAlO3(100)表面の観察

〇勝部 大樹 1, 山下 隼人 1, 2, 阿保 智 1, 若家 冨士男 1, 
阿部 真之 1

1.阪大院基礎工, 2.JST さきがけ

 14:45 奨 14p-419-5 レーザー光電子顕微鏡によるp型 SrTiO3 の磁気イメージ
ング

〇川北 純平 1, 両角 海里 1, 元結 啓仁 1, 谷内 敏之 1, 辛 
埴 1

1.東大物性研

 15:00 奨 14p-419-6 レーザー励起光電子顕微鏡で観測したLaAlO3/CaTiO3 界
面の磁区構造と電子状態

〇元結 啓仁 1, 侯 秀一 1, 両角 海里 1, 谷内 敏之 1, 高橋 
竜太 1, リップマー ミック 1, 辛 埴 1

1.東京大学　物性研

 15:15 奨 14p-419-7 トポタクティックフッ素導入/酸素アニールによる
NdNiO3 薄膜の可逆的抵抗制御

〇(DC)小野塚 智也 1, 近松 彰 1, 片山 司 1, 廣瀬 靖 1, 2, 
原山 勲 3, 関場 大一郎 3, 池永 英司 4, 簑原 誠人 5, 組頭 
広志 5, 長谷川 哲也 1, 2

1.東大院理, 2.KAST, 3.UTTAC, 4.JASRI, 5.KEK-PF

 15:30 奨 14p-419-8 非線形伝導体における巨大なインダクタンス 〇田辺 賢士 1, 谷口 博基 1, 中村 文彦 2, 寺崎 一郎 1 1.名大理物, 2.久留米工大
 15:45  休憩/Break
 16:00 奨 14p-419-9 ペロブスカイト型V酸化物の電気特性における格子歪み

の効果
〇岡部 宏和 1, 吉松 公平 1, 大友 明 1, 2 1.東工大物質理工, 2.元素戦略

 16:15 奨 14p-419-10 βパイロクロア型CsW2O6 エピタキシャル薄膜の作製と
物性

〇相馬 拓人 1, 吉松 公平 1, 大友 明 1, 2 1.東工大物質理工学院, 2.元素戦略

 16:30 奨 14p-419-11 PLD法で作製された(Ba,La)SnO3 薄膜におけるカチオン
組成変調とその輸送特性への影響

〇尾崎 祐介 1 1.京大化研

 16:45  14p-419-12 (Ba,La)SnO3 エピタキシャル薄膜の電気伝導特性 〇三浦 光平 1, 桐谷 乃輔 1, 吉村 武 1, 芦田 淳 1, 藤村 紀
文 1

1.阪府大院工

 17:00 奨 14p-419-13 RFマグネトロンスパッタにより格子不整合基板上に作製
した表面平坦ZION薄膜

〇宮原 奈乃華 1, 松島 宏一 1, 徐 鉉雄 1, 古閑 一憲 1, 白
谷 正治 1, 板垣 奈穂 1

1.九大

 17:15  14p-419-14 反応性コ・スパッタ法によるZn-In-O-N(ZION)の成膜 〇原 智彦 1, 賈 軍軍 1, 中村 新一 1, 重里 有三 1 1.青学大理工
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 17:30 奨 14p-419-15 燃料電池金属セパレータ応用を目指したSUS上熱酸化膜
に関する研究

〇小野 雅史 1, 金子 健太郎 1, 藤田 静雄 1 1.京都大工

 17:45 奨 14p-419-16 Nd:YAG固体レーザーの5倍波(波長 213 nm)用いた
SrTiO3(100)基板上LaAlO3 薄膜のパルスレーザー堆積

〇(B)中村 直人 1, 杉山 一生 1, 清水 亮太 1, 一杉 太
郎 1, 2

1.東工大物質理工, 2.東北大AIMR

3/15(Wed.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 419会場
 9:00  15a-419-1 AlドープZnOシード層上におけるZnOナノロッドの成

長
國分 利紀 1, Bramantyo Albertus2, 奥谷 昌之 3, 〇村上 
健司 3

1.静岡大学工, 2.静岡大学創造院, 3.静岡大学総合院

 9:15 E 15a-419-2 Synthesis and Characterization of ZnO and Al Doped 
ZnO Nanostructures by Using Advanced Spray Pyrolysis 
Deposition Technique

Sameera Attanayake1, Ajith Bandara1, Masayuki 
Okuya2, 〇Kenji Murakami2

1.GSST, Shizuoka Univ., 2.GSIST, Shizuoka Univ

 9:30  15a-419-3 スパッタ堆積ZnO薄膜の大気暴露による電気的特性の経
時変化の評価

〇高橋 直人 1, 張 捷生 1, 齊藤 正 1, 佐藤 伸吾 1, 大村 泰
久 1

1.関西大学院

 9:45  15a-419-4 室温での加水分解反応によるCu2O膜形成 〇大山 翔平 1, 渡邉 匡人 1, 肥山 卓矢 2, 横川 凌 2, 小椋 
厚志 2

1.学習院大理, 2.明大理工

 10:00  15a-419-5 Cu2O/ZnOヘテロ接合膜の電着と光蓄電池への応用 〇税所 健 1, 前田 大輝 1, 揚野 哲也 1, 野見山 輝明 1, 堀
江 雄二 1, 小ヶ口 晃 2

1.鹿児島大院, 2.タカタ株式会社 技術本部

 10:15  15a-419-6 スパッタ成膜したn形酸化物半導体薄膜のCu2O系ヘテロ
接合太陽電池への応用

〇渡辺 恭輔 1, 山崎 丞路 1, 宮田 俊弘 1, 南 内嗣 1 1.金沢工大　OEDS R&D センター

 10:30 E 15a-419-7 n-Cu2O/p-CuxS Thin Film Heterostructures for Solar cells 〇KMD Charith Jayathilaka1, 2, L.S.R. Kumara3, C.H. 
Song3, Shinji Kohara3, Osami Sakata3, Withana 
Siripala1, J. K. D. S. Jayanetti2

1.Univ. of Kelaniya, 2.Univ. of Colombo, 3.NIMS/
SPring-8

 10:45  15a-419-8 ZnO修飾したTiO2 ナノロッド電極を用いたCdSe量子
ドット増感太陽電池の光電変換特性

〇(M2)梶 知史 1, 大図 修平 1, 北畠 有紀子 2, 豊田 太
郎 1, 4, 尾込 裕平 3, 4, 早瀬 修二 3, 4, 沈 青 1, 4

1.電通大先進理工, 2.中央大理工, 3.九工大生命体工, 
4.JST CREST

 11:00  15a-419-9 TiO2 薄膜における光励起キャリアダイナミクスの結晶構
造依存性

〇佐藤 夏子 1, 井口 歩武 1, 竹澤 宏紀 1, 荒井 悠里 1, 下
迫 直樹 1, 坂間 弘 1, 江馬 一弘 1, 欅田 英之 1

1.上智大理工

 11:15  15a-419-10 真空下での酸化鉄ナノ構造体の光触媒作用における白金
堆積量依存性

〇太田 貴洋 1, 野田 啓 1 1.慶應大理工

3/15(Wed.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3会場
   15p-P3-1 SrTiO3, KTaO3 基板上に作製したEuNbO3 薄膜の巨大な

正の磁気抵抗
〇丸山 敬裕 1, 近松 彰 1, 小野塚 智也 1, 山田 佳補 1, 長
谷川 哲也 1, 2

1.東大院理, 2.KAST

   15p-P3-2 原子層堆積法によるBiFeO3 薄膜の成長 〇(M1C)平林 三寛 1, 中村 葵 1, 査 尚豪 1, 下迫 直樹 1, 
坂間 弘 1

1.上智大理工

   15p-P3-3 CaCu3Ru4O12 焼結体及び塗膜の電気特性に対するCuO添
加効果

〇鶴田 彰宏 1, 三上 祐史 1, 杵鞭 義明 1, 寺崎 一郎 1, 2, 
村山 宣光 1, 申 ウソク 1

1.産総研, 2.名大理

   15p-P3-4 MOD法を用いたSOFC用電解質薄膜の特性評価 〇竹中 悠起 1, 吉岡 秀樹 2, 番 貴彦 1, 山本 伸一 1 1.龍谷大理工, 2.兵庫県立工業技術センター
   15p-P3-5 有機金属熱分解（MOD）法によるLaMnO3 薄膜の作製

とその電気および磁気伝導特性
〇北邨 亨 1, 祐本 美久 1, 小堀 裕己 1, 山崎 篤志 1, 谷口 
年史 2, 清水 哲夫 3

1.甲南大理工, 2.阪大院理, 3.産総研ナノテク

   15p-P3-6 ウェットプロセスによる酸化タンタル薄膜の作製と抵抗
変化型メモリへの応用

〇東 正挙 1, 番 貴彦 1, 山本 伸一 1 1.龍谷大学

   15p-P3-7 p-Cu2O/SiNx/n-SiC/n-Si構造の抵抗変化型不揮発性メモ
リダイオード

〇素村 晃浩 1, 塚本 貴広 1, 加藤 格 2, 雑賀 章浩 2, 須田 
良幸 1

1.東京農工大院工, 2.東京高専

   15p-P3-8 Cu/Ti/ HfO2/Au抵抗変化メモリにおける低電圧スイッ
チングの研究

〇吉田 勇人 1, 清水 智弘 1, 伊藤 健 1, 新宮原 正三 1 1.関西大

   15p-P3-9 SiCxOy およびSiOx 電子捕獲層を用いた不揮発性pnメモ
リダイオードの特性制御

〇土屋 充沙 1, 塚本 貴広 1, 加藤 格 2, 雑賀 章浩 2, 須田 
良幸 1

1.東京農工大院工, 2.東京高専

   15p-P3-10 多層構造抵抗変化型メモリにおける抵抗スイッチング特
性の改善

〇落合 克行 1, 河野 公紀 1, 木下 健太郎 1, 2 1.鳥取大工, 2.TiFREC

   15p-P3-11 NiOナノワイヤーを用いた抵抗変化メモリの作製 〇(M1)青野 孝重 1, 渡辺 忠孝 2, 高野 良紀 2, 高瀬 浩
一 2

1.日大院理工, 2.日大理工

   15p-P3-12 Investigation on Physical Properties of Low Temperature 
Grown VLS Oxide Nanowires

Zhu Zetao1, 長島 一樹 1, 吉田 秀人 3, 安西 宇宙 2, 酒井 
大樹 2, 井上 暉英 2, 中村 千枝 2, 金井 真樹 1, Yong He1, 
竹田 精治 3, 〇柳田 剛 1, 2

1.九大先導研, 2.九大総理工, 3.阪大産研

   15p-P3-13 VO2/TiN/Ti/Si積層構造デバイスにおけるマルチステッ
プ発振

〇青戸 智寛 1, 佐藤 賢太 1, モハメッドシュルズ ミ
ヤ 1, 沖村 邦雄 1

1.東海大学工

   15p-P3-14 サファイア基板上へのVO2 薄膜のエピタキシャル成長 〇楠森 毅 1, 中尾 節男 1 1.産総研
   15p-P3-15 AlドープZnO透明導電膜上へのVO2 の積層堆積と転移特

性評価
〇佐藤 賢太 1, 星野 寛明 1, モハメッド シュルズ ミ
ヤ 1, 沖村 邦雄 1, 安森 偉郎 2

1.東海大院工, 2.東海大教開研セ

   15p-P3-16 基板バイアス印加スパッタ法によるAl-doped ZnO薄膜
の低温成長に関する研究

〇(M1)譲原 一樹 1, 佐藤 賢太 1, 星野 寛明 1, 沖村 邦
雄 1, 安森 偉郎 2

1.東海大院工, 2.東海大学教開研セ

   15p-P3-17 ZnO薄膜の電気化学成長と粒形態の制御 〇今西 剛士 1, 芦田 淳 1, 吉村 武 1, 藤村 紀文 1 1.阪府大院工
   15p-P3-18 酸化亜鉛を用いたMIS型セルフスイッチングダイオード

の作製と評価
〇松田 宗平 1, 永山 幸希 1, 孫 屹 1, 小山 政俊 1, 前元 利
彦 1, 佐々 誠彦 1, 葛西 誠也 2

1.阪工大ナノ材研, 2.北大量集センター

  E 15p-P3-19 Cathodoluminescence Study of Oxygen Defects in SrTiO3 〇JUN CHEN1, SHUN ITO2, TAKASHI 
SEKIGUCHI1, TOYOHIRO CHIKYO1

1.NIMS, 2.Tohoku Univ.

   15p-P3-20 Nd:YAGレーザーの第4次高調波を用いたPLD法で作製
したSrTiO3 薄膜のポストアニールによる格子拡大

〇小野寺 巧 1, 富士原 巧 1, 中村 基訓 1, 吉本 健一 1, 篁 
耕司 1

1.旭川高専

   15p-P3-21 欠陥量を低減したRh:SrTiO3 薄膜における可逆的なRhの
価数制御

〇(M1)細川 喜久 1, 高橋 竜太 1, 2, リップマー ミッ
ク 1

1.東大物性研, 2.JST さきがけ

   15p-P3-22 分子プレカーサー溶液を用いたESD法によるTiO2 膜の
成膜

〇小澤 竜平 1, 佐野 諒 1, 工藤 幸寛 1, 永井 裕己 1, 佐藤 
光史 1, 高橋 泰樹 1

1.工学院大

   15p-P3-23 電界紡糸法で作製したNb:TiO2 コアシース型ナノファイ
バの色素増感太陽電池への応用

〇(M1C)加冶屋 颯太 1, 郭 世栄 1, 松田 拓也 1, 野見山 
輝明 1, 堀江 雄二 1

1.鹿児島大院理工

   15p-P3-24 Fe2O4 系スピネル型酸化物の合成およびpn接合による光
活性能向上の評価

〇(B)松崎 健太郎 1, 鈴木 拓 1 1.北九大国環工

   15p-P3-25 Nb:SrTiO3, LaMnO3 傾斜接合膜におけるキャリヤの挙動 〇代田 隆起 1, 三浦 登 1 1.明大理工
  E 15p-P3-26 Inorganic Hole Transport Material for Inverted Planar 

Lead Halide
Perovskite Solar Cells

〇(D)MD BODIUL Islam

3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 419会場
 9:00  16a-419-1 Y2O3 添加ZrO2 薄膜を用いた抵抗変化型メモリ素子にお

ける量子化伝導の発現
〇二ツ森 皓史 1, 白田 稜 1, 塩田 忠 1, 西山 昭雄 1, 篠崎 
和夫 1

1.東工大

 9:15  16a-419-2 抵抗メモリ用酸化物素子電極間横方向リーク電導特性の
評価

〇前島 壮 1, 杉江 敏幸 1, 林 祐哉 1, 山下 馨 1, 野田 実 1 1.京工繊工芸

 9:30  16a-419-3 抵抗変化メモリの導電性パス生成機構 ~Grain surface 
tiling model の検証~

〇(B)肥田 聡太 1, 森山 拓洋 1, 山崎 隆浩 2, 大野 隆
央 2, 吉武 道子 2, 岸田 悟 1, 3, 木下 健太郎 1, 3

1.鳥取大工, 2.物材機構, 3.TiFREC

 9:45  16a-419-4 Cu/Ta2O5/Pt素子におけるCuフィラメント形成過程の活
性化障壁測定

〇(B)重岡 祐貴 1, 長谷川 剛 1, 鶴岡 徹 2 1.早大先進理工, 2.物材機構
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6.3 酸化物エレクトロニクス / Oxide electronics



 10:00  16a-419-5 Cu析出Ta2O5 ギャップ型原子スイッチの研究 〇(B)葛西 亜衣 1, 鶴岡 徹 2, 長谷川 剛 1 1.早大先進理工, 2.物材機構
 10:15  16a-419-6 Ag/Ta2O5/Pt素子のスイッチオン時間への吸着水分の影

響
〇(B)棚橋 直哉 1, 長谷川 剛 1, 鶴岡 徹 2 1.早大先進理工, 2.物材機構

 10:30  休憩/Break
 10:45  16a-419-7 超平坦a-TaOx 薄膜を用いた抵抗変化メモリ動作における

導電性フィラメントの直接観察
〇福地 厚 1, 有田 正志 1, 片瀬 貴義 2, 太田 裕道 2, 高橋 
庸夫 1

1.北大院情報, 2.北大電子研

 11:00  16a-419-8 Ag析出Ta2O5 ギャップ型原子スイッチの研究 〇(B)鈴木 彩菜 1, 鶴岡 徹 2, 長谷川 剛 1 1.早稲田先進理工, 2.物材機構
 11:15  16a-419-9 シリコンナノ結晶塗布薄膜における抵抗変化現象 〇河内 剛史 1, 加納 伸也 1, 藤井 稔 1 1.神戸大工
 11:30  16a-419-10 Tiナノドットを埋め込んだSiOx 膜の電気抵抗変化特性

－定電圧および定電流印加による特性制御－
〇加藤 祐介 1, 大田 晃生 1, 池田 弥央 1, 牧原 克典 1, 宮
崎 誠一 1

1.名大院工

 11:45  16a-419-11 MOD 法BaTiO3 薄膜におけるReRAM メモリ疲労特性
の向上

〇林 佑哉 1, 前島 壮 1, 杉江 敏幸 1, 山下 馨 1, 野田 実 1 1.京工繊工芸

 12:00  16a-419-12 SmNiO3 薄膜EDLTを用いた多段階不揮発的抵抗変化の
制御

〇(B)川本 大喜 1, 服部 梓 1, 2, 山本 真人 1, 田中 秀和 1 1.阪大産研, 2.JST さきがけ

3/17(Fri.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 419会場
 9:00  17a-419-1 HfO2/SiO2/Si構造における保持電荷の安定性評価 野口 和馬 1, 久原 良平 1, 松尾 陽樹 1, 畑本 正浩 1, 〇奈

良 安雄 1
1.兵庫県立大

 9:15 E 17a-419-2 Alloy Disorder Modulated Electron Transport at 
MgxZn1-xO/ZnO Heterointerface

〇(D)Aswin VishnuRadhan1, Yusuke Kozuka1, 
Masaki Uchida1, Joseph Falson2, Astushi Tsukazaki3, 
Masashi Kawasaki1

1.Univ. Tokyo, 2.Max Plank Institute, 3.Tohoku Univ.

 9:30  17a-419-3 単結晶ZnOナノワイヤの表面準位を活用した肺がんマー
カー分子を超高感度で識別するナノワイヤFET分子セン
サ

Yong He1, 長島 一樹 1, 高橋 綱己 1, Zhang Guozhu1, 
金井 真樹 1, 寺尾 潤 2, 内田 健 3, 〇柳田 剛 1

1.九大先導研, 2.東大総合, 3.慶大理工

 9:45  17a-419-4 強誘電体PbTiO3 をチャネルとした電気二重層トランジ
スタの作製

〇西野 隆太郎 1, 打田 正輝 1, 小塚 裕介 1, 岩佐 義
宏 1, 2, 川﨑 雅司 1, 2

1.東大院工, 2.理研CEMS

 10:00  17a-419-5 VO2 ナノワイヤーチャネルを用いた固体ゲート電界効果
による抵抗変調

〇(B)辻 佳秀 1, Wei TingTing1, 神吉 輝夫 1, 田中 秀
和 1

1.阪大産研

 10:15  17a-419-6 熱的安定性の高いSr2RuO4 電極を用いた酸化物ヘテロ構
造

〇高橋 竜太 1, 2, リップマー ミック 1 1.東大物性研, 2.JSTさきがけ

 10:30  休憩/Break
 10:45 招 17a-419-7 「薄膜・表面物理分科会奨励賞受賞記念講演」（15分）

Fe3-xTixO4 半導体薄膜におけるキャリア極性制御とスピン
グラス挙動

〇山原 弘靖 1, 関 宗俊 1, 足立 真輝 1, 高橋 雅尚 1, 那須 
英和 1, 堀場 弘司 2, 組頭 広志 2, 田畑 仁 1

1.東大院工, 2.高エネ研PF

 11:00  17a-419-8 Co,Si置換Lu3Fe5O12 クラスターグラス薄膜における熱履
歴記憶

〇山原 弘靖 1, 三橋 啓多 1, 関 宗俊 1, 田畑 仁 1 1.東大院工

 11:15  17a-419-9 高感度スピン波検出を目指したY3Fe5O12 単結晶薄膜とPt
界面の極限制御

〇(B)三橋 啓多 1, 山原 弘靖 1, 田中 裕行 2, 田畑 仁 1 1.東大工, 2.阪大産研究

 11:30  17a-419-10 MgO(100)基板上のエピタキシャルSnxFe3-xO4 薄膜 荒木 真人 1, 梶田 博樹 1, 柳瀬 隆 1, 島田 敏宏 1, 〇長浜 
太郎 1

1.北大工

 11:45  17a-419-11 SrTiO3(001)およびLaAlO3(001)基板上へのCaFeO3/
LaFeO3

ヘテロ構造の作製および磁気的特性

〇赤澤 孝徳 1, 大橋 祥平 1, 松山 裕貴 1, 小山 智之 1, 王 
春 1, 張 琦 1, 宋 華平 1, 永田 知子 1, 山本 寛 1, 岩田 展
幸 1

1.日大理工

 12:00  17a-419-12 Co/Pt/r面配向Cr2O3 積層膜の磁気特性とホール効果 〇平戸 剛志 1, 隅田 貴士 1, 橋本 浩佑 1, 福井 慎二郎 1, 
柳原 康宏 1, 永田 知子 1, 山本 寛 1, 岩田 展幸 1

1.日大理工

3/17(Fri.) 13:30 - 16:00 口頭講演 (Oral Presentation) 419会場
 13:30  17p-419-1 DC及びRFスパッタ法によるZn3N2 薄膜の合成 〇上所 寛典 1, 賈 軍軍 1, 中村 新一 1, 重里 有三 1 1.青山学院大学
 13:45 E 17p-419-2 A 3D Structural Study of Hydrogenated and Non-

hydrogenated Amorphous In-Ga-Zn-O Thin Films
〇(PC)Rosantha Kumara1, Osami Sakata1, Kyohei 
Ishikawa2, 3, Shinji Kohara1, Hidenori Hiramatsu2, 3, 
Hideo Hosono2, 3, Toshio Kamiya2, 3

1.NIMS/SPring-8, 2.MSL Tokyo Tech, 3.MCES Tokyo 
Tech

 14:00  17p-419-3 Ni(OH)2前駆体の定電流電気化学堆積と熱処理による
NiO薄膜作製

〇(B)古山 実季 1, 市村 正也 1 1.名工大

 14:15  17p-419-4 溶液を基板に滴下した光化学堆積法によって作製したn
型AlOx薄膜

〇(B)梅村 将成 1, 市村 正也 1 1.名工大

 14:30  17p-419-5 ペロブスカイト型酸化物固溶体のEXAFS解析 赤間 翔太 1, 〇小林 航 1, 2, 3, 丹羽 秀治 1, 2, 3, 守友 浩 1, 2, 3 1.筑波大数理物質科学研究科, 2.筑波大数理物質系, 
3.筑波大数理物質融合科学セ

 14:45  17p-419-6 高圧力下におけるLiMPO4 (M=Fe, Co)の結晶構造解析 〇小林 航 1, 2, 3, 天羽 薫 1, 守友 浩 1, 2, 3 1.筑波大数理物質科学研究科, 2.筑波大数理物質系, 
3.筑波大数理物質融合科学セ

 15:00  17p-419-7 P2 型 NaxCoO2 の起電力の温度依存性 〇福住 勇矢 1, 小林 航 1, 2, 3, 守友 浩 1, 2, 3 1.筑波大数理物質科学研究科, 2.筑波大数理物質系, 
3.筑波大数理物質融合科学セ

 15:15  17p-419-8 ナトリウムイオン電池正極プルシャンブルー類似体の局
所電子状態観測

〇丹羽 秀治 1, 2, 3, 高地 雅光 1, 岡本 淳 4, Wu 
Wen-Bin4, Huang Di-Jing4, 守友 浩 1, 2, 3

1.筑波大数理物質科学研究科, 2.筑波大数理物質系, 
3.筑波大数理物質融合科学セ, 4.NSRRC

 15:30  17p-419-9 第一原理計算によるリチウムイオン電池正極材料の容量
劣化解析

〇吉尾 里司 1, 槙 孝一郎 1 1.住友金属鉱山

 15:45  17p-419-10 固体電解質LiZr2(PO4)3 中でのLi 拡散経路の第一原理計
算による解析

〇池田 稔 1, 大野 隆央 1, 三石 和貴 1, 稲熊 宜之 2, 舩山 
耕生 2, 森 大輔 2

1.物材機構, 2.学習院大理

6.4 薄膜新材料 / Thin films and New materials
3/14(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 213会場

 9:00 E 14a-213-1 Pulsed laser deposition and characterization of NbON 
epitaxial thin films

〇(D)Vitchaphol Motaneeyachart1, Yasushi 
Hirose1, 2, Atsushi Suzuki1, Shoichiro Nakao2, Tetsuya 
Hasegawa1, 2

1.Univ. of Tokyo, 2.KAST

 9:15 E 14a-213-2 Synthesis of Molybdenum Disulfide Ribbons by Chemical 
Vapor Deposition in Sulfur Enriched Condition

〇Rakesh Dayaram Mahyavanshi1, Golap Kalita1, 
Masaki Tanemura1

1.Nagoya Inst. of Tech

 9:30 E 14a-213-3 Deposition of Yttria Stabilized Zirconia (YSZ) Film on 
ZEOCOAT® Layer by Reactive Sputtering

〇(D)Mayeesha Masrura Haque1, Susumu Horita1 1.Japan Adv. Inst. Sci. & Tech. (JAIST)

 9:45  休憩/Break
 10:00  14a-213-4 単層化合物半導体で発生する光第二高調波の基板におけ

る干渉効果
菊地 悠平 1, 〇宮内 良広 2, 森下 亮 1, 田中 正俊 1, 大野 
真也 1, 鈴木 隆則 2, 1

1.横国大工, 2.防衛大応物

 10:15  14a-213-5 PLD法によるアンチペロブスカイト型酸化物Ca3SnO薄
膜の作製

〇簑原 誠人 1, 湯川 龍 1, 組頭 広志 1 1.高エネ研

 10:30  14a-213-6 強磁場スパッタ法によるMn3CuN薄膜の作製と電気・磁
気特性

〇松本 利希 1, 浦田 隆広 1, 畑野 敬史 1, 飯田 和昌 1, 生
田 博志 1

1.名大工

 10:45  14a-213-7 サファイアr面基板上へのScN薄膜のヘテロエピタキ
シャル成長

〇大垣 武 1, 坂口 勲 1, 大橋 直樹 1, 羽田 肇 1 1.物材機構

 11:00  14a-213-8 XPSによるGaGdAs:Si多層膜の電子状態分析 〇佐野 翼 1, 加藤 昇 1, 宮川 勇人 1, 高橋 尚志 1 1.香川大
 11:15  14a-213-9 [(CaFeOx)n/(LaFeO3)n]m 人工超格子の磁気的電気的特性 〇大橋 祥平 1, 松山 裕貴 1, 赤澤 孝徳 1, 小山 智之 1, 王 

春 1, 張 琦 1, 宋 華平 1, 永田 知子 1, 山本 寛 1, 岩田 展
幸 1

1.日大理工
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 11:30  14a-213-10 スパッタリング法による(CrxFe1-x)2O3 薄膜およびCr2O3/
Fe2O3 積層膜の作製及び結晶構造解析

〇福井 慎二郎 1, 隅田 貴士 1, 橋本 浩佑 1, 平戸 剛志 1, 
柳原 康宏 1, 永田 知子 1, 山本 寛 1, 岩田 展幸 1

1.日大理工

 11:45  14a-213-11 フーリエ変換赤外分光法によるSi(100)基板上のSr2SiO4

薄膜の評価
〇谷脇 将太 1, 馬野 光博 1, 新船 幸二 1, 吉田 晴彦 1, 佐
藤 真一 1, 堀田 育志 1

1.兵庫県立大学

 12:00  14a-213-12 H2O 添加成膜したIn-Ga-O半導体薄膜に及ぼすアニール
処理条件の影響

〇中山 徳行 1, 森本 敏夫 1, 白木 真菜 1, 松村 文彦 1, 小
田倉 卓也 2, 清水 耕作 2

1.住友金属鉱山, 2.日本大学

3/14(Tue.) 13:45 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 213会場
 13:45 招 14p-213-1 「6. 薄膜・表面　分科内招待講演」（45分）

Indium Gallium Zinc Oxide(CAAC/CAC-OS)の発見とそ
の応用

〇山崎 舜平 1 1.(株)半導体エネルギー研究所

 14:30 招 14p-213-2 「6. 薄膜・表面　分科内招待講演」（45分）
高キャリア移動度を有する有機半導体単結晶薄膜の創製

〇岡本 敏宏 1, 2 1.東大院新領域, 2.JSTさきがけ

 15:15  14p-213-3 イオン液体ナノ薄膜におけるイオン伝導：実験とMDシ
ミュレーション

〇丸山 伸伍 1, Prastiawan Ida2, 鳥屋部 果穂 1, 樋口 祐
次 2, 久保 百司 2, 松本 祐司 1

1.東北大院工, 2.東北大金研

 15:30  14p-213-4 スパッタ法で作製されたMoS2 薄膜のRHEEDと光電子分
光による評価

〇米田 允俊 1, 武田 さくら 1, 田口 宗孝 1, 松田 博之 1, 
大橋 匠 2, 清水 淳一 2, Artoni Kevin Ang1, 橋本 由介 1, 
深見 駿 1, 田中 一光 1, 岡本 隆志 1, 江波戸 達哉 1, 大門 
寛 1, 若林 整 2, 木下 豊彦 3

1.奈良先端大, 2.東工大, 3.JASRI

 15:45  14p-213-5 ポリフッ化ビニリデンを用いたSrCeO3 薄膜の還元的
フッ素化反応

〇椎名 孝明 1, 近松 彰 1, 簑原 誠人 2, 組頭 広志 2, 長谷
川 哲也 1, 3

1.東大院理, 2.KEK-PF, 3.KAST

 16:00  14p-213-6 層状ルテニウム酸フッ化物Sr2RuO3F2 の第一原理計算 〇倉内 裕史 1, 神坂 英幸 1, 近松 彰 1, 長谷川 哲也 1, 2 1.東大院理, 2.KAST
 16:15  休憩/Break
 16:30  14p-213-7 基板バイアス印加スパッタ法における再結晶化現象とμ

mサイズVO2 結晶粒成長
〇松岡 耕平 1, アズハン ヌル― ハニス 1, 沖村 邦雄 1 1.東海大工

 16:45  14p-213-8 SrTiO3(100)基板上に成長させたPt薄膜の配向性と表面
構造

〇葛西 昌弘 1, 土肥 英幸 1 1.九州大水素

 17:00  14p-213-9 Al2O3(0001)のアニール温度変化に伴うグリシンの特異
的吸着

〇齋藤 絢香 1, 西川 博昭 2 1.近大院生物理工, 2.近大生物理工

 17:15  14p-213-10 パルスレーザ堆積法におけるレーザの繰り返し周波数と
ハイドロキシアパタイト薄膜の表面形態の相関

〇馬谷 真司 1, 西川 博昭 1 1.近大生物理工

 17:30  14p-213-11 キレートフレーム法によるセメント硬化体の水みちの封
孔処理

〇安部 慧太 1, 中村 淳 2, 1, 小松 啓志 1, 齋藤 秀俊 1 1.長岡技科大(院), 2.中部キレスト

 17:45  14p-213-12 キレート焼成法を用いたセメント硬化体の透水性 〇安部 慧太 1, 中村 淳 2, 1, 小松 啓志 1, 齋藤 秀俊 1 1.長岡技科大(院), 2.中部キレスト
 18:00  14p-213-13 キレートフレーム法により合成したGd添加CeO2 膜の封

孔処理
〇中村 祥太 1, 中村 淳 1, 2, 小松 啓志 1, 齋藤 秀俊 1 1.長岡技科大, 2.中部キレスト(株)

 18:15  14p-213-14 キレート焼成法にキレートフレーム法を組み合わせたGd
添加CeO2 膜の合成

〇中村 祥太 1, 中村 淳 1, 2, 小松 啓志 1, 齋藤 秀俊 1 1.長岡技科大, 2.中部キレスト(株)

3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P5会場
   15a-P5-1 【注目講演】室温原子層堆積法を用いて形成したアルミナ

膜による金属表面の耐腐食コート
〇鹿又 健作 1, 石川 誠 1, 三浦 正範 1, 有馬 ボシールア
ハンマド 1, 久保田 繁 1, 平原 和弘 1, 廣瀬 文彦 1

1.山形大院

   15a-P5-2 一軸加圧下熱処理によるMoOX 薄膜の結晶相制御と特性
評価

〇難波 諒太郎 1, 土嶺 信男 2, 金子 智 3, 1, 松田 晃史 1, 
吉本 護 1

1.東工大物質理工, 2.(株)豊島製作所, 3.神奈川県産技
セ

   15a-P5-3 真空蒸着法を用いた抗菌薄膜の作製 〇猪俣 崇 1 1.稀産金属
   15a-P5-4 触媒反応支援CVD法により堆積した非極性ZnO膜の偏

光特性
〇安井 寛治 1, 田島 諒一 1, 池田 宗謙 1, 安達 雄大 1, 加
藤 有行 1

1.長岡技科大

   15a-P5-5 ミスト蒸着法によるAlq3 薄膜の成膜 〇(B)松島 立樹 1, 香取 重尊 1, 織田 真也 2, 人羅 俊実 2 1.津山工業高等専門学校, 2.(株)フロスフィア
   15a-P5-6 SOI 基板を用いたSi(100) 上の複合面方位CeO2 領域間の

完全分離
〇井上 知泰 1, 信田 重成 1 1.いわき明星大

   15a-P5-7 ウェット成膜法を用いたBiVO4 薄膜の作製と特性評価 〇(B)大畑 裕介 1 1.龍谷大学
   15a-P5-8 大気開放型CVD法を用いた酸化亜鉛ウイスカーの形成と

気化温度との関係
〇角田 直輝 1, 小松 啓志 2, 齋藤 秀俊 2 1.米子高専, 2.長岡技科大

   15a-P5-9 金属有機構造体(MOF)薄膜をメモリ層に用いたCBRAM
の検討

〇西村 悠希 1, 中道 卓也 1, 上代 洋 2, 木下 健太郎 1, 3 1.鳥取大学, 2.新日鐵住金, 3.TiFREC

3/15(Wed.) 13:15 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) 311会場
 13:15 招 15p-311-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

鉄クラスターを含有するアモルファスケイ酸塩薄膜の磁
気的性質

〇中塚 祐子 1, Pollok Kilian2, Langenhorst Falko2, 
Wondraczek Lothar2, 村井 俊介 1, 藤田 晃司 1, 田中 
勝久 1

1.京大院工, 2.イエナ大

 13:30 奨 15p-311-2 ホモロガス相SrnNbnO3n+2 の固相エピタキシャル薄膜成長 〇(B)根津 有希央 1, 陳 春林 2, 幾原 雄一 3, 太田 裕道 4 1.北大工, 2.東北大　AIMR, 3.東大総研, 4.北大電子研
 13:45 奨 15p-311-3 パルスレーザー堆積法によるMn3GaNエピタキシャル薄

膜の作製
〇宮本 稜 1, 金澤 航己 1, 一瀬 中 2, 浦田 隆広 1, 畑野 敬
史 1, 飯田 和昌 1, 生田 博志 1

1.名大院工, 2.電中研

 14:00 奨 15p-311-4 TiO2(100)面上のCaFe2O4 薄膜のエピタキシャル成長 〇西山 奈菜 1, 増子 尚徳 1, 吉松 公平 1, 堀場 弘司 2, 組
頭 広志 2, 3, 大友 明 1

1.東工大物質理工学院, 2.KEK-PF, 3.元素戦略

 14:15 奨 15p-311-5 PLD法によるV2O5-Bi2O3-WO3 系ガラス薄膜の作製と光
学・電気特性評価

〇藤元 勇希 1, 高野 詩織 1, 金子 智 2, 松田 晃史 1, 吉本 
護 1

1.東工大物質理工, 2.神奈川産技セ

 14:30  休憩/Break
 14:45 奨 15p-311-6 水素ラジカル支援パルスレーザ堆積法を用いたTiH2 薄膜

の作製
〇(B)西 暁登 1, 吉松 公平 1, 大友 明 1, 2 1.東工大物質理工, 2.元素戦略

 15:00 奨 15p-311-7 反応性マグネトロンスパッタ法を用いたNbH薄膜のエピ
タキシャル成長

〇(B)笹原 悠輝 1, 清水 亮太 1, 杉山 一生 1, 大口 裕
之 2, 白木 将 2, 折茂 慎一 2, 3, 一杉 太郎 1, 2

1.東工大物質理工, 2.東北大AIMR, 3.東北大金研

 15:15 奨 15p-311-8 反応性マグネトロンスパッタ法を用いた単相MgH2 薄膜
のエピタキシャル成長

〇(B)柿木園 拓矢 1, 清水 亮太 1, 杉山 一生 1, 大口 裕
之 2, 折茂 慎一 2, 3, 一杉 太郎 1, 2, 4

1.東工大物質理工, 2.東北大AIMR, 3.東北大金研, 
4.JST-CREST

 15:30 奨 15p-311-9 塗布光照射法における酸化スズ膜結晶化過程のナノ秒温
度計測

〇勝木 司 1, 土屋 哲男 2, 明渡 純 2, 湯本 敦史 1, 篠田 健
太郎 2

1.芝浦工大院理工, 2.産総研

 15:45 奨 15p-311-10 酸化物DSAに向けた酸化物薄膜の自己組織化ナノ構造に
与えるテンプレートパターンの影響

〇譚 ゴオン 1, 李 明宇 1, 中川原 修 2, 服部 梓 1, 田中 秀
和 1

1.阪大産研, 2.株式会社村田製作所

 16:00 奨 15p-311-11 V溝パターン基板上の擬VLS法によるIn2O3 グラフォエ
ピタキシャル成長

〇呉 東広平 1, 吉松 公平 1, 大友 明 1, 2 1.東工大物質理工, 2.元素戦略

 16:15  休憩/Break
 16:30  15p-311-12 複合成膜により成膜された低屈折率MgF2 光学薄膜 〇都野 義樹 1, 田島 直弥 2, 室谷 裕志 1, 松本 繁治 3 1.東海大工, 2.東海大院工, 3.(株)シンクロン
 16:45  15p-311-13 複合成膜により成膜された低屈折率SiO2 光学薄膜 〇(B)井原 鈴歌 1, 田島 直弥 2, 室谷 裕志 1, 松本 繁治 3 1.東海大学工, 2.東海大院工, 3.(株)シンクロン
 17:00  15p-311-14 CAPD法を用いたAlBN薄膜の成長とハードコーティン

グへの応用
〇吉田 智博 1, 村澤 功基 2, 吉武 剛 3 1.福岡県工技センター, 2.オーエスジー株式会社, 3.九

大院総理工
 17:15  15p-311-15 CeO2 光学薄膜の成膜手法の検討(Ⅲ) 〇成田 彩希 1, 室谷 裕志 1, 天野 辰次 2, 岡 茂樹 2 1.東海大院工, 2.(株)ニデック
 17:30  15p-311-16 アルミニウム合金の表面粗さがキレートフレーム法で合

成されたイットリア膜へ及ぼす影響
〇小寿田 貴士 1, 中村 淳 2, 小松 啓志 1, 齋藤 秀俊 1 1.長岡技術科学大学, 2.中部キレスト株式会社

 17:45  15p-311-17 キレート焼成法により合成したLaSr3Fe3O9.9 膜の亀裂分
析

〇王 宇 1, 小松 啓志 1, 中村 淳 1, 2, 齋藤 秀俊 1 1.長岡技科大(院), 2.中部キレスト(株)
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6.4 薄膜新材料 / Thin films and New materials



 18:00  15p-311-18 キレートフレーム法を用いたZrO2 膜の緻密化 〇池田 裕 1, 中村 淳 1, 2, 小松 啓志 1, 齋藤 秀俊 1 1.長岡技術科学大学, 2.中部キレスト
6.5 表面物理・真空 / Surface Physics, Vacuum
3/14(Tue.) 13:15 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) 316会場

 13:15  14p-316-1 遅延効果を考慮した複数金属ナノ構造中の局在プラズモ
ンの理論

〇市川 昌和 1 1.東大院工

 13:30 奨 14p-316-2 アナターゼTiO2(112)面への金単原子吸着のDFT計算 〇多田 幸平 1, 古賀 裕明 2, 林 亮秀 3, 奥村 光隆 2, 3, 田
中 真悟 1

1.産総研・電池技術, 2.京大・触媒電池, 3.阪大院理

 13:45 奨 14p-316-3 グラファイト上に成長したフラーレン薄膜の形態相図 〇佐藤 利磨 1, 田中 智尉 1, 赤池 幸紀 1, 金井 要 1 1.東理大
 14:00 奨 14p-316-4 Si(110)上酸化膜の脱離過程の実時間計測 〇(PC)矢野 雅大 1, 鈴木 翔太 1, 2, 魚住 雄輝 1, 3, 朝岡 

秀人 1
1.原機構先端研, 2.茨大院理工, 3.日立パワー

 14:15 奨 14p-316-5 水素ラジカルを用いたレジスト除去における除去速度の
圧力依存性

〇(B)城井 智弘 1, 山本 雅史 1, 長岡 史郎 1, 鹿間 共
一 1, 梅本 宏信 2, 大平 圭介 3, 西山 聖 4, 堀邊 英夫 4

1.香川高専, 2.静大, 3.北陸先端大, 4.大阪市大

 14:30 奨 14p-316-6 直鎖アルカン分子の物理吸着によって生じるAu(111)
ショックレー状態の変化

〇水島 啓貴 1, 古池 晴信 1, 黒田 健太 2, 石田 行章 2, 中
山 充大 2, 間瀬 一彦 3, 4, 近藤 猛 2, 辛 埴 2, 金井 要 1

1.東理大理工, 2.東大物性研, 3.KEK-PF, 4.総研大

 14:45  休憩/Break
 15:00  14p-316-7 その場電子顕微鏡法によるパルス電圧印加時のモリブデ

ンナノ接点の観察
〇中西 真之 1, 鈴木 泰周 1, 木塚 徳志 1 1.筑波大

 15:15  14p-316-8 その場電子顕微鏡法によるパルス通電時の金ナノ接点の
観察

〇鈴木 泰周 1, 木塚 徳志 1 1.筑波大

 15:30  14p-316-9 様々な環境下における金表面の原子レベルその場観察 〇麻生 亮太郎 1, 小川 洋平 1, 2, 吉田 秀人 1, 竹田 精治 1 1.阪大産研, 2.阪大院工
 15:45  14p-316-10 Si(100)上に成長させた白金シリサイドナノワイヤーの構

造解析
〇鍵谷 浩行 1, 高橋 一暉 1, 木下 盛治朗 1, 田畑 博史 1, 
久保 理 1, 片山 光浩 1

1.阪大工

 16:00  14p-316-11 クライオ昇温脱離法の呼気分析への応用に向けた検討 〇鈴木 拓 1, 坂口 勲 1 1.物材機構
 16:15  14p-316-12 白金イリジウム線の交流電解研磨の周波数依存性 〇高見 知秀 1, 青山 宜樹 1 1.工学院大学
 16:30  休憩/Break
 16:45  14p-316-13 自然酸化シリコン表面上に自己組織的に形成・配置され

た銅ロッド構造
〇(B)坂本 拓朗 1, 西村 高志 1, 富取 正彦 2 1.鈴鹿高専, 2.北陸先端大

 17:00  14p-316-14 触媒活性との相関が高い粉末触媒の電気伝導率のEUPS
による評価

〇富江 敏尚 1, 2, 石塚 知明 1, 松林 信行 1 1.産総研ナノエレ研究部門, 2.長春理工大

 17:15  14p-316-15 ポテンシャル井戸中のブロッホ電子の有効質量増大の機
構

〇武田 さくら 1, 白澤 徹郎 2, 坂田 智裕 3, Artoni Ang1, 
高橋 敏男 4, 大門 寛 1, 稲岡 毅 5

1.奈良先端大, 2.産総研, 3.電通大, 4.学芸大, 5.琉球大

 17:30  14p-316-16 電子顕微鏡による酸化ジルコニウム表面の高温その場観
察

〇菊池 章吾 1, 寺澤 知潮 1, 手面 学 1, 木塚 徳志 1 1.筑波大

3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P6会場
   15a-P6-1 グリセロリン酸カルシウムおよび殺菌剤配合洗口剤のバ

イオフィルム形成抑制効果の解析
〇川崎 静香 1, 西山 祐樹 1, 梅村 啓靖 1, 五十嵐 章紀 1 1.ライオン株式会社

  E 15a-P6-2 Study the effect of GO:TiO2 proportions in GO/ TiO2 
composite for the fabrication of QCM Gas Sensor

〇(M2)Pramudi Savidya Jayawardena1, Hirulak 
Dilshan Siriwardena2, Atsushi Kubono1, 2, Masaru 
Shimomura1, 2

1.GSIST,Shizuoka Univ., 2.GSST,Shizuoka Univ.

  E 15a-P6-3 Effect of various tunneling conditions on the dynamic 
motion of enclosed trimethylphosphine adsorbates

〇(D)Hirulak Dilshan Siriwardena1, Masaru 
Shimomura1

1.Shizuoka Univ.

   15a-P6-4 実験室小型二次元光電子分析装置の開発：現状と今後の
展望

〇(M2)岡本 隆志 1, 松田 博之 1, 大門 寛 1 1.奈良先端大

   15a-P6-5 Si(001)表面吸着原子の吸着と脱離分析 〇森田 一帆 1, 武田 さくら 1, 江波戸 達哉 1, 比嘉 友
大 1, 藤中 秋輔 1, 森本 夏輝 1, 米田 允俊 1, Artoni 
Kevin R. Ang1, 大門 寛 1

1.奈良先端大

   15a-P6-6 X線CTR散乱によるScAlMgO4(0001)劈開面の構造解析 〇花田 貴 1, 田尻 寛男 2, 坂田 修身 3, 福田 承生 4, 松岡 
隆志 1

1.東北大金研, 2.JASRI, 3.物材研, 4.福田結晶

   15a-P6-7 NEA-InGaNフォトカソードの量子効率に対する熱処理
の効果

〇鹿島 将央 1, 飯島 北斗 1, 西谷 智博 2, 佐藤 大樹 3, 本
田 善央 4, 天野 浩 4, 目黒 多加志 1

1.東理大理, 2.名大IAR, 3.名大院工, 4.名大IMASS

   15a-P6-8 TiO2(110)表面上での有機分子の分子配向の光学測定 〇(B)前田 慎一郎 1, 高柳 周平 1, 萩原 健太 1, 相川 和
幸 1, 大野 真也 2

1.横浜国大理工, 2.横浜国大院工

   15a-P6-9 基板の前処理がダイヤモンドの表面粗さに及ぼす影響の
評価

〇玉野 梨加 1, 岡本 尚樹 1, 齊藤 丈靖 1, 梅沢 仁 2, 杢野 
由明 2

1.阪府大, 2.産総研

   15a-P6-10 Au(111)上に気相吸着させたp-カルボランチオールの解
析

〇(M1)中濱 優太 1, 首藤 健一 1, 2, 田之上 航祐 1, 眞銅 
雅子 3, 内山 真伸 2

1.横浜国立大院工, 2.理研, 3.大阪工業大学

  奨 15a-P6-11 X線CTR散乱法によるGaN結晶表面の測定 〇海野 由佳 1, 安藤 香代子 1, 野口 彩純 1, 北島 由梨 1, 
天貝 早希 1, 宮下 遥香 1, 秋本 晃一 1

1.日本女子大理

   15a-P6-12 ナノスケールでの摩擦に関する分子シミュレーション 〇宮下 侑也 1, Khishig-Ochir Altankhuyag1, 多田 和
広 1

1.富山高専

   15a-P6-13 STMにおけるdI/dV像の簡易モデルによるSN比評価 〇草薙 一輝 1, 岡崎 竜也 1, 朴 鎭佑 1, 佐藤 佑樹 1, 小川 
義展 1, 松山 秀生 1

1.北大理

6.6 プローブ顕微鏡 / Probe Microscopy
3/14(Tue.) 9:30 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 414会場

 9:30 奨 14a-414-1 原子間力顕微鏡による単原子の元素識別 〇小野田 穣 1, 2, Ondracek Martin3, Jelinek Pavel3, 杉
本 宜昭 1, 2

1.東大新領域, 2.阪大院工, 3.ASCR

 9:45 奨 E 14a-414-2 Investigation of local surface potential induced by atomic 
dipole moment on TiO2(110) surface by Kelvin Probe 
Force Microscopy

〇(D)Quanzhen Zhang1, Huan Fei Wen1, Yoshitaka 
Naitoh1, Yan Jun Li1, Yasuhiro Sugawara1

1.Osaka Univ.

 10:00 奨 14a-414-3 時間分解静電気力顕微鏡による有機太陽電池の電荷マッ
ピング

〇(M2)荒木 健人 1, 家 裕隆 2, 安蘇 芳雄 2, 大山 浩 1, 
松本 卓也 1

1.阪大院理, 2.阪大産研

 10:15 奨 E 14a-414-4 Nanoscale electrical properties of ZnO/NiO co-deposited 
thin film investigated by Scanning Probe Microscopy 
techniques

〇(P)Alexis Borowiak1, Osamu Nakagawara2, Li 
Mingyu1, Goon Tan1, Hidekazu Tanaka1

1.ISIR Osaka Univ., 2.Murata

 10:30 奨 14a-414-5 Mg2+ 存在下におけるカルサイトの３次元水和構造評価 〇(PC)荒木 優希 1, 小林 圭 1, 山田 啓文 1 1.京大工
 10:45 奨 14a-414-6 走査トンネル顕微鏡を用いた単一鎖カーボンナノチュー

ブの局所発光分光
〇(B)相澤 美紗希 1, 藤田 寛人 1, 片野 諭 1, 上原 洋一 1 1.東北大通研

 11:00 奨 14a-414-7 放射光STMにおける元素コントラストへの放出電子の影
響評価―放出電子の試料電圧依存性測定―

〇齊戸 智之 1, 2, 齋藤 彰 1, 2, 坪井 健祥 1, 2, 疋田 侑也 1, 2, 
玉作 賢治 2, 石川 哲也 2, 桑原 裕司 1, 2

1.阪大院工, 2.理研/SPring-8

 11:15 奨 E 14a-414-8 Dipole induced repulsive manipulation of single molecules 〇(D)Nazriq Nana1, Emi Minamitani2, Toyokazu 
Yamada1

1.Chiba Univ., 2.Univ. Tokyo

3/14(Tue.) 13:15 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) 414会場
 13:15  14p-414-1 高強度THzパルスを用いた時間分解STMの開発 〇廣理 英基 1, 2, 吉田 昭二 3, 立崎 武弘 4, 長井 聡紀 3, 

重川 秀実 3
1.京大iCeMS, 2.JST-PRESTO, 3.筑波大, 4.東海大工

 13:30  14p-414-2 ヘテロダイン方式振幅変調法による光誘起力顕微鏡の特
性

〇山西 絢介 1, 菅原 康弘 1 1.阪大院工
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 13:45  14p-414-3 走査型非線形誘電率ポテンショメトリを用いたGaN の自
発分極測定に関する実験的検討

〇山末 耕平 1, 長 康雄 1 1.東北大通研

 14:00  14p-414-4 ∂C/∂z-SNDM法によるナノスケール線形誘電率分布
の定量測定

〇平永 良臣 1, 茅根 慎通 1, 長 康雄 1 1.東北大通研

 14:15  14p-414-5 界面エネルギー移動を利用したナノ領域電子物性の新奇
光プローブ法

〇服部 梓 1, 2, 一宮 正義 3, 4, 芦田 昌明 4, 田中 秀和 1 1.阪大産研, 2.JSTさきがけ, 3.滋賀県立大工, 4.阪大基
礎工

 14:30  14p-414-6 GaAs/AlAsヘテロ構造を用いた弾道電子放出顕微法の分
解能評価

〇今宮 健太 1, 加来 滋 1, 安藤 達人 1, 吉野 淳二 1 1.東工大院理

 14:45  14p-414-7 レーザー・電圧パルスの交互トリガーにより電界蒸発し
たイオンの相関性

〇西川 治 2, 谷口 昌宏 1 1.金沢工大工, 2.金沢工大産学連携

 15:00  14p-414-8 電気化学ポテンシャル制御による硫化銀ナノドットから
の銀原子析出 (2)

〇(M1)田井 星翔郎 1, 川島 直晃 2, Hadiyawarman 
Hadiyawarman2, 田中 啓文 2, 長谷川 剛 1

1.早大先進理工, 2.九工大

 15:15  14p-414-9 DNA中のアデニンのSTMによるシークエンシング 〇田中 裕行 1, 谷口 正輝 1 1.阪大産研
 15:30  休憩/Break
 15:45  14p-414-10 1MHzの固有振動数を有するマイクロ片持ち梁の熱振動

制振
〇鐘ヶ江 力 1, 辻家 祐介 1, 今井 秀和 2, 河村 良行 1, 2 1.福岡工大院工, 2.福岡工大

 16:00  14p-414-11 AFMシミュレーションによるプローブ先端の安定性 〇仙田 康浩 1, Janne Blomqvist2, Risto Nieminen2 1.山口大工, 2.Aalto Univ.
 16:15  14p-414-12 Al蒸着Si(111)-(7x7)上のフォーススペクトロスコピー 〇宮嵜 洋記 1, 小野田 穣 1, 塩足 亮隼 1, 杉本 宜昭 1 1.東大新領域
 16:30 E 14p-414-13 Investigation of Tunneling Current and Local Contact 

Potential Difference on O-TiO2(110) surface by AFM/
KPFM

〇HUANFEI WEN1, Quanzhen Zhang1, Yoshitaka 
Naitoh1, Yanjun Li1, Yasuhiro Sugawara1

1.Osaka Univ.

 16:45  14p-414-14 STM走査中におけるGaAs(110)表面上のGa吸着原子の
操作と観察

〇加来 滋 1, 今宮 健太 1, 安藤 達人 1, 吉野 淳二 1 1.東工大院理

 17:00  14p-414-15 隣接するSi4 原子スイッチの相互作用 〇山崎 詩郎 1, 前田 圭亮 2, 杉本 宜昭 3, 阿部 真之 4, 
Pablo Pou5, Lucia Rodrigo5, Ruben Perez5, Pingo 
Mutombo6, Pavel Jelinek6, 森田 清三 7

1.東工大理, 2.阪大工, 3.東大新領域, 4.阪大基礎工, 
5.マドリッド自治大, 6.チェコ科学アカデミー, 7.阪大
産研

 17:15  14p-414-16 FM-AFMによる金属内包フラーレン分子の室温高分解能
分子内構造観察及び分子配向操作(2)

〇山下 貴裕 1, 山田 啓文 1, 小林 圭 1 1.京大院工

 17:30  14p-414-17 原子間力顕微鏡による水単分子層の高分解能観察 〇塩足 亮隼 1, 杉本 宜昭 1 1.東大新領域
3/15(Wed.) 9:30 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 303会場

 9:30  15a-303-1 走査型熱振動顕微鏡法による高分子膜下の金ナノ粒子の
可視化

〇野坂 俊太 1, 木村 邦子 1, 小林 圭 1, 山田 啓文 1 1.京大工

 9:45  15a-303-2 単一量子ドット配置制御の為の原子間力顕微鏡リソグラ
フィ

〇西崎 雄太 1, 山下 洲造 2, 向井 剛輝 1, 2 1.横浜国大理工, 2.横浜国大院工

 10:00  15a-303-3 原子間力顕微鏡リソグラフィによる微小光学素子の製造
方法

〇山下 洲造 1, 渡辺 彗 2, 伊海 雅和 2, 向井 剛輝 1, 2 1.横浜国大院工, 2.横浜国大理工

 10:15  15a-303-4 原子間力顕微鏡のための圧縮乾燥空気を利用した湿度制
御機構の開発

〇小松 史弥 1, 豊田 真理子 1, 宮田 一輝 1, 福間 剛士 1, 2 1.金大理工, 2.ACT-C/JST

 10:30  15a-303-5 ナノ電気化学セル顕微鏡を用いたリチウムイオン電池
Si-黒鉛複合負極の評価

〇熊谷 明哉 1, 渡邊 徹弥 1, 高橋 康史 2, 3, 久保田 圭 4, 
佐藤 悠人 1, 珠玖 仁 1, 駒場 慎一 4, 末永 智一 1, 5

1.東北大, 2.金沢大, 3.JSTさきがけ, 4.東京理科大, 5.東
北大AIMR

 10:45  15a-303-6 マイカ上streptavidin 2次元結晶におけるpHの影響 〇崔 子鵬 1, 小林 圭 1, 平田 芳樹 2, 山田 啓文 1 1.京大工, 2.産総研
 11:00  15a-303-7 大気中周波数変調原子間力顕微鏡による極薄水膜中のマ

イカ表面の観察
〇佐藤 昂平 1, 飯田 明日香 1, 新井 豊子 1 1.金沢大学

 11:15  15a-303-8 FM-AFMによるアルカンチオール自己組織化単分子膜の
分子スケール水和構造計測(2)

〇藤田 朗人 1, 小林 圭 1, 山田 啓文 1 1.京大工

 11:30  15a-303-9 液中動作3D-FM-AFMおよびMD計算を用いた異種帯電
表面上のドメイン境界における局所水和構造の解明

〇(PC)梅田 健一 1, 2, 小林 圭 1, Lidija Zivanovic3, 
Peter Spijker3, Adam S. Foster3, 山田 啓文 1

1.京大院工, 2.東大新領域, 3.Aalto Univ.

3/16(Thu.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P4会場
   16p-P4-1   7×  7周期をもつAl(111)上Ge単層膜の構造評価 遠藤 聡 1, 〇久保 理 1, 中島 規晴 1, 久家 隆太郎 1, 岩熊 

征也 1, 田畑 博史 1, 片山 光浩 1
1.阪大院工

   16p-P4-2 酸化グラフェンにおけるナノドメインの局所光電子物性 〇片野 諭 1, 笹嶋 匠 1, 魏 濤 1, 上原 洋一 1 1.東北大通研
   16p-P4-3 AFMによるマイカ表面上金ナノアイランドの移動制御 2 〇島 貴明 1, 長谷川 剛 1 1.早大先進理工
   16p-P4-4 圧縮に伴うC60 分子の電子状態変化 〇(B)石川 裕也 1, 長谷川 剛 1, Christian Joachim2 1.早大先進理工, 2.CNRS
   16p-P4-5 バルクヘテロ有機薄膜太陽電池のSTMによる評価 〇武内 修 1, 村尾 啓士朗 1, 落合 貴大 2, 大橋 ファーゼ

ルルラハマーン 1, 篠原 和貴 1, 安田 剛 3, 吉田 昭二 1, 
重川 秀実 1

1.筑波大学数理物質, 2.タカノ株式会社, 3.物材研

   16p-P4-6 Li+ イオン挿入過程におけるLTO/イオン液体界面の
FM–AFM構造解析

〇寶 雄也 1, 橘田 晃宜 2, 一井 崇 1, 宇都宮 徹 1, 杉村 博
之 1

1.京大院工, 2.産総研

   16p-P4-7 NC-AFMの力センサー用音叉型水晶振動子の特性と感度 〇藤居 幹大 1 1.金沢大学
   16p-P4-8 非接触原子間力顕微鏡で検出されるエネルギー散逸機構

の研究
〇稲村 竜 1, 藤居 幹大 1, 富取 正彦 2, 新井 豊子 1 1.金大院, 2.北陸先端大

CS.3 6.6プローブ顕微鏡, 12.2評価・基礎物性のコードシェアセッション / 6.6/12.2 Code-sharing session
3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場

 9:30  16a-301-1 Fe(001)上のフタロシアニン分子膜成長過程 〇稲見 栄一 1, 山田 豊和 1 1.千葉大院融合
 9:45  16a-301-2 AFMによるサファイア/水界面における界面活性剤の分

子スケール三次元吸着構造解析
〇中山 響介 1, 中嶋 脩貴 1, 豊田 真理子 1, 福間 剛士 1, 2 1.金大理工, 2.ACT-C

 10:00  16a-301-3 Si(111)-(  7x  3)-In表面超伝導体へのCuPc/F16CuPcに
よる表面ドーピング

〇山田 洋一 1, 角 直也 1, 佐々木 正洋 1, 吉澤 俊介 2, 内
橋 隆 2

1.筑波大数物, 2.物材機構

 10:15  16a-301-4 ケルビンプローブフォース顕微鏡による有機色素分子／
金属薄膜界面の電子準位アライメント

〇山田 将也 1, 荒木 健人 1, 大塚 洋一 1, 松本 卓也 1 1.阪大院理

 10:30  16a-301-5 電気化学STMと近接場分光の融合による電気化学探針増
強ラマン分光装置の開発

〇横田 泰之 1, 早澤 紀彦 1, 楊 波 1, 數間 惠弥子 1, 
Francesca Celine Catalan1, 金 有洙 1

1.理研

 10:45  16a-301-6 導電性探針AFMを用いたRu二核錯体単分子膜の電気物
性

〇高木 大敬 1, 大塚 洋一 1, 小澤 寛晃 2, 芳賀 正明 2, 松
本 卓也 1

1.阪大院理, 2.中央大理工

 11:00  16a-301-7 複数AFMモードによるstreptavidin－biotin間特異的相
互作用力測定

〇杉本 千奈 1, 宮本 眞之 1, 木南 裕陽 1, 小林 圭 1, 山田 
啓文 1

1.京大工

 11:15  16a-301-8 ナノピペットによるstreptavidin分子注入とその2次元結
晶成長観察

〇濱田 貴裕 1, 木南 裕陽 1, 宮本 眞之 1, 小林 圭 1, 山田 
啓文 1

1.京大工

7 ビーム応用 / Beam Technology and Nanofabrication
ビーム応用の口頭講演は全て「CS.4 7. コードシェアセッション：ビーム応用大分類」にて実施いたします。
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
3/15(Wed.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P11会場

   15p-P11-1 3極型大電力パルススパッタを用いたスピント型冷陰極
の作製

〇成田 智基 1, 谷口 日向 1, 大家 渓 1, 中野 武雄 1, 長尾 
昌善 2, 村上 勝久 2, 大崎 壽 2

1.成蹊大理工, 2.産総研

   15p-P11-2 液体クラスターイオンビームの遷移金属薄膜への照射効
果

〇清水 友規 1, 清水 大貴 1, 竹内 光明 1, 龍頭 啓充 1 1.京大 光・電子理工学教育研究センター
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CS.4 7. コードシェアセッション：ビーム応用大分類 / 7. Code-sharing Session: Beam Technology and Nanofabrication



   15p-P11-3 大面積イオンビームミリング用バケット型RFイオン源の
開発

〇田中 政信 1 1.熊本大

  奨 15p-P11-4 Arイオン照射グラッシーカーボンを担体としたPtナノ微
粒子のXAFS解析

〇木全 哲也 1, 2, 垣谷 健太 1, 3, 山本 春也 3, 田口 富嗣 3, 
松村 大樹 4, 下山 巖 4, 岩瀬 彰宏 5, 小林 知洋 6, 八巻 徹
也 3, 寺井 隆幸 1

1.東大院工, 2.防衛装備庁陸装研, 3.量研機構高崎研, 
4.原子力機構, 5.阪府大院工, 6.理研

   15p-P11-5 Mgイオン注入Siにおけるシリサイドナノ結晶の形成 〇(M2)小林 勇輝 1, 内藤 宗幸 2, Cyril Bachelet3, 
Jerome Bourcois3

1.甲南大学大学院自然科学研究科, 2.甲南大学理工学
部, 3.Centre de Sciences Nucleaires et de Sciences de la 
Matiere

   15p-P11-6 クラスターイオンビーム誘起発光を用いた表面分析法の
開発

〇山岡 昌貴 1, 龍頭 啓充 1, フランチェスコ ムスメ
チ 2, 竹内 光明 1

1.京大　光・電子理工学教育研究センター, 2.カター
ニャ大

   15p-P11-7 宇宙環境下でのビーム表面反応研究のためのレーザー駆
動プラズマからのEUV放射の低減について

〇横田 久美子 1, 大平 淳貴 1, 木本 雄吾 2, 西村 博明 3, 
田川 雅人 1

1.神戸大工, 2.JAXA, 3.大阪大レーザー研

   15p-P11-8 レーザー駆動混合ガスプラズマからの極端紫外線放射ス
ペクトル
―混合割合によるスペクトル変化―

〇田川 雅人 1, 大平 淳貴 1, 木本 雄吾 2, 西村 博明 3, 横
田 久美子 1

1.神戸大院工, 2.JAXA, 3.阪大レーザー研

   15p-P11-9 電圧印加値を変化させた積層型セラミックコンデンサの
ヘリウムイオン顕微鏡を用いた二次電子像観察

〇酒井 智香子 1, 石田 暢之 1, 永野 聖子 1, 小形 曜一
郎 2, 藤田 大介 1

1.物質・材料研究機構, 2.太陽誘電株式会社

   15p-P11-10 一対の光学レンズの隙間に入射した低速多価イオンビー
ムの透過特性

〇石井 州 1, 真瀬 透仁 2, 本橋 健次 1, 2 1.東洋大院理工, 2.東洋大理工

  E 15p-P11-11 Preparation of Tin bubble targets for Extreme Ultraviolet 
generation

〇(M2)LU NAN1, Shuntaro Shoji1, Kaori 
Hasegawa1, Chris Musgrave1, Keiji Nagai1

1.Tokyo insti. tech.

CS.4 7. コードシェアセッション：ビーム応用大分類 / 7. Code-sharing Session: Beam Technology and Nanofabrication
3/14(Tue.) 13:15 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 423会場

 13:15  14p-423-1 メタルレジストの反応機構に関する研究 〇(M1)石原 智志 1, 山本 洋揮 1, Jelius Santillan2, 井
谷 俊郎 2, 古澤 孝弘 1

1.阪大産研, 2.株式会社先端ナノプロセス基盤開発セン
ター

 13:30 奨 14p-423-2 p-クロロ-α-メチルスチレンを有したポジ型電子線レジ
ストの露光特性の組成比依存性

〇落合 俊介 1, 髙山 智寛 1, 岸村 由紀子 1, 浅田 裕法 1, 
岩熊 美奈子 2, 園田 愛恵 2, 星野 亮一 3

1.山口大, 2.都城高専, 3.ファインマテリアルシステム

 13:45  14p-423-3 化学増幅型レジストへのスルホン化合物の添加効果 〇岡本 一将 1, 2, 藤井 槙哉 1, 山本 洋揮 2, 古澤 孝弘 2, 
井谷 俊郎 3

1.北大院工, 2.阪大産研, 3.EIDEC

 14:00  14p-423-4 電子線/フォトリソグラフィ両用ポジ型レジストの露光
特性評価

岸村 由紀子 1, 張 帥 1, 〇浅田 裕法 1 1.山口大

 14:15 奨 14p-423-5 分子軌道計算によるレジスト評価手法の検討 〇(M1)永田 祥平 1, 新原 章汰 1, 原田 哲男 1, 渡邊 健
夫 1

1.兵県大高度研

 14:30  14p-423-6 ニトロフェニル自己組織化単分子膜における電子線誘起
極性変化によるブロック共重合体のラメラ配向

〇山本 洋揮 1, Guy Dawson2, Alex P.G. Robinson2, 古
澤 孝弘 1

1.阪大産研, 2.バーミンガム大学

 14:45  14p-423-7 ブロック共重合体バルクラメラ相の粗視化分子動力学シ
ミュレーション

〇山口 徹 1, 田中 弘隆 1, ニコラ クレメント 1, 藤原 
聡 1

1.NTT物性基礎研

 15:00  14p-423-8 自己組織化/電子ビーム複合リソグラフィによる局所ナ
ノパターニングに関する研究

〇米谷 玲皇 1, 西川 慧 1, 前田 悦男 1 1.東大院工

 15:15  休憩/Break
 15:30  14p-423-9 電子線描画装置によるラインアンドスペースパターン形

成における2変数2次近似モデルの検討
〇黒内 正仁 1, 安井 学 1, 小沢 武 1 1.神奈川県産技セ

 15:45 奨 14p-423-10 EUV反射率計用のMo/Siワイドバンド多層膜偏光子の開
発

〇(M1)渡辺 雅紀 1, 井口 晴貴 1, 原田 哲男 1, 渡邊 健
夫 1

1.兵庫県立大学

 16:00  14p-423-11 複雑化・深化するOPC(近接効果補正): GPUによる高速
化処理とOPC配置数の削減

〇門田 和也 1, 加藤 心 2 1.ナノサイエンスラボ, 2.日本シノプシス

 16:15  14p-423-12 屈折率分布型レンズアレイを用いた投影露光リソグラ
フィにおける露光フィールド内パターン形成特性の均一
化

〇堀内 敏行 1, 佐藤 貴紀 1, 小林 宏史 1 1.東京電機大

 16:30  14p-423-13 ビルトインレンズマスクによる3次元フォトリソグラ
フィの検証

田中 利樹 1, 杉原 大貴 1, 笹子 勝 1, 菊田 久雄 1, 川田 博
昭 1, 〇平井 義彦 1

1.阪府大工

 16:45 奨 14p-423-14 塗布型ZnOを用いた非真空プロセスによる三次元周期構
造体の作製

〇(D)荒木 慎司 1, 2, 石河 泰明 1, 王 旭東方 1, 上沼 睦
典 1, Donghwi Cho3, Seokwoo Jeon3, 浦岡 行治 1

1.奈良先端大, 2.学振特別研究員, 3.KAIST

3/14(Tue.) 13:15 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) 424会場
 13:15  14p-424-1 電子エネルギー損失分光法によるナノスケール温度測定 〇吉田 秀人 1, 2, 北村 亮 1, 3, 玉岡 武泰 1, 3 1.阪大産研, 2.JSTさきがけ, 3.阪大院工
 13:30  14p-424-2 HSAを用いたREELS測定によるリチウム K吸収端評価 〇田口 昇 1, 田中 章泰 2, 吉田 木の実 2, 堤 建一 2, 前田 

泰 1, 田中 真悟 1
1.産総研電池技術, 2.日本電子(株)

 13:45  14p-424-3 広帯域位相差電子顕微鏡システムの開発 〇平林 祐太 1, 木村 吉秀 1, 高井 義造 1 1.阪大院工
 14:00  14p-424-4 円環・円孔電極を用いた電界型Csコレクタの開発（4） 〇川崎 忠寛 1, 2, 石田 高史 2, 吉田 竜視 1, 加藤 丈晴 1, 

児玉 哲司 3, 富田 正弘 4, 生田 孝 5
1.JFCC, 2.名大未来研, 3.名城大理工, 4.真空デバイス, 
5.大阪電気通信大

 14:15 奨 14p-424-5 低加速電子線偏向を用いた高感度局在電界可視化 〇鄭 サムエル 1, Edwards Gary2, 藤田 淳一 1, 3 1.筑波大応理, 2.Deben UK Ltd., 3.TIMS
 14:30 奨 14p-424-6 単一カーボンナノチューブ電子源を用いた小型X線顕微

鏡の開発と性能評価
〇山崎 慎太郎 1, 勝山 翔太 1, 入田 賢 1, 2, 中原 仁 1, 村
田 英一 3, 大野 輝昭 4, 安坂 幸師 1, 齋藤 弥八 1

1.名大院工, 2.名大VBL, 3.名城大院理工, 4.テクネック
ス工房

 14:45  14p-424-7 超小型電子ビーム直接描画機： 電子光学系及びナノレベ
ル多軸ステージ

〇門田 和也 1, 小坂 光二 2 1.ナノサイエンスラボ, 2.株式会社　TCK

 15:00  14p-424-8 ウェーブレット隠れマルコフモデルを用いた電子線ホロ
グラムの雑音低減

〇御堂 義博 1, 三浦 克介 1, 村上 恭和 2, 中前 幸治 1 1.阪大情報科, 2.九大工

 15:15  14p-424-9 弛緩法を用いた電子線ホログラム像の干渉縞欠損修復 〇三浦 克介 1, 御堂 義博 1, 村上 恭和 2, 中前 幸治 1 1.阪大情報科, 2.九大工
 15:30  休憩/Break
 15:45  14p-424-10 炭化タングステン電界放射陰極の形成過程及び電子放出

特性評価
〇山梨 遼太郎 1, 根尾 陽一郎 1, 三村 秀典 1 1.静大電研

 16:00  14p-424-11 金属ホウ化物による熱陰極の低仕事関数化 〇小林 敬也 1, 鳥居 夏平 1, 村田 英一 1, 六田 英治 1, 下
山 宏 1, 安田 洋 2, 原口 岳士 2

1.名城大理工, 2.(株)PARAM

 16:15  14p-424-12 低い真空度におけるカーボンナノチューブからの電界放
出

〇入田 賢 1, 2, 當間 郷史 1, 神村 直輝 1, 中原 仁 1, 安坂 
幸師 1, 齋藤 弥八 1, 橋本 悟 3, 橋本 剛 3

1.名大院工, 2.名大 VBL, 3.名城ナノカーボン

 16:30  14p-424-13 PdO2 を貴金属供給源に持つPd被覆単原子電子源の作製 〇浅井 泰尊 1, 熊谷 成輝 1, 村田 英一 1, 六田 英治 1 1.名城大理工
 16:45  14p-424-14 グラフェン表面電極を有するnc-Si弾道電子エミッタの電

子放出特性の研究
〇小島 明 1, 池上 尚克 1, 須田 隆太郎 2, 越田 信義 2 1.東北大学, 2.東京農工大学

 17:00  14p-424-15 GOS(Graphene-Oxide-Semiconductor)型電子源の電子
放出特性

〇(M1)飯島 拓也 1, 田中 駿丞 1, 長尾 昌善 2, 根本 善
弘 3, 竹口 雅樹 3, 山田 洋一 1, 佐々木 正洋 1, 藤田 淳
一 1, 村上 勝久 1, 2, 3

1.筑波大数理, 2.産総研, 3.物材機構

 17:15  14p-424-16 マルチエミッタ評価装置によるボルケーノ構造スピント
型エミッタの放出電流の測定

〇田口 広大 1, 中野 美香 1, 村田 英一 1, 六田 英治 1, 長
尾 昌善 2, 村上 勝久 2

1.名城大理工, 2.産総研
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3/15(Wed.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 423会場
 9:00  15a-423-1 インプリントアライメントに向けた蛍光モアレの観察 〇菊地 英里 1, 石戸 洋太 1, 松原 信也 2, 中村 貴宏 1, 阿

部 誠之 2, 中川 勝 1
1.東北大, 2.旭化成

 9:15  15a-423-2 ナノインプリントグラフォエピタキシー分子配向の深さ
方向分析

〇岡田 真 1, 藤井 良輔 2, 春山 雄一 1, 小野 浩司 3, 川月 
喜弘 2

1.兵県大高度研, 2.兵県大工, 3.長岡技科大

 9:30 奨 15a-423-3 熱ナノインプリント作製した金ナノ粒子コート超平坦フ
レキシブル基板

〇後藤 里紗 1, 嶋田 航大 1, 金子 智 2, 松田 晃史 1, 吉本 
護 1

1.東工大, 2.神奈川県産技セ

 9:45  15a-423-4 複数アリ構造の冷やしばめによる超音波ホーンとモール
ド間締結の改善

〇銘苅 春隆 1, 矢野 隆行 2 1.産総研, 2.分子研

 10:00  休憩/Break
 10:15  15a-423-5 遅延硬化型UV硬化樹脂を用いた不透明材料へのUVナノ

インプリント
〇川田 博昭 1, 筒井 治衣 1, 安田 雅昭 1, 平井 義彦 1 1.大府大工

 10:30  15a-423-6 連続ＵＶナノインプリントにおける離型層の耐久性の改
善検討

〇伊吉 就三 1, 岡田 真 1, 春山 雄一 1, 松井 真二 1 1.兵庫県立大　高度研

 10:45  15a-423-7 確率論的モデルに基づくナノ空間中でのUV-NILレジス
トの硬化特性解析

〇香山 真範 1, 白井 正充 1, 川田 博昭 1, 平井 義彦 1, 安
田 雅昭 1

1.大阪府大院工

 11:00  15a-423-8 ナノインプリントによるオーバーハング型マイクロピ
ラーアレーの形成

〇柳下 崇 1, 佐原 里香 1, 益田 秀樹 1 1.首都大都市環境

 11:15  15a-423-9 ナノトレンチへの埋め込みによる可溶性導電性高分子ナ
ノワイヤの作製と評価

〇(M2)畔柳 志帆 1, 宮崎 孝道 2, Heo Shinae3, 杉安 
和憲 3, 中川 勝 1, 若山 裕 3

1.東北大多元研, 2.東北大工学部, 3.物材機構

3/15(Wed.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 318会場
 9:00  15a-318-1 固体希ガスレーザープラズマのVUV発光特性 〇天野 壯 1 1.兵庫県大高度研
 9:15  15a-318-2 N2 ガス中レーザー生成プラズマからの「水の窓」軟Ⅹ線

発光強度
〇江島 丈雄 1, 岸本 牧 2, 篠原 邦夫 2, 加道 雅孝 2, 小田
切 誠 3, 角中 昇 3, 難波 愼一 3

1.東北大多元研, 2.量研機構, 3.広島大院工

 9:30  15a-318-3 Heガス中レーザー生成プラズマからの8-30nm軟Ⅹ線発
光強度

〇江島 丈雄 1, 山木 賢一 1 1.東北大多元研

 9:45  15a-318-4 レーザー駆動EUV光を用いた材料プロセスのための不純
物抑制

〇(M1C)和田 直 1, 田中 のぞみ 1, 景山 恭行 2, 出口 
亮 1, 余語 覚文 1, 西村 博明 1

1.阪大レーザー研, 2.豊田中研

 10:00  15a-318-5 Ｘ線微分位相コントラスト顕微鏡を用いた元素イメージ
ング

〇渡辺 紀生 1, 青木 貞雄 2, 1 1.筑波大数物, 2.総合科学研究機構

 10:15  15a-318-6 波長 4 nm 軟X線用 Cr/Sc/Mo 多層膜コンデンサーミ
ラーの開発

〇羽多野 忠 1, 江島 丈雄 1 1.東北大多元研

 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-318-7 SPring-8兵庫県ビームラインBL24XUにおけるコヒーレ

ントX線回折イメージング法の開発
〇高山 裕貴 1, 2, 高見 侑希 1, 宮川 天将 1, 篭島 靖 1 1.兵庫県立大物質理, 2.理研RSC

 11:00  15a-318-8 実験室系高分解能X線位相イメージング顕微鏡の開発 〇高野 秀和 1, 2, 呉 彦霖 1, 2, 百生 敦 1, 2 1.東北大多元研, 2.JST-ERATO
 11:15 E 15a-318-9 X-ray phase scanner using Talbot-Lau interferometry for 

non-destructive testing – IV
〇Shivaji Bachche1, Masahiro Nonoguchi2, Koichi 
Kato2, Masashi Kageyama2, Takafumi Koike2, Masaru 
Kuribayashi2, Atsushi Momose1

1.Tohoku Univ., 2.Rigaku Corp.

 11:30  15a-318-10 ボロンK発光分光計測のためのランタン(La)系膜付加に
よる高回折効率・広受光角軟X線ラミナー型回折格子の
設計

〇小池 雅人 1, ピロジコフ アレキサンダー1, 羽多野 
忠 2, 西原 弘晃 3, 笹井 浩行 3, 長野 哲也 3

1.量研機構量子ビーム, 2.東北大多元研, 3.島津デバイ
ス

 11:45  15a-318-11 薄型テレビ製造プロセスを用いた高解像フラットパネル
X線検出器の開発

〇藤原 健 1, 谷野 貴広 2, 重田 和樹 2, 岡村 昌紀 2, 三好 
寿顕 3, 中村 渉 3, 河西 秀典 3

1.産総研, 2.東レ, 3.シャープ

3/15(Wed.) 13:15 - 16:15 口頭講演 (Oral Presentation) 318会場
 13:15  15p-318-1 絶縁性有機膜の簡便な軟X線励起全電子収量測定 〇村松 康司 1, 大内 貴仁 1 1.兵県大院工
 13:30  15p-318-2 中性子用蒸着Gd格子の作製とX線顕微鏡による評価 〇佐本 哲雄 1, 2, 高野 秀和 1, 2, 百生 敦 1, 2 1.JST ERATO百生PJ., 2.東北大多元研
 13:45 奨 15p-318-3 マイクロフォーカスＸ線源と振幅格子を用いたＸ線位相

イメージング -振幅格子の投影像の短周期化の検討-
〇(M1)細野 凌 1, 佐野 壱成 1, 川端 智樹 2, 林田 清 2, 
工藤 統吾 3, 4, 尾崎 恭介 3, 初井 宇記 3, 細井 卓治 1, 渡
部 平司 1, 志村 考功 1

1.阪大院工, 2.阪大院理, 3.理研, 4.JASRI

 14:00  15p-318-4 耐熱鋼に添加された微量軽元素のＸ線吸収スペクトル測
定

〇志岐 成友 1, 藤井 剛 1, 浮辺 雅宏 1, Fons Paul1, 阿部 
富士雄 2, 大久保 雅隆 1

1.産総研, 2.物材

 14:15  15p-318-5 X線Talbot-Lau干渉計を用いた4DCTによるポリマーブ
レンド相分離構造その場観察

〇呉 彦霖 1, 2, 高野 秀和 1, 2, 村上 岳 3, 百生 敦 1, 2 1.東北大多元研, 2.JST-ERATO, 3.東北大院工

 14:30  15p-318-6 レーザー駆動プラズマＸ線レーザーによる絶対反射率測
定

〇今園 孝志 1 1.量研機構関西

 14:45  休憩/Break
 15:00 奨 15p-318-7 レーザーピーニングにおけるプラズマ閉じ込め層制御の

効果
〇津山 美穂 1, 榎原 直哉 1, 山下 数馬 1, 國政 拓人 1, 部
谷 学 2, 中野 人志 1

1.近大理工, 2.大産大工

 15:15  15p-318-8 高次高調波光源を用いたMo/Si多層膜ミラーの反射率評
価装置の開発

〇五十嵐 裕紀 1, 2, 谷 峻太郎 2, 小林 正和 1, 柿崎 弘
司 1, 小林 洋平 2

1.ギガフォトン, 2.東大物性研

 15:30 奨 E 15p-318-9 Imaging plate analysis of extreme ultraviolet light (EUV) 
from tin laser-produced plasmas

〇(P)Christopher Stephen Musgrave1, Takehito 
Murakami1, Teruyuki Ugomori2, Kensuke Yoshida2, 
Shinsuke Fujioka2, Hiroaki Nishimura2, Hironori 
Atarashi3, 1, Tomokazu Iyoda1, Keiji Nagai1

1.Tokyo Inst. of Tech, 2.Osaka Univ., 3.Okayama Univ.

 15:45  15p-318-10 【注目講演】半導体リソグラフィ用LPP-EUV光源の開発 〇西村 祐一 1, 竹田 有輝 1, 竹中 怜 1, 高島 悠太 1, 柏崎 
務 1, 藤巻 貴久 1, 福田 修 1, 小山内 貴幸 1, 宮下 光太
郎 1, 細田 裕計 1, 安藤 正彦 1, 若菜 克彦 1, 薮 隆之 1, 植
野 能史 1, 鈴木 徹 1, 堀 司 1, 阿部 保 1, 斎藤 隆志 1, 溝口 
計 1

1.ギガフォトン

 16:00  15p-318-11 EUV光源ターゲットのレーザーアブレーションによる粒
子発生

〇佐々木 明 1, 砂原 淳 2, 西原 功修 3, 西川 亘 4 1.量研機構, 2.レーザー総研, 3.阪大レーザー研, 4.岡山
大

3/16(Thu.) 10:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 424会場
 10:00 招 16a-424-1 「7. ビーム応用　分科内招待講演」（30分）

超音速分子ビームによる表面化学反応の放射光光電子分
光観察

〇吉越 章隆 1 1.原子力機構

 10:30  16a-424-2 Pt(111)表面へのO2 吸着：
状態選別O2 ビームによる解析

〇植田 寛和 1, 倉橋 光紀 1 1.物材機構

 10:45  16a-424-3 超熱エネルギー酸素分子によるCu3Pt(111)表面の酸化過
程

〇津田 泰孝 1, 牧野 隆正 1, 塚田 千恵 2, 吉越 章隆 2, 福
山 哲也 3, 岡田 美智雄 1

1.阪大理, 2.原子力機構, 3.日立研開

 11:00 奨 16a-424-4 フェロセンで覆われたイオン流路にC60 イオンを入射し
た際の出射粒子の質量分析

〇立川 知樹 1, 内田 貴司 1, 本橋 健次 2 1.東洋大学大学院学際, 2.東洋大理工

 11:15 奨 16a-424-5 金属多結晶を用いたスパッタリング収率の結晶方位依存
性の評価（２）

〇(M1)平井 大陽 1, 長崎 正雅 1, 吉野 正人 1, 山田 智
明 1

1.名古屋大

 11:30  16a-424-6 ガスクラスターイオンビーム照射による表面活性化接合
の検討

〇(B)池田 翔太 1, 佐々木 智也 1, 豊田 紀章 1, 山田 公 1 1.兵庫県立大工

 11:45  16a-424-7 ガスクラスターイオンビームを用いた原子層エッチング 〇豊田 紀章 1, 小川 晃広 1, 山田 公 1 1.兵庫県立大工
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CS.4 7. コードシェアセッション：ビーム応用大分類 / 7. Code-sharing Session: Beam Technology and Nanofabrication



3/16(Thu.) 14:00 - 16:00 口頭講演 (Oral Presentation) 424会場
 14:00  16p-424-1 ClF3 中性クラスター斜め2方向照射によるレバー構造の

作成
〇瀬木 利夫 1, 荘所 正 2, 小池 国彦 2, 山本 洋揮 3, 古澤 
孝弘 3, 青木 学聡 1, 松尾 二郎 1

1.京大院工, 2.岩谷産業, 3.阪大産研

 14:15 E 16p-424-2 Fabrication of Tunnel Barriers in Suspended Multiwall 
Carbon Nanotube Using Focused Ion Beam Technique

〇(D)Norizzawati Mohd Ghazali1, 2, Hiroshi 
Tomizawa1, 3, Noriyuki Hagiwara1, 4, Katsuya 
Suzuki1, 4, Abdul Manaf Hashim1, 2, Tomohiro 
Yamaguchi1, Seiji Akita5, Koji Ishibashi1, 6

1.RIKEN, 2.Malaysia-Japan Int.l Inst. of Tech., UTM, 
3.Tokyo Univ. of Sci, 4.Chiba Univ., 5.Osaka Pref. Univ., 
6.RIKEN CEMS

 14:30  16p-424-3 竹炭を用いたイオン液体イオン源の長時間動作特性 〇東浦 佑真 1, 西 和哉 1, 竹内 光明 1, 龍頭 啓充 1 1.京大　光・電子理工学教育研究センター
 14:45  16p-424-4 タングステン針に成膜した窒化チタンのアトムプローブ

分析における高質量イオンの観測
〇西村 知紗 1, 羽路 祐紀 1, 辻 博司 1, 後藤 康仁 1 1.京大院工

 15:00  16p-424-5 直流電界蒸発によるタングステン針を用いたグルタミン
酸のアトムプローブ分析

羽路 祐紀 1, 入場 紀明 1, 〇辻 博司 1, 後藤 康仁 1 1.京大院工

 15:15  16p-424-6 帯電液滴およびガスクラスター衝撃による二次イオン測
定

〇二宮 啓 1, 十河 真生 2, 坂井 大輔 2, 渡邉 勝己 2, チェ
ン リーチュイン 1, 平岡 賢三 3

1.山梨大院総合, 2.アルバック・ファイ, 3.山梨大クリー
ン

 15:30  16p-424-7 タンデム型SIMS装置を用いた検出限界の改善 〇鈴木 敢士 1, 瀬木 利夫 1, 青木 学聡 1, 松尾 二郎 1 1.京大院工
 15:45  16p-424-8 パイプ型ノズルを用いた大気圧SIMS測定 〇(M1)石井 健太 1, 瀬木 利夫 1, 青木 学聡 1, 松尾 二

郎 1
1.京大院工

8 プラズマエレクトロニクス / Plasma Electronics
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
3/14(Tue.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1会場

   14p-P1-1 窒素を主成分とする大気圧プラズマジェットの生成と分
光計測

〇西山 修輔 1, 石井 元武 1, 白井 直機 1, 佐々木 浩一 1 1.北大工

   14p-P1-2 マイクロ波励起長尺大気圧プラズマにおけるプラズマ維
持機構の検討

〇田村 宥人 1, 猪俣 弥雄起 1, 鈴木 陽香 1, 豊田 浩孝 1 1.名大工

  奨 14p-P1-3 ウエハ外周部ラジカル供給機構の開発 〇川那辺 哲雄 1, 手束 勉 1, 丹藤 匠 1, 栗原 優 1 1.日立研開
  奨 14p-P1-4 水流により遮蔽された空間での大気圧プラズマジェット

生成
〇仙波 輝 1, 小池 洋右 1, 鈴木 陽香 1, 豊田 浩孝 1, 2 1.名大工, 2.名大プラズマナノ

   14p-P1-5 薪ストーブによる燃焼炎中での電流検出 〇塚林 功 1, 関 一 1, 佐藤 杉弥 2, 服部 邦彦 2 1.いろは理科工房, 2.日本工大
  奨 14p-P1-6 容量結合を考慮した誘導結合プラズマ解析 〇(M1)森山 誠 1, Ganachev Ivan1, 2, 中村 圭二 1 1.中部大工, 2.芝浦メカトロニクス
   14p-P1-7 DLC成膜用炭化水素プラズマの質量分析およびプローブ

診断
〇深井 駿 1, 大野 裕也 1, 小田 昭紀 1 1.千葉工大

  E 14p-P1-8 Ambient mass spectrometric study of atmospheric-
pressure micro-plasma jets: Effect of metastable atoms on 
the creation of short-living species

〇(P)JunSeok Oh1, Kazunori Iga1, Takayuki Ohta1, 
Mineo Hiramatsu1, Masafumi Ito1

1.Meijo Univ.

   14p-P1-9 【注目講演】シランプラズマの化学反応系におけるネット
ワーク構造分析

〇水井 康公 1, 信藤 恭佑 1, 宮城 茂幸 1, 酒井 道 1 1.滋賀県立大

   14p-P1-10 裏面照射型粉体PLDによる機能性薄膜の作製Ⅱ 〇川崎 仁晴 1, 大島 多美子 1, 柳生 義人 1, 猪原 武士 1, 
須田 義昭 2

1.佐世保高専, 2.石川高専

   14p-P1-11 複数元素の粉体ターゲットを用いた発光素子薄膜の作製I 〇(B)稲光 萌 1, 川崎 仁晴 1, 大島 多美子 1, 柳生 義
人 1, 猪原 武士 1

1.佐世保高専

   14p-P1-12 誘導結合型プラズマ支援RFスパッタリングによる非晶質
Si薄膜の作製

〇(M1)沈 同柱 1, 石井 優輝 1, 金子 哲也 1, 桑畑 周司 1, 
沖村 邦雄 1, 進藤 春雄 2, 磯村 雅夫 1

1.東海大院工, 2.プラズマ理工学研

   14p-P1-13 マルチホロー放電プラズマCVD下流におけるラジカル製
膜速度と膜中クラスター混入量の動的振る舞い

〇都甲 将 1, 小島 尚 1, 毛屋 公孝 1, 田中 和真 1, 徐 鉉
雄 1, 板垣 奈穂 1, 古閑 一憲 1, 白谷 正治 1

1.九州大学

   14p-P1-14 超音速噴流を用いたVHFプラズマによる超高速DLC成
膜

〇井本 幸希 1, 宗 洋志 1, 岩崎 悠也 1, 戸野 博之 1, 牟田 
浩司 1, 西田 哲 2

1.近畿大産業理工, 2.岐阜大院工

   14p-P1-15 ハイパワーインパルスマグネトロンスパッタリングを用
いたダイヤモンドライクカーボン膜の形成

〇石川 敦士 1, 太田 貴之 1, 小田 昭紀 2, 上坂 裕之 3 1.名城大理工, 2.千葉工大, 3.岐阜大工

   14p-P1-16 大気圧プラズマを用いた多孔性シリカ分離膜の製膜と気
体透過特性

〇長澤 寛規 1, 山本 裕太 1, 金指 正言 1, 都留 稔了 1 1.広大院工

   14p-P1-17 準大気圧マイクロ波励起窒素系ラジカル源を用いた窒化
法に関する研究

〇板垣 宏知 1, 廣瀬 伸吾 2, 金 載浩 1, 王 学論 3, 熊谷 直
人 3, 小木曽 久人 2, 榊田 創 1, 3

1.産総研電子光・先進プラズマプロセスグループ, 2.産
総研製造技術・積層加工システム研究グループ, 3.産総
研GaN-OIL・光デバイスチーム

  奨 14p-P1-18 大気圧プラズマにより官能基修飾したアルミ基板表面の
樹脂密着特性

〇仁藤 裕登 1, 早川 邦夫 1, 永津 雅章 1, 2 1.静大総合科技研, 2.静大創造科技院

   14p-P1-19 大気圧プラズマジェットを用いたアルミニウムの表面改
質とエッチング

〇桑畑 周司 1, 村田 有輝 1, 橋本 尚樹 1, 瀬川 竜也 1 1.東海大工

  奨 14p-P1-20 Ar/H2O RFプラズマによるカルボキシル基修飾グラファ
イト被覆磁気ナノ微粒子を用いた大腸菌の高感度検出

〇大村 拓也 1, アンチュ ヴィスワン 2, 永津 雅章 1, 2 1.静大総合科技研, 2.静大創造科技院

  奨 14p-P1-21 イオンアシスト大気圧プラズマジェット照射によるフッ
素樹脂の表面化学修飾

〇金原 正寛 1, アブザイリ トミー2, 永津 雅章 1, 2, 3 1.静大総合科技研, 2.静大創造科技院, 3.静大電子工学
研究所

   14p-P1-22 マイクロ波励起水素プラズマ照射したナノ結晶ダイヤモ
ンド薄膜表面のXPS分析

〇中野 嘉紀 1, 渡邉 孝俊 1, 森岡 直也 2, 木村 裕治 2, 荻
野 明久 1

1.静大院工, 2.(株)デンソー

   14p-P1-23 大気圧プラズマジェット照射により導入された ダイヤモ
ンド膜表面の炭素-酸素結合の評価

〇長谷川 祐詩 1, 森岡 直也 2, 木村 裕治 2, 荻野 明久 1 1.静大院工, 2.（株）デンソー

   14p-P1-24 Ar/O2 混合ガスプラズマを照射したSi表面のアルカリ金
属吸着特性

〇鈴木 淳平 1, 荻野 明久 1 1.静大院工

   14p-P1-25 プラズマ支援反応性スパッタ製膜による窒化アルミニウ
ム薄膜の形成

〇竹中 弘祐 1, 佐竹 義旦 1, 内田 儀一郎 1, 節原 裕一 1 1.阪大接合研

3/14(Tue.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P9会場
   14p-P9-1 プラズマ化学輸送によるh-BN原子層の形成 – 銅シリサ

イド基板の効果
〇北嶋 武 1, 中野 俊樹 1 1.防大

  奨 14p-P9-2 DCアーク放電法により作製したアミノ基修飾グラファ
イト被覆金ナノ微粒子における表面プラズモン特性とア
ミノ基数の最適化

〇古川 大貴 1, フ ルイ 2, 永津 雅章 1, 2 1.静大総合科技研, 2.静大創造科技院

   14p-P9-3 高圧力気液界面プラズマによるTiO2/C複合粒子の合成 〇近藤 宏紀 1, 間野 翔 1, 高橋 茂則 1, 神田 英輝 1, 後藤 
元信 1

1.名大工

   14p-P9-4 高指向性坩堝を用いた斜め堆積反応性蒸着のシミュレー
ション

〇(B)泉澤 宏樹 1, 仲尾 昌浩 1, 井上 泰志 1, 高井 治 2 1.千葉工大工, 2.関東学院大

   14p-P9-5 大気開放型プラズマジェットを用いた二元同時エッチン
グによる合金ナノ粒子合成の試み

〇清水 禎樹 1, 2, 伯田 幸也 2, 1 1.産総研ナノ材料, 2.産総研オペランド

  奨 14p-P9-6 カーボンナノウォールを用いた表面支援レーザー脱離/
イオン化質量分析法の開発

〇伊藤 寛納 1, 太田 貴之 1, 石川 健治 2, 平松 美根男 1, 
堀 勝 2

1.名城大理工, 2.名大院工

   14p-P9-7 エレクトレット性荷電微粒子の作製とその帯電性の診断 〇飯開 樹 1, 宮城 茂幸 1, 酒井 道 1 1.滋賀県立大工
   14p-P9-8 マルチガスプラズマジェットによる植物細胞へのタンパ

ク質導入法
〇柳川 由紀 1, 川野 浩明 2, 小林 智裕 2, 宮原 秀一 2, 沖
野 晃俊 2, 光原 一朗 1

1.農研機構生物機能部門, 2.東工大未来研
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   14p-P9-9 大気圧低温プラズマ照射によって生じるDNA損傷の解
析と活性種の同定

〇(M2)宮近 沙希 1, 栗田 弘史 1, 上原 一馬 1, 安田 八
郎 1, 高島 和則 1, 水野 彰 1

1.豊橋技科大

   14p-P9-10 オゾン水と溶存酸素の紫外吸収分光測定 〇八田 章光 1, 橋田 圭矢 1, 小川 広太郎 1, 矢島 英樹 2, 
呉 凖席 3

1.高知工科大, 2.オーク製作所, 3.名城大理工

   14p-P9-11 プラズマ照射によるスマ魚卵への蛍光色素導入 〇大野 雄貴 1, 船越 健太 1, 西 雅明 1, 木戸 祐吾 1, 2, 池
田 善久 1, 佐藤 晋 1, 3, 神野 雅文 1

1.愛媛大院理工, 2.パール工業, 3.ワイ’ ズ

   14p-P9-12 放電活性種と膜構成分子の水中反応機構における分子動
力学解析

吉田 健人 1, 〇内田 諭 1, 杤久保 文嘉 1 1.首都大理工

  奨 E 14p-P9-13 The importance of measuring dissolved molecular oxygen 
during plasma jet treatment of cells cultured in vitro

〇(D)NISHTHA GAUR1, Jun-Seok Oh2, Xanthe 
Strudwick1, Robert D. Short1, 3, Kotaro Ogawa4, 
Akimitsu Hatta4, Hiroshi Furuta4, Sung-Ha Hong1, 
Allison J. Cowin1, Hideo Fukuhara5, Keiji Inoue5, 
Masafumi Ito2, Christine Charles6, Roderick W. 
Boswell6, James W. Bradley7, David B. Graves8, 
Endre J. Szili1

1.Univ South Australia, 2.Meijo Univ., 3.Univ. of 
Lancaster, 4.Kochi Univ. of Tech, 5.Kochi Medical 
School, 6.Australian Nat.Univ., 7.Univ. of Liverpool, 
8.Univ. of California

  奨 14p-P9-14 N2, O2, H2O予備混合大気圧Heプラズマジェット照射水
の分析

〇(B)小川 広太郎 1, 呉 準席 2, 古田 寛 1, 3, 八田 章
光 1, 3

1.高知工科大, 2.名城大, 3.高知工科大総研ナノテクC

   14p-P9-15 酵母の遺伝子発現に大気圧プラズマジェット照射が与え
る影響

〇柳生 義人 1, 本村 将次 1, 中尾 吉貴 1, 林 信哉 2, 山崎 
隆志 1, 猪原 武士 1, 大島 多美子 1, 川崎 仁晴 1

1.佐世保高専, 2.九大総理工

   14p-P9-16 皮膚がんおよび食道がん細胞への大気圧ヘリウムプラズ
マ照射の影響

〇上野 祐輔 1, 平澤 耕一郎 2, 加藤 和則 1, 2, 本橋 健
次 1, 2

1.東洋大院, 2.東洋大

  E 14p-P9-17 Time evolution of reactive oxygen nitrogen species in 
plasma-activated liquids

〇(D)Timothy Ryan Brubaker1, Kenji Ishikawa1, 
Keigo Takeda1, Hiroshi Hashizume1, Hiromasa 
Tanaka1, Hiroko Kondo1, Makoto Sekine1, Masaru 
Hori1

1.Nagoya Univ.

   14p-P9-18 プラズマによるC3H/HeJマウス皮膚へのin vivo遺伝子
導入

〇江渕 拓也 1, 森 貴之 1, 木戸 祐吾 1, 2, 池田 善久 1, 佐
藤 晋 1, 3, 神野 雅文 1

1.愛媛大学院理工, 2.パール工業, 3.ワイズ

   14p-P9-19 プラズマ照射による脂質二重膜の変形と分子透過過程の
検討

〇山本 健太 1, 永岩 秀憲 1, 木戸 祐吾 1, 3, 本村 秀樹 1, 
佐藤 晋 1, 2, 神野 雅文 1

1.愛媛大学院理工, 2.ワイズ, 3.パール工業

   14p-P9-20 大気圧プラズマで生成した活性酸素種を用いたシロイヌ
ナズナのカルスへの影響

〇小野 大帝 1, 渡辺 哲史 1, 林 信哉 1 1.九大総理工

   14p-P9-21 プラズマ処理水中の化学種の解析 〇(M1)山桝 研士郎 1, 山下 郷志郎 1, 太田 貴之 1, 伊
藤 昌文 1, 堀 勝 2

1.名城大理工, 2.名大院工

   14p-P9-22 プラズマ照射によるタマネギ表皮細胞への蛍光色素導入 〇西 雅明 1, 大野 雄貴 1, 木戸 祐吾 1, 2, 池田 善久 1, 佐
藤 晋 1, 3, 神野 雅文 1

1.愛媛大院理工, 2.パール工業, 3.ワイ'ズ

   14p-P9-23 プラズマ水によるメチレンブルーの脱色 黒田 弘輝 1, 〇大川 博司 1, 2 1.HSU, 2.山梨大院
   14p-P9-24 マイクロ波インライン液体処理における反応領域の空間

分布計測
〇堤 和紀 1, 滝藤 奨 1, 藤村 昇平 1, 鈴木 陽香 1, 豊田 浩
孝 1, 2

1.名大, 2.名古屋大学プラズマナノ工学研究センター

   14p-P9-25 同軸型空気DBDによるプラズマ処理水中のペルオキシ
亜硝酸の検出

〇白藤 立 1, 西本 健太郎 1, 宮本 翔馬 1, 今井 伸一 2 1.大阪市大工, 2.パナソニック

   14p-P9-26 気液界面放電プラズマによるリグニンのバニリンへの転
換

〇高橋 茂則 1, 間野 翔 1, 尾藤 昌巳 2, 徳田 正弘 3, ワー
ユ ディオノ 1, 神田 英輝 1, 後藤 元信 1

1.名大院工, 2.J-ケミカル, 3.杉山産業化学研究所

   14p-P9-27 プラズマを用いた電磁波の伝搬方向の制御 〇嘉部 祐樹 1, 山口 修平 1, Alexandre Bambina1, 岩井 
亮憲 2, 宮城 茂幸 1, 酒井 道 1

1.滋賀県立大工, 2.京都大院工

   14p-P9-28 レーザーアブレーションを用いたアルミナ還元における
還元率へのレーザーパワーの影響

〇山田 貴史 1, 石井 真則 1, 松井 信 1 1.静大工

  奨 14p-P9-29 パルス放電照射時の気液界面における活性種輸送過程 〇(M1)脇坂 尚吾 1, 高橋 一弘 1, 佐藤 孝紀 1, 伊藤 秀
範 1

1.室蘭工大

  E 14p-P9-30 Investigation of microplasma discharge process in sea 
water

〇(D)Vladislav Anatolyevich Gamaleev1, Hiroshi 
Furuta1, Akimitsu Hatta1

1.Kochi University of Technology

8.1 プラズマ生成・制御 / Plasma production and control
3/17(Fri.) 14:00 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 315会場

 14:00 招 17p-315-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
マイクロ波励起メートル級大気圧プラズマの生成とその
特性

〇鈴木 陽香 1, 田村 宥人 1, 猪俣 弥雄起 1, 関根 誠 1, 堀 
勝 1, 豊田 浩孝 1

1.名大

 14:15  17p-315-2 大気圧He直流グロー放電における微粒子導入の影響 〇村山 史也 1, 内田 諭 1, 栃久保 文嘉 1 1.首都大院理工
 14:30  17p-315-3 非平衡大気圧 He グロー放電の基礎特性と径方向均一性

に及ぼす不純窒素ガス濃度の影響
〇小森 郷平 1, 小田 昭紀 1 1.千葉工大工

 14:45  17p-315-4 液中プラズマを用いたナノグラフェン合成に及ぼす超音
波の影響

〇安田 啓司 1, 中田 諒 1, 天野 智貴 1, 加納 浩之 2, 近藤 
博基 1, 堀 勝 3

1.名大院工, 2.NUエコ・エンジニアリング, 3.名大未来
社会創造機構

 15:00  17p-315-5 水中パルス細線放電における加熱過程の制御 〇床井 良徳 1, 村山 大河 1 1.長岡工業高等専門学校
 15:15  17p-315-6 ２つの独立したECRプラズマを用いた原子内包フラーレ

ン生成法の開発
〇内田 貴司 1, Racz Richard2, Biri Sandor2, 川畑 智
大 1, 村松 正幸 3, 北川 敦志 3, 加藤 裕史 4, 吉田 善一 1

1.東洋大, 2.ハンガリー原研, 3.放医研, 4.大阪大

 15:30  17p-315-7 ECRイオン源におけるフラーレン多価イオンビーム生成
と同定

〇津田 悠登 1, 大塚 拓郎 1, 萩野 尚吾 1, 渡辺 拓人 1, 内
田 貴司 2, 村松 正幸 3, 北川 敦志 3, 吉田 善一 2, 加藤 裕
史 1

1.阪大院工, 2.東洋大, 3.量研機構放医研

 15:45  17p-315-8 低パワーマイクロ波源ECRISによる原子及び分子多価イ
オン生成とその周波数依存性

〇渡辺 拓人 1, 大塚 拓郎 1, 萩野 尚吾 1, 津田 悠登 1, 濱
田 滉太 1, 大西 広司 1, 梅田 洋志 1, 竹田 樹人 1, 加藤 裕
史 1

1.阪大工

 16:00  17p-315-9 ECRイオン源における誘導加熱蒸発源を用いた鉄内包フ
ラーレン気相合成基礎実験

〇萩野 尚吾 1, 大塚 拓郎 1, 渡辺 拓人 1, 津田 悠登 1, 内
田 貴司 2, 村松 正幸 3, 北川 敦志 3, 吉田 善一 2, 加藤 裕
史 1

1.阪大院工, 2.東洋大, 3.量研機構放医研

 16:15  17p-315-10 ECRイオン源におけるXeプラズマ生成とイオンビーム
の最適化および照射系構築

〇大塚 拓郎 1, 萩野 尚吾 1, 渡辺 拓人 1, 津田 悠登 1, 竹
田 樹人 1, 梅田 洋志 1, 濱田 滉太 1, 大西 広司 1, 加藤 裕
史 1

1.阪大院工

 16:30 奨 17p-315-11 円筒キャビティによるマイクロ波プラズマ生成の密度分
布制御

〇(M1)堀田 将也 1, 長谷川 雄一 1, 小川 大輔 1, 中村 
圭二 1, スーナム パーク 2, ディマ ルボミルスキー2, 
小林 理 2, 菅井 秀郎 3

1.中部大工, 2.アプライドマテリアルズ, 3.名産研

 16:45  17p-315-12 メタマテリアルによる負誘電率プラズマ内の異常体積波
伝搬と非線形効果

〇岩井 亮憲 1, 中村 嘉浩 1, 酒井 道 2 1.京都大院工, 2.滋賀県立大工

8.2 プラズマ診断・計測 / Plasma measurements and diagnostics
3/15(Wed.) 9:00 - 10:45 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場

 9:00  15a-301-1 マルチ発光分光計測を用いたエッチング速度分布の推定 〇江藤 宗一郎 1, 大森 健史 1, 井上 智己 2 1.日立研開, 2.日立ハイテク
 9:15 E 15a-301-2 Behavior of Electron and Negative Ion Density in Very 

High Frequency Capacitively Coupled Plasma
〇Takayoshi Tsutsumi1, Nishant Sirse2, Albert 
Ellingboe2, Makoto Sekine1, Masaru Hori1

1.Nagoya Univ., 2.Dublin City Univ.

 9:30  15a-301-3 過ギ酸生成用気液界面誘電体バリア放電プラズマ中の水
蒸気密度測定

〇橘 邦英 1, 中村 敏浩 1, 川崎 三津夫 2, 森田 達夫 3 1.大阪電通大, 2.京大工, 3.PMディメンションズ
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8.2 プラズマ診断・計測 / Plasma measurements and diagnostics



 9:45  15a-301-4 近赤外レーザー吸収分光法を用いた大気圧プラズマフレ
アー中のヘリウム準安定原子密度の高時空間分解計測

〇堀田 朋敬 1, 2, 山田 大将 1, 2, 野中 淳司 1, 2, 岡本 敦 3, 
北島 純男 4, 藤原 正純 2, 加藤 進 2, 板垣 宏知 2, 榊田 
創 1, 2

1.筑波大院システム情報工, 2.産総研, 3.名古屋大院工, 
4.東北大院工

 10:00 奨 15a-301-5 Ar誘導熱プラズマへのTi原料投入時におけるトーチ内の
Ti励起温度分布およびTi蒸気混入率の二次元分布の推定

〇兒玉 直人 1, 石坂 洋輔 1, 清水 光太郎 1, 田中 康規 1, 
上杉 喜彦 1, 石島 達夫 1, 末安 志織 2, 渡邉 周 2, 中村 圭
太郎 2

1.金沢大院自然, 2.日清製粉グループ本社

 10:15 奨 15a-301-6 水素プラズマのシース部とプレシース部に対する異種イ
オンの影響

〇(M1)川上 皓太郎 1, 西山 修輔 1, 佐々木 浩一 1 1.北大工

 10:30 招 15a-301-7 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
軟X線光源用多価電離プラズマの協同トムソン散乱計測

〇佐藤 祐太 1, 江口 寿明 1, 築山 昌一 1, 深田 来夢 1, 富
田 健太郎 1, 内野 喜一郎 1

1.九大総理工

8.3 プラズマ成膜・表面処理 / Plasma deposition of thin film and surface treatment
3/17(Fri.) 9:00 - 13:00 口頭講演 (Oral Presentation) 315会場

 9:00 奨 17a-315-1 DCメタンプラズマによるナノダイヤモンド合成に及ぼ
すシースの効果

〇小林 友樹 1, 内田 和希 1, 縄田 悠人 2, 内藤 正路 1, 碇 
智徳 3, 長井 達三 4, 生地 文也 4

1.九工大生命体, 2.九工大工, 3.宇部高専, 4.九州共立大
研

 9:15 奨 17a-315-2 立方晶窒化ホウ素高指数面の作製とダイヤモンドヘテロ
成長

〇(DC)田村 貴大 1, 髙見 拓哉 1, 柳瀬 隆 2, 長浜 太
郎 2, 島田 敏宏 2

1.北大院総化, 2.北大院工

 9:30 奨 17a-315-3 パルスアークジェットを用いたダイヤモンドライクカー
ボン膜の形成

〇藤田 至 1, 近藤 勇樹 1, 針谷 達 1, 須田 善行 1, 滝川 浩
史 1, 権田 英修 2

1.豊橋技科大, 2.オーエスジー

 9:45 奨 17a-315-4 フィルタードパルスアーク蒸着法を用いて作製したタン
グステンカーバイド薄膜の膜質評価

〇磯野 凌 1, 針谷 達 1, 飯島 佑史 1, 須田 善行 1, 滝川 浩
史 1

1.豊橋技科大

 10:00 奨 17a-315-5 大気圧プラズマによって局所形成された拡張オーステナ
イト相の調査

〇前田 章秀 1, 市來 龍大 1, 冨塚 凌 1, 赤峰 修一 1, 金澤 
誠司 1

1.大分大工

 10:15 奨 17a-315-6 異なる化学構造を有するポリマー膜に対する水プラズマ
アッシングプロセスの分光学的検討

〇(M1C)鈴木 宏明 1, 北野 卓也 1, 塩田 有波 1, 石島 
達夫 1, 田中 康規 1, 上杉 喜彦 1, 西山 聖 2, 堀邊 英夫 2

1.金沢大, 2.大阪市大

 10:30 奨 17a-315-7 リモート窒素プラズマ中の窒素原子密度の放電管温度依
存性

〇嶋林 正晴 1, 栗原 一彰 2, 佐々木 浩一 1 1.北大工, 2.Toshiba/Imec

 10:45  休憩/Break
 11:00  17a-315-8 ハイブリッド対向スパッタを用いたITO薄膜作製におけ

る組成依存性
〇諸橋 信一 1, 2, 谷本 司 1, 辻田 圭佑 1 1.山口大, 2.産総研

 11:15  17a-315-9 RFマグネトロンスパッタリング法で作製した(ZnO)
x(InN)1-x 膜のフォトルミネッセンス

松島 宏一 1, 〇宮原 奈乃華 1, 岩崎 和也 1, 山下 大輔 1, 
徐 鉉雄 1, 古閑 一憲 1, 白谷 正治 1, 板垣 奈穂 1

1.九大

 11:30  17a-315-10 プラズマ支援反応性スパッタ製膜を用いた高移動度
IGZO薄膜トランジスタの形成

節原 裕一 1, 遠藤 雅 1, 〇竹中 弘祐 1, 内田 儀一郎 1, 江
部 明憲 2

1.阪大接合研, 2.イー・エム・ディー

 11:45  17a-315-11 a-Si:H太陽電池P/I界面におけるSi-H2 結合評価 〇都甲 将 1, 田中 和真 1, 小島 尚 1, 毛屋 公孝 1, 山下 大
輔 1, 徐 鉉雄 1, 板垣 奈穂 1, 古閑 一憲 1, 白谷 正治 1

1.九州大学

 12:00  17a-315-12 スパッタ支援層交換で作製したポリイミド基板上結晶Ge
薄膜の膜質

〇白谷 正治 1, 田浪 荘汰 1, 坂本 大輔 1, 張 博辰 1, 徐 鉉
雄 1, 山下 大輔 1, 板垣 奈穂 1, 古閑 一憲 1

1.九大

 12:15  17a-315-13 磁場印加型イオン成膜装置内部の荷電粒子ダイナミクス
に関するシミュレーション

〇(M2)福田 雅人 1, 臼井 英之 1, 三宅 洋平 1, 山本 兼
司 2, 奈良井 哲 2, 水野 雅夫 2, 二井 裕瑛 2

1.神戸大シス研, 2.神戸製鋼所

 12:30  17a-315-14 大気圧プラズマCVD法を用いた有機物層形成による蛍光
イットリアナノ粒子の高機能化

〇関谷 健太 1, 上村 真生 2, 曽我 公平 2, 北野 勝久 3 1.東理大・基礎工・材料工, 2.東理大・総研院・IFC, 3.阪
大工

 12:45  17a-315-15 大気圧ペン型プラズマによるDLCの局所成膜Ⅱ 〇吉木 宏之 1, 丸藤 好恭 1, 須藤 悠平 1 1.鶴岡高専
8.4 プラズマエッチング / Plasma etching

3/17(Fri.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 313会場
 9:00  17a-313-1 フッ素およびフロロカーボンイオン（F+, CF+, CF3

+)によ
るアモルファスカーボン膜（a-C）に対するエッチング
特性

〇唐橋 一浩 1, 李 虎 1, 山田 健太郎 1, 伊藤 智子 1, 沼沢 
聡志 2, 町田 顕 2, 石川 清志 2, 浜口 智志 1

1.阪大院工　アトミックデザイン研究センター, 2.（株）
サムスン日本研究所

 9:15  17a-313-2 フルオロカーボンプラズマを用いたエッチングプロセス
におけるSi基板上の微結晶形成

〇(M1)黒田 源斗 1, 高橋 和生 1, 西尾 弘司 1 1.京都工繊大

 9:30 奨 17a-313-3 DCシンクロパルスプラズマを用いた最先端絶縁膜エッ
チングプロセスにおけるフルオロカーボンラジカルの挙
動

〇植山 稔正 1, 竹田 圭吾 1, 近藤 博基 1, 石川 健治 1, 関
根 誠 1, 堀 勝 2, 岩田 学 3, 大矢 欣伸 3

1.名大院工, 2.名大未来社会創造機構, 3.東京エレクト
ロン宮城

 9:45 奨 17a-313-4 ハイドロフルオロカーボンガスプラズマの物性と絶縁膜
エッチング特性に関する研究

〇武田 直己 1, 張 彦 1, 林 俊雄 1, 関根 誠 1, 竹田 圭吾 1, 
近藤 博基 1, 石川 健治 1, 堀 勝 2

1.名大院工, 2.名大未来社会創造機構

 10:00  17a-313-5 高温での窒化ガリウム低損傷塩素エッチングに及ぼす添
加ガス効果

〇今村 真人 1, 劉 沢城 1, 潘 佳林 1, 谷出 敦 3, 石川 健
治 1, 竹田 圭吾 1, 近藤 博基 1, 小田 修 1, 関根 誠 1, 堀 
勝 2

1.名大院工, 2.名大未来社会創造機構, 3.SCREENホー
ルディングス

 10:15 奨 17a-313-6 ハロゲンガスプラズマによる銀のエッチング 〇吉川 憲一 1, 浅野 敦紀 2, 宮脇 雄大 2, 古本 一仁 1, 
佐々木 俊行 1, 菊谷 圭介 1, 林 久貴 1, 関根 誠 2, 堀 勝 2

1.株式会社　東芝, 2.名古屋大学

 10:30  17a-313-7 透明電極材料のエッチングにおける He+ イオン照射効果 〇李 虎 1, 唐橋 一浩 1, 深沢 正永 2, 長畑 和典 2, 辰巳 哲
也 2, 浜口 智志 1

1.阪大院工, 2.ソニー

 10:45 奨 17a-313-8 第一原理計算による透明電極材料のエッチングにおける
水素効果の解明

〇李 虎 1, Friederich Pascal2, Fink Karin2, Wenzel 
Wolfgang2, 唐橋 一浩 1, 深沢 正永 3, 長畑 和典 3, 辰巳 
哲也 3, 浜口 智志 1

1.阪大院工, 2.カールスルーエ工科大, 3.ソニー

 11:00  17a-313-9 中性粒子ビームエッチングによるGe Fin構造の作製 〇野田 周一 1, 水林 亘 2, 菊池 亜紀応 1, 遠藤 和彦 2, 寒
川 誠二 1, 2

1.東北大, 2.産総研ナノエレ

 11:15  17a-313-10 MDシミュレーションを用いた水素によるSiNエッチン
グの表面反応解析

〇菅野 量子 1, 礒部 倫郎 2, 浜口 智志 2 1.日立研開, 2.阪大工

8.5 プラズマナノテクノロジー / Plasma nanotechnology
3/16(Thu.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 315会場

 9:00  16a-315-1 メタンプラズマにおける化学反応解析のための有向グラ
フを用いたネットワーク構造解析（Ⅲ）

信藤 恭祐 1, 水井 康公 1, 宮城 茂幸 1, 〇酒井 道 1 1.滋賀県立大工

 9:15  16a-315-2 高周波マグネトロンプラズマによるCH4 を用いたグラ
フェンのCVD成長

〇(M1)石徹白 智 1, 山田 隼也 1, 河村 侑馬 1, 林 康明 1 1.京都工繊大

 9:30  16a-315-3 固体物質レーザーアブレーションプラズマを用いた内包
フラーレン生成に関する研究

〇(M2)箕輪 祐貴 1, 2, 藤原 大 1, 2, 板垣 宏知 2, 池原 
譲 2, 3, 金子 俊郎 4, 岡崎 俊也 5, 飯泉 陽子 5, 榊田 創 1, 2

1.筑波大院シス情, 2.産術総電子光技術, 3.産術総創薬
基盤, 4.東北大院工学研究科, 5.産総研ナノチューブ実
用化研究センター

 9:45 奨 16a-315-4 液中プラズマを用いて合成した鉄含有ナノグラフェンの
酸素還元特性

〇天野 智貴 1, 近藤 博基 1, 竹田 圭吾 1, 石川 健治 1, 平
松 美根男 2, 加納 浩之 3, 関根 誠 1, 堀 勝 4

1.名大院工, 2.名城大, 3.NUエコエンジニアリング, 
4.名大未来社会創造機構

 10:00  16a-315-5 カーボンナノウォールを用いた固体高分子形燃料電池の
高効率化

〇(M1)岩田 紘明 1, 太田 貴之 1, 伊藤 昌文 1, 平松 美
根男 1, 近藤 博基 2, 堀 勝 2

1.名城大理工, 2.名大院工

 10:15 奨 16a-315-6 カーボンナノウォール足場上での電気刺激が細胞増殖と
接着形態に及ぼす効果

〇市川 知範 1, 田中 彗貴 1, 近藤 博基 1, 橋爪 博司 2, 田
中 宏昌 2, 石川 健治 1, 関根 誠 1, 堀 勝 2

1.名大院工, 2.名大未来社会創造機構

 10:30 奨 16a-315-7 白金微粒子担持カーボンナノウォールを用いた燃料電池
用触媒電極における分極特性の解明

〇(D)今井 駿 1, 内藤 建一 1, 近藤 博基 1, 石川 健治 1, 
平松 美根男 2, 関根 誠 1, 堀 勝 3

1.名大院工, 2.名城大理工, 3.名大未来社会創造機構
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8.5 プラズマナノテクノロジー / Plasma nanotechnology



 10:45 奨 16a-315-8 パルス変調型誘導熱プラズマを用いたSi ナノ粒子の大量
生成時における原料供給タイミングの光学的検討

〇(M1)石坂 洋輔 1, 清水 光太郎 1, 兒玉 直人 1, 田中 
康規 1, 上杉 喜彦 1, 石島 達夫 1, 末安 志織 2, 渡邉 周 2, 
中村 圭太郎 2

1.金沢大院自然, 2.日清製粉グループ本社

 11:00 奨 16a-315-9 気液界面プラズマを用いた銅ナノ微粒子の合成における
還元助剤の効果

〇(M1)伊藤 滉 1, 太田 貴之 1, 堀 勝 2 1.名城大理工, 2.名大院工

 11:15  16a-315-10 ポーラスタングステンのヘリウムプラズマ照射によるナ
ノ構造化

〇梶田 信 1, 田中 宏彦 2, 大野 哲靖 2 1.名大未来研, 2.名大院工

8.6 プラズマライフサイエンス / Plasma life sciences
3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 313会場

 9:00  16a-313-1 プラズマ照射によるポリスチレン細胞培養皿表面のアミ
ノ基修飾

〇伊藤 智子 1, 西山 一馬 1, 杉本 敏司 1, 浜口 智志 1 1.大阪大工

 9:15  16a-313-2 プラズマ分子導入における活性酸素種の役割の導入分子
量依存性

〇池田 善久 1, 磯崎 勇希 1, 木戸 祐吾 1, 2, 佐藤 晋 1, 3, 神
野 雅文 1

1.愛媛大院理工, 2.パール工業, 3.ワイ’ ズ

 9:30  16a-313-3 分子動力学法を用いた細胞膜内における活性酸素種の輸
送解析－電界重畳効果－

〇今井 亮太 1, 内田 諭 1, 栃久保 文嘉 1 1.首都大院理工

 9:45  16a-313-4 異種気液界面プラズマによる細胞膜透過性促進の比較 〇金子 俊郎 1, 佐々木 渉太 1, 保苅 雄太郎 1, 鄭 悦星 1, 
高島 圭介 1, 神崎 展 2

1.東北大院工, 2.東北大院医工

 10:00 E 16a-313-5 Dependence of Reactive Species Amount Dosed by 
Atmospheric DBD Devices on Discharge Power Density

〇Masaharu Shiratani1, Ryu Katayama1, Satoshi 
Kitazaki2, Thapanut Sarinont1, Yoshinori Oide1, 
Yosuke Wada1, Kazunori Koga1, Daisuke Yamashita1, 
Hyunwoong Seo1, Naho Itagaki1, Pankaj Attri3, Eun 
Ha Choi3, Akiyo Tanaka1

1.Kyushu Univ., 2.Fukuoka Inst. Tech., 3.Kwangwoon 
Univ.

 10:15 E 16a-313-6 Effects of atmospheric pressure plasma to various plant 
families on plant growth enhancement

〇Masaharu Shiratani1, Thapanut Sarinont1, Yosuke 
Wada1, Ryu Katayama1, Yoshinori Oide1, Kazunori 
Koga1

1.Kyushu Univ.

 10:30  16a-313-7 【注目講演】マルチプレックスCARSによるプラズマと細
胞の相互作用の観察

古田 凌 1, 〇石川 健治 1, 橋爪 博司 1, 田中 宏昌 1, 竹田 
圭吾 1, 太田 貴之 2, 近藤 博基 1, 伊藤 昌文 2, 関根 誠 1, 
堀 勝 1

1.名古屋大学, 2.名城大学

 10:45 奨 16a-313-8 酸素ラジカル照射された馬肉水抽出液のESR測定 〇(M1)北田 悠人 1, 林 利哉 1, 石川 健治 2, 堀 勝 2, 伊
藤 昌文 1

1.名城大, 2.名大

 11:00 奨 16a-313-9 ラジカル処理液中活性種と脂質二重膜との相互作用のそ
の場観察

〇(M1)近藤 大成 1, 手老 龍吾 2, 橋爪 博司 3, 近藤 博
基 3, 堀 勝 3, 伊藤 昌文 1

1.名城大, 2.豊橋技科大, 3.名古屋大

 11:15 奨 16a-313-10 酸素ラジカル照射培養液を用いたメラノーマ細胞におけ
るアポトーシス誘導因子caspase-9の活性化

〇(M1)小泉 貴義 1, 村田 富保 1, 堀 勝 2, 伊藤 昌文 1 1.名城大理工, 2.名大工

 11:30  16a-313-11 酵母菌を用いたプラズマ活性水の評価 〇中村 昭平 1, 堀越 章 1, 2, 高辻 茂 1, 河野 元宏 1, 2, 木瀬 
一夫 1, 橋爪 博司 2, 石川 健冶 2, 堀 勝 2

1.(株)SCREENホールディングス, 2.名大

 11:45 奨 16a-313-12 酸素ラジカル照射されたコウジカビ胞子の不活化と形態
変化

〇田中 優太 1, 呉 準席 1, 加藤 雅士 1, 橋爪 博司 2, 太田 
貴之 1, 堀 勝 2, 伊藤 昌文 1

1.名城大, 2.名古屋大

 12:00 奨 16a-313-13 酸化窒素ラジカル照射された各種溶液中の出芽酵母の増
殖効果

〇(M1)岡地 正嗣 1, 呉 準席 1, 橋爪 博司 2, 堀 勝 2, 伊
藤 昌文 1

1.名城大学, 2.名古屋大学

3/16(Thu.) 13:45 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 313会場
 13:45 奨 16p-313-1 フラレノール添加プラズマ活性培養液の抗腫瘍効果 〇神農 大輝 1, 倉家 尚之 1, 田中 宏昌 2, 石川 健治 1, 橋

爪 博司 2, 竹田 圭吾 1, 近藤 博基 1, 関根 誠 1, 堀 勝 2
1.名大院工, 2.名大未来社会創造機構

 14:00 奨 16p-313-2 プラズマ活性培養液(PAM)処理グリオーマのメタボロミ
クス解析

〇倉家 尚之 1, 田中 宏昌 2, 石川 健治 1, 橋爪 博司 2, 中
村 香江 3, 梶山 広明 3, 吉川 史隆 3, 水野 正明 3, 竹田 圭
吾 1, 近藤 博基 1, 関根 誠 1, 堀 勝 2

1.名大院工, 2.名大未来社会創造機構, 3.名大院医

 14:15 奨 16p-313-3 プラズマ活性培養液の抗腫瘍効果の増強 〇細井 祐吾 1, 古田 凌 1, 倉家 尚之 1, 石川 健治 1, 橋爪 
博司 2, 田中 宏昌 2, 竹田 圭吾 1, 近藤 博基 1, 関根 誠 1, 
堀 勝 2

1.名大院工, 2.名大未来社会創造機構

 14:30 奨 16p-313-4 レーザー誘起プラズマ活性培養液(LPAM)内活性種生成
と抗腫瘍効果

〇黒川 幸宏 1, 倉家 尚之 1, 竹田 圭吾 1, 石川 健治 1, 橋
爪 博司 2, 田中 宏昌 2, 近藤 博基 1, 関根 誠 1, 堀 勝 2

1.名大院工, 2.名大未来社会創造機構

 14:45 奨 16p-313-5 ガス供給によるピンホール放電を用いた大腸菌殺菌 〇(DC)菅沼 亮太 1, 安岡 康一 1 1.東工大
 15:00  休憩/Break
 15:15  16p-313-6 ヒト感染歯モデルでのプラズマ処理水の高度殺菌能の検

証
〇大島 朋子 1, 2, 田崎 達也 1, 山本 要 1, 寺脇 大紘 2, 桃
井 保子 1, 細矢 哲康 1, 前田 伸子 1, 井川 聡 3, 北野 勝
久 2, 1

1.鶴見大歯, 2.阪大工, 3.大阪府立産技研

 15:30  16p-313-7 プラズマ処理水中のキー殺菌化学種の同定 〇北野 勝久 1, 井川 聡 2, 中島 陽一 2, 谷 篤史 3, 横山 高
史 1

1.阪大工, 2.大阪産技研, 3.神大人間発達環境

 15:45  16p-313-8 プラズマ処理水中の過硝酸の分解に関する量子化学計算 〇(M2)川嶋 裕介 1, 川下 理日人 1, 2, 高木 達也 1, 2, 井
川 聡 3, 北野 勝久 4

1.阪大院薬, 2.阪大微研, 3.大阪産技研, 4.阪大院工

 16:00 奨 16p-313-9 活性酸素種によるアミノ酸残基への酸化反応機構の量子
化学計算

〇(M2)川嶋 裕介 1, 川下 理日人 1, 2, 高木 達也 1, 2, 井
川 聡 3, 北野 勝久 4

1.阪大院薬, 2.阪大微研, 3.大阪産技研, 4.阪大院工

 16:15 奨 16p-313-10 プラズマ処理水中の活性種とタンパク質との生化学的反
応の速度論解析

〇(M2)宮武 拓未 1, 吉澤 俊祐 1, 井川 聡 2, 白木 賢太
郎 1, 北野 勝久 3

1.筑波大数理, 2.大阪産技研, 3.阪大工

 16:30 奨 16p-313-11 有機夾雑物によるプラズマ処理水の殺菌阻害効果の検証 〇(B)宮崎 慎也 1, 横山 高史 1, 井川 聡 2, 北野 勝久 1 1.阪大工, 2.大阪産技研
 16:45 奨 16p-313-12 合成プラズマ処理水を用いたブロッコリー種子の殺菌 〇横山 高史 1, 友 光平 1, 井川 聡 2, 増井 昭彦 2, 北野 勝

久 1
1.阪大工, 2.大阪産技研

8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野 / Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications
3/17(Fri.) 12:45 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 313会場

 12:45  17p-313-1 ヘキサメチルジシランの解離フラグメントの低エネル
ギーイオンビーム生成とシリコンカーバイド成膜

〇吉村 智 1, 杉本 敏司 1, 木内 正人 1, 2 1.阪大工, 2.産総研

 13:00  17p-313-2 プラズマと誘電体による物体の背後へのマイクロ波伝搬
補償の数値解析

〇山口 修平 1, Alexandre Bambina1, 嘉部 祐樹 1, 宮城 
茂幸 1, 酒井 道 1

1.滋賀県立大工

 13:15  17p-313-3 誘電体バリア放電支援予混合バーナー火炎の着火過程に
おける重要ラジカル

〇出口 祐世 1, 佐々木 浩一 1 1.北大工

 13:30  17p-313-4 非平衡プラズマジェット照射による溶液中RNS生成にお
けるアミノ酸の寄与

〇内田 儀一郎 1, 伊藤 泰喜 1, 美濃 裕資 1, 竹中 弘祐 1, 
節原 裕一 1

1.阪大接合研

 13:45  17p-313-5 誘電体バリア放電プラズマトーチを用いたネコカリシウ
イルス不活化機構の解析

〇(B)山城 梨沙 1, 三沢 達也 2, 豊川 洋一 1, 作道 章一 1 1.琉球大医, 2.佐賀大工

 14:00  17p-313-6 ローラーコンベアー型プラズマ装置による農薬の分解 〇豊川 洋一 1, 柳生 義人 2, 作道 章一 1 1.琉球大医, 2.佐世保高専
 14:15  17p-313-7 高圧噴射を用いた液中プラズマによる微粒化技術の高度

化
〇村山 誠悟 1, 岩坪 聡 1, 近藤 兼司 1, 原島 謙一 2, 徳道 
世一 2

1.富山県工技センター, 2.スギノマシン

 14:30  17p-313-8 液体電極を有する大気圧直流グロー放電によって誘起さ
れる電解反応を用いたマグネタイトナノ粒子合成におけ
る液中反応経路の検討

〇山崎 裕也 1, 内田 諭 1, 杤久保 文嘉 1 1.首都大理工

 14:45  休憩/Break
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8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野 / Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications



 15:00  17p-313-9 気液境界放電におけるphenol化合物の電子入射電気分解 〇秋津 哲也 1, 藪 健矢 1, 中井 健人 1, 小島 信一郎 2, 平
山 けい子 1

1.山梨大, 2.九州大

 15:15 奨 17p-313-10 パルス放電照射による液中生成種のレート方程式解析 〇高橋 一弘 1, 川口 悟 1, 佐藤 孝紀 1, 伊藤 秀範 1, 川口 
秀樹 1, Igor Timoshkin2, Martin Given2, Scott 
MacGregor2

1.室蘭工大, 2.ストラスクライド大

 15:30  17p-313-11 液体電極を用いた直流駆動大気圧グロー放電の発光と界
面挙動の相関

〇白井 直機 1, 2, 鈴木 崇久 1, 菅 剛珠 1, 西山 修輔 1, 
佐々木 浩一 1

1.北大工, 2.首都大

 15:45  17p-313-12 プラズマ促進エレクトロスプレー法の基礎検討 〇(B)橋本 光平 1, 一木 隆範 1, 2 1.東大工, 2.iCONM
 16:00 奨 17p-313-13 消化ガスの有効利用のための放電脱硫 (2)

印加電圧の種類，ガス添加が脱硫特性に与える影響
〇西岡 大介 1, 細井 彰悟 1, 高橋 一弘 1, 佐藤 孝紀 1, 伊
藤 秀範 1

1.室蘭工大

 16:15 奨 17p-313-14 超臨界流体を用いた擬似微小重力環境下ダストプラズマ
の創製（Ⅱ）

〇榊原 教貴 1, 松林 康仁 1, 寺嶋 和夫 1 1.東大新領域

 16:30 奨 17p-313-15 C2F4 ガスを含む混合ガス中の電子輸送特性 〇川口 悟 1, 高橋 一弘 1, 佐藤 孝紀 1, 伊藤 秀範 1 1.室蘭工大
 16:45 奨 17p-313-16 プラズマを用いたCO2 のメタン化反応の考察 〇都甲 将 1, 谷田 知史 1, 古閑 一憲 1, 白谷 正治 1 1.九州大学
8.8 Plasma Electronics English Session
3/16(Thu.) 11:30 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 315会場

 11:30 奨 E 16a-315-11 Tailoring of carbon-based nanomaterials by a dc arc 
discharge method: controlled synthesis and applications 
for environmental managements

〇(D)Hu Rui1, 2, Xiangke Wang2, Masaaki Nagatsu1 1.Shizuoka Univ., 2.CAS

 11:45 E 16a-315-12 Investigation of Wear-resistance Improvement of 
Plasma-treated CNT Composite
Polyurethane Film

〇DAISUKE OGAWA1, HIDEO UCHIDA1, KEIJI 
NAKAMURA1

1.Chubu Univ.

 12:00 奨 E 16a-315-13 Reactivity of plasma-excited H2O in CH4/CO2 reforming 〇Seigo Kameshima1, Ryo Mizukami1, Takumi 
Yamazaki1, Lukman Prananto1, Naoaki Koda1, Kenta 
Sakata1, Tomohiro Nozaki1

1.Tokyo Tech

8.9 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 / Plasma Electronics Invited Talk
3/15(Wed.) 11:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場
 11:00 招 15a-301-8 「8. プラズマエレクトロニクス　分科内招待講演」（30分）

計算化学を用いたプロセスプラズマ中における気相・表
面反応解析

〇林 俊雄 1, 石川 健治 1, 関根 誠 1, 堀 勝 1 1.名古屋大

8.10 プラズマエレクトロニクス賞授賞式 / Plasma Electronics Award Ceremony
3/15(Wed.) 13:30 - 13:45 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場

 13:30  15p-301-1 プラズマエレクトロニクス賞授賞式 〇杤久保 文嘉 1 1.プラズマエレクトロニクス分科会
9 応用物性 / Applied Materials Science
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
9.1 誘電材料・誘電体 / Dielectrics, ferroelectrics
3/14(Tue.) 13:15 - 16:30 口頭講演 (Oral Presentation) 421会場

 13:15  14p-421-1 溶液法IGZOの焼成温度が伝達特性に与える影響 〇(PC)森本 貴明 1, 福田 伸子 3, 大木 義路 1, 2 1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.産総研FLEC
 13:30  14p-421-2 KSr2Nb5-xTaxO15 およびK1-xSr2+xNb5-xZrxO15 の比誘電率温

度特性
〇岩井 裕 1, 石丸 紗伎 1, 宮島 さくら 1 1.長岡高専

 13:45 E 14p-421-3 Electric Field Induced Elastic Anomaly in Uniaxial Relaxor 
Ferroelectric CaxBa1-xNb2O6 Single Crystals Studied by 
Broadband Brillouin Scattering Spectroscopy

〇(D)Md Aftabuzzaman1, Md Al Helal1, Jan Dec2, 
Wolfgang Kleemann3, Seiji Kojima1

1.Univ. Tsukuba, 2.Univ. Silesia, 3.Univ. Duisburg-Essen

 14:00  14p-421-4 THz帯域におけるBa0.6Sr0.4TiO3 セラミックスの誘電応答
とそのチューナビリティ

〇(M2)櫻井 元春 1, 保科 拓也 1, 武田 博明 1, 鶴見 敬
章 1

1.東工大物質理工学院

 14:15 招 14p-421-5 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
低温プロセスによる導電体/絶縁体ファインコンポジッ
トの開発

〇上野 慎太郎 1, 服部 優哉 1, 垣内 博行 1, 中島 光一 2, 
和田 智志 1

1.山梨大院, 2.茨城大院

 14:30  14p-421-6 BaTiO3 系セラミックと積層キャパシタの電気熱量効果と
温度分布

〇真岩 宏司 1, 大場 勇輝 1 1.湘南工大工

 14:45  休憩/Break
 15:00  14p-421-7 K0.95Li0.05Ta0.73Nb0.27O3 の電歪係数の温度特性計測 〇川村 宗範 1, 今井 欽之 1, 阪本 匡 1 1.NTT デバイスイノベーションセンタ
 15:15 E 14p-421-8 The investigation of the domains unit formation process 

in an electric field controlled of the phonon crystal.
〇(D)Siarhei Dmitrich Barsukou1, 2, Jun Kondoh1, 
Sergey Khakhomov2

1.Shizuoka University, 2.Gomel State University

 15:30  14p-421-9 Ca2Al2SiO7 結晶の表面弾性波特性 〇秋本 恭平 1, 保科 拓也 1, 武田 博明 1, 近藤 淳 2, 鶴見 
敬章 1

1.東工大, 2.静岡大

 15:45  14p-421-10 第一原理電子状態計算によるMg2xNbxAl1-3xNの圧電定数
解析

〇宇佐見 護 1, 甲賀 淳一朗 1, 田上 勝規 1, 野原 善郎 1 1.アスムス

 16:00 奨 14p-421-11 0.35Bi0.5K0.5TiO3-0.6BiFeO3-0.05K(Nb0.5Ta0.5)O3 強誘電
体のCuO 添加および急冷処理による強誘電特性と結晶・
電子構造変化

〇(M2)岩渕 徹 1, 石田 直哉 1, 北村 尚斗 1, 井手本 康 1 1.東理大理工

 16:15  14p-421-12 リラクサー強誘電体Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 結晶の非
弾性光散乱と電場効果

〇小島 誠治 1, Helal M. A.1, Aftabuzzaman M.1, 塚田 
真也 2, Banys Juras3

1.筑波大数理, 2.島根大教育, 3.ビリニュス大

3/15(Wed.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P4会場
   15p-P4-1 (Bi0.5Na0.5)TiO3 系セラミックスの焼成温度と電気的特性

に及ぼす銅の添加効果
〇中田 諒 1, 2, 永田 肇 1, 2, 竹中 正 1, 2 1.東理大理工, 2.永田研

   15p-P4-2 界面歪を導入したチタン酸バリウム/ビスマス系ペロブ
スカイト圧電体複合セラミックスの低温作製及びその電
気特性

〇(M1C)松本 健 1, 上野 慎太郎 1, 和田 智志 1 1.山梨大院工

  E 15p-P4-3 In-situ lattice strain observation and domain switching in 
BiFeO3-BaTiO3 lead-free piezoelectric ceramics

〇(DC)Sangwook Kim1, Gopal Prasad Khanal1, 
Chikako Moriyoshi2, Yoshihiro Kuroiwa2, Satoshi 
Wada1

1.University of Yamanashi, 2.Hiroshima University

   15p-P4-4 2相共存BaTiO3 粒子中の六方晶-正方晶比が<111>配向 
BaTiO3 セラミックスの微構造と電気特性に与える影響

〇(M1C)抜水 一輝 1, 上野 慎太郎 1, 熊田 伸弘 1, 和田 
智志 1, 鈴木 達 2, 打越 哲郎 2

1.山梨大院, 2.物質材料研究機構

  E 15p-P4-5 Controlling Mg and Ti content in MgTi-doped-AlN for 
enhancement of the piezoelectric response

〇Sri Ayu Anggraini1, Morito Akiyama1, Hiroshi 
Yamada1

1.AIST

   15p-P4-6 Sr2NaNb5-xTaxO15 セラミックスの比誘電率温度特性 〇岩井 裕 1, 宮島 さくら 1, 石丸 紗伎 1 1.長岡高専
   15p-P4-7 ソルボサーマル法を用いて作製したチタン酸ストロンチ

ウム系複合セラミックスの誘電特性評価
〇(M1C)垣内 博行 1, 上野 慎太郎 1, 和田 智志 1 1.山梨大院

   15p-P4-8 マイクロ波加熱ソルボサーマル法による高分散性ニオブ
酸ナトリウムナノキューブの合成

〇(M1C)功刀 千香 1, 近田 司 1, 上野 慎太郎 1, 和田 
智志 1

1.山梨大院

  E 15p-P4-9 Defects in Crystalline PVDF: a Density Functional 
Theory – Density Functional Tight Binding Study

Saeid Arabnejad1, Koichi Yamashita1, 〇Sergei 
Manzhos2

1.Uni of Tokyo, 2.Natl Uni Singapore
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9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 / Nanowires and Nanoparticles
3/15(Wed.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 421会場

 9:00  15a-421-1 Atom Probe Tomographyによる不純物ドープシリコンナ
ノ結晶の構造評価

〇杉本 泰 1, 野元 恵太 2, Simon P. Ringer3, Gavin 
Conibeer2, 藤井 稔 1

1.神戸大工, 2.ニューサウスウェールズ大, 3.シドニー
大

 9:15  15a-421-2 不純物ドーピングによるシリコン量子ドットの輻射再結
合レート増大（Ｉ）

〇山村 昌敬 1, 杉本 泰 1, 藤井 稔 1 1.神大院工

 9:30  15a-421-3 不純物ドープシリコン量子ドットの単一ドット分光 〇管野 天 1, 杉本 泰 1, フチコバ アナ 2, バレンタ ヤ
ン 2, 藤井 稔 1

1.神戸大院工, 2.カレル大

 9:45  15a-421-4 籾殻を原料としたSi微粒子の作製プロセスと発光特性 〇松本 公久 1, 田中 拓也 1, 浜井 隆亘 1, 神谷 和秀 1, 稲
田 貢 2, 鈴木 伸哉 3

1.富山県大工, 2.関西大, 3.長野高専

 10:00  15a-421-5 水素終端全無機シリコンナノ結晶を用いた塗布型薄膜ト
ランジスタ

〇松田 聡 1, 加納 伸也 1, 藤井 稔 1 1.神戸大院工

 10:15  15a-421-6 シリコンナノ粒子と中性領域の水との反応による水素発
生

〇藤江 俊太 1, 小林 ゆうき 1, 今村 健太郎 1, 小林 光 1 1.阪大産研

 10:30  15a-421-7 水分散性シリコン量子ドットベース光触媒材料の開発
（Ｉ）

〇小島 拓也 1, 中村 俊之 1, 杉本 泰 1, 藤井 稔 1 1.神戸大院工

 10:45  休憩/Break
 11:00  15a-421-8 被覆分子置換による銀ナノ粒子シートの物性制御 〇王 胖胖 1, 荒木 祥平 2, 斉藤 昴 2, 龍崎 奏 3, 岡本 晃

一 3, 玉田 薫 3
1.九大分子システム, 2.九大院理, 3.九大先導研

 11:15 E 15a-421-9 Ag-Ag2S core-shell nanoparticles synthesis and random 
network fabrication for neuromorphic device

〇(D)Hadiyawarman Hadiyawarman1, Naoaki 
Kawashima1, Amin TermehYousefi1, Hirofumi 
Tanaka1

1.Kyushu Institute of Technology

 11:30  15a-421-10 誘電体ナノ粒子SrTiO3 の電気物性評価と磁気物性評価 〇房尾 泰伸 1, 堀部 陽一 1, 田中 啓文 1 1.九工大
 11:45 E 15a-421-11 Cryogenic Temperature Magnetic and Electric Properties 

of La2CuO4 and Lightly Doped Sr (La2-xSrxCuO4) 
Nanoparticles Fabricated by Sol-Gel Method

〇Faisal Budiman1, Horibe Yoichi1, Hirofumi 
Tanaka1

1.Kyutech

 12:00 奨 E 15a-421-12 Counterion-Mediated Ligand Exchange for PbS Colloidal 
Quantum Dot Superlattices

〇(DC)Daniel Balazs1, 2, Dmitri Dirin3, Bart Kooi1, 
Maksym Kovalenko3, Maria Antonietta Loi1

1.Univ. Groningen, NL, 2.RIKEN CEMS, 3.ETH Zurich, 
CH

3/15(Wed.) 13:15 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) 421会場
 13:15 E 15p-421-1 Novel crystalline behaviors of self-catalyst GaAs nanowires 

on GaAs(001) substrates with thin film masks by 
molecular beam epitaxy

〇(M1)Dat Quoc Tran1, Huyen Thi Pham1, Masashi 
Akabori1

1.JAIST

 13:30 奨 15p-421-2 MOVPE選択成長法によるGe(111)基板上のGaAsナノ
ワイヤ成長

〇南 祐輔 1, 吉田 旭伸 2, 冨岡 克広 2, 本久 順一 2 1.北大工, 2.北大院情報科学および量子集積センター

 13:45  15p-421-3 GaAsSb/InAsナノワイヤの位置決めVLS成長 〇河口 研一 1, 2, 高橋 剛 1, 2, 岡本 直哉 1, 2, 佐藤 優 1, 2 1.富士通, 2.富士通研
 14:00  15p-421-4 Si(111) 基板上GaAs/GaAsBiヘテロ構造ナノワイヤの成

長機構
〇高田 恭兵 1, 西岡 康平 1, 矢野 康介 1, 早川 岳志 1, 
Patil Pallavi1, 石川 史太郎 1, 下村 哲 1, 長島 一樹 2, 柳
田 剛 2

1.愛媛大工, 2.九大先導研

 14:15  15p-421-5 MnAs/InAsダブルヘテロ接合ナノワイヤの屈曲構造評価 〇小平 竜太郎 1, 門脇 哲郎 1, 原 真二郎 1 1.北海道大
 14:30  15p-421-6 アニールによるナノワイヤ量子ドットの横寸法縮小化 〇前原 史雄 1, 舘林 潤 2, 石田 悟己 1, 西岡 政雄 1, 太田 

泰友 2, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2
1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 14:45  休憩/Break
 15:00  15p-421-7 自己触媒 VLS 法を用いた InP/GaInAs ヘテロ構造ナノワ

イヤの光学特性評価
〇(M1)高野 紘平 1, 朝倉 啓太 1, 善村 聡至 1, 石田 勝
晃 1, 下村 和彦 1

1.上智大理工

 15:15  15p-421-8 フレキシブル基板上ナノワイヤ量子ドットレーザの実現 〇館林 潤 1, 太田 泰友 1, 石田 悟己 2, 西岡 政雄 2, 岩本 
敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研

 15:30  15p-421-9 通信波長帯ナノワイヤレーザの波長制御 〇章 国強 1, 2, 滝口 雅人 1, 2, 舘野 功太 1, 2, 後藤 秀樹 1 1.NTT 物性研, 2.NTTﾅﾉﾌｫﾄﾆｸｽｾﾝﾀ
 15:45 奨 15p-421-10 錯イオン種の空間設計による水熱合成ZnOナノワイヤ成

長の増強効果
〇(M1)酒井 大樹 1, 長島 一樹 2, Zhang Guozhu2, He 
Yong2, 井上 暉英 1, 中村 千枝 1, 金井 真樹 2, 柳田 剛 1, 2

1.九大総理工, 2.九大先導研

 16:00 奨 15p-421-11 肺がんマーカー：アルデヒド分子における炭素１個の差
異を識別するZnOナノワイヤ分子認識界面の創成

〇(M1)中村 千枝 1, 長島 一樹 2, Guozhu Zhang2, 井
上 暉英 1, Yong He2, 酒井 大樹 1, 金井 真樹 2, 柳田 
剛 1, 2

1.九大総理工, 2.九大先導研

 16:15 奨 15p-421-12 呼気診断デバイスに向けたケトン基の分子内空間部位の
識別を可能にする酸化物ナノワイヤ分子認識界面の創出 

〇(M1)井上 暉英 1, 長島 一樹 2, 中村 千枝 1, 酒井 大
樹 1, He Yong2, Zhang Guozhu2, 金井 真樹 2, 柳田 
剛 1, 2

1.九大総理工, 2.九大先導研

 16:30  休憩/Break
 16:45  15p-421-13 低性能酸化物ナノワイヤFET センサを用いた肺がんマー

カーの超高感度検出
He Yong1, 〇長島 一樹 1, 高橋 綱己 1, Zhang Guozhu1, 
金井 真樹 1, 寺尾 潤 2, 内田 建 3, 柳田 剛 1

1.九大先導研, 2.東大総合, 3.慶大理工

 17:00  15p-421-14 分子指紋を利用した高選択的ナノワイヤ分子濃縮器の創
成

Yong He1, 長島 一樹 1, 劉 傳軍 2, 高橋 綱己 1, Zhang 
Guozhu1, 矢田部 塁 2, 金井 真樹 1, 都甲 潔 2, 〇柳田 
剛 1

1.九大先導研, 2.九大工

 17:15 E 15p-421-15 Improvement of Silicon Nanowire Solar Cells Performance 
by Micro-grid metal contact

〇(DC)JUNYI CHEN1, 2, Thiyagu Subramani1, 
Yonglie Sun1, 2, Wipakorn Jevasuwan1, Naoki 
Fukata1, 2

1.NIMS, 2.Univ. of Tsukuba

 17:30 E 15p-421-16 Functionalized PANI network conductor towards future 
computation

〇(D)QIAO LI1, 2, Rintaro Higuchi2, Yoshitaka 
Shigaya2, Yasuko Kato2, Keiko Tanaka2, Tomonobu 
Nakayama1, 2

1.Univ. of Tsukuba, 2.MANA,NIMS

 17:45 E 15p-421-17 Mapping Potential Distribution over Electrically Biased 
Networks of Conductive Nanowires

〇(M1)Karim Abdul1, Rintaro Higuchi2, Yoshitaka 
Shingaya2, Tomonobu Nakayama2

1.University of Tsukuba, 2.WPI-MANA, NIMS

 18:00  15p-421-18 ゲルナノワイヤー上でのAuナノ粒子形成とLSPR制御 〇佃 諭志 1, 関 修平 2, 杉本 雅樹 3, 小俣 孝久 1 1.東北大多元研, 2.京大院工, 3.量研機構
3/16(Thu.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P15会場

   16p-P15-1 金属イオンを用いた凝集制御によるシリコン量子ドット
高次元構造の形成

〇(M1)大畑 祐貴 1 1.神大院工

   16p-P15-2 シリコンナノ結晶塗布薄膜を用いた湿度センサの開発 〇金 光秀 1, 加納 伸也 1, 藤井 稔 1 1.神戸大工
   16p-P15-3 ポリジアセチレン/シリカナノ粒子のサーモクロミズム

特性
〇村田 茉奈美 1, 伊東 千尋 1 1.和歌山大シス工

   16p-P15-4 液中レーザーアブレーションによるCl終端Geコロイド
ナノ粒子の作製

岩田 雅弘 1, 勝野 純一 1, 小島 美咲 1, 〇濱中 泰 1 1.名工大

   16p-P15-5 量子ドットCuInS/ZnS溶液の濃度調整と発光特性 〇伊藤 里早 1, 長久保 準基 2, 番 貴彦 1, 山本 伸一 1 1.龍大理工, 2.アルバック
   16p-P15-6 レーザーアブレーションによる MoS2 ナノ粒子の作製 お

よび時間分解分光によるキャリアダイナミクスの評価
〇金澤 誠 1, コインカー パンカジ 1, 古部 昭広 1, モレ 
マヘンドラ 2, 松崎 弘幸 3

1.徳島大, 2.プネ大学, 3.産総研

   16p-P15-7 Ag-In-S/ZnS 量子ドットの成分比変化に関する研究 〇清瀬 啓希 1, 伊藤 理早 1, 長久保 準基 2, 番 貴彦 1, 山
本 伸一 1

1.龍谷大理工, 2.アルバック

   16p-P15-8 液中パルス細線放電法による有機物皮膜付きマグネシウ
ム粒子の作製

〇田中 健太 1, Nguyen Duy Hieu1, 鈴木 常生 2, 中山 
忠親 1, 末松 久幸 1, 新原 晧一 2

1.長岡技大極限, 2.長岡技大工

   16p-P15-9 過渡吸収分光法によるヘマタイト光アノードの電荷分離
機構の解明

〇岡崎 理宏 1, 古部 昭広 1, Chen Liang-Yih2, Chen 
Yen-Jhih2

1.徳島大, 2.台湾科技大

9 
応

用
物

性
 / 

Ap
pl

ie
d 

M
at

er
ia

ls 
Sc

ie
nc

e　
　

　
　

　
　

　
　

9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 / Nanowires and Nanoparticles



  奨 16p-P15-10 Ge上InGaAsナノワイヤ選択成長と組成変調 〇(M1)吉田 旭伸 1, 冨岡 克広 1, 石坂 文哉 1, 本久 順
一 1

1.北大院情報科学および量子集積センター

   16p-P15-11 自己触媒VLS法によるInP/GaInAsヘテロ構造ナノワイ
ヤのTMI供給量依存性

〇(B)石田 勝晃 1, 朝倉 啓太 1, 高野 紘平 1, 善村 聡
至 1, 下村 和彦 1

1.上智大理工

   16p-P15-12 自己触媒VLS法によるInP/GaInAsコアシェルナノワイ
ヤのTMI供給量依存性 (Ⅱ)

〇善村 聡至 1, 朝倉 啓太 1, 高野 紘平 1, 石田 勝晃 1, 下
村 和彦 1

1.上智大理工

   16p-P15-13 Ge/Siコアシェルナノワイヤ中のホールガス形成制御の
実証

〇西部 康太郎 1, 2, Zhang Xiaolong1, 2, 武井 俊朗 2, 
Subramani Thiyagu2, Jevasuwan Wipakorn2, 深田 直
樹 1, 2

1.筑波大院, 2.物材機構

  E 16p-P15-14 The Effects of CVD Deposition Time on Al-Catalyzed 
SiNW Formation

〇Wipakorn Jevasuwan1, Junyi Chen1, Thiyagu 
Subramani1, Ken C. Pradel1, Toshiaki Takei1, Naoki 
Fukata1

1.NIMS

  E 16p-P15-15 Porosity Dependence of the Absorption Coefficient and 
Quantum Confinement of Porous Silicon Nanostructures 
in HF Solutions

〇Bernard Gelloz1, Hiroki Fuwa2, Tetsuo Harimoto2, 
Eiichi Kondoh2, Lianhua Jin2

1.Nagoya Univ., 2.Yamanashi Univ.

  E 16p-P15-16 ZnO/magnetic-metals hybrid core/shell nanowires grown 
by electrochemical deposition method

Huyen T Pham1, 〇Masashi Akabori1 1.JAIST

  E 16p-P15-17 ZnO Nanorods Crystal Growth on the Seed-layer 
Prepared by RF Sputtering

〇(M2)Suchada Worasawat1, 2, K. Tasaki1, Y. Neo1, Y. 
Hatanaka1, H. Mimura1, W. Pecharapa2

1.Research Institute of Electronics, Shizuoka University, 
2.Coolege of Nanotechnology Ladkrabang KMITL

   16p-P15-18 Optical and Electrical Properties of Low Temperature 
Grown VLS Oxide Nanowires via Material Flux Window 
Concept

Zhu Zetao1, 〇長島 一樹 1, 吉田 秀人 3, 安西 宇宙 2, 酒
井 大樹 2, 井上 暉英 2, 中村 千枝 2, 金井 真樹 1, He 
Yong1, 竹田 精治 3, 柳田 剛 1, 2

1.九大先導研, 2.九大総理工, 3.阪大産研

  E 16p-P15-19 Cadmium Oxide Nanoflakes and Their Use for Gas 
Sensing

〇Sergei Kulinich1, Ye-Qing Zhang2, Zhe Li2, Tao 
Ling2, Xi-Wen Du2

1.Tokai University Institute of Innovative Science and 
Technology, Hiratsuka, Japan, 2.Tianjin University, 
School of Materials Science and Engineering, China

  E 16p-P15-20 Conduction through Thermosensitive Networks 〇(PC)Rekha Goswami Shrestha, Rintaro Higuchi, 
Yoshitaka Shingaya, Sadaaki Samitsu, Tomonobu 
Nakayama

9.3 ナノエレクトロニクス / Nanoelectronics
3/14(Tue.) 10:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) E206会場

 10:00 E 14a-E206-1 Electronic Properties of Small Au Nanoparticle Island in 
Single-Electron Device

〇(M2)Pipit Uky Vivitasari1, Yasuo Azuma1, 
Masanori Sakamoto2, Toshiharu Teranishi2, Yutaka 
Majima1

1.Tokyo Tech., 2.Kyoto Univ.

 10:15  14a-E206-2 炭素架橋オリゴフェニレンビニレン単分子ワイヤトラン
ジスタ

〇居藤 悠馬 1, Chun Ouyang1, 橋本 康平 2, 辻 勇人 3, 
中村 栄一 2, 真島 豊 1

1.東工大フロンティア, 2.東京大理, 3.神奈川大理

 10:30  14a-E206-3 キノイド型縮環オリゴシロール単分子デバイスの電気伝
導

〇浦山 修平 1, Seung Joo Lee1, 津田 知拓 2, 高野 遼 2, 
新谷 亮 2, 野崎 京子 2, 真島 豊 1

1.東工大フロンティア研, 2.東大院工

 10:45  14a-E206-4 Auナノギャップでの通電による構造変調と単電子トラン
ジスタ特性

〇谷 創貴 1, 伊藤 光樹 1, 南 浩二 1, 白樫 淳一 1 1.東京農工大院工

 11:00  休憩/Break
 11:15  14a-E206-5 コウモリに学ぶ単電子情報処理回路 〇阿部 祐吾 1, 大矢 剛嗣 1 1.横国大理工
 11:30  14a-E206-6 心筋細胞に学ぶ自動同期単電子回路 〇石橋 萌 1, 大矢 剛嗣 1 1.横国大理工
 11:45  14a-E206-7 電子アメーバ最適化問題解探索における外乱の効果 〇斉藤 健太 1, 葛西 誠也 1, 青野 真士 2 1.北大量集センター, 2.東工大地球生命研
3/14(Tue.) 13:45 - 16:45 口頭講演 (Oral Presentation) E206会場

 13:45 E 14p-E206-1 Ionic Liquid Gating of Metal Contacts: Effect of Cation 
Size

〇CHENYANG LI1, Kenji Yoshida1, Kenji Shibata2, 
Shimpei Ono3, Kazuhiko Hirakawa1

1.Univ. of Tokyo, 2.Tohoku Inst. of Tech., 3.CRIEPI

 14:00 E 14p-E206-2 Sensitive Radio-Frequency Measurements of Charge 
States and Tunnel Couplings in Ge/Si Core/Shell 
Nanowire Quantum Dots

〇(PC)Rui Wang1, Russell S. Deacon1, 2, Jun Yao3, 
Charles M. Lieber3, Koji Ishibashi1, 2

1.RIKEN, 2.RIKEN-CEMS, 3.Harvard Univ.

 14:15  14p-E206-3 多重ゲートナノワイヤFETによる空間分布分子電荷検出
実証のための単一分子表面分散手法の検討

〇佐々木 健太郎 1, 岡本 翔真 1, 殷 翔 1, 佐藤 将来 1, 葛
西 誠也 1

1.北大

 14:30  14p-E206-4 熱分解黒鉛シートを用いた歪センサによるデータグロー
ブ

〇鹿子田 嵩大 1, 木原 裕介 1, 齋藤 孝成 1, 白樫 淳一 1 1.東京農工大院工

 14:45  14p-E206-5 ポリマー絶縁型原子スイッチネットワークにおける出力
信号のゆらぎ解析

〇樋口 倫太郎 1, 新ヶ谷 義隆 1, 中山 知信 1, 2 1.物材機構 WPI-MANA, 2.筑波大

 15:00  休憩/Break
 15:15  14p-E206-6 アトミックカーボンチェン形成過程のその場TEM観察 〇(P)張 暁賓 1, 岩下 晋也 1, Marek Schmidt1, 

Manoharan Muruganathan1, 水田 博 1, 大島 義文 1
1.北陸先端大学マテ

 15:30 E 14p-E206-7 Robust Pt-based Nanogap Electrodes for Single-Electron 
Transistors

〇(D)Yoonyoung Choi1, Yasuo Azuma1, Yutaka 
Majima1

1.Tokyo Inst. of Tech.

 15:45 E 14p-E206-8 Au Electroless-Plated Nanogap Electrodes on Pt Surface 〇(M1)Ain Kwon1, Yoon Young Choi1, Yasuo 
Azuma1, Yutaka Majima1

1.Tokyo Tech.

 16:00  14p-E206-9 直並列に接続されたナノギャップ型トンネル接合の通電
動作と低抵抗化

〇南 浩二 1, 伊藤 光樹 1, 谷 創貴 1, 白樫 淳一 1 1.東京農工大院工

 16:15  14p-E206-10 FPGAを用いたAuナノワイヤに対する超高速FCE法で
の量子化コンダクタンス制御の自律知能化

〇加藤木 悠 1, 岩田 侑馬 1, 沼倉 憲彬 1, 酒井 正太郎 1, 
白樫 淳一 1

1.東京農工大院工

 16:30 奨 14p-E206-11 イジングスピンモデルによるエネルギー収束動作を用い
た最適な実験制御パラメータ決定手法の検討

〇酒井 正太郎 1, 岩田 侑馬 1, 加藤木 悠 1, 塩村 真幸 1, 
木原 裕介 1, 白樫 淳一 1

1.東京農工大院工

3/15(Wed.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P5会場
   15p-P5-1 ミツバチの餌探索と情報共有行動を模倣した単電子回路

の設計
〇田鍋 俊彦 1, 大矢 剛嗣 1 1.横国大院工

   15p-P5-2 リアルタイムOSを用いたFCE法によるAu原子接合での
制御パラメータの自律設定手法

〇岩田 侑馬 1, 加藤木 悠 1, 沼倉 憲彬 1, 酒井 正太郎 1, 
白樫 淳一 1

1.東京農工大院工

   15p-P5-3 白金上電解金メッキナノギャップ電極 〇越村 将臣 1, Choi Yoon Young1, 東 康男 1, 曽根 正
人 1, 真島 豊 1

1.東工大フロンティア研

  E 15p-P5-4 Analysis of Single Molecular Device with Quinoidal Fused 
Oligosilole Derivatives Based on Scanning Tunneling 
Microscopy and Scanning Tunneling Spectroscopy.

〇(D)SeungJoo Lee1, Shuhei Urayama1, Yasuo 
Azuma1, Ryo Takano2, Ryo Shintani2, Kyoko Nozaki2, 
Yutaka Majima1

1.Tokyo Tech., 2.Univ Tokyo.

9.4 熱電変換 / Thermoelectric conversion
3/15(Wed.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) E206会場

 9:00 招 15a-E206-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
ジントル相熱電変換材料n型Mg3Sb2 における欠陥化学と
等方的伝導ネットワークの形成

〇玉置 洋正 1, 佐藤 弘樹 1, 菅野 勉 1 1.パナソニック

 9:15  15a-E206-2 Se置換によるMg3(Sb,Bi)2 のn型化と高熱電変換性能の
実現

〇佐藤 弘樹 1, 玉置 洋正 1, 菅野 勉 1 1.パナソニック（株）

 9:30  15a-E206-3 Na2+xAl2+xSn4－x バルク体の緻密化と熱電特性評価 〇(D)菅野 雅博 1, 山田 高広 1, 2, 山根 久典 1, 永井 秀
明 3

1.東北大多元研, 2.JSTさきがけ, 3.産総研
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9.4 熱電変換 / Thermoelectric conversion



 9:45  15a-E206-4 Na2In2Sn4 の緻密焼結体の合成と熱電特性 〇山田 高広 1, 2, 池田 卓史 3, 永井 秀明 3, 山根 久典 1 1.東北大多元研, 2.JSTさきがけ, 3.産総研
 10:00 奨 15a-E206-5 溶融合成したZn4Sb3 の熱電性能と結晶構造 〇(M1)横山 相朔 1, 林 慶 1, 石井 健太郎 1, 髙松 智寿 1, 

宮﨑 讓 1
1.東北大院工

 10:15 奨 15a-E206-6 Zn4Sb3 素子の発電特性の劣化モデルの構築 〇(BC)國岡 春乃 1, 2, 山本 淳 2, 飯田 努 1, 小原 春彦 2, 1 1.東京理科大, 2.産総研
 10:30  休憩/Break
 10:45 E 15a-E206-7 Thermoelectric properties of half Heusler FeV1-xTixSb 〇(D)Kevin Delime1, Akio Yamamoto1, Tsunehiro 

Takeuchi1, 2, 3
1.Toyota Tech. Inst., 2.PRESTO,Jap. Sci.Tech. Ag., 3.
GREMO, Nagoya Univ.

 11:00 奨 15a-E206-8 チムニーラダー相FeGeγの熱的安定性と熱電特性におけ
る元素置換効果

〇佐藤 直大 1, 大内 秀恭 1, 北原 功一 1, 高際 良樹 2, 桂 
ゆかり 1, 木村 薫 1

1.東大院新領域, 2.物材機構

 11:15  15a-E206-9 第一原理計算によるTlInSe2 ,TlInS2 の光学特性の解析 〇石川 真人 1, 中山 隆史 1, 脇田 和樹 2, 沈 用球 3, ナジ
ム マメドフ 4

1.千葉大理, 2.千葉工大工, 3.大阪府大工, 4.アゼルバイ
ジャン科学アカデミ

 11:30 奨 15a-E206-10 非共有電子対をもつSn2S3 の熱電特性 〇(M1)齋籐 亘 1, 林 慶 1, 永井 宏樹 1, 宮﨑 讓 1 1.東北大院工
 11:45 奨 E 15a-E206-11 Effective power factor of Sr(Ti,Nb)O3/SrTiO3 

superlattices
〇(D)Yuqiao Zhang1, Hiromichi Ohta2 1.IST-Hokkaido Univ., 2.RIES-Hokkaido Univ.

 12:00  15a-E206-12 共晶体構造を有するSrTiO3/TiO2 熱電酸化物の開発 〇横田 有為 1, 堀井 滋 2, 荻野 拓 3, 二瓶 貴之 4, 大橋 雄
二 4, 黒澤 俊介 1, 5, 鎌田 圭 1, 6, 吉川 彰 1, 4, 6

1.東北大NICHe, 2.京大院エネ科, 3.産総研, 4.東北大
金研, 5.山形大, 6.C&A

3/15(Wed.) 13:45 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) E206会場
 13:45  15p-E206-1 微小１次元ペルチェ素子アレイの試作と評価 〇山本 淳 1, 村田 正行 1 1.産総研
 14:00  15p-E206-2 薄膜熱電材料を用いた熱電発電モジュールの設計と性能 〇近藤 剛 1, 千脇 那奈 1, 菅原 聡 1 1.東京工業大学
 14:15  15p-E206-3 薄膜トランスバース型マイクロ熱電発電モジュールの設

計と性能予測
〇千脇 那菜 1, 近藤 剛 1, 菅原 聡 1 1.東工大

 14:30  15p-E206-4 PEDOT:PSSを用いた熱電変換素子における接触抵抗の
評価

〇桐原 和大 1, 衛 慶碩 1, 向田 雅一 1, 石田 敬雄 1 1.産総研ナノ材料

 14:45  15p-E206-5 【注目講演】赤外線カメラを用いた熱拡散率の測定とイン
ピーダンススペクトロスコピー法による熱電変換モ
ジュールの評価

〇(M1)大塚 美緒子 1, 有坂 太一 1, 長谷川 靖洋 1 1.埼玉大学大学院

 15:00  休憩/Break
 15:15  15p-E206-6 MBE法で作製したSi-Ge薄膜の熱電物性 〇西野 俊佑 1, 浴野 哲史 1, 犬飼 学 1, Muthusamy 

Omprakash1, 竹内 恒博 1
1.豊田工大

 15:30  15p-E206-7 Si(001)基板上エピタキシャルGe薄膜の熱電特性 〇谷口 達彦 1, 宮本 拓 1, 奥畑 亮 1, 渡辺 健太郎 1, 2, 中
村 芳明 1, 2

1.阪大院基礎工, 2.CREST-JST

 15:45 奨 15p-E206-8 ナノドット含有Si薄膜における構造と出力因子の関係 〇(M2)坂根 駿也 1, 渡辺 健太郎 1, 2, 藤田 武志 3, 澤野 
憲太郎 4, 中村 芳明 1, 2

1.阪大院基礎工, 2.CREST-JST, 3.東北大, 4.東京都市大

 16:00 奨 15p-E206-9 ZnOナノワイヤ埋め込み構造の出力因子増大効果の解明 〇(D)石部 貴史 1, 留田 純希 1, 渡辺 健太郎 1, 2, 吉川 
純 3, 中村 芳明 1, 2

1.阪大院基礎工, 2.CREST-JST, 3.物材機構

 16:15  15p-E206-10 バイオテンプレート極限加工を用いたSiナノ構造熱電モ
ジュールの作製と特性評価

〇菊池 亜紀応 1, 2, 3, 八尾 章史 3, 毛利 勇 3, 山本 淳 4, 小
野 崇人 1, 寒川 誠二 2

1.東北大学院工, 2.東北大流体研, 3.セントラル硝子
（株）, 4.産業技術総合研究所

 16:30  休憩/Break
 16:45  15p-E206-11 耐久性が改善されたn型マグネシウムシリサイド熱電素

子
〇(D)水戸 洋彦 1, 2, 荻野 厚 2, 今野 嵩 1, 鵜殿 治彦 1 1.茨城大院, 2.昭和ＫＤＥ

 17:00 E 15p-E206-12 High performance bulk n-type higher manganese silicide 〇(P)Swapnil Chetan Ghodke1, Akio Yamamota2, 
Tsunehiro Takeuchi1, 3

1.Toyota Tech. Inst., 2.AIST, 3.PRESTO

 17:15 招 15p-E206-13 [9. 応用物性 分科内招待講演] 
溶融合成したV置換MnSiγの結晶構造と電子物性

〇濱田 陽紀 1, 宮﨑 讓 1, 林 慶 1 1.東北大院工

 17:45 奨 15p-E206-14 溶融合成による V, Fe 共置換 MnSiγ の作製と熱電性能 〇佐藤 美嘉 1, 濱田 陽紀 1, 林 慶 1, 宮﨑 讓 1 1.東北大院工
 18:00 奨 15p-E206-15 溶融合成したCo置換高マンガンシリサイドの熱電特性 〇永井 宏樹 1, 濱田 陽紀 1, 林 慶 1, 宮﨑 讓 1 1.東北大院工
CS.5 9.4熱電変換,16.2エナジーハーベスティングのコードシェアセッション / 9.4/16.2 Code-sharing session

3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P6会場
   16a-P6-1 二酸化バナジウム分散ガラスの作製条件が与える蓄熱特

性への影響
〇小松 成 1, 村本 圭 1, 寺門 信明 1, 高橋 儀宏 1, 藤原 
巧 1

1.東北大院工

   16a-P6-2 Nb系酸化物の熱電特性 〇掛本 博文 1, 渡邉 拓哉 2, 入江 寛 1, 2 1.山梨大学 クリーンエネルギー研究センター, 2.山梨大
学 大学院医学工学総合教育部

   16a-P6-3 共晶体構造を有するSr(Ti,Nb)O3/(Ti,Nb)O2 の微細組織
と熱電特性

〇堀井 滋 1, 横田 有為 2, 吉川 彰 3, 荻野 拓 4, 土井 俊
哉 1

1.京大院エネ科, 2.東北大NICHe, 3.東北大金研, 4.産
総研

   16a-P6-4 遷移金属硫化物ZnCr2S4 の熱電物性とOpenMX & 
BoltzTraPによる電子輸送計算

〇(DC)宮田 全展 1, 尾崎 泰助 2, 豊田 丈紫 3, 小矢野 
幹夫 1

1.北陸先端大, 2.東大物性研, 3.石川県工業試験場

   16a-P6-5 Wanner 関数法を用いた熱電クラスレートに対する電子
状態の検討

〇赤井 光治 1, 岸本 堅剛 1, 小柳 剛 1, 山本 節夫 1 1.山口大

  奨 16a-P6-6 SiクラスレートにおけるAuを含む多元素置換と熱電特性 〇前島 理佐 1, 岡本 和也 1, 阿武 宏明 1 1.山陽小野田市立山口東理大工
  E 16a-P6-7 Enhancement of thermoelectric properties in amorphous 

Si1-xGex synthesized by
mechanical alloying process

〇(PC)Omprakash Muthusamy1, Shunsuke 
Nishino1, Masahiro Adachi2, Tsunehiro Takeuchi1

1.Toyota Tech. Inst., 2.Sumitomo Elec. Ind.

   16a-P6-8 熱処理中その場 X線回折測定によるa-Si/Ge薄膜中ナノ
結晶の観察

〇足立 真寛 1, 豊島 遼 1, 徳田 一弥 1, 斎藤 吉広 1, 藤井 
俊輔 1, 木山 誠 1, 山本 喜之 1, 西野 俊佑 2, Omprakash 
Muthusamy2, 竹内 恒博 2

1.住友電工, 2.豊田工大

   16a-P6-9 Al誘起層交換によるSi1-xGex 熱電薄膜の低温合成 〇都甲 薫 1, 中田 充紀 1, 山本 淳 2, 末益 崇 1 1.筑波大学, 2.産総研
   16a-P6-10 カルコパイライト熱電材料の結晶構造と形成相の詳細解

析
〇(D)藤井 洋輔 1, 小菅 厚子 1 1.阪府大

   16a-P6-11 電解めっき法によるBi-Se系薄膜の作製と熱処理におけ
る熱電特性向上

〇山内 和樹 1, 佐伯 昌哉 1, 高尻 雅之 1 1.東海大学

   16a-P6-12 スパッタリング法によるスタック型熱電薄膜モジュール
の製作と評価

〇高山 健 1, 高尻 雅之 1 1.東海大院工

   16a-P6-13 高周波マグネトロンスパッタリング法によるビスマス・
テルル薄膜の構造と熱電特性に及ぼす金属中間層膜厚の
影響

〇佐々木 勇輔 1, 高尻 雅之 1 1.東海大院工

   16a-P6-14 ビスマスの格子変形がバンド構造および輸送特性に及ぼ
す影響

〇小峰 啓史 1, 青野 友祐 1, 村田 正行 2, 長谷川 靖洋 3 1.茨大工, 2.産総研, 3.埼玉大

  奨 16a-P6-15 Fe2VAl0.9Al0.1/Cu 傾斜積層熱電デバイスの設計および評
価

〇小平 直人 1, 生出 嘉 1, 林 慶 1, 宮﨑 讓 1 1.東北大院工

   16a-P6-16 Mn基フルホイスラー合金の熱電性能計算 〇林 慶 1, 宮﨑 讓 1 1.東北大院工
   16a-P6-17 グリセリン/PEDOT:PSS薄膜の電界下成膜による熱電特

性向上
〇相澤 健吾 1, 長南 安紀 1, 小宮山 崇夫 1, 山口 博之 1, 
青山 隆 1, 境 英一 1, 邱 建輝 1

1.秋田県大システム科学技術

   16a-P6-18 熱流制御に向けたスピン熱伝導性La5Ca9Cu24O41 膜の作
製と物性調査

〇町田 雄気 1, 寺門 信明 1, 高橋 良輔 1, 高橋 儀宏 1, 藤
原 巧 1

1.東北大院工

   16a-P6-19 一般化されたオームの法則に関する電気物性の同時測定 〇有坂 太一 1, 大塚 美緒子 1, 長谷川 靖洋 1 1.埼玉大工
   16a-P6-20 KFMを用いたフェルミエネルギーの温度依存性測定 〇(DC)鈴木 悠平 1, 岡 晃人 1, マニ ナヴァニーザン 1, 

渡辺 孝信 2, 池田 浩也 1
1.静大電研, 2.早大理工
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  奨 E 16a-P6-21 Thermoelectric Properties of Cubic SnSe Phase from First 
Principles Calculation

〇(M1)Yi Huang1, Kei Hayashi1, Yuzuru Miyazaki1 1.Tohoku Univ.

  奨 16a-P6-22 二重封止式温度勾配法を用いたSnSe結晶の作製と熱電特
性評価

〇(B)寺社下 文也 1, 辻岡 祐介 2, 田橋 正浩 1, 高橋 
誠 1, 後藤 英雄 1, 土屋 雄司 2, 一野 祐亮 2, 吉田 隆 2

1.中部大工, 2.名大工

9.5 新機能材料・新物性 / New functional materials and new phenomena
3/14(Tue.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2会場

   14p-P2-1 Li2CN2 の結晶作成と物性評価 〇小室 貴之 1, 栗山 一男 1, 加藤 仁和 1, 串田 一雅 2 1.法大理工, 2.大阪教育大
   14p-P2-2 3元タリウム化合物における光誘起光学定数変化のイ

メージング測定
〇酒井 誠司 1, 沈 用球 1, 脇田 和樹 2, Nazim 
Mamedov3

1.阪府大院工, 2.千葉工大工, 3.アゼルバイジャン科学
アカデミー

   14p-P2-3 分子線蒸着法によるGd薄膜の作製と大気非接触水素化 〇坂井 琢磨 1, 竹之内 郁人 2, 酒井 政道 1, 樋口 宏二 2, 
北島 彰 2, 長谷川 繁彦 2, 中村 修 3

1.埼玉大工, 2.阪大産研, 3.岡山理科大

   14p-P2-4 陽極酸化ポーラスアルミナを用いた酸化亜鉛ナノロッド
の作製

〇(B)阿久津 里奈 1, 青野 孝重 2, 武田 康平 2, 前田 
穂 1, 渡辺 忠孝 1, 高野 良紀 1, 高瀬 浩一 1

1.日大理工, 2.日大院理工

   14p-P2-5 水素吸蔵体YbHx(2＜x＜2.7)の作製 〇吉澤 輝 1, 酒井 政道 1, 矢吹 康佑 1, 竹之内 郁人 1, 中
村 修 2, 長谷川 繁彦 3

1.埼大院理工, 2.岡山理科大, 3.阪大産研

   14p-P2-6 走査型プローブ顕微鏡によるTlInS2 のナノ変調構造の観
測

〇(M2)坂本 優也 1, 沈 用球 2, マメドフ ナジム 3, 脇
田 和樹 1

1.千葉工大, 2.大府大院工, 3.アゼルバイジャン物理研

   14p-P2-7 酸化イットリウム(Y2O3)を用いたアップコンバージョン
蛍光体の発光特性

〇小漆間 拓人 1, 大山 渓人 1, 番 貴彦 1, 山本 伸一 1 1.龍大理工

   14p-P2-8 LaF3 を用いたアップコンバージョン蛍光体の作製および
発光特性評価

〇岡本 聖哉 1, 大山 渓人 1, 番 貴彦 1, 山本 伸一 1 1.龍大理工

   14p-P2-9 SrO, Al2O3 を用いたアップコンバージョン蛍光体の発光
特性評価

〇溜 拓也 1, 大山 渓人 1, 小漆間 拓人 1, 木村 大海 1, 番 
貴彦 1, 山本 伸一 1

1.龍谷大理工

   14p-P2-10 層状遷移金属オキシニクタイトSr2ScCo1-xFexPO3 の輸送
特性

〇岡田 悟志 1, 神原 陽一 2, 大久保 尚紀 1, 伴 周一 1, 的
場 正憲 2

1.日大理工, 2.慶大理工

3/15(Wed.) 13:45 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) 514会場
 13:45  15p-514-1 La-Li-Co-O系の合成とイオン伝導 〇高見 剛 1, 森田 善幸 1, 福永 俊晴 1, 松原 英一郎 1 1.京大
 14:00  15p-514-2 流通式水熱反応法によるTiO2 系新奇ナノ粒子相の合成 〇中根 茂行 1, 迫中 あやめ 3, 1, 関寺 健人 2, 1, 安川 雪

子 2, 松原 正樹 3, 打越 哲郎 1, 名嘉 節 1
1.物材機構, 2.千葉工大, 3.仙台高専

 14:15  15p-514-3 RCWAを用いたAuアレイ上PAAの赤外吸収増大シミュ
レーション

〇千葉 豪 1, 中嶋 洋 1, 石郷 侑汰 1, 津島 将導 1, 島田 
透 2, 鈴木 裕史 1

1.弘前大院理工, 2.弘前大教育

 14:30  15p-514-4 銀形ゼオライトにおけるフォトルミネッセンス機構に関
する考察

〇成田 翔 1, 中村 暦 1, 宮永 崇史 1, 鈴木 裕史 1 1.弘前大

 14:45  休憩/Break
 15:00  15p-514-5 電子顕微鏡によるフタロシアニンシートの直接観察 〇田代 慎 1, 坂口 裕哉 1, 萩原 政幸 2, 木田 孝則 2, 酒井 

政道 1, 福田 武司 1, 鎌田 憲彦 1, 本多 善太郎 1
1.埼玉大院理工, 2.阪大先端強磁場

 15:15  15p-514-6 遷移金属をドープした磁性炭素材料のボトムアップ合成
と磁性

〇菊池 智史 1, 桒原 諒介 1, 萩原 政幸 2, 木田 孝則 2, 酒
井 政道 1, 福田 武司 1, 鎌田 憲彦 1, 本多 善太郎 1

1.埼玉大院理工, 2.阪大先端強磁場

 15:30  15p-514-7 スピネル型遷移金属酸化物FeAl2O4 の作製と物性評価 〇石井 聡 1, 中根 茂行 2, 田中 優華 1, 名嘉 節 2 1.東京電機大理工, 2.物材機構
 15:45  15p-514-8 Au2Bi単結晶:超伝導と巨大磁気抵抗の双方を示す物質の

発見
〇橘 和宗 1, 大川 顕次郎 1, 並木 宏允 1, 笹川 崇男 1 1.東工大フロンティア研

 16:00  15p-514-9 【注目講演】電気化学エッチングによる黒リンのバンド
ギャップ制御

〇(DC)佐藤 洋平 1, 高橋 敬成 2, 片山 裕美子 1, 笹川 
崇男 2, 上野 和紀 1

1.東大院総合, 2.東工大フロンティア研

 16:15  休憩/Break
 16:30 奨 15p-514-10 強磁性強誘電体BiFe1-xCoxO3 における電場印加磁化容易

面回転
〇(DC)山本 孟 1, 東 正樹 1 1.東工大フロ材研

 16:45  15p-514-11 室温強磁性強誘電体BiFe0.9Co0.1O3 薄膜における電場印加
磁化反転の検証

〇(DC)清水 啓佑 1, 川邊 諒 1, 北條 元 2, 山本 孟 1, 壬
生 攻 3, 東 正樹 1

1.東工大フロンティア材料研究所, 2.九州大総理工, 
3.名工大

 17:00  15p-514-12 SrTiO3 基板に成膜したBiFe1-xMnxO3 薄膜及び[BiFe1-

xMnxO3/CaFeO3]
(x=0, 0.1, 0.2)人工超格子の結晶構造解析及び電気的磁気
的特性

〇松山 裕貴 1, 王 春 1, 大橋 祥平 1, 赤澤 孝徳 1, 小山 智
之 1, 張 琦 1, 宋 華平 1, 永田 知子 1, 山本 寛 1, 岩田 展
幸 1

1.日大理工

 17:15  15p-514-13 AE2NbO4(AE=Ca, Sr), Ba2VO3 の結晶構造および電気特
性

〇大場 亨太 1, 石田 直哉 1, 北村 尚斗 1, 井手本 康 1 1.東理大理工

 17:30  15p-514-14 水素置換LaMnAsOの磁気特性と電子構造の解析 〇松石 聡 1, 小畑 由紀子 2, 細野 秀雄 1, 2 1.東工大元素戦略, 2.東工大フロ材研
10 スピントロニクス・マグネティクス / Spintronics and Magnetics
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
3/14(Tue.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P10会場

  E 14p-P10-1 Magnetization Switching of a Perpendicular Magnetic 
Nanodot in a Rotating Microwave Magnetic Field

〇Hirofumi Suto1, Taro Kanao1, Tazumi Nagasawa1, 
Kiwamu Kudo1, Kochi Mizushima1, Rie Sato1

1.Toshiba R&D Center

  E 14p-P10-2 Terahertz electric-field induced Franz-Keldysh effect and 
magnetization modulation in the ferromagnetic 
semiconductor GaMnAs

〇(DC)Tomoaki Ishii1, Hiromichi Yamakawa2, 
Toshiki Kanaki1, Tatsuya Miyamoto2, Noriaki Kida2, 
Hiroshi Okamoto2, Masaaki Tanaka1, 3, Shinobu 
Ohya1, 3, 4

1.EEIS Univ. of Tokyo, 2.FS Univ. of Tokyo, 3.CSRN 
Univ. of Tokyo, 4.IEI Univ. of Tokyo

  E 14p-P10-3 Superconducting properties of the Nb/(In, Fe)As/Nb 
junctions under magnetic fields

〇Taketomo Nakamura1, Duc Anh Le2, Yoshiaki 
Hashimoto1, Shinobu Ohya2, 3, Masaaki Tanaka2, 3, 
Shingo Katsumoto1

1.ISSP Univ. of Tokyo, 2.EEIS Univ of Tokyo, 3.CSRN

   14p-P10-4 RFマグネトロンスパッタリングを用いて作製したMn添
加ZnO薄膜の評価

〇箕輪 直輝 1 1.東理大理

  E 14p-P10-5 Spin-dependent transport of GaMnAs-based lateral spin 
MOSFET structures

〇Hirokatsu Asahara1, Toshiki Kanaki1, Hiroshi 
Terada1, Shinobu Ohya1, 2, 3, Masaaki Tanaka1, 2

1.EEIS, Tokyo Univ., 2.CSRN, Tokyo Univ., 3.IEI, Tokyo 
Univ.

   14p-P10-6 GaAs/GaMnAs超格子構造における有限温度の異方性磁
気抵抗効果のシミュレーション

〇浅野 隼 1, 野崎 大樹 1, 加来 滋 1, 吉野 淳二 1 1.東工大院理

  E 14p-P10-7 Non-local spin valve measurements in MnAs/GaAs/InAs/
GaAs(111)B heterostructures

〇(D)Earul Islam1, Kazuki Hayashida1, Masashi 
Akabori1

1.Japan Advanced Institute of Science and Technology, 
Japan

  E 14p-P10-8 Observation of spin relaxation in Fe doped InP bulk 〇Masayuki Iida1, Shima Tanigawa1, Yoshiki 
Nakamura1, Canyu Jiang1, Ko Nakayama1, Tackeuchi 
Atsushi1

1.Waseda Univ.

  E 14p-P10-9 Effect of thermal annealing on hole spin relaxation of 
Be-doped InGaAsP bulk

〇Shima Tanigawa1, Masayuki Iida1, Yoshiki 
Nakamura1, Canyu Jiang1, Ko Nakayama1, Shulong 
Lu2, Lian Ji2

1.Waseda Univ., 2.SINANO-CAS

  E 14p-P10-10 Mechanism of Pure Circular Polarization 
Electroluminescence from
a GaAs-based DH Spin-LED

〇Hiro Munekata1, Ronel Roca1, Kazuhiro 
Nishibayashi1, Nozomi Nishizawa1

1.IIR, Tokyo Tech.

  E 14p-P10-11 Spin-charge conversion in Bi1-xSbx layer 〇YUICHIRO ANDO1, Ryouhei Kumamoto1, Sergey 
Dushenko1, Teruya Shinjo1, Masashi Shiraishi1

1.Kyoto Univ.
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  E 14p-P10-12 Electrical properties of Bi1-xSbx spin Hall thin films grown 
on GaAs(111)A substrates

〇Kenichiro Yao1, Yugo Ueda1, Nguyen Huynh Duy 
Khang1, Pham Nam Hai1

1.Tokyo Tech

  E 14p-P10-13 Structural analysis and magnetic properties of IV-VI 
diluted magnetic semiconductor (Sn,Mn)Te grown by 
MBE

〇Ryo Ishikawa1, Nakamura Kohichiro1, Ryota 
Akiyama2, Hiroaki Nitani3, Shinji Kuroda1

1.Univ. Tsukuba, 2.Univ. Tokyo, 3.KEK

   14p-P10-14 2次元トポロジカル絶縁体InAs/GaSb系量子井戸構造の
断面STM/STSによる研究

〇安藤 達人 1, 加来 滋 1, 吉野 淳二 1 1.東工大院理工

   14p-P10-15 スピンゼーベック効果の基板依存性の測定 〇新井 真 1, 瀧本 哲也 1, 山本 篤 1, 伊藤 勝利 1, 河原 尊
之 1

1.東京理大院工

   14p-P10-16 スピンゼーベック効果の膜厚依存性の測定 〇瀧本 哲也 1, 新井 真 1, 山本 篤 1, 伊藤 勝利 1, 河原 尊
之 1

1.東京理大院工

   14p-P10-17 長時間アニールCe1Y2Fe5O12 薄膜を用いたスピンゼー
ベック素子の評価

〇平田 智士 1, 小野 竜義 1, 雨宮 嘉照 1, 田部井 哲夫 1, 
横山 新 1

1.広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所

   14p-P10-18 NiAl合金の異常ネルンスト効果の研究 〇小野 竜義 1, 平田 智士 1, 雨宮 嘉照 1, 田部井 哲夫 1, 
横山 新 1

1.広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所

  奨 14p-P10-19 グラフェンナノリボンと量子スピンホール相 〇伊藤 蓮 1, 近藤 憲治 1 1.北海道大学電子科学研究所
   14p-P10-20 極薄MnGa電極を用いた垂直磁気トンネル接合のMnGa

膜厚依存性
〇鈴木 和也 1, Reza Ranjbar1, 杉原 敦 1, 水上 成美 1 1.東北大WPI-AIMR

  E 14p-P10-21 MnGa polycrystalline ultrathin films with perpendicular 
magnetic anisotropy prepared on thermally-oxidized Si 
substrate

〇(PC)Atsuo Ono1, Kazuya Suzuki1, Reza Ranjbar1, 
Shigemi Mizukami1

1.WPI-AIMR Tohoku Univ.

  E 14p-P10-22 Local structure analysis of MnGa and MnGe thin films by 
HAADF-STEM observation

〇Shigeki Takahashi1 1.Samsung R&D Inst. Japan

   14p-P10-23 Co/Pt多層膜を用いたマイクロ波アシスト磁化反転 〇(PC)平松 亮 1, 久保田 均 1, 常木 澄人 1, 田丸 慎吾 1, 
杉原 敦 1, 薬師寺 啓 1, 福島 章雄 1, 湯浅 新治 1

1.産総研

  E 14p-P10-24 Control of second anneal temperature in magnetic tunnel 
junction based sensors by IrMn thickness

〇Daiki Kato1, Mikihiko Oogane1, Kosuke Fujiwara1, 
Junichi Jono2, Hiroshi Naganuma1, Masaaki 
Tsuchida2, Yasuo Ando1

1.Tohoku Univ., 2.Konicaminolta Inc.

   14p-P10-25 積層磁性薄膜における高周波磁気に対する磁化応答 〇(B)山路 基樹 1, 油布 大輝 1, 土田 洋介 1, 鶴岡 誠 1 1.東京工科大
   14p-P10-26 [CoPt/AZO/Ag]積層膜の垂直磁気特性と膜構造 〇山根 治起 1, 近藤 祐治 1, 伊佐地 育圭 2, 武田 啓輔 2, 

小林 政信 2
1.秋田産技センター, 2.千葉工大

  奨 14p-P10-27 GdxFe1-x 合金を用いた磁性細線の磁気特性と電流誘起磁
壁移動

〇(M1)海老澤 遼 1, 青島 賢一 2, 高木 泰輝 1, 金城 秀
和 2, 麻生 慎太郎 2, 加藤 大典 2, 船橋 信彦 2, 久我 淳 2, 
秋山 泰伸 1, 石橋 隆幸 3, 町田 賢司 2

1.東海大工, 2.NHK技研, 3.長岡技科大工

   14p-P10-28 Irスペーサー層を有するp-SAF構造を用いた垂直磁化
MTJの作製とスピントルク反転特性

〇杉原 敦 1, 薬師寺 啓 1, 福島 章雄 1, 湯浅 新治 1 1.産総研

   14p-P10-29 (Tb/Co)n/Rh/(Co/Tb)n /Pt細線上の磁区の電流駆動の
挙動調査

〇濱田 浩史 1, 住友 翔 1, 田中 雅章 1, 本多 周太 2, 粟野 
博之 3, 壬生 攻 1

1.名工大工, 2.関西大システム理工, 3.豊工大工

   14p-P10-30 希土類磁性細線を用いたマルチレベルレーストラックメ
モリの検討

〇(P)黒川 雄一郎 1, 後藤 啓稀 1, 粟野 博之 1 1.豊田工業大学

   14p-P10-31 2重CoFeB-MgO界面構造を記録層に持つ垂直磁気異方
性磁気トンネル接合の高速中性子耐性評価

〇成田 克 1, 高橋 豊 1, 原田 正英 2, 及川 健一 2, 大井 元
貴 2, 小林 大輔 3, 廣瀬 和之 3, 佐藤 英夫 4, 5, 6, 池田 正
二 4, 5, 6, 遠藤 哲郎 4, 5, 6, 7, 大野 英男 4, 5, 6, 8, 9

1.山形大工, 2.原子力機構J-PARC, 3.JAXA宇宙研, 4.東
北大CIES, 5.東北大CSIS, 6.東北大CSRN, 7.東北大工, 
8.東北大通研LNS, 9.東北大WPI-AIMR

  E 14p-P10-32 Temperature dependence of current-induced effective 
fields in Pt/GdFeCo

〇(DC)WooSeung Ham1, Sanghoon Kim1, Kab-Jin 
Kim2, Takaya Okuno1, Hiroki Yoshikawa3, Arata 
Tsukamoto3, Takahiro Moriyama1, Teruo Ono1

1.Inst. for Chem. Res. Kyoto Univ., 2.Dep of Phys. 
KAIST, 3.College of Science and Technology, Nihon 
Univ.

   14p-P10-33 希土類遷移金属系合金TbCo磁性細線メモリの連続記録
再生

〇(M1)吉村 瞭吾 1, 黒川 雄一郎 1, 鷲見 聡 1, 粟野 博
之 1

1.豊田工大

  E 14p-P10-34 Effect of ultrathin Tb layer on current driven domain wall 
motion in Co/Tb magnetic bilayers

〇(M1)ChengYing Wu1, 2, Yuithiro Kurokawa1, Bang 
Do1, KoWei Lin2, Hiroyuki Awano1

1.Toyota Tech. Inst., 2.NCH Univ.

  E 14p-P10-35 Thermal fluctuation in electric-field induced 
magnetization switching in CoFeB/MgO magnetic tunnel 
junctions observed by transmitted voltage

〇Shun Kanai1, 2, 3, Hideo Sato2, 3, 4, Yoshinobu 
Nakatani5, Fumihiro Matsukura1, 2, 3, 6, Hideo 
Ohno1, 2, 3, 4, 6

1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CSRN, 
Tohoku Univ., 4.CIES, Tohoku Univ., 5.Univ. of 
Electro-Communications, 6.WPI-AIMR, Tohoku Univ.

   14p-P10-36 RE-TM膜における磁化反転挙動の観察 〇近藤 広泰 1 1.豊田工大
  E 14p-P10-37 Development of a barrier material with a low barrier 

height for magnetic tunnel junctions: MgGa2O4 spine 
oxide

〇Hiroaki Sukegawa1, Yushi Kato2, Mohamed 
Belmoubarik1, P.-H. Cheng1, 3, Tadaomi Daibou2, 
Naoharu Shimomura2, Yuuzo Kamiguchi2, Junichi 
Ito2, Hiroaki Yoda2, Tadakatsu Ohkubo1, Seiji 
Mitani1, 3, Kazuhiro Hono1, 3

1.NIMS, 2.Toshiba, 3.Univ. Tsukuba

  E 14p-P10-38 The Influence of Different Bit Patterns Exposure on TMR 
Read Head

〇(M2)Ploybussara Gomasang1, 3, Ueno 
Kazuyoshi1, 2, Rardchawadee Silapunt3

1.Shibaura Univ., 2.SIT Green Innov., 3.KMUTT

  奨 E 14p-P10-39 Magnetic-field-angle dependence of coercivity in a 
nanoscale CoFeB-MgO magnetic tunnel junction with 
perpendicular easy axis at various temperatures

〇Junta Igarashi1, Eli Enobio1, Justin Llandro1, 4, 
Hideo Sato1, 2, 3, 4, Shunsuke Fukami1, 2, 3, 4, Fumihiro 
Matsukura1, 2, 4, 5, Hideo Ohno1, 2, 3, 4, 5

1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, 
Tohoku Univ., 4.CSRN, Tohoku Univ., 5.WPI-AIMR, 
Tohoku Univ.

   14p-P10-40 純スピン流生成プローブの開発 〇保原 麗 1, 長谷川 修司 1 1.東大理
  E 14p-P10-41 Inverse Tunnel Magnetocapacitance in Fe/Al-oxide/Fe3O4 〇Hideo Kaiju1, Taro Nagahama2, Shun Sasaki2, 

Toshihiro Shimada2, Osamu Kitakami3, Takahiro 
Misawa1, Masaya Fujioka1, Junji Nishii1, Gang Xiao4

1.RIES, Hokkaido Univ., 2.Eng., Hokkaido Univ., 3.
IMRAM, Tohoku Univ., 4.Phys., Brown Univ.

  奨 E 14p-P10-42 Junction size dependence of damping constans in 
nanoscale CoFEB/MgO magnetic tunnel junctions

〇Motoya Shinozaki1, Eriko Hirayama1, Shun 
Kanai1, 2, 3, Hideo Sato2, 3, 4, Fumihiro Matsukura1, 2, 3, 5, 
Hideo Ohno1, 2, 3, 4, 5

1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CSRN, 
Tohoku Univ., 4.CIES, Tohoku Univ., 5.WPI-AIMR, 
Tohoku Univ.

  E 14p-P10-43 Structural disorder and magnetism in equiatomic 
CoFeMnSi epitaxial thin films

〇(P)Lakhan Bainsla1, Kazuya Suzuki1, Atsuo Ono1, 
Shigemi Mizukami1

1.WPI Advanced Institute for Materials Research, 
Tohoku University

   14p-P10-44 磁性ガーネットの電気的特性と製膜条件の関連性 〇遊部 健斗 1, 阿部 拓真 1, 清水 大雅 1 1.農工大工
   14p-P10-45 MgO(100)基板上のMo 置換Co フェライト薄膜の作製と

評価
〇(M1)猪狩 知樹 1, 石橋 隆幸 1 1.長岡技大

   14p-P10-46 Pt/TbCo薄膜の磁気光学特性 〇家元 章伍 1, 鷲見 聡 1, 粟野 博之 1, 林 将光 2, 3 1.豊田工大工, 2.東大理物, 3.物材機構
   14p-P10-47 RF及びDCスパッタリング法で作製したCo/Pd多層膜の

磁気特性と光誘起歳差運動
〇小川 竣太 1, 岩崎 大和 1, 西沢 望 1, 宗片 比呂夫 1, 西
林 一彦 1

1.東工大

   14p-P10-48 X 線磁気円二色性によるL10 秩序型 FePt 薄膜の磁気異方
性の研究

〇池田 啓祐 1, 芝田 悟朗 1, 関 剛斎 2, 石上 啓介 1, 堀尾 
眞史 1, 坂本 祥哉 1, 野中 洋亮 1, 酒巻 真粧子 3, 雨宮 健
太 3, 河村 直己 4, 鈴木 基寛 4, 高梨 弘毅 2, 藤森 淳 1

1.東大理, 2.東北大金研, 3.KEK-PF, 4.JASRI

   14p-P10-49 N添加がL10-MnAlの磁気異方性に与える影響 〇高田 郁弥 1, 具志 俊希 1, 東小薗 創真 1, 都甲 薫 1, 末
益 崇 1

1.筑波大数理物質

   14p-P10-50 アパーチャーレス走査型近接場磁気光学顕微鏡用試料の
検討

〇馬場 勇至 1, 石橋 隆幸 1 1.長岡技科大
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   14p-P10-51 垂直磁化方式のトンネル型スピンフィルター素子に向け
た非磁性金属上の垂直磁化CoFe2O4 薄膜の作製

〇成瀬 克芳 1, 來多 佑亮 1, 佐藤 公泰 1, 田中 雅章 1, 谷
口 卓也 2, 小野 輝男 2, 壬生 攻 1

1.名工大工, 2.京大化研

   14p-P10-52 エピタキシャルBaフェライト薄膜の作製と磁気特性 池田 侑磨 1, 小野田 浩成 1, Ritesh Patel1, 喜多 英治 1, 
〇柳原 英人 1

1.筑波大数理

   14p-P10-53 Fe/MgO/γ-Fe2O33層膜における磁気層間結合 〇萩原 道夫 1, 柳原 英人 1 1.筑波大
  E 14p-P10-54 Influence of Pt and Au spacer layer on perpendicular 

exchange bias and oercivity
in Pt/Co/spacer/Cr2O3/Pt stacked films

〇(P)Anh ThiVan Nguyen1, Yu Shiratsuchi1, Wataru 
Kuroda1, Yoshinori Kotani2, Kentaro Toyoki2, Tetsuya 
Nakamura2, Motohiro Suzuki2, Kohji Nakamura3, 
Ryoichi Nakatani1

1.Osaka Univ., 2.JASRI/SPring-8, 3.Mie Univ.

   14p-P10-55 BaTiO3(001)基板の構造相転移で誘起されるCoFeBアモ
ルファス薄膜の面内磁気異方性の変調

〇磯上 慎二 1, 谷山 智康 2 1.国立福島高専, 2.東工大

  E 14p-P10-56 Double hysteresis loop driven by exchange coupling in 
Cr2O3/Pt/Co positive exchange coupled thin film system

〇Tomohiro Nozaki1, Muftah K. O. Al-Mahdawi1, 
Pati Satya Prakash1, Shujun Ye1, Masashi Sahashi1, 2

1.Tohoku Univ., 2.ImPACT program

   14p-P10-57 有機金属分解法を用いた強磁性体/強誘電体二層構造の
作製とマルチフェロイック特性

〇國原 一眞 1, 冨田 知志 1, 柳 久雄 1 1.奈良先端大 物質

   14p-P10-58 反強磁性絶縁体SmFeO3 を用いたマルチフェロイック積
層膜の作成と評価

〇黒田 基規 1 1.名大院工

   14p-P10-59 CoFe3N/BaTiO3 接合界面における電気分極反転に伴う巨
大な磁気モーメント変化

〇(M2)隈田 壮 1, 辻川 雅人 1, 2, 白井 正文 1, 2 1.東北大工, 2.スピントロニクス学術連携研究センター

  奨 14p-P10-60 Mn0.8-xCoxZn0.2Fe2O4 ナノ微粒子の磁気特性と磁気ハイ
パーサーミアおよびMR造影効果

〇石川 智也 1, 細貝 良行 2, 臼井 章仁 2, 町田 好男 2, 斎
藤 春夫 2, 高野 真由美 2, 徳永 正之 2, 権田 幸祐 2, 一柳 
優子 1

1.横国大院工, 2.東北大院医

   14p-P10-61 Sm2Fe17N3 のZnによる置換効果 〇柏谷 裕美 1, 乙川 光平 2, 1, 田中 真人 1, 小川 博嗣 1, 
池浦 広美 1, 豊川 弘之 1

1.産業技術総合研究所, 2.早稲田大学

   14p-P10-62 レイヤーバイレイヤーセルフアセンブリー法を用いた
Fe3O4ナノ粒子多層膜の作製とその磁気抵抗評価

〇北條 大介 1, 鈴木 和也 1, 浅尾 直樹 2, 水上 茂美 1, 阿
尻 雅文 1

1.東北大WPI-AIMR, 2.信州大繊維学部

   14p-P10-63 コバルトのマイクロカイラル構造での非相反電気伝導の
測定

〇村上 郁 1, 児玉 俊之 1, 冨田 知志 1, 細糸 信好 1, 柳 久
雄 1

1.奈良先端大物質

   14p-P10-64 統計的画像解析による磁気イメージからの情報抽出 〇鈴木 真悟 1, 上野 哲郎 2, 小野 寛太 2, 小嗣 真人 1 1.東理大基礎工, 2.高エネ研
   14p-P10-65 磁気トルク測定による強磁性層間の交換結合定数の評価 〇松本 光玄 1, Sharmin Sonia1, 喜多 英治 1, 柳原 英

人 1
1.筑波大物工

   14p-P10-66 Fe(001)上の鉄酸化物ナノ島成長の温度制御 〇山田 豊和 1, 坂口 雄基 1 1.千葉大院融合
   14p-P10-67 逆ペロブスカイト型強磁性窒化物MnxFe4-xN 薄膜の磁気

特性
〇(B)安西 聡仁 1, 具志 俊希 1, 東小薗 創真 1, 高田 郁
弥 1, 都甲 薫 1, 末益 崇 1

1.筑波大学数理物質

  E 14p-P10-68 Magnetic properties of V/Fe/Bi/MgO multilayer 
characterized by spin-wave spectroscopy

〇Risa Miyakaze1, Kouhei Nawaoka1, Minori Goto1, 3, 
Yoshishige Suzuki1, 2, 3, Shinji Miwa1, 3

1.Osaka Univ., 2.NIMS, 3.CSRN

   14p-P10-69 フェリ磁性TbFeCo 薄膜における異常ホール効果の膜厚
依存性

安藤 亮 1, 〇小峰 啓史 1, 佐藤 汐莉 2, 金田 真悟 2, 原 嘉
昭 2

1.茨大工, 2.茨城高専

  E 14p-P10-70 Influence of Pd layer insertion at Fe/MgO interface on 
spin-wave dynamics

〇(D)Joko Suwardy1, Kohei Nawaoka1, Minori 
Goto1, 2, Yoshishige Suzuki1, 2, Shinji Miwa1, 2

1.Osaka Univ., 2.CSRN

  E 14p-P10-71 Influence of Dzyaloshinskii-Moriya Interaction on 
Magnetic Droplet Nucleation under In-Plane Field

〇(P)Sanghoon Kim1, Peong-Hwa Jang2, Duck-Ho 
Kim1, Takuya Taniguchi1, Takahiro Moriyama1, 
Kab-Jin Kim1, 4, Kyung-Jin Lee2, 3, Teruo Ono1

1.Kyoto Univ., 2.Korea Univ., 3.KU-KIST GSCST, 4.
KAIST

  E 14p-P10-72 Voltage effect on the spin-wave eigenmodes in the 
65-nm-diameter CoFeB nanomagnet

〇(P)Jaehun Cho1, 2, Shinji Miwa1, 2, Kay Yakushiji3, 
Shingo Tamaru3, Hitoshi Kubota3, Akio Fukushima3, 
Shinji Yuasa3, Yoshishige Suzuki1, 2, 3

1.Osaka Univ., 2.CSRN, 3.AIST

  E 14p-P10-73 Fabrication of high current density organic thin-film diode 
with rare-earth electrode

〇Koki Shimose1, Takeshi Kawabe1, Kohei 
Nawaoka2, Minori Goto1, 2, 3, Yoshishige Suzuki1, 2, 3, 
Shinji Miwa1, 2, 3

1.Osaka  Univ., 2.Osaka Univ., 3.CSRN

  奨 E 14p-P10-74 Quasi antiferromagnetic layer by 90 degree magnetic 
coupling through magnetic oxide layer II

〇Gen Nagashima1, Yudai Hirayama1, Hiromi Yuasa1 1.Kyushu Univ.

  奨 E 14p-P10-75 Quasi antiferromagnetic layer by using 90°magnetic 
coupling through Fe-O layer I

〇Yudai Hirayama1, Nagashima Gen1, Yuasa Hiromi1 1.Kyushu.Univ

  奨 E 14p-P10-76 Control of spin mixing conductance by ferromagnetic 
layer insertion into YIG/Pt interface

〇Ryohei Nakamura1, Sho Inami1, Fumiya Nakata1, 
Hiromi Yuasa1, 2

1.Kyushu Univ., 2.JST PRESTO

   14p-P10-77 静磁表面波の非相反性におけるアンテナ形状依存性 〇柴田 晃治 1, 笠原 健司 1, 眞砂 卓史 1 1.福岡大理
  奨 E 14p-P10-78 Spin Seebeck voltage enhancement by large spin Hall 

angle materials
〇Fumiya Nakata1, Ryohei Nakamura1, Sho Inami1, 
Hiromi Yuasa1, 2

1.Kyushu Univ., 2.JST PRESTO

   14p-P10-79 両極性非磁性伝導体におけるスピン流モードの自律発生
とホール抵抗の共鳴増大

〇酒井 政道 1 1.埼大理工

  奨 E 14p-P10-80 Increase of spin current in nano-constricted spin valves 〇Sho Inami1, Ryohei Nakamura1, Fumyia Nakata1, 
Hiromi Yuasa1, 2

1.Kyushu Univ., 2.JST PRESTO

  E 14p-P10-81 Magnetic moments of Co-phthalocyanine grown on 
Fe(001)

〇Takeshi Kawabe1, Koki Shimose1, Takuya 
Tsukahara2, Kohei Nawaoka2, Minosri Goto1, 2, 4, 
Yoshinori Kotani3, Tetsuya Nakamura3, Yoshishige 
Suzuki1, 2, 4, Shinji Miwa1, 2, 4

1.Osaka Univ., 2.Osaka  Univ., 3.JASRI, 4.CSRN

  奨 E 14p-P10-82 Temperature dependence of the spin-orbit torque in 
perpendicularly magnetized Pt/Co and Pd/Co system

〇(D)Yuki Hibino1, Tomohiro Koyama1, Chiba 
Daichi1

1.Univ. of Tokyo

   14p-P10-83 MnGa/Ta薄膜における電流誘起磁化反転 〇滝川 真弘 1, 2, 鈴木 和也 1, 小野 敦央 1, 佐々木 悠
太 1, 2, 水上 成美 1

1.東北大 WPI-AIMR, 2.東北大工

  奨 E 14p-P10-84 Spin valve effect in Si-based spin valve devices with a 
nano-scale Si channel

〇(D)Dinhhiep Duong1, Masaaki Tanaka2, Namhai 
Pham1, 2

1.Tokyo Inst. Tech, 2.Tokyo Univ.

   14p-P10-85 逆構造GGG/Pt/YIG積層膜のスピンゼーベック効果 〇野末 竜弘 1, 吉川 貴史 2, 3, 新関 智彦 3, 針井 一哉 3, 
西橋 勉 1, 村上 裕彦 1, 齊藤 英治 2, 3, 4

1.（株）アルバック, 2.東北大 金研, 3.東北大 
WPI-AIMR, 4.原研

   14p-P10-86 強磁性体TbFeCoを電極に用いた両極性伝導体ScH2 の直
流ホール効果測定

〇佐藤 枢 1, 西間木 誠 1, 飯笹 圭太郎 1, 酒井 政道 1, 樋
口 宏二 2, 北島 彰 2, 大島 明博 2, 長谷川 繁彦 3, 黒川 雄
一郎 3, 粟野 博之 3

1.埼大院理工, 2.阪大産研, 3.豊田工大

  E 14p-P10-87 Growth and characterization of MnGa thin films on BiSb 
topological insulator

〇(D)Nguyen HuynhDuy Khang1, Pham Nam Hai1 1.Tokyo Institute of Technology

  奨 E 14p-P10-88 Film Structure Dependence of Current Induced Magnetic 
Domain Wall Motion
in Pt/Co/Pd System

〇(M2)Yicheng Guan1, Tomohiro Koyama1, Daichi 
Chiba1

1.The Univ. of Tokyo

10 スピントロニクス・マグネティクス / Spintronics and Magnetics
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  E 14p-P10-89 Time-resolved x-ray magnetic circular dichroism 
measurements of Fe(Pt,Pd) thin films

〇(M2)Kohei Yamamoto1, 2, Kou Takubo1, Yasuyuki 
Hirata1, 2, Yuichi Yokoyama1, 2, Susumu Yamamoto1, 2, 
Takuo Ohkochi3, Toyohiko Kinoshita3, Takeshi Seki4, 
Koki Takanashi4, Shik Shin1, Iwao Matsuda1, 2, Hiroki 
Wadati1, 2

1.ISSP, Univ. of Tokyo, 2.Dept. of Phys, Univ. of Tokyo, 
3.JASRI, 4.IMR, Tohoku Univ.

   14p-P10-90 GdFeCo層/FePt微粒子群 微小不均一界面構造による磁
気緩和増大検討

〇二川 康宏 1, 吉川 大貴 1, 植田 涼平 1, 田中 万裕 1, 塚
本 新 1

1.日大理工

  E 14p-P10-91 Radio-frequency signal amplification by spin torque 
driven ferromagnetic resonance in magnetic tunnel 
junctions

〇Minori Goto1, 3, Yosuke Wakatake1, Ugwumsinachi 
Kalu Oji1, Shinji Miwa1, 3, Hitoshi Kubota2, Kay 
Yakushiji2, Akio Fukushima2, Shinji Yuasa2, 
Yoshishige Suzuki1, 2, 3

1.Osaka Univ., 2.AIST, 3.CSRN

   14p-P10-92 InSb薄膜ホール素子による微小磁場計測 〇眞砂 卓史 1, 笠原 健司 1, 柴崎 一郎 2 1.福岡大理, 2.野口研究所
   14p-P10-93 磁場と光を利用した非接触シャフトフリーモーターの開

発
〇種部 千遥 1, 岡野 佑亮 1, 池添 泰弘 1 1.日工大工

   14p-P10-94 磁場と光を用いた非接触2次元コンベアの開発 〇岡野 佑亮 1, 種部 千遥 1, 廣田 憲之 2, 池添 泰弘 1 1.日工大工, 2.国立研究開発法人物質・材料研究機構
   14p-P10-95 間欠回転磁場下で配向させたDyBa2Cu3Oy 粉末の粒径と

配向度の関係
〇堀井 滋 1, 2, 西岡 寛広 1, 有本 樹 1, 野津 乃祐 1, 土井 
俊哉 1, 2

1.京大院エネ科, 2.JST/A-STEP

   14p-P10-96 LLIP法による強磁場中でのリゾチームの結晶化Ⅲ 〇尾野藤 哲也 1, 岡部 俊也 1, 多々良 萌音 1, 山本 勲 1 1.横国大院
  奨 14p-P10-97 液-液界面析出法による氷の結晶作製に対する磁場効果

IV
〇(B)中田 晃太朗 1, 木元 沙絵 1, 山本 勲 1 1.横国大院工

   14p-P10-98 強磁場下における弱磁性粒子のチェーン構造形成の研究 〇(M1)片山 大輔 1, 米畑 龍斗 1, 安藤 努 1, 廣田 憲之 2 1.日大生産工, 2.物材機構
CS.6 10.1,10.2,10.3,10.4コードシェアセッション「新規スピン操作方法および関連現象」  
/ 10.1/10.2/10.3/10.4 Code-sharing session "Emerging control-methods of magnetization and related phenomena"
3/15(Wed.) 13:15 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 501会場

 13:15 E 15p-501-1 Influence of Cr doping on voltage-controlled magnetic 
anisotropy effect at an ultrathin Fe/MgO interface

〇Takayuki Nozaki1, Anna Koziol-Rachwal1, 2, Yoichi 
Shiota1, Shingo Tamaru1, Hitoshi Kubota1, Akio 
Fukushima1, Yoshishige Suzuki1, 3, Shinji Yuasa1

1.AIST, 2.AGH Univ., 3.Osaka Univ.

 13:30 E 15p-501-2 Voltage-induced perpendicular magnetic anisotropy 
change and switching in Ta/(CoxFe100-x)80B20 multilayers

〇Yoichi Shiota1, Takayuki Nozaki1, Shingo Tamaru1, 
Kay Yakushiji1, Hitoshi Kubota1, Akio Fukushima1, 
Shinji Yuasa1, Yoshishige Suzuki1, 2

1.AIST, 2.Osaka Univ.

 13:45 奨 E 15p-501-3 Electric field effect on perpendicular magnetic anisotropy 
in Ta/CoFeB/Mg1-xTixO

〇(P)Tiar Ikh1, Shinya Kasai1, Pohan Cheng1, 2, Koki 
Mukaiyama1, Tadakatsu Ohkubo1, Kazuhiro Hono1, 2

1.National Institute for Materials Science, 2.University 
of Tsukuba

 14:00  15p-501-4 高精度X線磁気円二色性分光による外部電圧下における
Fe超薄膜の磁気モーメントの評価

〇塚原 拓也 1, 河辺 健志 1, 下瀬 弘輝 1, 古田 大志 1, 宮
風 里紗 1, 縄岡 孝平 1, 後藤 穣 1, 4, 野崎 隆行 2, 湯浅 新
治 2, 小谷 佳範 3, 豊木 研太郎 3, 鈴木 基寛 3, 中村 哲
也 3, 鈴木 義茂 1, 4, 三輪 真嗣 1, 4

1.阪大院基, 2.AIST, 3.JASRI, 4.阪大CSRN

 14:15 奨 E 15p-501-5 Electric-field effect on stiffness constant investigated by 
spin-wave resonance in nanoscale MgO/CoFeB magnetic 
tunnel junctions

〇(M2C)Takaaki Dohi1, Shun Kanai1, 2, 3, Fumihiro 
Matsukura1, 2, 3, 4, Hideo Ohno1, 2, 3, 4, 5

1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CSRN, 
Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 5.CIES, 
Tohoku Univ.

 14:30  15p-501-6 電圧制御型スピントロニクスメモリ（ＶｏＣＳＭ） 〇清水 真理子 1, 與田 博明 1, 井口 智明 1, 大沢 裕一 1, 
下村 尚治 1, 白鳥 聡志 1, 杉山 英行 1, 加藤 侑志 1, 上口 
裕三 1, ブヤンダライ アルタンサルガイ 1, 鴻井 克彦 1, 
及川 壮一 1, 石川 瑞恵 1, テイワリ アジヤイ 1, 池上 一
隆 1, 斉藤 好昭 1, 黒部 篤 1

1.東芝

 14:45 奨 E 15p-501-7 Electrically controlled magnetism in ferromagnetic Pt 〇(DC)KIHIRO YAMADA1, Motohiro Suzuki2, 
Abdul-Muizz Pradipto1, 3, Tomohiro Koyama4, 
Sanghoon Kim1, Kab-Jin Kim1, Shimpei Ono5, 
Takuya Taniguchi1, Hayato Mizuno1, Fuyuki Ando1, 
Kent Oda1, Haruka Kakizakai1, Takahiro Moriyama1, 
Kohji Nakamura3, Daichi Chiba4, Teruo Ono1

1.ICR, Kyoto Univ., 2.SPring-8/JASRI, 3.Mie Univ., 
4.The Univ. of Tokyo, 5.CRIEPI

 15:00 E 15p-501-8 Substrate dependence of electric field effect on magnetic 
anisotropy in the Pt/Co/Pd system

〇Yohei Hayashi1, Yuki Hibino1, Takamasa Hirai1, 
Kazumoto Miwa2, Shimpei Ono2, Tomohiro 
Koyama1, Daichi Chiba1

1.The Univ. of Tokyo, 2.CRIEPI

 15:15  15p-501-9 Controlling of voltage-induced SW resonance properties 
in perpendicular nanowires

〇(M2)Xiaorui Ya1, Terumitsu Tanaka1, Kimihide 
Matsuyama1

1.Kyushu Univ.

 15:30  休憩/Break
 15:45 招 15p-501-10 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

イットリウム鉄ガーネットを用いたΨ型干渉器によるス
ピン波多数決回路

〇金澤 直輝 1, 後藤 太一 1, 2, 高木 宏幸 1, 中村 雄一 1, 
ロス キャロライン 3, グラノフスキー アレクサン
ダー4, 関口 康爾 2, 5, 内田 裕久 1, 井上 光輝 1

1.豊橋技科大, 2.JSTさきがけ, 3.マサチューセッツ工科
大, 4.モスクワ大, 5.慶応大

 16:00 E 15p-501-11 Spin-orbit torque induced magnetization switching in Co/
Pt multilayers

〇Butsurin Jinnai1, Chao Liang Zhang2, Aleksandr 
Kurenkov2, Mathias Bersweiler1, Hideo Sato1, 2, 3, 4, 
Shunsuke Fukami1, 2, 3, 4, Hideo Ohno1, 2, 3, 4, 5

1.CSIS, Tohoku Univ., 2.RIEC, Tohoku Univ., 3.CSRN, 
Tohoku Univ., 4.CIES, Tohoku Univ., 5.WPI-AIMR, 
Tohoku Univ.

 16:15 奨 E 15p-501-12 Spin-orbit torque memristor, operated by pulsed currents 〇Aleksandr Kurenkov1, Samik DuttaGupta1, 2, 
Chaoliang Zhang1, William A. Borders1, Shunsuke 
Fukami1, 2, 3, 4, Hideo Ohno1, 2, 3, 4, 5

1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSRN, 3.CSIS, 4.CIES, 5.
WPI-AIMR

 16:30 奨 E 15p-501-13 An Analogue Spin-Orbit Torque Device for an Artificial 
Neural Network

〇(M1)William Andrew Borders1, Hisanao Akima1, 
Shunsuke Fukami1, Satoshi Moriya1, Shouta 
Kurihara1, Aleksandr Kurenkov1, Yoshihiko Horio1, 
Shigeo Sato1, Hideo Ohno1

1.Tohoku University

 16:45 奨 E 15p-501-14 Electric field-induced modulations of anomalous Hall 
effect in an itinerant ferromagnet SrRuO3

〇Hayato Mizuno1, Kihiro Yamada1, Daisuke Kan1, 
Takahiro Moriyama1, Yuichi Shimakawa1, Teruo 
Ono1

1.ICR, Kyoto Univ.

 17:00  休憩/Break
 17:15 E 15p-501-15 Modeling synchronization of spin torque oscillators 

through spin Hall magnetoresistance
〇Tomohiro Taniguchi1 1.AIST

 17:30  15p-501-16 Magnetoresistance due to charge-spin conversion by 
anomalous Hall effect

〇谷口 知大 1, Grollier Julie2, Stiles Mark3 1.産総研, 2.CNRS, 3.NIST

 17:45 奨 E 15p-501-17 Spin Hall magnetoresistance in Erbium Iron Garnet/
Platinum systems

〇Hiroto Sakimura1, Michaela Lemmel2, 3, Matthias 
Althammer3, Stephan Gepraegs3, Kazuya Ando1, 
Rudolf Gross2, 3, Sebastian T. B. Goennenwein4

1.Keio Univ., 2.TU Munich, 3.Walther Meissner Inst., 
4.TU Dresden

 18:00 E 15p-501-18 Spin rotation of spin polarized currents in weak 
ferromagnets

〇(M2C)Jeroen Peeters1, Eiiti Tamura1, Minori 
Goto1, 2, Shinji Miwa1, 2, Yoshishige Suzuki1, 2

1.Osaka University, 2.CSRN

 18:15 奨 E 15p-501-19 Spin-torque generator engineered by natural oxidation of 
Cu

〇Yuito Kageyama1, Hongyu An1, Kazuya Ando1 1.Keio Univ.
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CS.6 10.1,10.2,10.3,10.4コードシェアセッション「新規スピン操作方法および関連現象」 / 10.1/10.2/10.3/10.4 Code-sharing session "Emerging control-methods of magnetization and related phenomena" 



10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術） / Emerging materials in spintronics and magnetics (including fabrication and charactrization methodologies)
3/17(Fri.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 501会場

 9:00  17a-501-1 高密度Pt粒子下地利用によるFePtナノ微粒子群形成 〇田中 万裕 1, 三吉 啓介 1, 塚本 新 1 1.日大理工
 9:15 奨 E 17a-501-2 CoFeB thickness dependence of exchange stiffness 

constants in Ta/CoFeB/MgO determined from domain 
structures

〇Naoki Ichikawa1, Takaaki Dohi1, Shun Kanai1, 2, 3, 
Atsushi Okada1, Fumihiro Matsukura1, 2, 3, 4, Hideo 
Ohno1, 2, 3, 4, 5

1.LNS-RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.
CSRN, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 
5.CIES, Tohoku Univ.

 9:30 E 17a-501-3 Effects of nitride and fluoride introduction on 
perpendicular anisotropy at CoFeB/Oxides interfaces

〇(M2C)Itou Ri1, koji kita1 1.univ. of tokyo

 9:45 E 17a-501-4 Anatomy of interfacial spin-orbit coupling in Co/Pd 
multilayers by XMCD and band-structure calculation

〇Jun Okabayashi1, Yoshio Miura2, Hiro Munekata3 1.Univ. of Tokyo, 2.Kyoto Tech., 3.Tokyo Tech.

 10:00 奨 E 17a-501-5 Electronic structure and magnetic properties of magnetic 
dead layers in epitaxial CoFe2O4/Al2O3/Si(111) films 
studied by X-ray magnetic circular dichroism (XMCD)

〇Yuuki Wakabayashi1, Yosuke Nonaka2, Yukiharu 
Takeda3, Shoya Sakamoto2, Keisuke Ikeda2, 
Zhendong Chi2, Goro Shibata2, Yuji Saitoh3, Hiroshi 
Yamagami3, 4, Masaaki Tanaka1, Atsushi Fujimori2, 
Ryosho Nakane1

1.Eng. Univ. of Tokyo, 2.Phys. Univ. of Tokyo, 3.JAEA, 
4.Kyoto Sangyo Univ.

 10:15  休憩/Break
 10:30 奨 E 17a-501-6 Layer structure dependence of effective magnetoelastic 

coupling constant of Co films deposited on a flexible 
substrate

〇Shinya Ota1, Akira Ando2, Tomohiro Koyama1, 
Daichi Chiba1

1.Univ. Tokyo, 2.Murata Co., Ltd.

 10:45  17a-501-7 緩衝層薄膜によるコバルトフェライト薄膜の歪と磁気異
方性制御

〇小野田 浩成 1, 久松 裕季 1, 井上 順一郎 1, 介川 裕
章 2, 柳原 英人 1

1.筑波大学, 2.物材機構

 11:00 E 17a-501-8 Thickness Dependence of Current-Induced Effective 
Magnetic Field in La0.67Sr0.33MnO3/SrTiO3 heterostructure

〇Tatsuro Oyamada1, Takayoshi Katase2, Hiromichi 
Ohta2, Michihiko Yamanouchi2

1.Hokkaido Univ., 2.RIES-Hokkaido Univ.

 11:15 奨 E 17a-501-9 Anisotropic magnetization-direction dependence of band 
structure in the perovskite oxide La0.6Sr0.4MnO3

〇(B)Noboru Okamoto1, Anh Le1, Kento 
Takeshima1, Tatsuya Matou1, Masaaki Tanaka1, 
Shinobu Ohya1

1.The Univ. of Tokyo

 11:30 奨 17a-501-10 磁気光学イメージング用Nd0.5Bi2.5Fe5O12 薄膜の高周波数
特性の評価

〇(D)婁 庚健 1, 松本 悠人 2, 枦 修一郎 2, 石山 和志 2, 
加藤 剛志 3, 岩田 聡 3, 安達 信泰 4, 谷山 智康 5, 石橋 隆
幸 1

1.長岡技科大, 2.東北大, 3.名大, 4.名工大, 5.東工大

 11:45  17a-501-11 スピン偏極STM によるFe 単原子膜中のスキルミオン観
察

〇(M1C)山口 貴之 1, マリ ヘルベ 2, ウルフ ウルフヘ
ケル 2, 山田 豊和 1

1.千葉大院融合, 2.KIT物理

 12:00  17a-501-12 DPC-STEM法による永久磁石の局所磁場分布評価 〇小山 司 1, 久留島 康輔 1, 山家 侑 1, 村上 慎一 1, 原田 
貴弘 1, 大塚 祐二 1

1.（株）東レリサーチ

3/17(Fri.) 13:15 - 15:00 口頭講演 (Oral Presentation) 501会場
 13:15 E 17p-501-1 Tuning the magnetic properties and surface morphology 

of D022 Mn3-δGa film by N doping
〇(PC)Hwachol Lee1, Hiroaki Sukegawa1, Jun Liu1, 
Seiji Mitani1, 2, Kazuhiro Hono1, 2

1.NIMS, 2.Univ. Tsukuba

 13:30 奨 E 17p-501-2 Mn-composition dependence of magnetoresistance ratio 
of Co2MnSi-based giant magneto-resistance devices

〇(M2)Masaki Inoue1, Bing Hu1, Kidist Moges1, 
Kazuumi Inubushi2, Katsuyuki Nakada2, Masafumi 
Yamamoto1, Tetsuya Uemura1

1.Hokkaido Univ., 2.TDK

 13:45 奨 E 17p-501-3 Cobalt concentration dependence of magnetic properties 
in epitaxial (Mn1-xCox)2VAl Heusler thin films

〇Kenji Fukuda1, Mikihiko Oogane1, Yasuo Ando1 1.Tohoku Univ.

 14:00 奨 E 17p-501-4 Detection of antiferromagnetic moments in Heusler-type 
ferromagnet/antiferromagnet epitaxial bilayers

〇Tetsuya Hajiri1, Masaki Matsushita1, Yuan Zhi Ni1, 
Hidefumi Asano1

1.Nagoya Univ.

 14:15  17p-501-5 第一原理計算によるホイスラー合金における立方晶歪み
の制御：磁気異方性の制御に向けて

〇松下 雄一郎 1, 2, Madjarova G.3, 2, Dewhurst J.K.2, 
Sahllcross S.4, Felser C.2, Sharma S.2, Gross E.K.U.2

1.東大院工, 2.マックスプランク研究所, 3.ソフィア大
学, 4.エアランゲン研究所

 14:30  17p-501-6 パルスレーザー蒸着(PLD)装置の高度化および金属薄膜
における表面モフォロジーの評価

〇(B)鈴木 雄太 1, 小嗣 真人 1 1.東理大基礎工

 14:45 E 17p-501-7 Magnetic properties of L10-FeNi fabricated by pulsed 
laser deposition

〇Masato Kotsugi1, Masaki Tomita1, Yuta Suzuki1, 
Masahiro Suzuki1, Ayumi Mori1, Junya Ochiai1, 
Takuo Ohkochi2, Akira Yasui2, Toshio Miyamachi3, 
Fumio Komori3

1.Tokyo. Univ. Sci., 2.JASRI, 3.ISSP

10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術 / Fundamental and exploratory device technologies for spin
3/16(Thu.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 501会場

 9:00 奨 E 16a-501-1 Pulse laser-induced coherent terahertz-wave emission 
from Ta/CoFeB/MgO films

〇(D)yuta sasaki1, 2, Kazuya Suzuki1, Shigemi 
Mizukami1

1.WPI-AIMR, 2.Tohoku Univ.

 9:15 奨 E 16a-501-2 Magnetic Field Angle Dependence of Pulse Laser Induced 
Magnetostatic Surfsce Wave in Permalloy Thin Film

〇Akira Kamimaki1, 2, Satoshi Iihama2, Yuta Sasaki1, 2, 
Yasuo Ando2, Shigemi Mizukami1

1.WPI-AIMR, 2.Tohoku Univ.

 9:30 E 16a-501-3 Microscopic Origin of Dzyaloshinskii-Moriya Interaction 〇(P)Sanghoon Kim1, Kohei Ueda1, 2, Gyungchoon 
Go3, Peong-Hwa Jang3, Kyung-Jin Lee3, 4, Abderrezak 
Belabbes5, Aurelien Manchon5, Motohiro Suzuki6, 
Yoshinori Kotani6, Tetsuya Nakamura6, Kohji 
Nakamura7, Tomohiro Koyama8, Daichi Chiba8, 
Kihiro T. Yamada1, Duck-Ho Kim1, Takahiro 
Moriyama1, Kab-Jin Kim1, 9, Teruo Ono1

1.Kyoto Univ., 2.MIT, 3.Korea Univ., 4.KU-KIST 
GSCST, 5.KAUST, 6.JASRI/SPring-8, 7.Mie Univ., 8.
Univ. of Tokyo, 9.KAIST

 9:45  休憩/Break
 10:00 E 16a-501-4 Large Spin Polarization in Si and the Spin Diffusion term 

observed in Co2FeSi/MgO/n+-Si on Insulator devices
〇(PC)Ajay Tiwari1, Tomoaki Inokuchi1, Mizue 
Ishikawa1, Hideyuki Sugiyama1, Nobuki Tezuka2, 
Yoshiaki Saito1

1.Toshiba Corporation, 2.Tohoku University

 10:15 奨 E 16a-501-5 Investigating initialization-time dependence of nuclear 
spin polarization

〇(DC)Mahmoud Rasly Eldesouky1, Zhichao Lin1, 
Tetsuya Uemura1

1.Hokkaido Univ.

 10:30 奨 16a-501-6 Observation of spin transport in n-type non-degenerate 
germanium using Co2Fe0.4Mn0.6Si Heusler alloy electrodes

〇小池 剛央 1, 大兼 幹彦 1, 高田 哲朗 3, 齋藤 秀和 2, 安
藤 康夫 1

1.東北大院工, 2.産総研, 3.明大理工

 10:45 奨 E 16a-501-7 Analysis of 3-terminal and 4-terminal spin signals in 
Si-based vertical and lateral devices

〇Shoichi Sato1, Ryosho Nakane1, 2, Takato Hada1, 
Masaaki Tanaka1, 3

1.Tokyo Univ., 2.IIEEE, 3.CSRN

 11:00 E 16a-501-8 Saturation of spin drift velocity in Si spin MOSFET under 
high electric field

〇(M1)Soobeom Lee1, Naoto Yamashita1, Yuichiro 
Ando1, Shinji Miwa2, Yoshishige Suzuki2, Hayato 
Koike3, Masashi Shiraishi1

1.Kyoto Univ., 2.Osaka Univ., 3.TDK Coporation

 11:15 奨 E 16a-501-9 Spin injection into a high-mobility two-dimensional 
electron gas in all-epitaxial La0.7Sr0.3MnO3/ LaAlO3/ 
SrTiO3 using spin pumping

〇(M2)Kento Takeshima1, Anh Le Duc1, Tatsuya 
Matou1, Masaaki Tanaka1, Shinobu Ohya1

1.The Univ. of Tokyo

 11:30 奨 E 16a-501-10 Determination of the spin relaxation mechanism in 
oxidized Cu thin films

〇Ryouto Enoki1, Hiromu Gamou1, Makoto 
Kohda1, 2, Junsaku Nitta1, 2

1.Tohoku Univ., 2.Center for Spintronics Research 
Network

 11:45  16a-501-11 CoFe/HfO2/Siスピン注入源の作製と評価 〇清野 稔仁 1, 悪七 泰樹 1, 菅原 聡 1 1.東工大
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10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術 / Fundamental and exploratory device technologies for spin



10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術 / Spin devices, magnetic memories and storages
3/14(Tue.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 501会場

 9:00 E 14a-501-1 Underlayer dependence of magnetoresistance effect in 
tunnel junctions with Co2Fe0.4Mn0.6Si electrodes

〇(D)Mingling Sun1, 2, Shigeki Takahashi3, Takahide 
Kubota2, 4, Yoshiaki Sonobe3, Koki Takanashi2, 4

1.Grad. School of Eng., Tohoku Univ., 2.IMR, Tohoku 
Univ., 3.Samsung R&D Institute Japan, 4.CSRN, Tohoku 
Univ.

 9:15 E 14a-501-2 Enhanced CPP-GMR effect by improved B2 order of 
Co2(Mn0.6Fe0.4)Ge Heusler layer deposited on amorphous 
CoFeBTa underlayer: a quantitative estimation of 
site-disorder by anomalous x-ray diffraction

〇(PC)Songtian Li1, Tomoya Nakatani1, Yuya 
Sakuraba1, Hiroo Tajini2, Takao Furubayashi1, 
Kazuhiro Hono1

1.National Institute for Materials Science, 2.Japan 
Synchrotron Radiation Research Institute/SPring-8

 9:30 E 14a-501-3 Theoretical study for magnetic tunneling junctions 
including semiconductor barriers CuInSe2 and CuGaSe2

〇Keisuke Masuda1, Yoshio Miura1, 2 1.NIMS, 2.KIT

 9:45 E 14a-501-4 Analysis of bulk spin-polarization in Co2FeGa0.5Ge0.5 thin 
films via anisotropic magnetoresistance effect

〇Yuya Sakuraba1, Satoshi Kokado2, Tomoya 
Nakatane1, Li Songtian1, Takao Furubayashi1, Hiroo 
Tajiri3, Yoshio Miura1, 4, Kazuhiro Hono1

1.NIMS, 2.Shizuoka Univ., 3.JASRI, 4.KIT

 10:00 奨 E 14a-501-5 Magnetic tunnel junctions with a Li-substituted MgAl2O4 
barrier

〇Thomas Scheike1, Hiroaki Sukegawa1, Seiji 
Mitani1, 2

1.NIMS, 2.Univ. Tsukuba

 10:15  休憩/Break
 10:30 E 14a-501-6 Effects of layer thickness and microstructure of CPP-

GMR with Ag/InZnO/Zn spacer
〇Tomoya Nakatani1, Taisuke Sasaki1, Songtian Li1, 
Yuya Sakuraba1, Takao Furubayashi1, Kazuhiro 
Hono1

1.NIMS

 10:45 奨 E 14a-501-7 Large magnetoresistance effect in magnetic tunnel 
junctions with a Cu(In0.8Ga0.2)Se2 barrier with a low 
resistance-area product

〇Koki Mukaiyama1, Keisuke Masuda1, Shinya 
Kasai1, 2, Yukiko Takahashi1, Pohang Cheng1, 3, Ikhtiar 
Ikhtiar1, 3, Yoshio Miura1, 4, Tadakatsu Ohkubo1, Seiji 
Mitani1, 3, Kazuhiro Hono1, 3

1.NIMS, 2.RIKEN, 3.Univ. of Tsukuba, 4.Kyoto Inst. of 
Tech.

 11:00 奨 E 14a-501-8 Time-resolved measurement of spin-transfer-torque-
induced magnetization switching in CoFeB-MgO 
magnetic tunnel junctions with perpendicular easy axis

〇(M2)Naoki Ohshima1, Hideo Sato1, 2, 3, 4, Shun 
Kanai1, 2, 4, Shunsuke Fukami1, 2, 3, 4, Justin Llandro1, 4, 
Fumihiro Matsukura1, 2, 4, 5, Hideo Ohno1, 2, 3, 4, 5

1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSRN, Tohoku Univ., 3.CSIS, 
Tohoku Univ., 4.CIES, Tohoku Univ., 5.WPI-AIMR, 
Tohoku Univ.

 11:15 奨 E 14a-501-9 Resonant Magnetization Switching Conditions of an 
Exchange Coupled Bilayer under Spin Wave Excitation

〇(PC)Weinan Zhou1, Toshiki Yamaji2, Takeshi 
Seki1, 3, 4, Hiroshi Imamura2, Koki Takanashi1, 4

1.IMR, Tohoku Univ., 2.AIST, 3.JST PRESTO, 4.CSRN, 
Tohoku Univ.

 11:30 奨 E 14a-501-10 Fabrication of Single Crystalline Magnetoresistive Sensors 
on Polycrystalline Electrode using Three-Dimensional 
Integration Technology

〇(DC)Jiamin CHEN1, 3, Yuya Sakuraba1, Jun Liu1, 
Kay Yakushiji2, Hideki Takagi2, Naoya Watanabe2, 
Akio Fukushima2, Katsuya Kikuchi2, Shinji Yuasa2, 
Kazuhiro Hono1, 3

1.NIMS, 2.AIST, 3.Tsukuba Univ.

 11:45 奨 E 14a-501-11 Magnetic tunnel junctions using perpendicularly 
magnetized synthetic antiferromagnetic reference layer 
for wide-dynamic-range magnetic sensors

〇(D)Takafumi Nakano1, Mikihiko Oogane1, 
Takamoto Furuichi2, Yasuo Ando1, 3

1.Tohoku Univ., 2.DENSO CORP., 3.CSRN

3/14(Tue.) 13:00 - 14:30 口頭講演 (Oral Presentation) 501会場
 13:00 奨 E 14p-501-1 Large spin torque diode voltage by resonant expulsion of 

vortex core
〇Sumito Tsunegi1, Kay Yakushiji1, Akio Fukushima1, 
Yuasa Shinji1, Hitoshi Kubota1

1.AIST

 13:15 E 14p-501-2 Voltage dependence of spectra in elliptical shaped STOs 
with different aspect ratio

〇BOCHONG WANG1, HITOSHI KUBOTA1, KAY 
YAKUSHIJI1, SHINGO TAMARU1, AKIO 
FUKUSHIMA1, SHINJI YUASA1

1.AIST

 13:30 E 14p-501-3 Relation between Emission Power and Diameter of Spin 
Torque Oscillator: Micromagnetic Simulation Study

〇Tomohiro Tanaka1, Atsushi Furuya1, Yuji Uehara1, 
Koichi Shimizu1, Jun Fujisaki1, Hirotaka Oshima2, 
Hitoshi Kubota3, Hiroshi Imamura3

1.Fujitsu Ltd., 2.Fujitsu Labs. Ltd., 3.AIST

 13:45 E 14p-501-4 Magnetization Switching Assisted by Microwave Magnetic 
Field Emitted from a Spin-Torque Oscillator

〇Hirofumi Suto1, Taro Kanao1, Tazumi Nagasawa1, 
Kiwamu Kudo1, Koichi Mizushima1, Rie Sato1

1.Toshiba R&D Center

 14:00 E 14p-501-5 Microwave-assisted magnetization switching using 
double-frequency component of in-plane magnetized 
spin-torque oscillator: Micromagnetic simulation study

〇Taro Kanao1, Hirofumi Suto1, Kiwamu Kudo1, 
Tazumi Nagasawa1, Koichi Mizushima1, Rie Sato1

1.Toshiba R&D Center

 14:15 奨 14p-501-6 垂直方向に結合したCo2(Fe,Mn)Siボルテックスペアにお
ける電流誘起ダイナミクス

〇山本 竜也 1, 関 剛斎 1, 2, 3, 高梨 弘毅 1, 3 1.東北大金研, 2.JSTさきがけ, 3.東北大学スピントロニ
クス学術連携研究教育センター

10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関 / Semiconductor spintronics, superconductor, multiferroics
3/14(Tue.) 14:45 - 15:45 口頭講演 (Oral Presentation) 501会場

 14:45  14p-501-7 強誘電体ゲート電界効果素子を用いたCe添加Si薄膜の
キャリア制御

〇野浪 勇人 1, 宮田 祐輔 1, 桐谷 乃輔 1, 吉村 武 1, 芦田 
淳 1, 藤村 紀文 1

1.大阪府大院工

 15:00 奨 E 14p-501-8 Field effect control of magneto-transport in Si epitaxial 
films doped with Ce by novel doping method using surface 
reconstruction

〇Yusuke Miyata1, Hayato Nonami1, Daisuke Kiriya1, 
Takeshi Yoshimura1, Atsushi Ashida1, Norifumi 
Fujimura1

1.Osaka Pref. Univ.

 15:15 奨 14p-501-9 InAs/InxGa1–xSb ２次元トポロジカル絶縁体における歪み
を用いたバンドエンジニアリング

〇秋保 貴史 1, 入江 宏 1, François Couëdo1, 鈴木 恭
一 1, 小野満 恒二 1, 村木 康二 1

1.NTT物性研

 15:30  14p-501-10 電圧印加高分解能光電子分光による高バルク絶縁性トポ
ロジカル絶縁体Bi2-xSbxTe3-ySey の仕事関数の決定

〇高根 大地 1, 相馬 清吾 2, 3, 佐藤 宇史 1, 3, 高橋 隆 1, 2, 3, 
瀬川 耕司 4, 安藤 陽一 5

1.東北大院理, 2.東北大WPI-AIMR, 3.東北大CSRN, 
4.京都産大理, 5.ケルン大

3/15(Wed.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 501会場
 9:00 E 15a-501-1 Bias and temperature dependence of giant 

magnetoresistance in (In,Fe)As/(Ga,Fe)Sb spin diode
〇Tomohiro Otsuka1, Yuto Arakawa1, Kento 
Nishijima1, Masaaki Tanaka2, NamHai Pham1, 2

1.Tokyo Inst. Tech, 2.Univ. Tokyo

 9:15 奨 E 15a-501-2 High-temperature ferromagnetism in a new n-type 
Fe-doped ferromagnetic semiconductor (In,Fe)Sb

〇Tu Thanh Nguyen1, Nam Hai Pham1, 2, Duc Anh 
Le1, Masaaki Tanaka1

1.Tokyo Univ., 2.Tokyo Tech. Inst.

 9:30 奨 E 15a-501-3 Increase of tunneling magnetoresistance in trilayer 
structures composed of group-IV ferromagnetic 
semiconductor Ge1-xFex, MgO, and Fe

〇Kosuke Takiguchi1, Yuki K. Wakabayashi1, Kohei 
Okamoto1, Yoshisuke Ban1, Masaaki Tanaka1, 
Shinobu Ohya1

1.The Univ. of Tokyo

 9:45 E 15a-501-4 Origin of long-lived spin dynamics in undoped GaAs 
quantum wells

〇Haruki Sanada1, Yoji Kunihashi1, Yusuke Tanaka1, 
Hideki Gotoh1, Koji Onomitsu1, Makoto Kohda2, 
Junsaku Nitta2, Tetsuomi Sogawa1

1.NTT-BRL, 2.Tohoku Univ.

 10:00  15a-501-5 Effect of momentum distribution on cubic Dresselhaus 
spin-orbit interaction in two-dimensional electron gas

〇国橋 要司 1, 眞田 治樹 1, 田中 祐輔 1, 中川原 圭太 2, 
後藤 秀樹 1, 小野満 恒二 1, 好田 誠 2, 新田 淳作 2, 寒川 
哲臣 1

1.NTT物性研, 2.東北大工

 10:15 E 15a-501-6 Spatio-temporal analysis of diffusion-suppressed drift spin 
dynamics

〇Yusuke Tanaka1, Yoji Kunihashi1, Haruki Sanada1, 
Hideki Gotoh1, Koji Onomitsu1, Keita Nakagawara2, 
Makoto Kohda2, Junsaku Nitta2, Tetsuomi Sogawa1

1.NTT-BRL, 2.Tohoku Univ.

 10:30  休憩/Break
 10:45 招 E 15a-501-7 [INVITED]

Signatures of 4pi periodicity in the dynamics of HgTe 
Josephson junctions

〇Russell Stewart Deacon1, Jonas Wiedenmann2, 
Erwann Bocquillon2, Teun Klapwijk1, 3, Seigo 
Tarucha4, 1, Koji Ishibashi1, Laurens Molenkamp2

1.RIKEN CEMs, 2.Universitat Wurzburg, 3.Delft, 
4.University of Tokyo

 11:15 奨 E 15a-501-8 Electrical detection of nuclear spin-echo signals in an 
electron spin injection system

〇Zhichao Lin1, Mahmoud Rasly1, Tetsuya Uemura1 1.Hokkaido Univ.
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10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関 / Semiconductor spintronics, superconductor, multiferroics



 11:30 奨 E 15a-501-9 Giant Spin Accumulation in Si Non-local Devices with 
Fe/MgO Tunnel Contacts

〇Aurelie Marion Spiesser1, Hidekazu Saito1, Yuichi 
Fujita2, Shinya Yamada2, Kohei Hamaya2, Shinji 
Yuasa1, Ron Jansen1

1.AIST, 2.Osaka Univ.

 11:45 E 15a-501-10 Simulation of an edged-illuminated refracting-facet spin 
photodiode

〇(DC)Ronel Intal Roca1, Nozomi Nishizawa1, 
Kazuhiro Nishibayashi1, Hiro Munekata1

1.Tokyo Tech

10.5 磁場応用 / Application of magnetic field
3/14(Tue.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 513会場

 9:00 奨 E 14a-513-1 Detection of magnetic nanoparticles in deep position by 
using pulsed magnetic field

〇(M1)Kenichiro Kuramoto1, Yamamoto Isao1, 
Watanuki Ryuta1

1.Yokohama Nat'l Univ.

 9:15 奨 14a-513-2 強磁場材料プロセスにおける変調回転容器内の流動の可
視化と粒子配向に及ぼす影響

〇上西 陵太 1, 尾方 茉莉佳 1, 安藤 努 1, 廣田 憲之 2 1.日大生産工, 2.物材機構

 9:30  14a-513-3 液-液界面析出法を用いた強磁場によるグリシン結晶の
多形制御

〇横山 尚実 1, 千葉 能久 1, 尾野藤 哲也 1, 山本 勲 1 1.横国大院工

 9:45  14a-513-4 グアニン微結晶を用いたマイクロMHD渦流の可視化 〇茂木 巖 1, 岩坂 正和 2, 青柿 良一 3, 高橋 弘紀 1 1.東北大金研, 2.広島大RNBS, 3.職業大
 10:00  休憩/Break
 10:15 奨 E 14a-513-5 In-field annealing effects on as-melted Mn-Al 〇(M1)Ryota Kobayashi1, Yoshifuru Mitsui1, Rie 

Umetsu2, Kohki Takahashi2, Masaki Mizuguchi2, 
Keiichi Koyama1

1.Kagoshima Univ., 2.IMR, Tohoku Univ

 10:30 E 14a-513-6 Performance test for the quenching furnace in high 
magnetic fields

Misaki Yamashita1, 〇Yoshifuru Mitsui1, Kohki 
Takahashi2, Satoshi Uda2, Keiichi Koyama1

1.Kagoshima Univ., 2.IMR, Tohoku Univ.

 10:45  14a-513-7 擬単結晶化法による微結晶粉末からの四極子結合テンソ
ルの解析

〇久住 亮介 1, 奥村 学 1, 木村 史子 1, 木村 恒久 1, 出口 
健三 2, 大木 忍 2, 藤戸 輝昭 2, 清水 禎 2

1.京大院農, 2.物材機構

 11:00  14a-513-8 高磁場下での紫外線硬化用高濃度スラリー中のセラミッ
ク粒子配向挙動

〇田中 諭 1, 馬場 翔子 1 1.長岡技科大

 11:15  14a-513-9 セルロースナノウィスカーの磁場配向 森井 広起 1, 〇和田 昌久 1, 久住 亮介 1, 木村 史子 1, 木
村 恒久 1

1.京大農

11 超伝導 / Superconductivity
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P7会場

   15a-P7-1 TSFZ法によるBSCCO系単結晶の育成 〇八巻 和宏 1, 村田 健一郎 1, 入江 晃亘 1 1.宇都宮大工
  奨 15a-P7-2 超伝導転移温度の向上を目指したBa-2201相におけるSr

のBa置換
〇羅 添文 1, 加藤 雅恒 1, 野地 尚 1, 小池 洋二 1 1.東北大工

   15a-P7-3 (Ti, Ta)または(Ti, Ga)を添加したNb3Snの上部臨界磁
界及び臨界電流密度特性

〇(M1)田邊 裕也 1, 木内 勝 1, 小田部 荘司 1, 松下 照
男 1, 文珠 義之 2, 水田 泰次 2, 太刀川 恭治 3, 4, 長村 光
造 5

1.九工大情, 2.大阪合金, 3.物材機構, 4.東海大, 5.応科
研

   15a-P7-4 エアロゾルデポジションによる酸化物高温超伝導体
YBa2CuxO7-δ薄膜の作製と評価に関する研究

〇西岡 大輝 1, 金谷 康平 1, 佐藤 祐喜 1, 吉門 進三 1 1.同志社大院理工

   15a-P7-5 低温作製したクラックフリーGdBa2Cu4O8 膜への相変態
熱処理による高Tc - GdBa2Cu3O7-d 膜の作製

〇添田 圭佑 1, 宮地 優悟 1, 舩木 修平 1, 山田 容士 1 1.島根大 総理工

   15a-P7-6 母材粉砕法によるBi系高温超伝導ウィスカーの高速育成
と成長機構検討

〇田中 博美 1, 山本 紗矢香 1, 松本 凌 2, 高野 義彦 2, 武
藤 浩行 3

1.米子高専, 2.物材機構, 3.豊橋技科大

   15a-P7-7 無限層超伝導Sr1-xLaxCuO2 薄膜のLa組成依存性と構造安
定性

〇森岡 享平 1 1.名大院工

   15a-P7-8 パルスレーザーの繰り返し周波数がSmBCO膜の結晶成
長様式に与える影響

〇一野 祐亮 1, 島崎 直人 1, 土屋 雄司 1, 吉田 隆 1 1.名大院工

  奨 15a-P7-9 フッ化ナトリウム添加MgB2 の超伝導臨界電流密度向上 〇(M1C)高橋 夏海 1, 長尾 雅則 1, 綿打 敏司 1, 高野 
義彦 2, 田中 功 1

1.山梨大院クリスタル研, 2.物材機構

   15a-P7-10 伝導冷却によるMgB2 線材の臨界電流特性評価(2) 〇恩地 太紀 1, 水野 伸哉 2, 小林 祐介 1, 赤坂 友幸 1, 石
原 篤 1, 荒井 有気 1, 福本 祐介 1, 富田 優 1, 谷貝 剛 2, 平
野 直樹 3, 新冨 孝和 4, 濱島 高太郎 5

1.鉄道総研, 2.上智大学, 3.中部電力, 4.高エネ研, 5.前
川製作所

   15a-P7-11 MgB2 超電導バルク体の磁化緩和特性 石原 篤 1, 〇赤坂 友幸 1, 恩地 太紀 1, 富田 優 1, 岸尾 光
二 2

1.鉄道総研, 2.東大

  奨 15a-P7-12 RE-123線材の磁気緩和特性に通電電流が与える影響の磁
気顕微法計測

〇久島 宏平 1, 沼田 尚大 1, 東川 甲平 1, 小野寺 優太 1, 
鈴木 匠 1, 井上 昌睦 1, 木須 隆暢 1

1.九州大学

   15a-P7-13 縦磁界効果を利用したRE系超伝導直流電力ケーブルの
臨界電流特性

〇木内 勝 1, 木戸 竜馬 1, 田邊 裕也 1, 小田部 荘司 1, 松
下 照男 1, 八木 正史 2, 福島 弘之 2

1.九工大, 2.古河電工

  E 15a-P7-14 Optimization of Fabrication Conditions for Ultra High-Q 
TiN Superconducting Coplanar Waveguide Resonators

〇Wei Qiu1, Kazumasa Makise1, Hirotaka Terai1 1.NICT

   15a-P7-15 Si-LBOハイブリッド基板を用いた中性子イメージング用
STJ検出器開発

〇田井野 徹 1, 遠藤 壮 1, 藤井 剛 2, 浮辺 雅宏 2, 高木 秀
樹 2, 大久保 雅隆 2, 成瀬 雅人 1, 明連 広昭 1, 大谷 知
行 3

1.埼玉大院, 2.産総研, 3.理研

   15a-P7-16 光ファイバー自己整合型構造を用いた超伝導転移端セン
サの開発(2)

〇小林 稜 1, 2, 服部 香里 1, 渡部 謙一 1, 丹羽 一樹 1, 沼
田 孝之 1, 井上 修一郎 2, 福田 大治 1, 2

1.産総研, 2.日大量科研

   15a-P7-17 X線検出用TES読み出しのためのマイクロ波SQUIDマ
ルチプレクサ

中島 裕貴 1, 2, 〇平山 文紀 2, 神代 暁 2, 山森 弘毅 2, 入
松川 知也 3, 2, 永沢 秀一 2, 日高 睦夫 2, 山崎 典子 1, 満
田 和久 1

1.宇宙研, 2.産総研, 3.東大工

   15a-P7-18 超伝導ストリップ光子検出器の原理実証のための研究 〇全 伸幸 1, 阿部 裕 2, 馬渡 康徳 1, 藤井 剛 1, 佐野 京
佑 2, 山梨 裕希 2, 吉川 信行 2

1.産総研, 2.横国大院工

   15a-P7-19 窒化ニオブチタン薄膜における磁場侵入長の電流依存性 〇(B)前田 瞳 1, 武田 正典 1, 牧瀬 圭正 2, 小嶋 崇文 3, 
島影 尚 4, 寺井 弘高 2

1.静大工, 2.情通機構, 3.国立天文台, 4.茨城大工

   15a-P7-20 YBCO薄膜コプレーナ線路における非線形カイネティッ
クインダクタンスの測定実験

〇後藤 隆志 1, 武田 正典 2, 島影 尚 1 1.茨城大, 2.静岡大

   15a-P7-21 酸化亜鉛電気二重層トランジスタによる二次元電子ガス
と超伝導電極間の接触抵抗の測定

〇成田 智絵 1, 石黒 亮輔 1, 髙柳 英明 2 1.日女大院理, 2.東理大 総研院

11.1 基礎物性 / Fundamental properties
3/15(Wed.) 13:00 - 16:45 口頭講演 (Oral Presentation) 317会場

 13:00  15p-317-1 RE123, RE247における不定比金属組成と超伝導特性 〇下山 淳一 1, 西森 哲太郎 1, 坂口 明斗 1, 齊藤 陽大 1, 
元木 貴則 1

1.青山学院大学

 13:15  15p-317-2 Y247の相生成と超伝導特性に及ぼすCaドープ効果 〇齊藤 陽大 1, 坂口 明斗 1, 元木 貴則 1, 下山 淳一 1 1.青山大理工
 13:30  15p-317-3 双晶を含むRE123の二軸磁場配向における高度配向化 〇有本 樹 1, 堀井 滋 1, 2, 西岡 寛広 1, 野津 乃祐 1, 土井 

俊哉 1, 2
1.京大院エネ科, 2.JST/A-STEP

 13:45  15p-317-4 Molecular beam epitaxy of palladates with square-planar 
coordinated palladium

〇七尾 美子 1, 2, 池田 愛 1, 内藤 方夫 2, 山本 秀樹 1, 
Yoshiharu Krockenberger1

1.NTT BRL, 2.TUAT

 14:00  休憩/Break
 14:15  15p-317-5 希土類金属を用いた複合銀酸化物合成の試み 〇伊藤 陸 1, 七尾 美子 1, 内藤 方夫 1 1.農工大学工
 14:30  15p-317-6 分子線エピタキシー法を用いた遷移金属窒化物の作成 〇山口 紘一 1, 稲葉 颯人 1, 内藤 方夫 1 1.農工大工
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 14:45  15p-317-7 NbNナノワイヤーの輸送特性と磁場誘起超伝導 〇篠崎 文重 1, 牧瀬 圭正 2, 浅野 貴行 3 1.九大院理, 2.情通機構, 3.福井大工
 15:00  15p-317-8 パラジウム-水素系におけるフォノン状態密度の理論的

研究
〇(M2)安西 大地 1, 松尾 繁政 1, 畠中 憲之 1, 荻田 典
男 1, 松田 健一 2, 安塚 周磨 3

1.広島大院総科, 2.日大理工, 3.広工大工

 15:15  休憩/Break
 15:30 奨 15p-317-9 輸送特性から見たNdFeAs(O,F)薄膜の電子状態 〇浦田 隆広 1, 大村 泰斗 1, 石政 陽祐 1, 松本 拓也 1, 畑

野 敬史 1, 飯田 和昌 1, 生田 博志 1
1.名大院工

 15:45 奨 15p-317-10 基板材料による FeSe1－xTex の構造相転移の制御 〇鍋島 冬樹 1, 川合 将敬 1, 浅見 大亮 1, 今井 良宗 2, 前
田 京剛 1

1.東大院総合, 2.東北大院理

 16:00 奨 15p-317-11 電気化学的手法によるFeSe1-xTex 薄膜の超伝導転移温度
制御

〇河野 駿介 1, 浅見 大亮 1, 川合 将敬 1, 鍋島 冬樹 1, 前
田 京剛 1, 上野 和紀 1

1.東大院総合

 16:15  15p-317-12 電気化学析出法によるFeSe1-xTex の合成 〇渡辺 宣朗 1, 増井 孝彦 2, 長船 貴大 1, 笠井 勇佑 1 1.関東学院大理工, 2.近大理工
 16:30 奨 15p-317-13 【注目講演】絶縁層にダイヤモンド薄膜を利用した電極導

入型DACの開発
〇松本 凌 1, 2, 山下 愛智 1, 2, 田中 将嗣 1, 竹屋 浩幸 1, 高
野 義彦 1, 2

1.物材機構, 2.筑波大学

3/16(Thu.) 9:30 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 317会場
 9:30  16a-317-1 3段パルス波形を用いた固有ジョセフソン接合の発熱評

価
〇及川 大 1, 田中 博美 2, 都築 啓太 1, 安藤 浩哉 1, 杉浦 
藤虎 1, 塚本 武彦 1

1.豊田高専, 2.米子高専

 9:45  16a-317-2 高温超伝導体 Bi2212 THz波発振素子の発熱評価に向け
た研究開発

〇田中 大河 1, 柏木 隆成 1, 渡辺 千春 1, 久保 裕之 1, 坂
本 和輝 1, 桂川 拓也 1, 湯浅 拓実 1, 小守 優貴 1, 田邊 祐
希 1, 太田 隆晟 1, 中村 健人 1, 桑野 玄気 1, 山本 卓 2, 辻
本 学 1, 南 英俊 1, 門脇 和男 1

1.筑波大学数理物質, 2.ハッセルト大学

 10:00  16a-317-3 高温超伝導テラヘルツ波発振デバイスのアレイの作製 〇南 英俊 1, 中村 健人 1, 小守 優貴 1, 渡辺 千春 1, 久保 
裕之 1, 坂本 和輝 1, 桂川 拓也 1, 湯浅 拓実 1, 田中 大
河 1, 太田 隆晟 1, 田邊 祐希 1, 桑野 玄気 1, 柏木 隆成 1, 
辻本 学 1, 山本 卓 1, 門脇 和男 1

1.筑波大数理物質

 10:15  16a-317-4 テラヘルツ波発振状態の固有ジョセフソン接合のバイア
ス範囲の検討

〇立木 隆 1, 内田 貴司 1 1.防衛大電気電子

 10:30  休憩/Break
 10:45  16a-317-5 大型ジョセフソン接合スタックにおけるマイクロ波誘起

ステップ
〇松岡 清人 1, 八巻 和宏 1, 入江 晃亘 1 1.宇都宮大工

 11:00  16a-317-6 磁性体／固有ジョセフソン接合／磁性体サンドイッチ構
造における伝導特性（2）

〇村田 健一郎 1, 鬼塚 達也 1, 八巻 和宏 1, 入江 晃亘 1 1.宇都宮大工

 11:15  16a-317-7 MgO/Mg2Si/MgB2 ナノ複合結晶の磁気異方性 上野 勝也 1, 長嶋 廉仁 2, 瀬戸 雄介 1, 松本 恵 1, 櫻井 敬
博 1, 太田 仁 1, 高橋 一志 1, 〇内野 隆司 1

1.神戸大, 2.日本板硝子

 11:30  16a-317-8 YBa2Cu3O7 薄膜表面抵抗のイオン照射効果 〇大嶋 重利 1, 高梨 直希 1, 齊藤 敦 1, 永山 勉 2 1.山大理工, 2.日新イオン機器
11.2 薄膜，厚膜，テープ作製プロセスおよび結晶成長 / Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth
3/16(Thu.) 13:15 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) 318会場

 13:15  16p-318-1 配向Cuテープ上に導電性NbドープSrTiO3 中間層を介し
たYBa2Cu3O7 薄膜の作製

〇(M1)前田 啓貴 1, 森村 岳雄 1, 廣瀬 勝敏 1, 山口 滉
太 1, 堀井 滋 1, 2, 土井 俊哉 1, 2, 一瀬 中 2, 3

1.京大院エネ科, 2.JST-ALCA, 3.電中研

 13:30  16p-318-2 配向Cuを基材としたYBCO線材のための導電性中間層
の作製

〇(M1)廣瀬 勝敏 1, 山口 滉太 1, 前田 啓貴 1, 森村 岳
雄 1, 堀井 滋 1, 2, 土井 俊哉 1, 2, 一瀬 中 2, 3

1.京大院エネ科, 2.JST-ALCA, 3.電中研

 13:45  16p-318-3 電磁鋼板を基材とした酸化物中間層及びYBCO薄膜の作
製

〇(M1)田所 朋 1, 喜多村 康平 1, 堀井 滋 1, 2, 土井 俊
哉 1, 2, 一瀬 中 2, 3

1.京大院エネ科, 2.JST-ALCA, 3.電中研

 14:00 奨 16p-318-4 Vapor-Liquid-Solid成長法を用いて作製したSmBa2Cu3Oy

線材へのSm2BaCuO5 人工ピンニングセンターの導入
〇田尻 修也 1, 一野 祐亮 1, 土屋 雄司 1, 吉田 隆 1 1.名大工

 14:15 奨 16p-318-5 新規ナノロッド材料BaTbO3 のSmBa2Cu3Oy 超伝導薄膜
への導入

〇土屋 雄司 1, 徐 千語 1, 一野 祐亮 1, 一瀬 中 2, 吉田 
隆 1

1.名大工, 2.電中研

 14:30 奨 16p-318-6 積層ハイブリッド人工ピンニングセンターを導入した
BaHfO3 添加SmBa2Cu3Oy 線材の超伝導特性

〇鈴木 啓介 1, 土屋 雄司 1, 一野 祐亮 1, 和泉 輝郎 2, 吉
田 隆 1

1.名大, 2.産総研

 14:45  16p-318-7 YBCOナノコンポジット薄膜においてナノロッド密度と
サイズが磁束ピンニングに及ぼす影響

〇堀出 朋哉 1, 松木田 直樹 1, 石丸 学 1, 松本 要 1, 喜多 
隆介 2, 淡路 智 3

1.九工大工, 2.静岡大, 3.東北大金研

 15:00  休憩/Break
 15:15 奨 16p-318-8 酸素アニール温度がTFA-MOD REBCO線材のキャリア

濃度及び磁場中超伝導特性に及ぼす影響
〇我妻 昂季 1, 佐藤 迪夫 1, 三浦 正志 1, 衣斐 顕 2, 中岡 
晃一 2, 和泉 輝郎 2

1.成蹊大, 2.AIST

 15:30 奨 16p-318-9 中間熱処理がTFA-MOD(Y,Gd)BCO線材の磁場中超伝
導特性に及ぼす影響

〇(M1)村上 智紀 1, 佐藤 迪夫 1, 三浦 正志 1, 衣斐 顕 2, 
中岡 晃一 2, 和泉 輝郎 2

1.成蹊大学, 2.AIST

 15:45 奨 16p-318-10 フッ素フリーMOD法YBCO薄膜へのオキシハライド導
入効果

〇元木 貴則 1, 4, 池田 周平 1, 中村 新一 1, 本田 元気 2, 
永石 竜起 2, 土井 俊哉 3, 4, 下山 淳一 1, 4

1.青学大理工, 2.住友電工, 3.京大エネ科, 4.JST-ALCA

 16:00 奨 16p-318-11 BaZrO3 ナノ粒子がBaFe2(As0.66P0.33)2 薄膜の不可逆磁場に
及ぼす影響

〇大久保 亮紀 1, 佐藤 迪夫 1, 三浦 正志 1, 田辺 圭一 2 1.成蹊大, 2.超電導センシング技術研究組合

 16:15  16p-318-12 低エネルギープロトン照射したFeSe0.5Te0.5 薄膜の磁束ピ
ンニング特性

〇尾崎 壽紀 1, Li Qiang2 1.関学大理工, 2.BNL

 16:30 奨 16p-318-13 絶縁性FeSe 薄膜における電界誘起超伝導に関するチャネ
ル層の影響

〇半沢 幸太 1, 平松 秀典 1, 2, 神谷 利夫 1, 2, 細野 秀
雄 1, 2

1.東工大フロンティア材料研, 2.東工大元素戦略研

 16:45  16p-318-14 MgB2 とSm-1111の超薄膜作製と電気二重層トランジス
タへの展開

〇迫田 將仁 1, 菊地 素之 1, 中島 捷 1, 瀧中 建治 1, 石井 
陽大 1, 内藤 方夫 1

1.農工大工

 17:00  16p-318-15 Cuテープ上に作製したMgB2 薄膜の成膜条件と超伝導特
性の関係

〇高畑 仁志 1, 下田 佑太郎 1, 出店 純弥 1, 堀井 滋 1, 土
井 俊哉 1, 楠 敏明 2, 一瀬 中 3

1.京大院エネ科, 2.日立, 3.電中研

 17:15  16p-318-16 分子線エピタキシー成長による三元窒化物CaNiNの作製 〇稲葉 颯人 1 1.農工大工
11.3 臨界電流，超伝導パワー応用 / Critical Current, Superconducting Power Applications

3/16(Thu.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 318会場
 9:00  16a-318-1 時間依存Ginzburg-Landau方程式を用いた横磁界下にお

ける超伝導体内の磁束線についての研究
〇谷村 賢太 1, 小田部 荘司 1, 木内 勝 1, 馬渡 康徳 2, 松
野 哲也 3

1.九工大, 2.産総研, 3.有明高専

 9:15  16a-318-2 TDGL方程式の数値計算による縦磁場下磁束量子ダイナ
ミクスに及ぼす磁束ピン止め点の影響

〇一野 祐亮 1, 足立 健人 1, 土屋 雄司 1, 吉田 隆 1 1.名大院工

 9:30  16a-318-3 縦磁界下の量子化磁束の運動と反発ピンに関する数値シ
ミュレーション

〇松野 哲也 1 1.有明高専

 9:45  16a-318-4 差分進化法を用いた磁束クリープ・フローモデルのパラ
メータ推定における評価方法の検討

〇小田部 荘司 1, 田口 拓人 1, 鶴田 祐基 1, 伊原 大輔 1, 
木内 勝 1, 船木 亮平 2

1.九工大情報工, 2.九大シス情

 10:00  16a-318-5 ab面に平行な柱状欠陥を導入したa軸配向YBCO薄膜の
磁束ピン止め特性

〇末吉 哲郎 1, 岩永 泰弥 1, 藤吉 孝則 1, 高井 洋輔 2, 向
田 昌志 2, 一瀬 中 3

1.熊大, 2.九大, 3.電中研

 10:15  休憩/Break
 10:30  16a-318-6 パルスレーザ蒸着法により作製した長尺REBCO線材に

おける高磁場下の臨界電流分布の評価とその支配因子に
関する考察

福﨑 貴裕 1, 野田 将平 1, 東川 甲平 1, 鈴木 匠 1, 井上 昌
睦 1, 五十嵐 光則 2, 柿本 一臣 2, 飯島 康裕 2, 〇木須 隆
暢 1

1.九大シス情, 2.フジクラ

 10:45 奨 16a-318-7 長尺REBCO線材の局所臨界電流分布を考慮した大域的
電流密度‐電界特性のモデル化

〇鈴木 匠 1, 福崎 貴裕 1, 辻野 大樹 1, 東川 甲平 1, 井上 
昌睦 1, 木須 隆暢 1

1.九大院シス情
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11.3 臨界電流，超伝導パワー応用 / Critical Current, Superconducting Power Applications



 11:00  16a-318-8 REBCO線材の77K磁場中Jc と低温磁場中Jc の相関に関す
る考察

〇井上 昌睦 1, 鈴木 匠 1, 今村 一孝 1, 東川 甲平 1, 淡路 
智 2, 木須 隆暢 1

1.九大, 2.東北大

 11:15 奨 16a-318-9 BaZrO3 添加量がTFA-MOD (Y0.77Gd0.23)
Ba2Cu3Oy+BaZrO3 線材の縦磁場中超伝導特性に及ぼす影
響

〇(M1)草間 祐 1, 佐藤 迪夫 1, 三浦 正志 1, 木内 勝 2 1.成蹊大, 2.九工大

 11:30  16a-318-10 超伝導バルクを用いた磁気研磨切削装置の評価 〇平松 佑太 1, 高橋 悠 1, 小田部 荘司 1, 木内 勝 1, 鈴木 
恵友 1, 田中 佑季 1

1.九工大情工

 11:45  16a-318-11 高温超伝導線材技術の船舶脱磁への応用（３） 〇廣田 惠 1 1.(任) 艦磁研
11.4 アナログ応用および関連技術 / Analog applications and their related technologies

3/16(Thu.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) F205会場
 9:00  16a-F205-1 La1.85Sr0.15CuO4 ナノストリップの光学応答 〇柴田 浩行 1, 切金 公人 1, 深尾 健太郎 1, 酒井 大輔 1, 

狩元 慎一 2, 山本 秀樹 2
1.北見工大, 2.NTT物性研

 9:15  16a-F205-2 大規模SSPDイメージングアレイの開発に向けた設計 〇藪野 正裕 1, 宮嶋 茂之 1, 三木 茂人 1, 山下 太郎 1, 寺
井 弘高 1

1.情通機構

 9:30  16a-F205-3 SFQ回路を用いた超伝導ナノワイヤ単一光子検出器のタ
イミングジッタ特性評価

〇三木 茂人 1, 2, 藪野 正裕 1, 宮嶋 茂之 1, 山下 太郎 1, 
山本 俊 3, カークウッド ロバート 4, ハドフィールド 
ロバート 4, 寺井 弘高 1

1.情通機構, 2.神戸大, 3.大阪大, 4.グラスゴー大

 9:45  16a-F205-4 超伝導転移端センサにおける臨界電流の評価 〇服部 香里 1, 小林 稜 2, 井上 修一郎 2, 福田 大治 1 1.産総研, 2.日大
 10:00  16a-F205-5 単一超伝導体 Ir を用いた極小ピクセル TES の開発 〇三浦 義隆 1, 入松川 知也 1, 石井 裕也 1, 大野 雅史 1, 

高橋 浩之 1
1.東大工

 10:15  16a-F205-6 Al製超伝導MKID共振器の特性の解析 〇野口 卓, Dominjon Agnes, 関本 裕太郎 1 1.国立天文台
 10:30  休憩/Break
 10:45  16a-F205-7 高周波応用に向けた希塩酸改質による固有ジョセフソン

接合作製
〇高谷 寛 1, 島影 尚 1 1.茨城大学

 11:00  16a-F205-8 高Q値コイルを実現するための高周波用新規超伝導線材
構造の開発

〇關谷 尚人 1, 文珠川 祐輝 1 1.山梨大工

 11:15  16a-F205-9 STM-SQUID顕微鏡の距離変調による試料表面上の局所
磁場計測(2)

〇横町 伝 1, 宮戸 祐治 1 1.阪大基礎工

 11:30 奨 16a-F205-10 超低磁場SQUID-NMRの検討 〇出町 一馬 1, 川越 聡 1, 有吉 誠一郎 1, 田中 三郎 1 1.豊橋技科大
 11:45  16a-F205-11 電磁石を用いた超低磁場SQUID-MRI装置の検討 〇川越 聡 1, 出町 一馬 1, 有吉 誠一郎 1, 田中 三郎 1 1.豊橋技科大
3/16(Thu.) 13:15 - 14:30 口頭講演 (Oral Presentation) 312会場

 13:15  16p-312-1 磁気ナノ粒子の3次元イメージング法の開発 〇牟田 雅浩 1, 辻田 祐也 1, 笹山 瑛由 1, 円福 敬二 1 1.九州大
 13:30 奨 16p-312-2 磁気マーカーを用いた液相でのバイオ物質検出 〇高藤 佳嗣 1, 中村 洸太 1, 入江 康太 1, 円福 敬二 1 1.九州大シス情
 13:45 奨 16p-312-3 HTS-SQUID磁気測定装置を用いたエタノール水溶液の

磁気特性計測
〇中村 勇太 1, 松永 恭暁 1, 一色 良太 1, 堺 健司 1, 紀和 
利彦 1, 塚田 啓二 1

1.岡山大

 14:00 奨 16p-312-4 HTS-SQUID磁気計測装置を用いた磁気ナノ粒子水溶液
の溶媒粘度による磁気特性変化評価

〇一色 良太 1, 中村 勇太 1, 松永 恭暁 1, 堺 健司 1, 紀和 
利彦 1, 塚田 啓二 1

1.岡山大

 14:15 奨 16p-312-5 HTS-SQUIDを用いた電流が作る磁場の周波数特性測定
と交流インピーダンスとの相関性

〇木津 翼 1, 堺 健司 1, 紀和 利彦 1, 塚田 啓二 1 1.岡山大自然

11.5 接合，回路作製プロセスおよびデジタル応用 / Junction and circuit fabrication process, digital applications
3/15(Wed.) 13:15 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) 316会場
 13:15 招 15p-316-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

磁性体を用いた単一磁束量子ルックアップテーブルの高
速動作実証

〇谷口 壮耶 1, 2, 伊藤 大 1, 栗原 卓也 1, 田中 雅光 1, 赤
池 宏之 1, 藤巻 朗 1

1.名大院工, 2.学振特別研究員

 13:30 奨 15p-316-2 磁束量子パラメトロン回路で構成された8入力OR回路
の設計と測定結果

〇高山 広 1, 竹内 尚輝 2, 3, 山梨 裕希 1, 2, 吉川 信行 1, 2 1.横浜国大院工, 2.横浜国大IAS, 3.JST さきがけ

 13:45 奨 15p-316-3 AQFP回路のための8出力パワーディバイダの設計 〇ケイ 育閣 1, 竹内 尚輝 2, 3, 方 コン 1, 山梨 裕希 1, 2, 吉
川 信行 1, 2

1.横浜国大院工, 2.横浜国大IAS, 3.JST さきがけ

 14:00 奨 15p-316-4 AQFP回路を用いた2入力1出力スイッチ回路の提案 〇野副 舞 1, 竹内 尚輝 2, 3, Ayala Christopher2, 山梨 裕
希 1, 2, 吉川 信行 1, 2

1.横浜国大理工, 2.横浜国大IAS, 3.JST さきがけ

 14:15 奨 15p-316-5 単一光子イメージングシステムに向けた64 chイベント
駆動型SFQエンコーダの動作実証

〇宮嶋 茂之 1, 藪野 正裕 1, 山下 太郎 1, 三木 茂人 1, 寺
井 弘高 1

1.情通機構

 14:30 奨 15p-316-6 超伝導ストリップライン検出器における読み出し回路の
評価

〇岩下 颯斗 1, 神谷 恭平 1, 田中 雅光 1, Bozbey Ali2, 
赤池 宏之 1, 藤巻 朗 1

1.名古屋大, 2.TOBB ETU

 14:45 奨 15p-316-7 超伝導ナノストリップに生じる単一磁束量子の直接観測 〇阿部 裕 1, 佐野 京佑 1, 全 伸幸 2, 藤井 剛 2, 馬渡 康
徳 2, 山梨 裕希 1, 吉川 信行 1

1.横浜国大院工, 2.産総研

 15:00 奨 15p-316-8 NbTiN薄膜によるナノ構造CMOSドライバの作製 〇鈴木 雅斗 1, 丸山 晃平 1, 田中 雅光 1, 赤池 宏之 1, 藤
巻 朗 1

1.名大院工

 15:15  休憩/Break
 15:30  15p-316-9 鉄系超伝導体 SmFeAsO1-xFx 薄膜の分子線エピタキシー

成長及びトンネル接合の作製
〇石井 陽大 1, 迫田 將仁 1, 瀧中 建治 1, 内藤 方夫 1 1.東京農工大工

 15:45  15p-316-10 パイ接合を含む超伝導回路のシミュレータの開発と回路
特性の評価

〇杉山 滉 1, 山梨 裕希 1, 吉川 信行 1 1.横浜国大理工

 16:00  15p-316-11 モートに捕捉された磁束が超伝導回路動作に与える影響
の実験評価

〇山梨 裕希 1, 今井 響 1, 吉川 信行 1 1.横浜国大院工

 16:15  15p-316-12 プログラム実行のための最小構成単一磁束量子マイクロ
プロセッサCORE e2の高周波動作評価

佐藤 諒 1, 〇田中 雅光 1, 畑中 湧貴 1, 赤池 宏之 1, 藤巻 
朗 1, 高木 一義 2, 髙木 直史 2

1.名大工, 2.京大情報

 16:30  15p-316-13 直列バイアスSFQ回路用非接触信号伝送回路の動作余裕
度の評価

〇佐野 京佑 1, 2, 阿部 裕 1, 山梨 裕希 1, 吉川 信行 1 1.横浜国大院工, 2.学振特別研究員

 16:45  15p-316-14 断熱型磁束量子パラメトロン回路のグレーゾーンおよび
消費エネルギーの関係の評価

〇松島 孝 1, 山梨 裕希 1, Ortlepp Thomas2, 竹内 尚
輝 1, 吉川 信行 1

1.横浜国大院工, 2.CiS研究所

 17:00  15p-316-15 超伝導位相制御を用いた再構成可能かつ可逆な断熱型磁
束量子パラメトロン論理ゲートの設計と評価

〇伊藤 優希 1, 山梨 裕希 1, 吉川 信行 1 1.横浜国大理工

12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
12.1 作製・構造制御 / Fabrications and Structure Controls

3/14(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 313会場
 9:00  14a-313-1 自己焼結性銀ナノインクの特異な分散安定性と高精細印

刷電極への影響
〇(M2)青島 圭佑 1, 2, 平川 友也 1, 冨樫 貴成 3, 栗原 正
人 3, 荒井 俊人 1, 長谷川 達生 1, 2

1.東大院工, 2.産総研FLEC, 3.山形大

 9:15  14a-313-2 静電塗布法による単分散粒子の生成に向けたノズル先端
形状の検討

〇竹内 啓太 1, 上田 裕之 1, 菊池 昭彦 1, 2 1.上智大理工, 2.上智ナノテクセンター

 9:30  14a-313-3 静電塗布法とイオン液体薄膜を用いた有機単結晶成長方
式の提案

〇(M1)上田 裕之 1, 竹内 啓太 1, 寺田 諒 1, 石井 空良 1, 
菊池 昭彦 1, 2

1.上智大理工, 2.上智ナノテクセンター

 9:45  14a-313-4 インクジェットによる非ニュートン流体の吐出挙動 〇石原 治彦, 木下 静雄, 添田 勝之, 五十川 昌邦, 牧
野 伸顕
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12.1 作製・構造制御 / Fabrications and Structure Controls



 10:00  14a-313-5 インクジェット法によるバクテリオロドプシン視覚情報
処理デバイスの構築 (1)

〇長谷川 裕之 1, 笠井 克幸 1, 山田 俊樹 1, 田中 秀吉 1, 
富成 征弘 1, 梶 貴博 1, 岡田 佳子 2, 大友 明 1

1.情報通信研・未来, 2.電通大院情報理工

 10:15  14a-313-6 グラビアオフセット印刷用銀ナノ粒子インクの作製と微
細配線の形成

〇塩川 大介 1, 2, 泉 小波 1, 2, 熊木 大介 1, 2, 時任 静士 1, 2 1.山形大院理工, 2.山形大ROEL

 10:30  休憩/Break
 10:45  14a-313-7 イオン穿孔膜を用いた酸化チタンナノコーンの作製 〇越川 博 1, 佐藤 裕真 2, 山本 春也 1, 杉本 雅樹 1, 澤田 

真一 1, 八巻 徹也 1, 臼井 博明 3
1.量研機構, 2.群大理工, 3.農工大工

 11:00  14a-313-8 有機表面からの金属原子離脱に基づくレアメタルの3次
元高効率集積蒸着

〇(B)王 陸 1, 松本 彩希 1, 西村 涼 2, 内田 欣吾 2, 辻岡 
強 1

1.阪教大, 2.龍谷大理工

 11:15  14a-313-9 高分子薄膜上への金属有機構造体薄膜の成長制御 〇(M2)大原 浩明 1, 山本 俊介 1, 朱 慧娥 1, 及川 英俊 1, 
三ツ石 方也 1

1.東北大多元研

 11:30  14a-313-10 電着表面処理法により形成された極薄高分子絶縁膜 〇金岡 祐介 1, 中山 健吾 1, 宇野 真由美 1, 櫻井 芳昭 1, 
述金 幸弘 2

1.阪府産技研, 2.ハニー化成(株)

 11:45  14a-313-11 ダイヤモンドナノ粒子電気泳動膜の電子注入層への応用 後藤 洋介 1, 杉本 有莉子 1, 田中 邦明 1, 大石 不二夫 2, 
〇臼井 博明 1

1.東京農工大工, 2.神奈川大理

 12:00  14a-313-12 フレキシブルRFIDタグ応用に向けた低In、Gaドープ塗
布型IGZO- TFTの作製と評価

〇周 真平 1, 田中 光 1, 平山 智章 1, 山内 博 1, 岡田 悠
悟 2, 酒井 正俊 1, 飯塚 正明 3, 工藤 一浩 1

1.千葉大院工, 2.千葉大先進科学センター, 3.千葉大教
育

3/14(Tue.) 13:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 313会場
 13:30  14p-313-1 ビスアゾメチン色素半導体の分子配向膜および単結晶ト

ランジスタにおける電荷輸送特性
〇上原 拓也 1, 2, 横田 裕基 1, Kim Byung-Soon1, 橋爪 
大輔 3, Ribierre Jean-Charles4, 田中 利彦 5, 村中 厚
哉 2, 内山 真伸 2, 6, 松本 真哉 1, 青山 哲也 2

1.横国大, 2.理研, 3.理研CEMS, 4.九大, 5.福島高専, 
6.東大院薬

 13:45  14p-313-2 ルブレン単結晶上の有機鉛ペロブスカイトのエピタキ
シャル成長

〇阿内 悠人 1, 2, 宮寺 哲彦 2, 小金澤 智之 3, 近松 真
之 2, 吉田 郵司 2, 矢口 裕之 1

1.埼玉大工, 2.AIST, 3.JASRI

 14:00  14p-313-3 析出領域制御（ギャップ法）による低分子PBD単結晶の
形状制御

〇寺田 諒 1, 上田 裕之 1, 竹内 啓太 1, 石井 空良 1, 菊池 
昭彦 1, 2

1.上智大理工, 2.上智ナノテク

 14:15  14p-313-4 有機グラフォエピタキシーの分子動力学シミュレーショ
ン 4 - ペンタセン分子堆積過程のシミュレーション -

〇池田 進 1 1.東北大WPI-AIMR

 14:30  14p-313-5 結晶多形を示すアルキルフタロシアニンの単結晶薄膜成
長

〇藤井 彰彦 1, 東 卓也 1, 大森 雅志 1, 宇野 貴志 1, ラマ
ナナリヴォ ミハリ フィデラナ 1, 安西 佑策 1, 中谷 光
宏 1, 北川 貴大 1, 須藤 孝一 2, 尾﨑 雅則 1

1.阪大院工, 2.阪大産研

 14:45 E 14p-313-6 Static vs. Dynamic FTM: Implication of the Solvent 
Evaporation on Casting Thin Floating-Films of Polymer 
Semiconductor

〇(D)MANISH PANDEY1, Atul Shankar Mani 
Tripathi1, Shyam S. Pandey1, Shuichi Nagamatsu2, 3, 
Shuzi Hayase1, 3, Wataru Takashima1, 3

1.LSSE,Kyushu Inst.Tech., 2.CSE, Kyushu Inst.Tech., 
3.RCA Eco-fitting, Kyushu Inst.Tech.

 15:00 E 14p-313-7 Ribbon-shaped floating-film of polythiophene-based 
conjugated polymers for orientation analysis

〇(D)Atul Mani Tripathi1, Manish Pandey1, Shifumi 
Sadakata1, Shyam S. Pandey1, Shuichi Nagamatsu2, 3, 
Shuzi Hayase1, 3, Wataru Takashima1, 3

1.LSSE,Kyushu Inst.Tech., 2.CSE, Kyushu Inst.Tech., 
3.RCA Eco-fitting, Kyushu Inst.Tech.

 15:15 奨 14p-313-8 動的FTM法で形成した高分子半導体浮遊配向膜の配向
マッピング

〇貞方 志文 1, Atul Tripath1, Pandey Manish1, 永松 
秀一 2, Pandey Shyam1, 早瀬 修二 1, 高嶋 授 1

1.九工大院生命体, 2.九工大情

 15:30  休憩/Break
 15:45 E 14p-313-9 Large-Sized Single Crystals of Layered Organic-Inorganic 

Hybrid Perovskite:
Growth and Characterization

〇(D)HUONG MAI DUONGTHI1, Shunpei 
Nobusue1, Hirokazu Tada1

1.Osaka Univ.

 16:00 奨 14p-313-10 層状有機-無機ハイブリッドペロブスカイトの熱伝導特
性

〇信末 俊平 1, Duong Thi Mai Huong1, 後北 寛明 1, 
夛田 博一 1

1.阪大院基礎工

 16:15 奨 14p-313-11 コア－デュアルシェルハイブリッド構造ナノ粒子におけ
る発光増強効果

〇(M1)坂本 直柔 1, 小野寺 恒信 1, 出澤 拓磨 2, 柴田 
穣 2, 及川 英俊 1

1.東北大多元研, 2.東北大院理

 16:30 奨 14p-313-12 テトラピリドポルフィラジンナノ結晶の作製とその溶解
を利用した超強酸用蛍光pHセンサー

〇平井 裕太郎 1, 澤野 文二 2, 高木 斗志彦 2, 藪 浩 3 1.東北大院工, 2.山本化成(株), 3.東北大WPI-AIMR

 16:45 奨 14p-313-13 溶解度・過溶解度曲線より作製したトリフェニルアミン
誘導体単結晶の異方キャリア輸送特性

〇中曽根 康明 1, 長山 智男 1, 2, 梅田 実 1 1.長岡技科大(院), 2.(株)リコー

 17:00 奨 14p-313-14 レーザーアニールによる熱変換有機薄膜の配向制御と
TFT特性評価

〇杉森 達哉 1, 三崎 雅裕 1, 前田 明宏 2, 葛原 大軌 2, 山
田 容子 2, 福島 達也 1, 森本 勝大 1, 小柴 康子 1, 石田 謙
司 1

1.神戸大院工, 2.奈良先端大

 17:15 奨 14p-313-15 ペンタセン薄膜形成に対する窒素添加LaB6 電極パターニ
ングの影響

〇(DC)前田 康貴 1, 大見 俊一郎 1 1.東工大工学院

 17:30 奨 14p-313-16 気液界面に形成したポリドーパミン薄膜と液滴平面化 〇(D)阿部 博弥 1, 末永 智一 1, 2, 藪 浩 2 1.東北大院環境, 2.東北大WPI-AIMR
 17:45 奨 14p-313-17 大気圧プラズマ処理を施したポリイミド配向膜によるネ

マティック液晶のプレチルト角と極角アンカリング強度
〇(B)齊藤 雄介 1, 工藤 幸寛 1, 高橋 泰樹 1 1.工学院大工

3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P8会場
   15a-P8-1 高速分子線セル加熱機構の改良によるプロセス時間の短

縮
〇松本 拓也 1, 信長 賢輝 1, 松原 亮介 2, 鄭 敏喆 1, 小島 
広孝 1, 辨天 宏明 1, 中村 雅一 1

1.奈良先端大物質, 2.静岡大院工

   15a-P8-2 CNF透明紙上ITO薄膜の成膜とその評価 〇丹保 浩行 1, 奈須野 雅明 1, 小幡 勤 1, 岩坪 聡 1 1.富山県工技セ
   15a-P8-3 蒸着重合中の偏光紫外線照射によるポリアゾメチン薄膜

の配向制御
〇(M1)神谷 正紀 1, 松原 亮介 1, 久保野 敦史 1 1.静岡大工

   15a-P8-4 チオール‐エン反応によるカルバゾール高分子膜/無機
界面の改善

〇齋藤 隆喜 1, アドヴィンキュラ ポール 2, アドヴィ
ンキュラ リゴベルト 2, 田中 邦明 1, 臼井 博明 1

1.農工大院工, 2.ケースウェスタンリザーブ大

   15a-P8-5 イオンアシスト蒸着重合によるCu/PTFEの接着強度改
善

〇(M2)河村 拓 1, 田中 邦明 1, 臼井 博明 1 1.農工大院工

   15a-P8-6 Alq3 薄膜へのロータリーカソードAlスパッタダメージ評
価

〇内田 敏治 1, 菅原 洋紀 1, 竹見 崇 1, 青沼 大介 1 1.キヤノントッキ株式会社

   15a-P8-7 イオン液体マイクロ液滴内におけるAlq3 の結晶成長 〇口村 拓也 1, 堀家 匠平 1, 小柴 康子 1, 森本 勝大 1, 福
島 達也 1, 石田 謙司 1

1.神戸大院工

   15a-P8-8 有機EL素子の上部Al電極膜作製における低ダメージス
パッタ法と蒸着法の比較検討

〇星 陽一 1, 小林 信一 1, 澤田 豊 1, 内田 孝之 1, 安田 洋
司 2

1.東京工芸大, 2.神奈川県産技短大

   15a-P8-9 ポリ(ジメチルシロキサン)表面への透明シリカメソ構造
体膜の形成

〇円子 友理 1, 小林 幸平 1, 多賀谷 基博 1 1.長岡技科大工

  奨 E 15a-P8-10 Formation of polymeric organic semiconductor films on 
lyophobic gate insulator surfaces by self-assisted 
flow-coating

〇(M2)Kirill Dmitrievich Bulgarevich1, 2, Kenji 
Sakamoto1, Takeo Minari1, Takeshi Yasuda1, Miki 
Kazushi1, 2

1.NIMS, 2.Univ. of Tsukuba

   15a-P8-11 フラーレン(C60)の溶解性及びミストデポジション法に
よる成膜性の検討

〇(B)田口 理沙子 1, 香取 重尊 1, 織田 真也 2, 人羅 俊
実 2

1.津山高専, 2.フロスフィア

   15a-P8-12 ミストデポジション法における最適吹付け角度の検討と
シリコン酸化膜の成膜

〇平松 考樹 1, 香取 重尊 1, 織田 真也 2, 人羅 俊実 2 1.津山高専, 2.㈱フロスフィア

  奨 15a-P8-13 ヘルスケア応用を指向した大面積印刷型圧力センサの開
発

〇関根 智仁 1, 菅野 亮 1, 田代 智也 1, 松井 弘之 1, 熊木 
大介 1, Fabrice Domingues Dos Santos2, 宮保 淳 3, 時
任 静士 1

1.山形大ROEL, 2.Piezotech, 3.アルケマ株式会社
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12.1 作製・構造制御 / Fabrications and Structure Controls



   15a-P8-14 二酸化炭素を用いた超臨界溶体急速膨張法によるTIPSペ
ンタセン製膜に対する基板設置角度の影響

〇(M1)小林 貴紀 1, 内田 博久 1, 2 1.信州大院理工, 2.金沢大理工

   15a-P8-15 バーコート法によるフタロシアニン薄膜の作製と分子配
向特性

〇中谷 光宏 1, 大森 雅志 1, 藤井 彰彦 1, 尾﨑 雅則 1 1.阪大院工

   15a-P8-16 溶液媒介多形転移によるフタロシアニン誘導体単結晶薄
膜の作製と電気的性質

〇安西 佑策 1, 東 卓也 1, 梶井 博武 1, 藤井 彰彦 1, 尾﨑 
雅則 1

1.阪大院工

   15a-P8-17 ポリジアセチレン誘導体のナノ構造制御と光学特性 〇伊藤 稚菜 1, 加藤 聡 1, 小野寺 恒信 1, 武田 良彦 2, 及
川 英俊 1

1.東北大多元研, 2.物材機構

   15a-P8-18 光照射による有機薄膜の成長方向の制御 飯塚 尚輝 1, 〇殘華 知彦 1, 藤枝 一郎 1 1.立命館大理工
   15a-P8-19 紫外線硬化型3Dプリンタ用ゴム材料の硬化反応その場

観察と反応解析
〇関戸 翔太郎 1, 吉永 尚生 2, 小柴 康子 1, 森本 勝大 1, 
福島 達也 1, 石田 謙司 1

1.神戸大院工, 2.住友ゴム工業

   15a-P8-20 オクタデシルホスホン酸自己組織化単分子膜の熱特性評
価

〇馬場 稔也 1, 大畑 裕介 1, 山本 伸一 1, 番 貴彦 1, Nie 
Heng-Yong2, 大竹 忠 3

1.龍谷大理工, 2.ウェスタンオンタリオ大学, 3.理化総
合研究所

   15a-P8-21 エピタキシャル成長させたπ共役オリゴマーニードル結
晶のpn接合

〇樋口 哲也 1, 鳥井 一輝 1, 佐々木 史雄 2, 柳 久雄 1 1.奈良先端大物質, 2.産総研電子光技術

   15a-P8-22 電界紡糸法を用いた自発分極性カラムナー液晶ファイ
バーの作製と評価

〇國嶋 密道 1, 芦沢 実 1, 宮島 大吾 2, 荒岡 史人 2, 松本 
英俊 1

1.東工大物質理工, 2.理研 CEMS

   15a-P8-23 液中吸着法によるP3HTナノファイバー薄膜の形成 石田 将崇 1, 〇永松 秀一 1, 2, 高嶋 授 2, 3, パンディ シャ
ム 3, 早瀬 修二 2, 3

1.九工大情院, 2.九工大先端エコ, 3.九工大生命体工

   15a-P8-24 ホール輸送性材料となる様々なトリフェニルアミン誘導
体の合成と評価

〇(B)竹井 翼 1, 西原 禎文 2, Robertson Neil3, 帯刀 陽
子 1

1.農工大院工, 2.広島大院理, 3.Univ. of Edinburgh

   15a-P8-25 アルキル鎖をもつ有機半導体の薄膜成長初期過程の温度
依存性

〇葛原 大軌 1, 三浦 慎平 1, 菊池 護 1, 小金澤 智之 2, 廣
沢 一郎 2, 吉本 則之 1

1.岩手大理工, 2.高輝度光科学研究セ

   15a-P8-26 銅 (I) イソシアニド錯体における発光過程の検討 〇早川 拓弥 1, 橋本 雅司 1, 寺前 裕之 1, 阪田 知巳 1 1.城西大理
   15a-P8-27 メラミンを配位子とする発光性Cu(I)錯体の検討 〇谷原 佑輔
  E 15a-P8-28 Fabrication of Magnetic Nanoparticles as Potential 

Contrast Agent for Magnetic Resonance Imaging (MRI)
〇(M2)Chanon Pornrungroj1, Vidumin 
Dahanayake1, William Hickling1, Edward Keuran1, 
Sarah Stoll1

1.Georgetown Univ.

   15a-P8-29 リン酸含有メソポーラスシリカへのアルミニウム(III)キ
ノリン錯体の導入

〇倉上 友里 1, 片岡 卓也 1, 多賀谷 基博 1 1.長岡技科大工

   15a-P8-30 コレステロール誘導体を側鎖とした液晶エラストマーの
フレクソエレクトリック効果と電界応答

〇平岡 一幸 1, 田中 聡太 1 1.東京工芸大工

   15a-P8-31 ESD法を応用した液晶用配向膜電極上限定塗布のパター
ニング精度

〇鈴木 龍介 1, 小澤 竜平 1, 高橋 泰樹 1, 工藤 幸寛 1 1.工学院大

3/16(Thu.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 414会場
 9:00  16a-414-1 側鎖型共役高分子の低次元・高密度集積化 〇(M1)池元 智拾 1, 松井 理恵 1, 山本 俊介 1, 宮下 徳

治 1, 三ツ石 方也 1
1.東北大多元研

 9:15  16a-414-2 アルキルアンモニウム-Au(dmit)2 塩のLB膜における球
晶の生成

〇三浦 康弘 1, 秋山 弘成 1, 杉本 直樹 1, 城石 英伸 2, 高
橋 三男 2

1.桐蔭横浜大院工, 2.東京高専物質工学

 9:30  16a-414-3 Squeezed Out法により有機層に機能性発色団を導入した
有機-無機層状ペロブスカイト薄膜の作製

〇江良 正直 1 1.佐大理工

 9:45  16a-414-4 準弾性レーザー散乱法によるフェリチン分子の気液界面
吸着過程のリアルタイム観測

〇藤田 裕嗣 1, 佐野 健一 1, 池添 泰弘 1 1.日本工業大学

 10:00  16a-414-5 (CH3NH3)PbBr3 ナノ粒子の光吸収と発光現象 〇鈴木 健斗 1, 松石 清人 1 1.筑波大数物
 10:15  休憩/Break
 10:30  16a-414-6 pMAIRS法によるペンタセン薄膜の3次元配向解析 〇塩谷 暢貴 1, 下赤 卓史 1, マーディー リチャード 1, 

枝 和男 2, 長谷川 健 1
1.京大化研, 2.神戸大院理

 10:45  16a-414-7 光干渉計を用いた色素ドープ液晶の屈折・消衰の電場応
答係数分離測定

〇伴内 健太 1, 坂本 盛嗣 1, 野田 浩平 1, 佐々木 友之 1, 
小野 浩司 1

1.長岡技科大

 11:00  16a-414-8 有機蒸着薄膜形成における入射分子温度の測定 〇阿部 峰大 1, 早川 宗孝 2, 下山 陽史 2, 田中 貴章 2, 辻 
朗 2, 高橋 善和 3, 松原 亮介 1, 久保野 敦史 1

1.静岡大工, 2.小島プレス工業(株), 3.(株)TI

 11:15  16a-414-9 微小センサーによる高分解能温度波熱分析法(TWA)と液
晶相転移への応用

〇劉 芽久哉 1, 森川 淳子 1 1.東工大院理工

3/16(Thu.) 13:30 - 15:15 口頭講演 (Oral Presentation) F201会場
 13:30  16p-F201-1 薄膜転写法を用いて作製した有機/有機界面のTOF-

SIMS評価
〇中野 恭兵 1, 但馬 敬介 1, 2 1.理研 CEMS, 2.JSTさきがけ

 13:45  16p-F201-2 溶媒蒸発時間を制御した静電塗布法で成膜した
PTB7-Th:PC71BMの評価

戸田 明日来 1, 高比良 和也 1, 〇福田 武司 1, 斎藤 慎
彦 2, 尾坂 格 2

1.埼玉大, 2.広島大

 14:00  16p-F201-3 DRCN5T/PCBMバルクヘテロ接合膜の溶媒蒸気アニー
リング過程のその場観察

〇(M2)新井 康司 1, 2, 宮寺 哲彦 2, 小金澤 智之 3, 秋山 
雄希 1, 2, 橘 浩昭 2, 吉田 郵司 2, 近松 真之 2, 八木 修平 1, 
矢口 裕之 1

1.埼玉大, 2.産総研, 3.高輝度光科学研究センター

 14:15  16p-F201-4 ツイスト角変化による低電圧駆動液晶表示素子 〇山口 留美子 1 1.秋田大理工
 14:30  16p-F201-5 固化ブルー相液晶の硬さ評価 〇佐々木 一輝 1, 橘 康次郎, 猪狩 俊太郎, 古江 広和 1.東理大基礎工
 14:45  16p-F201-6 PSV-FLCD作製のための添加モノマー種の検討 〇庄司 健一 1, 清水 雄貴 1, 古江 広和 1 1.東理大基礎工
 15:00  16p-F201-7 液晶素子を用いたレーザースペックルノイズの軽減 〇柴瀬 惇志 1, 田邊 希 1, 古江 広和 1 1.東理大基礎工
12.2 評価・基礎物性 / Characterization and Materials Physics

3/14(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 311会場
 9:00  14a-311-1 ドーピングしたホモエピ-ルブレン単結晶のFET移動度 〇大橋 知佳 1, 2, 伊澤 誠一郎 1, 2, 新村 祐介 2, 3, 平本 昌

宏 1, 2, 3
1.総研大, 2.分子研, 3.NEDO

 9:15  14a-311-2 MoO3 ドーピングしたルブレン-ホモエピ単結晶における
ホール効果

〇菊地 満 1, 大橋 知佳 1, 2, 伊澤 誠一郎 1, 2, 平本 昌
宏 1, 2

1.分子研, 2.総研大

 9:30 奨 14a-311-3 電界効果トランジスタにおけるインピーダンス分光法に
よる移動度測定
-移動度の電荷濃度依存性-

〇末永 悠 1, 永瀬 隆 1, 2, 小林 隆史 1, 2, 内藤 裕義 1, 2 1.大阪府大工, 2.大阪府大分子エレクトロニックデバイ
ス研

 9:45  14a-311-4 被覆型有機金属分子ワイヤーのホール移動度の第一原理
計算

〇大戸 達彦 1, 正井 宏 2, 寺尾 潤 3, 松田 若菜 4, 関 修
平 4, 辻 康之 4, 夛田 博一 1

1.阪大院基礎工, 2.東大院新領域, 3.東大院総合文化, 
4.京大院工

 10:00 E 14a-311-5 In situ absorption spectra of free base phthalocyanine thin 
films obtained with the nonlinear photocurrent 
spectroscopy technique.

〇Richard Murdey1 1.Kyoto Univ.

 10:15  14a-311-6 ペンタセン蒸着膜のスピン輸送とその緩和特性 谷 泰雄 1, 近藤 卓哉 1, 手木 芳男 2, 〇仕幸 英治 1 1.阪市大院工, 2.阪市大院理
 10:30  休憩/Break
 10:45  14a-311-7 イオン液体種に強く依存した界面構造形成と電気二重層

FETのキャリア移動度の相関
大野 桜子 1, 名藤 広晃 1, 阪本 康太 1, 今西 哲士 1, 田邉 
一郎 1, 竹谷 純一 2, 〇福井 賢一 1

1.阪大院基礎工, 2.東大院新領域

 11:00  14a-311-8 GISAXSによるペンタセン製膜中の表面形態評価 (I) 〇広沢 一郎 1, 渡辺 剛 1, 小金澤 智之 1, 吉本 則之 2 1.高輝度光科学研究セ, 2.岩手大理工
 11:15  14a-311-9 4端子伝導度測定を用いた鉄フタロシアニン超薄膜の成

長の観察
〇八田 振一郎 1, 奥山 弘 1, 有賀 哲也 1 1.京大院理
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12.2 評価・基礎物性 / Characterization and Materials Physics



 11:30  14a-311-10 ナノセルロース薄膜およびその上に成膜したペンタセン
の結晶構造

〇(B)森 敏彰 1, 鶴田 諒平 1, 山中 宗一郎 1, 小金澤 智
之 2, 細貝 拓也 3, 中山 泰生 1

1.東理大理工, 2.JASRI, 3.産総研

 11:45 奨 14a-311-11 ルブレン単結晶上におけるC60 ヘテロエピタキシャル成
長の温度依存性

〇(M1)鶴田 諒平 1, 水野 裕太 2, 戸上 雄太 1, 松山 槙
吾 1, 山中 宗一郎 1, 森 敏彰 1, 細貝 拓也 3, 小金澤 智
之 4, 中山 泰生 1

1.東理大理工, 2.千葉大院融合, 3.産総研, 4.JASRI

 12:00  14a-311-12 反応溶液中に漂う酸化グラフェン単一片の可視化 佐藤 光 1, 〇佐野 正人 2 1.山形大工, 2.山形大院有機
3/14(Tue.) 13:15 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 311会場

 13:15  14p-311-1 有機半導体単結晶における長スピン寿命とバンド伝導性
の共存

〇鶴見 淳人 1, 窪 孝祥 1, 三津井 親彦 1, 岡本 敏宏 1, 2, 
渡邉 峻一郎 1, 2, 竹谷 純一 1

1.東大新領域, 2.JSTさきがけ

 13:30  14p-311-2 電気化学-減衰全反射-紫外分光測定系による電極と界面
を形成するイオン液体の電子状態研究

〇田邉 一郎 1, 寿山 安紀 1, 福井 賢一 1 1.阪大院基礎工

 13:45  14p-311-3 乾燥過程におけるスクロース添加ゼラチン薄膜中の結合
水の分類

〇大塚 由紀子 1, 白樫 了 1, 平川 一彦 1 1.東大生研

 14:00  14p-311-4 β'-(BEDT-TTF)(TCNQ)結晶における光励起状態の空
間応答と温度依存性

〇南 円香 1, 飯田 亮 2, 酒井 正俊 3, 三野 弘文 4 1.千葉大院教育, 2.千葉大教育, 3.千葉大院工, 4.千葉大
国際教養

 14:15  14p-311-5 ペンタセン単結晶の電子状態に対する大気曝露の効果 〇日笠 正隆 1, 村田 美美 1, 鶴田 諒平 1, 間瀬 一彦 2, 中
山 泰生 1

1.東理大理工, 2.KEK,総研大

 14:30  14p-311-6 低エネルギー放射光でみるコロネン薄膜/グラファイト
界面の電子状態

〇(D)山口 拓真 1, 2, 上羽 貴大 1, 2, 米澤 恵一朗 2, 白石 
龍 1, 2, 出田 真一郎 1, 2, 田中 清尚 1, 2, 解良 聡 1, 2

1.総研大, 2.分子研

 14:45  休憩/Break
 15:00 奨 14p-311-7 PC61BMの結晶性の違いによるPC61BM / α-6T界面の膜

形態と電子構造
〇熊井 拓実 1, 赤池 幸紀 1, 布施 拓也 1, 出窪 俊祐 1, 大
西 瞭 1, 田子 達寛 2, 樫本 祐生 2, 沼田 千尭 2, 大内 駿 2, 
吉田 弘幸 2, 金井 要 1

1.東理大, 2.千葉大

 15:15  14p-311-8 CH3NH3PbI3 薄膜の深さ方向の元素組成分布および電子
構造評価

〇(B)山中 宗一郎 1, 早川 慧 1, 佐藤 友哉 2, 鶴田 諒
平 1, 石井 久夫 2, 間瀬 一彦 3, Ludmila Cojocaru4, 内田 
聡 4, 中山 泰生 1

1.東理大理工, 2.千葉大院融合, 3.KEK、総研大, 4.東大
先端研

 15:30 奨 14p-311-9 結晶系アップコンバージョン材料の三重項励起子拡散の
可視化

〇成島 魁至 1, 平田 修造 1, バッハ マーティン 1 1.東工大院物質理工

 15:45  14p-311-10 有機薄膜界面における電子状態とその起源：Ag(111)基
板上tetraphenyldibenzoperiflanthene

〇白石 龍 1, 2, 上羽 貴大 1, 2, 米澤 恵一朗 2, 山口 拓
真 1, 2, 山根 宏之 1, 2, 小杉 信博 1, 2, 解良 聡 1, 2

1.総研大物理, 2.分子研

 16:00 奨 14p-311-11 オペランド光電子収量分光法による有機トランジスタ構
造における負のキャリア状態の直接観測

〇池上 慶太郎 1, 金城 拓海 1, 佐藤 友哉 1, 田中 有
弥 1, 2, 石井 久夫 1, 2, 3

1.千葉大院融合, 2.千葉大先進, 3.千葉大MCRC

 16:15  14p-311-12 分子集合状態が電子構造へ与える影響: グラファイト上
の単層膜

〇沼田 千尭 1, 米澤 恵一朗 2, 上羽 貴大 2, 3, 田子 達
寛 1, 山根 宏之 2, 3, 小杉 信博 2, 3, 吉田 弘幸 1, 解良 
聡 1, 2, 3

1.千葉大学, 2.分子科学研究所, 3.総研大

 16:30 奨 14p-311-13 励起波長依存型高感度紫外光電子分光による状態密度の
ワイドレンジ計測：計測手法の評価および絶縁性試料へ
の適用

〇佐藤 友哉 1, 金城 拓海 1, 山崎 純暉 1, 石井 久夫 1, 2, 3 1.千葉大院融合, 2.千葉大先進, 3.千葉大MCRC

 16:45  休憩/Break
 17:00  14p-311-14 ナノ体積液体の帯電を活用した分子パターニング 〇(M1)江藤 理杏 1, 大塚 洋一 1, 岩田 太 2, 松本 卓也 1 1.阪大院理, 2.静大工
 17:15  14p-311-15 高感度ポリピロールバイオセンサ（過酸化水素センサ） 〇小野田 光宣 1, Preethichandra D.M.G.2 1.兵庫県大院工, 2.C.Q.Univ.
 17:30  14p-311-16 自己ドープ型ポリアニリンのナノスケール電気物性と

ネットワーク構築
〇宇佐美 雄生 1, 大塚 洋一 1, 内藤 泰久 2, 松本 卓也 1 1.阪大院理, 2.産総研

 17:45  14p-311-17 Ni/カルバゾールオリゴマー/Ni単分子接合の電流電圧特
性

〇美濃出 圭悟 1, アルブレヒト 建 2, 沼井 優一 1, 大戸 
達彦 1, 山田 亮 1, 山元 公寿 2, 夛田 博一 1

1.阪大基礎工, 2.東工大化生研

 18:00 E 14p-311-18 Single Molecular Electrical Property of Perpendicularly 
Connected Porphyrin-imide Molecule Anchored by Thiol 
Group and Porphyrin Ring

〇(M2)Zhijin Chen1, Murni Handayani1, Ryo 
Yamada2, Hirokazu Tada2, Takuji Ogawa1

1.Grad. Sch. Sci. Osaka Univ., 2.Grad. Sch. Eng. Sci. 
Osaka Univ.

 18:15  14p-311-19 ダブルジャンクション型ナノ電極を用いたRu錯体分子膜
の非線形電気伝導特性

〇西嶋 知史 1, 大塚 洋一 1, 松本 卓也 1 1.大阪大学理学部化学科

3/15(Wed.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 311会場
 9:00 招 15a-311-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

三次元走査型力顕微鏡を用いたハードディスク用潤滑層
の分子スケール3次元吸着構造解析

〇宮澤 佳甫 1, 中嶋 脩貴 1, 豊田 真理子 1, 相方 良介 2, 
清水 豪 2, 福間 剛士 1, 3

1.金大院, 2.（株）MORESCO, 3.ACT-C

 9:15  15a-311-2 ケルビン法による液中の電極の仕事関数の測定 〇内山 裕章 1, 田中 有弥 1, 2, 石井 久夫 1, 2, 3 1.千葉大融合, 2.千葉大先進, 3.千葉大MCRC
 9:30  15a-311-3 直流低電界によるソフトイオン化を利用したグリシン分

子のアトムプローブ分析
〇後藤 康仁 1, 羽路 祐紀 1, 入場 紀明 1, 曽根 輔 1, 辻 博
司 1

1.京大院工

 9:45 E 15a-311-4 Dependence of Traps on Organic Magnetic Field Effects 
Studied by Impedance Spectroscopy

〇SongToan Pham1, Hirokazu Tada1 1.Graduate School of Engineering Science, Osaka 
University

 10:00 奨 15a-311-5 STM とDFT によるCu(111)上のクラウンエーテル分子
膜の研究

〇(M1)根本 諒平 1, アユ ノビタ 1, クリューガー 
ピーター1, 細貝 拓也 2, 解良 聡 3, 山田 豊和 1

1.千葉大院融合, 2.産総研, 3.分子研

 10:15 奨 15a-311-6 微小領域へ固定された少数個量子ドットの評価 〇伊藤 裕貴 1, 坂上 弘之 1, 鈴木 仁 1 1.広大先端研
 10:30  休憩/Break
 10:45 奨 15a-311-7 有機半導体薄膜の励起子ダイナミクスのシミュレーショ

ン
〇藤田 貴敏 1 1.分子研

 11:00  15a-311-8 第一原理計算による有機半導体中の金属原子の荷電特性：
キャリア伝導との関係

〇川端 康平 1, 中山 隆史 1 1.千葉大理

 11:15  15a-311-9 フラグメント分子軌道法を用いたペプトイド系の励起子
ダイナミクス計算

〇星 健夫 1, 安部 友樹也 1, 大平 健太郎 1, 藤田 貴敏 2, 
川田 修太郎 3, 望月 祐志 3, 4

1.鳥取大, 2.分子研, 3.立教大, 4.東大生研

 11:30  15a-311-10 液晶SmE相による矢はず構造の形成と有機半導体の電荷
輸送特性

〇大野 玲 1, 新田 武父 1, 高屋敷 由紀子 1, 飯野 裕明 1, 
半那 純一 1

1.東工大未来研

 11:45  15a-311-11 有機半導体のイオン化ポテンシャル・電子親和力に関す
る第一原理計算による研究

〇柳澤 将 1 1.琉球大理

3/16(Thu.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P5会場
   16p-P5-1 有機結晶表面の分子ステップ周辺における金属ナノ結晶

の抑制された核形成
〇(M1)松本 彩希 1, 林 頴 1, 山本 一樹 1, 土肥 愛実 1, 
中村 振一郎 2, 横島 智 3, 内田 欣吾 4, 辻岡 強 1

1.阪教大, 2.理研, 3.東京薬科大, 4.龍谷大理工

   16p-P5-2 走査型プローブ顕微鏡によるDNA単分子鎖の電気的特
性の解明

〇稲見 栄一 1, 國京 大貴 1, 中村 一希 1, 小林 範久 1, 山
田 豊和 1

1.千葉大院融合

   16p-P5-3 高配向TADF分子膜の分子レベル構造と電子状態 〇(DC)長谷川 友里 1, 南 颯人 1, 山田 洋一 1, 佐々木 
正洋 1, 細貝 拓也 2, 中野谷 一 3, 安達 千波矢 3, Enrique 
Ortega4

1.筑波大数理, 2.産総研, 3.九大OPERA, 4.DIPC

   16p-P5-4 トライボ発電の分子的起源解明のための第2次光高調波
発生法によるポリイミド発電層の分極評価

〇田口 大 1, 間中 孝彰 1, 岩本 光正 1 1.東工大

  E 16p-P5-5 Band Bending induced by MoO3 at Organic-Organic 
Interface

〇(D)Alexandre Foggiatto1, Takeaki Sakurai1 1.Univ. of Tsukuba

   16p-P5-6 スズを含む有機無機ペロブスカイト半導体CH3NH3SnBr3

の発光特性
〇中山 慧 1, 松石 清人 1 1.筑波大数物
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12.2 評価・基礎物性 / Characterization and Materials Physics



   16p-P5-7 Si(111)表面へのフェロセン系自己集積化混合単分子膜の
作製

〇(M1)高谷 祐毅 1, 宇都宮 徹 1, 一井 崇 1, 杉村 博之 1 1.京大院工

   16p-P5-8 ペンタセン単結晶上のC60/Pn積層膜の界面制御と励起
子ダイナミクス

〇岩澤 柾人 1, 長谷川 友理 1, 細貝 拓也 2, 松崎 弘幸 2, 
小金澤 智之 3, 山田 洋一 1, 佐々木 正洋 1

1.筑波大数物, 2.産総研, 3.JASRI

   16p-P5-9 分子配向制御による有機半導体膜の縦方向移動度の向上 〇山田 啓太郎 1, 2, 中山 健一 1, 2 1.山形大院理工, 2.阪大院工
   16p-P5-10 TOFおよびEFISHGによるAu/pentacene/polyimide/

ITO素子のキャリア移動度測定
須永 将司 1, 〇田口 大 1, 間中 孝彰 1, 岩本 光正 1 1.東工大

   16p-P5-11 インピーダンス分光法による有機半導体の局在準位密度
分布の高感度測定

〇福留 淳 1, 高田 誠 1, 永瀬 隆 1, 2, 小林 隆史 1, 2, 田中 
作白 3, 宮本 栄一 3, 内藤 裕義 1, 2

1.大阪府大工, 2.大阪府大分子エレクトロニックデバイ
ス研, 3.京セラドキュメントソリューションズ株式会社

   16p-P5-12 ラミネーションコンタクト電極を用いた有機単結晶の電
気伝導特性評価

〇山本 大樹 1, 上田 高寛 1, 岡田 悠悟 2, 酒井 正俊 1, 山
内 博 1, 工藤 一浩 1

1.千葉大院工, 2.千葉大先進科学センター

   16p-P5-13 有機TFTのバイアスストレスと光照射の効果 〇大田 貴士 1, 青木 勇樹 1, 西脇 昂汰 1, 徳田 豊 1, 阿南 
裕穂 2, 加藤 哲弥 2, 片山 雅之 2

1.愛知工大, 2.（株）デンソー

   16p-P5-14 有機表面からの金属蒸気原子離脱現象に基づく最表面ガ
ラス転移点評価

〇辻岡 強 1, 奥田 将基 1 1.大阪教育大

   16p-P5-15 酸化グラフェンのレーザー光源分散性評価装置の試作 〇大竹 亜紗美 1, 内野 聖子 1, 坂口 幸一 1 1.佐賀大院工
   16p-P5-16 界面活性剤の親水基との相互作用を利用した酸化グラ

フェンに含まれる酸素官能基量の評価法
〇牛島 政也 1, 園田 航大 1, 滝澤 登 1, 坂口 幸一 1 1.佐賀大院工

   16p-P5-17 表面増強赤外分光法による島状金薄膜上SAM膜の評価 〇関 洋文 1, 安宅 憲一 2, 井上 敬子 1, Joachim Heberle2 1.東レリサーチセンター, 2.ベルリン自由大学
CS.3 6.6プローブ顕微鏡, 12.2評価・基礎物性のコードシェアセッション / 6.6/12.2 Code-sharing session

3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場
 9:30  16a-301-1 Fe(001)上のフタロシアニン分子膜成長過程 〇稲見 栄一 1, 山田 豊和 1 1.千葉大院融合
 9:45  16a-301-2 AFMによるサファイア/水界面における界面活性剤の分

子スケール三次元吸着構造解析
〇中山 響介 1, 中嶋 脩貴 1, 豊田 真理子 1, 福間 剛士 1, 2 1.金大理工, 2.ACT-C

 10:00  16a-301-3 Si(111)-(  7x  3)-In表面超伝導体へのCuPc/F16CuPcに
よる表面ドーピング

〇山田 洋一 1, 角 直也 1, 佐々木 正洋 1, 吉澤 俊介 2, 内
橋 隆 2

1.筑波大数物, 2.物材機構

 10:15  16a-301-4 ケルビンプローブフォース顕微鏡による有機色素分子／
金属薄膜界面の電子準位アライメント

〇山田 将也 1, 荒木 健人 1, 大塚 洋一 1, 松本 卓也 1 1.阪大院理

 10:30  16a-301-5 電気化学STMと近接場分光の融合による電気化学探針増
強ラマン分光装置の開発

〇横田 泰之 1, 早澤 紀彦 1, 楊 波 1, 數間 惠弥子 1, 
Francesca Celine Catalan1, 金 有洙 1

1.理研

 10:45  16a-301-6 導電性探針AFMを用いたRu二核錯体単分子膜の電気物
性

〇高木 大敬 1, 大塚 洋一 1, 小澤 寛晃 2, 芳賀 正明 2, 松
本 卓也 1

1.阪大院理, 2.中央大理工

 11:00  16a-301-7 複数AFMモードによるstreptavidin－biotin間特異的相
互作用力測定

〇杉本 千奈 1, 宮本 眞之 1, 木南 裕陽 1, 小林 圭 1, 山田 
啓文 1

1.京大工

 11:15  16a-301-8 ナノピペットによるstreptavidin分子注入とその2次元結
晶成長観察

〇濱田 貴裕 1, 木南 裕陽 1, 宮本 眞之 1, 小林 圭 1, 山田 
啓文 1

1.京大工

12.3 機能材料・萌芽的デバイス / Functional Materials and Novel Devices
3/15(Wed.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 416会場

 9:00  15a-416-1 有機p-nへテロ接合を用いた負性抵抗トランジスタの動
作原理の解明

〇(DC)小橋 和義 1, 2, 早川 竜馬 1, 知京 豊裕 1, 若山 
裕 1, 2

1.物材機構, 2.九大院

 9:15  15a-416-2 Time of Flight法を用いたチオフェン骨格を有する双連続
キュービック液晶の電荷キャリア易動度評価

〇向後 潤一 1, 2, 横山 昌憲 2, Christian Dressel3, 石川 
謙 2, Carsten Tschierske3, 荒岡 史人 1

1.理研 CEMS, 2.東工大院, 3.MLU

 9:30  15a-416-3 ラビングによるP3ATフィルムの面外移動度の増加 〇加治屋 大介 1, 小金澤 智之 2, 齋藤 健一 1, 3 1.広大自然セ, 2.高輝度光科学研究セ, 3.広大院理
 9:45  15a-416-4 レーザー照射によるナノ複合薄膜のその場創成 〇宇都 裕貴 1, 樫原 和彦 1, 中嶋 隆 1 1.京大エネ研
 10:00  15a-416-5 液晶エラストマー電界変形の周波数依存性 〇岡部 弘高 1, 門柳 悠太 1, 河野 真也 1, 日高 芳樹 1, 原 

一広 1
1.九大院工

 10:15  休憩/Break
 10:30 奨 15a-416-6 フレキシブル高分子フィルムにおける表面ひずみの曲率

半径依存性
〇山田 航平 1, 福原 素之 1, 赤松 範久 1, 藤川 茂紀 1, 2, 
Barrett Christopher1, 3, 宍戸 厚 1, 4

1.東工大化生研, 2.九大WPI-I2CNER, 3.McGill 
University, 4.JSTさきがけ

 10:45 奨 15a-416-7 新規自己ドープ型導電性高分子の合成と電気特性 〇工藤 一希 1, 箭野 裕一 1, 2, 奥崎 秀典 1 1.山梨大院, 2.東ソー
 11:00 奨 15a-416-8 ウェアラブル応用に向けたエレクトロクロミックディス

プレイへの伸縮性付与と高機能化
〇須田 亘 1, 甲斐 洋行 1, 西澤 松彦 1 1.東北大院工

 11:15  15a-416-9 アルキルスルホン化ポリイミド薄膜の吸湿挙動のX線散
乱および赤外吸収による解析とプロトン伝導性

〇後藤 崚介 1, 原 光生 1, 小野 祐太朗 2, 長尾 祐樹 2, 永
野 修作 3

1.名大院工, 2.北陸先端大, 3.名大VBL

 11:30  15a-416-10 再沈法によるP3HTナノ粒子のサーモクロミズムと結晶
化度

〇末次 輝太 1, 原 光生 1, 永野 修作 2, 志藤 慶志 3, 佐藤 
駿実 3, 増原 陽人 3, 関 隆広 1

1.名大院工, 2.名大VBL, 3.山形大院理工

3/16(Thu.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 416会場
 9:00  16a-416-1 高導電性低次元C60 ポリマー薄膜の形成 〇中谷 真人 1, 梅田 慎太朗 1, 渡邊 真太 1, 尾上 順 1 1.名大院工
 9:15  16a-416-2 緑色有機応力発光材料の合成 岩井 良紀 1, Ranasinghe Manoj2, 奥谷 昌之 1, 〇村上 

健司 1
1.静岡大総合院, 2.静岡大創造院

 9:30  16a-416-3 特異値分解法を用いた有機化合物の吸収スペクトル解析 
- DNAと相互作用するヘミシアニン色素への適用

〇川辺 豊 1, 吉川 俊雄 1, 鈴木 優稀 1 1.千歳科技大

 9:45  16a-416-4 電気光学ポリマーのテラヘルツ発生・検出への応用に向
けた特性評価

〇山田 俊樹 1, 梶 貴博 1, 青木 勲 1, 高木 良博 1, 山田 千
由美 1, 水野 麻弥 1, 齋藤 伸吾 1, 大友 明 1

1.情報通信研究機構

 10:00  16a-416-5 EOポリマーを用いた光変調器の作製と熱安定性(105 ℃)
試験

〇三浦 裕貴 1, 横山 士吉 1, 2 1.九大総理工, 2.九大先導研

 10:15  休憩/Break
 10:30 奨 16a-416-6 エピタキシャル成長させたBP2Tマイクロニードル結晶

の光励起レーザー特性
〇鳥井 一輝 1, 樋口 哲也 1, 阪東 一毅 2, 佐々木 史雄 3, 
柳 久雄 1

1.奈良先端大物質, 2.静岡大院理, 3.産総研電子光技術

 10:45 奨 16a-416-7 高導電PEDOT:PSSの合成とハイブリッド太陽電池への
応用

〇勝山 直哉 1, 奥崎 秀典 1 1.山梨大院

 11:00 奨 16a-416-8 Ｘ線によるフォトクロミック分子の高効率連鎖異性化反
応

〇朝戸 良輔 1, 中嶋 琢也 1, 柳田 健之 1, 岡田 豪 1, 河口 
範明 1, 河合 壯 1

1.奈良先端大

 11:15 奨 16a-416-9 有機強誘電体における強誘電ドメイン壁構造の電界変調
イメージング

〇(M1)上村 洋平 1, 荒井 俊人 1, 堤 潤也 2, 松岡 悟志 2, 
山田 浩之 2, 堀内 佐智雄 2, 長谷川 達生 1, 2

1.東大工, 2.産総研

 11:30 奨 16a-416-10 色素添加液晶充填フォトニック結晶ファイバを利用した
二次元共鳴型ランダムレーザー発振

〇(D)長井 悠佑 1, 梶川 浩太郎 1 1.東工大総合理工

3/16(Thu.) 13:15 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) 416会場
 13:15 招 16p-416-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

有機光デバイスを用いたフレキシブル血中酸素濃度計
〇横田 知之 1, ザーラー ピーター1, カルテンブルー
ナー マーティン 1, 甚野 裕明 1, 松久 直司 1, 北之迫 浩
輝 1, 立花 勇太郎 1, 雪田 和歌子 1, 小泉 真里 1, 染谷 隆
夫 1

1.東大工

 13:30  16p-416-2 溶液内において軸索様成長するPEDOT:PSSの脳型素子
への応用

〇疋田 亘 1, 赤井 恵 1, 2, 浅井 哲也 3, 桑原 裕司 1 1.阪大院工, 2.JST さきがけ, 3.北大院情報

 13:45  16p-416-3 TiO2 メソ多孔体へのポリアニリン電着による 3 次元電池
の作製

〇野見山 輝明 1, 有馬 綾一 1, 有満 智行 1, 税所 健 1, 堀
江 雄二 1, 小ヶ口 晃 2

1.鹿児島大学 院 理工, 2.タカタ株 技術本部
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 14:00  16p-416-4 CNT系熱電変換材料の開発：オニウム塩によるフェルミ
準位の精密制御

〇杉浦 寛記 1, 金澤 吉憲 1, 林 直之 1, 野村 公篤 1 1.富士フイルム（株）

 14:15  16p-416-5 CNT系熱電変換材料の開発：ノニオン系界面活性剤によ
る大気下安定なCNTのnドーピング

〇杉浦 寛記 1, 永田 裕三 1, 金澤 吉憲 1, 林 直之 1, 野村 
公篤 1

1.富士フイルム

 14:30  16p-416-6 ポリアニリン感応膜を用いた電荷転送型センサアレイに
よるガス分布イメージング

〇新名 直也 1, 岩田 達哉 1, 橋詰 賢一 2, 黒木 俊一郎 2, 
澤田 和明 1

1.豊橋技科大, 2.アロマビット

 14:45  休憩/Break
 15:00 奨 16p-416-7 スーパーキャパシタの電極を指向した両親媒性ポリマー

被覆α-MnO2 ナノ粒子の合成およびハニカム構造膜の作
製

〇(M1)松久保 侑馬 1, 島村 宣寛 2, 平井 裕太郎 3, 阿
部 博弥 4, 藪 浩 5, 増原 陽人 1, 6

1.山形大院理工, 2.山形大工, 3.東北大院工, 4.東北大院
環境, 5.東北大WPI-AIMR, 6.有機エレクトロニクス研
究センター

 15:15 奨 16p-416-8 Dual-gate型構造を用いたフレキシブル有機圧力センサの
開発

〇辻 裕司 1, 酒井 平祐 1, 村田 英幸 1 1.北陸先端大マテリアル

 15:30 奨 16p-416-9 電界誘起アルカリ金属イオン拡散駆動型不揮発性C60 分
子メモリ

〇鳥山 裕矢 1, 中谷 真人 1, 渡邊 真太 1, 尾上 順 1 1.名大院工

 15:45 奨 16p-416-10 水晶振動子センサを用いたベンゼンチオール単分子膜に
依存した大気中水分子吸着特性の評価

〇北村 正樹 1, 北村 雅季 1 1.神戸大院工

 16:00 奨 16p-416-11 有機圧電薄膜を用いた多軸計測素子作製とモーションセ
ンシング

〇森本 勝大 1, 小村 将大 1, 小柴 康子 1, 福島 達也 1, 石
田 謙司 1

1.神戸大院工

 16:15 奨 16p-416-12 動的共有結合を用いた有機トランジスタの閾値電圧制御 〇(PC)南木 創 1, 2, 南 豪 1 1.東大生研, 2.学振PD
 16:30  休憩/Break
 16:45  16p-416-13 エレクトロスピニング法で紡糸したポリマ圧電ファイバ

不織布の堆積条件と圧電的性質の関係
〇延島 大樹 1, 石井 佑弥 2, 酒井 平祐 3, 吉田 学 1, 植村 
聖 1

1.産総研, 2.豊技大, 3.北陸先端大

 17:00  16p-416-14 複眼構造を有するカラーセンサアレイの素子特性評価 〇深代 優輝 1, 田村 旺大 1, 山内 博 1, 岡田 悠吾 2, 酒井 
正俊 1, 飯塚 正明 3, 工藤 一浩 1

1.千葉大学大学院工学研究科, 2.千葉大学先進科学セン
ター, 3.千葉大学教育学部

 17:15  16p-416-15 カーボンナノチューブ複合電極を有する超高速容量式湿
度センサと計測システムの開発

〇伊東 栄次 1, 袁 子はん 1 1.信大工

 17:30  16p-416-16 極薄酸化物ナノシートを電子注入層とした逆型高分子有
機EL素子の電気的特性

長谷部 大知 1, 〇伊東 栄次 1 1.信大工

 17:45  16p-416-17 分極処理済みP(VDF-TrFE) 薄膜の転写による電荷転送
型圧力イメージセンサ

〇大石 泰三 1, 岩田 達哉 1, 高橋 一浩 1, 澤田 和明 1 1.豊橋技科大

 18:00  16p-416-18 高速応答多孔質エレクトロクロミック電極の応答速度制
御要因

〇渡邉 雄一 1, 末森 浩司 1, 鎌田 俊英 1 1.産総研

3/17(Fri.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P4会場
   17a-P4-1 ポリシクロペンタジチオフェン類の合成および電子デバ

イス特性
〇Masaki Horie1 1.台湾清華大化工

   17a-P4-2 新規合成法による青色蛍光発光材料の開発 〇矢下 亜紀良 1, 川上 隼人 1, 河合 功治 1, 村井 利昭 2 1.ミヨシ油脂株式会社, 2.岐阜大学
   17a-P4-3 エステル化反応による機能化された酸化グラフェンの合

成
〇平川 あい 1, 島 靖卓 1, 大竹 亜紗美 1, 坂口 幸一 1 1.佐賀大院工

   17a-P4-4 ビススチリルベンゼンのIP値に及ぼすトリフルオロメチ
ル基の位置効果

〇望月 博孝 1 1.産総研　太陽光

   17a-P4-5 コレステリック液晶の厚さ無依存な応答特性 〇井上 曜 1, 服部 真代 1, 森武 洋 1 1.防衛大電気電子
   17a-P4-6 安定なn型単層カーボンナノチューブにおける陽イオン

性アリールクラウンエーテル錯体の役割
〇池田 智博 1, 河合 壯 1, 野々口 斐之 1, 2 1.奈良先端大, 2.JST さきがけ

   17a-P4-7 イミダゾール系ドーパントによるフラーレン誘導体薄膜
のn型ドーピング

〇吉橋 裕二 1, 松原 雅幸 2, 伊藤 彰浩 2, 野田 啓 1 1.慶應大理工, 2.京大院工

   17a-P4-8 THz波イメージングセンサのための高性能有機電界効果
トランジスタの作製

〇中本 裕太 1, 志水 祐貴 1, 鄭 敏喆 1, 小島 広孝 1, 辨天 
宏明 1, 中村 雅一 1

1.奈良先端大物質

   17a-P4-9 Tg 付近での熱処理によるMEH-PPVフィルムの移動度増
加

〇加治屋 大介 1, 小金澤 智之 2, 齋藤 健一 1, 3 1.広大自然セ, 2.高輝度光科学研究セ, 3.広大院理

  奨 17a-P4-10 再沈法によるCH3NH3PbX3 ペロブスカイト中空粒子の作
製

〇(M2)梅本 和輝 1, 雲林院 宏 3, 4, 吉田 司 1, 2, Cigdem 
Yumusak5, Scharber Markus Clark5, Stadler Philipp5, 
White Matthew Schuette6, Sariciftci Niyazi Serdar5, 
増原 陽人 1, 2

1.山形大院理工, 2.有機エレクトロニクス研究センター, 
3.北海道大学電子科学研究所, 4.ルーバン大学, 5.ヨハ
ネスケプラー大学リンツ校, 6.バーモンド大

  奨 17a-P4-11 電荷移動錯体ナノ結晶の作製・評価と有機太陽電池への
応用

〇(M1)武田 将貴 1, 北条 健太 1, 松井 淳 1, Scharber 
Markus Clark3, Stadler Philipp3, Yumusak Cigdem3, 
Sariciftci Niyazi Serdar3, White Matthew Schuette4, 
吉田 司 1, 2, 増原 陽人 1, 2

1.山形大院理工, 2.有機エレクトロニクス研究センター, 
3.ヨハネスケプラー大学リンツ校, 4.バーモント大

   17a-P4-12 気液界面における自己推進型イオンゲルの運動特性と形
状依存性

〇斉藤 あずさ 1, 古川 一暁 1, 手島 哲彦 2, 上野 祐子 2 1.明星大理工, 2.NTT物性基礎研

  奨 17a-P4-13 フレキシブルフィルムの湾曲に伴う表面ひずみと理論表
面ひずみの比較

〇田口 諒 1, 福原 素之 1, 赤松 範久 1, 藤川 茂紀 1, 2, 
Barrett Christopher1, 3, 宍戸 厚 1, 4

1.東工大化生研, 2.九大 WPI-I2CNER, 3.McGill 
University, 4.JSTさきがけ

   17a-P4-14 光アクチュエータとしてのアルキルアミノ芳香族イミド
類の鎖長依存と分子充填が及ぼす効果

〇五島 健太 1 1.九大先導研

   17a-P4-15 アントラセン単結晶のレーザー発振しきい値の温度依存
性

〇(M1)多田 圭佑 1, 市田 正夫 1, 梅津 郁朗 1, 青木 珠
緒 1

1.甲南大理工

   17a-P4-16 ホスフィン誘導体を内包したn型単層カーボンナノ
チューブの熱電特性

〇飯原 友 1, 野々口 斐之 1, 2, 河合 壯 1 1.奈良先端大物質, 2.JSTさきがけ

   17a-P4-17 種々金属薄膜をコートした異方的半球構造の反射スペク
トルの評価

〇砂原 聖高 1, 福田 隆史 2, 江本 顕雄 1 1.同志社大理工, 2.産総研電子光

  E 17a-P4-18 Development of Photovoltaic-based Chemical Sensor on 
Gold Grating Surface Toward Organophosphate Pesticide 
Chlorpyrifos Detection

〇(D)Treenet Thepudom1, 2, Kazunari Shinbo1, 
Keizo Kato1, Futao Kaneko1, Teerakiat Kerdcharoen2, 
Akira Baba1

1.Niigata University, 2.Mahidol University

   17a-P4-19 環拡張クラウンエーテル錯体によりドープしたn型単層
カーボンナノチューブの熱電特性

〇小路山 啓太 1, 河合 壯 1, 野々口 斐之 1, 2 1.奈良先端大物質, 2.JSTさきがけ

   17a-P4-20 ITO電極で有機光導電膜を挟んだ波長選択型受光素子の
特性改善

〇高木 友望 1, 堀 洋祐 1, 堺 俊克 1, 清水 貴央 1, 大竹 
浩 1, 相原 聡 1

1.NHK技研

   17a-P4-21 青色光に感度を持つ有機光導電膜の高効率化 〇堀 洋祐 1, 高木 友望 1, 堺 俊克 1, 清水 貴央 1, 大竹 
浩 1, 相原 聡 1

1.NHK技研

  奨 17a-P4-22 狭エネルギーギャップポリマーを用いた近赤外光熱電変
換素子の作製

〇長谷川 司 1, 芦沢 実 1, 間中 孝彰 2, 川内 進 1, 松本 英
俊 1

1.東工大物質理工, 2.東工大工

  奨 17a-P4-23 ビニル高分子との界面形成に基づくカーボンナノチュー
ブのn型熱電変換特性

〇(DC)堀家 匠平 1, 小柴 康子 1, 森本 勝大 1, 斎藤 
毅 2, 石田 謙司 1

1.神戸大院工, 2.産総研

   17a-P4-24 有機無機ハイブリッド構造を利用した波長依存型双極性
光検出器の創製

〇生野 孝 1, 藤井 俊治郎 2, 1 1.東理大, 2.産総研

   17a-P4-25 印刷法に基くポリマーカンチレバーの作製とセンサ応用 〇金澤 周介 1, 日下 靖之 1, 山本 典孝 1, 牛島 洋史 1 1.産総研FLEC
   17a-P4-26 カーボンナノチューブ―ポリスチレン複合材料の熱電特

性異方性
〇末森 浩司 1, 鎌田 俊英 1 1.産総研
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   17a-P4-27 摩擦転写膜を用いた近赤外偏光発光有機EL素子 〇谷垣 宣孝 1, 鎌田 賢司 1, 中村 浩行 2 1.産総研, 2.シナノケンシ
   17a-P4-28 液晶装荷マイクロ波・ミリ波伝送線路における液晶分子

の運動解析
〇(M1)鈴木 美穂 1, 井上 曜 1, 森武 洋 1 1.防衛大学校

   17a-P4-29 二周波液晶を用いた微細ポリマーファイバー格子による
メモリ性を有する双安定型LCセル

〇渡辺 大貴 1, 工藤 幸寛 1, 高橋 泰樹 1 1.工学院大

   17a-P4-30 TNセルのシア特性と微分干渉観察応用の検討 (Ⅱ） 〇石坂 尚聖 1, 本間 道則 1, 伊東 良太 1, 岡野 圭樹 2, 藤
田 直子 2, 村田 純 2, 村口 元 2, 尾崎 紀昭 2, 能勢 敏明 1

1.秋田県大システム, 2.秋田県大応用生物

   17a-P4-31 3つの液晶配向領域から成る二次元回折格子の光学的特
性

〇高橋 夏輝 1, 本間 道則 1, 能勢 敏明 1 1.秋田県大システム

  奨 17a-P4-32 二周波液晶を用いた高分子安定化BTDS-LCDの製作 〇白井 紀冴 1, 工藤 幸寛 1, 高橋 泰樹 1 1.工学院大工
   17a-P4-33 微細ファイバーを用いた液晶散乱構造によるフレキシブ

ルな光散乱性液晶素子の製作
〇(B)金剌 裕 1, 渡辺 大貴 1, 高橋 泰樹 1, 工藤 幸寛 1 1.工学院大工

   17a-P4-34 マイクロラビング処理法により作製したマイクロパター
ン液晶セルおける分子配向特性

〇安藝 諭宇馬 1, 本間 道則 1, 能勢 敏明 1 1.秋田県大システム

   17a-P4-35 シアノアルコキシビフェニル液晶を用いる熱応答型調光
材料の開発

〇(B)杉山 茉奈 1, 細沼 大樹 1, 関口 雄大 1, 木下 基 1 1.埼工大工

   17a-P4-36 静電容量測定によるTHz液晶デバイスの評価 〇(M1)佐藤 稜輔 1, 伊東 良太 1, 本間 道則 1, 能勢 敏
明 1

1.秋田県立大システム

   17a-P4-37 FDTD法による液晶・誘電体多層構造を有するミリ波偏
向素子の設計

〇田中 将樹 1, 髙橋 源 1, 菅原 星矢 1 1.秋田高専

   17a-P4-38 キャパシタ電極材料を指向した超音波ビーズミルによる
ナノ粒子α-MnO2 の作製及び評価

〇(B)島村 宣寛 1, 松久保 侑馬 2, 有田 俊彦 3, 増原 陽
人 2, 4

1.山形大工, 2.山大院理工, 3.東北大多元研, 4.山形大有
機エレクトロニクスセンター

   17a-P4-39 金属酸化物-有機混合薄膜の熱電特性の評価 〇(M1)高比良 和也 1, 増澤 聡介 1, 福田 武司 1 1.埼玉大理工
3/17(Fri.) 13:15 - 15:45 口頭講演 (Oral Presentation) 416会場

 13:15 奨 17p-416-1 配光可変型光拡散液晶フィルムの光拡散分布と内部構造
の評価

〇堀井 勇哉 1, 西澤 真裕 1, 柴田 陽生 1, 石鍋 隆宏 1, 藤
掛 英夫 1

1.東北大工

 13:30 奨 17p-416-2 高コントラストフレキシブル反射型ディスプレイ用のね
じれVA方式液晶の配向安定化

〇(B)久下 湧太郎 1, 柴田 陽生 1, 石鍋 隆宏 1, 藤掛 英
夫 1

1.東北大工

 13:45 奨 17p-416-3 ストレッチャブル液晶ディスプレイに向けた
色素ドープ型液晶ゲル膜の電気光学特性

〇(B)齋藤 椋介 1, 柴田 陽生 1, 石鍋 隆宏 1, 藤掛 英夫 1 1.東北大工

 14:00  17p-416-4 液晶性有機半導体を含む微小共振器における共振器ポラ
リトンの観測

〇坂田 智裕 1, 鈴木 信 1, 山本 達也 1, 可児 信隆 1, 舟橋 
正浩 1, 中西 俊介 1, 鶴町 徳昭 1

1.香川大工

 14:15  17p-416-5 発光性サブミクロンファイバの光導波性評価と電極形成 〇石井 佑弥 1, 大森 啓翔 1, 里園 翔太 1, 西村 誠一郎 1, 
福田 光男 1

1.豊技大

 14:30  休憩/Break
 14:45  17p-416-6 回折格子を直接掘削した有機結晶の発光特性 山本 浩之 1, 稲田 雄飛 1, 〇山雄 健史 1, 堀田 収 1 1.京工繊大材料化学
 15:00  17p-416-7 Si3N4/EOポリマー光変調器の作製と低電圧動作 〇佐藤 洸 1, 横山 士吉 1, 2 1.九大総理工, 2.九大先導研
 15:15  17p-416-8 配向ナノファイバー／ネマティック液晶複合素子を用い

たテラヘルツ波位相制御
〇森武 洋 1, 小林 寛昌 1, ドン クォック トアン 1, 井上 
曜 1

1.防衛大電気電子

 15:30  17p-416-9 液晶マイクロドロップレットによるフォトニックナノ
ジェット生成と共焦点顕微鏡観察

〇松井 龍之介 1, 2, 佃 和弥 1 1.三重大院工, 2.三重大極限ナノエレ

12.4 有機EL・トランジスタ / Organic light-emitting devices and organic transistors
3/14(Tue.) 13:15 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 302会場

 13:15  14p-302-1 DFB共振器を有する高分子LEC 〇張 亭午 1, 坂上 知 1, 竹延 大志 1 1.名古屋大工
 13:30  14p-302-2 変位電流と発光強度の同時測定による電気化学発光セル

の過渡特性解析
〇野口 裕 1, 日下田 哲也 1, 米川 文広 2 1.明治大, 2.日本化学工業

 13:45  14p-302-3 架橋型イオン伝導性ポリマーを用いたフローズンジャン
クション型発光電気化学セル(LEC)の作製と特性評価

〇(M1C)趙 哲行 1, 西出 宏之 1, 錦谷 禎範 1, 内田 聡
一 2, 西村 涼 2

1.早大理工, 2.JXエネルギー(株)

 14:00 奨 14p-302-4 電荷注入バランス制御による高効率電気化学発光セルの
実現

〇(M2)高木 真那人 1, 酒井 平祐 1, 村田 英幸 1 1.北陸先端大マテリアル

 14:15 奨 14p-302-5 インピーダンス分光による動作している有機発光ダイ
オードにおける電荷輸送特性評価-電荷移動度・再結合
定数・局在準位分布の決定-

〇高田 誠 1, 永瀬 隆 1, 2, 小林 隆史 1, 2, 内藤 裕義 1, 2 1.大阪府立大, 2.大阪府立大分子エレクトロニックデバ
イス研

 14:30 奨 14p-302-6 フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析法を用
いた有機EL素子の劣化解析

〇重松 沙樹 1, 宮里 朗夫 1, 酒井 平祐 1, 村田 英幸 1 1.北陸先端大先端科学技術

 14:45  休憩/Break
 15:00 奨 14p-302-7 高効率深赤色有機 EL 素子を実現するジベンゾフラン誘

導体ホスト材料群
〇伊藤 聖 1, 笹部 久宏 1, 2, 3, 永井 勇次 2, 大沼 夏樹 2, 大
久 哲 3, 城戸 淳二 1, 2, 3, 4

1.山形大工, 2.山形大院有機, 3.山形大有機エレ研セ, 
4.山形大有機材料フ

 15:15 奨 14p-302-8 高効率深青色有機 EL のためのピリミジン誘導体 TADF 
材料の 励起エネルギー状態制御

〇大澤 達矢 1, 小松 龍太郎 2, 笹部 久宏 1, 2, 3, 中尾 晃
平 2, 早坂 裕哉 2, 城戸 淳二 1, 2, 3

1.山形大工, 2.山形大院有機, 3.山形大有機エレ研セ

 15:30 奨 14p-302-9 リン光有機EL素子の長寿命化に適したTADFホスト材
料の設計指針

〇岩崎 有希子 1, 深川 弘彦 1, 清水 貴央 1, 藤崎 好英 1, 
山本 敏裕 1

1.NHK放送技術研究所

 15:45 奨 14p-302-10 時間相関単一光子計数法を用いたTADF 材料の蛍光寿命
測定

〇丹羽 顕嗣 1, 長谷山 翔太 1, 小林 隆史 1, 2, 永瀬 隆 1, 2, 
合志 憲一 3, 4, 安達 千波矢 3, 4, 内藤 裕義 1, 2

1.大阪府大工, 2.大阪府大RIMED, 3.九大OPERA, 4.九
大JST-ERATO

 16:00  14p-302-11 高平面・縮環構造の熱活性化遅延蛍光材料を導出可能な
新規分子設計

〇儘田 正史 1, 2, 稲田 工 1, 2, 小簑 剛 1, 2, 中野谷 一 1, 2, 
安達 千波矢 1, 2, 3

1.九大OPERA, 2.JST,ERATO, 3.WPI-I2CNER

 16:15  休憩/Break
 16:30  14p-302-12 動的核偏極固体NMRによる有機半導体非晶膜の配向解

析
〇鈴木 克明 1, 久保 勝誠 1, Fabien Aussenac2, Frank 
Engelk2, 福島 達也 1, 梶 弘典 1

1.京大化研, 2.ブルカーバイオスピン

 16:45 E 14p-302-13 Fivefold Enhancement in the Stability of Organic Light 
Emitting Diodes with the Addition of a ZAO-based 
Non-evaporable Getters Pumps

〇(M2)Duy Cong Le1, Shiho Oyama1, Enrico 
Maccallini2, Marco Urbano2, Tommaso Porcelli2, 
Fabrizio Siviero2, Heisuke Sakai1, Hideyuki Murata1

1.Japan Adv. Inst. of Sci. and Tech., 2.SAES Getters 
S.p.A

 17:00  14p-302-14 クレイポリマーナノコンポジット膜を用いて製作した標
準ガスバリアフィルムの水蒸気透過特性

〇吉田 肇 1, 蛯名 武雄 2, 新井 健太 1, 小畠 時彦 1, 石井 
亮 2, 相澤 崇史 2, 鈴木 麻美 2

1.産総研工学計測, 2.産総研化学プロセス

 17:15  14p-302-15 複合指数関数を用いた蛍光OLEDの輝度劣化曲線解析 〇松本 怜 1, Le Cong Duy1, 白鳥 瑞穂 1, 酒井 平祐 1, 
村田 英幸 1

1.北陸先端大先端科学技術

 17:30  14p-302-16 塗布型電子注入層による有機EL素子の低電圧化と長寿命
化

〇千葉 貴之 1, 夫 勇進 1, 引地 達也 1, 井出 貴文 1, 河田 
総 1, 大久 哲 1, 城戸 淳二 1

1.山形大院有機材料シス

 17:45  14p-302-17 塗布型タンデム有機EL素子における
電子注入層/電荷発生層の駆動機構解析

〇春日 恒祐 1, 夫 勇進 1, 大久 哲 1, 千葉 貴之 1, 城戸 淳
二 1

1.山大院有機材料シス

3/15(Wed.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 302会場
 9:00  15a-302-1 有機LED動作におけるキャリヤペアの電流検出ESRによ

るモニタリング
〇鐘本 勝一 1, 畑中 秀人 1 1.大阪市大院理

 9:15  15a-302-2 青色発光低分子材料ADN薄膜デバイスの電荷状態の
ESR分光

〇(M1)大澤 文也 1, 佐藤 豪 1, 丸本 一弘 1, 2, 3 1.筑波大数物, 2.筑波大学学際セ, 3.JST ALCA

 9:30  15a-302-3 Cast-capping法によるペロブスカイト系半導体EL素子の
開発：フェニル系カチオン

〇佐々木 史雄 1, Nguyen Van-Cao2, 柳 久雄 2 1.産総研電子光技術, 2.奈良先端大物質
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12.4 有機EL・トランジスタ / Organic light-emitting devices and organic transistors



 9:45 E 15a-302-4 Centrifugal Coated Quasi-2D CsPb2Br5 Emitter Layer for 
Perovskite Light-Emitting Diodes and Lasing

〇Chuanjiang Qin1, 2, Toshinori Matsushima1, 2, 
Atura. S. D Sandanayaka1, 2, Chihaya Adachi1, 2

1.OPERA Kyushu Univ., 2.JST ERATO

 10:00 E 15a-302-5 Continuous-wave lasing from organic semiconductor films 〇(P)SANGARANGE DONATULA 
SANDANAYAKA1, 2, T. Matsushima1, 2, 3, F. 
Bencheikh1, 2, K. Yoshida1, M. Inoue1, T. Fujihara4, K. 
Goushi1, 2, J.-C. Ribierre1, 2, C. Adachi1, 2, 3

1.OPERA, Kyushu Univ., 2.JST/ERATO, 3.I2CNER, 
Kyushu Univ., 4.ISIT

 10:15  休憩/Break
 10:30 招 15a-302-6 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

層間フラストレーションを用いた大面積単一分子層有機
半導体超薄膜の作製と薄膜トランジスタへの応用

〇荒井 俊人 1, 2, 井上 悟 2, 3, 浜井 貴将 1, 2, 峯廻 洋美 2, 
熊井 玲児 4, 長谷川 達生 1, 2

1.東大院工, 2.産総研 FLEC, 3.日本化薬, 4.高エネ研

 10:45  15a-302-7 ポリシルセスキオキサンゲート絶縁膜の表面平坦化によ
るペンタセン薄膜トランジスタのキャリア移動度向上

〇道浦 大祐 1, 中原 佳夫 1, 宇野 和行 1, 田中 一郎 1 1.和歌山大システム工

 11:00  15a-302-8 電着表面処理法によって形成された極薄ゲート絶縁膜を
有する有機トランジスタ

〇中山 健吾 1, 金岡 祐介 1, 宇野 真由美 1, 櫻井 芳昭 1, 
述金 幸弘 2

1.阪府産技研, 2.ハニー化成（株）

 11:15  15a-302-9 金電極上のペンタセンの結晶構造 〇林 稔晶 1, 廣木 正伸 1, 藤原 聡 1 1.NTT物性研
 11:30  15a-302-10 SuPR-NaP高精細印刷銀電極を用いた有機トランジスタ

の低電圧駆動
〇(M1)北原 暁 1, 2, 青島 圭佑 1, 2, 堤 潤也 2, 峯廻 洋
美 2, 荒井 俊人 1, 長谷川 達生 1, 2

1.東大工, 2.産総研FLEC

3/16(Thu.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 302会場
 9:00  16a-302-1 電気二重層有機トランジスタのゲート操作におけるキャ

リア生成ダイナミクスの分光観測
〇飯田 彬斗 1, 鐘本 勝一 1 1.阪市大院理

 9:15  16a-302-2 第一原理計算に基づく量子波束ダイナミクスを用いた
様々な有機半導体の移動度評価

〇石井 宏幸 1, 小林 伸彦 1 1.筑波大数物

 9:30  16a-302-3 CMS imgaingによるP(VDF-TrFE)をゲート絶縁層とす
るpentacene FETのチャネル内のキャリヤ分布と分極反
転の解析

〇大塚 貴子 1, 田口 大 1, 間中 孝彰 1, 岩本 光正 1 1.東工大・理工

 9:45 奨 16a-302-4 有機薄膜トランジスタの高速時間発展ゲート変調イメー
ジング

〇松岡 悟志 1, 2, 堤 潤也 1, 鎌田 俊英 1, 2, 長谷川 達
生 1, 3

1.産総研, 2.筑波大数理, 3.東大工

 10:00 奨 16a-302-5 表面偏析単分子膜による有機薄膜トランジスタの移動度
向上

〇真弓 智裕 1, 2, 但馬 敬介 2 1.東大院工, 2.理研CEMS

 10:15 奨 16a-302-6 層状有機半導体Ph-BTBT-C10単結晶薄膜トランジスタ
におけるトンネル輸送と巨大アクセス抵抗の起源

〇浜井 貴将 1, 荒井 俊人 1, 峯廻 洋美 2, 井上 悟 2, 3, 長
谷川 達生 1, 2

1.東大物工, 2.産総研FLEC, 3.日本化薬

 10:30  休憩/Break
 10:45  16a-302-7 蓄積電荷法による金属/ペンタセン界面の電荷注入障壁

の測定
〇(M1)大塚 理人 1, 角屋 智史 1, 荻野 晃成 1, 佐藤 井
一 1, 横松 得滋 2, 前中 一介 2, 山田 順一 1, 田島 裕之 1

1.兵庫県大物質理, 2.兵庫県大工

 11:00  16a-302-8 有機無機ペロブスカイトトランジスタにおける接触抵抗
の影響

〇松島 敏則 1, 2, 3, Hwang Sunbin1, 寺川 しのぶ 1, 藤原 
隆 4, Sandanayaka Atula S. D.1, 3, Qin Chuanjiang1, 3, 
Adachi Chihaya1, 2, 3

1.九大OPERA, 2.九大I2CNER, 3.JST/ERATO, 4.ISIT

 11:15  16a-302-9 液晶性フタロシアニンのバーコート配向薄膜を用いた電
界効果トランジスタの作製と電気的異方性

〇(D)大森 雅志 1, 中谷 光宏 1, 梶井 博武 1, 藤井 彰
彦 1, 尾﨑 雅則 1

1.阪大院工

 11:30  16a-302-10 リフトオフによる微細S/D電極形成とOFETのデバイス
特性

〇廣木 瑞葉 1, 前田 康貴 1, 大見 俊一郎 1 1.東工大工学院

 11:45  16a-302-11 ボトムゲート - ボトムコンタクトPh-BTBT-10 電解効果
トランジスタのバイアス-ストレス評価

〇國井 正文 1, 飯野 裕明 1, 半那 純一 1 1.東工大　未来研

3/17(Fri.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P5会場
   17a-P5-1 異なる炭素長配位子のCuInZnS量子ドットを用いた

QLED評価
〇牧 純也 1, 菱沼 賢智 1, 佐々木 宏尚 1, 福田 武司 1, 鎌
田 憲彦 1, 本多 善太郎 1

1.埼玉大理工

   17a-P5-2 InP/ZnS量子ドットを用いた発光素子の高効率化に関す
る研究

〇佐々木 宏尚 1, 菱沼 賢智 1, 牧 純也 1, 福田 武司 1, 鎌
田 憲彦 1, 本多 善太郎 1

1.埼玉大

   17a-P5-3 リン光有機EL素子の高効率化に必要な発光層構成と電荷
輸送層の相関

〇(M2)川野 裕之 1, 清水 貴央 2, 山本 敏裕 2, 深川 弘
彦 1, 2

1.東理大院理, 2.NHK技研

   17a-P5-4 異なるアミン比を有するポリエチレンイミンを電子注入
材料として用いた逆構造有機発光ダイオード

〇真弓 隆洋 1, 高田 誠 1, 森井 克行 2, 永瀬 隆 1, 3, 小林 
隆史 1, 3, 内藤 裕義 1, 3

1.大阪府大工, 2.株式会社 日本触媒, 3.大阪府大分子エ
レクトロニックデバイス

   17a-P5-5 デンドリマー熱活性化遅延蛍光材料を用いた塗布型逆構
造有機発光ダイオードの作製

〇石原口 賢太 1, 永瀬 隆 1, 2, 小林 隆史 1, 2, アルブレヒ
ト 建 3, 山元 公寿 3, 内藤 裕義 1, 2

1.大阪府立大, 2.大阪府立大分子エレクトロニックデバ
イス研, 3.東工大化生研

   17a-P5-6 Super Yellowを発光層に用いた逆構造有機発光ダイオー
ドの特性とキャリア輸送特性

〇横川 聡士 1, 高田 誠 1, 永瀬 隆 1, 2, 小林 隆史 1, 2, 内藤 
裕義 1, 2

1.大阪府大工, 2.大阪府大分子エレクトロニックデバイ
ス研

   17a-P5-7 外部量子効率25%を超える熱活性化型遅延蛍光材料を用
いた青色有機EL素子の開発

〇久保 勝誠 1, 三輪 卓也 1, 志津 功將 1, 小簑 剛 2, 安達 
千波矢 2, 3, 梶 弘典 1

1.京大化研, 2.九大OPERA, 3.JST, ERATO

   17a-P5-8 Tn 準位を考慮した4準位モデルによる熱活性化遅延蛍光
材料の評価

〇川手 大輔 1, 長谷山 翔太 1, 丹羽 顕嗣 1, 小林 隆
史 1, 2, 永瀬 隆 1, 2, 合志 憲一 3, 4, 安達 千波矢 3, 4, 内藤 
裕義 1, 2

1.大阪府大工, 2.大阪府大RIMED, 3.九大OPERA, 4.九
大JST-ERATO安達分子エキシトン工学プロジェクト

   17a-P5-9 トリフルオロメチル置換誘導体を発光層に用いたTPCO
積層型有機EL素子

〇石上 陽菜 1, 土器屋 翔平 1, 佐々木 史雄 2, 柳 久雄 1 1.奈良先端大物質, 2.産総研電子光技術

   17a-P5-10 プラズマ重合法による有機EL素子用アントラセン高分子
薄膜の作製と評価

〇野村 友樹 1, 宮本 勝成 1, 佐藤 祐喜 1, 吉門 進三 1 1.同志社大院理工

   17a-P5-11 ドナー・アクセプタ型フルオレン系共役高分子を用いた
高分子発光トランジスタの正孔移動度と発光強度改善

〇梶井 博武 1, 橋本 和弥 1, 尾﨑 雅則 1, 大森 裕 1 1.阪大院工

   17a-P5-12 電界誘起光第二次高調波発生法と過渡ELイメージングに
よる有機発光トランジスタのキャリア挙動の評価

波多野 孝慈 1, 〇田口 大 1, 間中 孝彰 1, 岩本 光正 1 1.東工大

   17a-P5-13 全印刷有機薄膜トランジスタにおける変位電流計測 〇東 康男 1, 西 眞一 2, 三島 康由 2, 鎌田 俊英 2, 真島 
豊 1

1.東工大フロンティア研, 2.JAPERA

  E 17a-P5-14 Temperature Dependent Transport Properties in 
Dinaphtho[2,3-b:2',3'-d]thiophene Thin-Film Transistors 
with MoO3/Au Electrodes

〇SAFIZAN BINTI SHAARI1, SHIGEKI NAKA1, 
HIROYUKI OKADA1

1.Univ. of Toyama

   17a-P5-15 2-iode-7-octyl-BTBTを用いた有機薄膜トランジスタ 〇眞埜 将太朗 1, 角屋 智史 1, 山田 順一 1 1.兵庫県大院・物質理
  E 17a-P5-16 High Performance Top-Gate Organic Field-Effect 

Transistors Based on Novel Thienoacene Derivatives
〇(M1)Cecile Guichaoua1, Yu Suenaga1, Takashi 
Nagase1, 2, Takashi Kobayashi1, 2, Hiroyoshi Naito1, 2

1.Osaka Pref. Univ., 2.RIMED

   17a-P5-17 含硫黄有機半導体を用いた大気安定ヘテロ接合アンバイ
ポーラトランジスタ

〇飯嶋 広大 1, Yann Le Gal2, Agathe Filatre-Furcate2, 
Dominique Lorcy2, 東野 寿樹 3, 森 健彦 1

1.東工大院理工, 2.レンヌ第一大, 3.東大物性研

   17a-P5-18 溶液プロセス可能なベンゾジチオフェンダイマー誘導体
を用いた有機薄膜トランジスタ

〇廣田 武士 1, 大須賀 秀次 1, 宇野 和行 1, 田中 一郎 1 1.和歌山大システム工

   17a-P5-19 オールトナー型無溶媒プリンテッドエレクトロニクスに
向けた 有機半導体・絶縁体トナーのパターニングおよび
超音波溶融による薄膜化

〇(B)堀内 友暉 1, 豊島 健司 2, 高 徳幸 2, 酒井 正俊 2, 
岡田 悠悟 2, 3, 貞光 雄一 4, 橋本 雄太 4, 工藤 一浩 2

1.千葉大工, 2.千葉大院工, 3.千葉大先進科学センタ－, 
4.日本化薬

   17a-P5-20 スリットコータにより製膜した大面積有機単結晶半導体
膜の均一性評価

〇諫早 伸明 1, 小森 真梨子 1, 大浦 ちか子 1, 五十川 良
則 2, 伊藤 政隆 1, 宇野 真由美 3, 4, 竹谷 純一 1, 3, 4

1.パイクリスタル, 2.タツモ(株), 3.阪府産技研, 4.東大
新領域
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12.4 有機EL・トランジスタ / Organic light-emitting devices and organic transistors



   17a-P5-21 電界誘起光第二次高調波発生（EFI-SHG）法による異な
るコンタクト構造によるキャリア注入特性変化の評価

〇(M2)土屋 春樹 1, 田口 大 1, 間中 孝彰 1, 岩本 光正 1 1.東工大・理工

   17a-P5-22 コロイダルナノドット単粒子膜を用いた有機メモリトラ
ンジスタの特性に対するドットサイズの影響

〇中野 史掘 1, 宇野 和行 1, 田中 一郎 1 1.和歌山大学システム工

   17a-P5-23 印刷型有機Dフリップフロップの動的特性解析とその回
路応用

〇早坂 和将 1, 松井 弘之 1, 竹田 泰典 1, 塩飽 黎 1, 田中 
康裕 2, 芝 健夫 1, 熊木 大介 1, 時任 静士 1

1.山形大 ROEL, 2.宇部興産株式会社

3/17(Fri.) 13:15 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 302会場
 13:15  17p-302-1 フィルム基板上に作製した印刷銅電極を有する有機トラ

ンジスタ
〇松浦 陽 1, 熊木 大介 1, 福田 貴 2, 時任 静士 1 1.山形大ROEL, 2.東ソー株式会社

 13:30 奨 17p-302-2 凸版反転印刷電極による有機トランジスタの作製と相補
型集積回路応用

〇竹田 泰典 1, 2, 早坂 和将 1, 塩飽 黎 1, 吉村 悠大 3, 岡
本 朋子 3, 田中 康裕 4, 松井 弘之 1, 熊木 大介 1, 片山 嘉
則 3, 時任 静士 1

1.山形大 ROEL, 2.学振 DC, 3.DIC株式会社, 4.宇部興
産株式会社

 13:45 奨 17p-302-3 フェニルBTBT誘導体を用いた短チャネル有機TFTの試
作

〇(M1)佐藤 琢馬 1, 長谷川 諒 1, 藤崎 好英 2, 宮川 幹
司 2, 山本 敏裕 2, 飯野 裕明 3, 半那 純一 3

1.東理大院理, 2.NHK技研, 3.東工大未来研

 14:00 奨 17p-302-4 印刷技術で作製した超低電圧駆動有機インバータ回路 〇塩飽 黎 1, 松井 弘之 1, 早坂 和将 1, 竹田 泰典 1, 2, 福
田 貴 3, 熊木 大介 1, 時任 静士 1

1.山形大ROEL, 2.学振特別研究員DC, 3.東ソー株式会
社

 14:15 奨 17p-302-5 有機 TFT を用いた 4 V 駆動無線フレキシブル磁気セン
サアレイの開発

〇近藤 雅哉 1, 3, Melzer Michael2, 植村 隆文 1, 吉本 秀
輔 1, 3, Karnaushenko Daniil2, 荒木 徹平 1, 3, Schmidt 
Oliver2, 関谷 毅 1, 3

1.阪大産研, 2.IFW-Dresden, 3.阪大院工

 14:30 奨 17p-302-6 2V駆動フレキシブル有機物理複製困難回路のDCバイア
ス効果

〇栗原 一徳 1, 堀 洋平 1, 片下 敏宏 1, 垣田 一成 2, 田中 
康裕 2, 吉田 学 1

1.産総研, 2.宇部興産

 14:45 奨 17p-302-7 p型有機TFTによる高ゲイン・低電圧駆動フレキシブル
差動増幅回路

〇杉山 真弘 1, 2, 植村 隆文 1, 吉本 秀輔 1, 2, 秋山 実邦
子 1, 荒木 徹平 1, 2, 関谷 毅 1, 2

1.阪大産研, 2.阪大院工

 15:00  17p-302-8 インクジェット印刷電極を用いた5 V駆動有機オペアン
プの開発

〇松井 弘之 1, 早坂 和将 1, 竹田 泰典 1, 塩飽 黎 1, 
Kwon Jimin2, Jung Sungjune2, 田中 康裕 3, 時任 静士 1

1.山形大ROEL, 2.POSTECH, Korea, 3.宇部興産（株）

 15:15  休憩/Break
 15:30  17p-302-9 トナー型無溶媒プリントによる有機半導体の高精細パ

ターニング
〇酒井 正俊 1, 高 徳幸 1, 豊島 健司 1, 堀内 友暉 1, 岡田 
悠悟 2, 山内 博 1, 貞光 雄一 3, 橋本 雄太 3, 石井 一隆 4, 
工藤 一浩 1

1.千葉大工, 2.千葉大先進, 3.日本化薬, 4.パウダーテッ
ク

 15:45  17p-302-10 指先形状曲面OTFTアレイの作製と内部応力分布測定 〇酒井 正俊 1, 渡辺 堅斗 1, 伊志嶺 洋人 1, 佐々木 優
志 1, 岡田 悠悟 2, 山内 博 1, 貞光 雄一 3, 橋本 雄太 3, 工
藤 一浩 1

1.千葉大工, 2.千葉大先進, 3.日本化薬

 16:00 E 17p-302-11 Multi-bit Memory Effect in an Organic Field Effect 
Transistor using a Charge Storage Polymer

〇(D)Cuong Manh Tran1, Heisuke Sakai1, Tatsuya 
Murakami1, Hideyuki Murata1

1.Japan Adv. Inst. of Sci. and Tech.

 16:15  17p-302-12 有機強誘電体メモリトランジスタの書込時間 〇菅野 亮 1, 田代 智也 1, 関根 智仁 1, 松井 弘之 1, 熊木 
大介 1, Fabrice Domingues Dos Santos2, 宮保 淳 3, 時
任 静士 1

1.山形大ROEL, 2.Piezotech, 3.アルケマ株式会社

 16:30  17p-302-13 有機FET用Ph-BTBT誘導体の溶解度の改善とFET特性
(2)

〇飯野 裕明 1, 臼井 孝之 1, 岡村 寿 1, 半那 純一 1 1.東工大未来研

 16:45  17p-302-14 半導体型カーボンナノチューブを用いた塗布型薄膜トラ
ンジスタ

〇清水 浩二 1, 崎井 大輔 1, 磯貝 和生 1, 村瀬 清一郎 1 1.東レ

12.5 有機太陽電池 / Organic solar cells
3/14(Tue.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 303会場

 9:00  14a-303-1 CH3NH3PbBr3 単結晶におけるフォトンリサイクリング 〇山田 琢允 1, 山田 泰裕 2, 中池 由美 1, 若宮 淳志 1, 金
光 義彦 1

1.京大化研, 2.千葉大院理

 9:15 E 14a-303-2 Fundamental properties of free excitons in orthorhombic-
phase
CH3NH3PbI3 perovskite single crystals

〇(P)Le Quang Phuong1, Yumi Nakaike1, Atsushi 
Wakamiya1, Yoshihiko Kanemitsu1

1.Kyoto Univ.

 9:30  14a-303-3 有機無機ハイブリッドペロブスカイトにおける振動及び
回転運動に関する理論的検討

〇(M2)菅野 翔平 1, 今村 穣 1, 佐伯 昭紀 2, 波田 雅彦 1 1.首都大理工, 2.阪大工

 9:45  14a-303-4 有機金属ハロゲン化物ペロブスカイト薄膜における欠陥
構造と分子運動性の分光学的研究(III)

〇緒方 啓典 1, 2, 3, 竹内 大将 1, 木内 宏弥 1 1.法政大生命科学, 2.法政大院理工学, 3.法政大マイク
ロ・ナノ研

 10:00  14a-303-5 CsPbBr3 ペロブスカイトナノ粒子の高速光学応答：バイ
エキシトンとトリオン

〇(M1)鎗田 直樹 1, 田原 弘量 1, 井原 章之 1, 川脇 徳
久 1, 佐藤 良太 1, 猿山 雅亮 1, 寺西 利治 1, 金光 義彦 1

1.京大化研

 10:15  休憩/Break
 10:30  14a-303-6 メタノインデンフラーレンを用いたペロブスカイト太陽

電池における開放電圧の向上
〇松尾 豊 1, 2 1.東大院工, 2.中国科技大

 10:45  14a-303-7 鉛ペロブスカイト太陽電池における素子動作中の電荷蓄
積状態の光誘起ESR研究

〇(M1)渡邊 孝弘 1, 生天目 美貴 1, 山成 敏広 2, 丸本 
一弘 1, 3, 4

1.筑波大数物, 2.CEREBA, 3.筑波大学学際セ, 4.JST 
ALCA

 11:00  14a-303-8 太陽電池の電荷蓄積による履歴の特徴 〇関 和彦 1 1.産総研ナノ材料
 11:15  14a-303-9 ヘテロ金属ドープアモルファス酸化チタンをブロッキン

グ層に用いた低温作製ペロブスカイト太陽電池
〇沼田 陽平 1, 古郷 敦史 1, 實平 義隆 1, 宮坂 力 1 1.桐蔭横浜大院工

 11:30  14a-303-10 過渡電流測定による有機鉛ペロブスカイト太陽電池にお
けるヒステリシスの解析

〇宮寺 哲彦 1, 村上 拓郎 1, 近松 真之 1 1.産総研

3/14(Tue.) 13:00 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 303会場
 13:00 奨 E 14p-303-1 The Solution to Cost and Stability in Perovskite Solar 

Cells by All-Carbon Approach
〇(P)Il Jeon1, Namyoung Ahn2, Jungjin Yoon2, Esko 
Kauppinen3, Mansoo Choi2, Yutaka Matsuo1, Shigeo 
Maruyama1

1.Tokyo Univ., 2.Seoul Univ., 3.Aalto Univ.

 13:15 奨 14p-303-2 低温製膜TiOx/ブルッカイトTiO2 電子収集層による高効
率ペロブスカイト太陽電池

〇(P)古郷 敦史 1, 實平 義隆 1, 沼田 陽平 1, 池上 和
志 1, 宮坂 力 1

1.桐蔭横浜大院工

 13:30 奨 E 14p-303-3 Application of ZnO Nanorods Array to the Perovskite-
Type Solar Cells: Fabrication of Perovskite Layer

〇(D)Albertus Bramantyo1, Kenji Murakami1, 
Masayuki Okuya1, Nji Raden Poespawati2, Arief 
Udhiarto2

1.Shizuoka Univ., 2.Univ. of Indonesia

 13:45 奨 14p-303-4 ハイブリッドペロブスカイト半導体における光学遷移：
センターカチオン効果の定量的評価

〇加藤 雅人 1, 藤関 健正 1, 宮寺 哲彦 2, 杉田 武 2, 藤本 
祥平 1, 近松 真之 2, 藤原 裕之 1

1.岐阜大工, 2.産総研

 14:00 奨 14p-303-5 ハロゲン化鉛ペロブスカイト半導体のヘテロエピタキ
シャル薄膜形成

〇(B)木村 浩平 1, 松下 智紀 1, 2, 近藤 高志 1, 2 1.東大工, 2.東大先端研

 14:15  休憩/Break
 14:30 奨 E 14p-303-6 Low temperature processed ZnO nanorods for perovskite 

solar cells
〇(D)Christian Ocson Pelicano1, Hisao Yanagi1 1.Nara Institute of Science and Technology

 14:45 奨 E 14p-303-7 I2-vapor induced degradation to methylammonium lead 
iodide perovskites

〇(P)Shenghao Wang1, Yan Jiang1, Emilio J. 
Juarez-Perez1, Luis K. Ono1, Yabing Qi1

1.Okinawa Inst. Sci. Tech. Graduate Univ.

 15:00 奨 14p-303-8 狭バンドギャップ高分子PCPDTBT薄膜のラマンスペク
トル

〇(D)岩沢 康宏 1, 小嶋 萌 1, 古川 行夫 1 1.早大院先進理工

 15:15 奨 14p-303-9 アントラビスチアジアゾールを有する新規半導体ポリ
マーの開発と有機太陽電池への応用

〇森 裕樹 1, 西永 周平 2, 高橋 竜輔 2, 西原 康師 1 1.岡山大基礎研, 2.岡山大院自然
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12.5 有機太陽電池 / Organic solar cells



 15:30 奨 14p-303-10 低分子有機太陽電池の開放電圧における置換基効果：光
前駆体法により成膜可能な結晶性アントラセン誘導体を
用いた検討

〇寺井 健悟 1, 鈴木 充朗 1, 山田 容子 1 1.奈良先端大物質

 15:45 E 14p-303-11 Enhancement of the Efficiency of Thin-film Organic Solar 
Cells and Thin-film TiO2 by Plasmonic Nano-objects

〇(PC)Supeera Nootchanat1, 2, Apichart Pangdam1, 2, 
Ryousuke Ishikawa1, Kanet Wongravee2, Kazunari 
Shinbo1, Keizo Kato1, Chutiparn 
Lertvachirapaiboon1, Futao Kaneko1, Sanong 
Ekgasit2, Akira Baba1

1.Graduate School of Science and Techonology and 
Center for Transdisciplinary Research,  Niigata 
University, Niigata, Japan, 2.Sensor Research Unit, 
Department of Chemistry, Faculty of Science, 
Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

 16:00  休憩/Break
 16:15  14p-303-12 有機薄膜太陽電池における新規ドナー材料の理論的探索 〇今村 穣 1, 田代 基慶 2, 河東田 道夫 3, 波田 雅彦 1 1.首都大, 2.東洋大, 3.理化学研究所AICS
 16:30  14p-303-13 チアゾロチアゾール系ポリマーを用いた三元系太陽電池 〇斎藤 慎彦 1, 尾坂 格 1 1.広大院工
 16:45  14p-303-14 MoO3 / Mg陰極バッファーを用いるタンデム型有機薄膜

太陽電池の作製と評価
石川 岩道 1, 比嘉 晃 1, 〇景山 弘 1 1.琉球大工

 17:00  14p-303-15 有機薄膜太陽電池で電荷再結合を抑制するためのドナー/
アクセプター界面構造

〇伊澤 誠一郎 1, 2, 菊地 満 1, 新宅 直人 1, 2, 平本 昌
宏 1, 2

1.分子研, 2.総研大

 17:15  14p-303-16 インピーダンス分光法による有機薄膜太陽電池の再結合
過程の評価

〇新宅 直人 1, 2, 伊澤 誠一郎 1, 2, 平本 昌宏 1, 2 1.総研大, 2.分子研

 17:30  14p-303-17 S字特性を示す光電池用対向2ダイオードモデルの低照射
光特性を用いた妥当性の検討

〇多田 和也 1 1.兵庫県立大工

 17:45  14p-303-18 結晶Si/PEDOT:PSS(HOT)太陽電池モジュールの作製 〇笠原 浩司 1, 原田 大輔 1, 市川 浩気 1, 石川 良 1, 林 
勉 2, 白井 肇 1

1.埼玉大院理工, 2.KIS

3/15(Wed.) 13:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 303会場
 13:30  15p-303-1 C60:H2Pc共蒸着膜の光生成キャリア輸送機構の解明 〇新宅 直人 1, 2, 伊澤 誠一郎 1, 2, 内藤 裕義 3, 平本 昌

宏 1, 2
1.総研大, 2.分子研, 3.大阪府大

 13:45  15p-303-2 非フラーレン系高分子太陽電池における自由電荷生成機
構

〇玉井 康成 1, S. Matthew Menke1, Yeli Fan2, Vincent 
O. Kim1, Kostiantyn Ziabrev2, Stephen Barlow2, Seth 
R. Marder2, Richard H. Friend1

1.Univ. of Cambridge, 2.GATech

 14:00  15p-303-3 Donor/Acceptor界面における電荷の非局在化と自由電荷
生成

〇杉山 周 1, 山本 航平 1, 辨天 宏明 1, 2, 大北 英生 1 1.京大院工, 2.奈良先端大

 14:15  15p-303-4 電流計測AFMでみる全高分子型薄膜太陽電池のDonor/
Acceptor相分離界面

〇辨天 宏明 1, 尾坂 美樹 2, 大北 英生 2, 伊藤 紳三郎 2 1.奈良先端大, 2.京大院工

 14:30  15p-303-5 高分子有機薄膜太陽電池での光電流磁場依存性測定によ
る一重項分裂特性の解析

〇斉藤 彩華 1, 河田 総 1, 夫 勇進 1, 2 1.山大院有機材料シス, 2.JST-さきがけ

 14:45  15p-303-6 過渡吸収測定によるペロピレン誘導体結晶におけるシン
グレットフィッション過程の検討

〇山中 大樹 1, 柳谷 伸一郎 1, 古部 昭広 1, 松﨑 弘幸 2, 
内田 一幸 3, 久保 孝史 3

1.徳島大理工, 2.産総研, 3.阪大理

 15:00  休憩/Break
 15:15  15p-303-7 Sn系Perovskite太陽電池におけるTiO2 界面パッシベー

ションの影響
〇(M2)濱田 健吾 1, Ripolles Teresa1, 尾込 裕平 1, 4, 沈 
青 2, 4, 吉野 賢二 3, 4, 豊田 太郎 2, 4, 早瀬 修二 1, 4

1.九工大院生命体工, 2.電気通信大学, 3.宮崎大学, 
4.JST-CREST

 15:30  15p-303-8 SnF2(DMSO)2を用いた逆構造Perovskite太陽電池の研
究

〇山裾 大樹 1, 與那覇 歩 1, 尾込 裕平 1, 4, 沈 青 2, 4, 豊田 
太郎 2, 4, 吉野 賢二 3, 4, 早瀬 修二 1, 4

1.九工大院生命体工, 2.電通大, 3.宮崎大工, 
4.JST-CREST

 15:45  15p-303-9 Sn系ペロブスカイト太陽電池のBr添加に関する研究 〇山口 恵里奈 1, 與那覇 歩 1, 尾込 裕平 1, 沈 青 2, 5, 吉
野 賢二 3, 5, 峯元 高志 4, 5, 豊田 太郎 2, 5, 早瀬 修二 1, 5

1.九工大院生命体工, 2.電通大, 3.宮崎大, 4.立命大, 
5.JST-CREST

 16:00  15p-303-10 ホール輸送層にNiOxを用いたSn/Pbペロブスカイト太
陽電池の作製

〇(M1)干場 悠真 1, 與那覇 歩 1, 尾込 祐平 1, 4, 沈 
青 2, 4, 吉野 賢治 3, 4, 豊田 太郎 2, 4, 早瀬 修二 1, 4

1.九工大院生命体工, 2.電気通信大学, 3.宮崎大学, 
4.JST-CREST

 16:15  15p-303-11 PbCl2 界面処理によるペロブスカイト太陽電池の改善 〇戸野本 久朗 1, 尾込 裕平 1, 4, 沈 青 2, 4, 吉野 賢二 3, 4, 
豊田 太郎 2, 4, 早瀬 修二 1, 4

1.九工大院生命体工, 2.電気通信大学, 3.宮崎大工, 
4.JST-CREST

 16:30  休憩/Break
 16:45  15p-303-12 CsPbBr3 の結晶性に構造およびアンチソルベント法が与

える影響
〇佐藤 岳秀 1, リポレス テレサ 1, 早瀬 修二 1 1.九工大院生命体工

 17:00  15p-303-13 ペロブスカイト太陽電池の組成変化によるI- 欠陥の拡散
抑制効果

細谷 恭太 1, 磯谷 祐弥 1, 〇高羽 洋充 1 1.工学院大工

 17:15  15p-303-14 コンビナトリアルIRレーザーMBEによるハライドペロ
ブスカイトのドライ薄膜成長と結晶方位の制御

〇川嶋 一裕 1, 岡本 裕二 2, 豊蔵 信夫 1, 伊高 健治 3, 松
木 伸行 4, 鯉沼 秀臣 1

1.（株）コメット, 2.筑波大, 3.弘前大, 4.神奈川大

 17:30 E 15p-303-15 Initial growth observation of PbI2 and MAPbI3 thin films
grown by infrared laser MBE

Zeng Lihaowen1, Benioub Rabie1, Kawashima 
Kazuhiro2, Koimuma Hideomi2, 〇Kenji Itaka1

1.NJRISE, Hirosaki Univ, 2.Comet Co. Ltd,

 17:45  15p-303-16 ペロブスカイト/Siタンデム型太陽電池のコンビナトリ
アルデバイスプロセス： 薄膜物性の高速in-situ解析法

〇松木 伸行 1, 川嶋 一裕 2, 伊髙 健治 3, 佐藤 知正 1, 鯉
沼 秀臣 4

1.神奈川大工, 2.(株）コメット, 3.弘前大, 4.物材機構

3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 303会場
 9:00  16a-303-1 二次元系ペロブスカイトの太陽電池への応用(III)-新規

準二次元ペロブスカイトの作製-
〇(M1C)濱口 龍樹 1, 2, 藤田 正博 1, 竹岡 裕子 1, 2, 陸
川 政弘 1

1.上智大理工, 2.ALCA

 9:15  16a-303-2 ハロゲン化鉛ペロブスカイト型半導体混晶の光誘起スピ
ノーダル分解の温度依存性

〇佐野 惇郎 1, 松下 智紀 1, 2, 近藤 高志 1, 2 1.東大工, 2.東大先端研

 9:30 E 16a-303-3 Transmission electron microscopy observation of phase 
coexistence in organometal halide perovskite solar cell

〇Taewoong Kim1, Satoshi Uchida1, Tomonori 
Matsushita1, Ludmila Cojocaru1, Takashi Kondo1, 
Hiroshi Segawa1

1.RCAST, University of Tokyo

 9:45  16a-303-4 ハロゲン化鉛ペロブスカイト厚膜の作製とその光電特性
の基礎検討

〇市井 諒 1, 池上 和志 1, 宮坂 力 1 1.桐蔭横浜大院工

 10:00  16a-303-5 浸漬法を利用した脱鉛CH3NH3SnI3 ペロブスカイト膜の
作製

〇藤原 隆 1, 寺川 しのぶ 2, 松島 敏則 2, Qin 
Chuanjiang2, 八尋 正幸 1, 安達 千波矢 1, 2

1.九州先端研, 2.九大OPERA

 10:15  16a-303-6 有機・無機ハイブリッド半導体ペロブスカイトの組成に
よる金属酸化物Scaffoldの電子トラップへの影響

〇米谷 真人 1, 竪山 瑛人 2, 新田 明央 3, 瀬川 浩司 1, 大
谷 文章 3, 和田 雄二 2

1.東大, 2.東工大, 3.北大

 10:30  16a-303-7 水蒸気加熱法によるペロブスカイト太陽電池用酸化チタ
ン層の結晶化処理

〇實平 義隆 1, 古郷 敦史 1, 沼田 陽平 1, 池上 和志 1, 宮
坂 力 1

1.桐蔭横浜大学

 10:45  休憩/Break
 11:00  16a-303-8 PbS量子ドット太陽電池のインピーダンス評価 〇高橋 晃宏 1, 福田 武司 1, 王 海濱 2, 久保 貴哉 2, 瀬川 

浩司 2
1.埼玉大, 2.東大先端研

 11:15  16a-303-9 PbS量子ﾄﾞｯﾄ/ZnOﾅﾉﾜｲﾔ太陽電池の短波長赤外域での光
電変換特性

王 海濱 1, 〇久保 貴哉 1, 中崎 城太郎 1, 瀬川 浩司 1, 2 1.東大先端研, 2.東大院総合文化

 11:30  16a-303-10 近赤外吸収AgBiS2 ナノ粒子/ZnOナノワイヤ太陽電池の
作製と光電変換特性

王 海濱 1, 〇久保 貴哉 1, 中崎 城太郎 1, 瀬川 浩司 1, 2 1.東大先端研, 2.東大院総合文化

 11:45  16a-303-11 アナターゼ型TiO2 単結晶 (001), (102)面に吸着した
CdSe量子ドットの光吸収評価

〇豊田 太郎 1, 5, 廣中 基記 1, 廣瀬 靖 2, 5, 小林 久芳 3, 早
瀬 修二 4, 5, 沈 青 1, 5

1.電通大情報理工, 2.東大理, 3.京都工繊大工芸科学, 
4.九工大生命体工, 5.JST-CREST

 12:00  16a-303-12 無機リガンドの表面修飾による量子ドット太陽電池の光
電変換特性の変化とそのメカニズム

〇小林 宗右 1, 丁 超 1, 豊田 太郎 1, 5, 吉野 賢二 2, 5, 峯元 
高志 3, 5, Jakapan Chantana3, 早瀬 修二 4, 5, 沈 青 1, 5

1.電通大先進理工, 2.宮崎大電子物理工, 3.立命館大電
気電子工, 4.九工大生命体工, 5.JST CREST
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12.5 有機太陽電池 / Organic solar cells



3/16(Thu.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P6会場
  奨 E 16p-P6-1 Enhanced Performance of Organic Thin-Film Solar Cells 

with Gold Quantum Dots-Gold Nanoparticles
〇(D)Sopit Phetsang1, 2, Apichat Pangdam1, Pitchaya 
Mungkornasawakul2, Kontad Ounnunkad2, 
Chutiparn Lertvachirapaiboon1, Kazunari Shinbo1, 
Keizo Kato1, Futao Kaneko1, Akira Baba1

1.Niigata univ. for Niigata University, 2.Chiang Mai 
univ. for Chiang Mai university

   16p-P6-2 ガラスサンドイッチセル構造を有するバルクヘテロ接合
型有機太陽電池

〇仲田 裕哉 1, 臼井 稔喜 1, 清水 洋 2, 藤井 彰彦 1, 尾﨑 
雅則 1

1.阪大院工, 2.産総研関西

   16p-P6-3 エレクトロスプレー法による有機薄膜太陽電池の活性層
の最適化

〇丹菊 大輝 1, 網 晃一 1, 森 竜雄 1, 清家 善之 1 1.愛知工大

   16p-P6-4 高い親水性/疎水性コントラストを活用した低分子有機
光電変換層のモルフォロジー制御

〇(DC)岡部 拓也 1, 鈴木 充朗 1, 山田 容子 1 1.奈良先端大物質

   16p-P6-5 フラーレンカチオンを利用した五員環フラーレン誘導体
の合成とその有機薄膜太陽電池の作製

〇中川 貴文 1, 小汲 佳祐 2, 岡田 洋史 1, 松尾 豊 1, 3 1.東大院工, 2.都産技研, 3.中国科学技術大学

   16p-P6-6 フラーレン連結ベンゾポルフィリンによるp-i-n型有機薄
膜太陽電池の性能改善

〇(DC)田村 悠人 1, 鈴木 充朗 1, 山田 容子 1 1.奈良先端大物質

   16p-P6-7 高い開放電圧を示すフェナセン型半導体ポリマーの開発
と太陽電池特性

〇高橋 竜輔 1, 森 裕樹 2, 西原 康師 2 1.岡山大院自然, 2.岡山大基礎研

   16p-P6-8 有機薄膜太陽電池の２分子再結合定数の評価 〇布引 達也 1, 杉山 拓也 1, 高田 誠 1, 永瀬 隆 1, 2, 小林 
隆史 1, 2, 内藤 裕義 1, 2

1.大阪府立大, 2.大阪府立大分子デバイスエレクトロ
ニックデバイス研

   16p-P6-9 Photo-CELIV法による液晶性フタロシアニン薄膜の正孔
移動度評価

〇西川 裕己 1, 池原 成拓 1, 藤田 健斗 1, 藤井 彰彦 1, 尾
﨑 雅則 1

1.阪大院工

   16p-P6-10 強度変調光電流分光法及び光誘導吸収法による有機薄膜
太陽電池の解析

〇野島 大希 1, 小林 隆史 1, 2, 永瀬 隆 1, 2, 内藤 祐義 1, 2 1.大阪府大, 2.分子エレクトロニックデバイス研

   16p-P6-11 層状薄片添加による有機無機ヘテロ接合太陽電池の高性
能化

〇木村 貴大 1, 石川 良 1, 白井 肇 1, 上野 啓司 1 1.埼玉大学大学院

   16p-P6-12 色素増感太陽電池の触媒としてのポリマーナノコンポ
ジット

〇徐 鉉雄 1, 坂本 大輔 1, 板垣 奈穂 1, 古閑 一憲 1, 白谷 
正治 1

1.九州大学

   16p-P6-13 ヘテロ接合型PbS量子ドット太陽電池の光電変換特性
-量子ドットの粒径依存性-

〇(B)北畠 有紀子 1, 2, 丁 超 2, 梶 知史 2, 小林 宗右 2, 
張 耀紅 2, 出石 拓也 2, 中澤 直樹 2, 豊田 太郎 2, 4, 早瀬 
修二 3, 4, 片山 建二 1, 沈 青 2, 4

1.中大理工, 2.電通大, 3.九工大, 4.JST CREST

   16p-P6-14 電気泳動法の改良と熱処理による色素増感太陽電池の特
性改善

Shamimul H. C. M.1, 加藤 慎也 1, 岸 直希 1, 〇曽我 哲
夫 1

1.名工大

   16p-P6-15 PbSe量子ドット/ZnOナノロッドヘテロ接合太陽電池の
光電変換特性 
－ZnOナノロッド長さの依存性ー

〇(B)大図 修平 1, 張 耀紅 1, 梶 知史 1, 豊田 太郎 1, 3, 
早瀬 修二 2, 3, 沈 青 1, 3

1.電通大先進理工, 2.九工大生命体工, 3.JST CREST

   16p-P6-16 グラフェン透明電極を有するペロブスカイト太陽電池の
開発

〇石川 亮佑 1, 渡部 翔 1, 大矢 智也 1, 野本 隆宏 1, 坪井 
望 1

1.新潟大工

  奨 E 16p-P6-17 Efficient Planar Perovskite Solar Cells Using Solution-
Processed Amorphous WOx/Fullerene C60 as Electron 
Extracting Layers

〇(DC)Vincent Obiozo Eze1, Yoshiyuki Seike1, 
Tatsuo Mori1

1.Aichi Inst. of Technol.

   16p-P6-18 ペロブスカイト太陽電池におけるNiOxへの親水化処理
の影響

〇西原 佳彦 1, 近松 真之 1, カザウィ サイ 1, 宮寺 哲
彦 1, 吉田 郵司 1

1.産総研

   16p-P6-19 Cu2Oを正孔輸送層として用いたペロブスカイト型太陽
電池の作製および特性評価

〇(B)森 達彦 1, 緒方 啓典 1, 2, 3 1.法政大生命科学, 2.法政大院, 3.法政大マイクロ・ナ
ノ研

  E 16p-P6-20 Effect of Annealing Temperature on the performance of 
E-beam Evaporated TiO2 Photoelectrode for the 
application of Perovskite Solar Cells

〇(P)MD Faruk Hossain1, Yujiro Yoshibori1, Shigeki 
Naka1, Hiroyuki Okada1

1.Univ. of Toyama

   16p-P6-21 ZnOナノ構造体を電子輸送層に用いたぺロブスカイト太
陽電池の作製および特性評価(Ⅳ)

〇木内 宏弥 1, 竹内 大将 1, 横倉 瑛太 2, 稲見 栄一 4, 緒
方 啓典 1, 2, 3

1.法政大学生命科学部, 2.法政大院, 3.法政大ﾏｲｸﾛ・ﾅﾉ
研, 4.千葉大院融合研

   16p-P6-22 ホール輸送層と電子輸送層の間に挿入した多孔質Al2O3

層によるペロブスカイト太陽電池の電気的特性の改善
〇榊原 聖也 1, 前田 勝典 1, 金子 哲也 1, 磯村 雅夫 1 1.東海大院工

   16p-P6-23 スピンコート法によるZnMgOバッファ層の作製と太陽
電池への応用

〇富永 姫香 1, 吉野 賢二 1, 5, 沈 青 2, 5, 豊田 太郎 2, 5, 峯
元 高志 3, 5, 尾込 祐平 4, 5, 早瀬 修二 4, 5

1.宮崎大工, 2.電気通信大先端理工, 3.立命館大, 4.九工
大院生命体, 5.JST-CREST

   16p-P6-24 ペロブスカイト太陽電池における金属酸化物層の作製法
がキャリア輸送特性に及ぼす効果Ⅱ

〇(B)竹内 大将 1, 木内 宏弥 1, 稲見 栄一 4, 緒方 啓
典 1, 2, 3

1.法政大生命科学, 2.法政大院, 3.法政大ﾏｲｸﾛ・ﾅﾉ研, 
4.千葉大院融合研

   16p-P6-25 アンチモンとビスマスを用いたノーマル構造およびイン
バース構造による有機金属ハライド太陽電池の作製

〇益谷 英明 1, 神田 広之 1, 福本 翔太 1, バランワル ア
ジェイ 1, 伊藤 省吾 1

1.兵県大工

   16p-P6-26 BiドープCH3NH3PbX3(X=I,Br)単結晶の光学および電気
特性

〇明石 涼 1, 保屋野 瑞希 1, 音 賢一 1, 金光 義彦 2, 山田 
泰裕 1

1.千葉大院理, 2.京大化研

   16p-P6-27 スズペロブスカイト化合物の安定性 〇星 肇 1, 淺上 仁 1, 上村 秀樹 1 1.山口東京理科大工
   16p-P6-28 有機ペロブスカイト太陽電池の活性層へのエアフロー効

果
〇岡田 紘幸 1, エゼ ヴィンセント・オビオゾ 1, 清家 
善之 1, 森 竜雄 1

1.愛知工大

   16p-P6-29 有機無機ハイブリッド薄膜太陽電池の高効率化 〇(B)大塚 宗親 1, 加藤 岳仁 1 1.小山高専
   16p-P6-30 ペロブスカイト太陽電池におけるIV特性ヒステリシスの

原因検討
〇豊島 安健 1 1.産総研省エネ

   16p-P6-31 錫ペロブスカイトから発生する電界誘起光第2次高調波
発生の観測

〇野間 大史 1, 田口 大 1, 間中 孝彰 1, 岩本 光正 1 1.東工大・工学院

  E 16p-P6-32 Charge transport properties in perovskite thin films 〇Teng Ma1, Daisuke Tadaki1, Ayumi Hirano-
Iwata1, 2, Michio Niwano1

1.RIEC, Tohoku Univ., 2.AIMR, Tohoku Univ.

3/17(Fri.) 9:00 - 13:30 口頭講演 (Oral Presentation) 303会場
 9:00  17a-303-1 固体型Sb2S3太陽電池の各界面における再結合過程の評価 〇山崎 康平 1, 藤野 秀一郎 1, 豊田 太郎 1, 3, 尾込 裕

平 2, 3, 早瀬 修二 2, 3, 沈 青 1, 3
1.電通大先進理工, 2.九工大生命体工, 3.JST CREST

 9:15  17a-303-2 逆オパール構造TiO2 電極を用いた固体型半導体増感太陽
電池の作製と光電変換機能の向上

〇(M2)廣中 基記 1, 豊田 太郎 1, 3, 堀 奏江 1, 尾込 裕
平 2, 3, 早瀬 修二 2, 3, 沈 青 1, 3

1.電通大先進理工, 2.九工大生命体工, 3.JST CREST

 9:30  17a-303-3 Lifetime measurement of electrons in TiO2 nano particles
Scatter distributed on Si wafer and on SiO2 using PEEM 
and fs laser

〇富江 敏尚 1, 2, 李 博超 1, 李 浩 1, 林 景全 1 1.長春理工大学, 2.産総研

 9:45  17a-303-4 Deplete excitation ? of defects states in TiO2 nano 
particles
observed using PEEM and fs laser

李 博超 1, 李 浩 1, 季 博宇 1, 林 景全 1, 石塚 知明 2, 〇富
江 敏尚 1, 2

1.長春理工大, 2.産総研

 10:00 E 17a-303-5 Accessing the Quantum Confinement Energy Levels in 
High Performance PbTe Colloidal Quantum Dot 
Transistors

〇Satria Zulkarnaen Bisri1, Daiki Shin2, Maria 
Ibanez3, 4, Maksym Kovalenko3, 4, Yoshihiro Iwasa1, 2

1.RIKEN-CEMS, 2.Univ. Tokyo, 3.ETH Zurich, 4.
EMPA

 10:15 E 17a-303-6 Stoichiometric control of the density of states in PbS 
colloidal quantum dot solids

〇(DC)Daniel Balazs1, 2, Dmitri Dirin3, Maksym 
Kovalenko3, Maria Antonietta Loi1

1.Univ. Groningen, NL, 2.RIKEN CEMS, 3.ETH Zurich, 
CH

 10:30  休憩/Break
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12.5 有機太陽電池 / Organic solar cells



 10:45  17a-303-7 電気泳動法による色素増感型太陽電池の二酸化チタン半
導体層と光散乱層の作製と評価

〇小倉 咲夏 1, 佐藤 祐喜 1, 吉門 進三 1 1.同志社大院理工

 11:00  17a-303-8 色素増感型太陽電池用酸化チタンナノチューブ内壁への
色素吸着

〇森 大輔 1, 佐藤 祐喜 1, 吉門 進三 1 1.同志社大院理工

 11:15  17a-303-9 ペロブスカイト太陽電池への電圧印加後の加熱による回
復挙動への影響

〇(M2)山本 智妃呂 1, 金子 哲也 1, 勝又 哲裕 1, 磯村 
雅夫 1

1.東海大

 11:30  17a-303-10 ポリマー/ITO基板を用いたペロブスカイト太陽電池の耐
熱性評価

〇森 茂彦 1, 五反田 武志 1, 丁 香美 1, 大岡 青日 1, 中尾 
英之 1, 都鳥 顕司 1, 中井 豊 1

1.東芝

 11:45  17a-303-11 Cs-X-I三元化合物の探索 〇飯久保 智 1, 山崎 純 1, 山本 久美子 1, 尾込 裕平 1, 早
瀬 修二 1

1.九工大生命体

 12:00  休憩/Break
 12:15 E 17a-303-12 Dual role of Cs2SnI6: A hole transporter and an absorber 

for perovskite based solar cells
〇(P)Gaurav Kapil1, Takeshi Ohta2, Yuhei Ogomi2, 
Tsuguo Koyonagi2, Kenji Yoshino3, Qing Shen4, Taro 
Toyoda4, Takashi Minemoto5, Takurou N. 
Murakami6, Hiroshi Segawa1, Shuzi Hayase2

1.University of Tokyo, 2.Kyu. Inst. of Tech., 3.Uni. of 
Miyazaki, 4.Uni. of Electrocomm., 5.Ritsueikan Uni., 
6.AIST

 12:30  17a-303-13 ジエチル亜鉛を原料に用いたスピンコート法による
ZnMgO膜の作製

〇富永 姫香 1, 吉野 賢二 1, 5, 沈 青 2, 5, 豊田 太郎 2, 5, 峯
元 高志 3, 5, 尾込 祐平 4, 5, 早瀬 修二 4, 5

1.宮崎大工, 2.電気通信大先進理工, 3.立命館大, 4.九工
大院生命, 5.JST-CREST

 12:45 E 17a-303-14 Fabrication of Perovskite solar cell by using E-beam 
Evaporated TiO2 Photoelectrode

〇(P)MD Faruk Hossain1, Yujiro Yoshibori1, Shigeki 
Naka1, Hiroyuki Okada1

1.Unv. of Toyama

 13:00  17a-303-15 添加剤を用いた一段階法によるFA1-xCsxPbI3 薄膜の作製
及び評価

〇石川 良 1, 上野 啓司 1, 白井 肇 1 1.埼玉大院理工

 13:15  17a-303-16 結晶Si/CsFAPbIxBr3-x 系多接合太陽電池の作製及び評価 〇白井 肇 1, 舛森 健太 1, 三浦 拓也 1, 石川 良 1 1.埼玉大理工研
12.6 ナノバイオテクノロジー / Nanobiotechnology

3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2会場
   16a-P2-1 原子間力顕微鏡を用いた光屈性に呼応するシロイナズナ

細胞の堅さ解析
〇渡辺 てい 1, 上村 祥 2, 南野 大樹 1, 飯野 敬矩 1, 山口 
暢俊 2, 伊藤 寿朗 2, 細川 陽一郎 1

1.奈良先端大物質, 2.奈良先端大バイオ

   16a-P2-2 環状ホスト-ゲスト複合体形成の空間分布のサブナノ分
解能AFM計測

〇澤田 悠太 1, 高島 柊 1, 生越 友樹 1, 2, 淺川 雅 1, 2 1.金大理工, 2.JST さきがけ

   16a-P2-3 高速AFMを用いた還元抗体のCdSe量子ドット表面修飾
過程の動的評価

宇高 光 1, 馬越 貴之 2, 内橋 貴之 3, 4, 5, 安藤 敏夫 3, 5, 〇
福田 武司 1, 鈴木 美穂 1

1.埼玉大院理工, 2.大阪大学, 3.金沢大学バイオ
AFM-RFC, 4.金沢大学理工, 5.JST-CREST

  奨 16a-P2-4 電子線励起バーチャル電極による液体試料の電気化学イ
メージング

〇遠山 渉 1, 宮廻 裕樹 1, 満渕 邦彦 1, 星野 隆行 1 1.東大・情理

   16a-P2-5 様々な径のナノポアとDNAとの相互作用の直接観測 〇港 聖也 1, 中山 貴之 1, 飯塚 芳朗 1, 坂下 直人 1, 石田 
研太郎 1, 三井 敏之 1

1.青学大理工

  奨 16a-P2-6 LbL法による抗血栓・反射防止・防曇性能を有する生体
適合性ナノオーダー階層構造の作製

〇(DC)真部 研吾 1, 白鳥 世明 1 1.慶應大理工

   16a-P2-7 ペプトイド類のフラグメント分子軌道計算-その3 〇川田 修太郎 1, 望月 祐志 1, 2, 袴田 真由 1, 藤田 貴
敏 3, 星 健夫 4

1.立教大理, 2.東大生研, 3.分子研, 4.鳥取大

   16a-P2-8 前方光散乱瞬時測定による電場印加におけるタンパク質
凝集化の観察

〇若松 孝 1 1.福島高専

  奨 16a-P2-9 四重極電極付ポアデバイスによる誘電泳動を用いた単粒
子操作及び電気計測法の開発

〇(M1)林田 朋樹 1, 大城 敬人 1, 谷口 正輝 1 1.阪大産研

   16a-P2-10 SHG顕微鏡による細胞膜損傷の評価と既存の毒性試験と
の相関SHG顕微鏡による細胞膜損傷の評価と既存の毒性
試験との相関

〇近藤 良亮 1, 大堀 裕平 1, 加藤 徳剛 1 1.明大理工

   16a-P2-11 アガロースゲル精製金ナノ粒子を用いた標的DNAのサ
ブpM検出

〇江刺家 恵子 1, 水口 高翔 1, 川口 幹人 1, 斎木 敏治 1 1.慶大理工

  E 16a-P2-12 Protonic biotransducer for recording and stimulating 
enzyme reaction

〇(M1)Shuyi Kong1, Ziyi Zhang1, Takeo Miyake1 1.Waseda University

   16a-P2-13 支持体表面修飾による自立型脂質二重膜の安定性向上 〇山浦 大地 1, 但木 大介 1, 荒木 駿 1, 吉田 美優 1, 荒田 
航平 1, 大堀 健 1, 山本 英明 2, 荻野 俊郎 3, 庭野 道夫 1, 
平野 愛弓 1, 4

1.東北大通研, 2.東北大学際研, 3.横浜国大, 4.東北大
AIMR

   16a-P2-14 脂質二分子膜に対する多方向電気特性評価用シリコン
チップの作製

〇大堀 健 1, 平野 愛弓 1, 2, 但木 大介 1, 山浦 大地 1, 荒
木 駿 1, 吉田 美優 1, 荒田 航平 1, 山本 英明 3, 庭野 道
夫 1

1.東北大通研, 2.東北大AIMR, 3.東北大学際研

   16a-P2-15 脂質膜でシールした微小井戸におけるBSAコーティング
の効果

〇樫村 吉晃 1, 大嶋 梓 1, 中島 寛 1 1.NTT物性科学基礎研

   16a-P2-16 Electro Swelling法によるジャイアントベシクル形成過程
の直接観察

〇小形 康博 1, 安江 健太 1, 傳刀 賢二 1, 古川 一暁 1 1.明星大理工

   16a-P2-17 固体基板に支持した脂質二分子膜のドメイン形成過程の
直接観察

〇傳刀 賢二 1, 古川 一暁 1 1.明星大理工

   16a-P2-18 アノード溶解によるナノポーラスゴールド形成の電極サ
イズ依存性

〇池上 真志樹 1, 平野 悠 1, 三重 安弘 1, 小松 康雄 1 1.産総研

3/16(Thu.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) F206会場
 13:45 招 16p-F206-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

振幅変調型原子間力顕微鏡を用いた分子認識サイトの高
速ナノスケールイメージング

〇丹生 隆 1, 前川 達洋 1, SUTHIWANICH Kasinan1, 
林 智広 1, 2

1.東工大物質理工, 2.理研

 14:00  16p-F206-2 DNAオリガミを用いたbiotin結合タンパク質の液中
FM-AFM観察

〇山本 悠樹 1, 木南 裕陽 1, 小林 圭 1, 山田 啓文 1 1.京大工

 14:15  16p-F206-3 液中FM-AFMによる左巻きDNAの表面電荷密度マッピ
ング

〇木南 裕陽 1, 小林 圭 1, 山田 啓文 1 1.京大工

 14:30  16p-F206-4 原子間力顕微鏡によるがん細胞の1細胞レオロジー診断
法

澤野 麻紀 1, 高橋 亮輔 1, 繁富（栗林） 香織 2, スバギョ 
アグス 1, 末岡 和久 1, 〇岡嶋 孝治 1

1.北大情報, 2.北大新渡戸

 14:45  16p-F206-5 細胞骨格の機械的特性の解析に向けた中間径フィラメン
トの引張試験

〇(B)須崎 萌 1, 竹田 至 2, 山岸 彩奈 3, 飯嶋 益巳 4, 黒
田 俊一 4, 岡田 知子 3, 金 賢徹 2, 3, 中村 史 2, 3

1.東京農工大工, 2.東京農工大院工, 3.産総研バイオメ
ディカル, 4.阪大産研

 15:00  16p-F206-6 biotin修飾AFM探針による分子分解能特異的相互作用力
マップ

〇宮本 眞之 1, 木南 裕陽 1, 山本 悠樹 1, 小林 圭 1, 山田 
啓文 1

1.京大工

 15:15  16p-F206-7 レーザー損傷した表皮角層細胞の原子間力顕微鏡観察 〇松岡 宏哉 1, 柳谷 伸一郎 1, 古部 昭広 1 1.徳島大理工
 15:30  休憩/Break
 15:45  16p-F206-8 ナノポアやその近傍の物理的環境とDNAの特異的な挙

動
〇坂下 直人 1, 港 聖也 1, 中山 貴之 1, 飯塚 芳朗 1, 石田 
研太郎 1, 三井 敏之 1

1.青学大理工

 16:00  16p-F206-9 トンネル電流計測に基づく人工核酸塩基識別法の開発 〇大城 敬人 1, 古畑 孝史 2, 植木 亮介 2, 筒井 真楠 1, 横
田 一道 1, 山東 信介 2, 谷口 正輝 1

1.阪大産研, 2.東大工

 16:15 奨 16p-F206-10 ウェアラブル応用のためのグルコースバイオ燃料電池の
開発

〇坪田 彩花 1, 甲斐 洋行 1, 山内 丈史 2, 山崎 研志 2, 西
澤 松彦 1

1.東北大院工, 2.東北大院医

 16:30 奨 16p-F206-11 ウェアラブル皮膚アセトン測定に向けたWO3 ナノ粒子半
導体ガスセンサの研究

〇山田 祐樹 1, 2, 松井 裕章 1, 山原 弘靖 1, 檜山 聡 2, 田
畑 仁 1

1.東大工, 2.ＮＴＴドコモ
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12.6 ナノバイオテクノロジー / Nanobiotechnology



 16:45 奨 16p-F206-12 表面プラズモンアンテナ付SOIフォトダイオードを用い
た屈折率測定に基づくアビジンービオチン結合の観測

〇麻生 泰気 1, 佐藤 弘明 1, 2, 竹内 州 2, 猪川 洋 1, 2 1.静岡大院総合科技, 2.静岡大電子研

 17:00  16p-F206-13 陽極酸化アルミナを用いたノ構造有する QCMの創製 〇浅井 直人 1, 伊藤 健 1, 清水 智弘 1, 新宮原 正三 1 1.関西大理
 17:15  16p-F206-14 リポソーム固定化水晶振動子マイクロバランス（QCM）

法を用いた生体タンパク質の検出
〇尾淵 浩也 1, 村上 祐樹 1, 西本 凌 1, 谷口 智哉 1, 山下 
馨 1, 野田 実 1

1.京工繊大

 17:30  休憩/Break
 17:45  16p-F206-15 がん細胞検出のためのポリマー製マイクロ空間作製 〇川口 諒太朗 1, 沼田 紘志 1, 田村 守 2, 中瀬 生彦 3, 飯

田 琢也 2, 床波 志保 1
1.阪府大工, 2.阪府大理, 3.N2RC

 18:00  16p-F206-16 光ピンセット集光時におけるAMPA受容体分子の動態観
測

〇岸本 龍典 1, 2, 前澤 安代 1, 細川 千絵 1, 田口 隆久 3, 
工藤 卓 2

1.産総研, 2.関学大, 3.情報機構

 18:15 E 16p-F206-17 Development of nano/micro- structured plasmonic chip 
for single cell array application

〇(D)RiyazAhmad MohamedAli1, Masato Saito1, 
Mizuho Murahashi1, Eiichi Tamiya1

1.Osaka Univ.

 18:30  16p-F206-18 フェムト秒レーザー光刺激に伴う誘発応答の細胞外電位
計測とCa2+ イメージングの同時計測

〇藤岡 祐次 1, 2, 中川 裕太 1, 2, 工藤 卓 2, 田口 隆久 3, 細
川 千絵 1, 2

1.産総研 バイオメディカル, 2.関西学院大 理工, 3.情通
機構 脳情報

 18:45  16p-F206-19 表面増強ラマン分光を用いたリン酸化に伴うタンパク質
の構造変化解析

〇安國 良平 1, 2, コッタ マクシミリアン 2, 3, 本間 耀 2, 
リジ-ギギ ナタリー2, ヴァラン-ブラン ナディン 2, 3, 
ラミー・ド・ラ・シャペル マーク 2, ル・ロワ クリ
スティン 2, 3

1.奈良先端大物質, 2.パリ13大, 3.INSERM

3/17(Fri.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F206会場
 9:00  17a-F206-1 基板の弾性率分布のパターニングによる神経細胞の成長

制御
〇田中 あや 1, 藤井 裕紀 2, 手島 哲彦 1, 河西 奈保子 1, 
岡嶋 孝治 2, 中島 寛 1

1.NTT物性基礎研, 2.北大情報

 9:15  17a-F206-2 セミの翅が持つ機能性ナノ構造の模倣と抗菌性評価 〇伊藤 健 1, 中出 一輝 1, 佐川 貴志 2, 小嶋 寛明 2, 清水 
智弘 1, 新宮原 正三 1

1.関西大システム理工, 2.情報通信研究機構

 9:30 奨 17a-F206-3 DNA修飾ナノ粒子超格子を前駆体としたウルフ多面体型
コロイド結晶の形成

〇(M1)鷲見 隼人 1, 磯貝 卓巳 1, 吉田 直矢 1, 原田 俊
太 1, 宇治原 徹 1, 田川 美穂 1

1.名古屋大学

 9:45 奨 17a-F206-4 DNA hybridizationが細胞接着に与える影響の解明－細胞
組織形成の人為的誘導に向けて－

〇(M2)佐藤 健 1, 寺村 裕治 2, 川村 隆三 1, 小林 成貴 1, 
中林 誠一郎 1, 吉川 洋史 1

1.埼大院理工, 2.東大院工

 10:00  17a-F206-5 ペプチド連結酵素を用いたタンパク質のその場合成・固
定化技術

〇若井 涼 1, 上野 真吾 1, 2, 一木 隆範 1, 2 1.東大院工, 2.ナノ医療イノベーションセンター

 10:15 奨 17a-F206-6 材料表面上の吸着タンパク質の組成・構造分析 〇(M2)廣原 周 1, 前川 逹洋 1, 丹生 隆 1, 関根 泰斗 1, 
林 智広 1, 2

1.東京工業大学, 2.理研

 10:30  休憩/Break
 10:45  17a-F206-7 フラグメント分子軌道計算に基づくナノ・メソのマルチ

スケールシミュレーションの展開
奥脇 弘次 1, 土居 英男 1, 石川 雄太郎 1, 〇望月 祐
志 1, 2, 小沢 拓 3, 泰岡 顕治 4

1.立教大理, 2.東大生産研, 3.JSOL, 4.慶大理工

 11:00  17a-F206-8 フラグメント分子軌道法の計算結果の自動解析と知識導
出

〇望月 祐志 1, 2, 古明地 勇人 3, 藤本 真悠 1, 齊藤 天
菜 1, 飯島 潤 1, 土居 英男 1, 井山 剛志 1, 奥沢 明 4, 牧村 
健 4, 中西 貴哉 4, 福澤 薫 5, 田中 成典 6

1.立教大理, 2.東大生産研, 3.産総研, 4.（株）ナレッジ
コミュニケーション, 5.星薬大薬, 6.神戸大院情報

 11:15  17a-F206-9 半導体シリコンチップ上に作製された微細孔における安
定な人工脂質二分子膜形成のためのエッジ構造の最適化

〇但木 大介 1, 平野 愛弓 1, 2, 山浦 大地 1, 荒木 駿 1, 吉
田 美優 1, 荒田 航平 1, 大堀 健 1, 山本 英明 3, 庭野 道
夫 1

1.東北大通研, 2.東北大AIMR, 3.東北大学際研

 11:30  17a-F206-10 微細加工シリコンチップにおける脂質二分子膜中のイオ
ンチャネル電流計測

〇荒田 航平 1, 平野 愛弓 1, 2, 但木 大介 1, 山浦 大地 1, 
荒木 駿 1, 吉田 美優 1, 大堀 健 1, 山本 英明 3, 庭野 道
夫 1

1.東北大通研, 2.東北大AIMR, 3.東北大学際研

 11:45  17a-F206-11 水面上脂質単分子膜における両親媒性ペプチドの表面圧
力誘起β-α転移

加藤 治基 1, 岸田 健太郎 1, 〇加藤 徳剛 1 1.明大理工

 12:00 奨 17a-F206-12 仮想電極ディスプレイによる脂質膜操作 〇(DC)宮廻 裕樹 1, 2, 満渕 邦彦 1, 星野 隆行 1 1.東大院情理, 2.学振特別研究員(DC1)
12.7 医用工学・バイオチップ / Biomedical Engineering and Biochips

3/14(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場
 9:00  14a-F204-1 モジュール構造型培養神経回路の計算論的モデリング 〇山本 英明 1, 守谷 哲 2, 井手 克哉 2, 松村 亮佑 2, 秋間 

学尚 2, 久保田 繁 3, 谷井 孝至 4, 佐藤 茂雄 2, 庭野 道
夫 2, 平野 愛弓 5, 2

1.東北大学際研, 2.東北大通研, 3.山形大院理工, 4.早大
理工, 5.東北大AIMR

 9:15  14a-F204-2 in vitro 初代培養神経細胞ネットワーク形成におけるイン
ターニューロン密度制御の自然発火への影響

〇栗田 裕子 1, 2, 宇野 秀隆 1, 2, 王 志宏 1, 2, 宇理須 恒
雄 1, 2

1.名大未来, 2.JST-CREST

 9:30 E 14a-F204-3 Control of micropore fine structure in the incubation type 
planar patch clamp chips

〇Zhihong Wang1, 2, Hidetaka Uno1, 2, Yuko Kurita1, 2, 
Satoru Nakao3, Noriko Takada3, Mitsukazu Suzui3, 
Tsuneo Urisu1, 2

1.Nagoya Univ. IIFS, 2.JST-CREST, 3.IMS

 9:45  14a-F204-4 心筋細胞の集合体に対する機械的刺激の影響 〇新井 晋 1, 露木 彩葉 1, 上原 貴宏 1, 石田 研太郎 1, 三
井 敏之 1

1.青学大理工

 10:00 奨 14a-F204-5 地形的構造による細胞走性の誘導を用いた細胞密度変化 〇奥谷 智裕 1, 我妻 玲 1, 満渕 邦彦 1, 星野 隆行 1 1.東大院情理
 10:15  14a-F204-6 可視光応答酸化チタン薄膜の光触媒能を利用した細胞の

液中パターニング
〇古澤 昂平 1, 河野 翔 1, 2, 藤城 翔偉 1, 山本 英明 3, 谷
井 孝至 1

1.早大理工, 2.学振DC, 3.東北大学際研

 10:30  休憩/Break
 10:45  14a-F204-7 バーチャル電極ディスプレイの単一細胞解析への応用

-細胞内ひずみ解析とピンポイントエレクトロポレーショ
ン-

〇星野 隆行 1, 宮廻 裕樹 1, 吉岡 基 1, 我妻 玲 1, 満渕 邦
彦 1

1.東大情理

 11:00 奨 14a-F204-8 皮膚バリア機能の電気的評価・治療システムの開発 〇中林 真悠 1, 阿部 結奈 1, 甲斐 洋行 1, 山内 丈史 2, 山
崎 研志 2, 西澤 松彦 1

1.東北大院工, 2.東北大院医

 11:15  14a-F204-9 AD患者血清中のおけるアミロイドβタンパク質検出に
向けたリポソーム固定化カンチレバーバイオセンサにお
ける脂質種の検討

〇谷口 智哉 1, 村上 祐樹 1, 西本 凌 1, 尾淵 浩也 1, 寒川 
雅之 2, 山下 馨 1, 野田 実 1

1.京都工芸繊維大学, 2.新潟大学

 11:30  14a-F204-10 糖鎖修飾リポソームを用いた蛍光分子封入リポソームア
レイセンサによるアミロイドβの検出

〇吉田 一晶 1, 今村 亮太 1, 村田 直樹 1, 島内 寿徳 2, 山
下 馨 1, 福澤 理行 1, 野田 実 1

1.京工繊大, 2.岡山大

 11:45 E 14a-F204-11 Polymerase Chain Reaction (PCR) under low ionic 
strength

〇Huanwen Han1, Fumie Takei2, 3, Kazuyuki 
Nobusawa1, Norhayati Binti Sabani2, Kazuhiko 
Nakatani2, Ichiro Yamashita1

1.Graduate School of Engineering, Osaka University, 
2.The Institute of Scientific and Industrial Research, 
Osaka University, 3.National Defense Medical College

 12:00  14a-F204-12 低塩濃度におけるアレル特異的PCR法の開発 〇武井 史恵 1, 3, 秋山 美沙紀 3, 信澤 和幸 2, Norhayati 
Binti Sabani3, 韓 煥文 2, 中谷 和彦 3, 山下 一郎 2

1.防衛医大, 2.阪大院工, 3.阪大産研

3/14(Tue.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場
 13:45 奨 14p-F204-1 微弱蛍光計測に向けた埋植型CMOSイメージングデバイ

スの作製と評価
〇白石 愛香里 1, 須永 圭紀 1, 山浦 洋 2, 藤本 光輝 1, 春
田 牧人 1, 野田 俊彦 1, 笹川 清隆 1, 徳田 崇 1, 吉村 由美
子 2, 太田 淳 1

1.奈良先端大, 2.生理研

 14:00  14p-F204-2 高感度a-InGaZnO TFT pHセンサを用いた微小pH変化
の検出

〇岩松 新之輔 1, 竹知 和重 2, 阿部 泰 1, 今野 俊介 1, 矢
作 徹 1, 村上 穣 1, 加藤 睦人 1, 田邉 浩 2, 渡部 善幸 1

1.山形県工技セ, 2.NLTテクノロジー

 14:15 奨 14p-F204-3 干渉フィルタを搭載した生体埋植型蛍光観察デバイス用
LED光源

〇(M1)藤本 光輝 1, 春田 牧人 1, 太田 安美 1, 野田 俊
彦 1, 笹川 清隆 1, 徳田 崇 1, 太田 淳 1

1.奈良先端大

 14:30  14p-F204-4 マイクロウェルと複合化したグラフェントランジスタを
用いたHelicobacter pyloriの検出

〇小野 尭生 1, 金井 康 1, 大野 恭秀 1, 2, 前橋 兼三 1, 3, 井
上 恒一 1, 松本 和彦 1

1.阪大産研, 2.徳島大, 3.東京農工大
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12.7 医用工学・バイオチップ / Biomedical Engineering and Biochips



 14:45 奨 14p-F204-5 薄膜トランジスタを用いたフレキシブルナトリウムイオ
ンセンサの創製

〇(M1C)伊藤 健介 1, 齋藤 曉子 1, 坂田 利弥 1 1.東大院工

 15:00  休憩/Break
 15:15 奨 E 14p-F204-6 CMOS-based Optical Energy Harvesting Circuit for 

Bio-implantable and IoT Devices
〇(M2)Nattakarn Wuthibenjaphonchai1, Makito 
Haruta1, Toshihiko Noda1, Kiyotaka Sasagawa1, 
Takashi Tokuda1, Jun Ohta1

1.Nara Institues of Science and Technology

 15:30  14p-F204-7 制御ラジカル重合による分子認識ゲル修飾ゲート電界効
果トランジスタの創製

〇加治佐 平 1, 坂田 利弥 2 1.株式会社PROVIGATE, 2.東大院工

 15:45  14p-F204-8 延長ゲート有機トランジスタ型バイオセンサを用いた有
機酸の検出

植松 真由 1, 市村 祐介 1, 原田 脩平 2, 土屋 和彦 3, 松井 
弘之 3, 4, 熊木 大介 3, 4, 〇古澤 宏幸 5, 時任 静士 1, 3, 4

1.山形大工, 2.米沢興譲館高, 3.山形大ROEL, 4.山形大
院有機材料シ, 5.山形大院理工

 16:00 奨 14p-F204-9 CMOS イメージセンサを用いた培養細胞のレンズレスオ
ンチップ蛍光計測システム

〇(M1)中元 健太 1, 大澤 和孝 1, 春田 牧人 1, 野田 俊
彦 1, 笹川 清隆 1, 徳田 崇 1, 太田 淳 1

1.奈良先端大

 16:15 奨 14p-F204-10 ポリドーパミン修飾電界効果トランジスタバイオセンサ
の特性評価

〇(M2)西谷 象一 1, 加治佐 平 2, 坂田 利弥 1 1.東大院工, 2.（株）PROVIGATE

 16:30  休憩/Break
 16:45 奨 14p-F204-11 包括法を用いたH2O2 センサによるグルタミン酸イメージ

ングの検討
〇奥村 悠基 1, 水谷 信哉 1, 奥村 弘一 1, 岩田 達哉 1, 高
橋 一浩 1, 澤田 和明 1

1.豊橋技術科学大学

 17:00 奨 14p-F204-12 非拘束リアルタイム脳機能計測に向けた埋植型多点撮像
デバイス

〇速水 一 1, 春田 牧人 1, 野田 俊彦 1, 笹川 清隆 1, 徳田 
崇 1, 太田 淳 1

1.奈良先端大

 17:15  14p-F204-13 シンプルな構成の酸化還元膜-酵素積層膜を用いた延長
ゲート有機トランジスタ型乳酸センサの開発

〇土屋 和彦 1, 野村 綾子 1, 松井 弘之 1, 熊木 大介 1, 古
澤 宏幸 2, 時任 静士 1

1.山形大 ROEL, 2.山形大院理工

 17:30 奨 14p-F204-14 細胞/ゲート電極界面における水素イオン挙動の評価 〇佐竹 皓宇 1, 齋藤 暁子 1, 坂田 利弥 1 1.東大院工
 17:45 奨 E 14p-F204-15 Fabrication of a Prototype Dual Filter CMOS Image 

Sensor for FRET Imaging
〇(D)Wan Shen Hee1, Makito Haruta1, Toshihiko 
Noda1, Kiyotaka Sasagawa1, Takashi Tokuda1, Jun 
Ohta1

1.NAIST

3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3会場
   16a-P3-1 細胞への微粒子内在化の粒径依存性と経時観察 〇吉武 駿平 1, 三橋 拓真 1, 加藤 徳剛 1 1.明大理工
   16a-P3-2 機械的刺激が引き起こす心筋細胞集合体の拍動 〇上原 貴宏 1, 新井 晋 1, 露木 彩葉 1, 石田 研太郎 1, 三

井 敏之 1
1.青学大理工

   16a-P3-3 プレーナーパッチクランプによる
単一細胞内容物の抽出時における外部汚染の検証

〇宇野 秀隆 1, 3, 王 志宏 1, 3, 石垣 診祐 2, 3, 浮田 芳昭 3, 4, 
高村 禅 3, 5, 宇理須 恒雄 1, 3

1.名大未来社会機構, 2.名大医, 3.JST-CREST, 4.山梨
大, 5.北陸先端大

   16a-P3-4 GaInAsP半導体イメージングプレートによる混合細胞イ
メージング

〇酒本 真衣 1, 阿部 紘士 1, 景山 達斗 1, 福田 淳二 1, 馬
場 俊彦 1

1.横国大・院工

   16a-P3-5 マイクロ加工表面を用いた培養神経回路のモジュール性
制御

〇井手 克哉 1, 山本 英明 2, 松村 亮佑 3, 谷井 孝至 4, 吉
信 達夫 1, 庭野 道夫 3, 平野 愛弓 3, 5

1.東北大工, 2.東北大学際研, 3.東北大通研, 4.早大理
工, 5.東北大AIMR

   16a-P3-6 マイクロ加工表面を用いた単一神経細胞の周波数特性制
御

〇(DC)松村 亮佑 1, 2, 山本 英明 3, 桂林 秀太郎 4, 庭野 
道夫 1, 平野 愛弓 1, 5

1.東北大通研, 2.学振DC, 3.東北大学際研, 4.福岡大薬, 
5.東北大AIMR

   16a-P3-7 矩形波電流源を用いた生体用インピーダンス分布計測シ
ステム
の設計と評価:低消費電力化の検討

〇竹澤 好樹 1, 伊藤 圭汰 1, 宇野 正真 1, 後藤 竜也 1, 下
川 賢士 2, 銭 正阳 1, 西野 悟 3, 清山 浩司 3, 田中 徹 1, 2

1.東北大院工, 2.東北大院医工, 3.長崎総科大

   16a-P3-8 小型口腔内圧測定装置を用いた臨床的嚥下能力診断シス
テムの開発

〇難波 佳那 1, 外谷 昭洋 1, 天野 秀昭 2 1.呉高専, 2.広島大

   16a-P3-9 電鋳パイプを用いた高精度微量分注技術 〇安藤 貴洋 1, 平野 匡章 1 1.日立研開
   16a-P3-10 細胞シート用温度応答性ポリマーの水晶振動子センサー

による特性解析
〇(M1C)並木 駿斗 1 1.東京工科大学大学院

   16a-P3-11 フラビンアデニンジヌクレオチド依存グルコース脱水素
酵素の単層カーボンナノチューブ溶液からなる直接電子
伝達第二報

日高 大貴 1, 〇六車 仁志 1, 岩佐 尚徳 2, 平塚 淳典 2, 鵜
沢 浩隆 2

1.芝浦工大, 2.産総研

   16a-P3-12 フレキシブル基板上に作製したマルチスポットセンシン
グチップ

〇江本 顕雄 1, 福田 隆史 2 1.同志社大理工, 2.産総研電子光

   16a-P3-13 微小基板内蔵ピペットチップ型自動バイオセンシングシ
ステムによるバイオマーカータンパク質の高感度検出

〇高野 恵里 1, 志村 宣明 2, 秋場 猛 2, 竹内 俊文 1 1.神戸大院工, 2.システム･インスツルメンツ(株)

   16a-P3-14 有機トランジスタを用いた匂い分子の電気化学的検出 〇(M1)佐々木 開 1, 松井 弘之 1, 2, 熊木 大介 1, 2, 古澤 
宏幸 3, 時任 静士 1, 2

1.山形大院有機材料シ, 2.山形大ROEL, 3.山形大院理
工

   16a-P3-15 水晶振動子を用いた高分子膜の水和と粘弾性の評価 〇薛 シン瑶 1, 小林 慎吾 2, 田中 賢 2, 多賀谷 英幸 1, 古
澤 宏幸 1

1.山形大院理工, 2.九大先導研

   16a-P3-16 CMOS互換Si光共振器バイオセンサーによるPSA検出 〇中島 悠人 1, 2, 前田 準 1, Amrita Kumar Sana1, 雨宮 
嘉照 1, 池田 丈 1, 3, 黒田 章夫 1, 3, 横山 新 1, 2

1.広島大ナノデバイス, 2.先端研半導体集積, 3.先端研
分子生命

   16a-P3-17 微小液滴アレイ保持構造を有するpH測定システムの構
築

〇(B)鑓水 大和 1, 宮本 浩一郎 1, 吉信 達夫 1 1.東北大工

   16a-P3-18 マイクロバルブ付加リング共振器バイオセンサの研究 〇雨宮 嘉照 1, サナ アムリタ クマル 1, 中島 悠人 1, 横
山 新 1

1.広島大

   16a-P3-19 光ピックアップ型ELISAチップの開発および性能評価 〇芳永 真 1, 裕之 吉川 1, 栄一 民谷 1 1.阪大院工
   16a-P3-20 レーザー誘起ディウェッティングによる貴金属ナノ構造

基板の作製とSERS分光応用
〇中川 亮 1, 吉川 裕之 1, 民谷 栄一 1 1.阪大院工

   16a-P3-21 遠心式マイクロ流体デバイスにおける定量分注機構の検
討

〇岡本 俊哉 1, 浮田 芳昭 1 1.山梨大院

   16a-P3-22 ハイスループット生体分子間相互作用測定法のための抗
体固定化基板の開発

〇(B)大竹 真央 1, 浮田 芳昭 1 1.山梨大

   16a-P3-23 遺伝子情報計測の迅速・簡便化に関する研究 〇(B)萩原 ひとみ 1, 鶴岡 誠 1 1.東京工科大学
  E 16a-P3-24 High Sensitive Detection of Prostate Specific Antigen 

Using Photonic Crystal  Nanocavity  Resonator
〇(DC)Amrita Kumar Sana1, Yoshiteru Amemiya1, 
Takeshi Ikeda1, Akio Kuroda1, Shin Yokoyama1

1.Hiroshima Univ.

   16a-P3-25 フォトニック結晶ナノレーザバイオセンサの保護に最適
な原子層堆積材料の探索

〇坂田 晟大 1, 羽中田 祥司 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大・院工

   16a-P3-26 フォトニック結晶ナノレーザでのショットキー障壁の形
成とその影響

〇渡部 工 1, 西條 義人 1, 西島 喜明 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大・院工

   16a-P3-27 フォトニック結晶ナノレーザバイオセンサの安定化に向
けた原子層体積法で修飾したAPTESの評価

〇羽中田 祥司 1, 田中 淳大 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大・院工

   16a-P3-28 GaInAsP/InP半導体における表面電荷とショットキー障
壁の関係

〇西條 義人 1, 渡部 工 1, 西島 喜明 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大・院工

   16a-P3-29 金ナノ構造体を用いたイオン感応ナノレーザの感度向上
の検討

〇渡邊 敬介 1, 西島 喜明 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

   16a-P3-30 光硬化性樹脂表面へのリポソームの吸着による表面物性
変化

〇(M1C)染野 光輝 1, 村松 宏 1 1.東京工科大学大学院

   16a-P3-31 表面修飾基を持つ酸化亜鉛ナノ粒子の光学特性 飯塚 真理 1, 〇藤井 政俊 1 1.島根大医
   16a-P3-32 MPTコーティングで表面機能化した多結晶GaSb薄膜の

生体適合性
〇西本 尚己 1, 藤原 純子 2, 吉野 勝美 1 1.島根産技, 2.島根大医
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12.7 医用工学・バイオチップ / Biomedical Engineering and Biochips



3/16(Thu.) 13:45 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) F205会場
 13:45  16p-F205-1 誘電泳動力の周波数依存性を利用した血球分離 上村 泰広 1, 〇須田 隆夫 1 1.鹿児島高専
 14:00 奨 16p-F205-2 生体ナノ粒子の1粒子解析法の開発ー迅速測定に向け

てー
〇(M2)鬼柳 知 1, 赤木 貴則 1, 一木 隆範 1, 2 1.東大院工, 2.iCONM

 14:15 奨 16p-F205-3 マイクロ流体デバイスを用いた50 nm以下のナノ粒子の
測定

〇(M1)岡村 怜 1, 木下 ひろみ 1, 末弘 庸子 1, 赤木 貴
則 1, 一木 隆範 1, 2

1.東大院工, 2.iCONM

 14:30  16p-F205-4 受精卵質量測定のための2方向観察沈降測定法の開発 〇吉川 朝哉 1, 高城 翔太 2, 佐藤 稜也 2, 齋藤 暁子 3, 
佐々木 直哉 4, 保坂 純男 2, 坂田 利弥 3, 曾根 逸人 2

1.群馬大理工, 2.群馬大理工院, 3.東京大院工, 4.日立研
究開発

 14:45  16p-F205-5 POCT指向デジタルドロップレットPCRに向けた微小液
滴挙動の遠心制御

〇高橋 和也 1, 齋藤 真人 1, 民谷 栄一 1 1.阪大院工

 15:00 奨 E 16p-F205-6 An Integrated Automatic Microfluidic System for 
Simultaneous Multichannel Emulsification in BEAMing 
Digital PCR Technology

〇Kunpeng Cai1, Koya Yamawaki1, Yasuko 
Kawamoto1, Katsumi Nakanishi1, Ayato Tagawa1

1.Sysmex Co. CRL

 15:15  休憩/Break
 15:30 奨 E 16p-F205-7 Matrix-free protein ionization by pulse-heating ion source 〇(DC)Xi Luo1, Phan Trong Tue1, Yuzuru 

Takamura1
1.JAIST

 15:45 奨 E 16p-F205-8 Reverse Synthesis of Adress-tag oligonucleotides on 
PDMS Chip using Mild Reagents Aiming for Single Cell 
Analysis with Positional Information

〇(P)Rahul Bhardwaj1, 2, Yuzuru Takamura1, 2, Trong 
Tue Phan1, 2

1.Japan Advanced Institute of science and Technology, 
2.Japan Science and Technology, CREST

 16:00 奨 16p-F205-9 エクソソームの固相上への精密固定化技術の開発 〇(M2)横田 秀輔 1, 倉持 宏実 1, 一木 隆範 1, 2 1.東京大学, 2.ナノ医療イノベーションセンター
 16:15  16p-F205-10 エラストマーナノシートを利用した光干渉型表面応力バ

イオセンサ
〇寺元 玲奈 1, 藤枝 俊宣 2, 3, 佐藤 信孝 2, 武岡 真司 2, 
澤田 和明 1, 高橋 一浩 1, 3

1.豊橋技科大, 2.早稲田大, 3.JSTさきがけ

 16:30 奨 16p-F205-11 非標識バイオセンシングに向けた高い波長選択性を持つ
MEMS光干渉型表面応力センサの製作

〇高橋 利昌 1, 飛沢 健 1, 三澤 宣雄 2, 瀧 美樹 1, 澤田 和
明 1, 髙橋 一浩 1, 3

1.豊技大工, 2.神奈川科学技術アカデミー, 3.JSTさきが
け

 16:45  16p-F205-12 集積回路上へのエラストマー製マイクロウェルアレイ形
成に関する基礎検討

〇白形 優依 1, 竹原 宏明 1, 上野 真吾 1, 2, 一木 隆範 1, 2 1.東大工, 2.ナノ医療イノベーションセンター

 17:00  休憩/Break
 17:15  16p-F205-13 フィルタフリ-蛍光センサを用いた標識細胞の蛍光検出 〇(DC)崔 容俊 1, 篠崎 陽一 2, 高橋 一浩 1, 岩田 達

哉 1, 小泉 修一 2, 澤田 和明 1
1.豊橋技科大, 2.山梨大

 17:30  16p-F205-14 Bull's Eye構造のプラズモニックチップ上における多重染
色された乳癌細胞の蛍光顕微鏡観察

〇(M1)泉 章太 1, 山村 昌平 2, 林 尚子 2, 當麻 真奈 1, 
田和 圭子 1

1.関西学院大院理工, 2.産総研

 17:45  16p-F205-15 無電解プラズモニック銀めっき基板を用いた過酸化水素
の検出

〇吉川 裕之 1, 稗田 謙志郎 1, 民谷 栄一 1 1.阪大院工

 18:00 奨 E 16p-F205-16 Femtosecond Laser Microfabrication of Proteinaceous 
Pattern Inside Glass Microchannel Devices

〇(P)Daniela Serien1, Katsumi Midorikawa1, Koji 
Sugioka1

1.RIKEN Center for Advanced Photonics

 18:15  16p-F205-17 水晶振動子上にプラズマ開始重合で形成した分子インプ
リントポリマー膜を用いるヘパリンセンサ第二報

〇(M1)引地 敦 1, 六車 仁志 1, 有田 智彦 1, 吉見 靖男 1 1.芝浦工大

 18:30  16p-F205-18 高感度インフルエンザ検査チップの開発 〇紋川 亮 1, 瀧本 悠貴 1, 月精 智子 1 1.都産技研
3/17(Fri.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F205会場

 9:00 奨 17a-F205-1 生体局所含水量モニタリングシステムの開発 〇久保田 淳 1, 甲斐 洋行 1, 西澤 松彦 1 1.東北大院工
 9:15  17a-F205-2 糖尿病合併症の評価を目的としたNADH蛍光検出システ

ムを用いたソルビトール用バイオセンサ
〇月精 智子 1, 2, 瀧本 悠貴 1, 紋川 亮 1, 荒川 貴博 2, 三
林 浩二 2

1.都産技研, 2.医科歯科大

 9:30  17a-F205-3 味覚センサの医薬品用苦味受容膜の改良 〇巫 霄 1, 鬼武 英弥 1, 黄 之欽 1, 都甲 潔 1, 池崎 秀和 2 1.九州大工, 2.（株）インテリジェントセンサーテクノ
ロジー

 9:45 奨 17a-F205-4 極低濃度生体物質検出における課題と解決へのアプロー
チ

〇安浦 雅人 1, 芦葉 裕樹 1, 島 隆之 1, 藤巻 真 1 1.産総研

 10:00  17a-F205-5 負電荷人工甘味料用のセンサ受容膜の開発 〇服部 智大 1, 劉 元昌 1, 都甲 潔 1, 池崎 秀和 2 1.九大シス情, 2.（株）インテリジェントセンサーテク
ノロジー

 10:15  17a-F205-6 口腔内情報の無拘束モニタリングのためのBLE無線通信
式マウスガードセンサに関する研究

〇戸本 佳佑 1, 張 志偉 1, 横田 くみ 2, 當麻 浩司 2, 竹内 
周平 3, 荒川 貴博 2, 関田 俊明 3, 岩﨑 泰彦 4, 水口 俊
介 1, 3, 三林 浩二 1, 2

1.医科歯科大院, 2.医科歯科大生材研, 3.医科歯科大歯, 
4.関西大生化工

 10:30  休憩/Break
 10:45  17a-F205-7 S-ADH固定化バイオスニファによる呼気アセトンガス計

測
〇辻井 誠人 1, 鈴木 卓磨 1, 簡 伯任 1, 叶 明 2, 當麻 浩
司 2, 荒川 貴博 2, 三林 浩二 1, 2

1.医科歯科大院, 2.医科歯科大生材研

 11:00  17a-F205-8 ウェアラブルデバイスを用いた日常生活における心拍ゆ
らぎ計測

〇頭川 武央 1, 森田 幸弘 2, 1, 西谷 幹彦 2 1.パナソニック, 2.大阪大学

 11:15  17a-F205-9 多機能統合生体情報処理システムの設計と評価 〇下川 賢士 1, 伊藤 圭汰 2, 宇野 正真 2, 後藤 竜也 2, 銭 
正阳 2, 竹澤 好樹 2, 西野 悟 3, 清山 浩司 3, 田中 徹 1, 2

1.東北大院医工, 2.東北大院工, 3.長崎総科大

 11:30  17a-F205-10 バイオ蛍光法を用いた探嗅カメラによる呼気中エタノー
ルガスの可視化計測

〇早川 悠暉 1, ナセデン ムニラ 1, 飯谷 健太 1, 佐藤 敏
征 1, 當麻 浩司 2, 荒川 貴博 2, 三林 浩二 1, 2

1.医科歯科大院, 2.医科歯科大生材研

 11:45  17a-F205-11 表面弾性波(SAW)デバイスを用いた半連続免疫計測シス
テムの構築

〇大石 紘希 1, 當麻 浩司 1, 吉村 直之 2, 荒川 貴博 1, 谷
津田 博美 2, 3, 三林 浩二 1

1.医科歯科大生材研, 2.日本無線, 3.OJ-Bio

 12:00  17a-F205-12 乳癌スクリーニングのためのマイクロ波散乱場断層イ
メージングシステムの開発

〇木村 建次郎 1, 3, 稲垣 明里 1, 山下 祐司 1, 3, 河野 誠
之 1, 3, 三木 万由子 2, 3, 廣利 浩一 2, 3, 橋本 知久 2, 佐久
間 淑子 2, 高尾 信太郎 1, 2, 3, 土井 恭二 3, 4, 木村 憲明 3, 4

1.神戸大, 2.兵庫県立がんセンター, 3.AMED, 4.IGS

13 半導体 / Semiconductors
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション / Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials
3/15(Wed.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P12会場

   15p-P12-1 疑似太陽光照射による単結晶Si基板のキャリア移動度変
化

〇立神 秀弥 1, 髙内 健二郎 1, 德田 直樹 1, 鈴木 秀俊 1, 
碇 哲雄 1, 西岡 賢祐 1, 福山 敦彦 1

1.宮崎大工

   15p-P12-2 Si 細線構造への高密度 Si 量子ドット形成と発光特性 〇高 磊 1, 池田 弥央 1, 山田 健太郎 1, 牧原 克典 1, 大田 
晃生 1, 宮崎 誠一 1

1.名大院工

   15p-P12-3 第一原理計算によるHfO   2/SiO2/Si界面における酸素空孔
欠陥に起因したリーク電流の評価

〇(M1)高木 謙介 1, 小野 倫也 1, 2 1.筑波大数理物質科学, 2.筑波大計算科学研究セ

3/16(Thu.) 13:45 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) E206会場
 13:45  16p-E206-1 PFAボトルの金属吸着を利用した純水中超微量金属分析 〇中津 正人 1 1.三重富士通ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
 14:00  16p-E206-2 枚葉スピン方式を用いたフッ硝酸Siエッチングプロセス

挙動解析（２）
〇大井上 昂志 1, 齋藤 卓 2, 奥山 敦 2, 萩本 賢哉 2, 岩元 
勇人 2

1.ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング, 2.ソ
ニーセミコンダクタソリューションズ

 14:15 奨 16p-E206-3 チオ硫酸ナトリウムを添加したフッ酸で処理した
Ge(111)表面の構造評価

〇藤島 優介 1, 鈴木 仁 1, 坂上 弘之 1 1.広大先端研

 14:30  16p-E206-4 Ar/H2 熱処理を用いたSi基板平坦化の水素濃度依存性と
デバイス応用

〇塚崎 真弘 1, 工藤 聡也 1, 大見 俊一郎 1 1.東工大工

 14:45 奨 16p-E206-5 Si(100)表面平坦化によるHf系MONOS構造の電気特性
向上

〇(DC)工藤 聡也 1, 塚崎 真弘 1, 大見 俊一郎 1 1.東工大

 15:00  休憩/Break
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13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション / Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials



 15:15 奨 16p-E206-6 低照射線量率下のSiO2/Si界面準位生成量に与える膜中
SiH基量の影響

〇東口 紳太郎 1, 2, 牧野 高紘 3, 大島 武 3, 小林 大輔 2, 
廣瀬 和之 1, 2

1.東大院, 2.JAXA宇宙研, 3.QST高崎量研

 15:30 奨 16p-E206-7 X線照射によるSiO2表面帯電の自発的補償機構の解明に
向けた試料電流測定

〇張江 貴大 1, 2, 小林 大輔 2, 山本 知之 1, 廣瀬 和之 1, 2 1.早大理工, 2.宇宙研

 15:45  16p-E206-8 角度分解光電子分光を用いたサブバンド測定によるイオ
ン打ち込み Si(001) の反転層ポテンシャル勾配及び活性
ドーパント濃度の評価

〇比嘉 友大 1, 武田 さくら 1, 江波戸 達哉 1, 米田 允
俊 1, 藤中 秋穂 1, 森田 一帆 1, 森本 夏輝 1, Ang Artoni 
Kevin1, 大門 寛 1, 筒井 一生 2

1.奈良先端科学技術大学院大学, 2.東京工業大学

 16:00  16p-E206-9 硬X線光電子分光を用いたSi量子ドット多重集積構造の
電位分布評価

〇中島 裕太 1, 竹内 大智 1, 2, 牧原 克典 1, 大田 晃生 1, 
池田 弥央 1, 宮崎 誠一 1

1.名大院工, 2.学振特別研究員

 16:15 奨 16p-E206-10 ラマン分光法を用いたトレンチ近傍の異方性2軸応力評
価

〇鈴木 貴博 1, 横川 凌 1, 大麻 浩平 2, 西脇 達也 2, 浜本 
毅司 2, 小椋 厚志 1

1.明治大理工, 2.(株)東芝

 16:30  16p-E206-11 Ge コアSi 量子ドットの発光特性評価 〇山田 健太郎 1, 牧原 克典 1, 池田 弥央 1, 大田 晃生 1, 
宮崎 誠一 1

1.名大工

 16:45  休憩/Break
 17:00  16p-E206-12 分子動力学・有限要素法を用いた半導体デバイスの微細

パターン座屈解析
〇輿石 健二 1, 齋藤 玲子 1, 伊藤 祥代 1, 田村 陽平 2, 今
泉 俊介 2, 高本 聡 2, 泉 聡志 2

1.東芝, 2.東京大院工

 17:15  16p-E206-13 センサ・アレイのシミュレーションに向けた領域分割法
の検討

〇松澤 一也 1, 田中 貴久 1, 2, 内田 建 1, 2 1.慶大TRDEC, 2.慶大電子工

 17:30 奨 16p-E206-14 量子補正ボルツマン輸送方程式によるGeおよびSiナノ
ワイヤpMOSFETの準バリスティック正孔輸送能力の解
析

〇田中 一 1, 須田 淳 1, 木本 恒暢 1 1.京大院工

 17:45  16p-E206-15 負性容量トランジスタにおける短チャネル効果のデバイ
スシミュレーションによる予測

〇服部 淳一 1, 福田 浩一 1, 池上 努 1, 太田 裕之 1, 右田 
真司 1, 鳥海 明 2

1.産総研, 2.東大院工

 18:00  16p-E206-16 トンネルFET ベースCMOS回路のシングルイベント耐
性

〇呉 研 1, 和田 雄友 1, 岩波 悠太 1, 金山 純一 1, 高橋 芳
浩 1

1.日大理工

 18:15 奨 16p-E206-17 非平衡グリーン関数法を用いた１次元ナノ構造の熱電特
性解析

〇(B)梶原 祐磨 1, 森 伸也 1 1.阪大工

13.2 探索的材料物性・基礎物性 / Exploratory Materials, Physical Properties, Devices
3/15(Wed.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P13会場

  E 15p-P13-1 Fabrication of low B-doped p-BaSi2/n+-Si heterojunction 
solar cells

〇Emha Bayu Miftahullatif1, Takabe Ryouta1, Yachi 
Suguru1, Toko Kaoru1, Suemasu Takashi1

1.Univ. of Tsukuba

  E 15p-P13-2 Characterizations of crystalline quality and electrical 
properties of nitrogen-doped BaSi2 films on Si(111)

〇(M1)Zhihao Xu1, Tianguo Deng1, Ryota Takabe1, 
Miftahullatif Emha Bayu1, Kaoru Toko1, Takashi 
Suemasu1

1.Univ.Tsukuba

   15p-P13-3 BaSi2 エピタキシャル膜における近赤外欠陥発光の評価 〇村社 尚紀 1, 星田 裕文 1, 飯沼 元輝 1, 江口 元 1, 末益 
崇 2, 寺井 慶和 1

1.九工大情報工, 2.筑波大数理物質

   15p-P13-4 Sbドーピングによるβ-FeSi2 エピタキシャル膜の電子密
度制御

〇飯沼 元輝 1, 江口 元 1, 村社 尚紀 1, 星田 裕文 1, 寺井 
慶和 1

1.九工大情報工

   15p-P13-5 Mg2Si結晶の赤外吸収測定と自由電子濃度評価 〇矢口 楓子 1, 中野 浩平 1, 鵜殿 治彦 1 1.茨城大工
   15p-P13-6 ボールミリング法を用いたSi系ナノシート束の作製 〇渥美 七虹 1, 佐々木 謙太 2, 袁 佩玲 3, 立岡 浩一 2 1.静岡大工, 2.静岡大総合科技研工, 3.静岡大創造科技

院
   15p-P13-7 CaSi2 をテンプレートとしたNH4Cl処理によるSi系ナノ

シート束の作製
〇齋藤 優弥 1, 佐々木 謙太 1, 熊澤 佑貴 1, 渥美 七虹 2, 
引地 啓太 2, 袁 佩玲 3, 立岡 浩一 1

1.静岡大総合科技研工, 2.静岡大工, 3.静岡大創造科技
院

   15p-P13-8 MgCl2 溶融塩を用いたSi系ナノシート束の作製 〇熊澤 佑貴 1, 立岡 浩一 1 1.静岡大総合科技研工
   15p-P13-9 Geのピエゾ抵抗効果 〇松田 和典 1, 檜原 優希 1, 長岡 史郎 2, 神田 洋三 3 1.徳文大理工, 2.香川高専詫間, 3.東洋大工
   15p-P13-10 光熱拡散法における3C-SiCの不純物濃度の影響 〇鎌田 隼 1, 武市 慎矢 2, 香西 貴典 2, 藤原 健志 2, 小西 

智也 2, 岡本 敏弘 1, 原口 雅宣 1, 釜野 勝 2
1.徳島大学, 2.阿南工業高等専門学校

   15p-P13-11 透明基板上に合成したNa内包II型Geクラスレート膜の
光吸収

〇杉井 南斗 1, 大橋 史隆 1, 久米 徹二 1, ヒマンシュ 
シャカール　ジャ1, 向井 哲也 1, 鈴木 渉太 1, 牧野 秀
哉 1, 野々村 修一 1

1.岐大工

3/16(Thu.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) B5会場
 9:00  16a-B5-1 テクスチャSi上に真空蒸着法で形成したBaSi2 薄膜の評価 〇(B)藤原 道信 1, 高橋 一真 1, 中川 慶彦 1, 後藤 和

泰 1, 黒川 康良 1, 宇佐美 徳隆 1
1.名古屋大工

 9:15  16a-B5-2 3C-SiC 膜上に成長したBaSi2 膜の結晶構造の評価 〇中川 慶彦 1, 黒川 康良 1, 宇佐美 徳隆 1 1.名大工
 9:30  16a-B5-3 Mg/Si 同時スパッタ堆積法によるサファイア基板への

Mg2Si薄膜合成
〇池畑 隆 1, 西城 要 1, 笹島 良太 1, 佐藤 直幸 1, 鵜殿 治
彦 1

1.茨城大院理工

 9:45  16a-B5-4 Ge基板上におけるSrGe2 薄膜の反応性エピタキシャル成
長

〇今城 利文 1, 都甲 薫 1, 末益 崇 1 1.筑波大院 数理物質

 10:00  16a-B5-5 窒化炭素とレニウムによる炭化レニウムの高温高圧合成 〇安井 望 1, 財部 健一 1, 岡田 卓 2, 山崎 大輔 3, 大藤 弘
明 4, 小島 洋平 4, 中野 智志 5

1.岡山理大理, 2.東大, 3.岡大IPM, 4.愛媛大GRC, 
5.NIMS

 10:15  休憩/Break
 10:30  16a-B5-6 BaSi2 テンプレート層がp-BaSi2/n-Siヘテロ太陽電池特性

に与える効果
〇谷内 卓 1, 髙部 涼太 1, 都甲 薫 1, 末益 崇 1 1.筑波大数理

 10:45  16a-B5-7 p-BaSi2 の厚みとp-BaSi2/n-Siヘテロ接合太陽電池特性の
関係

〇山下 雄大 1, 谷内 卓 1, 髙部 涼太 1, 都甲 薫 1, 末益 
崇 1

1.筑波大電物

 11:00 E 16a-B5-8 Characterization of p-BaSi2/n-Si solar cells using 
Boron-doped p-BaSi2 on textured n-Si (001) grown by 
molecular beam epitaxy

〇(D)Tianguo Deng1, Ryota Takabe1, Zhihao Xu1, 
Kaoru Toko1, Kazuhiro Gotoh2, Noritaka Usami2, 
Takashi Suemasu1

1.Univ. Tsukuba, 2.Nagoya Univ.

 11:15 奨 16a-B5-9 Siヘテロ接合太陽電池応用に向けたp型BaSi2 の作製技術
開発

〇高橋 一真 1, 中川 慶彦 1, 原 康祐 2, 黒川 康良 1, 宇佐
美 徳隆 1

1.名大院工, 2.山梨大学クリスタル研

 11:30  16a-B5-10 BaSi2 pn ホモ接合太陽電池作製に向けた表面電極/
Sb-doped n-BaSi2 間の接触抵抗低減

〇小玉 小桃 1, 髙部 涼太 1, 谷内 卓 1, 都甲 薫 1, 末益 
崇 1

1.筑波大電物

 11:45  16a-B5-11 真空蒸着法により作製したa-Si/BaSi2 の接触抵抗低減効
果

須原 貴道 1, 〇中川 慶彦 1, 原 康祐 2, 黒川 康良 1, 末益 
崇 3, 宇佐美 徳隆 1

1.名古屋大, 2.山梨大, 3.筑波大

3/16(Thu.) 13:45 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) B5会場
 13:45 招 16p-B5-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

Ba/Siフラックス比を変えて作製したSi(111)基板上
undoped n-BaSi2 エピタキシャル膜の評価

〇高部 涼太 1, 谷内 卓 1, 都甲 薫 1, 末益 崇 1 1.筑波大学

 14:00  16p-B5-2 BaSi2 蒸着膜中の酸素不純物に関する調査 〇原 康祐 1, 山本 千綾 1, 山中 淳二 1, 有元 圭介 1, 中川 
清和 1, 黒川 康良 2, 宇佐美 徳隆 2

1.山梨大, 2.名古屋大

 14:15  16p-B5-3 偏極中性子反射率測定によるFe3Si/FeSi2 人工格子膜の磁
気構造解析

〇花島 隆泰 1, 竹市 悟志 2, 宮田 登 1, 堺 研一郎 3, 出口 
博之 4, 吉武 剛 2

1.中性子科セ, 2.九大総理工, 3.久留米高専, 4.九工大工

 14:30 奨 E 16p-B5-4 Photoluminescence Property of Si-based nanosheet 
bundles rooted on Si substrates

〇(D)Yuan Peiling1, Ryo Tamaki2, Kenta Sasaki3, 
Makoto Nakayama3, Yuya Saito3, Shinya Kusazaki3, 
Yuki Kumazawa3, Meng Xiang1, Nazmul Ahsan2, 
Yoshitaka Okada2, Hirokazu Tatsuoka3

1.Grad. Sch. Sci. & Technol., Shizuoka Univ., 2.RCAST, 
The Univ. of Tokyo, 3.Grad. Sch. Integr. Sci. & Technol., 
Dept. Eng., Shizuoka Univ.
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13.2 探索的材料物性・基礎物性 / Exploratory Materials, Physical Properties, Devices



 14:45  16p-B5-5 表面損傷を与えたSi基板におけるSi欠陥発光の寿命評価 〇扇 和也 1, 岡 直大 1, 池田 修哉 1, 瀬戸島 健太 1, 寺井 
慶和 1

1.九工大情報工

 15:00  16p-B5-6 Si/β-FeSi2/Si 多結晶積層構造における1.5 μm 発光の
寿命評価

〇池田 修哉 1, 瀬戸島 健太 1, 扇 和也 1, 岡 直大 1, 寺井 
慶和 1

1.九工大情工

 15:15  16p-B5-7 硫黄を過飽和ドープしたSi単結晶の赤外吸収と光電気伝
導利得

〇(M1)早瀬 弘基 1, 長尾 克紀 1, 中井 達也 1, 細見 勇
登 1, 内藤 宗幸 1, 青木 珠緒 1, 梅津 郁朗 1

1.甲南大理工

 15:30  16p-B5-8 熱処理したMg2Siバルク単結晶の電気特性評価 〇(M1)中野 浩平 1, 矢口 楓子 1, 鵜殿 治彦 1 1.茨城大理工
 15:45  休憩/Break
 16:00  16p-B5-9 BaSi2 の電子構造 〇今井 基晴 1, Kumar Mukesh1, 梅澤 直人 1 1.物材機構
 16:15  16p-B5-10 Mg2Siの化学的負圧を実現するための置換元素探索 〇今井 庸二 1, 山本 淳 1, 飯田 努 2, 財部 健一 3 1.産総研, 2.東京理科大, 3.岡山理科大
 16:30  16p-B5-11 準粒子近似法による、格子歪を受けたMg2Siの電子状態

計算
〇菅原 宏治 1, 稲葉 亜佑美 1 1.首都大SD

 16:45  16p-B5-12 シリサイド半導体のバンドギャップの線形回帰分析 淵 雅也 1, 有馬 幹尋 1, 〇前田 佳均 1 1.九工大院情報工
 17:00  16p-B5-13 四面体型半導体の誘電率の線形回帰分析 有馬 幹尋 1, 淵 雅也 1, 〇前田 佳均 1 1.九工大院情報工
 17:15  16p-B5-14 ヨウ化銅へのカルコゲン元素ドーピングの影響 〇(D)小安 智士 1, 山口 晃 1, 梅澤 直人 2, 宮内 雅浩 1 1.東工大, 2.NIMS
 17:30 奨 16p-B5-15 透明バイポーラ酸化物半導体: ZrOS 〇新井 健司 1, 飯村 壮史 1, 金 正煥 2, 細野 秀雄 1, 2 1.東工大フロンティア研, 2.東工大元素セ
13.3 絶縁膜技術 / Insulator technology
3/15(Wed.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P14会場

   15p-P14-1 高湿環境下でのｼﾘｺﾝﾘｯﾁSiN膜の表面酸化過程 〇奥 友希 1, 志賀 俊彦 1, 戸塚 正裕 1, 高木 晋一 1 1.三菱電機波光電
   15p-P14-2 SiO2 の高温動特性に対するSiOの効果の検討 〇矢島 雄司 1, 影島 博之 1, 4, 白石 賢二 2, 4, 遠藤 哲

郎 3, 4
1.島根大, 2.名古屋大, 3.東北大, 4.JST-ACCEL

  E 15p-P14-3 Trichloroethene Concentration Effect on Deposition Rate 
and Properties of Low-Temperature Grown SiO2 Films by 
using Silicone Oil and Ozone Gas

〇(D)Puneet Jain1, Susumu Horita1 1.Japan Adv. Inst. Sci. & Tech. (JAIST)

   15p-P14-4 シリコン窒化膜の常磁性欠陥に対する熱処理の効果(Ⅳ) 〇数見 理 1, 小林 清輝 1 1.東海大院工
   15p-P14-5 超臨界流体反応場中における酸化ハフニウム薄膜の化学

的堆積
〇川島 広明 1, 内田 寛 1 1.上智大

   15p-P14-6 分子動力学計算によるAlOxNy/SiO2 界面におけるダイ
ポール形成メカニズムの考察

〇高橋 憶人 1, 功刀 遼太 1, 中川 宣拓 1, 渡邉 孝信 1 1.早大理工

  E 15p-P14-7 Atom Probe Tomographic Study on Implanted Deuterium 
in Al2O3/HfxSi1-xO2/SiO2 Stacks

〇(D)Yuan Tu1, Bin Han1, Yasuo Shimizu1, Yorinobu 
Kunimune2, Yasuhiro Shimada2, Masao Inoue3, Koji 
Inoue1, Shinji Nagata1, Yasuyoshi Nagai1

1.IMR Tohoku Univ., 2.Renesas Semiconductor 
Manufacturing Co., Ltd., 3.Renesas Electronics Corp.

   15p-P14-8 高空間分解能HXPESによるGe 2p内殻準位の結合エネル
ギーに歪みが与える影響の検出

〇(B)佐野 良介 1, 此島 志織 2, 滝沢 耕平 2, 澤野 憲太
郎 1, 野平 博司 1

1.東京都市大工, 2.東京都市大院

   15p-P14-9 RFマグネトロンスパッタ法を用いたSrTa2O6 薄膜の作製
と評価

〇高橋 崇典 1, 宝賀 剛 1, 安井 寛治 2, 末松 久幸 2, 浦岡 
行治 3, 内山 潔 1

1.鶴岡高専, 2.長岡技科大, 3.奈良先端大

   15p-P14-10 GaNパワートランジスタのためのゲートSiO2膜形成技
術の開発

〇前川 拓也 1, 小木曽 真一 1, 有元 圭介 1, 山中 淳二 1, 
荒井 哲司 1, 中川 清和 1, 高松 利行 2, 上野 勝典 3

1.山梨大, 2.㈱SST, 3.富士電機㈱

   15p-P14-11 Al2O3/SiO2 混合酸化膜の熱安定性 〇伊藤 健治 1, 菊田 大悟 1, 成田 哲夫 1, 片岡 恵太 1, 森 
朋彦 1

1.豊田中研

3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 413会場
 9:00  16a-413-1 Si熱酸化過程の面方位依存性に関する理論的研究 〇名倉 拓哉 1, 川内 伸悟 2, 長川 健太 2, 白川 裕規 2, 洗

平 昌晃 2, 3, 7, 影島 博之 4, 7, 遠藤 哲郎 5, 6, 7, 白石 賢
二 2, 3, 7

1.名大工, 2.名大院工, 3.名大未来研, 4.島根大院総合理
工, 5.東北大院工, 6.国際集積セ, 7.JST-ACCEL

 9:15  16a-413-2 縦型 BC-MOSFET の Si 熱酸化過程における 圧縮歪みと
面方位依存性に関する理論的研究

〇川内 伸悟 1, 白川 裕規 1, 長川 健太 1, 洗平 昌晃 1, 2, 6, 
影島 博之 3, 6, 遠藤 哲郎 4, 5, 6, 白石 賢二 1, 2, 6

1.名大院工, 2.名大未来研, 3.島根大院総合理工, 4.東北
大院工, 5.国際集積セ, 6.JST-ACCEL

 9:30  16a-413-3 Amorphous-SiO2 中の金属原子が示す化学傾向 〇宮島 岳史 1, 白川 裕規 2, 洗平 昌晃 3, 2, 白石 賢二 3, 2 1.名大工, 2.名大院工, 3.名大未来研
 9:45  16a-413-4 硬X線光電子分光法によるSi-MOSダイオードのオペラ

ンド分析 －電位変化および化学結合状態評価－
〇大田 晃生 1, 村上 秀樹 2, 池田 弥央 1, 牧原 克典 1, 池
永 英司 3, 宮崎 誠一 1

1.名大院工, 2.久留米高専, 3.SPring-8

 10:00  16a-413-5 陽極酸化膜を有するMOS構造におけるアドミタンス特
性

〇(M1)中田 友緒 1, 張 祺 1, 呉 研 1, 高橋 芳浩 1 1.日大理工

 10:15  16a-413-6 MIMキャパシタの電荷放出特性評価手法 〇小澤 航大 1, 蓮沼 隆 1, 山部 紀久夫 1 1.筑波大
 10:30  休憩/Break
 10:45 奨 16a-413-7 O3 処理を施した原子層堆積Al2O3 膜の電気伝導特性 〇(B)大久保 智 1, 松村 大輔 1, 平岩 篤 2, 4, 川原田 

洋 1, 2, 3
1.早大理工, 2.早大ﾅﾉ･ﾗｲﾌ , 3.早大材研, 4.名大未来研

 11:00  16a-413-8 酸素濃度0.1ppmの新フラッシュランプアニール(FLA)
装置によるHigh-k膜の薄膜化

〇上田 晃頌 1, 河原崎 光 1, 古川 雅志 1, 青山 敬幸 1, 加
藤 慎一 1, 小林 一平 1

1.SCREEN

 11:15  16a-413-9 High-k/SiO2 界面双極子に起因するシリコン表面バンド
ベンディングのレーザーTHz放射顕微鏡による直接観察

〇堀田 育志 1, 佐伯 郁弥 1, 西 慎太郎 1, 伊藤 明 2, 中西 
英俊 2, 吉田 晴彦 1, 新船 幸二 1, 佐藤 真一 1, 斗内 政
吉 3, 川山 巌 3

1.兵県大工, 2.SCREEN, 3.阪大レーザー研

 11:30  16a-413-10 XPSによるHfO2 の電子親和力と界面ダイポールの定量 〇藤村 信幸 1, 大田 晃生 1, 池田 弥央 1, 牧原 克典 1, 宮
崎 誠一 1

1.名大院工

 11:45 奨 16a-413-11 Al2O3/SiO2 界面のダイポール層の発現と抑制を決定づけ
る因子の実験的検討

〇(M1C)鎌田 啓伸 1, 喜多 浩之 1 1.東大院工

 12:00 奨 E 16a-413-12 Opportunity for dipole layer formation at an non-SiO2 
dielectric interface - MgO/Al2O3

〇(D)Jiayang Fei1, Koji Kita1 1.The Univ. of Tokyo

3/16(Thu.) 14:00 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 413会場
 14:00 招 16p-413-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

ゲートスタック中へのAl 導入によるGe p-MOSFET の移
動度向上機構

〇永冨 雄太 1, 織田 知輝 1, 坂口 大成 1, 山本 圭介 1, 王 
冬 1, 中島 寛 1

1.九大

 14:15  16p-413-2 表面窒化処理によるGeO2 膜の吸湿性改善の検討 〇関谷 陽介 1, 岩崎 好孝 1, 上野 智雄 1 1.農工大院工
 14:30  16p-413-3 CVD-GeO2/Ge構造に対するPost Metallization 

Annealingの効果
〇羽田野 拓己 1, 岩崎 好孝 1, 上野 智雄 1 1.農工大院・工

 14:45 奨 E 16p-413-4 Study of Thermal Oxidation Mechanism of Germanium 〇(D)Wang Xu1, Tomonori Nishimura1, Takeaki 
Yajima1, Akira Toriumi1

1.Univ. of Tokyo

 15:00 奨 E 16p-413-5 Relationship between initial properties and reliability of 
Ge gate stacks

〇(D)Xiaoyu Tang1, 2, Akira Toriumi1 1.Univ. of Tokyo, 2.Nanjing Univ.

 15:15 奨 E 16p-413-6 Atomic exchange between Ge and Si at GeO2/Si interface 〇(D)Woojin Song1, Akira Toriumi1 1.The Univ. Tokyo
 15:30  休憩/Break
 15:45  16p-413-7 La2O3/Ge(111)MIS構造に対するLu-doped La2O3 キャッ

プ層の効果
〇銭高 真人 1, 古荘 仁久 1, 山本 圭介 2, 中島 寛 3, 浜屋 
宏平 1, 金島 岳 1

1.阪大基礎工, 2.九大･総理工, 3.九大･グローバルイノ
ベーションセンター

 16:00 E 16p-413-8 MOS interface properties of ALD Al2O3/Y2O3/GeOx/Ge 
gate stacks with plasma post oxidation

〇(D)Mengnan Ke1, Mitsuru Takenaka1, Shinichi 
Takagi1

1.Tokyo Univ.

 16:15  16p-413-9 有機金属化学気相成長法を用いて作製したGe1-xSnx ゲー
トスタック構造の欠陥物性評価

〇金田 裕一 1, 池 進一 1, 2, 兼松 正行 1, 坂下 満男 1, 竹
内 和歌奈 1, 中塚 理 1, 財満 鎭明 1, 3

1.名古屋大院工, 2.学振特別研究員, 3.名古屋大未来研

 16:30  16p-413-10 Al2O3/InxGa1-xAs MOS界面特性に与える前処理の効果と
その物理モデル

〇横山 千晶 1, 張 志宇 2, 竹中 充 1, 2, 高木 信一 1, 2 1.東京大工, 2.東京大院工
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 16:45 奨 16p-413-11 HfO2/Al2O3/InGaAsゲート構造をもつMOSFETの移動
度のH2 アニール後における成膜温度およびAl2O3 膜厚依
存性

〇大澤 一斗 1, 野口 真司 1, 祢津 誠晃 1, 木瀬 信和 1, 宮
本 恭幸 1

1.東工大

CS.2 6.1強誘電体薄膜,13.3絶縁膜技術,13.5デバイス／集積化技術のコードシェア / 6.1/13.3/13.5 Code-sharing Session
3/17(Fri.) 13:00 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 304会場

 13:00 奨 17p-304-1 スパッタリング法によるY2O3-HfO2 強誘電体エピタキ
シャル薄膜作製とその評価

〇(M1)鈴木 大生 1, 三村 和仙 2, 清水 荘雄 3, 内田 寛 4, 
舟窪 浩 1, 2, 3

1.東工大物院, 2.東工大総理工, 3.東工大元素, 4.上智大
理工

 13:15 奨 17p-304-2 エピタキシャルHfO2 基膜における強誘電相の安定性 
-RE2O3-HfO2 vs ZrO2-HfO2-

〇三村 和仙 1, 片山 きりは 1, 清水 荘雄 2, 木口 賢紀 3, 
赤間 章裕 3, 今野 豊彦 3, 坂田 修身 4, 舟窪 浩 1, 2, 5

1.東京工業大学大学院, 2.東工大元素, 3.東北大金研, 
4.NIMS, 5.東工大物院

 13:30  17p-304-3 強誘電体クロコン酸薄膜のYb界面制御層上への形成 〇張 鴻立 1, 前田 康貴 1, 大見 俊一郎 1 1.東工大　工学院
 13:45  17p-304-4 (001)Si 基板上にエピタキシャル成長させた HfO2 系絶縁

膜の構造解析
〇高田 賢志 1, 桐谷 乃輔 1, 吉村 武 1, 藤村 紀文 1 1.阪府大院工

 14:00  17p-304-5 ZnOナノワイヤ上への(Hf,Zr)O2 薄膜の作製 〇(B)竹内 洋平 1, 仲村 菜美 1, 藤沢 浩訓 1, 中嶋 誠
二 1, 清水 勝 1

1.兵庫県立大・工

 14:15  17p-304-6 エピタキシャルFe:HfO2 薄膜の作製と特性評価 〇白石 貴久 1, Choi Sujin1, 清水 荘雄 2, 舟窪 浩 2, 木
口 賢紀 1, 今野 豊彦 1

1.東北大, 2.東工大

 14:30 奨 17p-304-7 ALD-ZrO2 シード層によるHfxZr1-xO2 膜の強誘電性の改
良

〇(M1)女屋 崇 1, 2, 生田目 俊秀 2, 3, 栗島 一徳 1, 2, 澤本 
直美 1, 大井 暁彦 2, 池田 直樹 2, 知京 豊裕 2, 小椋 厚
志 1

1.明治大学, 2.物質・材料研究機構, 3.科学技術振興機
構

 14:45  17p-304-8 HfO2 系強誘電体薄膜の抗電界の特異な膜厚依存性 〇右田 真司 1, 太田 裕之 1, 山田 浩之 1, 澤 彰仁 1, 鳥海 
明 2

1.産総研, 2.東大工

 15:00  休憩/Break
 15:15 E 17p-304-9 Dopant-independent maximum Pr of doped ferroelectric 

HfO2

〇(D)Lun Xu1, Shigehisa Shibayama1, Tomonori 
Nishimura1, Takeaki Yajima1, Shinji Migita2, Akira 
Toriumi1

1.The Univ. of Tokyo, 2.AIST

 15:30 奨 17p-304-10 HfO2 膜の強誘電相形成における熱履歴の重要性 〇柴山 茂久 1, 徐 倫 1, 田 璇 1, 右田 真司 2, 鳥海 明 1 1.東京大学, 2.産総研
 15:45 奨 E 17p-304-11 Ferroelectric tunnel junctions with ultrathin Y2O3-doped 

HfO2

〇(D)Xuan Tian1, Shigehisa Shibayama1, Lun Xu1, 
Shinji Migita2, Akira Toriumi1

1.Univ. of Tokyo, 2.AIST

 16:00  17p-304-12 TCADを用いた強誘電体負性容量FinFETの短チャネル
効果の検討

〇太田 裕之 1, 池上 努 1, 服部 淳一 1, 福田 浩一 1, 右田 
真司 1, 鳥海 明 2

1.産総研, 2.東大工

 16:15  17p-304-13 負性容量トランジスタに向けた強誘電性HfZrO2 膜にお
ける負性容量の直接観測

〇上山 望 1, 小林 正治 1, 平本 俊郎 1 1.東大生研

 16:30 奨 17p-304-14 強誘電体HfO2ダブルゲート負性容量FETの動特性に関
する考察

〇(DC)Jang Kyungmin1, 上山 望 1, 小林 正治 1, 平本 
俊郎 1

1.東大生研

 16:45  17p-304-15 強誘電体HfO2を用いたGate-All-Aroundナノワイヤ負性
容量FETにおけるIon/Ioff比の向上とそのスケーラビリ
ティ

〇(DC)Jang Kyungmin1, 更屋 拓哉 1, 小林 正治 1, 平
本 俊郎 1

1.東大生研

13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術 / Si wafer processing /Si based thin film /Interconnect technology/ MEMS/ Integration technology
3/14(Tue.) 9:15 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 304会場

 9:15  14a-304-1 界面エネルギーの(100)配向CLC結晶成長への影響 〇佐々木 伸夫 1, Arif Muhammad2, 浦岡 行治 2 1.Sasaki Consulting, 2.奈良先端大
 9:30 奨 14a-304-2 リン酸溶液中でのXeFエキシマレーザー照射による低温

ポリシリコンへのリンドーピングとその電気特性評価
〇(B)田中 希 1, 諏訪 輝 1, 2, 中村 大輔 1, 佐道 泰造 1, 
池上 浩 1, 2

1.九州大, 2.九州大ギガフォトン共同部門

 9:45  14a-304-3 エキシマレーザーアニールによる薄膜Geの溶融結晶化と
n型不純物活性化

〇田丸 宏樹 1, 池上 浩 2, 東 清一郎 1 1.広大院先端研, 2.九大ギガフォトン共同部門

 10:00 奨 14a-304-4 ELA 結晶化Si 膜によるフレキシブル基板上のメタルソー
ス・ドレイン構造TFT

〇原田 大成 1, 我喜屋 風太 1, 伊敷 優哉 1, 岡田 竜弥 1, 
野口 隆 1, 野田 勘治 2, 諏訪 輝 2, 3, 池上 浩 3

1.琉球大学工学部, 2.ギガフォトン(株), 3.九大ギガ
フォトン共同部門

 10:15 奨 14a-304-5 自己整合四端子平面型メタルダブルゲート低温poly-Si 
TFTのVth 制御を利用したガラス上のCMOSインバータ

〇大澤 弘樹 1, 原 明人 1 1.東北学院大工

 10:30  休憩/Break
 10:45  14a-304-6 ハイパワー大気圧熱プラズマジェットの加熱特性評価と

シリコン薄膜の結晶成長制御
〇中島 涼介 1, 花房 宏明 1, 東 清一郎 1 1.広大院先端研

 11:00 奨 14a-304-7 横方向液相成長により作製したSbドープ単結晶GeSn n
チャネルTFT

〇(D)岡 博史 1, 冨田 崇史 1, 細井 卓治 1, 志村 考功 1, 
渡部 平司 1

1.阪大院工

 11:15 奨 14a-304-8 Cu-MIC を利用した 300℃プロセスによる ガラス上の自
己整合平面型メタルダブルゲート低温 poly-Ge TFT

〇内海 大樹 1, 佐々木 大精 1, 関口 竣也 1, 竹内 翔弥 1, 
大澤 弘樹 1, 原 明人 1

1.東北学院大工

 11:30  14a-304-9 大気圧マイクロ熱プラズマジェットを用いた高移動度n
型Ge膜の作製

〇(M1)原田 大夢 1, 東 清一郎 1, 花房 宏明 1, 新 良太 1 1.広大院先端研

 11:45  14a-304-10 中空構造SOI層を用いた低温転写における転写歩留まり
向上とプラスチック基板上での単結晶シリコンTFTと論
理回路の作製

〇(M1)水上 隆達 1, 竹島 真治 1, 山下 知徳 1, 東 清一
郎 1

1.広大院先端研

3/14(Tue.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3会場
   14p-P3-1 ガラス上における大粒径Si1-xGex 薄膜の固相成長 〇高原 大地 1, 都甲 薫 1, 吉峯 遼太 1, 末益 崇 1 1.筑波大院 数理物質
   14p-P3-2 SiにドープされたAsの光電子ホログラフィー評価と電気

的活性化との関係
〇名取 鼓太郎 1, 筒井 一生 1, 松下 智裕 2, 室 隆桂之 2, 
星井 拓也 1, 角嶋 邦之 1, 若林 整 1, 林 好一 3, 松井 文
彦 4, 森川 良忠 5, 下村 勝 6, 木下 豊彦 2

1.東工大, 2.高輝度セ, 3.名工大, 4.奈良先端大, 5.大阪
大, 6.静岡大

   14p-P3-3 LSIカーボンナノ配線への浮遊触媒法を用いた超臨界流
体技術

〇西川 慶 1, 宇原 祥夫 1, 伊藤 勝利 1, 斉藤 茂 1 1.東理大工

  奨 14p-P3-4 直接接合のための表面粗さを抑制したサファイア反応性
イオンエッチングプロセスの確立

〇内田 諒 1, 岩見 健太郎 1, 梅田 倫弘 1 1.東京農工大工

   14p-P3-5 超臨界エタノールを用いたLSI配線のためのCNM作製 〇前田 世蓮 1, 梅田 麟之介 1, 玉根 匠 1, 古市 知己 1, 宇
原 祥夫 1, 伊藤 勝利 1, 斉藤 茂 1

1.東理大工

   14p-P3-6 超臨界二酸化炭素を用いたLSI配線用カーボンナノ材料
の埋め込み

〇小野瀬 和也 1, 三浦 剛志 1, 牟田 誠 1, 西川 慶 1, 宇原 
祥夫 1, 伊藤 勝利 1, 斉藤 茂 1

1.東理大工

   14p-P3-7 ビアラスト型TSVの高歩留まり形成のためのビア底洗浄
工程の検討

〇渡辺 直也 1, 菊地 秀和 2, 柳澤 あづさ 2, 島本 晴夫 1, 
菊地 克弥 1, 青柳 昌宏 1, 中村 彰男 2

1.産総研, 2.ラピスセミコンダクタ

   14p-P3-8 気密パッケージングを可能にする真空フリップチップボ
ンダの開発

〇(M2)坂田 将 1, 引地 広介 2, 平野 栄樹 1, 田中 秀治 1 1.東北大工, 2.テクノファイン

   14p-P3-9 ＬＳＩ混載型ファブリペロー干渉計バイオ・ケミカルセ
ンサ

〇丸山 智史 1, 飛沢 健 1, 高橋 一浩 1, 澤田 和明 1 1.豊橋技術科学大学

   14p-P3-10 微小圧縮試験片を用いたNiFeCoGa形状記憶合金の機械
的特性評価

〇井川 健吾 1, 柳田 佐理 1, Chang Tso-Fu Mark1, 
Chen Chun-Yi1, 田原 正樹 1, 稲邑 朋也 1, 細田 秀樹 1, 
Chernenko Volodymyr A.2, 曽根 正人 1

1.東工大, 2.Ikerbasque

   14p-P3-11 積層メタル技術によるTi/Auマイクロカンチレバーの温
度依存性のシミュレーションの検討

〇鈴木 拓真 1, 2, Chang Tso-Fu Mark1, 2, Chen 
Chun-Yi1, 2, 小西 敏文 3, 町田 克之 1, 2, 3, 年吉 洋 2, 4, 山
根 大輔 1, 2, 益 一哉 1, 2, 曽根 正人 1, 2

1.東工大, 2.JST-CREST, 3.NTT AT, 4.東大
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13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術 / Si wafer processing /Si based thin film /Interconnect technology/ MEMS/ Integration technology



   14p-P3-12 積層メタル技術によるTi/Auマイクロカンチレバーの疲
労特性の検討

〇橘 航一朗 1, 2, Chang Tso-Fu Mark1, 2, Chen 
Chun-Yi1, 2, 小西 敏文 3, 町田 克之 1, 2, 3, 年吉 洋 2, 4, 山
根 大輔 1, 2, 益 一哉 1, 2, 曽根 正人 1, 2

1.東工大, 2.JST-CREST, 3.NTT AT, 4.東大

  奨 14p-P3-13 振動型エネルギーハーベスティングデバイスのための
SPICE系統合設計の検討

〇(B)飯塚 知希 1, 山根 大輔 1, 小西 敏文 2, 伊藤 浩
之 1, 石原 昇 1, 町田 克之 1, 2, 益 一哉 1

1.東工大, 2.NTT-AT

   14p-P3-14 積層メタル技術によるTi/Auめっき構造体のヤング率評
価（１）

〇山根 大輔 1, 4, 小西 敏文 2, 佐布 晃昭 2, 中島 英亮 1, 4, 
寺西 美波 1, 4, 陳 君怡 1, 4, Chang Tso-Fu Mark1, 4, 曽根 
正人 1, 4, 年吉 洋 3, 4, 益 一哉 1, 4, 町田 克之 1, 2, 4

1.東工大, 2.NTT-AT, 3.東大, 4.JST-CREST

   14p-P3-15 積層メタル技術によるTi/Au めっき構造体のヤング率評
価（２）

〇中島 英亮 1, 2, Chang Tso-Fu Mark1, 2, Chen 
Chun-Yi1, 2, 小西 敏文 3, 町田 克之 1, 2, 3, 年吉 洋 2, 4, 山
根 大輔 1, 2, 益 一哉 1, 2, 曽根 正人 1, 2

1.東工大, 2.JST-CREST, 3.NTT-AT, 4.東大

   14p-P3-16 積層メタル技術を用いたMEMS慣性センサにおける粘性
定数の検討

〇小西 敏文 1, 山根 大輔 2, 4, 佐布 晃昭 1, 曽根 正人 2, 4, 
年吉 洋 3, 4, 益 一哉 2, 4, 町田 克之 1, 2, 4

1.NTT-AT, 2.東工大, 3.東大, 4.JST-CREST

   14p-P3-17 積層メタル技術による3軸MEMS加速度センサのばね定
数設計方法

〇佐布 晃昭 1, 小西 敏文 1, 山根 大輔 2, 4, 年吉 洋 3, 4, 曽
根 正人 2, 4, 益 一哉 2, 4, 町田 克之 1, 2, 4

1.NTT-AT, 2.東京工業大学, 3.東京大学, 4.JST-CREST

  奨 14p-P3-18 積層メタル技術で作製したMEMS慣性センサのモジュー
ル化の検討

〇(D)高安 基大 1, 3, 權田 惇晟 1, 3, 山根 大輔 1, 3, 伊藤 
浩之 1, 3, 小西 敏文 2, 道正 志郎 1, 3, 石原 昇 1, 3, 町田 克
之 1, 2, 3, 益 一哉 1, 3

1.東工大, 2.NTT-AT, 3.JST-CREST

  奨 14p-P3-19 移動体制御による慣性センサ評価系の構築 〇(M2)權田 惇晟 1, 4, 高安 基大 1, 4, 山根 大輔 1, 4, 伊藤 
浩之 1, 4, 小西 敏文 2, 道正 志郎 1, 4, 石原 昇 1, 4, 年吉 
洋 3, 4, 町田 克之 1, 2, 4, 益 一哉 1, 4

1.東工大, 2.NTT-AT, 3.東大, 4.JST-CREST

3/15(Wed.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 304会場
 9:00  15a-304-1 低温形成PZT薄膜における前駆体溶液中の鉛含有率の最

適化
〇(DC)志村 礼司郎 1, 2, Tue Phan Trong1, 2, 下田 達
也 1, 2, 高村 禅 1, 2

1.北陸先端大, 2.CREST

 9:15  15a-304-2 集束イオンビームを用いたステンシルリソグラフィ技術
のためのSub10nmパターンの作製

〇朴 理博 1, 永瀬 雅夫 1, 大野 恭秀 1 1.徳島大院

 9:30  15a-304-3 FIB/EB複合リソグラフィーによるNEB-22レジストから
のカーボンナノメカニカル構造の作製

〇湯浅 勇貴 1, 前田 悦男 1, 米谷 玲皇 1 1.東京大工

 9:45  15a-304-4 HexafluoroacetylacetoneによるPtエッチング 〇近藤 英一 1, 荻原 佑太 1 1.山梨大工
 10:00  15a-304-5 電磁駆動・誘導検出型シリコンMEMS捩り共振子 〇渡部 善幸 1, 加藤 睦人 1, 矢作 徹 1, 村上 穣 1, 阿部 

泰 1
1.山形工技セ

 10:15  15a-304-6 ひずみセンサ付CMOSモノリシック集積MEMSプロー
ブカードの基本動作

〇(M2)瀬戸口 良太 1, 三田 吉郎 1 1.東京大工

 10:30  15a-304-7 マイクロトラップアレイによるシリコン微細チップの配
列

岡田 義之 1, 〇岡田 卓也 1, 川合 健太郎 1, 有馬 健太 1, 
森田 瑞穂 1

1.阪大院工

 10:45  15a-304-8 ビーズを用いたPDMS製細菌捕獲チップの検討Ⅴ
- フィルタフリー蛍光センサの適用 -

〇大西 脩平 1, 崔 容俊 1, 石田 誠 1, 澤田 和明 1, 石井 
仁 1, 町田 克之 2, 3, 益 一哉 3, 二階堂 靖彦 5, 齋藤 光正 5, 
吉田 眞一 4

1.豊橋技術科学大学, 2.NTTアドバンステクノロジ, 
3.東工大, 4.九州大, 5.産業医科大学

 11:00 奨 15a-304-9 NOTESでの腹腔内モニタリングのための集積化圧力・
温度センサの動物体内での長期安定性検証

〇(D)前田 祐作 1, 前田 光平 1, 小原 英幹 2, 森 宏仁 2, 
高尾 英邦 1

1.香川大工, 2.香川大医

 11:15 奨 15a-304-10 軟性内視鏡手術での腹腔内モニタリングに向けた光学式
圧力センサ

〇中川 智明 1, 3, 前田 祐作 1, 3, ムハマド ザフリ 1, 小原 
英幹 2, 森 宏仁 2, 3, 高尾 英邦 1, 3

1.香川大工, 2.香川大医, 3.JST-CREST

3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) E206会場
 9:00  16a-E206-1 局所クリーン化ミニマルPLAD環境コントロールシステ

ム（Ⅱ）
〇谷島 孝 1, 2, 安井 政治 1, 2, クンプアン ソマワン 1, 2, 
前川 仁 1, 2, 原 史朗 1, 2

1.産総研, 2.ミニマルファブ

 9:15  16a-E206-2 ミニマルレーザ加熱熱酸化膜のウェハ面内均一性評価
（２)

〇佐藤 和重 1, 千葉 貴史 1, 3, 寺田 昌男 1, 3, 池田 伸
一 1, 2, クンプアン ソマワン 1, 2, 原 史朗 1, 2

1.ミニマルファブ技術研究組合, 2.産総研, 3.坂口電熱

 9:30  16a-E206-3 ミニマルファブ用新規磁場閉じ込め型ECRプラズマ源を
用いたシリコン窒化膜形成

〇後藤 哲也 1, 佐藤 恵一朗 2, 薮田 勇気 3, 須川 成利 1, 
原 史朗 4, 5

1.東北大未来研, 2.コーテック, 3.誠南工業, 4.産総研, 
5.ミニマルファブ技術研究組合

 9:45  16a-E206-4 ミニマルＣＶＤ省資源プロセス 〇羽深 等 1, 松尾 美弥 1, 山田 彩未 1, 李 寧 1, 三ケ原 孝
則 2, 3, 池田 伸一 2, 3, 石田 夕起 2, 3, 原 史朗 2, 3

1.横国大院工, 2.ミニマルファブ技術研究組合, 3.産総
研

 10:00  16a-E206-5 ミニマルSi-CVD装置における膜厚分布の原因 〇池田 伸一 1, 2, 石田 夕起 1, 2, 三ケ原 孝則 1, 2, 三浦 典
子 2, 伊藤 孝宏 3, 羽深 等 4, クンプアン ソマワン 1, 2, 
原 史朗 1, 2

1.産総研, 2.ミニマルファブ技組, 3.オリエンタルモー
ター, 4.横国大

 10:15  16a-E206-6 ミニマル装置化に向けた水プラズマアッシング技術の開
発

〇相澤 洸 1, 山田 武史 1, 野川 満徳 1, 大西 康弘 1, 三浦 
典子 1, 3, 石島 達夫 2, 北野 卓也 2, 鈴木 宏明 2, 塩田 有
波 2, クンプアン ソマワン 3, 4, 原 史朗 3, 4

1.米倉製作所, 2.金沢大, 3.ミニマル組合, 4.産総研

 10:30  16a-E206-7 ミニマル装置を用いた高速ガス切り替え貫通エッチング
（Ⅱ）

〇田中 宏幸 1, 2, 小木曽 久人 1, 2, 中野 禅 1, 2, 野沢 善
幸 2, 3, 速水 利泰 2, 3, クンプアン ソマワン 1, 2, 原 史
朗 1, 2

1.産総研, 2.ミニマルファブ, 3.SPPテクノロジーズ

 10:45  16a-E206-8 ミニマルファブを用いたマイクロニードルアレイ構造試
作

〇クンプアン ソマワン 1, 2, 梅山 規男 1, 2, 田中 宏
幸 1, 2, 原 史朗 1, 2

1.産総研, 2.ミニマルファブ

 11:00  16a-E206-9 ミニマルファブを用いたSOI上のリブ型導波路の形成 〇来見田 淳也 1, 2, 田中 宏幸 1, 2, 梅山 規男 1, 2, クンプ
アン ソマワン 1, 2, 原 史朗 1, 2

1.産総研, 2.ミニマルファブ技術研究組合

 11:15  16a-E206-10 プラズマCVD TEOS膜を熱拡散マスクに用いたミニマ
ル液体ドーパントプロセスによるCMOS試作（Ⅱ）

〇古賀 和博 1, 2, 居村 史人 1, 2, クンプアン ソマワ
ン 1, 2, 原 史朗 1, 2

1.産総研, 2.ミニマルファブ技術研究組合

 11:30  16a-E206-11 スピンオンドーパント個相拡散によるミニマル
SOI-CMOS作製

〇柳 永シュン 1, 古賀 和博 1, 2, クンプアン ソマワ
ン 1, 2, 長尾 昌善 1, 松川 貴 1, 原 史朗 1, 2

1.産総研, 2.ミニマルファブ技組

 11:45  16a-E206-12 ミニマルパッケージプロセスとメタルPVDのハイブリッ
ドプロセスを使ったFan-Out型RDLパッケージ試作

〇岩田 真典 1, 万波 徹 1, 山内 信義 1, 三宅 賢治 1, 居村 
史人 2, クンプアン ソマワン 2, 原 史朗 2

1.PMT, 2.産総研

 12:00  16a-E206-13 ミニマルファブによるハーフインチサイズパッケージの
電気的特性

〇居村 史人 1, 2, 古賀 拓哉 2, 井上 道弘 1, 猿渡 新水 1, 2, 
クンプアン ソマワン 1, 2, 原 史朗 1, 2

1.産総研, 2.ミニマルファブ技術研究組合

3/17(Fri.) 9:00 - 12:45 口頭講演 (Oral Presentation) E206会場
 9:00 招 17a-E206-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

F2 レーザー堆積法による低誘電率ナノポーラスSiO2 膜の
形成

〇當間 拓矢 1, 諏訪 輝 1, 2, 谷山 大地 1, 中村 大輔 1, 池
上 浩 1, 2

1.九大, 2.九大ギガフォトン共同部門

 9:15 招 17a-E206-2 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
非晶質Zr-Ge-N層上への金属堆積による低抵抗Geコン
タクトの形成

〇岡本 隼人 1, 山本 圭介 1, 王 冬 1, 中島 寛 2 1.九大・大学院総合理工学府/研究院, 2.九大・グロー
バルイノベーションセンター

 9:30  17a-E206-3 中性粒子ビーム異方性室温酸化によるGeピーキングFin
構造の作製

〇野田 周一 1, 李 耀仁 2, 洪 子杰 3, 薛 富國 2, 3, 李 義
明 3, 寒川 誠二 1, 3

1.東北大, 2.台湾国家奈米元件実験室, 3.台湾交通大

 9:45 E 17a-E206-4 Schottky diode characteristics at metal/surface-damaged 
Ge

〇(M1)Xuan Luo1, Tomonori Nishimura1, Takeaki 
Yajima1, Akira Toriumi1

1.The Univ. of Tokyo

 10:00  17a-E206-5 金属/半導体界面における仕事関数の再定義とフェルミ
レベルピンニングの再考

〇西村 知紀 1, 矢嶋 赳彬 1, 鳥海 明 1 1.東大院工

 10:15  17a-E206-6 W内包Siクラスター凝集薄膜を用いた金属/Si接合の障
壁高さ制御

〇岡田 直也 1, 2, 内田 紀行 1, 金山 敏彦 1 1.産総研, 2.JSTさきがけ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

13 半
導

体
 / Sem

iconductors
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術 / Si wafer processing /Si based thin film /Interconnect technology/ MEMS/ Integration technology



 10:30  17a-E206-7 不純物偏析プロセスを用いたPtHfシリサイドのコンタク
ト抵抗低減に関する検討

〇塚本 祐也 1, 左 偉光 1, 大見 俊一郎 1 1.東工大工学院

 10:45  17a-E206-8 W薄膜の内部応力に対する残留F濃度の影響評価 〇徳田 祥典 1, 原田 一範 1, 石川 諭 1, 今泉 俊介 2, 高本 
聡 2, 泉 聡志 2

1.東芝, 2.東大院工

 11:00  17a-E206-9 Si上スパッタエピGe膜への熱アニールによる貫通転位密
度低減

〇中村 友洋 1, 葉 文章 1, 佐藤 俊一 2 1.島根大総理, 2.リコー未来研

 11:15  17a-E206-10 FLAを用いたサブナノメートルオーダーの拡散制御 〇谷村 英昭 1, 河原崎 光 1, 布施 和彦 1, 阿部 誠 1, 青山 
敬幸 1, 加藤 慎一 1, 小林 一平 1

1.SCREENセミコンダクターソリューションズ

 11:30  休憩/Break
 11:45 奨 17a-E206-11 ガラス上における大粒径Ge薄膜の固相成長と高移動度実

証
〇吉峯 遼太 1, 都甲 薫 1, 末益 崇 1 1.筑波大院

 12:00  17a-E206-12 アモルファスゲルマニウム薄膜の不均一な結晶化 〇仲村 龍介 1, 奥川 将行 1, 沼倉 宏 1, 石丸 学 2, 保田 英
洋 3

1.阪府大工, 2.九工大工, 3.阪大工

 12:15  17a-E206-13 トラップ補助型トンネリングに基づく多結晶シリコンの
電気伝導モデリング

〇宝玉 充 1, 泉田 貴士 1, 尾上 誠司 1 1.東芝SDS社

 12:30  17a-E206-14 Poly-Si TFTを用いたニューラルネットワークでの文字
認識

〇杉崎 澄生 1, 松田 時宜 1, 木村 睦 1 1.龍谷大理工

3/17(Fri.) 13:45 - 15:30 口頭講演 (Oral Presentation) E206会場
 13:45 奨 17p-E206-1 Cu 薄膜/Si 基板反りの温度依存性評価 〇佐藤 祐司 1, 藤田 淳 1, 伊藤 悠策 1, 小林 浩 1 1.三菱電機　先端総研
 14:00 奨 17p-E206-2 水浸ラマン分光法による酸化膜被覆型Siナノワイヤの異

方性二軸応力評価
〇横川 凌 1, 鈴木 貴博 1, 橋本 修一郎 2, 麻田 修平 2, 富
田 基裕 2, 3, 渡邉 孝信 2, 小椋 厚志 1

1.明治大理工, 2.早大理工, 3.学振特別研究員PD

 14:15 奨 17p-E206-3 自己還元溶媒によるCuサブマイクロ粒子ペーストの特性 〇(M2)吉川 弘起 1, 長尾 至成 2, 坂上 貴彦 3, 上郡山 
洋一 3, 佐々木 隆史 4, 加賀美 宗子 2, 菅原 徹 2, 酒 金
婷 2, 菅沼 克昭 2

1.阪大工知機能, 2.阪大産研, 3.三井金属, 4.彦島製錬

 14:30  17p-E206-4 高耐熱用途に開発したCuペースト焼結ダイアタッチの長
期信頼性評価

〇(M2)吉川 弘起 1, 長尾 至成 2, 坂上 貴彦 3, 上郡山 
洋一 3, 佐々木 隆史 4, 下山 章夫 2, 菅原 徹 2, 酒 金婷 2, 
菅沼 克昭 2

1.阪大工知機能, 2.阪大産研, 3.三井金属, 4.彦島製錬

 14:45  17p-E206-5 表面活性化ボンディング法によるAl箔/Si接合への熱処
理効果

〇古名 克也 1, 梁 剣波 1, 松原 萌子 2, ダムリン マルワ
ン 2, 西尾 佳高 2, 重川 直輝 1

1.大阪市大工, 2.東洋アルミニウム

 15:00 奨 17p-E206-6 弾道電子の近接照射によるIV族半導体薄膜のプリンティ
ング堆積

〇須田 隆太郎 1, 八木 麻実子 1, 小島 明 1, 白樫 淳一 1, 
越田 信義 1

1.農工大・院･工

 15:15  17p-E206-7 Cホットイオン注入法を用いたSi1-yCy 層の構造解析(Ⅰ) 〇小又 祐介 1, 青木 孝 1, 鮫島 俊之 2, 水野 智久 1 1.神奈川大理, 2.東京農工大工
13.5 デバイス／集積化技術 / Semiconductor devices and related technologies
3/15(Wed.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P15会場

   15p-P15-1 スピン軌道相互作用量子ビットに向けたpチャネルシリ
コン量子ドットの正孔スピン輸送特性

〇山岡 裕 1, 岩崎 一真 1, 小田 俊理 1, 小寺 哲夫 1 1.東工大

  奨 15p-P15-2 シリコン量子ドットにおける正孔輸送特性の温度依存性 〇島谷 直樹 1, 山岡 裕 1, 石原 良一 2, Aleksey 
Andreev3, David Williams3, 小田 俊理 1, 小寺 哲夫 1

1.東工大工, 2.デルフト工大, 3.日立ケンブリッジ研

  E 15p-P15-3 Study of Stability of A-few-donor Quantum Dots with 
Different Configurations for Room-Temperature 
Single-Electron Tunneling Operation

〇(M2)KM Tarik Hasan1, Arup Samanta2, 1, Adnan 
Afiff1, 3, Le The Anh4, Muruganathan Manoharan4, 
Masahiro Hori1, Yukinori Ono1, Hiroshi Mizuta4, 
Michiharu Tabe1, Daniel Moraru1

1.Res. Inst. of Electronics Shizuoka Univ., 2.Indian Ins. 
of Tech Roorke, IN, 3.GSIST, Shizuoka Univ., 4.Japan 
Adv. Inst. of Sci. and Tech

  E 15p-P15-4 Study of Electron Localization Effects in Donor-Acceptor 
Pairs in Low-Dimensional Si Tunnel Diodes

〇Gaurang Prabhudesai1, 2, Le The Anh3, Mitsuki 
Shibuya1, Muruganathan Manoharan3, Masahiro 
Hori1, Yukinori Ono1, Hiroshi Mizuta3, Michiharu 
Tabe1, Daniel Moraru1

1.Research Inst. of Electronics, Shizuoka University, 
2.GSIST, Shizuoka Uni., 3.JAIST, Japan

   15p-P15-5 Read-Hot/Coldアプリケーション向けTLC NAND型フ
ラッシュメモリで構成されるソリッド・ステート・ドラ
イブの高信頼制御技術

〇(M2)小林 惇朗 1, 竹内 健 1 1.中央大理工

   15p-P15-6 アプリケーションに適応可能なエンタープライズSSD向
けECCシステム

〇山賀 祐典 1, 松井 千尋 1, 竹内 健 1 1.中大理工

   15p-P15-7 1Xnm TLC NAND型フラッシュメモリにおける書き換え
ストレス緩和技術

〇出口 慶明 1, 小林 惇朗 1, 竹内 健 1 1.中大理工

   15p-P15-8 1Xnm TLC NAND型フラッシュメモリにおける読み出し
ディスターブエラー向け誤り訂正符号

〇出口 慶明 1, 竹内 健 1 1.中大理工

   15p-P15-9 プライバシー保護に向けたSSD システムにおけるデータ
寿命ばらつき低減手法

〇前田 一輝 1, 竹内 健 1 1.中央大理工

   15p-P15-10 自己修復能を持つ抵抗変化素子の作製と評価 〇番 貴彦 1, 浦岡 行治 2, 山本 伸一 1 1.龍谷大理工, 2.奈良先端大
   15p-P15-11 自己修復能を持つ抵抗変化素子の断面組成評価 〇番 貴彦 1, 浦岡 行治 2, 山本 伸一 1 1.龍谷大理工, 2.奈良先端大
   15p-P15-12 ハイブリッドSSD向け0.6V動作抵抗変化型メモリの書き

込み電圧生成回路の高速化
〇鈴木 健太 1, 鶴見 洸太 1, 田中 誠大 1, 竹内 健 1 1.中大理工

   15p-P15-13 カーボンナノチューブを用いた不揮発性メモリにおける
書き換え電圧を変化させたときの耐久性評価

〇猪瀬 貴史 1, Iwasaki Ogura Tomoko1, Sheyang 
Ning2, Darlene Viviani2, Monte Manning2, X. M. 
Henry Huang2, Thomas Rueckes2, 竹内 健 1

1.中大理工, 2.Nantero.Inc

   15p-P15-14 ジュール熱の蓄積効果で発火する相転移ニューロン素子
の作製

〇矢嶋 赳彬 1, 西村 知紀 1, 鳥海 明 1 1.東大マテ

   15p-P15-15 スパッタエピタキシー法で形成した埋め込みSiGeチャネ
ルp-MOSFET

〇八木 拓馬 1, 塚本 貴広 1, 広瀬 信光 2, 小嶋 崇文 3, 笠
松 章史 2, 松井 敏明 2, 鵜澤 佳徳 2, 須田 良幸 1

1.東京農工大学　院工, 2.情報通信研究機構, 3.国立天
文台

   15p-P15-16 スパッタエピタキシー法を用いたSiGe HEMT用S/D電
極形成技術

〇出蔵 恭平 1, 本橋 叡 1, 大久保 克己 1, 広瀬 信光 2, 笠
松 章史 2, 松井 敏明 2, 塚本 貴広 1, 須田 良幸 1

1.東京農工大院工, 2.情報通信研究機構

   15p-P15-17 FinFETデバイスにおける放射線誘起電荷の収集過程解
析

〇安部 晋一郎 1, 佐藤 達彦 1, 加藤 貴志 2, 松山 英也 2 1.原子力機構, 2.ソシオネクスト

3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 412会場
 9:00  16a-412-1 【授賞式】第8回シリコンテクノロジー分科会論文賞・研

究奨励賞
〇遠藤 哲郎 1 1.シリコンテクノロジー分科会

 9:15 招 16a-412-2 「第8回シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講
演」（30分）
金属/Ge 界面のショットキー障壁高さの制御に向けた
フェルミレベルピンニングの再考

〇西村 知紀 1, 矢嶋 赳彬 1, 鳥海 明 1 1.東大

 9:45 招 16a-412-3 「第8回シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講
演」（30分）
Prediction of plasma-induced damage distribution 
during silicon nitride etching using advanced three-
dimensional voxel model

〇久保井 信行 1, 辰巳 哲也 1, 木下 隆 1, 重歳 卓志 2, 深
沢 正永 1, 小町 潤 1, 安斎 久浩 1

1.ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社, 
2.ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式
会社
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13.5 デバイス／集積化技術 / Semiconductor devices and related technologies



 10:15 招 16a-412-4 「第8回シリコンテクノロジー分科会奨励賞受賞記念講
演」（15分）
Laminated Mo/C Electrodes for 4H-SiC Schottky 
Barrier Diodes with Ideal Interface Characteristics

〇鈴木 智之 1, 若林 整 1, 筒井 一生 1, 岩井 洋 1, 角嶋 
邦之 1

1.東工大

 10:30  休憩/Break
 10:45  16a-412-5 通常のSRAMセルを利用した一括書き込み可能な不揮発

性メモリ
〇水谷 朋子 1, 竹内 潔 1, 更屋 拓哉 1, 篠原 尋史 2, 小林 
正治 1, 平本 俊郎 1

1.東大生研, 2.早大

 11:00  16a-412-6 SRAM の電源投入直後初期状態とトランジスタばらつき
の関係

〇竹内 潔 1, 水谷 朋子 1, 篠原 尋史 2, 更屋 拓哉 1, 小林 
正治 1, 平本 俊郎 1

1.東大生研, 2.早大

 11:15  16a-412-7 不揮発性SRAMの設計とエネルギー性能の解析 〇北形 大樹 1, 周藤 悠介 1, 山本 修一郎 1, 菅原 聡 1 1.東京工業大学
 11:30  16a-412-8 ミニマルファブで作成したpMOSFETの電気的特性のば

らつき評価
〇古賀 拓哉 1, 居村 史人 1, 2, ファン アン チュアン 1, 
ヴー マン ザップ 1, クンプアン ソマワン 1, 2, 原 史
朗 1, 2

1.ミニマルファブ技組, 2.産総研

 11:45  16a-412-9 CP法によるSOI裏面界面準位密度の評価 〇武田 和馬 1, 井田 次郎 1, 林 拓郎 1, 細野 竜太郎 1, 新
井 康夫 2

1.金工大工, 2.高エネ研

 12:00 奨 16a-412-10 Silicon-on-insulator MOSデバイスにおける実時間チャー
ジポンピングの応用

〇(DC)渡辺 時暢 1, 2, 堀 匡寛 1, 土屋 敏章 3, 藤原 聡 4, 
小野 行徳 1

1.静岡大電研, 2.富山大院理工, 3.島根大総合理工, 4.
NTT物性研

3/16(Thu.) 13:15 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 412会場
 13:15  16p-412-1 等電子トラップ技術による相補型TFET回路の特性向上 〇森 貴洋 1, 浅井 栄大 1, 服部 淳一 1, 福田 浩一 1, 大塚 

慎太郎 1, 森田 行則 1, 大内 真一 1, 更田 裕司 1, 右田 真
司 1, 水林 亘 1, 太田 裕之 1, 松川 貴 1

1.産総研

 13:30  16p-412-2 ドレインオフセット構造を持った相補型TFETリングオ
シレータのTCADシミュレーション

〇浅井 栄大 1, 森 貴洋 1, 服部 淳一 1, 松川 貴 1, 福田 浩
一 1

1.産総研

 13:45  16p-412-3 IoT応用に向けたフィン型トンネルFETによるCMOSイ
ンバーターの形成

〇森田 行則 1, 福田 浩一 1, 柳 永勛 1, 森 貴洋 1, 水林 
亘 1, 大内 真一 1, 更田 裕司 1, 大塚 慎太郎 1, 右田 真
司 1, 昌原 明植 1, 遠藤 和彦 1, 太田 裕之 1, 松川 貴 1

1.産総研

 14:00 奨 16p-412-4 横型Tunnel FETの閾値電圧と短チャネル効果の考察 〇森 義暁 1, 佐藤 伸吾 1, 大村 泰久 1, マリク アブヒ
ジット 2

1.関西大学大学院, 2.カルカッタ大学

 14:15  16p-412-5 GaAsSb/InGaAsヘテロ接合を用いたダブルゲートトンネ
ルFETにおける不純物濃度調整によるオン電流の向上

〇岩田 真次郎 1, 木瀬 信和 1, 青沼 遼介 1, 宮本 恭幸 1 1.東工大院理工

 14:30 奨 16p-412-6 ソース不純物濃度がGaAsSb/InGaAs 縦型トンネルFET
の電気特性に与える影響

〇(D)後藤 高寛 1, 満原 学 2, 星 拓也 2, 杉山 弘樹 2, 竹
中 充 1, 高木 信一 1

1.東大院工, 2.NTT

 14:45  16p-412-7 基板貼り合わせによるSi基板上薄膜InGaAs-OI TFET作
製プロセスの検討

〇安 大煥 1, 尹 尚希 1, 竹中 充 1, 高木 信一 1 1.東大院工

 15:00 E 16p-412-8 Annealing effects on electrical characteristics of 
Ge-source/Si-channel hetero-junction tunneling FETs

〇(D)TaeEon Bae1, 2, Yuki Wakabayashi1, Ryosho 
Nakane1, Mitsuru Takenaka1, 2, Shinichi Takagi1, 2

1.The Univ. of Tokyo, 2.JST-CREST

 15:15  16p-412-9 低加速BF2 イオン注入を用いたGeOI TFETのオン電流
の向上

〇加藤 巧 1, 松村 亮 1, 2, 高口 遼太郎 1, 竹中 充 1, 高木 
信一 1

1.東京大学, 2.学振特別研究員

 15:30  16p-412-10 NiGe雪掻き効果による急峻な不純物分布をもつp+/n Ge
接合の実現

〇松村 亮 1, 2, 加藤 巧 1, 高口 遼太郎 1, 竹中 充 1, 高木 
信一 1

1.東京大学, 2.学振特別研究員

 15:45  16p-412-11 トンネルFET応用を目指したSpin On GlassによるGe中
へのn型不純物の導入

〇高口 遼太郎 1, 松村 亮 2, 3, 加藤 巧 2, 竹中 充 1, 2, 高木 
信一 1, 2

1.東大・工, 2.東大院・工, 3.学振特別研究員

 16:00  休憩/Break
 16:15  16p-412-12 ヘテロ構造リフトオフ(HELLO)法による極薄GeOI 構

造
〇前田 辰郎 1, 張 文馨 1, 入沢 寿史 1, 石井 裕之 1, 服部 
浩之 1, 倉島 優一 1, 高木 秀樹 1, 内田 紀行 1

1.産総研

 16:30 奨 E 16p-412-13 Enhancement of Mobility in UTB-GeOI p-MOSFETs 
Realized by Si-passivated Back Interface Control

〇(PC)WENHSIN CHANG1, T. Irisawa1, H. Ishii1, 
H. Hattori1, H. Takagi1, Y. Kurashima1, T. Maeda1

1.AIST

 16:45 奨 16p-412-14 酸化濃縮プロセスにおける冷却方法がGOI中の圧縮ひず
みに及ぼす効果

〇(D)金 佑彊 1, 竹中 充 1, 高木 信一 1 1.東大院工

 17:00  16p-412-15 熱電素子応用を目指したn型Ge0.94Sn0.06 単結晶薄膜の基
礎物性評価

〇岩橋 泰正 1, 黒澤 昌志 1, 2, 3, 内田 紀行 4, 大石 佑治 5, 
前田 辰郎 4, 中塚 理 1, 財満 鎭明 1, 6

1.名大院工, 2.名大高等研究院, 3.JSTさきがけ, 4.産総
研ナノエレ, 5.阪大工, 6.名大未来研

 17:15 奨 16p-412-16 Ge基板上のAl2O3 膜の構造変化と熱輸送特性 〇中島 佑太 1, 2, 藤代 博記 1, 藤川 紗千恵 1, 前田 辰
郎 1, 2, 服部 淳一 2, 福田 浩一 2, 内田 紀行 2

1.東京理科大, 2.産総研

 17:30  16p-412-17 InGaSiO/InGaZnO/InGaSiOダブルヘテロチャネルによ
る酸化物半導体TFTの水素アニール耐性改善と高移動度
化の両立

〇斉藤 信美 1, 三浦 健太郎 1, 上田 知正 1, 手塚 勉 1, 池
田 圭司 1

1.東芝 研究開発センター

 17:45  16p-412-18 In-Ga-Zn-O成膜温度が薄膜トランジスタ特性および信
頼性に及ぼす影響

〇田中 宏怜 1, 東 龍之介 1, 古田 守 1, 2 1.高知工科大学, 2.総合研究所

 18:00  16p-412-19 スパッタリング法で堆積したMoS2 薄膜へのコンタクト
抵抗と熱処理依存性

〇外山 真矢人 1, 大橋 匠 1, 松浦 賢太朗 1, 清水 淳一 1, 
宗田 伊理也 1, 角嶋 邦之 1, 筒井 一生 1, 若林 整 1

1.東工大

 18:15  16p-412-20 nMOSFET応用に向けた窒化ハフニウムの硫化による二
硫化ハフニウム膜の作製

〇篠原 健朗 1, 宗田 伊理也 1, 角嶋 邦之 1, 筒井 一生 1, 
若林 整 1

1.東京工業大学

CS.2 6.1強誘電体薄膜,13.3絶縁膜技術,13.5デバイス／集積化技術のコードシェア / 6.1/13.3/13.5 Code-sharing Session
3/17(Fri.) 13:00 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 304会場

 13:00 奨 17p-304-1 スパッタリング法によるY2O3-HfO2 強誘電体エピタキ
シャル薄膜作製とその評価

〇(M1)鈴木 大生 1, 三村 和仙 2, 清水 荘雄 3, 内田 寛 4, 
舟窪 浩 1, 2, 3

1.東工大物院, 2.東工大総理工, 3.東工大元素, 4.上智大
理工

 13:15 奨 17p-304-2 エピタキシャルHfO2 基膜における強誘電相の安定性 
-RE2O3-HfO2 vs ZrO2-HfO2-

〇三村 和仙 1, 片山 きりは 1, 清水 荘雄 2, 木口 賢紀 3, 
赤間 章裕 3, 今野 豊彦 3, 坂田 修身 4, 舟窪 浩 1, 2, 5

1.東京工業大学大学院, 2.東工大元素, 3.東北大金研, 
4.NIMS, 5.東工大物院

 13:30  17p-304-3 強誘電体クロコン酸薄膜のYb界面制御層上への形成 〇張 鴻立 1, 前田 康貴 1, 大見 俊一郎 1 1.東工大　工学院
 13:45  17p-304-4 (001)Si 基板上にエピタキシャル成長させた HfO2 系絶縁

膜の構造解析
〇高田 賢志 1, 桐谷 乃輔 1, 吉村 武 1, 藤村 紀文 1 1.阪府大院工

 14:00  17p-304-5 ZnOナノワイヤ上への(Hf,Zr)O2 薄膜の作製 〇(B)竹内 洋平 1, 仲村 菜美 1, 藤沢 浩訓 1, 中嶋 誠
二 1, 清水 勝 1

1.兵庫県立大・工

 14:15  17p-304-6 エピタキシャルFe:HfO2 薄膜の作製と特性評価 〇白石 貴久 1, Choi Sujin1, 清水 荘雄 2, 舟窪 浩 2, 木
口 賢紀 1, 今野 豊彦 1

1.東北大, 2.東工大

 14:30 奨 17p-304-7 ALD-ZrO2 シード層によるHfxZr1-xO2 膜の強誘電性の改
良

〇(M1)女屋 崇 1, 2, 生田目 俊秀 2, 3, 栗島 一徳 1, 2, 澤本 
直美 1, 大井 暁彦 2, 池田 直樹 2, 知京 豊裕 2, 小椋 厚
志 1

1.明治大学, 2.物質・材料研究機構, 3.科学技術振興機
構

 14:45  17p-304-8 HfO2 系強誘電体薄膜の抗電界の特異な膜厚依存性 〇右田 真司 1, 太田 裕之 1, 山田 浩之 1, 澤 彰仁 1, 鳥海 
明 2

1.産総研, 2.東大工

 15:00  休憩/Break
 15:15 E 17p-304-9 Dopant-independent maximum Pr of doped ferroelectric 

HfO2

〇(D)Lun Xu1, Shigehisa Shibayama1, Tomonori 
Nishimura1, Takeaki Yajima1, Shinji Migita2, Akira 
Toriumi1

1.The Univ. of Tokyo, 2.AIST

 15:30 奨 17p-304-10 HfO2 膜の強誘電相形成における熱履歴の重要性 〇柴山 茂久 1, 徐 倫 1, 田 璇 1, 右田 真司 2, 鳥海 明 1 1.東京大学, 2.産総研
 15:45 奨 E 17p-304-11 Ferroelectric tunnel junctions with ultrathin Y2O3-doped 

HfO2

〇(D)Xuan Tian1, Shigehisa Shibayama1, Lun Xu1, 
Shinji Migita2, Akira Toriumi1

1.Univ. of Tokyo, 2.AIST
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CS.2 6.1強誘電体薄膜,13.3絶縁膜技術,13.5デバイス／集積化技術のコードシェア / 6.1/13.3/13.5 Code-sharing Session



 16:00  17p-304-12 TCADを用いた強誘電体負性容量FinFETの短チャネル
効果の検討

〇太田 裕之 1, 池上 努 1, 服部 淳一 1, 福田 浩一 1, 右田 
真司 1, 鳥海 明 2

1.産総研, 2.東大工

 16:15  17p-304-13 負性容量トランジスタに向けた強誘電性HfZrO2 膜にお
ける負性容量の直接観測

〇上山 望 1, 小林 正治 1, 平本 俊郎 1 1.東大生研

 16:30 奨 17p-304-14 強誘電体HfO2ダブルゲート負性容量FETの動特性に関
する考察

〇(DC)Jang Kyungmin1, 上山 望 1, 小林 正治 1, 平本 
俊郎 1

1.東大生研

 16:45  17p-304-15 強誘電体HfO2を用いたGate-All-Aroundナノワイヤ負性
容量FETにおけるIon/Ioff比の向上とそのスケーラビリ
ティ

〇(DC)Jang Kyungmin1, 更屋 拓哉 1, 小林 正治 1, 平
本 俊郎 1

1.東大生研

13.6 Semiconductor English Session
3/15(Wed.) 9:00 - 11:15 口頭講演 (Oral Presentation) 513会場

 9:00 奨 E 15a-513-1 Modification of TiO2 single crystal surface by laser 
radiation

〇(DC)Dauksta Edvins1, 2, Mizeikis Vygantas1, 
Medvids Arturs2, Shimomura Masaru1, Fukuda 
Yasuo1, Murakami Kenji1

1.Shizuoka University, 2.Riga Technical University

 9:15 E 15a-513-2 Ferroelectricity of Zr-doped HfO2 deposited by RF 
magnetron sputtering

〇(M2)Jiajia Liao1, 2, Qiangxiang Peng1, 2, Yichun 
Zhou2, Shun-ichiro Ohmi1

1.Tokyo Tech, 2.Xiangtan Univ

 9:30 奨 E 15a-513-3 A study on Pt/SrBi2Ta2O9/HfO2/Si MFIS diode for low 
voltage operation

〇(D)Binjian Zeng1, 2, Qiangxiang Peng2, Yichun 
Zhou2, Shun-ichiro Ohmi1

1.Tokyo Tech., 2.Xiangtan Univ.

 9:45 E 15a-513-4 First-principles study of inter-band tunnelling current 
through co-dopants in Si Nano-pn Tunnel Diodes

〇(P)Manoharan Muruganathan1, Daniel Moraru2, 
Michiharu Tabe2, Hiroshi Mizuta1

1.JAIST, 2.Shizuoka Univ

 10:00 E 15a-513-5 Breakdown Voltage Instability in nLDMOS Transistors 〇Jone F Chen1, Ya-Sheng Feng1 1.National Cheng Kung Univ.
 10:15  休憩/Break
 10:30 E 15a-513-6 Amplified Spontaneous Emission from GeSn/Ge 

heterostructures
〇(M1C)Bo-Jun Huang1, Guo-En Chang1 1.Nat. Chung Cheng Univ.

 10:45 E 15a-513-7 Cathodoluminescence Characterization of Mix and Edge 
Dislocations in etched GaN

〇Xianjia Luo1, Oshima Yuichi2, Takashi Kimura1, 
Takashi Sekiguchi1

1.MANA, NIMS, 2.RCFM, NIMS

 11:00 E 15a-513-8 Grown-in Beryllium Diffusion in Indium Gallium 
Arsenide: An ab initio,
Continuum Theory and Kinetic Monte Carlo Study

〇Sergei Manzhos1, Wenyan Liu2, Mahasin Alam 
Sk1, Ignacio Martin-Bragado3, Francis Benistant4, 
Siew Ann Cheong2

1.Natl Univ Singapore, 2.Nanyang Tech Univ, 3.IMDEA, 
4.Globalfounderies

13.7 ナノ構造・量子現象 / Nano structures and quantum phenomena
3/14(Tue.) 13:45 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) E205会場

 13:45 奨 E 14p-E205-1 Analysis on Optically-detected Electron Spin Resonance
in Single Self-Assembled Quantum Dots

〇(D)CheeFai Fong1, 3, Evgeny Chekhovich4, Ata 
Ulhaq4, Maurice Skolnick4, Yasutomo Ota2, 3, Satoshi 
Iwamoto1, 2, 3, Yasuhiko Arakawa1, 2, 3

1.Inst. of Industrial Science, 2.Nanoquine, 3.Univ. of 
Tokyo, 4.Univ. of Sheffield

 14:00  14p-E205-2 GaNナノワイヤを用いた高出力LED作製に向けた検討 〇軒村 恭平 1, 栗崎 湧気 1, 上山 智 1, 竹内 哲也 1, 岩谷 
素顕 1, 赤崎 勇 1, 2

1.名城大, 2.名古屋大

 14:15  14p-E205-3 PbS量子ドットの面方位の揃った完全超格子の実現 〇藤本 智士 1, 末続 文正 1, 向井 剛輝 1 1.横浜国大院工
 14:30  14p-E205-4 配置制御の為のPbS量子ドットのシリカコーティングに

よるサイズ拡大
〇奥村 勲 1, 丹羽 慶輔 1, 向井 剛輝 1 1.横浜国大院工

 14:45  14p-E205-5 全Si製可動式マイクロ光共振器を用いたPbS量子ドット
の発光制御

〇中塚 裕斗 1, 柴田 慧 1, 伊海 雅和 2, 向井 剛輝 1, 2 1.横浜国大院工, 2.横浜国大理工

 15:00  14p-E205-6 X線マイクロビームを用いた窒化物系単一ナノワイヤ上
Ga1-xInxN/GaN量子井戸の構造評価

〇(M1)清木 良麻 1, 澁谷 弘樹 1, 今井 康彦 2, 隅谷 和
嗣 2, 木村 滋 2, 岩瀬 航平 1, 宮嶋 孝夫 1, 上山 智 1, 今井 
大地 1, 竹内 哲也 1, 岩谷 素顕 1, 赤崎 勇 1

1.名城大理工, 2.高輝度光科学研

 15:15 奨 14p-E205-7 KFMを用いたInAs量子ドット表面近傍のバンド解析 〇(M2)小林 知弘 1, 高林 紘 1, 下村 憲一 1, Zhang 
Yuwei1, 山田 郁彦 1, 神谷 格 1

1.豊田工大

 15:30  休憩/Break
 15:45  14p-E205-8 変質処理によりInを導入させたGaAsナノワイヤの発光

特性
〇中野 真理菜 1, 合田 拓矢 1, 碇 哲雄 1, 西岡 康平 2, 石
川 史太郎 2, 福山 敦彦 1

1.宮崎大工, 2.愛媛大工

 16:00  14p-E205-9 ZnOのポーラスアルミナ上への析出 〇塚瀬 成久 1, 平 浩行 1, 森下 義隆 1 1.農工大工
 16:15  14p-E205-10 GaAs基板へのポーラスアルミナマスクパターンの転写 〇十亀 真依 1, 中村 匠 1, 森下 義隆 1 1.東京農工大工
 16:30  14p-E205-11 アルミニウムの磁場印加陽極酸化 〇久島 裕資 1, 木村 潤 1, 森下 義隆 1 1.東京農工大 工
 16:45  14p-E205-12 有機無機複合系ZnTeナノシート超格子の構造および光

物性
〇(M2)草加 健太 1, 松石 清人 1 1.筑波大数物

 17:00  14p-E205-13 GaAs基板中のドーパント原子の選択性:自作NMR装置
による観察

坂井 祐大 1, 池田 宏輔 1, 〇佐々木 進 2, 長竹 桃子 2, 戸
丸 有沙 2, 西田 宏樹 2

1.新潟大自然, 2.新潟大工

 17:15  14p-E205-14 InAs量子ドット周辺の歪み制御によるGaAs表面からの
テラヘルツ電磁波発生波長の長波長化

〇小島 磨 1, 和泉 亮 1, 喜多 隆 1 1.神戸大院工

3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P9会場
  E 15a-P9-1 Optical properties of InAs/GaAs quantum dots grown 

with different growth modes
〇(PC)Yuwei Zhang1, Itaru Kamiya1 1.Toyota Tech. Inst.

   15a-P9-2 分光エリプソメトリによる異種ナノ粒子混合積層膜の評
価

〇村上 拓也 1, 金 大貴 2, 脇田 和樹 3, 沈 用球 1 1.阪府大院工, 2.阪市大院工, 3.千葉工大工

   15a-P9-3 同一基板上GaAs/AlGaAs量子井戸におけるキャリア緩和
時間の井戸幅依存性

〇山田 築 1, 亀崎 拓也 1, 大木 俊介 1, 石川 友樹 1, 下村 
哲 2, 竹内 淳 1

1.早大先進理工, 2.愛媛大理工

   15a-P9-4 同一基板上GaAs/AlGaAs単一量子井戸におけるスピン緩
和時間の井戸幅依存性

〇亀崎 拓也 1, 山田 築 1, 大木 俊介 1, 石川 友樹 1, 下村 
哲 2, 竹内 淳 1

1.早大先進理工, 2.愛媛大理工

CS.7 3.11フォトニック構造・現象,13.7ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション / 3.11/13.7 Code-sharing session
3/15(Wed.) 13:15 - 19:15 口頭講演 (Oral Presentation) E205会場

 13:15  15p-E205-1 フォトニクス奨励賞授賞式 〇梅田 倫弘 1 1.フォトニクス分科会
 13:30 招 15p-E205-2 「フォトニクス奨励賞受賞記念講演」（15分）

波長切替可能な狭帯域熱輻射光源の開発と展望
〇井上 卓也 1, 2, De Zoysa Menaka1, 浅野 卓 1, 野田 
進 1

1.京大, 2.K-CONNEX

 13:45  15p-E205-3 三角形状空気孔を用いたスラブ型バレーフォトニック結
晶

〇岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 14:00 奨 15p-E205-4 半導体カイラルフォトニック結晶におけるワイル点とト
ポロジカルエッジ状態

〇高橋 駿 1, 大野 修平 2, 岩本 敏 1, 3, 初貝 安弘 2, 荒川 
泰彦 1, 3

1.東大ナノ量子機構, 2.筑波大院数理, 3.東大生研

 14:15 奨 15p-E205-5 結合ナノレーザーアレイのPT対称性の破れを用いた制
御可能な光トポロジカル相

〇高田 健太 1, 2, 納富 雅也 1, 2 1.NTT物性基礎研, 2.NTTナノフォトニクスセンタ

 14:30 奨 15p-E205-6 機械共振を用いたGaAs薄膜における励起子準位の動的
変調

〇太田 竜一 1, 岡本 創 1, 山口 浩司 1 1.NTT物性研

 14:45 奨 15p-E205-7 一次元フォノニック結晶における弾性波のトポロジカル
境界状態の観測

〇金 仁基 1, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 15:00 奨 15p-E205-8 トロイド共振器における光カーコム発生時の共振器オプ
トメカニクス

〇鈴木 良 1, 加藤 拓巳 1, 小畠 知也 1, 田邉 孝純 1 1.慶大理工

 15:15  休憩/Break
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CS.7 3.11フォトニック構造・現象,13.7ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション / 3.11/13.7 Code-sharing session



 15:30 招 15p-E205-9 「第7回化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤﨑勇賞）
受賞記念講演」（30分）
化合物半導体ナノ構造形成法の先駆的研究とそのナノエ
レクトロニクスへの展開

〇福井 孝志 1 1.北大

 16:00 奨 15p-E205-10 量子ドット-ナノ共振器強結合系における真空ラビ振動
の時間領域観測

〇車 一宏 1, 太田 泰友 2, 角田 雅弘 2, 岩本 敏 1, 2, 荒川 
泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 16:15  15p-E205-11 量子ドット-ナノ共振器系によるN00N状態生成 ～N>2
への拡張～

〇上出 健仁 1, 太田 泰友 1, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研

 16:30  15p-E205-12 ピラー型微細形状を有するQDinFにおける相互相関信号
による励起子複合体の推定

〇笹倉 弘理 1, 小田島 聡 2, 熊野 英和 3 1.北大院工, 2.八戸工大, 3.北大電子研

 16:45  15p-E205-13 タイムタグ計測法を活用した単一ナノ粒子の２光子カス
ケード発光の研究

〇井原 章之 1, 広重 直 1 1.京大化研

 17:00 奨 15p-E205-14 単一CdSe/CdSナノ粒子の励起子分子発光：クーロン相
互作用による増強

〇(M2)広重 直 1, 井原 章之 1, 猿山 雅亮 1, 寺西 利治 1, 
金光 義彦 1

1.京大化研

 17:15  休憩/Break
 17:30  15p-E205-15 単一量子ドットにおける面内核磁場形成機構の研究 〇(M1)山本 壮太 1, 松崎 亮典 1, 鍜治 怜奈 1, 足立 智 1 1.北大院工
 17:45 奨 15p-E205-16 光導波路中量子ドット集団からのスピン依存指向性発光

の観測
〇林 文博 1, 太田 泰友 2, 渡邉 克之 2, 車 一宏 1, 玉田 晃
均 1, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 18:00 奨 15p-E205-17 プラズモニックマイクロリング共振器に埋め込まれた量
子ドットにおけるPurcell効果の観測

〇玉田 晃均 1, 太田 泰友 2, 車 一宏 1, Ho Jinfa1, 渡邉 
克之 2, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 18:15  15p-E205-18 シリカトロイド結合共振器によるブリルアン発振 〇本多 祥大 1, 吉岐 航 1, 鐵本 智大 1, 藤井 瞬 1, 田邉 孝
純 1

1.慶大理工

 18:30  15p-E205-19 量子ドットナノレーザにおける無閾値レーザ発振の実現 〇太田 泰友 1, 角田 雅弘 1, 渡邉 克之 1, 岩本 敏 1, 2, 荒
川 泰彦 1, 2

1.東大ナノ量子, 2.東大生研

 18:45 奨 15p-E205-20 デュアルコム分光による量子ドットの過渡応答評価 〇(M2)新井 悠人 1, 浅原 彰文 2, 3, 美濃島 薫 2, 3, 赤羽 
浩一 4, 早瀬 潤子 1

1.慶大理工, 2.電通大, 3.JST, ERATO美濃島知的光シン
セサイザ, 4.NICT

 19:00  15p-E205-21 誘導ラマン効果を用いたサブポアソン光生成の理論検討 〇乾 善貴 1, 浅野 卓 1, 高橋 和 2, 野田 進 1 1.京大院工, 2.阪府大院
13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術 / Compound and power electron devices and process technology

3/14(Tue.) 9:30 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 315会場
 9:30  14a-315-1 GaN多孔質構造の形状およびキャリア濃度の違いとイン

ピーダンス特性について
〇伊藤 圭亮 1, 張 笑逸 1, 熊崎 祐介 1, 佐藤 威友 1 1.北大量集セ

 9:45  14a-315-2 光電気化学反応を利用したn-GaN表面ダメージ層の除去 〇松本 悟 1, 枝元 将彰 1, 熊崎 祐介 1, 佐藤 威友 1 1.北大量集センター
 10:00  14a-315-3 GaN基板上GaNホモエピ層に対する過剰キャリアライフ

タイム評価
〇(B)浅田 貴斗 1, 市川 義人 1, 伊藤 健治 2, 冨田 一
義 2, 成田 哲生 2, 加地 徹 3, 加藤 正史 1

1.名工大, 2.豊田中研, 3.名大

 10:15 奨 14a-315-4 サブバンドギャップ光を用いたMCTS法によるn型GaN
ホモエピタキシャル成長層中の正孔トラップの評価

〇鐘ヶ江 一孝 1, 堀田 昌宏 2, 木本 恒暢 2, 須田 淳 2, 3 1.京大工, 2.京大院工, 3.名大 未来材料・システム研究
所

 10:30  休憩/Break
 10:45  14a-315-5 誘導結合型プラズマ反応性イオンエッチングによるn型

GaNへのダメージ評価
〇山田 真嗣 1, 2, 櫻井 秀樹 1, 2, 大森 雅登 1, 長田 大和 2, 
上村 隆一郎 2, 堀田 昌宏 3, 須田 淳 1, 3, 加地 徹 1

1.名大　未来材料・システム研究所, 2.アルバック半電
研, 3.京大院工

 11:00  14a-315-6 電子線照射によりホモエピタキシャル成長n型GaN中に
形成される深い準位

〇堀田 昌宏 1, 成田 哲生 2, 加地 徹 3, 上杉 勉 2, 須田 
淳 1

1.京大院工, 2.豊田中研, 3.名大

 11:15  14a-315-7 Mgイオン注入によりGaN中に発生する電子準位の電気
的評価

〇(M1)横田 直茂 1, 赤澤 正道 1 1.北大量子集積エレ研

 11:30  14a-315-8 イオン注入法による窒化物半導体の電気的特性の制御と
集積回路への応用の検討

〇岡田 浩 1, 関口 寛人 1, 上月 誠也 1, 山根 啓輔 1, 若原 
昭浩 1

1.豊橋技科大

3/14(Tue.) 13:15 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) 315会場
 13:15  14p-315-1 三次元FP構造AlGaN/GaN HEMTのエッチング溝間隔

が電気的特性に与える影響
〇鈴木 敦也 1, Joel Asubar1, 徳田 博邦 1, 葛原 正明 1 1.福井大院工

 13:30  14p-315-2 サファイア基板上AlGaN/GaN HEMTのドレイン電流
DLTS、MCTS

〇高林 洸太 1, 徳田 豊 1 1.愛知工大

 13:45 奨 14p-315-3 オペランド顕微分光法を用いたGaN-HEMTにおける電
流コラプス現象の発生機構に関する研究

〇大美賀 圭一 1, 舘野 泰範 2, 河内 剛志 2, 駒谷 務 3, 永
村 直佳 4, 今野 隼 5, 高橋 良暢 5, 小嗣 真人 5, 堀場 弘
司 6, 尾嶋 正治 7, 末光 眞希 1, 吹留 博一 1

1.東北大通研, 2.住友電工, 3.住友電工デバイス・イノ
ベーション, 4.物材機構, 5.東京理科大, 6.高エネ研, 
7.東大

 14:00  14p-315-4 界面顕微光応答法によるSi基板上Ni/AlGaN/GaNショッ
トキー接触の２次元評価

小西 宏明 1, 今立 宏美 1, 山岡 優哉 2, 3, 松本 功 2, 江川 
孝志 3, 〇塩島 謙次 1

1.福井大院工, 2.大陽日酸, 3.名工大

 14:15  14p-315-5 自立基板の劈開面に形成したn-GaNショットキー接触の
評価 (4)
──金属仕事関数依存性──

〇今立 宏美 1, 三島 友義 2, 塩島 謙次 1 1.福井大学院工, 2.法政大

 14:30  14p-315-6 m面GaN SBDの漏れ電流のファセット依存性 バリー １オースマネー1, 〇田中 敦之 2, 永松 謙太
郎 2, 久志本 真希 1, 出来 真斗 2, 新田 州吾 2, 本田 善
央 2, 天野 浩 2, 3, 4

1.名大院工, 2.名大未来材料・システム研究所, 3.名大
赤崎記念研究センター, 4.名大VBL

 14:45  14p-315-7 自立GaN基板上ショットキー接合ダイオード用エピタキ
シャル層における基板オフ角とPL-YL発光強度の関係

〇堀切 文正 1, 成田 好伸 1, 吉田 丈洋 1, 北村 寿朗 1, 太
田 博 2, 中村 徹 2, 三島 友義 2

1.(株)サイオクス, 2.法政大学

 15:00 奨 14p-315-8 GaN自立基板上PNダイオードの逆方向リークと転位の
関係

〇宇佐美 茂佳 1, 安藤 悠人 1, 田中 敦之 2, 永松 謙太
郎 2, 久志本 真希 1, 出来 真斗 2, 新田 州吾 2, 本田 善
央 2, 天野 浩 2, 3, 4

1.名大院工, 2.名大未来材料．システム研究所, 3.名大
赤﨑記念研究センター, 4.名大VBL

 15:15  休憩/Break
 15:30 奨 14p-315-9 Ni/n-GaN縦型ショットキーバリアダイオードの障壁高

さの温度依存性
〇前田 拓也 1, 岡田 政也 2, 上野 昌紀 2, 山本 喜之 2, 木
本 恒暢 1, 堀田 昌宏 1, 須田 淳 1

1.京大院工, 2.住友電工

 15:45  14p-315-10 AlGaN/GaN HEMTのゲートリセス構造形成における
中性粒子ビームエッチング適用効果

〇渡村 遥 1, 邉見 ふゆみ 1, Thomas Cedric2, Lai 
Yi-Chun3, 肥後 昭男 3, 寒川 誠二 2, 3, 尾辻 泰一 1, 末光 
哲也 1

1.東北大通研, 2.東北大流体研, 3.東北大AIMR

 16:00  14p-315-11 AlGaN/GaN HFETドレインアバランシェ破壊のTCAD
シミュレーション

〇大野 泰夫 1, 王 仲 2, 李 根三 2, 崔 愿哲 2 1.レーザーシステム, 2.日本シノプシス

 16:15 奨 14p-315-12 広い禁止帯を持つ半導体の衝突電離過程における散乱内
電界効果

〇(B)牧平 真太朗 1, 森 伸也 1 1.阪大工

 16:30 奨 14p-315-13 窒化物半導体HEMTの電子輸送特性に双極子散乱が及ぼ
す影響

〇(B)星野 知輝 1, 森 伸也 1 1.阪大工

 16:45  14p-315-14 1.3THz のfmax を持つドレイン側リセス拡張InP HEMT 〇高橋 剛 1, 2, 川野 陽一 1, 2, 牧山 剛三 1, 2, 芝 祥一 1, 佐
藤 優 1, 2, 中舍 安宏 1, 2, 原 直紀 1, 2

1.富士通研, 2.富士通

 17:00 奨 14p-315-15 InAs/high-k/low-k構造における電子輸送 〇宇井 利昌 1, 森 涼介 1, Son Phuong Le1, 大槻 圭生 1, 
大島 義文 1, 鈴木 寿一 1

1.北陸先端大

3/15(Wed.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 315会場
 9:00  15a-315-1 RIE-GaN表面へのAlGaN直接成長によるAlGaN/GaN構

造の電気的特性
〇山本 高勇 1, 吉田 知司 1, 金谷 彗杜 1, 葛原 正明 1 1.福井大院

 9:15  15a-315-2 HSQ膜を用いたピコ秒レーザPLD法によるGaN選択再
成長

〇數元 公博 1, Romualdo A. Ferreyra1, 鈴木 朝実良 1, 
上田 大助 1

1.京都工繊大
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 9:30  15a-315-3 ハイドライド気相成長法におけるFeドープGaNテンプ
レートを用いたAlGaN/GaN HEMTのFe濃度依存性

〇西平 貴則 1, 在田 直起 1, 杉本 浩平 1, 2, 井本 良 1, 岡
田 成仁 1, 只友 一行 1

1.山口大学院, 2.宇部興産

 9:45  15a-315-4 MBE成長InNのキャリア濃度と電子移動度の温度依存性 〇(PC)児玉 和樹 1, Jan Kuzmik2, Alexandros 
Georgakilas3, 葛原 正明 1

1.福井大学, 2.Slovak Academy of Sciences, 3.Crete 
Univ.

 10:00  15a-315-5 p+ 薄層を用いた自立GaN基板上JBSダイオード 〇(M1)林 賢太郎 1, 柘植 博史 1, 太田 博 1, 堀切 文正 2, 
成田 好伸 2, 吉田 丈洋 2, 中村 徹 1, 三島 友義 1

1.法政大学, 2.サイオクス

 10:15  休憩/Break
 10:30 奨 15a-315-6 縦型GaN MPSダイオードの開発 〇林田 哲郎 1, 南條 拓真 1, 古川 彰彦 1, 山向 幹雄 1 1.三菱電機
 10:45 奨 15a-315-7 2次元正孔ガスを用いたコレクタトップ縦型GaN-HBT

の作製
〇安藤 悠人 1, 小倉 昌也 1, 松下 淳矢 1, 宇佐美 茂佳 1, 
田中 敦之 2, 永松 謙太郎 2, 久志本 真希 1, 出来 真斗 2, 
新田 州吾 2, 本田 善央 2, 天野 浩 1, 2, 3, 4

1.名大院工, 2.名大未来材料・システム研究所, 3.名大
赤﨑記念研究センター, 4.名大VBL

 11:00  15a-315-8 無線電力伝送用AlGaN/GaN電界効果型ダイオードの作
製と評価

〇加藤 直樹 1, 長田 大和 2, 上村 隆一郎 2, 伊東 建治 3, 
分島 彰男 1, 江川 孝志 1

1.名工大院, 2.ULVAC, 3.金沢工大

 11:15  15a-315-9 転写AlGaN/GaN HEMTの熱抵抗における転写基板の熱
伝導率の影響

〇廣木 正伸 1, 熊倉 一英 1 1.NTT物性研

 11:30  15a-315-10 表面活性化接合法による Al箔/n+-Si/n-GaN 接合のコン
タクト抵抗評価

〇森田 匠 1, 西村 拓也 1, 梁 剣波 1, 松原 萌子 2, ダムリ
ン マルワン 2, 西尾 佳高 2, 重川 直輝 1

1.大阪市大工, 2.東洋アルミ

3/15(Wed.) 13:15 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) 315会場
 13:15  15p-315-1 リモート酸素プラズマによるGaN表面酸化 〇山本 泰史 1, 2, 田岡 紀之 2, 大田 晃生 1, グェンスァ

ン チュン 1, 2, 山田 永 2, 高橋 言緒 2, 池田 弥央 1, 牧原 
克典 1, 清水 三聡 2, 宮崎 誠一 1

1.名大院工, 2.産総研GaN-OIL

 13:30 奨 15p-315-2 AlGaN表面の熱酸化過程の放射光光電子分光分析 〇(M1)渡邉 健太 1, 山田 高寛 1, 野崎 幹人 1, 中澤 敏
志 2, 施 泓安 2, 按田 義治 2, 上田 哲三 2, 吉越 章隆 3, 細
井 卓治 1, 志村 考功 1, 渡部 平司 1

1.阪大院工, 2.パナソニック, 3.日本原研

 13:45  15p-315-3 GaN基板上原子層堆積Al2O3 膜の経時的絶縁破壊
（TDDB）

〇平岩 篤 1, 2, 佐々木 敏夫 1, 大久保 智 3, 松村 大輔 3, 
川原田 洋 1, 3, 4

1.早大ﾅﾉ･ﾗｲﾌ , 2.名大未来研, 3.早大理工, 4.早大材研

 14:00  15p-315-4 GaN MOSキャパシタのC-V特性における周波数分散の
理解

〇田岡 紀之 1, 久保 俊晴 2, 山田 寿一 1, 江川 孝志 2, 清
水 三聡 1

1.産総研, 2.名工大

 14:15  15p-315-5 GaN MOSキャパシタC-V特性の周波数依存性シミュ
レーション

〇福田 浩一 1, 服部 淳一 1, 清水 三聡 1, 橋詰 保 2 1.産総研, 2.北大

 14:30  15p-315-6 SiO2/GaN構造におけるSiO2 膜中へのGa拡散とMOS電
気特性への影響

〇山田 高寛 1, 渡邉 健太 1, 野崎 幹人 1, 上野 勝典 2, 高
島 信也 2, 江戸 雅晴 2, 高橋 言諸 3, 清水 三聡 3, 細井 卓
治 1, 志村 考功 1, 渡部 平司 1

1.阪大院工, 2.富士電機, 3.産総研

 14:45  15p-315-7 リモートプラズマ支援 CVD SiO2/GaN の界面特性 〇グェン スァン チュン 1, 2, 田岡 紀之 2, 大田 晃生 1, 
山本 泰史 1, 2, 山田 永 2, 高橋 言緒 2, 池田 弥央 1, 牧原 
克典 1, 清水 三聡 2, 宮崎 誠一 1

1.名大院工, 2.産総研 GaN-OIL

 15:00  15p-315-8 SiO2/Al2O3/AlGaN/GaN MIS-HEMTの閾値電圧に与え
るAl2O3 膜厚の効果

〇久保 俊晴 1, 座間 秀昭 2, 小林 忠正 2, 江川 孝志 1 1.名工大, 2.アルバック

 15:15 奨 15p-315-9 GaN MOS-HEMTの制御性および安定性の向上 〇金木 奨太 1, 西口 賢弥 1, 橋詰 保 1 1.北大量集セ
 15:30  休憩/Break
 15:45 奨 15p-315-10 O2 プラズマ処理およびO3 酸化処理を行ったAl2O3/GaN

構造の界面準位密度評価
〇曾根 和詩 1, 松下 淳矢 1, 安藤 悠人 1, 永松 謙太郎 2, 
田中 敦之 2, 久志本 真希 1, 出来 真斗 2, 新田 州吾 2, 本
田 善央 2, 天野 浩 2, 3, 4

1.名大院工, 2.未来材料・システム研, 3.赤﨑記念セン
ター, 4.ベンチャービジネスラボラトリー

 16:00 奨 15p-315-11 N極性GaN HEMTsにおけるMIS構造導入によるリーク
電流の低減

〇プラスラットスック キャッティウット 1, 三浦 輝
紀 1, 田中 真二 1, 谷川 智之 1, 木村 健司 1, 窪谷 茂幸 1, 
末光 哲也 2, 松岡 隆志 1

1.東北大金研, 2.東北大通研

 16:15  15p-315-12 β-Ga2O3 を用いたpnダイオードの開発 〇綿引 達郎 1, 湯田 洋平 1, 古川 彰彦 1, 山向 幹雄 1, 滝
口 雄貴 2, 宮島 晋介 2

1.三菱電機, 2.東工大

 16:30  15p-315-13 トレンチMOS構造を設けたGa2O3 ショットキーバリア
ダイオード

〇佐々木 公平 1, 2, 脇本 大樹 1, 2, ティユ クァン トゥ1, 
小石川 結樹 1, 2, 倉又 朗人 1, 2, 東脇 正高 3, 山腰 茂
伸 1, 2

1.ノベルクリスタルテクノロジー, 2.タムラ製作所, 3.
情通機構

 16:45 E 15p-315-14 Enhancement-mode Ga2O3 MOSFETs with Si-Ion-
Implanted Source and Drain

〇ManHoi Wong1, Yoshiaki Nakata1, Akito 
Kuramata2, Shigenobu Yamakoshi2, Masataka 
Higashiwaki1

1.NICT, 2.Tamura Corp.

 17:00 E 15p-315-15 Mg Ion Implantation Technology for Vertical Ga2O3 Power 
Devices

〇ManHoi Wong1, Ken Goto2, 3, Rie Togashi3, 
Hisashi Murakami3, Yoshinao Kumagai3, Akito 
Kuramata2, Shigenobu Yamakoshi2, Masataka 
Higashiwaki1

1.NICT, 2.Tamura Corporation, 3.Tokyo Univ. Agricul. 
Technol.

 17:15 奨 15p-315-16 ダブルNO2 ホールドーピングした水素終端ダイヤモンド
MOS FETの連続動作

〇(M1)舟木 浩祐 1, 石松 裕真 1, 桝谷 聡士 1, 大島 孝
仁 1, 嘉数 誠 1, 大石 敏之 1

1.佐賀大院工

 17:30 奨 15p-315-17 ダイヤモンド素子を用いたレクテナ回路の高電圧動作 〇(M1)河野 直士 1, 深見 成 1, 桝谷 聡士 1, 大島 孝仁 1, 
嘉数 誠 1, 大石 敏之 1

1.佐賀大学院工

3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P4会場
   16a-P4-1 水素イオン注入n-GaNの熱処理 〇伊豫田 健 1, 高林 洸太 1, 徳田 豊 1, 塩島 謙次 2, 伊藤 

成志 3, 八木 孝秀 3
1.愛知工大, 2.福井大院, 3.住重試験検査

   16a-P4-2 DLTS測定によるGaN基板上MOCVDp++p-n+GaNのト
ラップ評価

〇(B)小木曽 達也 1, 上田 聖悟 1, 徳田 豊 1, 成田 哲
生 2, 富田 一義 2, 加地 徹 3

1.愛知工大, 2.豊田中央研究所, 3.名古屋大学

   16a-P4-3 GaN自立基板上にホモエピタキシャル成長したp-GaN膜
の電気的評価

〇中野 由崇 1 1.中部大工

   16a-P4-4 GaN中のプラズマ照射誘起欠陥の挙動解析(2) 〇井上 凌兵 1, 若杉 勇作 1, 中村 成志 1, 奥村 次徳 1 1.首都大理工
   16a-P4-5 界面顕微光応答法によるNi/n-GaNの界面反応の二次元

評価
〇纐纈 悠貴 1, 塩島 謙次 1 1.福井大院工

   16a-P4-6 界面顕微光応答法を用いたAlGaN/GaN MIS HEMTの劣
化過程の2次元評価

村瀬 真悟 1, 渡村 遥 2, 末光 哲也 2, 〇塩島 謙次 1 1.福井大院工, 2.東北大学

   16a-P4-7 p型GaNに対するTi系オーミックコンタクトの低温形成 〇高橋 昌靖 1, 星井 拓也 1, 角嶋 邦之 1, 若林 整 1, 岩井 
洋 1, 筒井 一生 1

1.東京工業大学

  奨 16a-P4-8 表面波プラズマ励起化学気相堆積法によるシリコン酸化
膜の堆積と評価

〇馬場 真人 1, 近藤 佑隆 1, 岡田 浩 2, 1, 古川 雅一 3, 山
根 啓輔 1, 関口 寛人 1, 若原 昭浩 1, 2

1.豊技大工, 2.EIIRIS, 3.ARLC

   16a-P4-9 堆積前処理がSiO2/n-GaN界面特性に与える影響 〇赤野 拓哉 1, 上沼 睦典 1, 冨永 雄太 1, 石河 泰明 1, 浦
岡 行治 1

1.奈良先端大

  奨 16a-P4-10 GaNキャップ層がAlGaN/GaN MOS構造のC-V特性に
与える影響

〇西口 賢弥 1, 金木 奨太 1, 橋詰 保 1 1.北大量集センター

   16a-P4-11 Al2O3 超薄膜挿入によるGaNショットキー障壁高の変化 〇(M1)長谷崎 泰斗 1, 赤澤 正道 1 1.北大量子集積エレ研
   16a-P4-12 Al2O3 超薄膜層を挿入したSiO2/InAlN界面の特性―Al2O3

膜厚依存性―
〇(M2)清野 惇 1, 赤澤 正道 1 1.北大量子集積エレ研

   16a-P4-13 HCl表面処理とプラズマ励起原子層堆積SiNx 膜による
AlGaN/GaN HEMTの表面安定化

〇鈴木 貴之 1, 土屋 晃祐 1, 大保 崇博 1, 赤澤 良彦 1, 下
野 貴史 1, 松本 滉太 1, 江口 卓也 1, 岩田 直高 1

1.豊田工大
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   16a-P4-14 アンドープGaN上のMOSFETの特性 〇上野 勝典 1, 高島 信也 1, 稲本 拓朗 1, 松山 秀昭 1, 江
戸 雅晴 1, 高橋 言緒 3, 清水 三聡 3, 中川 清和 2

1.富士電機（株）, 2.山梨大, 3.産総研

   16a-P4-15 ヘテロ界面平坦性改善によるInAlN/AlGaN HFET構造の
移動度向上

〇細見 大樹 1, 宮地 祐太 1, 三好 実人 1, 江川 孝志 1 1.名工大

   16a-P4-16 Si基板上GaN縦型デバイスにおける電気特性のドリフト
層成長時のV/Ⅲ比依存性

〇浜田 武明 1, 浦山 雄也 1, 間瀬 駿 1, 中村 圭輔 1, 江川 
孝志 1

1.名工大院

   16a-P4-17 Si基板上縦型GaN p-nダイオードの試作 〇間瀬 駿 1, 浦山 雄也 1, 浜田 武明 1, 江川 孝志 1 1.名古屋工業大学
   16a-P4-18 Si基板上AlGaN/GaN HEMT構造における縦方向リーク

電流の温度依存性
〇木村 隼人 1, 山岡 優哉 1, 2, 各務 憲 1, 江川 孝志 1 1.名工大工, 2.大陽日酸

   16a-P4-19 Si基板上AlNの縦方向リーク電流とAlN層中転位種の関
係

〇山岡 優哉 1, 2, 各務 憲 2, 生方 映徳 1, 矢野 良樹 1, 田
渕 俊也 1, 松本 功 1, 江川 孝志 2

1.大陽日酸, 2.名工大

   16a-P4-20 Mgイオン注入を用いたGaN縦型pnダイオード構造の電
気特性

〇高島 信也 1, 上野 勝典 1, 稲本 拓朗 1, 江戸 雅晴 1, 高
橋 言緒 2, 清水 三聡 2

1.富士電機, 2.産総研

   16a-P4-21 GIT双方向スイッチのダイオード動作における逆回復電
流特性

〇井手 利英 1, 清水 三聡 1, 沈 旭強 1, 石田 秀俊 2, 石田 
昌弘 2, 上田 哲三 2

1.産総研先進パワエレ, 2.パナソニック

   16a-P4-22 サファイア基板上 1200 V GaN 分極超接合（PSJ）ダイ
オード

〇八木 修一 1, 平田 祥子 1, 斉藤 武尊 1, 神山 祐輔 1, 中
村 文彦 1, 河合 弘治 1, 田中 敦之 2, 本田 善央 2, 天野 
浩 2

1.パウデック, 2.名大未来材料・システム研

   16a-P4-23 サファイア基板上 GaN 分極超接合（PSJ）FET を用いた 
1200 V / 100 A 級モジュール

〇八木 修一 1, 平田 祥子 1, 斉藤 武尊 1, 神山 祐輔 1, 中
村 文彦 1, 河合 弘治 1, 田中 敦之 2, 本田 善央 2, 天野 
浩 2

1.パウデック, 2.名大未来材料・システム研

   16a-P4-24 サファイア基板上 GaN 分極超接合（PSJ）FET を用いた
降圧コンバータ

〇神山 祐輔 1, 平田 祥子 1, 斉藤 武尊 1, 中村 文彦 1, 八
木 修一 1, 河合 弘治 1, 田中 敦之 3, 本田 善央 3, 天野 
浩 2, 3

1.パウデック, 2.名大院工, 3.未来材料・システム研

   16a-P4-25 不揮発メモリ応用へ向けたGaN/AlN共鳴トンネルダイ
オードの双安定性の評価

〇永瀬 成範 1, 高橋 言緒 1, 清水 三聡 1 1.産総研

   16a-P4-26 Si基板上GaAs/GaNヘテロ接合の縦方向電気特性評価
（2）

〇山條 翔二 1, 梁 剣波 1, 重川 直輝 1 1.大阪市大工

   16a-P4-27 InSb/Ga0.35In0.65Sb複合チャネル構造の電気的特性の評価 〇(B)岩木 拓也 1, 原田 義彬 1, 竹内 淳 1, 藤川 紗千
恵 1, 藤代 博記 1

1.東理大基礎工

  奨 16a-P4-28 傾斜型フィールドプレートによるInGaAs系HEMT中の
電子速度への影響

〇細谷 友崇 1, 尾辻 泰一 1, 末光 哲也 1 1.東北大通研

   16a-P4-29 ゲート金属残留応力がGaN HEMTの電気的特性に与え
る影響
－ TCADシミュレーションによる検討 －

〇大石 敏之 1, 山口 裕太郎 2, 山中 宏治 2 1.佐賀大工, 2.三菱電機情報総研

13.9 光物性・発光デバイス / Optical properties and light-emitting devices
3/14(Tue.) 9:15 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 411会場

 9:15  14a-411-1 熱活性化クロスオーバーモデルを用いたEu2+ 賦活Srサイ
アロン蛍光体の温度特性に関する考察

〇福田 由美 1 1.東芝研開セ

 9:30 奨 14a-411-2 Sr3BAl5Si9N20:Euの合成，結晶構造と発光特性 〇吉村 文孝 1, 山根 久典 2 1.三菱化学科技セ, 2.東北大多元研
 9:45 奨 E 14a-411-3 Luminescence property and local structure of phase pure 

La3Si6.5Al1.5N9.5O5.5:Ce phosphor
〇(DC)Chunyun Wang1, 2, Takashi Takeda1, 2, Otmar 
Melvin ten Kate3, Masataka Tansho2, Kenzo 
Deguchi2, Kazuko Nakajima2, Rong-Jun Xie2, 
Tadashi Shimizu2, Naoto Hirosaki2

1.Hokkaido Univ., 2.NIMS, 3.TU Delft

 10:00  14a-411-4 A4-xByC19+xX29+x 型新酸窒化物蛍光体の結晶構造解析 〇舟橋 司朗 1, 武田 隆史 1, 広崎 尚登 1, 解 栄軍 1 1.物材機構
 10:15  14a-411-5 A4-xByC19+xX29+x 型新酸窒化物蛍光体の粉末合成と発光特

性
〇武田 隆史 1, 2, ワン チュンユン 1, 2, 舟橋 司朗 1, 解 
栄軍 1, 広崎 尚登 1

1.物材機構, 2.北大総合化学院

 10:30  14a-411-6 不純物制御したBN からの近紫外線発光（I）合成と発光
特性

〇武田 隆史 1, 解 栄軍 1, ジョ ユジン 1, 高橋 向星 1, 関
口 隆史 1, 小山 幸典 1, 広崎 尚登 1

1.物材機構

 10:45 E 14a-411-7 Impurity-induced near-UV emission from boron nitride 
(II) Preparation of field emission lamps (FELs)

〇Rong-Jun Xie1, Kohsei Takahashi1, Takashi 
Takeda1, Naoto Hirosaki1

1.NIMS

 11:00 奨 E 14a-411-8 3D-CL analysis for core-shell structured SiAlON 
phosphors

〇(PC)Yujin Cho1, Benjamin Dierre2, Takashi 
Takeda1, Shu-Xing Li1, Rong-Jun Xie1, Naoto 
Hirosaki1, Takashi Sekiguchi1

1.NIMS, 2.T.U.Delft

 11:15  14a-411-9 Ｃｅ３＋賦活の新規赤色蛍光体 〇新田 充 1, 長尾 宣明 1, 平澤 拓 1, 稲田 安寿 1 1.パナソニック
 11:30  14a-411-10 XAFS によるCe ドープ蛍光体の結晶構造解析 〇長尾 宣明 1, 新田 充 1, 平澤 拓 1, 稲田 安寿 1 1.パナソニック
3/14(Tue.) 13:15 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 411会場

 13:15  14p-411-1 K2SiF6:Mn4+ 蛍光体のHFフリー合成とその蛍光特性 〇半澤 弘昌 1, 高濱 裕子 2, 町田 憲一 2 1.阪大院基礎工, 2.阪大院工
 13:30  14p-411-2 Tb3Al5O12:Ce3+ 黄色蛍光体の発光機構 〇(M1)大西 勇也 1, 中村 俊博 1, 安達 定雄 1 1.群馬大院理工
 13:45  14p-411-3 Bi3+ 共ドープによるTb3Al5O12:Ce3+ 蛍光体の発光増強 〇(M1)大西 勇也 1, 中村 俊博 1, 安達 定雄 1 1.群馬大院理工
 14:00  14p-411-4 レーザ励起スポット照明用高効率蛍光体プレートの開発 〇冨田 昇吾 1, 平澤 拓 1 1.パナソニック
 14:15  14p-411-5 ナノ粒子を出発材料としたZnS:Cu EL蛍光体（Ⅱ） 

-Cu(Ⅰ)塩を用いたZnS:Cuの溶液合成-
〇上田 祥平 1, 葛川 和樹 1, 石垣 雅 1, 和迩 浩一 2, 音山 
貴史 3, 中崎 義晃 3, 大観 光徳 1

1.鳥大院工, 2.タツモ(株), 3.(株)ナノ・キューブ・ジャ
パン

 14:30  14p-411-6 ZnS:Cu分散型EL素子における駆動電圧低減の検討 〇永山 凌 1, 金田 太地 1, 石垣 雅 1, 大観 光徳 1 1.鳥大院工
 14:45  14p-411-7 GaP(111)基板上に成長させたCuAlS2:Mn薄膜 〇林 翔太 1, 植田 翔伍 1, 石垣 雅 1, 大観 光徳 1 1.鳥大院工
 15:00  休憩/Break
 15:15 奨 14p-411-8 CaMoO4:Yb3+/Er3+ アップコンバージョン蛍光体の合成と

特性評価
〇大山 渓人 1, 野中 俊宏 1, 木村 大海 1, 番 貴彦 1, 山本 
伸一 1

1.龍谷大院理工

 15:30  14p-411-9 太陽エネルギー利用のためのEr3+, Ni2+ 共添加広帯域応答
アップコンバーター

〇竹田 康彦 1, ルイテル ホム ナト 1, 水野 真太郎 1 1.豊田中研

 15:45 奨 14p-411-10 テルビウムとガドリニウムを混合した九核希土類クラス
ターにおけるエネルギー移動と発光特性

〇(D)大曲 駿 1, 中西 貴之 2, 北川 裕一 2, 伏見 公志 2, 
長谷川 靖哉 2

1.北大院総化, 2.北大院工

 16:00  14p-411-11 β-FeSi2 薄膜のPL発光特性に及ぼす成長温度の影響 〇秋山 賢輔 1, 2, 松本 佳久 1, 舟窪 浩 2 1.神奈川産技セ, 2.東工大物質理工
 16:15  14p-411-12 逆オパール構造とナノ粒子構造を有する増感太陽電池用

TiO2 電極の光吸収・発光・光電子収量特性評価
〇豊田 太郎 1, 4, 奥野 剛史 1, 神山 慶太 2, 早瀬 修二 3, 4, 
沈 青 1, 4

1.電通大情報理工, 2.分光計器, 3.九工大生命体工, 
4.JST-CREST

 16:30 奨 14p-411-13 中間バンド型GaPN混晶でのキャリア再結合過程の光学
的評価

〇根岸 知華 1, ドゥラル ハク 1, 鎌田 憲彦 1, 矢口 裕
之 1

1.埼玉大工

 16:45  14p-411-14 AlGaNのフォトキャパシタンス特性評価 〇大和 慎之介 1, 大井 琢矢 1, 大橋 隆宏 2, 白岩 佳子 2, 
田邉 匡生 1, 鳥羽 隆一 2, 小山 裕 1

1.東北大工, 2.東北大環境科学

3/15(Wed.) 9:15 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 411会場
 9:15  15a-411-1 自己形成CdSe量子ドットの光学的特性 〇久保 歓治 1, 立古 佳与 1, 米田 稔 1, 瀬戸 悟 2, 本田 

亮 3, 谷山 智康 4
1.岡山理大, 2.石川高専, 3.鳴門教育大, 4.東工大応セラ
研

 9:30  15a-411-2 コロイド状半導体量子ドットにおける増幅キャリア抽出
法の新開発Ⅱ

〇小田 勝 1, 矢野 岳人 1, 赤木 啓人 1, 近藤 久雄 2 1.九工大工, 2.愛媛大理

 9:45  15a-411-3 CuInS2 量子ドットの表面修飾による発光特性と光励起電
子のダイナミクスの変化

〇(M2)出石 拓也 1, 張 耀紅 1, 中澤 直樹 1, 豊田 太
郎 1, 5, 早瀬 修二 2, 5, 片山 建二 3, 峯元 高志 4, 5, 沈 青 1, 5

1.電通大先進理工, 2.九工大生命体工, 3.中大理工, 4.立
命館大理工, 5.JST CREST
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 10:00  15a-411-4 アルキル基修飾を施した近赤外蛍光シリコンナノ粒子の
特性評価

〇安澤 宝史 1, 平栗 健二 1, 佐藤 慶介 1 1.東京電機大工

 10:15  15a-411-5 LSW理論に基づくSiO2 薄膜中のナノ結晶Siの粒径予測 〇(M1)川村 寿栄 1, 勝俣 裕 1 1.明大理工
 10:30  15a-411-6 マイクロリアクターによるGdVO4:Nd3+,Yb3+ 近赤外ナノ

蛍光体の合成
〇稲垣 徹 1, 2, 石垣 雅 2, 大観 光徳 2 1.宇部興産株式会社, 2.鳥大院工

 10:45 E 15a-411-7 Plasmonic-enhanced photoluminescence of YAG:Ce+3 
nanoparticles prepared in porous silica

〇(PC)Bikas Ranjan1, Kenji Shinozaki1, Masaru 
Yamashita1, Tomoko Akai1

1.National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology

 11:00  15a-411-8 高効率な発光を示すCu-SiO2 系ガラスのXAFSによる構
造解析

〇赤井 智子 1, 山下 勝 1, 武藤 亮太 2, 高羽 洋充 2 1.産総研, 2.工学院大

 11:15  15a-411-9 X線照射が銀ゼオライトナノ粒子の蛍光特性に与える影
響

〇(B)泰地 航平 1, 磯 由樹 1, 磯部 徹彦 1 1.慶大理工

 11:30  15a-411-10 ガラス蛍光体へのサブ波長周期パターンのナノインプリ
ントによる反射損失の低減と発光方位の制御

〇篠崎 健二 1, 鎌倉 涼介 2, 村井 俊介 2, 3, 三原 敏行 1, 
北村 直之 1, 田中 勝久 2, 赤井 智子 1

1.産総研, 2.京大, 3.JST さきがけ

3/15(Wed.) 13:15 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) 411会場
 13:15  15p-411-1 A2LaTaO6 (A=Ca, Ba):Tb3+ 中のBサイト占有Tb3+ の発光 〇植田 和茂 1, 清水 雄平 1, 谷延 男哉 1, 田中 就斗 1, 山

本 稜 1, 本間 徹生 2
1.九工大工, 2.JASRI

 13:30  15p-411-2 フラックス法により育成したCaTiO3:Pr, Al単結晶の発光
特性

〇七井 靖 1, 片山 裕司 1, 中村 美月 1, 上岡 隼人 1 1.日大文理

 13:45  15p-411-3 パイロシリケート型シンチレータの発光特性とその低温
での特性

〇黒澤 俊介 1, 2, 堀合 毅彦 3, 村上 力輝斗 4, 庄子 育
宏 3, 4, 山路 晃広 3, 大橋 雄二 3, 鎌田 圭 1, 4, 横田 有為 1, 
吉川 彰 1, 3, 4, 大西 彰正 2, 北浦 守 2

1.東北大NICHe, 2.山形大理, 3.東北大金研, 4.C&A

 14:00  15p-411-4 二価金属イオン共添加による Ce:GAGG 結晶中カチオン
空格子の抑制

〇北浦 守 1, 佐藤 公法 2, 黒澤 俊介 1, 3, 鎌田 圭 3, 大西 
彰正 1, 原 和彦 4

1.山形大理, 2.東京学芸大, 3.東北大NICHe, 4.静岡大
RIE

 14:15  15p-411-5 Bi付活酸化物蛍光体における発光特性の母体結晶依存性 〇佐久間 洸輔 1, 下沖 祐太 1, 深田 晴己 1, 山口 敦史 1 1.金沢工大　光電相互変換デバイスシステム研究開発
センター

 14:30  15p-411-6 YPO4:Nd真空紫外発光蛍光体の合成および評価 〇矢島 英樹 1, 野口 圭佑 1, 芹澤 和泉 1, 古田 寛 2, 3, 八
田 章光 2, 3

1.オーク製作所, 2.高知工科大, 3.高知工科大総研ナノ
テクC

 14:45  15p-411-7 硫黄を添加したSrAl2O4 蛍光体の応力発光特性 〇前田 幸治 1, 蛯原 正裕 1, 小牧 修也 1, 境 健太郎 2, 横
山 宏有 1, 岡田 豪 3, 柳田 健之 3

1.宮崎大工, 2.宮崎大産地連セ, 3.奈良先端大

 15:00  15p-411-8 Sn添加シリコン酸窒化膜のフォトルミネッセンス特性
(膜厚依存性)

〇(M1)古澤 翔太 1, 中村 駿介 1, 呉 研 1, 高橋 芳浩 1 1.日大理工

 15:15  休憩/Break
 15:30  15p-411-9 Er2O3/Y2O3 超格子のＭＢＥ成長 〇尾身 博雄 1, 伊藤 友樹 1, 俵 毅彦 1, 山本 秀樹 1 1.NTT物性基礎研
 15:45  15p-411-10 Ｓｉ基板上における非磁性Y-W-O薄膜のＭＢＥ成長 〇尾身 博雄 1, 俵 毅彦 1, 山本 秀樹 1 1.NTT物性基礎研
 16:00  15p-411-11 母体結晶のノンスピンバス化を目指したエルビウム添加

酸化セリウムのMBE成長
〇(D)稲葉 智宏 1, 2, 俵 毅彦 1, 3, 尾身 博雄 1, 3, 山本 秀
樹 1, 後藤 秀樹 1

1.NTT物性科学基礎研究所, 2.阪大院工, 3.NTTナノ
フォトニクスセンタ

 16:15  15p-411-12 ZnGa2O4:Eu膜の発光強度に与える基板の影響 〇赤沢 方省 1, 篠島 弘幸 2 1.NTT DIC, 2.久留米高専
 16:30  15p-411-13 局在表面プラズモンによるEu添加GaN赤色LEDの発光

強度増大
〇山田 智也 1, 稲葉 智宏 1, 児島 貴徳 1, 藤原 康文 1 1.阪大院工

 16:45  15p-411-14 二波長励起測定法によるEu添加GaNのエネルギー輸送
プロセスの評価

〇小亀 宏明 1, 児島 貴徳 1, 藤原 康文 1 1.阪大院工

 17:00  15p-411-15 再励起プロセスによるEu3+ のup-conversion現象の観測
と解明

〇朱 婉新 1, Wei Ruoqiao2, Mitchell Brandon1, 3, 
Dierolf Volkmar2, 児島 貴徳 1, 藤原 康文 1

1.阪大院工, 2.Lehigh Univ., 3.West Chester Univ.

 17:15  15p-411-16 GaN:Eu赤色LEDの発光ゆらぎ：インタラクティブな発
光過程の解析

〇石井 真史 1, 稲葉 智宏 2, 藤原 康文 2 1.物材機構, 2.阪大工

3/16(Thu.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P7会場
   16p-P7-1 シリコン中に形成されたエルビウム不均一分布の３次元

アトムプローブ評価
〇清水 康雄 1, 涂 远 1, アブデルガファ 愛満 2, 矢野 真
麻 2, 鈴木 雄大 2, 谷井 孝至 2, 品田 高宏 3, Prati 
Enrico4, 井上 耕治 1, 永井 康介 1

1.東北大金研, 2.早大理工, 3.東北大CIES, 4.IFN-CNR

   16p-P7-2 Er:O共注入Si MOSFETのフォトルミネッセンスおよび
光励起電流計測

〇アブデルガファ ターレック 愛満 1, 矢野 真麻 1, 千
葉 悠貴 1, Prati Enrico2, Celebrano Michele3, 
Ghirardini Lavinia3, Finazzi Marco3, Ferrari Giorgio3, 
品田 高宏 4, 谷井 孝至 1

1.早大理工, 2.イタリアCNR, 3.ミラノ工科大学, 4.東
北大CIES

   16p-P7-3 Al共添加によるNd添加TiO2 薄膜の発光特性と局所構造
の変化

〇村山 真理子 1, 柳田 祐嗣 1, 依田 健作 1, 小室 修二 2, 
趙 新為 1

1.東理大理, 2.東洋大理工

   16p-P7-4 希土類添加硫酸バリウムにおけるX線照射による希土類
の価数変化

〇前田 幸治 1, 久米田 朋晃 1, 境 健太郎 2, 横山 宏有 1 1.宮崎大工, 2.宮崎大産地連セ

   16p-P7-5 輝尽発光と熱発光の測定から決定したSrAl2O4:Eu 結晶に
おけるEu2+4f準位からの電荷移動遷移エネルギー

〇鶴見 祐太 1, 北浦 守 1, 大西 彰正 1, 石橋 知也 2, 古川 
祥子 2, 小田 久哉 2, 山中 明生 2

1.山形大理工, 2.千歳科学技術大

   16p-P7-6 青色蛍光体SrAl2O4:Ce3+ におけるGa添加による発光向上 〇極檀 紘希 1, 奥野 剛史 1, 七井 靖 2 1.電通大基盤理工, 2.日大文理
   16p-P7-7 MOD法を用いた蓄光顔料SrAl2O4 : Eu2+, Dy3+ の作製 〇谷口 貴大 1, 番 貴彦 1, 山本 伸一 1 1.龍谷大学
   16p-P7-8 Eu 添加Sr4Al14O25 蛍光体作製におけるFlux 効果と発光特

性
〇羽田 京右 1, 赤堀 太一 1, 小南 裕子 1, 中西 洋一郎 2, 
原 和彦 2

1.静岡大大学院, 2.静岡大電子研

   16p-P7-9 Sr2SiS4:Eu2+, Ln3+ 蛍光体の発光および残光特性 〇青野 瑞樹 1, 奥野 剛史 1, 七井 靖 2 1.電通大基盤理工, 2.日大文理
   16p-P7-10 Y4(SiS4)3:Ln3+ 蛍光体の温度特性およびエネルギー緩和過

程
〇満澤 隆太郎 1, 鈴木 洋介 1, 奥野 剛史 1, 七井 靖 2 1.電通大先進理工, 2.日大文理

   16p-P7-11 2価、4価イオン共添加Y2O2S:Eu3+ 蛍光体の熱蛍光特性 〇滝沢 健太 1, 奥野 剛史 1, 七井 靖 2 1.電通大基盤理工, 2.日大文理
   16p-P7-12 電気泳動堆積法によるY2O3:Bi3+,Eu3+ 蛍光ナノシートの

膜の作製と透光性の改善
〇小菅 裕太 1, 磯 由樹 1, 磯部 徹彦 1 1.慶大理工

   16p-P7-13 逆ミセル法によるEu添加ストロンチウムケイ酸塩ナノ蛍
光体の作製

シティ サリナ ビンティ ナシル 1, 松原 寿樹 1, 〇加藤 
有行 1

1.長岡技科大

   16p-P7-14 YVO4:Bi,Ln(Ln=Pr, Nd, Tb, Ho, Tm)蛍光体におけるエ
ネルギー移動過程

五十嵐 拓真 1, 湯葢 邦夫 2, 宍戸 統悦 2, 内富 直隆 1, 〇
加藤 有行 1

1.長岡技科大, 2.東北大金研

   16p-P7-15 高分子化によるEu(Ⅲ)錯体の光増感発光の向上 〇三浦 由衣 1, 北川 裕一 2, 中西 貴之 2, 伏見 公志 2, 長
谷川 靖哉 2

1.北大院総化, 2.北大院工

   16p-P7-16 MMoO4(M = Ca, Zn, Mg):Yb3+/Er3+ アップコンバージョ
ン蛍光体の特性評価

〇大山 渓人 1, 野中 俊宏 1, 木村 大海 1, 番 貴彦 1, 山本 
伸一 1

1.龍谷大院理工

   16p-P7-17 沈殿法により作製したCaMoO4:Yb3+/ Ln3+( Ln3+=Ho3+, 
Tm3+, Ho3+/Tm3+)アップコンバージョン蛍光体の特性評
価

〇木村 大海 1, 大山 渓人 1, 小漆間 拓人 1, 番 貴彦 1, 山
本 伸一 1

1.龍谷大理工

   16p-P7-18 MOD法によるLa2O3 を用いたアップコンバージョン蛍
光体の作製・評価

〇伊藤 誠治 1, 小漆間 拓人 1, 木村 大海 1, 大山 渓人 1, 
番 貴彦 1, 山本 伸一 1

1.龍谷大理工

   16p-P7-19 ランタノイド添加型 Gd2SrAl2O7 の合成と蛍光特性の評
価

〇広岡 誠 1, 佐俣 博章 1 1.神戸大海事

   16p-P7-20 Yb3+ とEr3+ を添加したBaTiO3 のUC蛍光体のアニール温
度依存性

〇野中 俊宏 1, 大山 渓人 1, 番 貴彦 1, 山本 伸一 1 1.龍谷大理工

   16p-P7-21 多機能誘電体を導入した分散型無機EL素子の発光特性 〇野中 俊宏 1, 大山 渓人 1, 番 貴彦 1, 山本 伸一 1 1.龍谷大理工
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13.9 光物性・発光デバイス / Optical properties and light-emitting devices



   16p-P7-22 ミストCVD法により作製したZnO膜の発光特性の成膜
速度依存性

〇中田 克弥 1, 菅野 剛志 1, 深田 晴己 1, 山口 敦史 1 1.金沢工大　光電相互変換デバイスシステム研究開発
センター

   16p-P7-23 CdSeナノ粒子–π共役系ローダミン分子複合体における
共鳴効果による蛍光減衰過程の緩和

〇大野 洋人 1, 矢幅 拓真 1, 越水 正典 1, 藤本 裕 1, 江馬 
一弘 2, 金城 一哉 2, 欅田 英之 2, 趙 晨宇 2, 浅井 圭介 1

1.東北大院工, 2.上智大理工

   16p-P7-24 ソルボサーマル法により作製したInNナノ粒子 〇長久保 準基 1, 西橋 勉 1, 村上 裕彦 1 1.アルバック未来研
   16p-P7-25 Ag(In,Ga)S2 ナノ粒子の液相合成 〇(M1)山谷 優太 1, 濱中 泰 1 1.名工大院
   16p-P7-26 カルボン酸と APTESによる有機 -無機ハイブリッド蛍光

体を用いた 青白色・緑白色LEDの作製とその評価
〇長谷川 耕介 1, 根本 泰宏 1, 加藤 有行 1 1.長岡技科大

   16p-P7-27 アップコンバージョン蛍光体を用いたくし形電極無機EL
の発光特性

〇杉本 優人 1, 大山 渓人 1, 野中 俊宏 1, 番 貴彦 1, 山本 
伸一 1

1.龍谷大学

   16p-P7-28 キャリアの再結合発光を伴う直流駆動無機ELの検討 〇大西 雄地 1, 西口 貴俊 1, 三浦 登 1 1.明大理工
   16p-P7-29 プローブ層を用いた直流無機 EL の発光位置の検討 〇雲地 翔洋 1, 三浦 登 1 1.明大理工
   16p-P7-30 新規小型蒸着源を用いた有機薄膜の形成 〇久保田 暁 1, 小南 裕子 2, 原 和彦 2, 中西 洋一郎 2, 松

本 鐘三 3, 青島 正一 3
1.静岡大大学院, 2.静岡大電子研, 3.エイエルエステク
ノロジー

   16p-P7-31 励起共鳴状態の実現に向けたZnSe/CdSeナノ粒子–アミ
ノアクリジン複合体の合成とその光学特性評価

〇矢幅 拓真 1, 大野 洋人 1, 越水 正典 1, 藤本 裕 1, 江間 
一弘 2, 金城 一哉 2, 欅田 英之 2, 趙 晨宇 2, 浅井 圭介 1

1.東北大工, 2.上智大理工

   16p-P7-32 CuInS2 量子ドットの光物性と光キャリアダイナミクスの
サイズ依存性

〇(B)上坂 太一 1, 出石 拓也 1, 張 耀紅 1, 中澤 直樹 1, 
峯元 高志 2, 4, チャンタナ ジャカバン 2, 豊田 太郎 1, 4, 
早瀬 修二 3, 4, 沈 青 1, 4

1.電通大基盤理工, 2.立命館理工, 3.九工大, 4.JST 
CREST

   16p-P7-33 ZnO/α-Al2O3 多層膜の熱拡散により作製したZnAl2O4

薄膜の形成過程
〇木島 和人 1, 伊藤 太郎 1, 小南 裕子 1, 原 和彦 2, 中西 
洋一郎 2

1.静岡大大学院, 2.静岡大電子研

   16p-P7-34 薄膜多重反射の2光子吸収への影響のシミュレーション 〇(M1)諸岡 明徳 1, 大石 真樹 1, 松末 俊夫 1, 坂東 弘
之 1

1.千葉大院?・融合

   16p-P7-35 中赤外自由電子レーザーによる機能材料における選択的
格子振動励起

竹本 亮太 1, 吉田 恭平 3, 全 炳焌 2, 〇蜂谷 寛 1, 佐川 
尚 1, 大垣 英明 2

1.京大エネ科, 2.京大エネ理工研, 3.熊大自然

   16p-P7-36 薄膜物性値補正を考慮したSi/CaF2 量子カスケードレー
ザの活性層設計

〇齋藤 侑祐 1, 田辺 直之 1, 近藤 弘規 1, 渡辺 正裕 1 1.東工大工学院

13.10 化合物太陽電池 / Compound solar cells
3/14(Tue.) 13:15 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) B6会場

 13:15 E 14p-B6-1 Bandgap Engineering of Sol-Gel Synthesized Zn1－xMgxO 
films as Electron-Transporting
Layers for PbS Colloidal Quantum Dot Solar Cells

〇(D)CHAO DING1, 6, Yaohong Zhang1, Shuzi 
Hayase2, 5, Yuhei Ogomi2, Taro Toyoda1, 5, Kenji 
Yoshino3, 5, Takashi Minemoto4, 5

1.Univ. Electro-Commun., 2.Kyushu Inst. Tech., 3.Univ. 
Miyazaki, 4.Ritsumeikan Univ., 5.CREST JST, 6.CSC

 13:30  14p-B6-2 GaSb/GaAs量子ナノ構造太陽電池における赤外量子効率
スペクトル

〇玉置 亮 1, 庄司 靖 1, 岡田 至崇 1 1.東大先端研

 13:45  14p-B6-3 InP/InGaP量子ドット太陽電池における開放電圧の温度
依存性

〇(PC)相原 健人 1, 太野垣 健 1, 長門 優喜 2, 岡野 好
伸 2, 菅谷 武芳 1

1.産総研, 2.東京都立大学

 14:00  14p-B6-4 InAs/GaAs量子ドット超格子中間バンド型太陽電池特性
のミニバンド形成の効果

〇平尾 和輝 1, 朝日 重雄 1, 海津 利行 1, 喜多 隆 1 1.神戸大工

 14:15  14p-B6-5 AlGaAs母体中のInAs量子ドット構造における室温赤外
吸収観察

〇吉川 弘文 1, 2, 3, 渡邉 克之 1, 2, 小谷 晃央 1, 2, 3, 北澤 田
鶴子 3, 岩本 敏 1, 2, 和泉 真 3, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研, 3.シャープ

 14:30  14p-B6-6 GaSb/AlGaAs中間バンド型太陽電池における量子ナノ構
造形状の影響

〇庄司 靖 1, 玉置 亮 1, 岡田 至崇 1 1.東大先端研

 14:45  14p-B6-7 多重量子井戸太陽電池のキャリア回収モデル 〇トープラサートポン カシディット 1, 渡辺 健太郎 1, 
中野 義昭 1, 杉山 正和 1

1.東大工

 15:00  休憩/Break
 15:15  14p-B6-8 平坦光散乱基板による薄膜GaAs太陽電池の光吸収増強 〇齋 均 1, 水野 英範 1, 牧田 紀久夫 1, 松原 浩司 1 1.産総研
 15:30 奨 14p-B6-9 1 eV帯InGaAs:N δドープ超格子の作製 〇(M1)梅田 峻平 1 1.埼玉大院理工研
 15:45  14p-B6-10 InGaP/GaAs/Si 3接合セルにおけるBonding界面抵抗評

価
〇重川 直輝 1, 梁 剣波 1 1.大阪市大工

 16:00  14p-B6-11 表面活性化ボンディング法によるGaAs/ITO/Si接合のア
ニール温度依存性

〇原 智也 1, 小川 智輝 1, 梁 剣波 1, 荒木 健次 2, 神岡 武
文 2, 重川 直輝 1

1.大阪市大工, 2.豊田工大

 16:15  14p-B6-12 常温で表面活性化接合したSi/GaAs界面の原子・電子構
造

〇大野 裕 1, 吉田 秀人 2, 竹田 精治 2, 梁 剣波 3, 重川 直
輝 3

1.東北大金研, 2.阪大産研, 3.大阪市大

 16:30  14p-B6-13 エピタキシャルリフトオフにより分離したGaAs基板上
の堆積物分析

〇(M1C)中田 達也 1, 渡辺 健太郎 2, ソダーバンル ハ
サネット 2, 木村 大希 1, 宮下 直也 2, 杉山 正和 1, 岡田 
至崇 1, 2, 中野 義昭 1, 2

1.東大院工, 2.東大先端研

 16:45 奨 14p-B6-14 ヘテロ成長により作製したSi基板上III-V-N太陽電池構
造のエピタキシャルリフトオフ

〇山根 啓輔 1, 佐藤 健人 1, 関口 寛人 1, 岡田 浩 2, 若原 
昭浩 1

1.豊橋技科大院・工, 2.豊橋技科大EIIRIS

 17:00 奨 14p-B6-15 実太陽光集光下での4接合太陽電池の変換効率 〇(M1)安島 由朗 1, 金子 大和 1, 加藤 芳紀 1, 仲村 友
希 1, 定免 良太 1, 庄子 敬宏 1, 馬場 圭右 1, 代 盼 2, 陆 书
龙 2, 内田 史朗 1

1.千葉工大, 2.蘇州ナノテク

3/15(Wed.) 13:15 - 15:45 口頭講演 (Oral Presentation) F201会場
 13:15 奨 15p-F201-1 VI族蒸気圧制御によるCu2ZnSn(S,Se)4 薄膜の作製 〇(D)杉本 寛太 1, 江尾 卓也 1, 陶山 直樹 1, 中田 和

吉 1, 山田 明 1
1.東工大工学院

 13:30  15p-F201-2 CZTSe太陽電池の表面処理効果 〇反保 衆志 1, 金 信浩 1, 金 江玟 1, 柴田 肇 1, 仁木 栄 1 1.産総研
 13:45 奨 15p-F201-3 低アーバックエネルギーを示すCu2ZnGeSe4 薄膜の光学

特性：Cu-Se系化合物半導体との比較
〇藤本 祥平 1, 反保 衆志 2, 金 信浩 2, 金 江玟 2, 柴田 
肇 2, 仁木 栄 2, 藤原 裕之 1

1.岐阜大工, 2.産総研

 14:00  15p-F201-4 硫化法がCu2SnS3 薄膜のグレインに及ぼす影響 〇水野 史章 1, 三上 俊太郎 1, カトリ イゾール 1, 杉山 
睦 1

1.東理大 理工/総研

 14:15  15p-F201-5 硫化法のよる(Cu,Ag)2SnS3 薄膜の作製と太陽電池への応
用

〇中嶋 崇喜 1, 畑山 耕一 1, 山口 利幸 1, 荒木 秀明 2, 中
村 重之 3, 瀬戸 悟 4, 赤木 洋二 5, 笹野 順司 6, 伊崎 昌
伸 6

1.和歌山高専, 2.長岡高専, 3.津山高専, 4.石川高専, 
5.都城高専, 6.豊橋技科大

 14:30 奨 15p-F201-6 Cu2(GexSn1-x)S3 系太陽電池材料の結晶構造と光学的性質 〇(M1C)陳 清 1, 前田 毅 1, 和田 隆博 1 1.龍谷大理工
 14:45  15p-F201-7 硫化・アニール時の圧力がSnS 薄膜に与える影響 〇浅香 圭佑 1, 大久保 諄 1, 鷲見 浩貴 1, カトリ イゾー

ル 1, 杉山 睦 1
1.東理大　理工/総研

 15:00 奨 15p-F201-8 Mg/Zn3P2 太陽電池における新規Mg-P-Zn系化合物 〇(DC)勝部 涼司 1, 鹿住 健司 1, 野瀬 嘉太郎 1 1.京大院工
 15:15  15p-F201-9 電気化学堆積法によるCu添加p型FeOOH薄膜半導体の

作製
〇(B)小林 悟史 1 1.名古屋工業大学

 15:30  15p-F201-10 鉛フリーペロブスカイト太陽電池の性能に関する研究 蘭 春峰 1, 張 楚 1, 趙 帥 1, 〇馬 廷麗 1 1.九工大生命体
3/15(Wed.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P16会場

   15p-P16-1 化合物系薄膜太陽電池モジュールに対する光照射の検討 〇千葉 恭男 1, 崔 誠佑 1, 佐藤 梨都子 1, 石井 徹之 2, 増
田 淳 1

1.産総研, 2.電中研

   15p-P16-2 Moスパッタ膜へのナノ粒子塗布によるCu2ZnSnS4 薄膜
の作製

〇(M1)高瀬 友悠 1, 濱中 泰 1, 葛谷 俊博 2, 日原 岳彦 1 1.名工大院, 2.室工大

   15p-P16-3 次亜塩素酸ナトリウム表面処理によるCZTS薄膜への影
響

〇宮崎 尚 1, 山﨑 大地 1, 青野 祐美 1, 岸村 浩明 1, 神保 
和夫 2, 片桐 裕則 2

1.防大材料, 2.長岡高専

   15p-P16-4 Cu2ZnSnS4 発光スペクトルの成長温度依存性の検討 〇(M1)高松 良春 1, 田中 久仁彦 1 1.長岡技大
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 15p-P16-5 Cu2SnS3 薄膜における光吸収スペクトルの温度依存性 〇粟飯原 直也 1, 荒木 秀明 2, 田中 久仁彦 1 1.長岡技大, 2.長岡高専
 15p-P16-6 反応拡散を利用した硫化スズ (II) (SnS) の成膜 〇岩田 晃樹 1, 勝部 涼司 1, 中塚 滋 1, 野瀬 嘉太郎 1 1.京大院工
 15p-P16-7 電気化学堆積法によるCu2O/InPヘテロ界面の形成(3) 〇近江 沙也夏 1, 熊崎 祐介 1, 佐藤 威友 1 1.北大量集センター
 15p-P16-8 n型GaAs:N δドープ超格子の電気的特性評価 〇加藤 諒 1, 八木 修平 1, 岡田 至崇 2, 矢口 裕之 1 1.埼玉大理工, 2.東大先端研

3/16(Thu.) 9:30 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) F201会場
 9:30  16a-F201-1 三段階法による単結晶基板上Cu(In,Ga)Se2 結晶成長 〇西永 慈郎 1, 菅谷 武芳 1, 柴田 肇 1 1.産総研
 9:45 E 16a-F201-2 Study of the electrical properties of CuGaSe2 thin-film 

solar-cells using admittance spectroscopy
〇Muhammad Monirul Islam1, Shogo Ishizuka2, 
Hajime Shibata2, Shigeru Niki2, Katsuhiro Akimoto1, 
Takeaki Sakurai1

1.Tsukuba Univ., 2.AIST

 10:00  16a-F201-3 P-KFMによるCIGS太陽電池の光起電力及びその減衰特
性の観測

〇(DC)龍 顯得 1, 峯元 高志 3, 高橋 琢二 1, 2 1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構, 3.立命館大理工

 10:15 E 16a-F201-4 Application of Zn1-xMgxO:Al to transparent conductive 
oxide of Cu(In,Ga)(S,Se)2 solar cell

〇(PC)Jakapan Chantana1, Takuya Kato2, Hiroki 
Sugimoto2, Takashi Minemoto1

1.Ritsumeikan Univ., 2.Solar Frontierv K.K.

 10:30  16a-F201-5 高効率Cu(In,Ga)Se2 太陽電池のための禁制帯グレーディ
ング制御

〇安藤 佑太 1, Xia Hao1, Muhammad Monirul Islam1, 
石塚 尚吾 2, 柴田 肇 2, 秋本 克洋 1, 櫻井 岳暁 1

1.筑波大, 2.産総研

 10:45  16a-F201-6 Cu(In,Ga)Se2 表面Cu 欠損層制御によるCu(In,Ga)Se2 太
陽電池高効率化

〇(DC)西村 昂人 1, 土岐 爽真 1, 杉浦 大樹 2, 中田 和
吉 2, 山田 明 2

1.東工大院理工, 2.東工大工学院

 11:00  16a-F201-7 Cu-poor層を有するCu(In,Ga)Se2 太陽電池におけるCd
及びZn拡散効果の実験的検証

〇杉浦 大樹 1, 西村 昂人 2, 土岐 爽真 2, 中田 和吉 1, 山
田 明 1

1.東工大工学院, 2.東工大院理工

 11:15  16a-F201-8 第一原理計算を用いたCuIn5Se8, CuGa5Se8, CuIn5S8, 
CuGa5S8 の相の評価と電子構造

〇(PC)前田 毅 1, 中島 成太郎 1, 和田 隆博 1 1.龍谷大理工

 11:30  16a-F201-9 KF処理CIGS/CdS太陽電池の熱・光照射効果 〇(B)松浦 純平 1, 首藤 晃佑 1, Ishwor Khatri2, 杉山 
睦 1, 2, 中田 時夫 2

1.東理大　理工, 2.東理大　総研

 11:45  16a-F201-10 Comparative study of heat-light soaking on KF- and 
CsF-treated CIGS solar cells

〇(P)Ishwor Khatri1, Kosuke Shudo1, Junpei 
Matsuura1, Mutsumi Sugiyama1, Tokio Nakada1

1.Tokyo University of Science

 12:00  16a-F201-11 蒸着法によるCIGS太陽電池の光照射下Dry Heat試験 〇西永 慈郎 1, 上川 由紀子 1, 石塚 尚吾 1, 柴田 肇 1 1.産総研
 12:15  16a-F201-12 CIGSモジュールのDamp Heat試験およびPID試験：

IEC規格へのバイアス電圧印加オプションの追加
〇櫻井 啓一郎 1, 小川 錦一 1, 柴田 肇 1, 増田 淳 1, 冨田 
仁 2, シュミッツ ダーシャン 2, 徳田 修二 2

1.産総研, 2.ソーラーフロンティア

15 結晶工学 / Crystal Engineering
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
15.1 バルク結晶成長 / Bulk crystal growth

3/14(Tue.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) B5会場
 9:00 招 14a-B5-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

溶液媒介相転移による医薬化合物アセトアミノフェンの
準安定形成長（Ⅱ）

〇藤本 吏輝 1, 森 陽一朗 2, 高橋 義典 2, 3, 丸山 美帆
子 2, 吉川 洋史 2, 4, 岡田 詩乃 3, 安達 宏昭 2, 3, 杉山 成 5, 
高野 和文 3, 6, 村上 聡 3, 7, 松村 浩由 3, 8, 井上 豪 2, 3, 塚
本 勝男 2, 9, 吉村 政志 2, 森 勇介 2, 3

1.阪大工, 2.阪大院工, 3.株式会社 創晶, 4.埼玉大院理
工, 5.阪大院理, 6.京府大院生命環境, 7.東工大院生命理
工, 8.立命館大生命科学, 9.東北大院理

 9:15  14a-B5-2 交流電場によるタンパク質結晶のサブグレイン内に存在
する歪み制御

〇小泉 晴比古 1, 宇田 聡 1, 橘 勝 2, 小島 謙一 3, 岡田 純
平 1, 野澤 純 1

1.東北大・金研, 2.横市大・院生命ナノ, 3.創英大・教
育

 9:30  14a-B5-3 高品質CsLiB6O10 結晶成長に向けたセルフフラックス組
成の検討

〇福原 泰史 1, 高橋 義典 2, 安達 宏昭 2, 3, 森 勇介 2, 3, 吉
村 政志 3, 4

1.阪大工, 2.阪大院工, 3.創晶超光, 4.阪大レーザー研

 9:45  14a-B5-4 マイクロ引き下げ法による大面積GdAlO3/a-Al2O3 共晶体
作製

〇鎌田 圭 1, 山口 大聡 2, 安居 伸浩 3, 大橋 良太 3, 田 
透 3, 山路 晃広 2, 黒澤 俊介 1, 庄子 育宏 2, 横田 有為 1, 
大橋 雄二 2, 吉川 彰 1, 2

1.東北大 NICHe, 2.東北大金研, 3.キャノン

 10:00  14a-B5-5 Alloy-μ-PD法によるIr基合金線材の作製 〇村上 力輝斗 1, 2, 横田 有為 3, 鎌田 圭 1, 3, 庄子 育
宏 1, 2, 黒澤 俊介 3, 4, 大橋 雄二 2, 山路 晃広 2, 吉川 
彰 1, 2, 3

1.株式会社C&A, 2.東北大金研, 3.東北大NICHe, 4.山
形大

 10:15  14a-B5-6 ランガサイト系Ca3TaAl3Si2O14 の相形成と結晶育成 〇横田 有為 1, 大橋 雄二 2, 黒澤 俊介 1, 4, 鎌田 圭 1, 3, 5, 
吉川 彰 1, 2, 3, 5

1.東北大NICHe, 2.東北大金研, 3.Piezo Studio, 4.山形
大, 5.C&A

 10:30 休憩/Break
 10:45 奨 E 14a-B5-7 Effect of oxygen partial pressure and Al content on 

langasite Ca3TaGa3-xAlxSi2O14 single crystals for high 
temperature piezoelectric sensors

〇(P)Xiuwei Fu1, Encarnacion G. Villora1, Yuuki 
Kitanaka2, Yuji Noguchi2, Masaru Miyayama2, 
Kiyoshi Shimamura1, 3, Naoki Ohashi1, 4

1.NIMS, 2.Uni. Tokyo, 3.Waseda Uni., 4.Tokyo Inst. 
Tech.

 11:00  14a-B5-8 浮遊帯溶融法における溶融帯不安定性が不純物分配に及
ぼす影響

竹原 裕太郎 1, 小山 千尋 1, 〇宇田 聡 1 1.東北大金研

 11:15  14a-B5-9 Ca3Ta(Ga,Al)3Si2O14 単結晶の融液成長におけるAl-Gaの
固液分配現象

坂野 修平 1, 小山 千尋 1, 岡田 純平 1, 〇宇田 聡 1 1.東北大金研

 11:30  14a-B5-10 IR-FZによるルチル単結晶の育成における集光位置の移
動効果

〇綿打 敏司 1, 鈴木 誠斗 1, 長尾 雅則 1, 田中 功 1 1.山梨大院クリスタル研

 11:45  14a-B5-11 不純物添加したニオブ酸リチウムの融点およびキュリー
温度に与える酸素欠陥の影響

〇小山 千尋 1, 野澤 純 1, 岡田 純平 1, 宇田 聡 1 1.東北大金研

 12:00  14a-B5-12 垂直ブリッジマン法によるLiTaO3 単結晶の育成 〇西村 英一郎 1, 岡野 勝彦 1, 飯田 潤二 1, 干川 圭吾 2 1.住友金属鉱山(株), 2.信州大学
 12:15  14a-B5-13 X線トポグラフィーを用いたLiTaO3 結晶に存在する欠陥

の三次元解析
〇窪内 裕太 1, 梶ヶ谷 富男 1, 杉山 正史 1, 川村 祥太
郎 1, 大野 裕 2, 米永 一郎 2

1.住友金属鉱山, 2.東北大金研

3/14(Tue.) 13:45 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) B5会場
 13:45 招 14p-B5-1 「15. 結晶工学 分科内招待講演」（45分）

デンドライト結晶利用成長法とNoncontact Crucible 
(NOC) 法を用いた太陽電池用高品質Siインゴットの結晶
成長

〇中嶋 一雄 1, 2, 小野 聖 2, 白澤 勝彦 3, 福田 哲生 3, 高
遠 秀尚 3

1.東北大学名誉教授, 2.元独立行政法人科学技術振興機
構, 3.産総研福島再生可能エネルギー研究所

 14:30 招 14p-B5-2 「15. 結晶工学 分科内招待講演」（45分）
マイクロ引下げ法：20年間の適用範囲拡大へ挑戦

〇吉川 彰 1, 2 1.東北大金研, 2.東北大NICHe

 15:15 奨 14p-B5-3 近赤外領域発光シンチレータ結晶の作製と発光特性評価 〇山路 晃広 1, 黒澤 俊介 2, 大橋 雄二 1, 吉川 彰 1 1.東北大金研, 2.山形大理
 15:30  14p-B5-4 CZ-Si結晶成長における成長速度と界面形状の数値解析 〇西原 雄太 1, 刈谷 宣政 1, 沓掛 穂高 2, 太子 敏則 2, 干

川 圭吾 2
1.エム・セテック（株）, 2.信州大学

 15:45 休憩/Break
 16:00  14p-B5-5 誘導加熱TSSG法によるSiC成長時の融液内対流現象に

関する数値解析
山本 卓也 1, 〇岡野 泰則 1, 宇治原 徹 2 1.阪大基礎工, 2.名大工

 16:15  14p-B5-6 EFG法による柱状β-Ga2O3 結晶成長 〇田中 天童 1, 干川 圭吾 2 1.日新技研, 2.信州大学
 16:30  14p-B5-7 新素材開発および高機能性デバイス製造用新規結晶成長

技術
〇阿久津 伸 1, 前川 博俊 1, 2 1.AKT研, 2.レゾネスト

 16:45  14p-B5-8 TLZ法による高純度SiGe結晶育成 〇木下 恭一 1, 2, 荒井 康智 3, 前田 辰郎 4, 佐藤 靖則 5, 
依田 秀彦 6

1.日本宇宙フォーラム, 2.明大理工, 3.宇宙航空研究開
発機構, 4.産総研, 5.（株）TDY, 6.宇都宮大工

 17:00  14p-B5-9 コロイド結晶における2次元核形成過程 〇野澤 純 1, 郭 素霞 1, 小泉 晴比古 1, 岡田 純平 1, 宇田 
聡 1

1.東北大金研

 17:15 E 14p-B5-10 In-situ observation of two dimensional nucleation in 
colloidal crystals with depletion attraction

〇(D)Suxia Guo1, Jun Nozawa1, Haruhiko Koizumi1, 
Junpei Okada1, Satoshi Uda1

1.IMR, Tohoku Univ.

　　　　　　　　　　　　

15
 結

晶
工

学
 / 

Cr
ys

ta
l E

ng
in

ee
rin

g　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
15.1 バルク結晶成長 / Bulk crystal growth

=== 15.1の14日午前の会場はＦ203に変更となりました。講演番号も14a-F203-XXに変更されました。



 17:30  14p-B5-11 積層欠陥から見たバルクコロイド結晶の成長 〇大木 芳正 1, 中野 勇二 1, 川中 智司 1, 今井 宏起 1, 内
田 文生 1

1.富士化学㈱

3/15(Wed.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P6会場
   15p-P6-1 新規結晶成長技術「AP法」における材料開発知識化の試

み
前川 博俊 1, 2, 〇阿久津 伸 1 1.AKT研, 2.レゾネスト

   15p-P6-2 TSFZ法によるMg添加β-Ga2O3 単結晶の育成 〇(M1C)福留 大貴 1, 長尾 雅則 1, 綿打 敏司 1, 田中 
功 1

1.山梨大

15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 / II-VI and related compounds
3/17(Fri.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 513会場

 9:00  17a-513-1 MBE法によるClドープZnTeO成長と中間バンド型太陽
電池への応用

〇堤 修治 1, 岡野 友紀 1, 田中 徹 1, 齊藤 勝彦 1, 郭 其
新 1, 西尾 光弘 1, 太野垣 健 2

1.佐大院工, 2.産総研

 9:15  17a-513-2 n-i-nダイオードを用いたInP基板上ZnCdSe/BeZnTeヘ
テロ障壁の評価

〇(M1)百瀬 優大 1, 小林 亮平 1, 酒井 琢己 1, 岸野 克
巳 1, 野村 一郎 1

1.上智大理工

 9:30  17a-513-3 InP基板上MgSe/ZnCdSeⅡ-Ⅵ族半導体共鳴トンネルダ
イオードの作製

〇(B)酒井 琢己 1, 小林 亮平 1, 百瀬 優大 1, 岸野 克
己 1, 野村 一郎 1

1.上智大理工

 9:45  17a-513-4 InP基板上Ⅱ-Ⅵ族半導体光デバイスに向けたn側電流注
入構造の検討

〇(B)石井 健太 1, 小林 亮平 1, 天春 良祐 1, 岸野 克
巳 1, 野村 一郎 1

1.上智大理工

 10:00  17a-513-5 有機―無機ハイブリッド構造ZnSe系紫外APDの開発
～長時間APD動作に対する耐久性についての検討～

〇田中 圭汰 1, 内田 繁人 1, 藤澤 孝修 1, 阿部 友紀 1, 笠
田 洋文 1, 安東 孝止 1, 市野 邦男 1, 赤岩 和明 1

1.鳥取大工

 10:15  休憩/Break
 10:30 奨 17a-513-6 AgGaTe2 膜内のAg/Ga比が膜質に与える影響と状態図に

よる解析
〇(DC)宇留野 彩 1, 鬼界 伸一郎 1, 末次 由里 1, 桜川 
陽平 1, 小林 正和 1, 2

1.早大先進, 2.早大材研

 10:45  17a-513-7 金属積層プリカーサを用いたセレン化法による
Cu2ZnSnSe4 薄膜の作製

〇嘉藤 祐介 1, 辻 俊一 1, 田中 徹 1, 齊藤 勝彦 1, 西尾 光
弘 1, 郭 其新 1

1.佐賀大院工

 11:00  17a-513-8 MOVPE法による(211)Si上のCdTe成長層の方位関係の
検討

〇坪田 眞太郎 1, 小澤 潤也 1, 山口 大貴 1 1.名古屋工業大学

 11:15  17a-513-9 分子線エピタキシー法によるGaP基板上へのZnMgSTe
の作製と評価

〇佐橋 響真 1, 難波 直 1, 門田 匡弘 1, 長谷川 浩康 1, 中
島 賢宏 1, 赤岩 和明 1, 阿部 友紀 1, 市野 邦男 1

1.鳥取大院工

 11:30  17a-513-10 ミストCVD法によるサファイア基板上非極性面ZnSの
エピタキシャル成長

〇沖田 晃史 1, 田之上 博信 1, 後藤 太希 1, 田中 雄大 1, 
長岡 昭二 3, 4, 谷田部 然治 2, 中村 有水 1, 4

1.熊大院自然科学, 2.熊大先導機構, 3.熊本産技, 4.熊本
有機薄膜

 11:45 奨 17a-513-11 サファイア基板上ZnTe薄膜成長における基板面方位に
よる効果

〇中須 大蔵 1, 小高 圭佑 1, 小林 正和 1, 2, 朝日 聡明 3 1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.JX金属

3/17(Fri.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1会場
   17p-P1-1 UHVスパッタエピタキシー法によるZnS層の成長 〇長尾 英和 1, 永嶌 怜温 1, 渡邊 和樹 1, 水野 愛 1, 安藤 

毅 1, 篠田 宏之 1, 六倉 信喜 1
1.東京電機大工

   17p-P1-2 ミストCVD法によるCdS薄膜の成長 〇宇野 和行 1, 瀧本 悠華 1, 田中 一郎 1 1.和歌山大システム工
   17p-P1-3 有機酸塩およびジメチルセレンで作製したCu2ZnSnSe4

膜の膜質の評価
〇廣瀬 将人 1, 田橋 正浩 1, 片岡 裕貴 1, 高橋 誠 1, 吉野 
賢二 2, 後藤 英雄 1

1.中部大, 2.宮崎大

   17p-P1-4 有機酸塩および硫化水素を用いたCu2ZnSnS4 膜の作製と
評価

〇廣瀬 将人 1, 田橋 正浩 1, 纐纈 隆太 1, 中村 重之 2, 吉
野 賢二 3, 高橋 誠 1, 後藤 英雄 1

1.中部大, 2.津山工業高等専門学校, 3.宮崎大

15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 / III-V-group epitaxial crystals, Fundamentals of epitaxy
3/15(Wed.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 313会場

 9:00  15a-313-1 Si (100) ジャスト基板上InAs/GaAs 量子ドット直接成長
のための核形成層の形成

〇(M2)李 珠行 1, 權 晋寛 2, 影山 健生 2, 渡邊 克之 1, 
岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.ナノ量子機構

 9:15  15a-313-2 高密度InGaAs量子ドットのメタモルフィックテンプ
レート上成長

〇影山 健生 1, 渡邉 克之 2, 武政 敬三 3, 菅原 充 3, 岩本 
敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研, 3.QDレーザ

 9:30 E 15a-313-3 Photoluminescence Properties of GaSb/GaAs Quantum 
Dots Grown on Ge and GaAs Substrates

〇(D)Zon Zon1, 4, Supachok Thainoi1, Suwit 
Kiravittaya2, Aniwat Tandaechanurat3, Somsak 
Panyakeow1, Yasutomo Ota4, Satoshi Iwamoto4, 
Yasuhiko Arakawa4

1.Semiconductor Device Research Laboratory (SDRL), 
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 
2.Advanced Optical Technology (AOT) Laboratory, 
Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, 
3.International School of Engineering (ISE), 
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 
4.Institute for Nano Quantum Information Electronics 
and Institute of Industrial Science,  The University of 
Tokyo, Tokyo, Japan

 9:45  15a-313-4 部分キャップ制御による低密度InAs/GaAs量子ドットの
形成～厚さ制御によるバックグラウンド発光低減～

〇角田 雅弘 1, 太田 泰友 1, 車 一宏 2, 渡邉 克之 1, 2, 岩
本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研

 10:00  15a-313-5 GaAsP層導入によるInAs/GaAs多重積層量子ドットの高
品質化

〇渡邉 克之 1, 2, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 10:15  15a-313-6 近接積層InAs/GaAs量子ドットのGaAsスペーサ層膜厚
と成長温度による広帯域偏光特性制御（2）

〇海津 利行 1, 2, 田尻 祐介 1, 喜多 隆 1 1.神戸大院工, 2.神戸大研究基盤セ

 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-313-7 As2 分子線を用いて成長したInAs量子ドットへのGaAs 

キャップによる構造変化
〇林 佑真 1, 尾崎 信彦 1, 大河内 俊介 2, 池田 直樹 3, 杉
本 喜正 3

1.和歌山大学シス工, 2.NEC, 3.物材機構

 11:00  15a-313-8 GaAs中のエピタキシャル窒素膜における反ストークス発
光

〇小川 泰弘 1, 原田 幸弘 1, 海津 利行 1, 喜多 隆 1 1.神戸大院工

 11:15  15a-313-9 原子状水素援用MBEによるGa(In)NAs薄膜の残留キャ
リアと水素照射効果

〇何 軼倫 1, 2, 宮下 直也 2, 岡田 至崇 1, 2 1.東大院工, 2.東大先端研

 11:30  15a-313-10 放射光その場X線回折によるInGaAs/InAs/GaAs(111)A
界面のリアルタイム構造解析

〇佐々木 拓生 1, 高橋 正光 1 1.量研機構

 11:45  15a-313-11 InAs/GaAs(110)系におけるひずみ緩和と成長様式に関す
る理論検討

〇伊藤 智徳 1, 海田 諒 1, 秋山 亨 1, 中村 浩次 1 1.三重大院工

3/17(Fri.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) B5会場
 9:00 奨 17a-B5-1 多接合太陽電池に向けたSi基板上格子整合系GaAsPN 

p-i-n接合の結晶成長
〇佐藤 健人 1, 山根 啓輔 1, 後藤 聖也 1, 高橋 賢二郎 1, 
関口 寛人 1, 岡田 浩 1, 2, 若原 昭浩 1

1.豊橋技科大院, 2.豊橋技科大院 EIIRIS

 9:15 奨 17a-B5-2 Si基板上格子整合系GaAsPN p-i-n接合の電気的特性評価 〇(M1)高橋 賢二郎 1, 山根 啓輔 1, 佐藤 健人 1, 後藤 
聖也 1, 関口 寛人 1, 岡田 浩 2, 若原 昭浩 1

1.豊橋技科大院・工, 2.豊橋技科大 EIIRIS

 9:30  17a-B5-3 CMPプロセス導入による周期空間反転AlGaAs導波路の
段差低減

〇松本 崇志 1, 松下 智紀 1, 2, 近藤 高志 1, 2 1.東大工, 2.東大先端研

 9:45  17a-B5-4 【注目講演】(113)B GaAs基板上の副格子交換による
GaAs/AlAs多層膜結合共振器

〇盧 翔孟 1, 南 康夫 1, 北田 貴弘 1 1.徳島大院理工

 10:00 奨 E 17a-B5-5 Two-Substrate-Temperatures Growth Technique: An 
effective method for reduction of Bi segregation effect in 
GaAsBi/GaAs MQWs

〇(DC)Pallavi Patil1, Esperanza Luna2, Kohki 
Yamada1, Fumitaro Ishikawa1, Satoshi Shimomura1

1.Ehime Univ., 2.Paul-Drude-Institut

 10:15  17a-B5-6 GaAs（775）B 基板上における InAs 量子細線サイズ分布 〇山田 光起 1, 佐藤 勇樹 1, 下村 哲 1 1.愛媛大理工
 10:30  休憩/Break
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15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 / III-V-group epitaxial crystals, Fundamentals of epitaxy



 10:45 招 17a-B5-7 「第7回女性研究者研究業績・人材育成賞（小舘香椎子賞）
受賞記念講演」（30分）
光学デバイス開発へ向けた半導体結晶の欠陥制御の研究

〇富永 依里子 1 1.広島大

 11:15  17a-B5-8 InP基板上に固相成長したInxGa1-xAs内の欠陥の評価 〇平山 賢太郎 1, 富永 依里子 1, 角屋 豊 1, 森岡 仁 2, 池
永 訓昭 3, 上田 修 3

1.広大院先端研, 2.ブルカーAXS, 3.金沢工業大学

 11:30  17a-B5-9 (111)面InP基板上のMBE成長InGaAs/InAlAs量子井戸
の特性

〇河村 裕一 1, 谷口 あずさ 1 1.大阪府立大工

 11:45  17a-B5-10 MOVPE法を用いたInAs基板上InAsSb量子井戸の歪補
償障壁層検討

〇(M1)吉元 圭太 1, 山形 勇也 1, 荒井 昌和 1 1.宮崎大工

 12:00  17a-B5-11 微傾斜GaSb (001)基板上InAs成長のAs2 圧依存性 〇奥村 滋一 1, 苫米地 秀一 1, 鈴木 僚 1, 角田 浩司 1, 今 
純一 1, 西野 弘師 1

1.富士通研

 12:15  17a-B5-12 二軸性歪み下におけるGaSbの電気伝導率の面方位依存
性

〇岸本 秀輝 1, 赤石 暁 1, 中村 淳 1 1.電通大院基盤理工

3/17(Fri.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2会場
   17p-P2-1 Si基板上GaAs薄膜のレーザーアニールによる結晶性へ

の影響
〇(M1)戒能 賢治 1, 吉留 寛貴 1, 前田 幸冶 1, 碇 哲雄 1, 
福山 敦彦 1, 鈴木 秀俊 1

1.宮崎大工

   17p-P2-2 MBE 法を用いて作製した Ga 事前供給 GaAs on Si(113)
の結晶性の評価

〇(M1)奥谷 哲 1, 結城 正也 1, 碇 哲雄 1, 福山 敦彦 1, 
鈴木 秀俊 1

1.宮崎大工

   17p-P2-3 表面窒化法によるGaPN混晶の成長における窒素取り込
み機構の検討

〇橘高 昂志 1, 山根 啓輔 1, Boualiong Kerlee1, 関口 寛
人 1, 岡田 浩 2, 1, 若原 昭浩 1

1.豊橋技科大院・工, 2.豊橋技科大 EIIRIS

   17p-P2-4 GaAsN系p+-n+ トンネル接合ダイオードを用いた正孔の
有効質量の評価

〇谷口 龍希 1, 尾高 拓弥 1, 椎野 直樹 1, 塚崎 貴司 1, 日
吉 連 1, 牧本 俊樹 1

1.早大理工

   17p-P2-5 (100)A面 GaAs基板上にMBE成長したGaAs/GaAsBi量
子井戸のBi組成の解析

〇伊藤 瑛悟 1, 檜垣 興一郎 1, 田中 佐武郎 1, Patil 
Pallavi1, 石川 史太郎 1, 下村 哲 1

1.愛媛大院理工

   17p-P2-6 GaAs/GaAsBiヘテロ構造ナノワイヤの成長時構造変形 〇石川 史太郎 1, 高田 恭兵 1, 西岡 康平 1, 矢野 康介 1, 
早川 岳志 1, 長島 一樹 2, 柳田 剛 2

1.愛媛大工, 2.九大先導研

   17p-P2-7 ポンプ・プローブ時間分解測定によるGaAs/GaAsP歪み
補償超格子のスピン緩和の観測

〇金 秀光 1, 大木 俊介 2, 石川 友樹 2, 竹内 淳 2 1.高エネ研, 2.早大先進理工

   17p-P2-8 ErドープGaAsからの発光のMBE成長温度依存性 〇五十嵐 大輔 1, 高宮 健吾 1, 八木 修平 1, 伊藤 隆 2, 秋
山 英文 2, 矢口 裕之 1

1.埼玉大院理工, 2.東京大物性研

   17p-P2-9 3次元界面構造を持つInGaAs薄膜からの1 µm帯高輝度・
広帯域発光

〇兼平 真吾 1, 林 佑真 1, 尾崎 信彦 1, 大河内 俊介 2, 池
田 直樹 3, 杉本 喜正 3, Richard A. Hogg4

1.和歌山大シス工, 2.NEC, 3.物材機構, 4.グラスゴー大

   17p-P2-10 Inドロップレット形成の位置制御 〇(M1C)草間 貴幸 1, 飯塚 完司 1 1.日工大
   17p-P2-11 Sb照射熱処理によるInAs量子ドット層の構造変化 〇(B)馬飼野 彰宜 1, 及川 信吾 1, 坂本 克好 1, 山口 浩

一 1
1.電通大　基盤理工

   17p-P2-12 GaAsSb/GaAs(001)上の高密度InAs量子ドット層の発光
特性

〇(B)杉山 涼 1, 秋元 直己 1, 曽我部 東馬 2, 山口 浩一 1 1.電通大　基盤理工, 2.電通大　i-PERC

   17p-P2-13 MOVPE法によるInAs基板上AlGaAsSb成長におけるAl
材料依存性

〇山形 勇也 1, 吉元 圭太 1, 今村 優雅 1, 荒木 昌和 1 1.宮大工

15.4 III-V族窒化物結晶 / III-V-group nitride crystals
3/14(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 503会場

 9:00  14a-503-1 金属触媒層を用いたAlN層上へのhBN薄膜スパッタ成長 〇太田 実雄 1, 2, 藤岡 洋 1, 3 1.東大・生研, 2.JST-さきがけ, 3.JST-ACCEL
 9:15  14a-503-2 スパッタ法を用いたサファイア基板上へのAlN堆積 〇山木 佑太 1, 岩山 章 2, 三宅 秀人 1, 2, 平松 和政 1, 小

松 永治 3, 寺山 暢之 3
1.三重大工, 2.地域イノベ, 3.神港精機

 9:30 奨 14a-503-3 r面サファイア基板上スパッタリング成膜AlNバッファ
層の結晶品質と熱処理効果

〇大槻 隼也 1, 神野 大樹 1, 2, 大長 久芳 2, 上山 智 1, 竹
内 哲也 1, 岩谷 素顕 1, 赤﨑 勇 1, 3

1.名城大理工, 2.小糸製作所, 3.名大赤﨑記念研究セン
ター

 9:45  14a-503-4 PSD法による高濃度高移動度n型GaNの開発 〇上野 耕平 1, 荒川 靖章 1, 小林 篤 1, 太田 実雄 1, 2, 藤
岡 洋 1, 3

1.東大生研, 2.JST-さきがけ, 3.JST-ACCEL

 10:00  14a-503-5 室温成長InGaNをチャネル層とした薄膜トランジスタの
作製

〇中村 享平 1, 小林 篤 1, 伊藤 剛輝 1, ライ・ ケーシン 1, 
森田 眞理 1, 上野 耕平 1, 太田 実雄 1, 2, 徳本 有紀 1, 藤
岡 洋 1, 3

1.東大生研, 2.JSTさきがけ, 3.JST-ACCEL

 10:15  休憩/Break
 10:30  14a-503-6 規則配列GaNナノコラム上へのInGaN:Eu/GaN量子井

戸の形成
〇関口 寛人 1, 今西 智彦 1, 伊達 浩平 1, 立石 紘己 1, 山
根 啓輔 1, 岡田 浩 2, 1, 岸野 克巳 3, 若原 昭浩 1

1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS, 3.上智大理工

 10:45  14a-503-7 NH3-MBE法を用いたEu添加GaNナノコラムの成長 〇尾崎 耕平 1, 関口 寛人 1, 今西 智彦 1, 山根 啓輔 1, 岡
田 浩 2, 1, 岸野 克巳 3, 若原 昭浩 1

1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS, 3.上智大理工

 11:00  14a-503-8 誘電体多層膜ミラーを用いたナノコラム共振器の作製 〇福田 正志 1, 今野 裕太 1, 鈴木 拓良 1, 岸野 克己 1, 2 1.上智大理工, 2.上智大ナノテク
 11:15 奨 14a-503-9 AlNの原料交互供給MBE成長においてN*供給時に観察

されたRHEED振動とその解釈
〇平井 和斗 1, 金子 光顕 1, 木本 恒暢 1, 須田 淳 1 1.京大院工

 11:30  14a-503-10 DERI法を用いたサファイア上N極性InN成長 〇(M1)久保中 湧士 1, 毛利 真一郎 1, 荒木 努 1, 名西 
憓之 1

1.立命館大理工

 11:45  14a-503-11 Nラジカルビーム照射によるin-situ表面改質のInN成長
への効果

〇(M1)藤田 諒一 1, Faizulsalihin bin Abas1, Nur 
Liyana binti Zainol Abidin1, 毛利 真一郎 1, 荒木 努 1, 
名西 憓之 1

1.立命館大理工

 12:00 E 14a-503-12 TEM Study of InN Films Grown with In-situ Surface 
Reformation by Radical Beam Irradiation

〇(D)binAbas Faizulsalihin1, Nur Liyana binti 
Zainol Abidin1, Ryoichi Fujita1, Shinichiro Mouri1, 
Tsutomu Araki1, Yasushi Nanishi1

1.Ritsumeikan Univ.

3/15(Wed.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 503会場
 9:00 奨 E 15a-503-1 Synthesis of hexagonal BN on sapphire substrate via 

pulsed-mode MOCVD growth technique
〇Xu Yang1, Shugo Nitta2, Kentaro Nagamatsu2, 
Yoshio Honda2, Hiroshi Amano2, 3, 4

1.Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, 
Nagoya Univ., 2.IMaSS, 3.ARC, 4.VBL

 9:15  15a-503-2 SiNxドットパターンマスクを施したGa2O3（-201）基板
上AlGaN (0001)エピタキシャル膜の成長

〇森島 嘉克 1, 平山 秀樹 2, 山腰 茂伸 1 1.タムラ製作所, 2.理研

 9:30  15a-503-3 m面AlN 基板上に成長したAlGaN のSiドーピングによ
る格子緩和抑制

〇西中 淳一 1, 谷保 芳孝 1, 熊倉 一英 1 1.NTT物性研

 9:45  15a-503-4 AlN系三次元構造の形成と紫外多波長発光 〇片岡 研 2, 千賀 岳人 2, 船戸 充 1, 川上 養一 1 1.京大院工, 2.ウシオ電機
 10:00  15a-503-5 MOVPE法によるAlN成長における窒化温度の影響 〇河合 祥也 1, 三宅 秀人 1, 2, 平松 和政 1 1.三重大院工, 2.三重大地域イノベ
 10:15 奨 15a-503-6 アニール処理したスパッタ AlN膜上に形成したAlGaNの

特性
〇袴田 淳哉 1, 川瀬 雄太 1, 岩山 章 1, 岩谷 素顕 1, 上山 
智 1, 竹内 哲也 1, 赤﨑 勇 1, 2, 三宅 秀人 3

1.名城大理工, 2.名古屋大・赤﨑記念研究センター, 3.三
重大院地域イノベ

 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-503-7 The role of surface kinetics on AlN and Al-rich AlGaN 〇Seiji Mita1, Isaac Bryan2, Zachary Bryan2, Shun 

Washiyama2, Ronny Kirste1, Anthony Rice2, Lindsay 
Hussey2, James Tweedie1, Ramon Collazo2, Zlatko 
Sitar1, 2

1.Adroit Material, 2.NC State Univ.

 11:00  15a-503-8 Challenges and Breakthroughs in the Development of 
AlGaN-based UVC Lasers

〇Seiji Mita1, Ronny Kirste1, Isaac Bryan2, Zachary 
Bryan2, James Tweedie1, Pramod Reddy1, Biplab 
Sarkar2, Ramon Collazo2, Zlatko Sitar1, 2

1.Adroit Material, 2.NC State Univ.
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15.4 III-V族窒化物結晶 / III-V-group nitride crystals



 11:15  15a-503-9 紫外発光素子に向けたp層側光吸収低減の検討 〇安田 俊輝 1, 桑原 奈津子 1, 竹内 哲也 1, 岩谷 素顕 1, 
上山 智 1, 赤﨑 勇 1, 2, 天野 浩 2, 3

1.名城大学理工, 2.名古屋大学赤﨑記念研究センター, 
3.名古屋大学・未来材料システム研究所

 11:30 奨 15a-503-10 溝加工(10-10)GaN基板上へのGaN選択横方向成長 〇(D)岡田 俊祐 1, 岩生 浩季 1, 三宅 秀人 1, 平松 和
政 1

1.三重大

 11:45 奨 15a-503-11 高効率白色合成に向けた極性面フリーな三次元InGaN量
子井戸の作製と評価

〇松田 祥伸 1, 船戸 充 1, 川上 養一 1 1.京大工

 12:00 奨 15a-503-12 InGaN薄膜成長における格子不整合とIn組成の相関 〇稲富 悠也 1, 寒川 義裕 1, 2, 3, 伊藤 智徳 4, 柿本 浩
一 1, 2

1.九大院工, 2.九大応力研, 3.名大未来研, 4.三重大院工

3/15(Wed.) 13:45 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) 503会場
 13:45 奨 15p-503-1 AlN結晶成長の昇華法におけるシード面近傍の物質流束

解析
〇間地 雄大 1, 中野 智 2, 柿本 浩一 1, 2 1.九大院工, 2.九大応力研

 14:00 奨 15p-503-2 MOHVPE法における中間反応 〇叶 正 1, 永松 謙太郎 2, 新田 州吾 2, 本田 善央 2, 天野 
浩 2, 3, 4

1.名大院工, 2.名大未来材料・システム研究所, 3.赤﨑
記念研究センター, 4.VBL

 14:15  15p-503-3 活性化エネルギーを考慮したTMG分解プロセスの理論
的考察

〇関口 一樹 1, 白川 裕規 1, 長川 健太 1, 洗平 昌晃 2, 1, 
寒川 義裕 3, 2, 柿本 浩一 3, 白石 賢二 2, 1

1.名大院工, 2.名大未来研, 3.九大応力研

 14:30  15p-503-4 GaN MOVPEにおける結晶成長マルチフィジックス流動
シミュレーション

〇川上 賢人 1, 山本 芳裕 2, 芳松 克則 3, 2, 岡本 直也 2, 
寒川 義裕 4, 3, 柿本 浩一 4, 白石 賢二 3, 2

1.名大工, 2.名大院工, 3.名大未来研, 4.九大応力研

 14:45  15p-503-5 GaN成長温度低温化によるFe拡散制御 〇石黒 哲郎 1, 山田 敦史 1, 小谷 淳二 1, 中村 哲一 1 1.富士通研
 15:00  15p-503-6 Control of Carbon in MOCVD-grown GaN for Power 

Devices by Supersaturation
〇Seiji Mita1, Felix Kaess2, Jingqiao Xie2, Luis H. 
Hernandez-Balderrama2, Shun Washiyama2, Pramod 
Reddy1, Andrew Klump2, Alexander Franke2, Ronny 
Kirste1, Axel Hoffmann3, Erhard Kohn2, Tomasz 
Sochack4, Michal Bocowski4, Ramon Collazo2, Zlatko 
Sitar1

1.Adroit Materials, 2.NC State Univ., 3.Tech. Univ. 
Berlin, 4.IHPP Unipress

 15:15  休憩/Break
 15:30 E 15p-503-7 Growth rate dependent near ideal vertical-type Schottky 

barrier diodes fabricated on MOCVD-GaN/GaN 
substrates

〇Li-wen SANG1, Bing Ren1, Meiyong Liao1, 
Masatomo Sumiya1, Yasuo Koide1

1.NIMS

 15:45  15p-503-8 m面GaN基板上に形成したNi/n-GaNショットキーダイ
オードの電気特性

〇山田 永 1, 長南 紘志 1, 高橋 言緒 1, 清水 三聡 1 1.産総研

 16:00  15p-503-9 Naフラックス法におけるステップバンチングを活用した
転位伝播抑制

〇蔵本 流星 1, 今西 正幸 1, 本城 正智 1, 村上 航介 1, 今
林 弘毅 1, 今出 完 1, 吉村 政志 1, 森 勇介 1

1.阪大院工

 16:15 奨 15p-503-10 Naフラックス法を用いたGaN結晶成長における気体状
炭素の添加効果

〇武田 直樹 1, 今西 正幸 2, 村上 航介 2, 林 正俊 2, 今出 
完 2, 吉村 政志 2, 森 勇介 2

1.阪大工, 2.阪大院工

 16:30 奨 15p-503-11 Naフラックスポイントシード法における転位密度のマス
クパターン依存性

〇澤田 友貴 1, 山田 拓海 2, 村上 航介 2, 本城 正智 2, 今
西 正幸 2, 今出 完 2, 吉村 政志 2, 森 勇介 2

1.阪大工, 2.阪大院工

 16:45  休憩/Break
 17:00  15p-503-12 常圧窒素中で成長した窒化ガリウム結晶の貫通転位密度 〇秋山 晋也 1, 渡辺 誠 1, 林部 和弥 1, 杉山 和正 2, 宮嶋 

孝夫 3
1.デクセリアルズ, 2.東北大金研, 3.名城大理工

 17:15 E 15p-503-13 Morphology control of InGaN layer on GaN substrate by 
metalorganic vapor phase epitaxy

〇(D)Zhibin Liu1, Ryosuke Miyagoshi1, Shugo 
Nitta2, Yoshio Honda2, Hiroshi Amano2, 3, 4

1.Graduate of Engi., Nagoya Univ., 2.IMASS, Nagoya 
Univ., 3.ARC, Nagoya Univ., 4.VBL, Nagoya Univ.

 17:30 奨 15p-503-14 二光子励起フォトルミネッセンス法によるGaN中の貫通
転位の三次元分布評価

〇谷川 智之 1, 大西 一生 1, 加納 聖也 2, 向井 孝志 2, 松
岡 隆志 1

1.東北大金研, 2.日亜化学

 17:45  15p-503-15 AlGaN/GaNヘテロ構造における転位観察と歪解析 〇二木 佐知 1, 前川 順子 1, 青木 正彦 1, 山本 雄大 2, 横
川 俊哉 2

1.イオンテクノ, 2.山口大工

 18:00  15p-503-16 GaN層中の傾斜した貫通転位芯構造の解析 〇松原 徹 1, 2, 杉本 浩平 1, 河原 慎 1, 井本 良 1, 岡田 成
仁 1, 只友 一行 1

1.山口大学, 2.UBE科学分析センター

3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 503会場
 9:00  16a-503-1 GaN基板上イオン注入およびエピタキシャル成長Mg添

加GaNのフォトルミネッセンス評価(2)
〇秩父 重英 1, 2, 小島 一信 1, 高島 信也 3, 江戸 雅晴 3, 
上野 勝典 3, 清水 三聡 4, 高橋 言緒 4, 石橋 章司 4, 上殿 
明良 5

1.東北大多元研, 2.名大IMaSS, 3.富士電機, 4.産総研, 
5.筑波大数物

 9:15  16a-503-2 斜め研磨を用いたGaN表面近傍のカソードルミネッセン
ス観察

〇関口 隆史 1, 木村 隆 1, 羅 顕佳 1, 江戸 雅晴 2, 高島 信
也 2

1.物材機構, 2.富士電機

 9:30  16a-503-3 RF-MBE法を用いたEu添加GaNを活性層とする赤色
LEDの作製

〇友保 健介 1, 関口 寛人 1, 立石 紘己 1, 山根 啓輔 1, 岡
田 浩 2, 1, 若原 昭浩 1, 2

1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS

 9:45  16a-503-4 カーボンナノチューブ薄膜電極をもつ深紫外LEDの作製
と評価
-電界効果ドーピングによる正孔注入効率の向上-

〇曽田 充俊 1, 岸本 茂 1, 天野 浩 1, 2, 大野 雄高 1, 2 1.名大工, 2.名大未来研

 10:00 奨 16a-503-5 電子線励起法によるGaN/AlGaN-MQW レーザ 〇(M1)林 貴文 1, 永田 訓章 1, 千賀 崇史 1, 岩山 章 1, 
岩谷 素顕 1, 竹内 哲也 1, 上山 智 1, 赤﨑 勇 1, 2

1.名城大・理工, 2.名古屋大・赤崎記念研究センター

 10:15 E 16a-503-6 Current Injection Efficiency in AlGaN-based Deep-
Ultraviolet Light-Emitting Diodes

〇GUODONG HAO1, Manabu Taniguchi1, Naoki 
Tamari1, 2, Shin-ichiro Inoue1, 3

1.NICT, 2.Tokuyama Co. Ltd., 3.JST-PREST

 10:30  休憩/Break
 10:45 奨 16a-503-7 Si/SiO2/GaN-LED基板を用いたモノリシック型CMOS/

LED混載集積回路の作製
〇(M1)中川 翔太 1, 土山 和晃 1, 宇都宮 修 1, 山根 啓
輔 1, 関口 寛人 1, 岡田 浩 2, 若原 昭浩 1

1.豊橋技科大院・工, 2.豊橋技科大　EIIRIS

 11:00  16a-503-8 光電子集積回路の実現に向けたGaN-μLED/PDとシク
ロオレフィン系ポリマー導波路のモノリシック集積に関
する検討

〇土山 和晃 1, 関口 寛人 1, 新田 遼 1, 安永 弘樹 1, 山根 
啓輔 1, 岡田 浩 2, 1, 若原 昭浩 1, 2

1.豊技大工, 2.エレクトロニクス先端融合研究所

 11:15 奨 16a-503-9 横方向光閉じ込め構造を有するGaN系面発光レーザ 〇林 菜摘 1, 松井 健城 1, 古田 貴士 1, 赤木 孝信 1, 竹内 
哲也 1, 上山 智 1, 赤﨑 勇 1, 2

1.名城大理工, 2.名大・赤﨑記念研究センター

 11:30 E 16a-503-10 A theoretical study on threshold currents of III-nitride 
quantum dot lasers

〇Renchun Tao1, Yasuhiko Arakawa1, 2 1.NanoQuine, 2.IIS. Univ. of Tokyo

 11:45  16a-503-11 InGaN光触媒によるゼロバイアス下でのクリーン水素生
成

〇大川 和宏 1, 飯田 大輔 2, 清水 隆光 2, ジネ パトリッ
ク 3

1.KAUST, 2.東京理大, 3.ｴｱﾘｷｰﾄﾞﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ

 12:00 奨 16a-503-12 SiCとAlN/GaN短周期超格子によるパワーデバイスの理
論的提案

〇小嶋 英嗣 1, 長川 健太 1, 白川 裕規 1, 洗平 昌晃 1, 2, 
海老原 康裕 3, 金村 高司 3, 恩田 正一 2, 3, 白石 賢二 1, 2

1.名大院工, 2.名大未来研, 3.株式会社デンソー

3/16(Thu.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) 503会場
 13:45  16p-503-1 飽和オゾン水処理と酸化膜エッチングによる

InGaN/GaN系ナノ構造の精密エッチング
〇小川 航平 1, 石嶋 駿 1, 生江 祐介 1, 松岡 明裕 1, 水谷 
友哉 1, 菊池 昭彦 1, 2

1.上智大理工, 2.上智大ナノテクセンター

 14:00  16p-503-2 水素雰囲気異方性熱エッチング（HEATE）法で作製した
InGaN/GaNナノ構造の形状に対するアンモニアガス導
入効果

〇(B)松岡 明裕 1, 水谷 友哉 1, 石嶋 駿 1, 小川 航平 1, 
生江 祐介 1, 菊池 昭彦 1, 2

1.上智大・理工, 2.上智大ナノテクセンター

 14:15  16p-503-3 水素雰囲気異方性熱エッチング(HEATE)法による位置
制御された極微細InGaN/GaN量子井戸ナノピラーの作
製と評価

〇(B)生江 祐介 1, 水谷 友哉 1, 石嶋 駿 1, 小川 航平 1, 
松岡 明裕 1, 菊池 昭彦 1, 2

1.上智大・理工, 2.上智大ナノテクセンター

 14:30 奨 16p-503-4 GaNナノワイヤ結晶の限定領域形成に関する基礎検討 〇竹林 穣 1, 栗崎 湧気 1, 澁谷 弘樹 1, Myunghee Kim1, 
上山 智 1, 竹内 哲也 1, 岩谷 素顕 1, 赤﨑 勇 1, 2

1.名城大・理工, 2.名古屋大
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 14:45 奨 16p-503-5 規則配列GaNナノコラムの電気特性におけるフェルミピ
ニングの影響

〇中川 洋平 1, 岸野 克巳 1, 2 1.上智大理工, 2.上智大ナノテク

 15:00  休憩/Break
 15:15  16p-503-6 GaNナノコラム上InGaN/GaN単一量子井戸の構造・光

学特性
〇大音 隆男 1, 水野 祐太郎 1, 吉田 純 1, 柳原 藍 1, 宮川 
倫 1, 江馬 一弘 1, 2, 岸野 克巳 1, 2

1.上智大理工, 2.上智大ナノテク

 15:30 奨 16p-503-7 表面プラズモンを用いた規則配列InGaNナノコラムの発
光増強

〇菊地 主馬 1, 大音 隆男 1, 岡本 晃一 3, 岸野 克巳 1, 2 1.上智大理工, 2.上智大ナノテク, 3.九大先導研

 15:45  16p-503-8 GaN/InGaNナノアンブレラ結晶の光学特性と微小光共
振

〇光野 徹也 1, 酒井 優 2, 岸野 克巳 3, 菊池 昭彦 3, 梅原 
直己 1, 原 和彦 1

1.静岡大工, 2.山梨大工, 3.上智理工

 16:00  16p-503-9 シリコンおよびサファイア基板上への規則配列GaNナノ
コラムの作製

〇東 幸幹 1, 関口 寛人 1, 山根 啓輔 1, 岡田 浩 2, 1, 若原 
昭浩 1, 岸野 克巳 3

1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS, 3.上智大理工

 16:15  16p-503-10 RF-MBE 法を用いたEu 添加GaN ナノコラムLED デバ
イスの作製

〇松崎 良相 1, 関口 寛人 1, 今西 智彦 1, 尾崎 耕平 1, 山
根 啓輔 1, 岡田 浩 2, 1, 岸野 克巳 3, 若原 昭浩 1, 2

1.豊橋技科大工, 2.EIIRIS, 3.上智大理工

 16:30  休憩/Break
 16:45  16p-503-11 熱分解法によるInGaN/GaNナノワイヤの作製 〇有田 宗貴 1, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大ナノ量子機構, 2.東大生産研
 17:00 E 16p-503-12 Power dependent single photon emission dynamics of a 

GaN fluctuation quantum dot
〇(D)Kang Gao1, Mark Holmes1, 2, Munetaka 
Arita1, 2, Yasuhiko Arakawa1, 2

1.IIS, 2.NanoQuine, Univ. of Tokyo

 17:15  16p-503-13 【注目講演】逆ピラミッド型 III 族窒化物半導体量子ドッ
トの検討

〇HOLMES Mark1, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 17:30  16p-503-14 THzエリプソメトリーによるInN薄膜の電気的特性測定
に関する検討

〇(B)森野 健太 1, 達 紘平 1, 藤井 高志 1, 3, 毛利 真一
郎 1, 荒木 努 1, 名西 憓之 1, 長島 健 2, 岩本 敏志 3, 佐藤 
幸徳 3

1.立命館大, 2.摂南大, 3.日邦プレシジョン

 17:45  16p-503-15 GaNダイオードを用いた各照射条件下におけるα線検出
特性評価

〇中野 貴之 1, 有川 卓弥 1, 中川 央也 2, 宇佐美 茂佳 3, 
久志本 真希 3, 本田 喜央 3, 4, 天野 浩 3, 4, 5, Schütt 
Sebastian6, Vogt Adrian6, Fiederle Michael6, 三村 秀
典 7, 井上 翼 1, 青木 徹 7

1.静大院工, 2.静大創造, 3.名大院工, 4.名大IMaSS, 
5.赤崎リサーチセンター, 6.Univ. of Freiburg, 7.静大電
研

3/17(Fri.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) 503会場
 9:00  17a-503-1 界面・表面エネルギー計算によるIII-V 族窒化物極性表面・

界面構造状態図の作成
〇秋山 亨 1, 中根 晴信 1, 内野 基 1, 中村 浩次 1, 伊藤 智
徳 1

1.三重大院工

 9:15  17a-503-2 グラフェンバッファ層を用いた非晶質基板上への
AlGaN/GaN HEMT構造の作製

綿引 康介 1, 小林 広師 1, 〇太田 実雄 1, 2, 上野 耕平 1, 
小林 篤 1, 藤岡 洋 1, 3

1.東大・生研, 2.JST-さきがけ, 3.JST-ACCEL

 9:30 奨 17a-503-3 EVPE成長AlN/サファイア界面におけるボイド形成メカ
ニズムの検討

〇岸元 克浩 1, 船戸 充 1, 川上 養一 1 1.京大院工

 9:45  17a-503-4 AlN系窒化物半導体のウェハ接合技術の検討 〇高橋 一矢 1, 篠田 涼二 1, 岩谷 素顕 1, 竹内 哲也 1, 上
山 智 1, 服部 友一 1, 赤崎 勇 1, 2, 片山 竜二 3, 上向井 正
裕 3

1.名城理工, 2.名大, 3.阪大院工

 10:00  17a-503-5 スパッタ法AlN膜の高温アニールとHVPE法によるホモ
エピ成長

〇劉 怡康 1, 三宅 秀人 1, 2, 平松 和政 1, 岩谷 素顕 3, 赤
崎 勇 3

1.三重大工, 2.三重大院・地域イノベ, 3.名城大・理工

 10:15 奨 17a-503-6 OVPE法による長時間厚膜GaN成長に向けた多結晶生成
の抑制

〇郡司 祥和 1, 山口 陽平 1, 谷山 雄紀 1, 北本 啓 1, 今西 
正幸 1, 今出 完 1, 伊勢村 雅士 2, 森 勇介 1

1.阪大・工, 2.伊藤忠プラスチックス（株）

 10:30  17a-503-7 OVPE成長条件下におけるGaN非極性表面構造の第一原
理計算

〇河村 貴宏 1, 2, 北本 啓 2, 今出 完 2, 吉村 政志 2, 森 勇
介 2, 森川 良忠 2, 寒川 義裕 3, 柿本 浩一 3

1.三重大院工, 2.阪大院工, 3.九大応力研

 10:45  休憩/Break
 11:00  17a-503-8 HVPE法による高純度GaN層の成長 〇藤倉 序章 1, 堀切 文正 1 1.サイオクス
 11:15  17a-503-9 HVPE両面成長による低反り・低転位GaNテンプレート

の製作
〇藤倉 序章 1, 今野 泰一郎 1 1.サイオクス

 11:30  17a-503-10 HVPE法によるファセット制御を用いたGaN成長のマス
クパターン依存性

〇行實 孝太 1, 河原 慎 1, 藤本 怜 1, 松原 徹 1, 井本 良 1, 
岡田 成仁 1, 只友 一行 1

1.山口大学院・創成科学

 11:45  17a-503-11 HVPEによるファセット制御成長を行ったGaNの転位種
の評価

〇在田 直起 1, 松原 徹 2, 行實 孝太 1, 井本 良 1, 岡田 成
仁 1, 只友 一行 1

1.山口大学院・創成科学, 2.(株)UBE科学分析センター

 12:00  17a-503-12 逆メサ加工GaNテンプレートを用いた自立GaN基板作
製

〇板垣 憲広 1, 野島 康平 1, 石橋 直人 1, 井本 良 1, 岡田 
成仁 1, 西宮 智靖 2, 松尾 文晴 2, 只友 一行 1

1.山口大学院・創成科学, 2.サムコ(株)

 12:15 奨 17a-503-13 ハイドライド気相成長法によるScAlMgO4 基板上への
GaN厚膜成長と自己剥離プロセス

〇(B)大西 一生 1, 加納 聖也 2, 谷川 智之 1, 窪谷 茂
幸 1, 向井 孝志 2, 松岡 隆志 1

1.東北大金研, 2.日亜化学

3/17(Fri.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3会場
   17p-P3-1 GaN層の表面状態に関する検討 〇水野 愛 1, 吉村 翼 1, 渡邉 渉 1, 五味 敬太 1, 安藤 毅 1, 

篠田 宏之 1, 六倉 信喜 1
1.東京電機大工

   17p-P3-2 サファイア基板上高品質GaN成長に向けたAlONバッ
ファー層の物性評価

〇畑 泰希 1, 山崎 隆弘 1, 山根 悠介 1, 熊倉 一英 2, 山本 
秀樹 2, 牧本 俊樹 1

1.早大理工, 2.NTT 物性基礎研

   17p-P3-3 第一原理計算によるGaN/Al2O3 界面構造の考察 〇長川 健太 1, 洗平 昌晃 1, 2, 白石 賢二 1, 2 1.名大院工, 2.名大未来研
   17p-P3-4 InNの熱電特性 〇太田 優一 1 1.都産技研
   17p-P3-5 RF-MBE法によるグラファイト上へのInN成長 〇(B)荒川 真吾 1, 久保中 湧士 1, 毛利 真一郎 1, 荒木 

努 1, 名西 憓之 1
1.立命館大理工

   17p-P3-6 4H-SiC上ポーラスエピタキシャルグラフェン基板を用い
たRF-MBE InN初期核形成

〇石丸 大樹 1, 寺井 汰至 2, 橋本 明弘 1 1.福井院工, 2.福井工

  奨 17p-P3-7 RF-MBE法によるGaNナノワイヤ選択成長における成長
条件依存性

〇環 尚杜 1, 2, 山本 侑也 1, 2, 薗田 彬人 1, 2, 本久 順一 1, 2 1.北大情報科学研究科, 2.北大量集センター

   17p-P3-8 MBE法によるGa1-xTbxNの成長と評価 〇(M1)柳谷 諒 1, 2, 長谷川 繁彦 2 1.大阪大理, 2.産研
   17p-P3-9 GaN中への窒素によるMgのリコイルインプランテー

ションの試み
〇山田 寿一 1, 田岡 紀之 1, 高橋 言緒 2, 清水 三聡 1 1.産総研GaN-OIL, 2.産総研

   17p-P3-10 高真空スパッタ装置を用いたDC反応性スパッタ法によ
るAlN膜の成長

〇伊藤 勝利 1, 斉藤 茂 1 1.東理科大工

   17p-P3-11 MOVPE法による高Al組成AlGaN膜の表面モフォロジー
及び結晶性へのVIII比の影響

〇境 周一 1, 近藤 祐也 1, 小林 貴弘 1, 水上 裕太 1, 内田 
和男 1, 野崎 眞次 1

1.電通大情報理工

   17p-P3-12 AlN/SiC近接昇華ヘテロ成長における界面熱分解制御 〇伊藤 聡司 1, 堂島 大地 1, 芦田 晃嗣 1, 佐藤 一成 2, 山
本 喜之 2, 金子 忠昭 1

1.関学大理工, 2.住友電工 伝デ研

   17p-P3-13 4インチc面サファイア基板上AlNの高温N2 アニールに
よる高品質化

〇富田 優志 1, 三嶋 晃 1, 矢野 良樹 1, 田渕 俊也 1, 松本 
功 1, 三宅 秀人 2

1.大陽日酸㈱, 2.三重大

   17p-P3-14 Ga蒸気を用いるGaN薄膜の化学気相成長の基礎的検討 〇(M1)長瀬 剛 1, 深澤 研介 1, 増田 裕一郎 1, 光野 徹
也 1, 小南 裕子 1, 原 和彦 2, 3

1.静岡大工, 2.創造科学技術大学院, 3.静岡大電子研

  奨 17p-P3-15 Na フラックスサファイア溶解法において種結晶厚が
GaN 結晶反りに与える影響

〇(M2)山田 拓海 1, 村上 航介 1, 中村 幸介 1, 今林 弘
毅 1, 本城 正智 1, 垣之内 啓介 1, 針宮 健太 1, 北村 智
子 1, 今西 正幸 1, 今出 完 1, 吉村 政志 1, 森 勇介 1

1.阪大院工

   17p-P3-16 Si基板上半極性(1-101)GaNストライプレーザー端面へ
の反射膜作製

〇鈴木 崇文 1, 伊藤 大貴 1, 久志本 真希 1, 出来 真斗 2, 
新田 州吾 2, 本田 善央 2, 天野 浩 2, 3, 4

1.名大院工, 2.名大未来材料・システム研究所, 3.名大
赤﨑記念研究センター, 4.名大ベンチャービジネスラボ
ラトリー

  奨 17p-P3-17 GaN系ナノ光デバイスに向けたAlInNの厚膜成長 〇(DC)稲葉 智宏 1, 児島 貴徳 1, 藤原 康文 1 1.阪大院工
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15.4 III-V族窒化物結晶 / III-V-group nitride crystals



   17p-P3-18 高指向性マイクロ LED に向けた選択成長による微小発
光源の作製

〇熊谷 直人 1, 高橋 言緒 1, Cong Guangwei1, 王 学
論 1, 清水 三聡 1

1.産総研

   17p-P3-19 GaN/AlN半導体DBRの成長基板と成長雰囲気による影
響

〇佐藤 悠司 1, 高橋 言緒 2, 山田 永 2, 清水 三聡 2, 田所 
貴志 1

1.東京電機大工, 2.産総研

   17p-P3-20 MOCVD法によって成長したInGaN/GaN MQW太陽電
池における成長基板の影響

〇太田 美希 1, 森 拓磨 1, 三好 実人 1, 江川 孝志 1 1.名工大工

   17p-P3-21 GaN両極性同時MOVPE法における狭ピッチパターン形
成プロセスの検討

〇八木 裕隆 1, 大隅 紀之 1, 井上 翼 1, 中野 貴之 1 1.静大院工

   17p-P3-22 界面エネルギー計算に基づくAlN(000-1)基板上のAlNお
よびGaNの極性反転に関する理論的検討

〇内野 基 1, 秋山 亨 1, 中村 浩次 1, 伊藤 智徳 1 1.三重大院工

3/17(Fri.) 13:45 - 16:30 口頭講演 (Oral Presentation) 503会場
 13:45  17p-503-1 GaNにおける励起子及び自由キャリアの密度とレート係

数の理論計算
〇大木 健輔 1, 野町 健太郎 1, 馬 蓓 1, 森田 健 1, 石谷 善
博 1

1.千葉大院工

 14:00  17p-503-2 GaNにおける定常状態励起子分子準位間遷移過程理論解
析

〇(M1)野町 健太郎 1, 大木 健輔 1, 馬 ベイ 1, 森田 健 1, 
石谷 善博 1

1.千葉大工

 14:15  17p-503-3 高品質GaN単結晶の絶対輻射量子効率測定(4) 〇小島 一信 1, 池田 宏隆 2, 藤戸 健史 2, 秩父 重英 1 1.東北大多元研, 2.三菱化学㈱
 14:30  17p-503-4 マクロステップを有するc面AlGaN量子井戸発光ダイ

オード構造の発光特性
〇小島 一信 1, 長澤 陽祐 2, 平野 光 2, 一本松 正道 2, 本
田 善央 3, 天野 浩 3, 4, 5, 赤﨑 勇 6, 秩父 重英 1

1.東北大多元研, 2.創光科学㈱, 3.名大未来材料システ
ム研, 4.名大赤﨑記念研, 5.名大VBL, 6.名城大理工

 14:45  休憩/Break
 15:00 奨 17p-503-5 半極性InGaN量子井戸半導体レーザにおける導波路モー

ドの理論研究
〇(DC)坂井 繁太 1, 松浦 圭吾 1, 山口 敦史 1 1.金沢工業大学

 15:15  17p-503-6 InGaN系LED構造における非輻射再結合中心充填過程の
転位密度依存性

〇室谷 英彰 1, 山田 陽一 2 1.徳山高専, 2.山口大院・創成科学

 15:30  17p-503-7 局所カソードルミネッセンスによるInGaN量子井戸構造
のポテンシャル障壁評価

〇倉井 聡 1, 檜垣 翔大 1, 岡田 成仁 1, 只友 一行 1, 山田 
陽一 1

1.山口大創成科学

 15:45  17p-503-8 絶対吸収率と光電流測定とを組み合わせた発光ダイオー
ドの光励起キャリア濃度定量

〇宇佐美 茂佳 1, 小島 一信 2, 久志本 真希 1, 出来 真
斗 3, 新田 州吾 3, 本田 善央 3, 秩父 重英 2, 3, 天野 浩 3, 4, 5

1.名大院工, 2.東北大多元研, 3.名大未来材料・システ
ム研究所, 4.名大赤﨑記念研究センター, 5.名大VBL

 16:00  17p-503-9 磁場下赤外反射分光によるInN電子有効質量の解析 〇松本 大 1, 馬 蓓 1, 森田 健 1, 福井 一俊 2, 木村 真一 3, 
飯塚 拓也 4, 石谷 善博 1

1.千葉大院工, 2.福井大院工, 3.阪大生命, 4.豊田工大

 16:15  17p-503-10 Eu,Mg共添加GaNにおける単一発光サイトの観測 〇関口 寛人 1, 酒井 優 2, 若原 昭浩 1 1.豊橋技科大, 2.山梨大工
15.5 IV族結晶，IV-IV族混晶 / Group IV crystals and alloys

3/14(Tue.) 9:30 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 318会場
 9:30  14a-318-1 Ge量子ドットとSiキャップ層の形状と歪へのカーボン被

覆の影響
〇有田 誠 1, 伊藤 友樹 2, 3, 川島 知之 2, 鷲尾 勝由 2 1.東北大工, 2.東北大院工, 3.学振特別研究員DC

 9:45  14a-318-2 Siスペーサ層上の固相成長によるカーボン媒介Ge量子
ドットの形成

〇武島 開斗 1, 伊藤 友樹 1, 2, 川島 知之 1, 鷲尾 勝由 1 1.東北大院工, 2.学振特別研究員DC

 10:00  14a-318-3 Si1-xCx 歪補償中間層上のカーボン媒介によるGe量子ドッ
トの自己組織的成長

〇(D)伊藤 友樹 1, 2, 川島 知之 1, 鷲尾 勝由 1 1.東北大院工, 2.学振特別研究員 DC

 10:15  14a-318-4 Ge上にエピタキシャル成長したAg(111)表面の平坦化お
よび化学構造評価

〇伊藤 公一 1, 大田 晃生 1, 2, 黒澤 昌志 1, 2, 洗平 昌
晃 1, 2, 3, 池田 弥央 1, 牧原 克典 1, 宮崎 誠一 1

1.名大院工, 2.名大高等研究院, 3.名大未来研

 10:30  14a-318-5 Geバッファ層導入によるSi(001)基板上への歪緩和
Ge1－x－ySixSny 層の形成

〇(B)渡邉 千皓 1, 福田 雅大 1, 坂下 満男 1, 黒澤 昌
志 1, 中塚 理 1, 財満 鎭明 1, 2

1.名古屋大院工, 2.名古屋大未来材料・システム研究所

 10:45  14a-318-6 GeSn薄膜形成における低温成膜GeSnバッファ層の効果 〇塚本 貴広 1, 広瀬 信光 2, 笠松 章史 2, 松井 敏明 2, 須
田 良幸 1

1.東京農工大院工, 2.情報通信研究機構

 11:00 奨 14a-318-7 液浸ラマン分光法を用いたGe1-xSnx メサ構造における異
方性2軸応力のパターンサイズ依存性評価

〇(M1)村上 達海 1, 武内 一真 1, 横川 凌 1, 須田 耕平 1, 
石原 聖也 1, 2, 小椋 厚志 1

1.明治大理工, 2.学振特別研究員

 11:15  14a-318-8 GaドープSi1-xSnx 薄膜の結晶成長と電気特性評価 〇稲石 優 1, 黒澤 昌志 1, 2, 3, 中塚 理 1, 財満 鎭明 1, 4 1.名大院工, 2.名大高等研究院, 3.JSTさきがけ, 4.名大
未来研

 11:30 招 14a-318-9 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
水中パルスレーザアニールを用いた多結晶Ge1-xSnx への
高濃度ドーピング

〇高橋 恒太 1, 2, 黒澤 昌志 1, 3, 池上 浩 4, 坂下 満男 1, 
中塚 理 1, 財満 鎭明 1, 5

1.名大院工, 2.学振特別研究員, 3.JSTさきがけ, 4.九大
院シス情ギガフォトン共同部門, 5.名大未来研

3/14(Tue.) 13:45 - 16:00 口頭講演 (Oral Presentation) 318会場
 13:45  14p-318-1 分光エリプソメトリによるSiO2 上Ge成長の成長初期過

程の追跡
〇赤沢 方省 1 1.NTT DIC

 14:00  14p-318-2 c面サファイア基板上Ge(111)薄膜結晶性の熱処理によ
る変化

〇大武 史康 1, 河口 大和 2, 伊藤 友樹 2, 3, 川島 知之 2, 
鷲尾 勝由 2

1.東北大工, 2.東北大院工, 3.学振特別研究員DC

 14:15 奨 14p-318-3 固相成長による単結晶Si基板上への結晶SiGe薄膜のエピ
タキシャル成長に関する検討(Ⅱ)

〇(M2)ハムド アラー1, 金子 哲也 1, 磯村 雅夫 1 1.東海大院工

 14:30  14p-318-4 非晶質Ge薄膜/絶縁基板のAu誘起横方向成長に及ぼす
Au膜厚効果

〇(BC)坂井 拓也 1, 草野 欽太 1, 高倉 健一郎 1, 角田 
功 1

1.熊本高専

 14:45 奨 14p-318-5 横方向液相成長によって作製した引張歪み高濃度n型Ge
細線の光学特性評価

〇冨田 崇史 1, 岡 博史 1, 小山 真広 1, 田中 章吾 1, 細井 
卓治 1, 志村 考功 1, 渡部 平司 1

1.大阪大学大学院工学研究科

 15:00 奨 14p-318-6 絶縁基板上多層グラフェンの低温層交換合成と特性評価 〇村田 博雅 1, 都甲 薫 1, 末益 崇 1 1.筑波大院
 15:15  14p-318-7 AIC法によるSnドープGe/絶縁膜の高速低温成長 〇佐々木 雅也 1, 佐道 泰造 1, 宮尾 正信 1 1.九大院システム情報
 15:30  14p-318-8 絶縁膜上におけるa-Ge1-xSnx(x>－0.1)のAu 触媒誘起横方

向低温成長
〇酒井 崇嗣 1, 松村 亮 1, 佐道 泰造 1, 宮尾 正信 1 1.九大院システム情報

 15:45  14p-318-9 レーザー照射した非晶質GeSn/絶縁基板の低温固相成長 〇茂藤 健太 1, 杉野 貴之 1, 松村 亮 1, 佐道 泰造 1, 池上 
浩 1, 宮尾 正信 1

1.九大院システム情報

3/15(Wed.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P7会場
   15p-P7-1 格子定数整合系 GeSiSn/Ge n-RTD の作製 〇羽田 一暁 1, 塚本 貴広 1, 広瀬 信光 2, 笠松 章史 2, 松

井 敏明 2, 須田 良幸 1
1.東京農工大院工, 2.情報通信研究機構

   15p-P7-2 硬X線光電子分光法（HAXPES）によるゲルマニウムス
ズ薄膜の深さ方向化学結合状態評価（II）

〇臼田 宏治 1, 高石 理一郎 1, 吉木 昌彦 1, 須田 耕平 2, 
小椋 厚志 2, 富田 充裕 1

1.東芝研開センター, 2.明治大学

   15p-P7-3 真空蒸着と低温アニールによるBi媒介Geナノドット形
成- １

〇(M1)滝田 健介 1, 対馬 和都 1, 遠田 義晴 1, 俵 毅彦 2, 
舘野 功太 2, 章 国強 2, 後藤 秀樹 2, 池田 高之 3, 水野 誠
一郎 3, 岡本 浩 1

1.弘前大理工, 2.NTT物性基礎研, 3.NTTアドバンステ
クノロジ

   15p-P7-4 真空蒸着と低温アニールによるBi媒介Geナノドット形
成-2

〇(B)対馬 和都 1, 滝田 健介 1, 中澤 日出樹 1, 遠田 義
晴 1, 俵 毅彦 2, 舘野 功太 2, 章 国強 2, 後藤 秀樹 2, 岡本 
浩 1

1.弘前大理工, 2.NTT物性基礎研

   15p-P7-5 スパッタエピタキシー法によるSiGeHEMTの低温成膜プ
ロセスの評価

〇大久保 克己 1, 本橋 叡 1, 出蔵 恭平 1, 広瀬 信光 2, 笠
松 章史 2, 松井 敏明 2, 塚本 貴広 1, 須田 良幸 1

1.東京農工大院工, 2.情報通信研究機構
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15.5 IV族結晶，IV-IV族混晶 / Group IV crystals and alloys



15.6 IV族系化合物（SiC） / Group IV Compound Semiconductors (SiC)
3/15(Wed.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場

 9:00 奨 15a-F204-1 Cr単一溶媒によるSiC溶液成長における育成温度と結晶
品質の関係

〇鈴木 皓己 1, 太子 敏則 1, 2 1.信州大工, 2.信州大 環境・エネ研

 9:15  15a-F204-2 溶液法n型4H-SiCオフ基板の作製と結晶評価 〇楠 一彦 1, 関 和明 1, 岸田 豊 1, 海藤 宏志 1, 森口 晃
治 1, 大黒 寛典 2, 加渡 幹尚 2, 土井 雅喜 2, 旦野 克典 2, 
関 章憲 2, 白井 嵩幸 2, 斎藤 広明 2, 別所 毅 2

1.新日鐵住金, 2.トヨタ自動車

 9:30 奨 15a-F204-3 後方反射X線トポグラフィによる4H-SiC積層欠陥拡張挙
動のその場観察

〇藤榮 文博 1, 原田 俊太 1, 村山 健太 1, 花田 賢志 1, 陳 
鵬磊 1, 加藤 智久 2, 田川 美穂 1, 宇治原 徹 1, 2

1.名大, 2.産総研

 9:45  15a-F204-4 X線透過法により溶液形状制御したSiC溶液成長 〇酒井 武信 1, 加渡 幹尚 2, 大黒 寛典 2, 原田 俊太 3, 宇
治原 徹 3

1.名大未来社会創造機構, 2.トヨタ自動車㈱, 3.名大未
来材料・システム研

 10:00  15a-F204-5 凹界面形状溶液成長における4H-SiCの多形安定機構の
検討

〇(D)大黒 寛典 1, 川西 咲子 2, 吉川 健 1 1.東大工, 2.東北大工

 10:15  15a-F204-6 SiC溶液成長結晶のドーピング制御に向けた4H-SiC中
Al, Nの熱力学

〇川西 咲子 1, 柴田 浩幸 1, 吉川 健 2 1.東北大多元研, 2.東大生研

 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-F204-7 SiCエピリアクタクリーニングのための熱分解炭素被膜

耐腐食性調査
塩田 耕平 1, 〇羽深 等 1, 伊藤 英樹 2, 三谷 慎一 2, 高橋 
至直 3

1.横国大院工, 2.ニューフレアテクノロジー, 3.関東電
化工業

 11:00  15a-F204-8 4H-SiCマイクロトレンチ埋込エピタキシャル成長におけ
る律速過程

〇望月 和浩 1, 紀 世陽 1, 小杉 亮治 1, 米澤 喜幸 1, 奥村 
元 1

1.産総研

 11:15 E 15a-F204-9 Investigation on the optimal growth region for 4H-SiC 
CVD trench filling

〇Shiyang Ji1, Ryoji Kosugi1, Kazutoshi Kojima1, 
Kazuhiro Mochizuki1, Shingo Saito1, Yoko 
Matsukawa1, Yoshiyuki Yonezawa1, Sadafumi 
Yoshida1, Hajime Okumura1

1.AIST

 11:30  15a-F204-10 低不純物濃度 ４H-SiC C面エピタキシャル膜のキャリア
ライフタイム

〇櫛部 光弘 1, 西尾 譲司 1, 四戸 孝 1, 宮坂 晶 2, 浅水 啓
州 3, 北井 秀憲 2, 原田 信介 2, 児島 一聡 2

1.㈱東芝, 2.産業技術研究所, 3.ローム（株）

 11:45 奨 15a-F204-11 顕微FCA測定によるSiCの深さ分解ライフタイム測定 〇(M1)前 伸一 1, 俵 武志 2, 3, 土田 秀一 4, 加藤 正史 1 1.名工大, 2.産総研, 3.富士電機, 4.電中研
 12:00  15a-F204-12 4H-SiC中1SSF・PD起因フォトルミネッセンス減衰時間

の温度依存性
〇片平 真哉 1, 市川 義人 1, 原田 俊太 2, 木本 恒暢 3, 加
藤 正史 1

1.名工大, 2.名大, 3.京大

3/15(Wed.) 13:30 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場
 13:30 招 15p-F204-1 「第7回女性研究者研究業績・人材育成賞（小舘香椎子賞）

受賞記念講演」（30分）
ワイドバンドギャップ半導体結晶の欠陥評価法に関する
研究

〇石川 由加里 1 1.ファインセラミックスセンター

 14:00 招 15p-F204-2 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
 4H-SiCエピタキシャル層中におけるショックレー型積層
欠陥と基底面転位構造の関係

〇飯島 彬文 1, 須田 淳 1, 木本 恒暢 1 1.京都大学工学研究科

 14:15  15p-F204-3 走査電子顕微鏡プローブビームによる電子線照射下での
4H-SiC中の部分転位運動

中田 龍 1, 〇山下 善文 1, 西川 亘 1, 羽田 真毅 1, 林 靖
彦 1

1.岡山大院自然

 14:30  15p-F204-4 高濃度Al ドープ4H-SiC のHall 効果測定における
ホール電圧の反転現象

〇(M2)竹下 明伸 1, 今村 辰哉 1, 高野 晃大 1, 奥田 和
也 1, 松浦 秀治 1, 紀 世陽 2, 江藤 数馬 2, 児島 一聡 2, 加
藤 智久 2, 吉田 貞史 2, 奥村 元 2

1.大阪電通大, 2.産総研

 14:45  15p-F204-5 高濃度Al ドープ4H-SiC の伝導機構の評価と低抵抗率化
の可能性

〇(M2)竹下 明伸 1, 今村 辰哉 1, 高野 晃大 1, 奥田 和
也 1, 松浦 秀治 1, 紀 世陽 2, 江藤 数馬 2, 児島 一聡 2, 加
藤 智久 2, 吉田 貞史 2, 奥村 元 2

1.大阪電通大, 2.産総研

 15:00  15p-F204-6 各種作製法によるAl-Nコドープ4H-SiCのの電気的特性
の評価

〇(M2)竹下 明伸 1, 今村 辰哉 1, 高野 晃大 1, 奥田 和
也 1, 松浦 秀治 1, 紀 世陽 2, 三谷 武志 2, 江藤 数馬 2, 児
島 一聡 2, 加藤 智久 2, 吉田 貞史 2, 奥村 元 2

1.大阪電通大, 2.産総研

 15:15  休憩/Break
 15:30  15p-F204-7 4H-SiC中へのAlのレーザドーピングおけるドープ領域

の調査
〇池田 晃裕 1, 角名 陸歩 1, 筒井 良太 1, 池上 浩 1, 浅野 
種正 1

1.九大シス情

 15:45  15p-F204-8 シリコンキャップアニールによるn型4H-SiCのオーミッ
ク電極形成

〇(M2)谷口 太一 1 1.広大院

 16:00  15p-F204-9 界面顕微光応答法による6H-SiC基板上Ni/p-3C-SiC
ショットキー接触の2次元評価

〇塩島 謙次 1, 三品 直樹 1, 市川 尚澄 2, 加藤 正史 2 1.福井大院工, 2.名工大

 16:15  15p-F204-10 光透過を利用したSiC PINダイオード内部キャリア分布
測定

〇加藤 正史 1, 前 伸一 1, 米澤 喜幸 2, 加藤 智久 2 1.名工大, 2.産総研

 16:30  15p-F204-11 紫外線照射による4H-SiCエピ膜中におけるSingle 
Shockley型積層欠陥の拡張と縮小

〇田中 貴規 1, 塩見 弘 1, 川畑 直之 2, 米澤 喜幸 1, 加藤 
智久 1, 奥村 元 1

1.産総研, 2.三菱電機

 16:45  15p-F204-12 SiC-p+/p-/n+ 型ダイオードの逆回復時におけるキャリア
の掃出しとパルス生成の関係性解析

〇白井 琢毬 1, 岩室 憲幸 1, 福田 憲司 2 1.筑波大学, 2.産総研

 17:00  15p-F204-13 SiC-pMOSFETのボディダイオードを用いたSiC-pinダ
イオードの逆回復特性解析

〇(M1)後藤 大河 1, 白井 琢毬 1, 岩室 憲幸 1, 福田 憲
司 2

1.筑波大, 2.産総研

 17:15  休憩/Break
 17:30  15p-F204-14 逆バイアス時の熱暴走に対するSiC-SBDの安定性の評価 〇中川 穣 1, 森 誠悟 1, 南園 悠一郎 1, 明田 正俊 1, 浅原 

浩和 1, 中村 孝 1
1.ローム(株)

 17:45  15p-F204-15 SiC pin ダイオード中の発光中心の観察 〇常見 大貴 1, 2, 本多 智也 1, 2, 牧野 高紘 2, 小野田 忍 2, 
佐藤 真一郎 2, 土方 泰斗 1, 大島 武 2

1.埼玉大学, 2.量研機構

 18:00  15p-F204-16 4H-SiC MOSFETチャネルの単一光子源の偏光角度依存
性

〇阿部 裕太 1, 岡本 光央 2, 小野田 忍 3, 大島 武 3, 春山 
盛善 3, 4, 加田 渉 4, 花泉 修 4, 小杉 亮治 2, 原田 信介 2, 
梅田 享英 1

1.筑波大数物, 2.産総研, 3.量研機構, 4.群大理工

 18:15  15p-F204-17 NbNiシリサイドを導入した4H-SiC pMOSFETsの研究 〇(M1)梶原 純 1, 黒木 伸一郎 1, 石川 誠治 1, 2, 前田 知
徳 1, 2, 瀬崎 洋 1, 2, 吉川 公麿 1, 牧野 高紘 3, 大島 武 3, 
Östling Mikael4, Zetterling Carl-Mikael4

1.広大ナノデバイス, 2.フェニテック, 3.量研機構, 4.ス
ウェーデン王立工大

 18:30  15p-F204-18 傾斜SiC表面の1次元周期構造 〇香田 稜太 1, 福間 洸平 1, 安藤 寛 1, ビシコフスキー 
アントン 1, 田中 悟 1

1.九大院工

 18:45  15p-F204-19 4H-SiC m面のN2 アニールによる構造変化 〇塩路 淳 1, ビシコフスキー アントン 1, 梶原 隆司 1, 
田中 悟 1

1.九大院工

3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P5会場
   16a-P5-1 TSSG-SiC溶液成長における種子付け時の温度差が結晶

品質に与える影響
〇土本 直道 1, 沓掛 穂高 1, 鈴木 皓己 1, 高橋 大 1, 玄 光
龍 1, 太子 敏則 1

1.信大工

   16a-P5-2 ミラー電子顕微鏡によるCMP加工されたSiCウェハーの
潜傷検出とSEM, AFM，FIB-STEM連携による構造評価

〇一色 俊之 1, 佐藤 高広 2, 長谷川 正樹 2, 宮木 充史 2, 
伊与木 誠人 2, 山岡 武博 2, 小貫 勝則 2, 小林 健二 2

1.京都工繊大, 2.日立ハイテク

   16a-P5-3 転位動力学シミュレーションに基づく4H-SiCの積層欠
陥形状形成の再現

〇榊間 大輝 1, 波田野 明日可 1, 泉 聡志 1, 牛流 章弘 2, 
廣畑 賢治 2

1.東大工, 2.東芝研究開発センター
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15.6 IV族系化合物（SiC） / Group IV Compound Semiconductors (SiC)



   16a-P5-4 4H-SiC PiNダイオードの順方向通電劣化における電流密
度と積層欠陥拡張起点の関係

〇林 将平 1, 2, 山下 任 1, 3, 先崎 純寿 1, 宮里 真樹 1, 4, 呂 
民雅 1, 4, 宮島 將昭 1, 4, 米澤 喜幸 1, 加藤 智久 1, 児島 一
聡 1, 奥村 元 1

1.産総研, 2.東レリサーチセンター, 3.昭和電工, 4.富士
電機

   16a-P5-5 レーザアニールによるn+ 4H-SiC C面でのTi-Si-Cオー
ミックコンタクトの形成

〇ミランタ デシルワ 1, 川崎 輝尚 2, 吉川 公麿 1, 黒木 
伸一郎 1

1.広大 ナノデバイス, 2.住友重機械工業株式会社

   16a-P5-6 Ba導入による4H-SiC MOS界面の改善 〇村岡 幸輔 1, 瀬崎 洋 1, 2, 石川 誠治 1, 2, 前田 智徳 1, 2, 
吉川 公麿 1, 黒木 伸一郎 1

1.広島大学ナノデバイス, 2.フェニテックセミコンダク
ター

   16a-P5-7 4H-SiC MOS キャパシタにおけるSiC表面のCF4 エッチ
ングの効果

〇(B)小早川 貴一 1, 村岡 幸輔 1, 瀬崎 洋 1, 2, 石川 誠
治 2, 1, 前田 知徳 2, 1, 吉川 公麿 1, 黒木 伸一郎 1

1.広大ナノデバイス, 2.フェニテック

   16a-P5-8 SiC MOSFETにおける高エネルギー重イオン誘起電荷収
集の電圧依存

〇牧野 高紘 1, 高野 修平 1, 2, 原田 信介 3, 児島 一聡 3, 
土方 泰斗 2, 大島 武 1

1.量研機構, 2.埼玉大学, 3.産総研

   16a-P5-9 高温環境によるSiC MOSFETsのガンマ線照射劣化の抑
制

〇武山 昭憲 1, 松田 拓磨 1, 2, 三友 啓 1, 2, 村田 航一 1, 2, 
牧野 高紘 1, 小野田 忍 1, 大久保 秀一 3, 田中 雄季 3, 神
取 幹郎 3, 吉江 徹 3, 土方 泰斗 2, 大島 武 1

1.量研機構, 2.埼玉大院理工研, 3.サンケン電気

   16a-P5-10 熱酸化膜/SiC界面近傍の不均一層とそのリーク電流特性 〇永井 龍 1, 蓮沼 隆 1, 山部 紀久夫 1 1.筑波大
   16a-P5-11 電流検出ESRによるドライ酸化、窒化Si面SiC-MOSFET

界面の比較
〇梅田 享英 1, Geonwoo Kim1, 吉岡 裕典 2, 小杉 亮
治 2, 原田 信介 2

1.筑波大数物, 2.産総研

   16a-P5-12 C面ドライ酸化4H-SiC MOSFETにおける界面炭素関連
欠陥の面内分布解析

〇鹿児山 陽平 1, 岡本 光央 2, 吉岡 裕典 2, 原田 信介 2, 
山崎 隆浩 3, 大野 隆央 3, 梅田 享英 1

1.筑波大数物, 2.産総研, 3.物材機構

   16a-P5-13 ドライ酸化、窒化、POCl3 処理Si面SiC-MOS界面の電
子スピン共鳴分光

〇(M2)金 建佑 1, 奥田 貴史 2, 須田 淳 2, 木本 恒暢 2, 
岡本 光央 3, 原田 信介 3, 梅田 享英 1

1.筑波大数物, 2.京都大, 3.産総研

   16a-P5-14 高速動作パワー素子のターンオフ時における配線表皮効
果のコンパクトモデリング

〇福田 浩一 1, 服部 淳一 1, 佐藤 佳宏 1, 佐藤 弘 1, 山口 
浩 1

1.産総研

   16a-P5-15 冷熱サイクル試験にかけたSiCダイアタッチの非破壊・
破壊複合解析

〇山下 真理 1, 鈴木 達広 1, 荒木 祥和 1, 森 哲也 1, 荻原 
尚志 2, 田中 秀和 2, 薬丸 尚志 3, 谷本 智 1

1.日産アーク, 2.ケースレーインスツルメンツ, 3.日立
パワーソリューションズ

3/17(Fri.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場
 9:00  17a-301-1 レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡による4H-SiC

ウエハ及び酸化膜の局所特性評価
中西 英俊 1, 〇西村 辰彦 1, 藤田 雄也 1, 北村 藤和 1, 水
端 稔 1, 川山 巌 2, 斗内 政吉 2

1.SCREEN, 2.阪大レーザー研

 9:15  17a-301-2 電流計測AFMとSNDMによるSiO2/4H-SiC界面の不均
一性評価

〇山岸 裕史 1, 茅根 慎通 1, 長 康雄 1 1.東北大通研

 9:30 奨 17a-301-3 走査型非線形誘電率顕微鏡を用いた局所DLTSによる界
面トラップ分布の時定数依存性の観察

〇茅根 慎通 1, 小杉 亮治 2, 田中 保宣 2, 原田 信介 2, 奥
村 元 2, 長 康雄 1

1.東北大, 2.産総研

 9:45  17a-301-4 4H-SiC/SiO2 界面O2 酸化の第一原理シミュレーション
～界面における炭素関連欠陥の電子状態～

〇山崎 隆浩 1, 2, 田島 暢夫 1, 2, 金子 智昭 1, 2, 奈良 純 1, 2, 
清水 達夫 3, 加藤 弘一 4, 大野 隆央 1, 2

1.物材機構, 2.MARCEED, 3.東芝研究開発センター, 
4.東大生産研

 10:00 奨 17a-301-5 電荷移動型分子動力学法による4H-SiCの熱酸化シミュ
レーション

〇(D)高本 聡 1, 山崎 隆浩 2, 3, 大野 隆央 2, 3, 4, 金田 千
穂子 3, 5, 泉 聡志 1, 酒井 信介 1

1.東大工, 2.物材機構, 3.MARCEED, 4.東大生産研, 
5.富士通研究所

 10:15 奨 17a-301-6 SiC熱酸化中に発生するSiO2 中の欠陥形成 〇長川 健太 1, 洗平 昌晃 1, 2, 白石 賢二 1, 2 1.名大院工, 2.名大未来研
 10:30  休憩/Break
 10:45  17a-301-7 ドライおよびN2O酸化により形成したSiO2/4H-SiCの電

子占有欠陥評価
〇渡辺 浩成 1, 大田 晃生 1, 池田 弥央 1, 牧原 克典 1, 森 
大輔 2, 寺尾 豊 2, 宮崎 誠一 1

1.名大院工, 2.富士電機(株)

 11:00  17a-301-8 SiC(000-1)のウェット酸化における界面酸化剤濃度 〇芹澤 直也 1, 蓮沼 隆 1, 山部 紀久夫 1 1.筑波大学
 11:15  17a-301-9 SiC C 面上に水蒸気雰囲気で形成した熱酸化SiO2 膜の

熱処理による電流－電圧特性改善
〇(M1)飯塚 望 1, 蓮沼 隆 1, 山部 紀久夫 1 1.筑波大

 11:30  17a-301-10 4H-SiC C面熱酸化膜のリーク伝導機構に対する窒化処理
の影響

〇木内 祐治 1, 2, 染谷 満 1, 岡本 大 3, 畠山 哲夫 1, 原田 
信介 1, 矢野 裕司 3, 米澤 喜幸 1, 奥村 元 1

1.産総研, 2.新日本無線, 3.筑波大学

 11:45  17a-301-11 FNストレスによるSiC-MOSFETゲート電流の特異な挙
動

古市 貴大 1, 三原 佳樹 1, 桝口 和樹 1, 〇村上 英一 1 1.九産大工

 12:00  17a-301-12 TEOS-CVD-SiO2 膜の絶縁特性の基板効果 〇川村 浩晃 1, 前田 貫太 1, 蓮沼 隆 1, 山部 紀久夫 1 1.筑波大学
3/17(Fri.) 13:45 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場

 13:45 招 17p-301-1 「第7回女性研究者研究業績・人材育成賞（小舘香椎子賞）
受賞記念講演」（30分）
SiCトレンチMOSFETの低オン抵抗化に向けたゲート絶
縁膜プロセスの研究

〇有吉 恵子 1 1.東芝

 14:15  17p-301-2 4H-SiC m面上にドライ+ウェット酸化プロセスにより形
成されたMOS界面の界面準位密度および電気的ストレ
スに対する安定性のウェット酸化条件による変化

黒山 滉平 1, 平井 悠久 1, 山本 建策 2, 林 真理子 2, 細川 
徳一 2, 〇喜多 浩之 1

1.東大院工, 2.(株)デンソー

 14:30 奨 17p-301-3 4H-SiC C面上MOS界面特性のウェット酸化による酸化
膜成長量依存性にみられる界面欠陥減少過程と膜中欠陥
変化過程の速度的差異

〇梶房 裕之 1, 喜多 浩之 1 1.東大院工

 14:45  17p-301-4 酸化レートの変化からみた4H-SiC Si面ウェット酸化雰
囲気中に共存する酸素の役割

〇石野田 圭 1, 喜多 浩之 1 1.東大院工

 15:00  17p-301-5 O2 共存H2O雰囲気での界面近傍酸化膜成長による
4H-SiC MOSFET移動度向上

〇(DC)平井 悠久 1, 喜多 浩之 1 1.東大院工

 15:15  休憩/Break
 15:30 奨 17p-301-6 熱酸化極限条件で作製した4H-SiC(0001) MOSFET の電

気特性評価
〇勝 義仁 1, 辻 英徳 1, 2, アイエレ キディスト モーゲ
ス 1, 染谷 満 1, 3, 細井 卓治 1, 志村 考功 1, 渡部 平司 1

1.阪大院工, 2.富士電機, 3.産総研

 15:45 奨 17p-301-7 希土類元素存在下でのSiC/SiO2 界面での酸窒化の促進 〇作田 良太 1, 平井 悠久 1, 喜多 浩之 1 1.東大院工
 16:00  17p-301-8 Ba 増膜酸化 SiO2/SiC における表面粗さの Ba 膜厚及び

酸化温度依存性
〇藤田 栄悟 1, 田中 誠人 1, チャンタパン アタウッ
ト 1, 細井 卓治 1, 志村 考功 1, 渡部 平司 1

1.阪大院工

 16:15 奨 17p-301-9 SiC MOS反転層におけるホール効果移動度の低下機構 〇野口 宗隆 1, 岩松 俊明 1, 網城 啓之 1, 渡邊 寛 1, 中田 
修平 1, 黒岩 丈晴 1, 喜多 浩之 2, 山川 聡 1

1.三菱電機, 2.東大工

 16:30  17p-301-10 SiC MOSFETのホール移動度の温度依存性 〇天野 貴章 1, 岡本 大 1, 原田 信介 2, 畠山 哲夫 2, 岩室 
憲幸 1, 矢野 裕司 1

1.筑波大工, 2.産総研

 16:45  17p-301-11 窒化したSiC MOSFETに対するチャージポンピング特性
のデューティ比依存性

〇王 緒昆 1, 岡本 大 1, 岩室 憲幸 1, 矢野 裕司 1 1.筑波大

15.7 結晶評価，不純物・結晶欠陥 / Crystal evaluation, impurities and crystal defects
3/14(Tue.) 9:15 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F201会場

 9:15 奨 14a-F201-1 表面直入射配置における明視野同時回折Ｘ線トポグラ
フィ

〇(M1)鶴丸 哲也 1, 水落 博之 1, 鎌本 春花 1, 津坂 佳
幸 1, 2, 篭島 靖 1, 2, 松井 純爾 2

1.兵庫県大院物質理学, 2.兵庫県大・放射光ナノテクセ
ンター

 9:30  14a-F201-2 シリコン中の傾角粒界における酸素の偏析機構 〇大野 裕 1, 井上 海平 1, 藤原 航三 1, 沓掛 健太朗 1, 出
浦 桃子 1, 米永 一郎 1, 海老澤 直樹 2, 清水 康雄 2, 井上 
耕治 2, 永井 康介 2, 吉田 秀人 3, 竹田 精治 3, 田中 真
悟 4, 香山 正憲 4

1.東北大金研, 2.東北大金研大洗セ, 3.阪大産研, 4.産総
研

 9:45  14a-F201-3 Siウェーハの傷から発生するSlip転位に及ぼす熱処理の
影響

〇藤瀬 淳 1, 小野 敏昭 1 1.SUMCO

 10:00  14a-F201-4 酸素拡散を考慮したシリコン単結晶中の転位密度解析 〇中野 智 2, 福島 航 1, 原田 博文 2, 宮村 佳児 2, 柿本 浩
一 1, 2

1.九大院工, 2.九大応力研
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15.7 結晶評価，不純物・結晶欠陥 / Crystal evaluation, impurities and crystal defects



 10:15 E 14a-F201-5 Effect of crucible movement on melting process and 
carbon contamination in Czochralski silicon crystal growth

〇(P)Xin Liu1, Xue-Feng Han1, Satoshi Nakano1, 
Koichi Kakimoto1

1.RIAM, Kyushu Univ.

 10:30 E 14a-F201-6 Numerical analysis on the free surface of floating zone 
(FZ) for silicon crystal growth by Volume of Fluid (VOF) 
model

〇(P)Xuefeng Han1, Satoshi Nakano1, Xin Liu1, 
Koichi Kakimoto1

1.RIAM, Kyushu Univ.

 10:45  休憩/Break
 11:00  14a-F201-7 長時間引き上げ停止したCZ Si結晶（Ⅳ）ー転位群と酸

素析出―
〇阿部 孝夫 1, 高橋 徹 1 1.信越半導体

 11:15  14a-F201-8 長時間引き上げ停止したCZ Si結晶（Ⅴ）ー点欠陥と酸
素析出―

〇阿部 孝夫 1, 高橋 徹 1 1.信越半導体

 11:30  14a-F201-9 Si単結晶育成時の熱応力の異方性が二次欠陥挙動に与え
る影響

〇神山 栄治 1, 安部 吉亮 1, 番場 博則 1, 斉藤 広幸 1, 前
田 進 1, クリエフ アレクサンダー2, 飯塚 将也 3, 向山 
裕次 3, 末岡 浩治 4

1.グローバルウェーハズ・ジャパン㈱, 2.ソフトインパ
クト, 3.エスティーアール・ジャパン㈱, 4.岡山県大　
情報工

 11:45  14a-F201-10 ヴォロンコフモデルへのコメント（３） 〇末澤 正志 1, 飯島 嘉明 1, 米永 一郎 1 1.東北大金研
 12:00  14a-F201-11 シリコン結晶中の自己拡散機構 〇末澤 正志 1, 飯島 嘉明 1, 米永 一郎 1 1.東北大金研
3/14(Tue.) 13:45 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) F201会場

 13:45  14p-F201-1 データ科学的手法による効率的なマッピングの検討(1) 菊地 亮太 1, 〇沓掛 健太朗 2, 出浦 桃子 2, 大野 裕 2, 下
山 幸治 1, 米永 一郎 2

1.東北大流体研, 2.東北大金研

 14:00  14p-F201-2 データ科学的手法による効率的なマッピングの検討(2) 〇沓掛 健太朗 1, 菊地 亮太 2, 出浦 桃子 1, 大野 裕 1, 下
山 幸治 2, 米永 一郎 1

1.東北大金研, 2.東北大流体研

 14:15  14p-F201-3 平行デュアルレーザビーム法による自由キャリアのバル
ク寿命評価: 酸化膜形成による表面パッシベーション効
果の評価

〇金田 寛 1, 米澤 英晃 2, 大村 一郎 1 1.九工大院工, 2.九工大工

 14:30  14p-F201-4 CZシリコンにおけるキャリア濃度とバルクライフタイム
の関係

〇宮村 佳児 1, 原田 博文 1, 中野 智 1, 柿本 浩一 1 1.九大応力研

 14:45  14p-F201-5 電子線照射発光活性化後のフォトルミネッセンス評価に
よるシリコン中炭素濃度の定量手法開発

〇中川 聰子 1, 永井 勇太 1 1.グローバルウェーハズ・ジャパン

 15:00  14p-F201-6 発光活性化後の液体窒素温度フォトルミネッセンス測定
によるSi結晶中炭素不純物の定量

〇田島 道夫 1, 木内 広達 1, 樋口 史仁 1, 小椋 厚志 1 1.明治大

 15:15 奨 14p-F201-7 電子線照射発光活性化液体窒素温度PL法による太陽電池
用CZ-Si中の低炭素濃度の定量

〇木内 広達 1, 田島 道夫 1, 樋口 史仁 1, 石川 陽一郎 1, 
小椋 厚志 1

1.明治大理工

 15:30  休憩/Break
 15:45  14p-F201-8 電子線照射前処理を用いたSi基板中の微量炭素測定 

DLTS/室温PL
〇江里口 和隆 1, 三次 伯知 1, 佐俣 秀一 1 1.株式会社 SUMCO

 16:00  14p-F201-9 n型Si基板へボロンイオン注入したp/n接合のDLTS測
定

〇脇本 博樹 1, 中澤 治雄 1, 松本 俊 2, 鍋谷 暢一 2 1.富士電機, 2.山梨大工

 16:15  14p-F201-10 陽電子消滅法によるn型イオン注入Siの熱処理後残留空
孔に関する考察

〇河合 宏樹 1, 東 悠介 1, 中崎 靖 1, 石原 貴光 1 1.東芝研開セ

 16:30  14p-F201-11 Si中Cu4 複合体と水素の不純物反応 〇白井 光雲 1, 藤村 卓巧 1 1.阪大産研
 16:45  14p-F201-12 Si 結晶中に形成されるウルトラシャローサーマルドナー

の基底状態分離
〇原 明人 1, 淡野 照義 1 1.東北学院大工

 17:00  14p-F201-13 シリコン結晶中の低濃度炭素の測定(Ⅹ) 14乗までの測
定法

〇井上 直久 1, 2, 河村 裕一 2 1.東京農工大, 2.大阪府大

 17:15  14p-F201-14 シリコン結晶中の炭素濃度測定の感度と規格適用濃度と
検出下限
(2)｢検出下限」の用法と科学的根拠

〇井上 直久 1 1.研究公正スタデイグループ

3/15(Wed.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F201会場
 9:00 奨 15a-F201-1 炭素クラスターイオン注入Siエピウェーハの特徴(1)

-TCADによる注入層の軽元素捕獲・拡散挙動の理論解析-
〇奥山 亮輔 1, 重松 理史 1, 廣瀬 諒 1, 柾田 亜由美 1, 門
野 武 1, 古賀 祥泰 1, 奥田 秀彦 1, 栗田 一成 1

1.SUMCO

 9:15  15a-F201-2 炭素クラスターイオン注入Siエピウェーハの特徴(2)
― 常温接合プロセスにおける水素のパッシベーション効
果 ―

〇古賀 祥泰 1, 栗田 一成 1 1.株式会社　SUMCO

 9:30 奨 15a-F201-3 炭素クラスターイオン注入Siエピウェーハの特徴 (3)
-注入層における注入欠陥の3次元アトムプローブによる
解析-

〇重松 理史 1, 奥山 亮輔 1, 廣瀬 諒 1, 柾田 亜由美 1, 門
野 武 1, 古賀 祥泰 1, 奥田 秀彦 1, 栗田 一成 1

1.SUMCO

 9:45  15a-F201-4 炭素クラスターイオン注入Siエピウェーハの特徴(4)
-注入層における酸素が重金属のゲッタリング能力に与え
る影響(2)-

〇柾田 亜由美 1, 仲井 敏郎 1, 廣瀬 諒 1, 重松 理史 1, 門
野 武 1, 奥山 亮輔 1, 古賀 祥泰 1, 奥田 秀彦 1, 栗田 一
成 1

1.株式会社SUMCO

 10:00 奨 15a-F201-5 炭素クラスターイオン注入Siエピウェーハの特徴(5)
－X線光電子分光法による注入欠陥形成の解析－

〇門野 武 1, 奥山 亮輔 1, 柾田 亜由美 1, 廣瀬 諒 1, 重松 
理史 1, 古賀 祥泰 1, 奥田 秀彦 1, 栗田 一成 1

1.SUMCO

 10:15 奨 15a-F201-6 表層固溶酸素濃度を制御した極薄シリコンウェーハの作
製と特性

〇母ヶ野 和美 1, 竹内 正太郎 1, 須藤 治生 2, 青木 竜
彦 2, 荒木 浩司 2, 泉妻 宏治 2, 酒井 朗 1

1.阪大院基工, 2.グローバルウェーハズ・ジャパン

 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-F201-7 酸素雰囲気での超高温RTPによる点欠陥の導入挙動 (I) 〇前田 進 1, 岡村 秀幸 1, 中村 浩三 3, 須藤 治生 1, 末岡 

浩治 2
1.グローバルウェーハズ・ジャパン, 2.岡山県大 情報工, 
3.岡山県大  地域共同研究機構

 11:00  15a-F201-8 酸素雰囲気での超高温RTPによる点欠陥の導入挙動の検
討 (II)

〇中村 浩三 1, 岡村 秀幸 3, 前田 進 3, 須藤 治生 3, 末岡 
浩治 2

1.岡山県大 地共研, 2.岡山県大 情報工, 3.グローバル
ウェーハズ・ジャパン

 11:15  15a-F201-9 超高温RTPによるCz-Siウェーハのボイド欠陥消滅挙動
の検討

〇須藤 治生 1, 中村 浩三 3, 前田 進 1, 岡村 秀幸 1, 末岡 
浩治 2

1.グローバルウェーハズ・ジャパン, 2.岡山県大 情報工, 
3.岡山県大 地域共同研究機構

 11:30  15a-F201-10 超高温RTPウェーハの酸素析出におよぼす窒素ドープの
効果

〇岡村 秀幸 1, 須藤 治生 1, 中村 浩三 3, 前田 進 1, 末岡 
浩治 2

1.グローバルウェーハズ・ジャパン, 2.岡山県大 情報工, 
3.岡山県大 地域共同研究機構

 11:45  15a-F201-11 多機能走査型プローブ顕微鏡によるSiCショットキー障
壁ダイオードの評価
パワーデバイス用結晶の評価（ⅩⅩⅠ）

〇山本 秀和 1, 潤間 威史 1, 佐藤 宣夫 1 1.千葉工大工

 12:00 奨 15a-F201-12 パワーデバイス用GaNウエハの表面電位顕微鏡による評
価(1)

〇内田 悠貴 1, 安野 光宏 1, 鈴木 達己 1, 内盛 瑞記 1, 山
本 秀和 1

1.千葉工大工

3/15(Wed.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P8会場
   15p-P8-1 DLTS法を用いたSiパワーデバイスのプロトン照射欠陥

の評価
〇清井 明 1, 湊 忠玄 1, 多留谷 政良 1 1.三菱電機

   15p-P8-2 Si単結晶中の点欠陥形成に与えるドーパントと平面応力
の複合効果に関する第一原理解析

〇小林 弘治 1, 山岡 俊太 1, 末岡 浩治 1 1.岡山県大情報工

   15p-P8-3 応力印加Ge単結晶中におけるドーパント近傍の点欠陥形
成に関する第一原理解析(2)

〇山岡 俊太 1, 小林 弘治 1, 末岡 浩治 2 1.岡山県大院情報系工, 2.岡山県大情報工

   15p-P8-4 Ge薄膜／Si基板構造におけるドーパントの安定性に与え
る背景電荷と平面応力の影響

〇稲垣 淳 1, 末岡 浩治 2 1.岡山県大院情報系工, 2.岡山県大情報工

   15p-P8-5 Si結晶中のB近傍における金属原子の安定性と拡散障壁
に関する第一原理計算

〇(M2)山田 惇弘 1, 末岡 浩治 2 1.岡山県大院情報系工, 2.岡山県大情報工
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15.7 結晶評価，不純物・結晶欠陥 / Crystal evaluation, impurities and crystal defects



  奨 15p-P8-6 SiSnC，GeSnC薄膜の表面近傍におけるCとSn原子の形
成エネルギーと熱平衡濃度の算出

〇只野 快 1, 末岡 浩治 2 1.岡山県大院, 2.岡山県大

  奨 15p-P8-7 箱庭法を用いた太陽電池用Ⅳ族混晶半導体の原子配置と
バンドギャップの評価

〇(M2)豊崎 兼人 1, 末岡 浩治 1 1.岡山県大

   15p-P8-8 太陽電池用Ⅳ族混晶半導体中の原子配置に関する第一原
理解析

〇(M1)小山 広貴 1, 末岡 浩治 1 1.岡山県大情報系工

   15p-P8-9 ZnOバルク単結晶へのガンマ線照射効果：低抵抗化の起
源

〇(B)田代 惇也 1, 取田 祐樹 1, 栗山 一男 1, 串田 一
雅 2, 徐 虬 3, 木野村 淳 3

1.法大理, 2.大教大, 3.京大原実所

   15p-P8-10 c 面 ZnO/a 面サファイア基盤界面における結晶構造評価 〇(M1C)落合 彩人 1, 蓮池 紀幸 1, 西尾 弘司 1, 一色 
俊之 1, 播磨 弘 1

1.京都工芸繊維大学

16 非晶質・微結晶 / Amorphous and Microcrystalline Materials
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス / Fundamental properties, evaluation, process and devices in disordered materials
3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P10会場

   15a-P10-1 水蒸気がシリカガラスの失透に及ぼす影響(Ⅱ) 〇堀井 直宏 1, 栗田 ももの 1, Aliah Bahardin1, 佐藤 直
哉 2, 葛生 伸 2, 堀越 秀春 3, 池田 昌弘 4, 安仁屋 勝 5, 青
山 義弘 1

1.福井高専, 2.福井大院工, 3.東ソーSGM, 4.大分高専, 
5.熊大院先端

   15a-P10-2 シリカガラス中のOH基拡散係数のOH基濃度依存性 〇(M2)佐藤 直哉 1, 荒川 優 1, 葛生 伸 1, 堀越 秀春 2, 
榊原 宏樹 1

1.福井大院工, 2.東ソー・エスジーエム

   15a-P10-3 各種シリカガラスのX線誘起光吸収帯特性変化 〇(M1)榊原 宏樹 1, 葛生 伸 1, 佐藤 直哉 1, 荒川 優 1, 
堀越 秀春 2

1.福大工, 2.東ソー・エスジーエム

   15a-P10-4 FLAでのpoly-Si形成におけるSiNx 反射防止膜および照
射方向の結晶構造への影響

〇(M2)園田 裕生 1, 大平 圭介 1 1.北陸先端大

   15a-P10-5 フラッシュランプアニールによるa-Si膜の結晶化におけ
る起点制御の検討

〇(M1)佐藤 大暉 1, 大平 圭介 1 1.北陸先端大

3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 213会場
 9:30 奨 16a-213-1 第一原理計算によるアモルファスシリコンの電子状態と

構造の解析
〇古川 頼誉 1, 松下 雄一郎 1, 押山 淳 1 1.東大工

 9:45  16a-213-2 IPES/PYSを用いた非晶質半導体の基礎吸収端特性の評
価

〇菅田 知宏 1, 清水 耕作 1 1.日大生産工

 10:00  16a-213-3 変調アドミタンス法を用いた結晶/非結晶シリコンヘテ
ロ接合の特性評価

〇岩崎 真宝 1, 酒井 作周 1, 清水 耕作 1 1.日大生産工

 10:15  16a-213-4 Se薄膜のサブギャップ光吸収スペクトル 〇後藤 民浩 1 1.群馬大学理工
 10:30  16a-213-5 放射光を用いたアモルファスGe-S系のX線回折測定ー

Ge組成変化による局所構造の変化
〇坂口 佳史 1, 花島 隆泰 1, 尾原 幸治 2, Mitkova 
Maria3

1.CROSS, 2.JASRI, 3.ボイジー州立大学

 10:45  16a-213-6  第一原理分子動力学法による超格子GeTe/Sb2Te3 におけ
るGeTe層の非晶質-結晶間の相変化過程の解析

〇(DC)白川 裕規 1, 3, 洗平 昌晃 1, 2, 3, 白石 賢二 1, 2 1.名大院工, 2.名大未来研, 3.JST-CREST

 11:00 招 16a-213-7 「16. 非晶質・微結晶　分科内招待講演」（30分）
赤外透過カルコゲン化物ガラスの新展開

〇角野 広平 1, 芦田 知世 1, 若杉 隆 1, 岡田 有史 1 1.京都工繊大

3/16(Thu.) 13:45 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) 213会場
 13:45  16p-213-1 Ru-La前駆体物質の変形機構 〇三原 純一 1, 廣瀬 大亮 1, 下田 達也 1 1.北陸先端大
 14:00  16p-213-2 SnO-SiO2 ガラスの低光弾性と構造 〇斎藤 全 1, 鈴木 啓太 1, 橋田 優人 1, 板谷 雅之 1, 武部 

博倫 1
1.愛媛大 理工

 14:15  16p-213-3 亜鉛ビスマスリン酸塩ガラスの構造と光学特性に対する
フッ素添加の効果

〇北村 直之 1, 山中 恵介 2, 家路 豊成 2, 太田 俊明 2, 福
味 幸平 1, 赤井 智子 1

1.産総研, 2.立命館大SRセンター

 14:30  16p-213-4 OH含有および酸素欠乏シリカガラス間のOH基拡散 〇(M1)荒川 優 1, 佐藤 直哉 1, 葛生 伸 1, 堀越 秀春 2, 
榊原 宏樹 1

1.福井大, 2.東ソー・エスジーエム

 14:45 奨 16p-213-5 テルライト系ガラスを用いた超高速一括波長変換素子の
研究
―２次非線形光学定数の経時変化―

〇(M1C)張 存宇 1, 青柳 武嗣 1, 山崎 赳 1, 三田地 成
幸 1

1.東京工科大学

 15:00 奨 16p-213-6 テルライト系ガラスを用いた超高速一括波長変換素子の
研究
―厚さ0.28mmでの二次非線形光学定数の評価―

〇(B)青柳 武嗣 1, 山﨑 赳 1, 張 存宇 1, 三田地 成幸 1 1.東京工科大学

 15:15 奨 16p-213-7 テルライト系ガラスを用いた超高速一括波長変換素子の
研究
―2点及び4点でポーリングを行なった際の二次非線形光
学定数の測定―

〇(B)山崎 赳 1, 青柳 武嗣 1, 三田地 成幸 1 1.東京工科大学

 15:30  休憩/Break
 15:45 奨 16p-213-8 Yb添加シリカガラスにおけるAl共添加効果 〇岡崎 朋也 1, 関谷 エジソン晴彦 1, 齋藤 和也 1 1.豊田工業大学
 16:00 E 16p-213-9 Photo induced absorption on Mg doped silica glasses 〇Edson Haruhico Sekiya1, Masafumi Iwata1, 

Tomoya Okazaki1, Kazuya Saito1
1.Toyota Tech. Inst.

 16:15  16p-213-10 Tb3+/Yb3+ 共添加ZrO2-SiO2 ナノ結晶化ガラスの発光減衰
曲線と量子切断特性

〇早川 知克 1, 磯谷 雅斗 1, デクレア ジョンロネ 2, 
トーマス フィリップ 2

1.名古屋工業大学, 2.リモージュ大学

 16:30  16p-213-11 結晶性SiO2 における酸素ダングリングボンドの発光 Skuja Linards1, 〇梶原 浩一 2, Grube Jurgis1, 細野 秀
雄 3

1.ラトビア大, 2.首都大, 3.東工大

 16:45  16p-213-12 乱層構造窒化ホウ素の残光発光特性 〇(M1)對馬 恵美 1, 内野 隆司 1 1.神戸大理
 17:00  16p-213-13 酸化亜鉛の誘導放出過程におけるサイズ効果 〇松崎 涼介 1, 安達 裕 2, 内野 隆司 1 1.神戸大理, 2.物材機構
 17:15  16p-213-14 ZnOシード層の形態によるZnOナノロッドの成長 〇張 栖岩 1, 本田 光裕 1, 市川 洋 1 1.名工大
16.2 エナジーハーベスティング / Energy Harvesting

3/17(Fri.) 9:00 - 10:15 口頭講演 (Oral Presentation) 514会場
 9:00  17a-514-1 SnO-P2O5 ガラスとSiとの反応焼結によるリチウムイオ

ン電池負極の作製
中屋 友宏 1, 〇本間 剛 1, 小松 高行 1 1.長岡技科大

 9:15 奨 17a-514-2 ふく射熱輸送特性と波長選択性の太陽熱光起電力発電シ
ステム効率への影響

〇小桧山 朝華 1, 清水 信 1, 湯上 浩雄 1 1.東北大院工

 9:30  17a-514-3 潜熱蓄熱材料を指向した二酸化バナジウム分散ガラス 村本 圭 1, 〇高橋 儀宏 1, 寺門 信明 1, 山崎 芳樹 2, 鈴木 
茂 2, 藤原 巧 1

1.東北大院工, 2.東北大多元研

 9:45  17a-514-4 低次元量子スピン系化合物における能動的熱流制御 〇寺門 信明 1, 高橋 良輔 1, 山崎 芳樹 2, 高橋 儀宏 1, 藤
原 巧 1

1.東北大院工, 2.東北大多元研

 10:00 奨 17a-514-5 完全表面結晶化ガラスの非線形光学特性 〇舟嶋 康祐 1, 山崎 芳樹 2, 寺門 信明 1, 高橋 儀宏 1, 藤
原 巧 1

1.東北大院工, 2.東北大多元研

CS.5 9.4熱電変換,16.2エナジーハーベスティングのコードシェアセッション / 9.4/16.2 Code-sharing session
3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P6会場

   16a-P6-1 二酸化バナジウム分散ガラスの作製条件が与える蓄熱特
性への影響

〇小松 成 1, 村本 圭 1, 寺門 信明 1, 高橋 儀宏 1, 藤原 
巧 1

1.東北大院工

   16a-P6-2 Nb系酸化物の熱電特性 〇掛本 博文 1, 渡邉 拓哉 2, 入江 寛 1, 2 1.山梨大学 クリーンエネルギー研究センター, 2.山梨大
学 大学院医学工学総合教育部
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CS.5 9.4熱電変換,16.2エナジーハーベスティングのコードシェアセッション / 9.4/16.2 Code-sharing session



   16a-P6-3 共晶体構造を有するSr(Ti,Nb)O3/(Ti,Nb)O2 の微細組織
と熱電特性

〇堀井 滋 1, 横田 有為 2, 吉川 彰 3, 荻野 拓 4, 土井 俊
哉 1

1.京大院エネ科, 2.東北大NICHe, 3.東北大金研, 4.産
総研

   16a-P6-4 遷移金属硫化物ZnCr2S4 の熱電物性とOpenMX & 
BoltzTraPによる電子輸送計算

〇(DC)宮田 全展 1, 尾崎 泰助 2, 豊田 丈紫 3, 小矢野 
幹夫 1

1.北陸先端大, 2.東大物性研, 3.石川県工業試験場

   16a-P6-5 Wanner 関数法を用いた熱電クラスレートに対する電子
状態の検討

〇赤井 光治 1, 岸本 堅剛 1, 小柳 剛 1, 山本 節夫 1 1.山口大

  奨 16a-P6-6 SiクラスレートにおけるAuを含む多元素置換と熱電特性 〇前島 理佐 1, 岡本 和也 1, 阿武 宏明 1 1.山陽小野田市立山口東理大工
  E 16a-P6-7 Enhancement of thermoelectric properties in amorphous 

Si1-xGex synthesized by mechanical alloying process
〇(PC)Omprakash Muthusamy1, Shunsuke 
Nishino1, Masahiro Adachi2, Tsunehiro Takeuchi1

1.Toyota Tech. Inst., 2.Sumitomo Elec. Ind.

   16a-P6-8 熱処理中その場 X線回折測定によるa-Si/Ge薄膜中ナノ
結晶の観察

〇足立 真寛 1, 豊島 遼 1, 徳田 一弥 1, 斎藤 吉広 1, 藤井 
俊輔 1, 木山 誠 1, 山本 喜之 1, 西野 俊佑 2, Omprakash 
Muthusamy2, 竹内 恒博 2

1.住友電工, 2.豊田工大

   16a-P6-9 Al誘起層交換によるSi1-xGex 熱電薄膜の低温合成 〇都甲 薫 1, 中田 充紀 1, 山本 淳 2, 末益 崇 1 1.筑波大学, 2.産総研
   16a-P6-10 カルコパイライト熱電材料の結晶構造と形成相の詳細解

析
〇(D)藤井 洋輔 1, 小菅 厚子 1 1.阪府大

   16a-P6-11 電解めっき法によるBi-Se系薄膜の作製と熱処理におけ
る熱電特性向上

〇山内 和樹 1, 佐伯 昌哉 1, 高尻 雅之 1 1.東海大学

   16a-P6-12 スパッタリング法によるスタック型熱電薄膜モジュール
の製作と評価

〇高山 健 1, 高尻 雅之 1 1.東海大院工

   16a-P6-13 高周波マグネトロンスパッタリング法によるビスマス・
テルル薄膜の構造と熱電特性に及ぼす金属中間層膜厚の
影響

〇佐々木 勇輔 1, 高尻 雅之 1 1.東海大院工

   16a-P6-14 ビスマスの格子変形がバンド構造および輸送特性に及ぼ
す影響

〇小峰 啓史 1, 青野 友祐 1, 村田 正行 2, 長谷川 靖洋 3 1.茨大工, 2.産総研, 3.埼玉大

  奨 16a-P6-15 Fe2VAl0.9Al0.1/Cu 傾斜積層熱電デバイスの設計および評
価

〇小平 直人 1, 生出 嘉 1, 林 慶 1, 宮﨑 讓 1 1.東北大院工

   16a-P6-16 Mn基フルホイスラー合金の熱電性能計算 〇林 慶 1, 宮﨑 讓 1 1.東北大院工
   16a-P6-17 グリセリン/PEDOT:PSS薄膜の電界下成膜による熱電特

性向上
〇相澤 健吾 1, 長南 安紀 1, 小宮山 崇夫 1, 山口 博之 1, 
青山 隆 1, 境 英一 1, 邱 建輝 1

1.秋田県大システム科学技術

   16a-P6-18 熱流制御に向けたスピン熱伝導性La5Ca9Cu24O41 膜の作
製と物性調査

〇町田 雄気 1, 寺門 信明 1, 高橋 良輔 1, 高橋 儀宏 1, 藤
原 巧 1

1.東北大院工

   16a-P6-19 一般化されたオームの法則に関する電気物性の同時測定 〇有坂 太一 1, 大塚 美緒子 1, 長谷川 靖洋 1 1.埼玉大工
   16a-P6-20 KFMを用いたフェルミエネルギーの温度依存性測定 〇(DC)鈴木 悠平 1, 岡 晃人 1, マニ ナヴァニーザン 1, 

渡辺 孝信 2, 池田 浩也 1
1.静大電研, 2.早大理工

  奨 E 16a-P6-21 Thermoelectric Properties of Cubic SnSe Phase from First 
Principles Calculation

〇(M1)Yi Huang1, Kei Hayashi1, Yuzuru Miyazaki1 1.Tohoku Univ.

  奨 16a-P6-22 二重封止式温度勾配法を用いたSnSe結晶の作製と熱電特
性評価

〇(B)寺社下 文也 1, 辻岡 祐介 2, 田橋 正浩 1, 高橋 
誠 1, 後藤 英雄 1, 土屋 雄司 2, 一野 祐亮 2, 吉田 隆 2

1.中部大工, 2.名大工

16.3 シリコン系太陽電池 / Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells
3/15(Wed.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P11会場

   15a-P11-1 低温形成スパッタSi膜を用いたSi太陽電池の素子化技術 〇小森 翔太 1, 塚本 貴広 1, 上迫 浩一 1, 須田 良幸 1 1.東京農工大院工
   15a-P11-2 B Cat-doping法によるa-Si／ITO界面の電気特性の変化 〇秋山 勝哉 1, 大平 圭介 1 1.北陸先端大
   15a-P11-3 霧化塗布法(CMD)によるPEDOT:PSS製膜と結晶Si系

太陽電池性能
〇黒木 宇紀 1, 竇 佳楽 1, 石川 龍馬 1, Hossain Jaker1, 
Islam A.T.M. Saiful1, 花尻 達郎 2, 中島 義賢 2, 藤井 康
彦 2, 徳田 正秀 2, 石川 良 1, 白井 肇 1

1.埼玉大理工, 2.東洋大ナノバイオ

   15a-P11-4 バーコーターによる導電性高分子PEDOT:PSS/c-Si接合
太陽電池の作製

〇原田 大輔 1, 笠原 浩司 1, 市川 浩気 1, 林 勉 2, 石川 
良 1, 白井 肇 1

1.埼玉大理工研, 2.KIS

   15a-P11-5 スピンコート法で作製したCuIのヘテロ接合型太陽電池
のホール選択層への検討

〇(P)後藤 和泰 1, 崔 敏 1, 高橋 勲 1, 黒川 康良 1, 宇佐
美 徳隆 1

1.名大院工

   15a-P11-6 平坦なp-n接合断面における局所仕事関数測定 〇(PC)山田 郁彦 1, 神岡 武文 1, 水野 皓登 1, 大下 祥
雄 1, 神谷 格 1

1.豊田工大

   15a-P11-7 非対称導波路結合フォトン・フォトキャリア直交型マル
チストライプ
半導体太陽電池用周期配列放物線鏡の作製

〇石橋 晃 1, 河西 剛 1, 近藤 憲治 1, 澤村 信雄 1 1.北大電子研

  E 15a-P11-8 Quick Formation of Sub-Micron Scale and Low 
Reflectivity Textured Structures for Crystalline-Silicon 
Solar Cells

〇(PC)Cong Thanh Nguyen1, Koichi Koyama1, 
Huynh Thi Cam Tu1, Shigeki Terashima1, Hideki 
Matsumura1

1.JAIST (Japan Advanced Institute of Science and 
Technology)

   15a-P11-9 太陽電池セルレベルのPID試験法における試験条件の確
立

〇山口 世力 1, 大平 圭介 1 1.北陸先端大

   15a-P11-10 Siピラミッド配列反射防止構造のレーザー顕微鏡による
評価

〇河瀬 光久 1, 福田 卓也 1, 伊藤 和男 1, 新井 拓也 1, 野
口 克也 1

1.群馬大院理工

   15a-P11-11 Cat-CVD SiNx膜による微細テクスチャー結晶 Si 表面の
パッシベーション

〇劉 静 1, 赤木 成明 2, 山本 裕三 2, 大平 圭介 1 1.北陸先端大, 2.攝津製油

   15a-P11-12 太陽電池応用に向けたガラス基板上への液相結晶化シリ
コン薄膜の形成と評価

〇海汐 寛史 1, 2, 松井 卓矢 1, 齋 均 1, 櫻井 岳暁 2, 松原 
浩司 1

1.産総研, 2.筑波大

   15a-P11-13 Cat-CVDによる極薄SiNx 膜の製膜 〇(M1)宋 昊 1, 大平 圭介 1 1.北陸先端大
   15a-P11-14 SiNx/Si構造の電気特性におけるファイヤースルー処理の

影響（II）
〇堀川 裕貴 1, 森 英喜 1, 新船 幸二 1, 佐藤 真一 1, 吉田 
晴彦 1

1.兵県大工

   15a-P11-15 LIAスパッタ法により成膜したAlOx 膜のXPS評価 (II) 〇松本 要朗 1, 森 英喜 1, 新船 幸二 1, 佐藤 真一 1, 吉田 
晴彦 1

1.兵県大工

3/15(Wed.) 13:30 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) 211会場
 13:30 奨 15p-211-1 SMART法を用いた太陽電池用擬似単結晶Siの不純物制

御
〇(M1)羽山 優介 1, 高橋 勲 1, 宇佐美 徳隆 1 1.名大院工

 13:45  15p-211-2 顕微メスバウア分光装置による多結晶Si太陽電池での鉄
不純物と結晶欠陥の観察

〇伊野 裕司 1, 副島 啓義 1, 早川 一生 1, 行平 憲一 1, 藤
田 浩享 1, 渡辺 富夫 1, 森口 幸一 2, 小粥 啓子 2, 原田 芳
仁 2, 吉田 豊 1

1.静岡理工科大, 2.アプコ

 14:00  15p-211-3 顕微メスバウア分光装置を用いた多結晶シリコン中の鉄
不純物観察

〇渡辺 富夫 1, ??田 豊 1, 伊野 裕司 1 1.静岡理工科大学

 14:15  15p-211-4 IT-DLTS法を用いたmc-Si中Ni関連準位の電界印加によ
る消滅機構の研究

〇宮部 佑太 1, 山下 善文 1, 西川 亘 1, 羽田 真毅 1, 林 靖
彦 1

1.岡山大院自然

 14:30 奨 15p-211-5 High Performance mc-Si中の軽元素分布 中島 佑実 1, 2, 〇中山 椋平 1, 2, 沓掛 健太朗 3, 小椋 厚
志 1, 小野 春彦 2, 1

1.明治大, 2.神奈川県産技セ, 3.東北大

 14:45  15p-211-6 TEMによる太陽電池用n型Cz-Si中の酸素析出挙動の評
価 －炭素濃度と成長条件の影響

〇小島 拓人 1, 木下 晃輔 1, 鈴木 涼太 1, 中村 京太郎 1, 
小椋 厚志 1, 大下 祥雄 2, 正田 勲 3, 橘 昇二 3

1.明大理工, 2.豊田工大, 3.株式会社トクヤマ

 15:00 奨 15p-211-7 赤外線トモグラフィーによる太陽電池用ｎ型Cz-Si中の
酸素析出挙動の評価 －炭素濃度と成長条件の影響

〇木下 晃輔 1, 小島 拓人 1, 鈴木 涼太 1, 小林 弘人 1, 大
下 祥雄 2, 正田 勲 3, 橘 昇二 3, 小椋 厚志 1

1.明治大理工, 2.豊田工大, 3.株式会社 トクヤマ
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16.3 シリコン系太陽電池 / Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells



 15:15  15p-211-8 溌液るつぼを用いて成長したPV 用n型CZシリコン結晶
の品質

〇福田 哲生 1, 堀岡 佑吉 2, 刈谷 宣政 3, 棚橋 克人 1, 白
澤 勝彦 1, 高遠 秀尚 1

1.産総研, 2.FTB研究所（株）, 3.エム・セテック（株）

 15:30  15p-211-9 ＰＶセル用薄型シリコンウエハ加工におけるダイヤモン
ド・ワイヤー品質の影響

〇福田 哲生 1, 鈴木 信隆 1, 小野 裕道 2, 三瓶 義之 2, 棚
橋 克人 1, 白澤 勝彦 1, 高遠 秀尚 1

1.産総研, 2.福島県ハイテクプラザ

 15:45  休憩/Break
 16:00  15p-211-10 N型結晶Si太陽電池セル用パッシベーション膜の開発(1) 〇屋敷 保聡 1, 西村 邦彦 1, 小林 裕美子 1, 綿引 達郎 1, 

森岡 孝之 1, 時岡 秀忠 1, 山向 幹雄 1
1.三菱電機 先端総研

 16:15  15p-211-11 N型結晶Si太陽電池セル用パッシベーション膜の開発(2) 〇西村 邦彦 1, 綿引 達郎 1, 屋敷 保聡 1, 森岡 孝之 1, 小
林 裕美子 1, 時岡 秀忠 1, 山向 幹雄 1

1.三菱電機

 16:30 E 15p-211-12 Recombination analysis of etch-back boron emitter for 
n-type bifacial solar cell

〇(PC)SIMAYI SHALAMUJIANG1, Yasuhiro Kida1, 
Katsuhiko Shirasawa1, Hidetaka Takato1

1.AIST

 16:45  15p-211-13 Al誘起成長法を用いたp型Si多結晶薄膜の太陽電池応用 〇増田 翔太 1, 後藤 和泰 1, 高橋 勲 1, 中村 京太郎 2, 大
下 祥雄 3, 宇佐美 徳隆 1

1.名大工, 2.明大工, 3.豊田工大

 17:00  15p-211-14 銅ペースト/多機能性界面層を用いたAl-BSF単結晶Si太
陽電池特性

〇齋藤 友大 1, ホアン・チ・ ハイ 1, 安藤 大輔 1, 須藤 
祐司 1, 小池 淳一 1, 福田 哲也 2, 栗本 祐司 2

1.東北大工, 2.（株）マテリアルコンセプト

 17:15  15p-211-15 走査型非線形誘電率顕微鏡を用いたリンイオン注入単結
晶Si太陽電池の活性化ドーパント分布の定量評価及び実
効拡散係数の推定

〇廣瀬 光太郎 1, 棚橋 克人 2, 高遠 秀尚 2, 長 康雄 1 1.東北大通研, 2.産総研

 17:30  15p-211-16 青色レーザーを用いたCu電極とSi太陽電池基板間のコ
ンタクト形成

〇雑賀 真晃 1, 安藤 大輔 1, 須藤 祐司 1, 小池 淳一 1, 坂
本 隼規 2, 諏訪 雅也 2, 東條 公資 2, 山蔭 康弘 2

1.東北大院工, 2.島津製作所

 17:45 E 15p-211-17 Improving the local Al-contacts for PERC cells: void 
formation suppression using Al paste consisting of Si 
content, and it impacts on cell performance

〇(PC)Supawan Joonwichien1, Katsuhiko 
Shirasawa1, Yasuhiro Kida1, Satoshi Utsunomiya1, 
Masaaki Moriya1, Hidetaka Takato1

1.AIST

 18:00  15p-211-18 量子効率マッピングを用いた裏面電極型Si太陽電池の評
価

〇立花 福久 1, 望月 敏光 1, 棚橋 克人 1, 白澤 勝彦 1, 高
遠 秀尚 1

1.産業技術総合研究所

3/16(Thu.) 9:45 - 11:15 口頭講演 (Oral Presentation) 211会場
 9:45 E 16a-211-1 Effect of Ba(OH)2 interlayer on PV performance of c-Si/

PEDOT:PSS (HOT) solar cells
〇Jaker Hossain1, Koji Kasahara1, Koki Ichikawa1, 
Daisuke Harada1, Qiming Liu1, Ryoma Ishikawa1, 
Tatsuro Hanajiri2, Yoshikata Nakajima2, Yasuhiko 
Fujii2, Masahide Tokuda2, Ryo Ishikawa1, Hajime 
Shirai1

1.Saitama Univ., 2.Toyo Univ.

 10:00  16a-211-2 塗布形成バックコンタクト構造PEDOT:PSS/c-Si接合太
陽電池

〇白井 肇 1, 劉 奇明 1, Jaker Hossain1, A.T.M. Saiful 
Islam1, 石川 良 1

1.埼玉大理工研

 10:15  16a-211-3 遷移金属酸化物/SiO2/結晶Siヘテロ接合コンタクト界面
における仕事関数(2)：RPD-ITO

〇(PC)神岡 武文 1, 林 豊 1, 山田 郁彦 1, 磯貝 勇樹 1, 
Lee Hyunju1, 中村 京太郎 2, 大下 祥雄 1

1.豊田工大, 2.明治大

 10:30  16a-211-4 ペロブスカイト/結晶Siタンデム太陽電池への応用に向
けたトンネル再結合層の作製と評価

〇金 珍雨 1, 竹井 雄太郎 2, 滝口 雄貴 2, 宮島 晋介 1 1.東工大工, 2.東工大院理工

 10:45  16a-211-5 横型Siナノウォール太陽電池の発電特性に関する検討 〇龍口 傑 1, 星井 拓也 1, 宗田 伊理也 1, 若林 整 1, 筒井 
一生 2, 岩井 洋 2, 角嶋 邦之 1

1.東工大工学院, 2.東工大科学技術創成研究院

 11:00  16a-211-6 太陽光励起レーザーと組み合わせるためのシリコン光電
変換素子（IV）

〇竹田 康彦 1, 伊藤 忠 1, 山田 登 1, 長谷川 和男 1, 水野 
真太郎 1, 市川 正 1, 飯塚 英男 1, 樋口 和夫 1, 伊藤 博 2, 
一木 輝久 2, 元廣 友美 2

1.豊田中研, 2.名大

3/16(Thu.) 13:15 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) 211会場
 13:15  16p-211-1 光照射による高効率結晶シリコン太陽電池モジュールの

出力変化
〇佐藤 梨都子 1, 崔 誠佑 1, 千葉 恭男 1, 石井 徹之 2, 増
田 淳 1

1.産総研, 2.電中研

 13:30  16p-211-2 近年に製造された結晶シリコン太陽電池モジュールの年
劣化率の評価

〇石井 徹之 1, 佐藤 梨都子 2, 崔 誠佑 2, 千葉 恭男 2, 増
田 淳 2

1.電中研, 2.産総研

 13:45  16p-211-3 降灰地域太陽電池モジュールの解析 〇千葉 恭男 1, 佐藤 梨都子 1, 平山 斉 2, 川畑 秋馬 2, 吉
村 幸雄 3, 増田 淳 1

1.産総研, 2.鹿児島大, 3.鹿児島県工技センター

 14:00  16p-211-4 吉野ヶ里メガソーラーにおける高速測定システムの構築 〇嘉数 誠 1, 原 重臣 1, 植松 卓巳 1 1.佐賀大院工
 14:15  16p-211-5 太陽電池モジュールの劣化に及ぼす紫外線を含む環境因

子の影響
〇青木 倫子 1, 辺田 祐志 1, 原 由希子 2, 増田 淳 2, 
Gambogi William J.3, Felder Thomas3, Trout T. John3

1.デュポン・スペシャルティ・プロダクツ株式会社, 2.産
総研, 3.E.I. DuPont

 14:30  16p-211-6 光照射がPVモジュールの湿熱劣化に与える影響 〇小林 祥之 1, 森田 秀幸 1, 森 健太郎 1, 増田 淳 2 1.東レ, 2.産総研
 14:45  16p-211-7 c-Si 太陽電池における表面電極腐食過程の解析 〇棚橋 紀悟 1, 坂本 憲彦 1, 柴田 肇 1, 増田 淳 1 1.産総研
 15:00  休憩/Break
 15:15  16p-211-8 pH感受性蛍光色素センサによる太陽電池モジュール内酢

酸の非破壊検出
〇梅田 倫弘 1, 長崎 秀昭 1, 板山 知広 1, 岩見 健太郎 1, 
山本 千津子 2, 原 由希子 2, 増田 淳 2

1.農工大院工, 2.産総研

 15:30  16p-211-9 錫薄膜の相対反射率変化による太陽電池モジュール内酢
酸検出(2)

板山 知広 1, 〇濱岡 遼 1, 長崎 秀昭 1, 岩見 健太郎 1, 山
本 千津子 2, 原 由希子 2, 増田 淳 2, 梅田 倫弘 1

1.農工大, 2.産総研

 15:45  16p-211-10 電圧誘起劣化回復試験により移動した太陽電池表面にお
けるNaおよびNa化合物の分布評価

〇水野 佳貴 1, 大橋 史隆 1, 吉田 弘樹 1, 小菅 寛也 1, 古
谷 大志 1, フレイタス ルーベン 1, 原 由希子 2, 増田 
淳 2, 野々村 修一 1

1.岐大工, 2.産総研

 16:00  16p-211-11 p型結晶シリコン太陽電池におけるPID回復現象とNaの
関係

〇城内 紗千子 1, 増田 淳 1 1.産総研

 16:15  16p-211-12 屋外曝露によるn型結晶Si太陽電池モジュールの高電圧
誘起劣化(PID)

〇秋冨 稔 1, 原 浩二郎 1, 増田 淳 1 1.産総研

 16:30  16p-211-13 n型c-Si太陽電池モジュールの長時間電圧誘起劣化試験 〇(M1)小松 豊 1, 山口 世力 1, 増田 淳 2, 大平 圭介 1 1.北陸先端大, 2.産総研
 16:45  休憩/Break
 17:00  16p-211-14 n型リアエミッター型結晶Si太陽電池モジュールのPID

試験による表面再結合活性化とその回復
〇西川 斉志 1, 山口 世力 1, 大平 圭介 1, 増田 淳 2 1.北陸先端大, 2.産総研

 17:15  16p-211-15 ヘテロ接合結晶シリコン太陽電池の電圧誘起劣化要因 山本 千津子 1, 山口 世力 2, 大平 圭介 2, 〇増田 淳 1 1.産総研, 2.北陸先端大
 17:30  16p-211-16 PIDが結晶Si太陽電池の高温高湿劣化に及ぼす影響 〇橘 泰至 1, 豊田 丈紫 1, 南川 俊治 1, 原 由希子 2, 増田 

淳 2
1.石川県工業試験場, 2.産業技術総合研究所

 17:45  16p-211-17 結晶シリコン太陽電池モジュールの高湿度下における光
照射PID試験

〇原 由希子 1, 増田 淳 1 1.産総研

 18:00  16p-211-18 電圧誘起劣化した太陽電池における劣化箇所の光学的特
定

〇吉田 弘樹 1, 志知 拓弥 1, ルーベン ジェロニモ・フ
レイタス 1, 原 由希子 2, 増田 淳 2, 野々村 修一 1

1.岐大工, 2.産総研

3/17(Fri.) 9:45 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 211会場
 9:45 奨 17a-211-1 KFMを用いた太陽電池における局所的内臓電位評価 〇(B)藤井 崇史 1, 龍岡 博亮 1, 稲吉 秀紀 1, 伊藤 貴

司 1, 野々村 修一 1
1.岐阜大工

 10:00 E 17a-211-2 Formation of nanocrystalline silicon thin-films through 
magnesiothermic reduction of quartz-substrates

〇Muhammad Monirul Islam1, Takeaki Sakurai1, 
Katsuhiro Akimoto1

1.Tsukuba Univ.

 10:15  17a-211-3 【注目講演】a-Si:H太陽電池の局在準位評価（１） -バルク・
界面欠陥の影響-

Bidiville Adrien1, 〇松井 卓矢 1, 齋 均 1, 松原 浩司 1 1.産総研

 10:30  17a-211-4 【注目講演】a-Si:H太陽電池の局在準位評価（２） -局在
準位生成のフェルミ準位依存性-

Bidiville Adrien1, 〇松井 卓矢 1, 齋 均 1, 松原 浩司 1 1.産総研
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16.3 シリコン系太陽電池 / Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells



 10:45  17a-211-5 【注目講演】a-Si:H太陽電池の局在準位評価（３） -太陽
電池のロス解析-

Bidiville Adrien1, 〇松井 卓矢 1, 齋 均 1, 松原 浩司 1 1.産総研

 11:00  17a-211-6 極薄ウェーハを用いたa-Si:H/c-Si ヘテロ接合太陽電池の
検討

〇齋 均 1, 海汐 寛史 1, 2, 布村 正太 1, 松井 卓矢 1, 河津 
知之 3, 高遠 秀尚 1, 松原 浩司 1

1.産総研, 2.筑波大, 3.コマツＮＴＣ（株）

 11:15  17a-211-7 ヘテロ接合シリコン太陽電池は集光型に適しているか？ 〇野毛 宏 1 1.福島大
 11:30  17a-211-8 点接触裏面電極型ヘテロ接合シリコン太陽電池の特性シ

ミュレーション
〇野毛 宏 1 1.福島大

3/17(Fri.) 13:30 - 16:45 口頭講演 (Oral Presentation) 211会場
 13:30  17p-211-1 室温放置によるSiNx/c-Si 界面特性の改善 〇(M2)宮浦 純一郎 1, 大平 圭介 1 1.北陸先端大
 13:45  17p-211-2 ITO製膜によるp-a-Si/i-a-Si膜のパッシベーション能力

低下の要因
〇小西 武雄 1, 大平 圭介 1 1.北陸先端大

 14:00  17p-211-3 非質量分離型イオン注入によるa-Si/c-Siヘテロ接合界面
のP,H分布

〇小山 晃一 1, 山口 昇 2, 田中 美和 2, 鈴木 英夫 2, 大平 
圭介 1, 松村 英樹 1

1.北陸先端大, 2.アルバック

 14:15 奨 17p-211-4 対向ターゲットスパッタ法によるi-a-Si:Hパッシベー
ション膜作製におけるRF電力の影響

〇白取 優大 1, ファリス アキラ 1, 中田 和吉 1, 宮島 晋
介 1

1.東工大工

 14:30  17p-211-5 PERC型太陽電池での硝酸酸化膜によるシリコン表面の
パッシベーション効果

〇(M2)山田 庸介 1, 松本 健俊 1, 小林 光 1 1.阪大産研

 14:45 奨 17p-211-6 リンケイ酸ガラスによるシリコンナノクリスタル層の表
面パッシベーションと結晶シリコン太陽電池の高効率化

〇(M2)鬼塚 裕也 1, 2, 今村 健太郎 1, 2, 小林 光 1, 2 1.阪大産研, 2.CREST-JST

 15:00  休憩/Break
 15:15  17p-211-7 レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡（LTEM）を用

いた結晶Si太陽電池モジュールの電圧誘起劣化評価Ⅱ
〇北村 藤和 1, 松尾 清隆 1, 水端 稔 1, 中西 英俊 1, 川山 
巌 2, 斗内 政吉 2, 白澤 勝彦 3, 望月 敏光 3, 高遠 秀尚 3

1.SCREEN, 2.阪大レーザー研, 3.産総研

 15:30  17p-211-8 レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡によるAlO/Si膜
の電界効果パッシベーションの評価

〇望月 敏光 1, 伊藤 明 2, 棚橋 克人 1, 中西 英俊 2, 川山 
巌 3, 斗内 政吉 3, 白澤 勝彦 1, 高遠 秀尚 1

1.産総研, 2.SCREEN, 3.阪大レーザー研

 15:45  17p-211-9 コロナ放電とレーザーテラヘルツエミッション顕微鏡を
併用したフラットバンド電圧の非接触測定

〇伊藤 明 1, 望月 敏光 3, 高瀬 恵宏 1, 中西 英俊 1, 棚橋 
克人 3, 川山 巌 2, 斗内 政吉 2, 白澤 勝彦 3, 高遠 秀尚 3

1.SCREEN, 2.阪大レーザー研, 3.産総研

 16:00  17p-211-10 熱ALDによるAlOx 層成膜時の酸化剤とパッシベーショ
ン性能の関係

市川 寛章 1, 高橋 勲 1, 〇宇佐美 徳隆 1, 白澤 勝彦 2, 高
遠 秀尚 2

1.名大院工, 2.産総研福島

 16:15 奨 17p-211-11 硬X線光電子分光法によるプラズマ処理を用いたSiNx
パッシベーション膜の評価

〇(M1)肥山 卓矢 1, 小島 拓人 1, 小椋 厚志 1 1.明治大学理工

 16:30  17p-211-12 超高周波インピーダンス解析による高漏れ性パッシベー
ション膜の評価

〇小島 拓人 1, 肥山 卓矢 1, 中村 京太郎 1, 小椋 厚志 1, 
大下 祥雄 2

1.明大理工, 2.豊田工大
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シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
3/14(Tue.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P4会場

   14p-P4-1 XANESによるSWNT生成時におけるPt触媒のその場観
察

〇熊倉 誠 1, 桐林 星光 1, 才田 隆広 1, 成塚 重弥 1, 丸山 
隆浩 1

1.名城大院理工

   14p-P4-2 高真空アルコールガスソース法によるRu触媒からの単層
カーボンナノチューブの低温成長

〇藤井 貴之 1, 桐林 星光 1, 小川 征悟 1, 才田 隆広 1, 成
塚 重弥 1, 丸山 隆浩 1

1.名城大院理工

   14p-P4-3 Al2O3 バッファ層を用いた高真空アルコールガスソース
法によるCo触媒からのSWNT成長

〇(B)岡田 拓也 1, 桐林 星光 1, 藤井 貴之 1, 丸山 隆
浩 1, 才田 隆広 1

1.名城大理工

  奨 14p-P4-4 In-situ CNTフォレスト成長に向けた金属酸化物担持層
のミストCVD形成

〇木下 聖也 1, 苅田 基志 2, 中野 貴之 2, 井上 翼 2, 三輪 
鉄春 3, 長岡 宏一 3

1.静大創造院, 2.静大院工, 3.JNC石油化学

   14p-P4-5 アルミニウム基板へのカーボンナノチューブの直接合成 〇大村 剛之 1, 米田 大祐 1, 吉村 雅満 1 1.豊田工大院工
   14p-P4-6 静電吸着法を用いたCNT用触媒ナノ粒子のインクジェッ

ト印刷
〇鎌田 悠司 1, 中村 基訓 1, 武藤 浩行 2, 杉本 敬祐 1, 篁 
耕司 1

1.旭川高専, 2.豊橋技科大

  奨 14p-P4-7 TiN下地層の結晶構造制御によるCNT高密度化成長 〇(B)大西 臣禎 1, 宮地 弘樹 1, 本郷 知紀 1, アダム パ
ンダー1, 八田 章光 1, 2, 古田 寛 1, 2

1.高知工科大学シス工, 2.高知工科大総研ナノテクC

   14p-P4-8 ホットワイヤーCVD法を用いたカーボンナノウォールの
大面積作製に関する検討

〇祖父江 弘志 1, 林 一成 1, 花田 駿亮 1, 山本 大貴 1, 伊
藤 貴司 1, 野々村 修一 1

1.岐阜大工

  奨 14p-P4-9 宇宙環境曝露したカーボンナノチューブ紡績糸の機械特
性及び構造評価

〇(PC)苅田 基志 1, 井上 翼 1, 渕田 安浩 2, 人見 尚 2, 
石川 洋二 2, 馬場 尚子 3

1.静大工, 2.大林組, 3.有人宇宙システム

   14p-P4-10 静的高圧高温下における中性子照射高配向熱分解黒鉛の
構造変化

〇(M1)久國 智彦 1, 鈴木 沙也加 1, 本多 信一 1, 新部 
正人 1, 寺澤 倫考 1, 肥後 祐司 2, 庭瀬 敬右 3, 泉 宏和 4, 
田口 英次 5, 岩田 忠夫 6

1.兵県大, 2.光度研, 3.兵教大, 4.兵工技センター, 5.阪
大, 6.日原研

   14p-P4-11 フェロセン内包単層カーボンナノチューブの作製とその
X線照射効果

〇本田 惇 1, 村上 俊也 1, 木曽田 賢治 2, 伊東 千尋 1 1.和大シス工, 2.和大教育

   14p-P4-12 気体放電により電極間に形成された架橋カーボンナノ
チューブフィラメントの電気抵抗のガス圧力依存性

〇水嶌 悠貴 1, 佐藤 英樹 1 1.三重大院工

   14p-P4-13 架橋単層カーボンナノチューブにおけるGバンドの偏光
依存性

〇(B)田中 湧一郎 1, 加藤 高士 1, 吉野 数基 1, 千足 昇
平 2, 本間 芳和 1

1.東理大理, 2.東大工

  奨 14p-P4-14 Fabrication and photoluminescence characterization of 
carbon nanotube dual-gate devices

〇笹部 明宏 1, 2, 宇田 拓史 1, 2, 吉田 匡廣 2, 石井 晃
博 1, 2, 加藤 雄一郎 2

1.東大院工, 2.理研

   14p-P4-15 単層カーボンナノチューブの蛍光における再吸収効果 〇(PC)魏 小均 1, 都築 真由美 1, 蓬田 陽平 2, 王 国偉 1, 
平野 篤 1, 藤井 俊治郎 1, 田中 丈士 1, 片浦 弘道 1

1.産総研ナノ材料, 2.首都大理工

   14p-P4-16 3ω法を用いたカーボンナノチューブ紡績糸の熱伝導率
測定

〇(M1)関本 祐紀 1, 伊藤 光洋 1, 小泉 拓也 1, 岡本 尚
文 1, 鄭 敏喆 1, 小島 広孝 1, 辨天 宏明 1, 中村 雅一 1

1.奈良先端大物質

   14p-P4-17 カーボンナノチューブ複合紙による「熱電発電紙」の発
電性能向上に関する検討

〇(M1)川田 一貴 1, 大矢 剛嗣 1 1.横国大院工

   14p-P4-18 電界誘起層形成法により分離した半導体ＣＮＴのＴＦＴ
特性におけるＣＮＴの長さ依存性評価

〇桑原 有紀 1, 3, 佐々木 扶紗子 3, 二瓶 史行 2, 斎藤 
毅 1, 3

1.産総研, 2.NEC, 3.TASC

  E 14p-P4-19 Syntheses of gels for high-efficiency metal/semiconductor 
separation of SWCNTs

〇(P)Guowei Wang1, Xiaojun Wei1, Atsushi Hirano1, 
Takeshi Tanaka1, Hiromichi Kataura1

1.AIST

   14p-P4-20 交流インピーダンスによるCNT分散液の電気特性評価 〇(PC)渡邉 敬之 1, 小橋 和文 1, 2, 森本 崇宏 1, 2, 俊也 
岡崎 1, 2

1.TASC, 2.産総研

   14p-P4-21 サブ2次元ナノカーボン系の折れ曲がり効果が及ぼす
エッジフォノンへの影響

〇大八木 晋 1, Islam Md. sherajul1, 南部 卓也 1, 橋本 
明弘 1

1.福井大院工

   14p-P4-22 大気圧プラズマによる欠陥導入HOPGの触媒活性の評価 〇(B)甲斐 鈴菜 1, 原 民夫 1, 原 正則 1, 吉村 雅満 1 1.豊田工大
   14p-P4-23 IrO2 担持グラフェン触媒上における酸素発生反応の電気

化学特性評価
〇原 正則 1, Rajashekar Badam1, De Silva Kanishka1, 
Huang Hsin-Hui1, 吉村 雅満 1

1.豊田工業大学

   14p-P4-24 促進酸化処理を用いたグラファイトの親水化 〇本多 隆之 1, 竹内 希 1 1.東工大
   14p-P4-25 グラフェンフレークの酸素還元活性を援用した水中での

Ge表面エッチング
中出 和希 1, 〇平野 智暉 2, 李 韶賢 2, 川合 健太郎 1, 森
田 瑞穂 1, 有馬 健太 1

1.阪大院工, 2.阪大工

   14p-P4-26 SiC表面分解によるグラフェン成長のAr流量による制御 〇寺澤 知潮 1, 乗松 航 2, 楠 美智子 1 1.名大未来研, 2.名大工
   14p-P4-27 Ni担持Wメッシュを用いたペンタセンの分解 〇部家 彰 1, 山崎 良 2, 松尾 直人 1 1.兵庫県立大工, 2.トーカロ
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   14p-P4-28 Wキャップ層を用いた直接析出法における低温でのグラ
フェン核形成に関する検討

〇山田 純平 1, 上田 悠貴 1, 山本 大地 1, 藤原 亨介 1, 丸
山 隆浩 1, 成塚 重弥 1

1.名城大理工

   14p-P4-29 Au/Ni触媒を用いた良好な均一性を有する多層グラフェ
ンのCVD成長

〇上田 悠貴 1, 山田 純平 1, 藤原 亨介 1, 山本 大地 1, 丸
山 隆浩 1, 成塚 重弥 1

1.名城大理工

   14p-P4-30 プラズマCVD によるグラフェン成長過程のその場偏光
解析測定と解析

〇林 康明 1, 石徹白 智 1, 山田 隼也 1, 河村 侑馬 1 1.京都工繊大工芸科学

   14p-P4-31 二軸電界印加法を用いた酸化グラフェン(rGO)/Siヘテロ
接合の形成

〇伊藤 優征 1, 小宮山 崇夫 1, 長南 安紀 1, 山口 博之 1, 
青山 隆 1

1.秋田県大システム科学技術

   14p-P4-32 多結晶ニッケル上の多層グラフェンのその場光学顕微鏡
観察 II

〇加藤 幹大 1, 趙 新為 1 1.東理大理

   14p-P4-33 マスクレスフォトリソグラフィ装置の開発とCu/グラ
フェン微細素子における空間分解電子状態解析

〇丸山 航平 1, 光畑 遼一 1, 高橋 良暢 1, 今野 隼 1, 永村 
直佳 2, 尾嶋 正治 3, 小嗣 真人 1

1.東理大基礎工, 2.物質・材料研究機構, 3.東京大学

   14p-P4-34 厚さ低減=還元? 酸化グラフェンの構造に関する新たな
知見

〇(DC)屠 宇迪 1, 宇都宮 徹 1, 一井 崇 1, 杉村 博之 1 1.京大院工

   14p-P4-35 グラフェンナノリボンのTERSマッピング 〇小川 晃平 1, 鈴木 利明 2, 上村 奨平 1, 堂島 大地 1, 金
子 忠昭 1, 尾崎 幸洋 1, 日比野 浩樹 1

1.関西学院大学理工, 2.ユニソク

   14p-P4-36 CNTをマスクとしたグラフェンのナノリボン化 〇寺田 佳史 1, 米田 大祐 1, 鈴木 誠也 1, 吉村 雅満 1 1.豊田工大
  E 14p-P4-37 Reliable transfer of large-area single crystal CVD 

graphene for field effect transistor
〇YenChang Liao1, Seiya Suzuki1, Masamichi 
Yoshimura1

1.Toyota Tech. Inst.

   14p-P4-38 貼り合わせ法によるCu/グラフェン/ZnOショットキー
障壁に関する検討

〇林 大智 1, 小宮山 崇夫 1, 長南 安紀 1, 山口 博之 1, 青
山 隆 1

1.秋田県大システム科学技術

   14p-P4-39 薄層液膜を介したVUV光照射による酸化グラフェンの還
元

〇米田 真 1, 曽我 正寛 1, 屠 宇迪 1, 宇都宮 徹 1, 一井 
崇 1, 杉村 博之 1

1.京大院工

   14p-P4-40 高アスペクト比を持つサスペンデッドグラフェンナノリ
ボンの自発的ローリング

〇神崎 晃悠 1, シュミット マレク 1, ムルガナタン マ
ノハラン 1, 水田 博 1

1.北陸先端大

   14p-P4-41 光照射による窒素ドープグラフェンの作製と電気特性評
価

〇宇都宮 徹 1, 曽我 正寛 1, 屠 宇迪 1, 一井 崇 1, 杉村 博
之 1

1.京大院工

   14p-P4-42 RF誘導加熱による孔径及び孔密度制御されたポーラスエ
ピタキシャルグラフェン形成

〇今井 宏友 1, 石丸 大樹 1, 橋本 明弘 1 1.福井大院工

   14p-P4-43 金属ナノ粒子を触媒とした熱CVD法による湾曲グラフェ
ンの作製

〇高嶋 明人 1, 大堤 一輝 1, 西尾 泉 1 1.青山学院大理工

  奨 14p-P4-44 ドーピング制御によるp-n接合グラフェン光検出器の高
感度化

〇嶋谷 政彰 1, 小川 新平 1, 藤澤 大介 1, 奥田 聡志 1, 2, 
金井 康 2, 小野 尭生 2, 松本 和彦 2

1.三菱電機株式会社, 2.阪大産研

  奨 14p-P4-45 ランダム積層CVDグラフェンの電気・磁気的特性 〇植村 孝平 1, 生田 昂 2, 小野 尭夫 2, 金井 康 2, 井上 恒
一 2, 松本 和彦 2, 日原 岳彦 3, 前橋 兼三 1

1.農工大, 2.阪大産研, 3.名工大

   14p-P4-46 溶液ゲート型グラフェン電界効果トランジスタ特性のド
リフト評価

〇牛場 翔太 1, 小野 尭生 2, 金井 康 2, 木村 雅彦 1, 松本 
和彦 2

1.村田製作所, 2.阪大産研

  奨 14p-P4-47 単層グラフェン電極を有する単分子デバイスの作製 〇福原 大介 1, 山口 真理子 2, 生田 昂 3, 山田 亮 2, 多田 
博一 2, 松本 和彦 3, 前橋 兼三 1

1.農工大, 2.阪大院基礎工, 3.阪大産研

   14p-P4-48 Niパターン凝集を用いて作製したサファイヤ基板上への
グラフェン膜の作製

〇(M2)有馬 幸記 1, 三好 実人 1, 久保 俊晴 1, 江川 孝
志 1

1.名工大

   14p-P4-49 二次元原子膜を用いた光検出器に関する理論解析 〇土井 信行 1, 福富 惇一朗 1, 笹岡 健二 1, 小川 真人 1, 
相馬 聡文 1

1.神戸大工

   14p-P4-50 テルビウム錯体を吸着させたグラフェンの発光性評価 〇濱上 誠司 1, 原 佑輔 1, 吉原 洸志 1, 近藤 一希 1, 尾形 
周平 1, 石井 あゆみ 1, 長谷川 美貴 1, 黄 晋二 1

1.青学大理工

   14p-P4-51 グラフェンFETを用いたバイオセンサーのチャネルサイ
ズの最適化

〇(B)坂口 慶介 1, 金井 康 1, 小野 尭生 1, 井上 恒一 1, 
松本 和彦 1

1.阪大産研

   14p-P4-52 デュアルゲートグラフェンチャネルトランジスタ内ラテ
ラルp-i-n接合の線形電流電圧特性

〇菅原 健太 1, Yadav Deepika1, Tobah Youssef2, 満塩 
純希 1, 吹留 博一 1, 末光 眞希 1, 尾辻 泰一 1

1.東北大工, 2.テキサス大工

  E 14p-P4-53 Graphene-modified working electrode for dye sensitized 
solar cells

〇Kanishka DeSilva1, Seiya Suzuki1, Hsin-Hui 
Huang1, G.R.A Kumara2, Masamichi Yoshimura1

1.Toyota Tech. Inst., 2.Univ. of Peradeniya

   14p-P4-54 トップゲート型グラフェンNEMS素子の作製と評価 〇(M2)瀬戸 文博 1, ムルガナタン マノハラン 1, ワン 
ウェンゼン 1, シュミット マレク 1, 水田 博 1

1.北陸先端大

   14p-P4-55 グラフェン上に吸着したCO2 分子が及ぼす電荷移動と
クーロン散乱による電流変化への影響

〇加藤 大貴 1, ムルガナタン マノハラン 1, 水田 博 1 1.北陸先端大

  E 14p-P4-56 Graphene Oxide Based Membranes for Ionic and 
Molecular Sieving

〇HsinHui Huang1, Rakesh Joshi2, Kanishka De 
Silva1, Rajashekar Badam1, Masamichi Yoshimura1

1.Toyota Tech. Inst. for Toyota Technological Institute, 
2.Univ. of New South Wales for University of New South 
Wales

   14p-P4-57 グラフェン埋め込みスロット導波路の作製及び特性評価
の検討

〇大野 翔太郎 1, 櫻井 匠 1, 桑江 博之 1, 水野 潤 2, 松島 
裕一 3, 石川 浩 1, 宇高 勝之 1

1.早稲田大学 理工, 2.ナノ理工学研究機構, 3.GCS 機構

   14p-P4-58 貼り合わせ法によるグラフェン/GaAsの太陽電池特性 〇清水 元揮 1, 小宮山 崇夫 1, 長南 安紀 1, 山口 博之 1, 
青山 隆 1

1.秋田県大システム科学技術

  E 14p-P4-59 Effect of surface roughness on damage generation of 
roll-transferred graphene

〇Bongkyun Jang1, Jae-Hyun Kim1, Kwang-Seop 
Kim1, Hak-Joo Lee1, Byung-Ik Choi1

1.KIMM

   14p-P4-60 MoS2 クラスター成長過程の第一原理計算による研究 〇岡田 克也 1, 影島 博之 1 1.島根大院総合理工
   14p-P4-61 c 面サファイア基板上ReS2 薄膜のエピタキシャル成長 〇浦上 法之 1, 2, 奥田 哲也 1, 橋本 佳男 1, 2 1.信大工, 2.信大カーボン研
   14p-P4-62 太陽電池応用を目指した多層WS2/MoS2 ヘテロ積層膜の

合成
〇椎葉 俊明 1, スクマ アジ アザ 1, 吾郷 浩樹 1, 2, 3 1.九大院総理工, 2.九大GIC, 3.JSTさきがけ

   14p-P4-63 Ag(111)表面上でのSi成長と超高真空ラマン分光法によ
る評価

小川 晃平 1, 鈴木 利明 2, 上村 奨平 1, 堂島 大地 1, 中辻 
寛 3, 平山 博之 3, 金子 忠昭 1, 尾崎 幸洋 1, 〇日比野 浩
樹 1, 4

1.関学大理工, 2.ユニソク, 3.東工大院, 4.NTT物性基
礎研

  奨 14p-P4-64 超臨界流体反応場で合成されたMoS2(1-x)Se2x の構造評価
と水素発生触媒活性

〇(DC)中安 祐太 1, 安井 容二 1, 谷木 良輔 1, 笘居 高
明 1, 本間 格 1

1.東北大多元研

   14p-P4-65 MoS2 スパッタ膜のラマンイメージング評価 〇蓮池 紀幸 1, 鴨井 督 2, 関 健太 1, 内藤 祐斗 1, 木曽田 
賢治 3

1.京工繊大工, 2.京都府中小企業技術センター, 3.和大
教育

   14p-P4-66 拡散・析出法によるh-BN成長のその場光電子顕微鏡観
察

門脇 良 1, 丸田 茜 1, 虻川 匡司 1, 〇鈴木 哲 2 1.東北大多元研, 2.NTT物性科学基礎研

   14p-P4-67 電界効果近接場による単層MoS2 薄膜の局所キャリア注
入と構造制御

〇野崎 純司 1, 福村 武蔵 1, 青木 孝晶 1, 真庭 豊 1, 蓬田 
陽平 1, 柳 和宏 1

1.首都大理工

   14p-P4-68 TFSI処理による単層MoS2 光学特性への影響 〇梶野 祐人 1, 小山 星児 1, 音 賢一 1, 山田 泰裕 1 1.千葉大院理
   14p-P4-69 外部誘電率を利用した単層MoS2 の光学特性制御 〇小山 星児 1, 梶野 祐人 1, 荒居 誠也 1, 山田 泰裕 1 1.千葉大院理
   14p-P4-70 ラマン分光法によるMoS2 原子層薄膜の酸化過程 〇南野 達哉 1, 木曽田 賢治 1, 伊東 千尋 2, 鴨井 督 3, 蓮

池 紀幸 4
1.和歌山大教育, 2.和歌山大システム工, 3.京都府中小
企業技術センター, 4.京都工繊大工芸

   14p-P4-71 電子線リソグラフィによる単層MoS2 への歪み導入 〇(D)松永 正広 1, 樋口 絢香 1, He Guanchen2, 山田 
哲史 1, Krüger Peter1, 落合 勇一 1, Bird Jonathan P.2, 
青木 伸之 1

1.千葉大院融合, 2.バッファロー大
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  奨 14p-P4-72 酸化黒鉛電極が二次電池用電荷担体にCa2+ を用いた際の
SEI生成反応に及ぼす影響

〇中谷 直樹 1, 中川 清晴 1, 2 1.関西大学, 2.HRC

  奨 14p-P4-73 マリモナノカーボンの直接メタノール燃料電池電極触媒
への応用

〇(B)齊藤 康祐 1 1.関西大学

   14p-P4-74 希薄溶液中での電気二重層形成に対するマリモナノカー
ボン電極の細孔構造の影響

〇穐田 貴士 1, 中川 清晴 1 1.関西大環境都市工

   14p-P4-75 二硫化タングステンFET動作特性の温度依存性 〇(M2)河合 信哉 1, 上野 啓司 1 1.埼玉大院理工
   14p-P4-76 PMMAバッファー層を有する層状13族カルコゲナイド

単結晶FETの作製
〇(M2)田村 透 1, 上野 啓司 1 1.埼玉大院理工

   14p-P4-77 自己組織化単分子膜を用いたadhesion lithographyによる
MoS2 FETの作製

〇川那子 高暢 1, 居駒 遼 1, Du Wanjing1, 小田 俊理 1 1.東工大量子ナノ研

   14p-P4-78 強誘電体VDF/TrFEを用いたトップゲート型MoS2-FET
構造の作製(2)

渡辺 貞宗 1, 清水 勝基 1, 中嶋 宇史 2, 〇川江 健 1 1.金沢大理工, 2.東京理科大

17.1 カーボンナノチューブ，他のナノカーボン材料 / Carbon nanotubes & other nanocarbon materials
3/15(Wed.) 13:45 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) F203会場
 13:45 招 15p-F203-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

単層カーボンナノチューブ内包水の相転移
〇加藤 高士 1, 吉野 数基 1, 齋藤 裕太 1, 千足 昇平 2, 本
間 芳和 1

1.東理大理, 2.東大工

 14:00 E 15p-F203-2 Optical bistability in carbon nanotubes 〇(DC)Takushi Uda1, 2, Akihiro Ishii1, 2, Yuichiro K. 
Kato1

1.RIKEN, 2.U-Tokyo

 14:15 E 15p-F203-3 Gate-voltage induced trions in suspended carbon 
nanotubes

〇Masahiro Yoshida1, Alexander Popert2, Yuichiro K. 
Kato1

1.RIKEN, 2.Univ. of Tokyo

 14:30  15p-F203-4 カーボンナノチューブ凝集膜の光学特性 〇林田 寿徳 1, 松川 望 1, 能澤 克弥 1, 原田 充 1 1.パナソニック株式会社
 14:45  15p-F203-5 単層カーボンナノチューブ中のキャリア移動度 〇清水 誠 1, 齋藤 健吾 1, 関 修平 2 1.富士フイルム, 2.京大院工
 15:00  15p-F203-6 カーボンナノブラシの作製条件の最適化 〇弓削 亮太 1, 二瓶 史行 1, 當山 清彦 1, 湯田坂 雅子 2 1.NEC, 2.AIST
 15:15  15p-F203-7 カーボンナノチューブのVLS・VSS成長機構における成

長核中炭素挙動の同位体ラベリング解析
〇大畑 惇貴 1, 有福 達治 2, 清柳 典子 2, 小林 慶裕 1 1.阪大院工, 2.日本化薬(株)

 15:30 奨 15p-F203-8 通電加熱によるCNT紡績糸の高強度化 〇村山 拓哉 1, 佐藤 匡 1, 森 典生 2, 飴矢 尚文 2, 飯島 
徹 3, 林 拓磨 3, 林 靖彦 3, 葛巻 徹 1, 2

1.東海大院, 2.東海大, 3.岡山大院

 15:45 奨 15p-F203-9 その場電子顕微鏡法によるカーボン／金の接触破断過程
の観察

〇手面 学 1, 木塚 徳志 1 1.筑波大

 16:00 奨 15p-F203-10 低圧コールドスプレー法により作製したCu-CNT複合材
料膜の摩擦特性

〇(M1)阿多 誠久 1, 大竹 尚登 1, 赤坂 大樹 1 1.東京工大工

 16:15  休憩/Break
 16:30  15p-F203-11 カーボンナノチューブ複合紙による"紙アンテナ"の開発 〇池添 雄貴 1, 大矢 剛嗣 1 1.横国大理工
 16:45  15p-F203-12 カーボンナノチューブ複合紙による色素増感型太陽電池

のグリッド電極導入による変換効率向上
〇(M1)尾形 勇耶 1, 大矢 剛嗣 1 1.横国大院工

 17:00  15p-F203-13 カーボンナノチューブ複合糸による糸トランジスタの性
能向上のための新構造検討

〇(B)北村 隼人 1, 大矢 剛嗣 1 1.横国大理工

 17:15  15p-F203-14 高結晶化カーボンナノチューブを用いた省電力平面発光
デバイス

〇下位 法弘 1, 阿部 大介 2, 田路 和幸 1 1.東北大環境, 2.DOWAホールディングス

 17:30  15p-F203-15 カーボンナノチューブ薄膜トランジスタのモデル化と回
路シミュレーション

〇(M1)松浦 智紀 1, 鹿嶋 大雅 1, 廣谷 潤 1, 岸本 茂 1, 
大野 雄高 1, 2

1.名大工, 2.名大未来研

 17:45  15p-F203-16 ロックイン発熱解析法を用いた導電性複合材料の内部構
造評価

〇森本 崇宏 1, 2, 阿多 誠介 1, 2, 山田 健郎 1, 2, 岡崎 俊
也 1, 2

1.産総研, 2.TASC

 18:00  15p-F203-17 カーボンナノチューブ紡績糸を用いた軽量・高応答人工
筋肉の研究開発

〇井上 寛隆 1, 中條 大樹 1, 林 拓磨 1, 飯島 徹 1, 西川 
亘 1, 羽田 真毅 1, 2, 山下 善文 1, 林 靖彦 1

1.岡大院自然, 2.JST-さきがけ

 18:15  15p-F203-18 カーボンナノチューブ複合紙による人工物メトリクスの
認証精度向上

〇(B)橘 孝祐 1, 大矢 剛嗣 1 1.横国大理工

17.2 グラフェン / Graphene
3/15(Wed.) 9:30 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) B6会場

 9:30  15a-B6-1 アルミナ保護膜を用いたグラフェンデバイス作製 〇(M1)岡崎 凌 1, 谷奥 正巳 1, 生田 昂 1, 金井 康 1, 小
野 尭生 1, 井上 恒一 1, 松本 和彦 1

1.阪大産研

 9:45  15a-B6-2 単一狭窄構造グラフェンナノリボンにおける単キャリア
トランジスター操作の研究

〇(M2)WANG Zhongwang1, 岩崎 拓哉 1, ムルガナ
タン マノハラン 1, 水田 博 1

1.北陸先端大

 10:00  15a-B6-3 三層グラフェンのヒステリシス現象 〇(DC)岩崎 拓哉 1, ムルガナタン マノハラン 1, 水田 
博 1

1.北陸先端大

 10:15  15a-B6-4 二層グラフェンへの電極接触抵抗の起源 〇野内 亮 1 1.大阪府立大N2RC
 10:30  15a-B6-5 ドレインコンダクタンス低減を企図したDual-gate エピ・

グラフェンFETのオペランド顕微光電子分光を用いた動
作機構解明（I）

齋藤 和馬 1, 岡田 政也 2, 三橋 史典 2, 舘野 泰範 2, 河内 
剛志 2, 永村 直佳 3, 今野 隼 4, 高橋 良暢 4, 小嗣 真人 4, 
堀場 弘司 5, 末光 眞希 1, 尾嶋 正治 6, 〇吹留 博一 1

1.東北大通研, 2.住友電気工業, 3.物質・材料研究機構, 
4.東理大, 5.高エネ研, 6.東大

 10:45 奨 15a-B6-6 SiC上グラフェンの水吸着によるキャリア密度変化 〇北岡 誠 1, 永濱 拓也 1, 中村 晃大 1, 有月 琢哉 1, 高嶋 
和也 1, 大野 恭秀 1, 永瀬 雅夫 1

1.徳島大院

 11:00 奨 15a-B6-7 分子修飾機能化によるSiC上グラフェンの非特異吸着の
抑制

〇谷口 嘉昭 1, 三木 翼 1, 光野 琢仁 1, 大野 恭秀 1, 永瀬 
雅夫 1, 南川 慶二 1, 安澤 幹人 1

1.徳島大院

 11:15  15a-B6-8 Pd修飾グラフェンセンサの水素感度のPdサイズ依存性 〇後藤 瑛人 1, 山口 公平 1, 下川 慶久 1, 山知 亮介 1, 竹
内 豪 1, 田中 貴久 1, 高橋 綱己 1, 2, 内田 建 1

1.慶應大理工, 2.九州大先導研

 11:30 奨 15a-B6-9 ヒト感染性の即時鑑別のための糖鎖機能化グラフェンを
用いたインフルエンザウイルスの検出

〇川田 拓哉 1, 小野 尭生 1, 金井 康 1, 大野 恭秀 1, 2, 前
橋 兼三 1, 3, 井上 恒一 1, 渡邊 洋平 4, 河原 敏男 5, 鈴木 
康夫 5, 中北 愼一 6, 松本 和彦 1

1.阪大産研, 2.徳島大, 3.東京農工大, 4.京都府立医大, 
5.中部大, 6.香川大

 11:45  15a-B6-10 Ptナノドット修飾グラフェンセンサによるガスの選択的
検知

〇下川 慶久 1, 後藤 瑛人 1, 山知 亮介 1, 横山 誉宗 1, 斎
藤 雄太 1, 田中 貴久 1, 高橋 綱己 1, 2, 内田 建 1

1.慶應大理工, 2.九州大先導研

 12:00  15a-B6-11 【注目講演】グラフェンゲートトランジスタによる高感度
ガスセンシング

〇佐藤 信太郎 1, 原田 直樹 1, 林 賢二郎 1, 片岡 真紗
子 1, 山口 淳一 1, 大伴 真名歩 1, 大淵 真理 1, 曽我 育
生 1, 近藤 大雄 1, 岩井 大介 1

1.富士通研

3/15(Wed.) 13:45 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) B6会場
 13:45 招 15p-B6-1 「17. ナノカーボン　分科内招待講演」（30分）

超電導グラフェン:作製と電子構造
〇高橋 隆 1 1.東北大学 WPI-AIMR

 14:15 奨 15p-B6-2 歪みを印加したグラフェンの熱伝導率測定 〇(M1)今北 悠貴 1, 安野 裕貴 1, 井上 太一 1, 川田 博
昭 1, 竹井 邦晴 1, 秋田 成司 1, 有江 隆之 1

1.大阪府立大工

 14:30 奨 15p-B6-3 ナノ電気化学セル顕微鏡によるグラフェン/グラファイ
ト構造における電気化学活性の局所電気化学測定と可視
化

〇(M1)三浦 千穂 1, 熊谷 明哉 1, 岡田 健 2, 寒川 誠
二 2, 5, 珠玖 仁 1, 高橋 康史 3, 4, 末永 智一 1, 5

1.東北大, 2.東北大流体研, 3.金沢大, 4.JSTさきがけ, 
5.東北大AIMR

 14:45 奨 15p-B6-4 バイオ燃料電池応用に向けた酵素/グラフェン電極の電
気化学特性評価

〇(M2)中川 典駿 1, 高田 了太 1, 籾山 佳貴 1, 平野 正
浩 1, 梁井 皓平 1, 黄 晋二 1

1.青学大理工

 15:00 奨 15p-B6-5 層間相互作用が多層グラフェンの電子輸送特性に及ぼす
影響

〇(M1)橋本 風渡 1, 森 伸也 1 1.阪大工
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 15:15 奨 15p-B6-6 光定在波によるグラフェンドラム機械共振の非線形制御 〇(M1)井上 太一 1, 安野 裕貴 1, 今北 悠貴 1, 竹井 邦
晴 1, 有江 隆之 1, 秋田 成司 1

1.阪府大工

 15:30  15p-B6-7 減圧ドライ転写技術により製作した大面積グラフェン共
振器

〇石田 隼斗 1, 岩田 達哉 1, 澤田 和明 1, 高橋 一浩 1 1.豊橋技大工

 15:45 奨 15p-B6-8 グラフェン多重量子ドット 〇金井 康 1, アルモクタール モハメド 2, 小野 尭生 1, 
大野 恭秀 1, 3, 前橋 兼三 1, 4, 井上 恒一 1, 松本 和彦 1

1.阪大産研, 2.アシュート大学, 3.徳島大, 4.東京農工大

 16:00  休憩/Break
 16:15 E 15p-B6-9 Study of plant leaf-derived graphene quantum dots 

through magnetic force microscopy
〇Chiashain Chuang1, Masahiro Matsunaga1, 
Prathik Roy2, Rini Ravindranath3, Huan-Tsung 
Chang3, Chi-Te Liang3, Nobuyuki Aoki1

1.Chiba Univ., 2.Univ. of Canterbury, 3.National Taiwan 
Univ.

 16:30 E 15p-B6-10 An in-situ Annealing Study of Interlayer Conduction in 
Twisted Bilayer Graphene

〇(D)Jothiramalingam Kulothungan1, Manoharan 
Muruganathan1, Marek E. Schmidt1, Hiroshi Mizuta1

1.JAIST

 16:45  15p-B6-11 テラヘルツ時間領域分光法によるグラフェン光学伝導度
の温度・基板依存性

〇川山 巌 1, 亀尾 尚平 1, 川野 慎也 1, Bagsican Filchito 
Renee1, 村上 博成 1, 河野 淳一郎 1, 2, Vajtai Robert2, 
Ajayan Pulickel2, 斗内 政吉 1

1.阪大レーザー研, 2.ライス大

 17:00  15p-B6-12 ユウロピウムを含む両親媒性錯体を吸着させた発光性グ
ラフェンの評価

〇原 佑輔 1, 吉原 洸志 1, 近藤 一希 1, 石井 あゆみ 1, 長
谷川 美貴 1, 黄 晋二 1

1.青山学院大学

 17:15  15p-B6-13 単層カーボンナノチューブアンジップ法による
グラフェンナノリボンの作製と電気的特性評価

〇藤原 泰造 1, 田中 啓文 1 1.九工大生命体

 17:30  15p-B6-14 電気2重層を用いたナノ多孔質グラフェンのキャリア制
御

〇田邉 洋一 1, 伊藤 良一 2, 3, 菅原 克明 2, 北條 大介 2, 
越野 幹人 4, 藤田 武志 2, 相田 努 5, Xu Xiandong2, 
Huynh Khuong2, 下谷 秀和 1, 阿尻 雅文 2, 高橋 隆 1, 2, 
谷垣 勝巳 1, 2, 青木 秀夫 6, 7, Chen Mingwei2

1.東北大理, 2.東北大WPI, 3.筑波大数理物質, 4.阪大
理, 5.東北大Niche, 6.東大理, 7.産総研

 17:45  15p-B6-15 2層グラフェンによるSERS基板内銀粒子の保護 〇(PC)鈴木 誠也 1, 吉村 雅満 1 1.豊田工大
 18:00  15p-B6-16 カーボンナノウォールを用いた過酸化水素センサーに関

する研究
東松 真和 1, 〇平松 美根男 2, 近藤 博基 1, 堀 勝 3 1.名大院工, 2.名城大院理工, 3.名大未来社会創造機構

3/16(Thu.) 10:15 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) B6会場
 10:15  16a-B6-1 Au(111)電極上に合成した単層グラフェンのプロトン透

過能評価
〇保田 諭 1, 中島 浩司 1, 森本 崇宏 2, 中島 秀朗 2, 岡崎 
俊也 2, 田村 和久 3, 加藤 優 4, 丹野 駿 4, 八木 一三 4, 村
越 敬 1

1.北大院理, 2.産総研, 3.原研, 4.北大院環

 10:30  16a-B6-2 水添加による酸化グラフェン構造修復過程の促進効果 〇根岸 良太 1, 中桐 拓也 1, 小林 慶裕 1 1.阪大院工
 10:45  16a-B6-3 新規含窒素芳香族分子を用いた酸化グラフェン修飾の反

応機構の解析
〇田原 大輔 1, 小幡 誠司 2, 時丸 祐輝 3, 永野 太郎 3, 伊
藤 慎庫 3, 野崎 京子 3, 斉木 幸一朗 2

1.東大理, 2.東大新領域, 3.東大工

 11:00  16a-B6-4 6H-SiC ファセット上グラフェンナノリボンの形成 〇福間 洸平 1, ビシコフスキー アントン 1, 林 慎吾 1, 
梶原 隆司 1, 飯森 拓嗣 2, 小森 文夫 2, 田中 悟 1

1.九大院工, 2.東大物性研

 11:15 奨 16a-B6-5 海島構造をもつSiC/B4Cナノコンポジット膜の作製とそ
のナノグラフェン化

〇(DC)松田 敬太 1, 2, 乗松 航 1, 楠 美智子 2 1.名大院工, 2.名大未来

 11:30  16a-B6-6 微量ホウ素をドープしたHOPGのB-K発光および吸収ス
ペクトル

〇新部 正人 1, 竹平 徳崇 1, 徳島 高 2, 1 1.兵庫県大高度研, 2.理研RSC

 11:45  16a-B6-7 ラジカル開始剤を用いた二層カーボンナノチューブのア
ンジップ

〇福森 稔 1, TermehYosefi Amin2, 田中 啓文 2, 小川 
琢治 1

1.阪大院理, 2.九工大院生命体

3/16(Thu.) 13:30 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) B6会場
 13:30  16p-B6-1 薄膜・表面物理分科会論文賞・奨励賞授賞式 〇宮崎 誠一 1 1.名大
 13:45 招 16p-B6-2 「薄膜・表面物理分科会論文賞受賞記念講演」（15分）

酸化グラフェン薄膜からの高結晶性グラフェン形成とそ
のバンド伝導

〇根岸 良太 1, 赤堀 誠志 2, 伊藤 孝寛 3, 4, 渡辺 義夫 5, 
小林 慶裕 1

1.阪大院工, 2.北陸先端大, 3.名大SRセ, 4.名大院工, 
5.あいちシンクロトロン光センター

 14:00  16p-B6-3 In-situ 電気伝導度測定を用いた酸化グラフェン還元過程
の解析

〇篠原 拓也 1, 小幡 誠司 1, 斉木 幸一朗 1 1.東大新領域

 14:15  16p-B6-4 酸化グラフェンのプラズマ高次還元による2層グラフェ
ン作製

〇小幡 誠司 1, 斉木 幸一朗 1 1.東大新領域

 14:30  16p-B6-5 エタノール雰囲気加熱による酸化グラフェン中炭素原子
交換過程の支配要因

〇石田 俊 1, 大畑 惇貴 1, 小林 慶裕 1 1.阪大院工

 14:45  16p-B6-6 電気泳動法によるNano Graphene Oxide の成膜 〇(M1)森本 健太 1, 小幡 誠司 1, 斉木 幸一朗 1 1.東大新領域
 15:00  16p-B6-7 SiCテラス上のquasi-free-standingグラフェンの成長 Vinel Vincent1, 〇関根 佳明 1, 日比野 浩樹 1, 2, 熊倉 

一英 1
1.NTT物性基礎研, 2.関西学院大理工

 15:15  16p-B6-8 窒素アルゴン混合ガス雰囲気におけるSiC熱分解グラ
フェンのドープ量制御

〇花木 智史 1, 林 真吾 1, アントン ビシコフスキー1, 
梶原 隆司 1, 田中 悟 1

1.九大院工

 15:30  休憩/Break
 15:45 招 16p-B6-9 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

架橋グラフェンナノリボンアレイのウェハースケール高
集積化合成と光電子デバイス応用

〇鈴木 弘朗 1, 金子 俊郎 1, 澁田 靖 2, 大野 宗一 3, 前川 
侑毅 2, 加藤 俊顕 1

1.東北大院工, 2.東大院工, 3.北大院工

 16:00  16p-B6-10 多層グラフェンナノリボンの幅が電界効果トランジスタ
特性に及ぼす効果

〇根岸 良太 1, 山元 克真 1, Reetu Raji Pandey2, 藤原 
泰造 2, 田中 啓文 2, 小林 慶裕 1

1.阪大院工, 2.九工大院

 16:15 奨 16p-B6-11 フッ素修飾グラフェンナノリボンのボトムアップ合成中
のフッ素脱離メカニズム

〇實宝 秀幸 1, 2, 山口 淳一 1, 2, 佐藤 信太郎 1, 2, 林 宏
暢 3, 山田 容子 3, 大淵 真理 1, 2

1.富士通, 2.富士通研, 3.奈良先端大

 16:30 奨 16p-B6-12 アルコールCVD法による絶縁体基板上へのグラフェンの
直接生成

〇(M2)辻本 茉里奈 1, 村田 秀信 1, 橘 勝 1 1.横浜市大院　生命ナノ

 16:45  16p-B6-13 グラフェンCVD成長における核発生点のin-situ観察 〇平良 隆信 1, 小幡 誠司 2, 斉木 幸一朗 1, 2 1.東大院理, 2.東大新領域
 17:00 E 16p-B6-14 CuNi binary alloy catalyst for growth of nitrogen-

substituted graphene by low pressure chemical vapor 
deposition

〇Remi PAPON1, Kamal P. SHARMA1, Rakesh D. 
MAHAYAVANSHI1, Subash SHARMA1, 
Riteshkumar VISHWAKARMA1, Mohamada Saufi 
ROSMI1, Toshio KAWAHARA2, Joseph CLINE3, 
Golap KALITA1, Masaki TANEMURA1

1.Nagoya Inst. of Tech., 2.Chubu University, 3.Lehigh 
University

 17:15 奨 E 16p-B6-15 Controlling the Nucleation Site of Single-Crystal 
Graphene on Cu foil Sandwiched by Ni

〇(DC)Dong Ding1, Pablo Solis-Fernandez2, Hiroki 
Hibino3, Hiroki Ago1, 2

1.Kyushu Univ., 2.GIC,Kyushu Univ., 3.Kwansei Gakuin 
Univ.

 17:30  16p-B6-16 析出法によるSiO2 上へのグラフェン形成 〇村上 俊也 1, 磯林 厚伸 1, 井福 亮太 2, 松本 貴士 2, 梶
田 明広 1

1.(株)東芝, 2.東京エレクトロン(株)

17.3 層状物質 / Layered materials
3/15(Wed.) 10:15 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F203会場

 10:15  15a-F203-1 CaGe2 へのフッ素拡散による多層ゲルマネンの形成 〇八百川 律子 1, 大砂 哲 1, 中野 秀之 1 1.豊田中研
 10:30  15a-F203-2 SiC(0001)上におけるゲルマニウム原子層形成 〇(M2)前田 裕介 1, 林 真吾 1, 梶原 隆司 1, アントン 

ビシコフスキー1, 田中 悟 1
1.九大院工

 10:45  15a-F203-3 六方晶窒化ホウ素薄膜成長における初期核形成の成長条
件依存性

〇梅原 直己 1, 安達 拓郎 2, 光野 徹也 2, 小南 裕子 2, 原 
和彦 1, 3

1.静岡大創造大院, 2.静岡大院工, 3.静岡大電子研

 11:00 奨 15a-F203-4 大面積で均一な多層h-BNのCVD成長とTMDCとのヘ
テロ構造への展開

〇内田 勇気 1, 仲村渠 翔 1, 河原 憲治 2, 山崎 重人 1, 光
原 昌寿 1, 吾郷 浩樹 1, 2, 3

1.九大院総理工, 2.九大GIC, 3.JSTさきがけ
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17.3 層状物質 / Layered materials



 11:15  15a-F203-5 高エネルギーイオン照射による六方晶窒化ホウ素へのヘ
テロ原子ドーピング

〇圓谷 志郎 1, 水口 将輝 2, 渡邉 英雄 3, 滝沢 優 4, ソロ
キン パヴェル 1, 5, 楢本 洋 1, 境 誠司 1

1.量子機構, 2.東北大金研, 3.九大応力研, 4.立命館大理
工, 5.ロシア科技大

 11:30 奨 15a-F203-6 新規モリブデン原料i-Pr2DADMo(CO)3 を用いたMoS2 の
MOCVD

〇石原 聖也 1, 5, 日比野 祐介 1, 澤本 直美 1, 町田 英
明 3, 大下 祥雄 4, 若林 整 2, 小椋 厚志 1

1.明治大, 2.東工大, 3.気相成長(株), 4.豊田工大, 5.学
振特別研究員

 11:45  15a-F203-7 同時スパッタ法 と(t -C4H9)2S2 による硫化で作製した
Mo1-xWxS2 の評価

〇日比野 祐介 1, 石原 聖也 1, 4, 澤本 直美 1, 大橋 匠 2, 
松浦 賢太朗 2, 町田 英明 3, 須藤 弘 3, 若林 整 2, 小椋 厚
志 1

1.明治大, 2.東工大, 3.気相成長株式会社, 4.学振特別研
究員

 12:00 奨 15a-F203-8 同時スパッタ法とin-situ熱処理で作製した MoS2(1-x)Te2x

の評価
〇日比野 祐介 1, 石原 聖也 1, 4, 澤本 直美 1, 大橋 匠 2, 
松浦 賢太朗 2, 町田 英明 3, 須藤 弘 3, 若林 整 2, 小椋 厚
志 1

1.明治大, 2.東工大, 3.気相成長株式会社, 4.学振特別研
究員

3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F203会場
 9:00  16a-F203-1 原子層半導体/強相関酸化物ヘテロ構造の創製と電気特

性評価
〇山本 真人 1, 神吉 輝夫 1, 服部 梓 1, 野内 亮 2, 上野 啓
司 3, 田中 秀和 1

1.阪大産研, 2.阪府大N2RC, 3.埼玉大院理工

 9:15  16a-F203-2 TMDC ヘテロ接合におけるバンド間トンネル電流の 
NEGF 解析

〇(B)黒田 龍哉 1, 森 伸也 1 1.阪大工

 9:30  16a-F203-3 HfS2 系トンネルトランジスタのデバイスシミュレーショ
ン

〇金澤 徹 1, 雨宮 智宏 1, 祢津 誠晃 1, Upadhyaya 
Vikrant1, 福田 浩一 2, 1, 宮本 恭幸 1

1.東工大, 2.産総研

 9:45 奨 16a-F203-4 Type II 型 HfS2/MoS2 ヘテロジャンクションを有する
TFET

〇(M2)祢津 誠晃 1, 金澤 徹 1, ウパディヤヤ ヴィク
ラント 1, ウワンノー ティーラユット 2, 雨宮 智宏 1, 
長汐 晃輔 2, 宮本 恭幸 1

1.東工大, 2.東大

 10:00  16a-F203-5 MoS2 のキャリア制御を志向した分子接合界面の状態制御 〇一宮 永 1, 三浦 光平 1, 吉村 武 1, 芦田 淳 1, 藤村 紀
文 1, 桐谷 乃輔 1, 2

1.阪府大工, 2.科学技術振興機構さきがけ

 10:15  16a-F203-6 トンネル電極を形成したスパッタMoS2 膜における電流
の障壁膜厚依存性

〇早川 直希 1, 宗田 伊理也 1, 大橋 匠 1, 松浦 賢太朗 1, 
清水 淳一 1, 角嶋 邦之 1, 筒井 一生 1, 若林 整 1

1.東工大

 10:30  休憩/Break
 10:45 招 16a-F203-7 「17. ナノカーボン　分科内招待講演」（30分）

層状酸化物の剥離・集積でつくる新しい電子材料
〇長田 実 1, 佐々木 高義 1 1.物材機構MANA

 11:15  16a-F203-8 オゾン酸化によるエンハンスメント型MoS2 トランジス
タの作製

〇足立 薫彦 1, 下川 慶久 1, 佐野 宏亮 1, 田中 貴久 1, 高
橋 綱己 1, 2, 内田 建 1

1.慶應大理工, 2.九州大先導研

 11:30 奨 16a-F203-9 基板と相互作用したCVD-MoS2 の表裏面の結晶性評価 〇(M2)倉林 空 1, 長汐 晃輔 1, 2 1.東大工, 2.JST-さきがけ
 11:45  16a-F203-10 溶液プロセスによるMoS2の作製と薄膜トランジスタ応

用に関する研究
〇(DC)金 胄男 1, 羽賀 健一 1, 徳光 永輔 1 1.北陸先端科学技術大学

 12:00 奨 16a-F203-11 MoS2薄膜機械共振器の共振特性 〇吉川 大貴 1, 宮本 悠雅 1, 竹井 邦晴 1, 有江 隆之 1, 秋
田 成司 1

1.大阪府大工

3/16(Thu.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) F203会場
 13:45 招 16p-F203-1 「17. ナノカーボン　分科内招待講演」（30分）

機能性分子の接面による遷移金属カルコゲナイドの物性
制御

〇桐谷 乃輔 1, 2 1.阪府大院工, 2.科学技術振興機構さきがけ

 14:15  16p-F203-2 スパッタ堆積MoS2 薄膜の表面粗さスケーリング解析に
よる配向性評価

〇石原 聖也 1, 3, 大野 文太 1, 日比野 祐介 1, 澤本 直
美 1, 大橋 匠 2, 松浦 賢太朗 2, 若林 整 2, 小椋 厚志 1

1.明治大, 2.東工大, 3.学振特別研究員

 14:30  16p-F203-3 電圧印加による超薄膜ヘテロ界面系の電子物性変化 〇飯田 健二 1, 野田 真史 1, 信定 克幸 1 1.分子研
 14:45  16p-F203-4 二硫化モリブデン原子層の双晶境界の評価 〇暮石 宥介 1, 岡田 光博 1, 吉田 昭二 2, 渡邊 賢司 3, 谷

口 尚 3, 重川 秀実 2, 篠原 久典 1, 北浦 良 1
1.名大院理, 2.筑波大学数理物質系, 3.物質・材料研究
機構

 15:00  16p-F203-5 MoS2 ナノチューブ成長における触媒粒子サイズ効果 〇(D)翁 夢 1, 柳瀬 隆 1, 長浜 太郎 1, 島田 敏宏 1 1.北大工
 15:15  16p-F203-6 MoS2/MoS2, MoS2/MoSe2 における原子空孔の安定性と

電子状態
〇浦崎 柊 1, 影島 博之 1 1.島根大院総合理工

 15:30  16p-F203-7 IV族三元系混晶単層膜の構造および電子状態に関する理
論的検討

〇秋山 亨 1, 吉村 剛 1, 中村 浩次 1, 伊藤 智徳 1 1.三重大院工

 15:45  休憩/Break
 16:00 奨 16p-F203-8 MBE法によるGe(111)基板上へのGaSe成長 〇米澤 隆宏 1, 村上 達也 1, 東嶺 孝一 1, アントワーヌ 

フロランス 1, 大島 義文 1, 高村(山田) 由起子 1
1.北陸先端大

 16:15  16p-F203-9 SiC表面及びGraphene/SiC界面におけるSn原子層の形
成

〇林 真吾 1, 梶原 隆司 1, Visikovskiy Anton1, 飯盛 拓
嗣 2, 小森 文夫 2, 田中 悟 1

1.九大院工, 2.東大物性研

 16:30 奨 16p-F203-10 レンズ形状のPMMA/PDMSを用いた二次元結晶のピン
ポイントピックアップとバブルフリー積層

〇豊田 哲史 1, ウワンノー ティーラユット 1, 長汐 晃
輔 1, 2

1.東大マテリアル, 2.JST-さきがけ

 16:45 E 16p-F203-11 Controlling Morphology of hBN crystals during chemical 
Vapor deposition synthesis

〇Subash sharma1, Golap Kalita1, Masaki Tanemura1 1.Nagoya inst. of tech

 17:00  16p-F203-12 六方晶ボロンナイトライドの経時絶縁破壊におけるラン
ダムテレグラフノイズ

〇服部 吉晃 1, 谷口 尚 2, 渡邊 賢司 2, 長汐 晃輔 1, 3 1.東大マテリアル, 2.NIMS, 3.JST-さきがけ

 17:15  16p-F203-13 hBN/単原子層WS2/hBN構造の励起子ダイナミクス 〇星 裕介 1, 黒田 隆 2, 岡田 光博 3, 守谷 頼 1, 増渕 覚 1, 
渡邊 賢司 2, 谷口 尚 2, 北浦 良 3, 町田 友樹 1, 4

1.東大生研, 2.物材機構, 3.名大院理, 4.JST-CREST

 17:30  16p-F203-14 ２次元層状物質を用いた電界効果トランジスターの高温
動作時に観測される巨大な電流ジャンプとメモリー効果

山中 智貴 1, 樋口 絢香 1, 松永 正広 1, 神谷 航太 1, 
Guanchen He2, Jonathan P. Bird1, 2, 〇青木 伸之 1

1.千葉大院融合, 2.バッファロー大

 17:45  16p-F203-15 二硫化モリブデンを用いた電気二重層トランジスタ/超
伝導体接合の開発

〇津村 公平 1, 相川 夕美花 2, 成田 智絵 2, 高柳 英明 3, 
石黒 亮輔 2

1.東理大理, 2.日女大, 3.東理大総研

合同セッションＫ「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」  
/ Joint Session K "Wide bandgap oxide semiconductor materials and devices"
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
21.1 合同セッションＫ 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 / Joint Session K

3/14(Tue.) 9:30 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 502会場
 9:30 招 14a-502-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

デバイス化に向けたSiドープα-Ga2O3 薄膜の作製
〇内田 貴之 1, 神野 莉衣奈 1, 竹本 柊 1, 金子 健太郎 1, 
藤田 静雄 1

1.京大院工

 9:45  14a-502-2 MgO基板上に形成したβ-Ga2O3 薄膜の結晶配向性 〇中込 真二 1, 國分 義弘 1 1.石巻専修大理工
 10:00 奨 14a-502-3 MgO (100)基板上β-Ga2O3:Si (100)薄膜のヘテロエピタ

キシャル成長
〇若林 諒 1, 服部 真依 1, 吉松 公平 1, 大友 明 1, 2 1.東工大物質理工学院, 2.元素戦略

 10:15 奨 14a-502-4 室温レーザーアニールにより作製されたβ-Ga2O3 エピタ
キシャル薄膜の配向性制御

〇中村 稀星 1, 内田 啓貴 1, 土嶺 信男 2, 金子 智 3, 1, 松
田 晃史 1, 吉本 護 1

1.東工大, 2.(株)豊島製作所, 3.神奈川県産技セ

 10:30  14a-502-5 β-Ga2O3 (100) 上に成長したβ-(AlxGa1-x)2O3 薄膜のバ
ンドギャップ評価

〇服部 真依 1, 若林 諒 1, 佐々木 公平 2, 増井 建和 2, 倉
又 朗人 2, 山腰 茂伸 2, 堀場 弘司 3, 4, 組頭 広志 3, 4, 吉松 
公平 1, 大友 明 1, 4

1.東工大物質理工学院, 2.タムラ製作所, 3.高エネ研, 
4.元素戦略

 10:45  休憩/Break
 11:00 奨 14a-502-6 β-(AlxGa1-x)2O3/Ga2O3 ヘテロ接合界面におけるキャリ

ア閉じ込めの観察
〇加藤 勇次 1, 大島 孝仁 1, 河野 直士 1, 倉又 朗人 2, 3, 
山腰 茂伸 2, 3, 藤田 静雄 4, 大石 敏之 1, 嘉数 誠 1

1.佐賀大学, 2.タムラ製作所, 3.ノベルクリスタルテク
ノロジー, 4.京都大学

 11:15  14a-502-7 γ-(AlxGa1-x)2O3 混晶系におけるバンドギャップ制御 〇加藤 勇次 1, 大島 孝仁 1, 織田 真也 2, 人羅 俊実 2, 嘉
数 誠 1

1.佐賀大学, 2.株式会社FLOSFIA

　　　

21.1 合同セッションＫ 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 / Joint Session K
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 11:30  14a-502-8 ミスト化学気相成長法によるm面サファイア基板上への
α-Ga2O3 薄膜の作製と構造評価

〇太田 勝也 1, 関山 尊仁 1, 赤岩 和明 1, 阿部 友紀 1, 市
野 邦男 1

1.鳥大院工

 11:45 奨 14a-502-9 α-(AlxGa1-x)2O3 バッファ層によるGa2O3 の構造制御 〇神野 莉衣奈 1, 内田 貴之 1, 金子 健太郎 1, 藤田 静
雄 1

1.京大院工

 12:00 奨 14a-502-10 ミストCVD法によるε-Ga2O3 成長のストイキオメト
リー制御

〇(M2)田原 大祐 1, 西中 浩之 1, 吉本 昌広 1 1.京工繊大

3/14(Tue.) 13:45 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) 502会場
 13:45 奨 14p-502-1 α-Ga2O3 の表面バンドベンディングの評価 〇(M1)藤木 嘉樹 1, 城川 潤二郎 1, 荒木 努 1, 名西 憓

之 1, 織田 真也 2
1.立命館大理工, 2.FLOSFIA

 14:00  14p-502-2 EFG成長したβ-Ga2O3 結晶中の欠陥評価(1) - (201)基
板上のエッチピット列に対応する転位 -

〇上田 修 1, 池永 訓昭 1, 森林 朋也 2, 輿 公祥 3, 飯塚 和
幸 3, 倉又 朗人 3, 嘉数 誠 2

1.金沢工大, 2.佐賀大院工, 3.タムラ製作所

 14:15  14p-502-3 VB、FZ、EFG法によるβ-Ga2O3 単結晶の光吸収、電気
的特性評価

〇中村 貴浩 1, 内山 雄太 1, 太子 敏則 1, 干川 圭吾 1 1.信州大工

 14:30 奨 14p-502-4 (-201) β-Ga2O3 ショットキーバリアダイオードのリーク
電流と結晶欠陥との関係

〇森林 朋也 1, 橋口 明広 1, 大島 孝仁 1, 花田 賢志 1, 大
石 敏之 1, 輿 公祥 2, 佐々木 公平 2, 倉又 朗人 2, 上田 
修 3, 嘉数 誠 1

1.佐賀大院工, 2.タムラ製作所, 3.金沢工大

 14:45  14p-502-5 (001)β-Ga2O3 ショットキーバリアダイオードのリーク
電流と結晶欠陥との関係

〇橋口 明広 1, 森林 朋也 1, 大島 孝仁 1, 大石 敏之 1, 輿 
公祥 2, 佐々木 公平 2, 倉又 朗人 2, 上田 修 3, 嘉数 誠 1

1.佐賀大院工, 2.タムラ製作所, 3.金沢工大

 15:00  14p-502-6 NiO/β-Ga2O3 ヘテロ接合ダイオードの電流-電圧特性
の温度依存性

〇中込 真二 1, 久保 匠平 1, 國分 義弘 1 1.石巻専修大理工

 15:15 E 14p-502-7 Effect of Nitridation on Properties of AlN/β-Ga2O3 
Composite Structures

〇Ravikiran Lingaparthi1, Yoshiaki Nakata1, Akito 
Kuramata2, Shigenobu Yamakoshi2, Masataka 
Higashiwaki1

1.NICT, 2.Tamura Corporation

 15:30  休憩/Break
 15:45  14p-502-8 a面サファイア基板上アモルファスV添加ZnO薄膜の固

相成長
〇志藤 健太 1, 渡部 晃弘 2, 千葉 博 2, 3, 川島 知之 2, 鷲
尾 勝由 2

1.東北大工, 2.東北大院工, 3.学振特別研究員　DC

 16:00  14p-502-9 c面サファイア基板上V,N共添加ZnOの初期成長様式 〇兼松 知弘 1, 千葉 博 1, 2, 川島 知之 1, 鷲尾 勝由 1 1.東北大院工, 2.学振特別研究員 DC
 16:15 奨 14p-502-10 ミストCVD法によるα-Al2O3 基板へのNiO薄膜の成長 〇池之上 卓己 1, 井上 純輝 2, 三宅 正男 1, 平藤 哲司 1 1.京大院エネ科, 2.京大工
 16:30  14p-502-11 Fe源としてトリス(2,4-ペンタンジオナト)鉄(III)を用い

たMOCVD法によるFeドープNiO薄膜の作製
〇酒井 駿吾 1, 田口 健太朗 1, 藤原 一樹 1, 石川 博康 1, 2 1.芝浦工大, 2.SIT グリーンイノベーション研究セン

ター
 16:45 奨 14p-502-12 p形NiO薄膜における電気的特性と光学的特性の関係 〇小野 瑞生 1, 尾沼 猛儀 1, 2, 後藤 良介 1, 佐々木 公

平 3, 2, 永井 裕己 1, 山口 智広 1, 東脇 正高 2, 倉又 朗人 3, 
山腰 茂伸 3, 佐藤 光史 1, 本田 徹 1

1.工学院大, 2.情通機構, 3.タムラ製作所

 17:00  14p-502-13 MOCVD法によるC面サファイア、YSZ(111)及び
MgO(111)基板上CuO薄膜の成長

〇藤原 一樹 1, 田口 健太朗 1, 酒井 駿吾 1, 石川 博康 1, 2 1.芝浦工大, 2.SIT研究センター

 17:15 奨 14p-502-14 ミストCVD法における高品質金属酸化物薄膜作製を目的
とした反応メカニズム解析(Ⅰ)

〇(B)西 美咲 1, 須和 祐太 1, 刘 丽 1, ルトンジャン ピ
モンパン 1, ジャン ダン 2, 川原村 敏幸 1, 2

1.高知工大シス工, 2.高知工大総研

 17:30  14p-502-15 ミストCVD法による酸化亜鉛薄膜の低温形成と評価 〇御厨 丈輝 1, 小川 寛高 1, 城戸 智孝 1, 谷田部 然治 2, 
西 康孝 3, 中積 誠 3, 岩堀 恒一郎 3, 奈良 圭 3, 浪平 隆
男 4, 中村 有水 5, 6

1.熊大院自然科学, 2.熊大院先導機構, 3.株式会社ニコ
ン, 4.熊大パルスパワー研, 5.熊大院先端科学, 6.熊本有
機薄膜

3/15(Wed.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 502会場
 9:00  15a-502-1 Al, V共添加ZnO薄膜の電気・光学特性 〇立山 千聡 1, 鈴木 智也 2, 千葉 博 2, 3, 川島 知之 2, 鷲

尾 勝由 2
1.東北大工, 2.東北大院工, 3.学振特別研究員 DC

 9:15  15a-502-2 直流マグネトロンスパッタ法による多結晶 Al 添加 ZnO 
透明導電膜における配向秩序制御

〇(PC)野本 淳一 1, 北見 尚久 1, 2, 渡辺 剛 3, 牧野 久
雄 1, 酒見 俊之 2, 山本 哲也 1

1.高知工科大総研, 2.住友重機械工業株式会社, 3.高輝
度光科学研究センター

 9:30  15a-502-3 Zn層挿入によるGa添加ZnO膜の低抵抗化と均一化 〇山田 容士 1, サンシャコグル オルクツ 1, 杉浦 怜 1, 
正力 幹也 1, 舩木 修平 1

1.島根大総理工

 9:45  15a-502-4 アニール時の元素吸着・脱離による酸化亜鉛膜の特性変
化

〇杉浦 怜 1, 正力 幹也 1, 舩木 修平 1, 山田 容士 1 1.島根大総理工

 10:00  15a-502-5 多結晶ZnO系透明導電膜の電気的特性と結晶性との関係 〇宇於崎 涼介 1, 渡辺 恭輔 1, 宮田 俊弘 1, 南 内嗣 1 1.金沢工大　OEDS R&D センター
 10:15 奨 15a-502-6 アフターアークプラズマ型酸素負イオン照射装置におけ

る時間分解プローブ測定
〇北見 尚久 1, 2, 野本 淳一 2, 酒見 俊之 1, 牧野 久雄 2, 3, 
青木 康 1, 山本 哲也 2

1.住友重機械, 2.高知工科大総研, 3.高知工科大システ
ム工

 10:30  休憩/Break
 10:45 E 15a-502-7 Electric Field Thermopower Modulation of BaSnO3 

Epitaxial Film
〇(P)ANUPKUMAR VINODRAY SANCHELA1, 
HIROMICHI OHTA1

1.RIES-Hokkaido Univ.

 11:00  15a-502-8 両極性をもつ新しいワイドギャップ半導体Sn2Ta2O7 〇菊地 直人 1, 池田 紳太郎 2, 三溝 朱音 2, 相浦 義弘 1, 
西尾 圭史 2

1.産総研, 2.東理大

 11:15 奨 15a-502-9 バンドギャップ可変p型半導体Sn2Nb2-xTaxO7 〇三溝 朱音 2, 菊地 直人 1, 池田 紳太郎 2, 相浦 義弘 1, 
西尾 圭史 2

1.産総研, 2.東理大

 11:30  15a-502-10 Ar/N2 混合スパッタで堆積したアモルファスMg添加
CuCrO2 薄膜の固相成長

〇保坂 直寿 1, 千葉 博 1, 2, 川島 知之 1, 鷲尾 勝由 1 1.東北大院工, 2.学振特別研究員

 11:45 奨 15a-502-11 アモルファスCuCrO2 薄膜の固相成長におけるNとMg
添加の効果

〇千葉 博 1, 2, 保坂 直寿 1, 川島 知之 1, 鷲尾 勝由 1 1.東北大院工, 2.学振特別研究員DC

 12:00  15a-502-12 低温スパッタによる低抵抗ITO膜の開発(2) 〇大野 幸亮 1, 小林 大士 1, 高橋 明久 1, 新井 真 1, 石橋 
暁 1

1.株式会社アルバック

3/16(Thu.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) 502会場
 9:00 奨 16a-502-1 高性能レアメタルフリーGa-Sn-O薄膜トランジスタ 〇(B)梅田 鉄馬 1, 松田 時宜 2, 木村 睦 1, 2 1.龍谷大理工, 2.龍谷大革新的材料プロセス研究セン

ター
 9:15  16a-502-2 Ga-Sn-O薄膜をシナプスに用いたニューラルネットワー

ク
〇生島 恵典 1, 古我 祐貴 1, 堀 賢将 1, 松田 時宜 1, 木村 
睦 1, 2, 亀田 友哉 2, 中島 康彦 2

1.龍谷大理工, 2.奈良先端大情報科

 9:30 奨 16a-502-3 スプレー法および蒸発乾燥法による酸化亜鉛ナノ粒子層
の形成と評価

〇(M1)賀須井 渉 1, 糸原 大貴 1, 吉田 俊幸 1, 藤田 恭
久 1

1.島根大院総理工

 9:45 奨 16a-502-4 グルコースの連続モニタリングに向けたZnO系溶液ゲー
トFETへの酵素固定化方法の改善

〇森 結菜 1, 大西 勇輔 1, 池 広大 1, 広藤 裕一 1, 小池 一
歩 1, 矢野 満明 1

1.大阪工大 ナノ材研

 10:00  16a-502-5 シリコン添加によるZnON-TFTの経時劣化抑制 〇辻 博史 1, 武井 達哉 1, 中田 充 1, 宮川 幹司 1, 藤崎 好
英 1, 山本 敏裕 1

1.NHK技研

 10:15 奨 16a-502-6 ホールトラップがCドープIn-Si-Oのトランジスタ特性
へ及ぼす影響

〇(D)栗島 一徳 1, 2, 生田目 俊秀 2, 木津 たきお 2, 塚
越 一仁 2, 大井 暁彦 2, 池田 直樹 2, 知京 豊裕 2, 小椋 厚
志 1

1.明治大学, 2.物質・材料研究機構

 10:30  休憩/Break
 10:45 奨 16a-502-7 微量フッ素添加による塗布型酸化物TFTの特性改善 〇宮川 幹司 1, 中田 充 1, 辻 博史 1, 藤崎 好英 1, 山本 敏

裕 1
1.NHK技研

 11:00  16a-502-8 Siイオン注入がIGZO薄膜へ与える影響 〇後藤 哲也 1, 今泉 文伸 1, 須川 成利 1 1.東北大未来研
 11:15 奨 E 16a-502-9 Electrical properties Improvement of Top Gate a-IGZO 

Thin-Film Transistor using Solution Gate Insulator by 
Ultraviolet-Ozone and Thermal Treatment

〇(DC)Chaiyanan Kulchaisit1, Juan Paolo 
Bermundo1, Mami N. Fujii1, Yasuaki Ishikawa1, 
Yukiharu Uraoka1

1.NAIST

21.1 合同セッションＫ 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 / Joint Session K
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 11:30 E 16a-502-10 Effect of Dimethylaluminum Hydride as Al2O3 Precursor 
on the Characteristics of a-InGaZnO Thin-Film 
Transistors

〇(M1)Dianne Cabrejas Corsino1, Juan Paolo 
Bermundo1, Kiyoshi Takahashi2, Yasuaki Ishikawa1, 
Yukiharu Uraoka1

1.Nara Institute of Science and Technology, 2.Nippon 
Aluminum Alkyls, Ltd.

 11:45  16a-502-11 高移動度In系酸化物半導体材料の開発(2) 〇大竹 文人 1, 氏原 祐輔 1, 上野 充 1, 小林 大士 1, 清田 
淳也 1, 齋藤 一也 1

1.アルバック

 12:00 奨 16a-502-12 プロトンをインターカレーションした単結晶WO3 薄膜の
状態保持特性

〇桑形 航行 1, 美藤 大輝 1, 村上 聡 1, 岩田 知也 1, 小池 
一歩 1, 原田 義之 1, 矢野 満明 1, 稲葉 克彦 2, 小林 信太
郎 2

1.大阪工大 ナノ材研, 2.リガク X線研究所

3/16(Thu.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P8会場
  奨 16p-P8-1 液相法によるZnOナノ・マイクロ粒子の合成と光学特性 〇伴地 孝啓 1, 原田 義之 2, 藤元 章 2, 前元 利彦 1, 2 1.大阪工大工, 2.大阪工大ナノ材研
   16p-P8-2 パルスガス供給によるZnO結晶膜の単分子層成長制御 〇小野 翔太郎 1, 齋藤 太朗 1, 寛治 安井 1 1.長岡技科大工
   16p-P8-3 スパッタ法による単結晶NdGaO3 基板上への非極性ZnO

薄膜の作製
〇(B)田中 優太 1, 佐久間 実緒 1, 小嶋 天俊 1, 今井 裕
司 1, 川崎 浩司 1, 柏葉 安宏 1, 阿部 貴美 2, 中川 玲 2, 新
倉 郁生 2, 柏葉 安兵衛 2, 長田 洋 2

1.仙台高専, 2.岩手大理工

   16p-P8-4 電気化学的処理による酸化亜鉛薄膜の電気的特性変化 〇安部 功二 1, 大久保 貴雅 1, 石川 寛人 1 1.名工大
   16p-P8-5 フレキシブル基板上に形成した酸化亜鉛薄膜の曲げ耐性

と抵抗評価
〇永山 幸希 1, 芦田 浩平 1, 孫 屹 1, カルトシュタイン 
オリバー1, 小山 政俊 1, 前元 利彦 1, 佐々 誠彦 1

1.大阪工大ナノ材研

   16p-P8-6 過酸化水素処理を施した酸化亜鉛単結晶の光導電特性 〇柏葉 安宏 1, 阿部 貴美 2, 佐久間 実緒 1, 川崎 浩司 1, 
今井 裕司 1, 中川 玲 2, 新倉 郁生 2, 柏葉 安兵衛 2, 長田 
洋 2

1.仙台高専, 2.岩手大理工

   16p-P8-7 PLDで成長したMn doped ZnOの残留ドナー濃度低減に
関する検討

〇金屋 良輔 1, 高田 賢志 1, 桐谷 乃輔 1, 吉村 武 1, 芦田 
淳 1, 藤村 紀文 1

1.阪府大工

   16p-P8-8 有機金属分解法を用いたSb添加SnO2 薄膜の作製と評価 〇(B)川崎 祐久 1, 澤畠 淳二 1 1.茨城高専
   16p-P8-9 PVD法による高ヘイズSnO2 透明導電膜の作製 〇福本 通孝 1, 中尾 祥一郎 2, 廣瀬 靖 1, 2, 長谷川 哲

也 1, 2
1.東大院理, 2.KAST

   16p-P8-10 熱処理がZnO-SnO2 を用いた薄膜トランジスタ特性に与
える影響（II）

〇佐藤 和郎 1, 村上 修一 1, 金岡 祐介 1, 中山 健吾 1, 山
田 義春 1, 筧 芳治 1, 櫻井 芳昭 1

1.大阪府立産技研

   16p-P8-11 原料交互供給によるSnO2 ナノワイヤーのVLS成長と
フォトルミネッセンス特性

〇寺迫 智昭 1, 河野 幸輝 2, 矢木 正和 3 1.愛媛大院理工, 2.愛媛大工, 3.香川高専

   16p-P8-12 Cu(NO3)2・3H2OをCu原料に用いたFe支援CBD法によ
るCuO薄膜とCu2O薄膜の選択成長

〇寺迫 智昭 1, 大西 航暉 2, 岡田 英之 2, 小原 翔平 2 1.愛媛大院理工, 2.愛媛大工

   16p-P8-13 SiO2/GZO積層膜の特性の膜厚及びアニール温度依存性 〇浅野 祐稀 1, 杉浦 怜 1, 正力 幹也 1, 舩木 修平 1, 山田 
容士 1

1.島根大総理工

   16p-P8-14 プラズマ支援分子線堆積法によるフレキシブル基板上へ
のGZO透明導電膜の形成と評価 (2)

〇村中 司 1, 中山 智矢 1, 中島 伸 1, 岡島 康介 1, 鍋谷 暢
一 1, 松本 俊 1

1.山梨大院総研

   16p-P8-15 β-Ga2O3(-201)表面における窒化物成長の初期過程のナ
ノレベル観察

〇陳 蕾 1, 岡田 有史 1, Ferreyra Romualdo A.1, 上田 
大助 1, 角野 広平 1

1.京工繊大工芸

   16p-P8-16 β-Ga2O3 単結晶基板の電気的評価 〇中野 由崇 1 1.中部大工
   16p-P8-17 β-Ga2O3 (001) 基板上へのGa2O3 のMBE成長 〇中田 義昭 1, 佐々木 公平 2, 倉又 朗人 2, 山腰 茂伸 2, 

東脇 正高 1
1.情通機構, 2.タムラ製作所

   16p-P8-18 β-Ga2O3 (010) 基板上へのGa2O3 のMBE成長 〇中田 義昭 1, 佐々木 公平 2, 倉又 朗人 2, 山腰 茂伸 2, 
東脇 正高 1

1.情通機構, 2.タムラ製作所

   16p-P8-19 p型伝導を示す9番目のコランダム構造酸化物 α-Ir2O3

の結晶成長とその電気特性
〇金子 健太郎 1, 2, 韓 欣一 1, 人羅 俊実 2, 藤田 静雄 1 1.京大院工, 2.㈱FLOSFIA

  奨 16p-P8-20 α-Ir2O3/α-Ga2O3 積層構造の作製 〇韓 欣一 1, 金子 健太郎 1, 2, 人羅 俊実 2, 藤田 静雄 1 1.京大院工, 2.株式会社FLOSFIA
   16p-P8-21 スパッタ法によるCuAlO2 薄膜の成膜：ターゲット作成

とスパッタリングによるターゲット表面の構造変化
〇惠原 貴志 1, 飯坂 涼 1, 阿部 真理奈 1, 阿部 清晃 1, 佐
藤 拓也 1

1.石巻専修大学理工

  奨 16p-P8-22 フロントゲート型ZnO薄膜トランジスタの低温作製 〇(B)片寄 翔太 1, 新坂 龍一 1, 野崎 眞次 1, 内田 和男 1 1.電通大
  奨 16p-P8-23 a-InGaZnO薄膜の熱電特性に対する成膜条件と熱処理温

度の影響
〇瀬名波 大貴 1, 上沼 睦典 1, 多和 勇樹 1, 石河 泰明 1, 
浦岡 行治 1, 足立 秀明 1

1.奈良先端大

3/17(Fri.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) 502会場
 9:00 奨 17a-502-1 溶液法IGZO薄膜におけるGa比率が酸素空孔密度に与え

る影響
〇(M1)落合 祐輔 1, 森本 貴明 1, 福田 伸子 3, 大木 義
路 1, 2

1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.産総研FLEC

 9:15 奨 17a-502-2 溶液法で作製したIGZO薄膜に対する紫外光照射と熱処
理の影響

〇高森 悠圭 1, 落合 祐輔 1, 森本 貴明 1, 福田 伸子 3, 大
木 義路 1, 2

1.早大先進理工, 2.早大材研, 3.産総研FLEC

 9:30  17a-502-3 非晶質InGaZnO4 およびInSnZnO4 薄膜トランジスタの
NBITS特性評価

〇大野 祐樹 1, 清水 耕作 1 1.日大生産工

 9:45 奨 E 17a-502-4 Au/Mo-catalyzed Vapor-Liquid-Solid Growth of 
InGaZnO Nanowires from Amorphous Thin Film

〇(M1)JenichiClairvaux Escubio Felizco1, Mutsunori 
Uenuma1, Daiki Senaha1, Yasuaki Ishikawa1, 
Yukiharu Uraoka1

1.NAIST

 10:00  17a-502-5 Pt/MgxZn1-xO/n-ZnOショットキーフォトダイオードに
おける電流感度の逆バイアス電圧依存性

〇遠藤 治之 1, 高橋 強 1, 柏葉 安兵衛 2 1.岩手県工技センタ, 2.岩手大

 10:15  休憩/Break
 10:30  17a-502-6 ZnO単結晶の絶対輻射量子効率測定 〇小島 一信 1, 秩父 重英 1 1.東北大多元研
 10:45  17a-502-7 Sn2Nb2O7 の電子構造およびキャリアドーピング 〇相浦 義弘 1, 小澤 健一 2, 長谷 泉 1, 阪東 恭子 1, 羽賀 

浩人 1, 3, 川中 浩史 1, 三溝 朱音 1, 4, 菊地 直人 1
1.産総研, 2.東工大, 3.茨城大, 4.東理大

 11:00  17a-502-8 電気化学インピーダンス法を用いたSnO2 ガスセンサの
感度および電荷空乏層の振る舞いの定量分析

〇田沼 涼 1, 杉山 睦 1 1.東理大　理工/総研

 11:15  17a-502-9 高感度水素検出用昇温脱離ガス分析装置の開発
― 酸化物半導体薄膜中の微量水素濃度決定への適用 ―

〇(PC)半那 拓 1, 平松 秀典 1, 2, 坂口 勲 3, 細野 秀雄 1, 2 1.東工大　元素戦略研, 2.東工大　フロンティア材料
研, 3.物材機構

 11:30  17a-502-10 時間的･空間的隔たり産み出すミスト流を用いた新反応
制御技術の開発

〇川原村 敏幸 1, 鄧 太 江 1, 刘 丽 1, E.K.C. ﾌﾟﾗﾃﾞｨｰﾌ
ﾟ 1, 龍田 宗孝 1, 古田 守 1, 須和 祐太 1, 佐藤 翔太 1, 中
曽根 義晃 1, 山沖 駿友 1, 西 美咲 1, 小林 勇亮 1, 坂本 雅
仁 1, ﾙﾄﾝｼﾞｬﾝ ﾋﾟﾓﾝﾊﾟﾝ 1

1.高知工大

22 合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」 / Joint Session M "Phonon Engineering"
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
22.1 合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」 / Joint Session M
3/14(Tue.) 14:00 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) F206会場

 14:00  14p-F206-1 自立薄膜の横方向熱伝導率測定 〇宮崎 康次 1, 栗山 洸 1, 矢吹 智英 1, トランシャン 
ローラン 1

1.九州工大工

 14:15 奨 14p-F206-2 2ω法に基づいた薄型板材料に適用可能な熱伝導率測定
法の開発

〇(B)御手洗 光祐 1, 奥畑 亮 1, 渡辺 健太郎 1, 2, 中村 
芳明 1, 2

1.阪大院基礎工, 2.JST-CREST

 14:30  14p-F206-3 有機膜埋め込みによるナノウォール構造の熱伝導率測定
法の開発

〇渡辺 健太郎 1, 2, 宮崎 雄介 1, 御手洗 光祐 1, 奥畑 
亮 1, 中村 芳明 1, 2

1.阪大院基礎工, 2.JST-CREST

 14:45 奨 14p-F206-4 蛍光イメージング分光法による単一架橋単層カーボンナ
ノチューブの熱伝導計測

〇吉野 数基 1, 加藤 高士 1, 千足 昇平 2, 本間 芳和 1 1.東理大理, 2.東大工

　　

22.1 合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」 / Joint Session M
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 15:00  14p-F206-5 単層カーボンナノチューブ試料の熱拡散率：
真空中加熱とキャリアドープの効果

〇柳川 勇治 1, 沢辺 健太朗 1, 林 大介 1, 中井 祐介 1, 客
野 遥 2, 宮田 耕充 1, 3, 斎藤 毅 4, 真庭 豊 1

1.首都大理工, 2.神大工, 3.JST-CREST, 4.産総研ナノ
チューブ応セ

 15:15  休憩/Break
 15:30  14p-F206-6 単層カーボンナノチューブの接合界面の熱電物性 〇林 大介 1, 中井 祐介 1, 客野 遥 2, 宮田 耕充 1, 3, 山本 

貴博 4, 真庭 豊 1
1.首都大理工, 2.神大工, 3.JST-CREST, 4.東京理科大学

 15:45 奨 14p-F206-7 ベンズイミダゾール誘導体ドープ単層カーボンナノ
チューブを用いた大気安定n型熱電フレキシブルフィル
ムの開発

〇(M1C)中島 祐樹 1, 中嶋 直敏 1, 2, 藤ヶ谷 剛彦 1, 2, 3 1.九大院工, 2.WPI-I&sup2CNER, 3.JST-さきがけ

 16:00 E 14p-F206-8 Short Channel Effect of Si Nanowire Thermoelectric 
Generator

〇(P)Hui Zhang1, Taiyu Xu1, Shuhei Asada1, 
Shuichiro Hashimoto1, Yuya Himeda1, Shunsuke 
Oba1, Ryo Yamato1, Takanobu Watanabe1

1.Waseda Univ.

 16:15  14p-F206-9 ナノ構造化による多結晶シリコン薄膜熱電変換素子の高
出力化の検討

〇柳澤 亮人 1, Zimmermann Peter1, 辻井 直人 2, Paul 
Oliver3, 森 孝雄 2, 野村 政宏 1, 4, 5

1.東大生研, 2.物材機構, 3.フライブルク大 IMTEK, 
4.東大ナノ量子機構, 5.JSTさきがけ

 16:30  休憩/Break
 16:45 奨 14p-F206-10 温度分布と不純物濃度分布が熱電特性に与える影響の考

察
〇(B)島 圭佑 1, 富田 基裕 1, 2, 鎌倉 良成 3, 渡邉 孝信 1 1.早大理工, 2.学振PD, 3.阪大工

 17:00  14p-F206-11 SOI層のゼーベック係数に与える試料サイズの効果 〇(M1C)荒巻 豪士 1, 鈴木 悠平 1, 鎌倉 良成 2, 渡邉 
孝信 3, 池田 浩也 1

1.静岡大, 2.大阪大, 3.早稲田大

 17:15  14p-F206-12 Fe2VAl/重金属系人工超格子の熱伝導度低減効果 〇(PC)廣井 慧 1, 2, 竹内 恒弘 2, 3 1.物材機構, 2.豊工大工, 3.JSTさきがけ
 17:30 奨 14p-F206-13 フルホイスラ合金Fe2TiSiの結晶構造とゼーベック係数 〇西出 聡悟 1, 黒崎 洋輔 1, 深谷 直人 1, 籔内 真 1, 早川 

純 1
1.日立研開

3/15(Wed.) 10:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) F206会場
 10:00 招 15a-F206-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

フォノニック結晶導波路における時間領域フォノンパル
ス圧縮

〇黒子 めぐみ 1, 2, 畑中 大樹 1, 小野満 恒二 1, 山口 浩
司 1, 2

1.NTT物性研, 2.東北大院理

 10:15  15a-F206-2 フォノン導波路を用いた電気機械共振器の選択的励振 〇畑中 大樹 1, ゴーメロ アレクサ 1, マブーブ イムラ
ン 1, 山口 浩司 1

1.NTT物性研

 10:30  15a-F206-3 金属/半導体複合構造におけるLOフォノン-プラズモン
結合モード共鳴赤外光吸収とポラリトン損失

竹内 映人 1, 〇坂本 裕則 1, 馬 ベイ 1, 森田 健 1, 石谷 善
博 1

1.千葉大工

 10:45  15a-F206-4 AlN/金属ストライプ構造のラマン散乱スペクトルにおけ
るA1-E1 選択則の崩れに関する検討

〇坂本 裕則 1, 馬 蓓 1, 森田 健 1, 石谷 善博 1 1.千葉大工

 11:00  休憩/Break
 11:15  15a-F206-5 引張によるグラフェンの熱特性変調 〇小鍋 哲 1, 多田 健人 1, 船谷 宜嗣 2, 笹岡 健二 2, 小川 

真人 2, 相馬 聡文 2, 山本 貴博 1
1.東理大, 2.神戸大

 11:30  15a-F206-6 【注目講演】局所的なフォノン分布を考慮した擬
Self-consistent モンテカルロ法によるナノスケール
GaN-HEMTの高周波特性解析

〇伊藤 直人 1, 粟野 祐二 1 1.慶大理工

 11:45 奨 15a-F206-7 分子動力学法を用いたGeSnおよびSiSn混晶内のフォノ
ン物性予測と評価

〇(PC)富田 基裕 1, 2, 3, 小椋 厚志 2, 渡邉 孝信 1 1.早大理工, 2.明大理工, 3.学振PD

 12:00  15a-F206-8 第一原理計算によるCa3Si4 の熱電変換特性への粒界効果
の評価

〇籔内 真 1, 黒崎 洋輔 1, 西出 聡悟 1, 早川 純 1 1.日立研開

3/15(Wed.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) F206会場
 13:45 招 E 15p-F206-1 [INVITED]（30min.）

Transmission and mean free path in thermal phononics
〇Sebastian Volz1, 2 1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.CNRS

 14:15 奨 E 15p-F206-2 【注目講演】Heat guiding and focusing using phononic 
nanostructures

〇(P)Roman Anufriev1, Aymeric Ramiere1, 2, Jeremie 
Maire1, Masahiro Nomura1, 3

1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.LIMMS, Univ. of Tokyo, 3.JST 
PRESTO

 14:30 奨 E 15p-F206-3 Investigation on Heat Conduction on Phononic Crystal 〇(D)Yuxuan Liao1, Takuma Shiga1, Makoto 
Kashiwagi1, Junichiro Shiomi1, 2

1.Tokyo Univ., 2.NIMS

 14:45 E 15p-F206-4 Colloidal Quantum Dot Arrays for Thermoelectric 
Devices

〇Satria Zulkarnaen Bisri1, Daiki Shin2, Sunao 
Shimizu1, Maria Ibanez3, 4, Maksym Kovalenko3, 4, 
Yoshihiro Iwasa1, 2

1.RIKEN CEMS, 2.Univ. Tokyo, 3.ETH Zurich, 4.EMPA

 15:00  休憩/Break
 15:15 奨 15p-F206-5 サスペンデッドCVDグラフェンへのサブ10 nmピッチ

周期的ナノ孔構造の作製
〇神崎 晃悠 1, シュミット マレク 1, ムルガナタン マ
ノハラン 1, 小川 真一 2, 水田 博 1

1.北陸先端大, 2.産総研

 15:30 奨 15p-F206-6 カーボンナノチューブの熱電特性に及ぼす結晶性乱れの
影響

〇(PC)大西 正人 1, 児玉 高志 1, 志賀 拓磨 1, 塩見 淳
一郎 1

1.東大工

 15:45 奨 15p-F206-7 ベイズ最適化を用いた高性能熱電グラフェンナノリボン
構造の探索

〇(B)山脇 柾 1, Ju Shenghong1, 大西 正人 1, 志賀 拓
麿 1, 塩見 淳一郎 1

1.東大工

 16:00  15p-F206-8 遺伝的アルゴリズムによる低熱伝導率Si/Ge積層構造の
探索

〇高橋 憲彦 1, 劉 宇 1, 橋間 正芳 1, 金田 千穂子 1 1.富士通研

 16:15  15p-F206-9 MnSi1.7 とSiGeの複合構造薄膜における熱伝導率のGe量
依存性

〇黒崎 洋輔 1, 籔内 真 1, 西出 聡悟 1, 早川 純 1 1.日立研開

 16:30  休憩/Break
 16:45  15p-F206-10 周期的な積層欠陥を含む酸化チタン自然超格子の熱伝導

特性
〇原田 俊太 1, 田中 克志 2, 乾 晴行 3 1.名大未来研, 2.神戸大院工, 3.京大院工

 17:00  15p-F206-11 酸化タングステンの酸化還元による可逆的熱伝導率制御 〇原田 俊太 1, 2, 弓削 勇輔 2, 田川 美穂 1, 2, 宇治原 
徹 1, 2, 3

1.名大未来研, 2.名大院工, 3.産総研

 17:15 奨 15p-F206-12 水素挿入・脱離によるWO3 薄膜の熱伝導率制御 〇(D)中村 彩乃 1, 小林 竜太 1, 原田 俊太 1, 田川 美
穂 1, 宇治原 徹 1, 2

1.名大工, 2.産総研

 17:30  15p-F206-13 層状構造を持つIn2O3(ZnO)m 薄膜の熱伝導率 〇賈 軍軍 1, 山下 雄一郎 2, 八木 貴志 2, 竹歳 尚之 2, 重
里 有三 1

1.青山学院大, 2.産総研

 17:45  15p-F206-14 層間化合物FexTiS2 単結晶の局所熱伝導率の評価 〇掛札 洋平 1, 馬場 哲也 1, 川本 直幸 1, Florent 
Pawula2, Daou Ramzy2, Hebert Sylvie2, 森 孝雄 1

1.物材機構, 2.CRISMAT

3/16(Thu.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P16会場
   16p-P16-1 分子動力学法を用いたSi/Si(1-x)Gex 構造の界面熱抵抗評価 〇(B)寺田 拓哉 1, 小出 隆太 1, 富田 基裕 1, 渡邉 孝信 1 1.早稲田大学
   16p-P16-2 PLD法によるBi1-xSrxCuSeO系薄膜の作製と熱電特性Ⅱ 〇(M1)石澤 衛 1, 内藤 智之 1, 藤代 博之 1, 伊藤 暁

彦 2, 3, 後藤 孝 2
1.岩手大理工, 2.東北大金研, 3.横国大院

  E 16p-P16-3 Thermoelectric characterization of carbon nanotube 
curable resin

〇(D)Wenxin Huang1, Naotoshi Nakashima1, 2, 
Tsuyohiko Fujigaya1, 2, 3

1.Kyushu Univ., 2.WPI-I2CNER, 3.JST-PRESTO

   16p-P16-4 熱電変換デバイスの発電動作時における加振耐久性評価 〇山本 佳嗣 1, 富村 哲也 1, 井上 幸司 1 1.三重工研
   16p-P16-5 p型シリコンナノワイヤを用いた熱電発電デバイスの作

製と特性評価
〇(B)姫田 悠矢 1, 橋本 修一郎 1, 麻田 修平 1, 徐 泰
宇 1, 大場 俊輔 1, 大和 亮 1, 張 慧 1, 2, 松川 貴 3, 渡邉 孝
信 1

1.早大理工, 2.次席研究員, 3.産総研

   16p-P16-6 Siナノワイヤ熱電デバイスの発電特性に与えるAlN熱伝
導膜の結晶性の影響

〇(B)大和 亮 1, 橋本 修一郎 1, 麻田 修平 1, 徐 泰宇 1, 
大場 俊輔 1, 姫田 悠矢 1, 松川 貴 2, 渡邉 孝信 1

1.早大理工, 2.産総研

   16p-P16-7 温度変調によるMg2Si結晶への欠陥層の導入と熱伝導率
評価

〇(M1)今野 嵩 1, 鵜殿 治彦 1 1.茨城大理工
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CS コードシェアセッション / Code-sharing session
シンポジウムのプログラムはp.34 ～ p.41 にございます
CS.1 3.13 半導体光デバイス,3.15シリコンフォトニクスのコードシェアセッション /  3.13/3.15 Code-sharing Session
3/16(Thu.) 13:45 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) F204会場

 13:45 招 16p-F204-1 【第17回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演】
（45分）
波動関数制御光デバイスの基礎研究と開発研究

〇山西 正道 1 1.浜松ホトニクス

 14:30  16p-F204-2 Si基板上へのIV-VI族半導体エピタキシャル成長と中赤
外線レーザへの応用

〇石田 明広 1, 佐藤 正宣 1, 秋川 弘樹 1, 青藤 唯 1, 中嶋 
聖介 1

1.静大院工

 14:45  16p-F204-3 直接貼付InP/Si基板上1.5µm帯GaInAsPダブルヘテロ
レーザの発振特性

〇鎌田 直樹 1, 西山 哲央 1, 大貫 雄也 1, 韓 旭 1, ベリヤ
ナヤガム ガンディカッラサン 1, 相川 政輝 1, 内田 和
希 1, 杉山 滉一 1, 早坂 夏樹 1, 下村 和彦 1

1.上智大

 15:00  16p-F204-4 直接貼付InP/Si基板上GaInAsPレーザの基板加熱温度依
存性

〇大貫 雄也 1, 西山 哲央 1, 鎌田 直樹 1, 韓 旭 1, ベリヤ
ナヤガム ガンディカッラサン 1, 相川 政輝 1, 内田 和
希 1, 杉山 滉一 1, 早坂 夏樹 1, 下村 和彦 1

1.上智大理工

 15:15 奨 16p-F204-5 Si基板上薄膜分布反射型レーザの温度依存性 〇(D)平谷 拓生 1, 井上 大輔 1, 冨安 高弘 1, 福田 快 1, 
雨宮 智宏 2, 西山 伸彦 1, 2, 荒井 滋久 1, 2

1.東工大工, 2.東工大科創研

 15:30  休憩/Break
 15:45 招 16p-F204-6 「3. 光・フォトニクス　分科内招待講演」（30分）

シリコンフォトニクスとフォトニック結晶
〇馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 16:15 招 16p-F204-7 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
貼り合わせ法を用いた高性能InGaAsP/Si hybrid MOS型
光変調器

〇韓 在勲 1, 2, 高木 信一 1, 竹中 充 1 1.東大院工, 2.学振DC1

 16:30  16p-F204-8 表面回折格子装荷フォトニック結晶スローライト偏向器
の製作と動作実証

〇近藤 圭祐 1, 建部 知紀 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大院工

 16:45  16p-F204-9 フォトニック結晶スローライト偏向器の様々な構造 〇建部 知紀 1, 近藤 圭祐 1, 竹内 萌江 1, 馬場 俊彦 1 1.横国大
 17:00 奨 16p-F204-10 シリコン細線導波路上薄膜レーザの作製 〇相原 卓磨 1, 開 達郎 1, 長谷部 浩一 1, 藤井 拓郎 1, 武

田 浩司 1, 西 英隆 1, 土澤 泰 1, 硴塚 孝明 1, 松尾 慎治 1
1.NTT先端集積デバイス研

 17:15  休憩/Break
 17:30  16p-F204-11 III-V/Si MOSキャパシタマッハツェンダ変調器による10 

Gb/s 強度変調
〇開 達郎 1, 2, 相原 卓磨 1, 長谷部 浩一 1, 藤井 拓郎 1, 2, 
武田 浩司 1, 2, 硴塚 孝明 1, 2, 土澤 泰 1, 2, 福田 浩 1, 2, 松
尾 慎治 1, 2

1.NTT先端集積デバイス研, 2.NTTナノフォトニクス
センタ

 17:45 奨 16p-F204-12 シリコン外部共振器を用いた1.7 µm帯波長可変レーザ 〇武井 翔太郎 1, 北 智洋 2, 山田 博仁 2 1.東北大工, 2.東北大院工
 18:00 奨 16p-F204-13 バルクSi 基板上集積単一周回モードⅢ-Ⅴマイクロリン

グレーザの開発
〇蕨 かほり 1, 大平 和哉 1, 吉田 春彦 1, 亀井 利浩 1, 2, 
吉田 知也 1, 2, 榊原 陽一 1, 2, 上村 浩 1, 栗田 洋一郎 1, 古
山 英人 1, 江崎 瑞仙 1

1.PETRA, 2.産総研

 18:15 奨 16p-F204-14 シリコン(100) ジャスト基板上InAs/GaAs 量子ドット
レーザの実現

〇權 晋寛 1, 張 奉鎔 2, 李 珠行 2, 影山 健生 1, 渡邉 克
之 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大ナノ量子, 2.東大生研

 18:30  16p-F204-15 Si PICを用いた差周波可変2モードヘテロジニアスQD
レーザ

〇松本 敦 1, 赤羽 浩一 1, 梅沢 俊匡 1, 山本 直克 1, 山田 
博仁 2, 北 智洋 2

1.情通機構, 2.東北大工

CS.2 6.1強誘電体薄膜,13.3絶縁膜技術,13.5デバイス／集積化技術のコードシェア / 6.1/13.3/13.5 Code-sharing Session
3/17(Fri.) 13:00 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 304会場

 13:00 奨 17p-304-1 スパッタリング法によるY2O3-HfO2 強誘電体エピタキ
シャル薄膜作製とその評価

〇(M1)鈴木 大生 1, 三村 和仙 2, 清水 荘雄 3, 内田 寛 4, 
舟窪 浩 1, 2, 3

1.東工大物院, 2.東工大総理工, 3.東工大元素, 4.上智大
理工

 13:15 奨 17p-304-2 エピタキシャルHfO2 基膜における強誘電相の安定性 
-RE2O3-HfO2 vs ZrO2-HfO2-

〇三村 和仙 1, 片山 きりは 1, 清水 荘雄 2, 木口 賢紀 3, 
赤間 章裕 3, 今野 豊彦 3, 坂田 修身 4, 舟窪 浩 1, 2, 5

1.東京工業大学大学院, 2.東工大元素, 3.東北大金研, 
4.NIMS, 5.東工大物院

 13:30  17p-304-3 強誘電体クロコン酸薄膜のYb界面制御層上への形成 〇張 鴻立 1, 前田 康貴 1, 大見 俊一郎 1 1.東工大　工学院
 13:45  17p-304-4 (001)Si 基板上にエピタキシャル成長させた HfO2 系絶縁

膜の構造解析
〇高田 賢志 1, 桐谷 乃輔 1, 吉村 武 1, 藤村 紀文 1 1.阪府大院工

 14:00  17p-304-5 ZnOナノワイヤ上への(Hf,Zr)O2 薄膜の作製 〇(B)竹内 洋平 1, 仲村 菜美 1, 藤沢 浩訓 1, 中嶋 誠
二 1, 清水 勝 1

1.兵庫県立大・工

 14:15  17p-304-6 エピタキシャルFe:HfO2 薄膜の作製と特性評価 〇白石 貴久 1, Choi Sujin1, 清水 荘雄 2, 舟窪 浩 2, 木
口 賢紀 1, 今野 豊彦 1

1.東北大, 2.東工大

 14:30 奨 17p-304-7 ALD-ZrO2 シード層によるHfxZr1-xO2 膜の強誘電性の改
良

〇(M1)女屋 崇 1, 2, 生田目 俊秀 2, 3, 栗島 一徳 1, 2, 澤本 
直美 1, 大井 暁彦 2, 池田 直樹 2, 知京 豊裕 2, 小椋 厚
志 1

1.明治大学, 2.物質・材料研究機構, 3.科学技術振興機
構

 14:45  17p-304-8 HfO2 系強誘電体薄膜の抗電界の特異な膜厚依存性 〇右田 真司 1, 太田 裕之 1, 山田 浩之 1, 澤 彰仁 1, 鳥海 
明 2

1.産総研, 2.東大工

 15:00  休憩/Break
 15:15 E 17p-304-9 Dopant-independent maximum Pr of doped ferroelectric 

HfO2

〇(D)Lun Xu1, Shigehisa Shibayama1, Tomonori 
Nishimura1, Takeaki Yajima1, Shinji Migita2, Akira 
Toriumi1

1.The Univ. of Tokyo, 2.AIST

 15:30 奨 17p-304-10 HfO2 膜の強誘電相形成における熱履歴の重要性 〇柴山 茂久 1, 徐 倫 1, 田 璇 1, 右田 真司 2, 鳥海 明 1 1.東京大学, 2.産総研
 15:45 奨 E 17p-304-11 Ferroelectric tunnel junctions with ultrathin Y2O3-doped 

HfO2

〇(D)Xuan Tian1, Shigehisa Shibayama1, Lun Xu1, 
Shinji Migita2, Akira Toriumi1

1.Univ. of Tokyo, 2.AIST

 16:00  17p-304-12 TCADを用いた強誘電体負性容量FinFETの短チャネル
効果の検討

〇太田 裕之 1, 池上 努 1, 服部 淳一 1, 福田 浩一 1, 右田 
真司 1, 鳥海 明 2

1.産総研, 2.東大工

 16:15  17p-304-13 負性容量トランジスタに向けた強誘電性HfZrO2 膜にお
ける負性容量の直接観測

〇上山 望 1, 小林 正治 1, 平本 俊郎 1 1.東大生研

 16:30 奨 17p-304-14 強誘電体HfO2ダブルゲート負性容量FETの動特性に関
する考察

〇(DC)Jang Kyungmin1, 上山 望 1, 小林 正治 1, 平本 
俊郎 1

1.東大生研

 16:45  17p-304-15 強誘電体HfO2を用いたGate-All-Aroundナノワイヤ負性
容量FETにおけるIon/Ioff比の向上とそのスケーラビリ
ティ

〇(DC)Jang Kyungmin1, 更屋 拓哉 1, 小林 正治 1, 平
本 俊郎 1

1.東大生研

CS.3 6.6プローブ顕微鏡, 12.2評価・基礎物性のコードシェアセッション / 6.6/12.2 Code-sharing session
3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 301会場

 9:30  16a-301-1 Fe(001)上のフタロシアニン分子膜成長過程 〇稲見 栄一 1, 山田 豊和 1 1.千葉大院融合
 9:45  16a-301-2 AFMによるサファイア/水界面における界面活性剤の分

子スケール三次元吸着構造解析
〇中山 響介 1, 中嶋 脩貴 1, 豊田 真理子 1, 福間 剛士 1, 2 1.金大理工, 2.ACT-C

 10:00  16a-301-3 Si(111)-(  7x  3)-In表面超伝導体へのCuPc/F16CuPcに
よる表面ドーピング

〇山田 洋一 1, 角 直也 1, 佐々木 正洋 1, 吉澤 俊介 2, 内
橋 隆 2

1.筑波大数物, 2.物材機構

 10:15  16a-301-4 ケルビンプローブフォース顕微鏡による有機色素分子／
金属薄膜界面の電子準位アライメント

〇山田 将也 1, 荒木 健人 1, 大塚 洋一 1, 松本 卓也 1 1.阪大院理

 10:30  16a-301-5 電気化学STMと近接場分光の融合による電気化学探針増
強ラマン分光装置の開発

〇横田 泰之 1, 早澤 紀彦 1, 楊 波 1, 數間 惠弥子 1, 
Francesca Celine Catalan1, 金 有洙 1

1.理研
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 10:45  16a-301-6 導電性探針AFMを用いたRu二核錯体単分子膜の電気物
性

〇高木 大敬 1, 大塚 洋一 1, 小澤 寛晃 2, 芳賀 正明 2, 松
本 卓也 1

1.阪大院理, 2.中央大理工

 11:00  16a-301-7 複数AFMモードによるstreptavidin－biotin間特異的相
互作用力測定

〇杉本 千奈 1, 宮本 眞之 1, 木南 裕陽 1, 小林 圭 1, 山田 
啓文 1

1.京大工

 11:15  16a-301-8 ナノピペットによるstreptavidin分子注入とその2次元結
晶成長観察

〇濱田 貴裕 1, 木南 裕陽 1, 宮本 眞之 1, 小林 圭 1, 山田 
啓文 1

1.京大工

CS.4 7. コードシェアセッション：ビーム応用大分類 / 7. Code-sharing Session: Beam Technology and Nanofabrication
3/14(Tue.) 13:15 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) 423会場

 13:15  14p-423-1 メタルレジストの反応機構に関する研究 〇(M1)石原 智志 1, 山本 洋揮 1, Jelius Santillan2, 井
谷 俊郎 2, 古澤 孝弘 1

1.阪大産研, 2.株式会社先端ナノプロセス基盤開発セン
ター

 13:30 奨 14p-423-2 p-クロロ-α-メチルスチレンを有したポジ型電子線レジ
ストの露光特性の組成比依存性

〇落合 俊介 1, 髙山 智寛 1, 岸村 由紀子 1, 浅田 裕法 1, 
岩熊 美奈子 2, 園田 愛恵 2, 星野 亮一 3

1.山口大, 2.都城高専, 3.ファインマテリアルシステム

 13:45  14p-423-3 化学増幅型レジストへのスルホン化合物の添加効果 〇岡本 一将 1, 2, 藤井 槙哉 1, 山本 洋揮 2, 古澤 孝弘 2, 
井谷 俊郎 3

1.北大院工, 2.阪大産研, 3.EIDEC

 14:00  14p-423-4 電子線/フォトリソグラフィ両用ポジ型レジストの露光
特性評価

岸村 由紀子 1, 張 帥 1, 〇浅田 裕法 1 1.山口大

 14:15 奨 14p-423-5 分子軌道計算によるレジスト評価手法の検討 〇(M1)永田 祥平 1, 新原 章汰 1, 原田 哲男 1, 渡邊 健
夫 1

1.兵県大高度研

 14:30  14p-423-6 ニトロフェニル自己組織化単分子膜における電子線誘起
極性変化によるブロック共重合体のラメラ配向

〇山本 洋揮 1, Guy Dawson2, Alex P.G. Robinson2, 古
澤 孝弘 1

1.阪大産研, 2.バーミンガム大学

 14:45  14p-423-7 ブロック共重合体バルクラメラ相の粗視化分子動力学シ
ミュレーション

〇山口 徹 1, 田中 弘隆 1, ニコラ クレメント 1, 藤原 
聡 1

1.NTT物性基礎研

 15:00  14p-423-8 自己組織化/電子ビーム複合リソグラフィによる局所ナ
ノパターニングに関する研究

〇米谷 玲皇 1, 西川 慧 1, 前田 悦男 1 1.東大院工

 15:15  休憩/Break
 15:30  14p-423-9 電子線描画装置によるラインアンドスペースパターン形

成における2変数2次近似モデルの検討
〇黒内 正仁 1, 安井 学 1, 小沢 武 1 1.神奈川県産技セ

 15:45 奨 14p-423-10 EUV反射率計用のMo/Siワイドバンド多層膜偏光子の開
発

〇(M1)渡辺 雅紀 1, 井口 晴貴 1, 原田 哲男 1, 渡邊 健
夫 1

1.兵庫県立大学

 16:00  14p-423-11 複雑化・深化するOPC(近接効果補正): GPUによる高速
化処理とOPC配置数の削減

〇門田 和也 1, 加藤 心 2 1.ナノサイエンスラボ, 2.日本シノプシス

 16:15  14p-423-12 屈折率分布型レンズアレイを用いた投影露光リソグラ
フィにおける露光フィールド内パターン形成特性の均一
化

〇堀内 敏行 1, 佐藤 貴紀 1, 小林 宏史 1 1.東京電機大

 16:30  14p-423-13 ビルトインレンズマスクによる3次元フォトリソグラ
フィの検証

田中 利樹 1, 杉原 大貴 1, 笹子 勝 1, 菊田 久雄 1, 川田 博
昭 1, 〇平井 義彦 1

1.阪府大工

 16:45 奨 14p-423-14 塗布型ZnOを用いた非真空プロセスによる三次元周期構
造体の作製

〇(D)荒木 慎司 1, 2, 石河 泰明 1, 王 旭東方 1, 上沼 睦
典 1, Donghwi Cho3, Seokwoo Jeon3, 浦岡 行治 1

1.奈良先端大, 2.学振特別研究員, 3.KAIST

3/14(Tue.) 13:15 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) 424会場
 13:15  14p-424-1 電子エネルギー損失分光法によるナノスケール温度測定 〇吉田 秀人 1, 2, 北村 亮 1, 3, 玉岡 武泰 1, 3 1.阪大産研, 2.JSTさきがけ, 3.阪大院工
 13:30  14p-424-2 HSAを用いたREELS測定によるリチウム K吸収端評価 〇田口 昇 1, 田中 章泰 2, 吉田 木の実 2, 堤 建一 2, 前田 

泰 1, 田中 真悟 1
1.産総研電池技術, 2.日本電子(株)

 13:45  14p-424-3 広帯域位相差電子顕微鏡システムの開発 〇平林 祐太 1, 木村 吉秀 1, 高井 義造 1 1.阪大院工
 14:00  14p-424-4 円環・円孔電極を用いた電界型Csコレクタの開発（4） 〇川崎 忠寛 1, 2, 石田 高史 2, 吉田 竜視 1, 加藤 丈晴 1, 

児玉 哲司 3, 富田 正弘 4, 生田 孝 5
1.JFCC, 2.名大未来研, 3.名城大理工, 4.真空デバイス, 
5.大阪電気通信大

 14:15 奨 14p-424-5 低加速電子線偏向を用いた高感度局在電界可視化 〇鄭 サムエル 1, Edwards Gary2, 藤田 淳一 1, 3 1.筑波大応理, 2.Deben UK Ltd., 3.TIMS
 14:30 奨 14p-424-6 単一カーボンナノチューブ電子源を用いた小型X線顕微

鏡の開発と性能評価
〇山崎 慎太郎 1, 勝山 翔太 1, 入田 賢 1, 2, 中原 仁 1, 村
田 英一 3, 大野 輝昭 4, 安坂 幸師 1, 齋藤 弥八 1

1.名大院工, 2.名大VBL, 3.名城大院理工, 4.テクネック
ス工房

 14:45  14p-424-7 超小型電子ビーム直接描画機： 電子光学系及びナノレベ
ル多軸ステージ

〇門田 和也 1, 小坂 光二 2 1.ナノサイエンスラボ, 2.株式会社　TCK

 15:00  14p-424-8 ウェーブレット隠れマルコフモデルを用いた電子線ホロ
グラムの雑音低減

〇御堂 義博 1, 三浦 克介 1, 村上 恭和 2, 中前 幸治 1 1.阪大情報科, 2.九大工

 15:15  14p-424-9 弛緩法を用いた電子線ホログラム像の干渉縞欠損修復 〇三浦 克介 1, 御堂 義博 1, 村上 恭和 2, 中前 幸治 1 1.阪大情報科, 2.九大工
 15:30  休憩/Break
 15:45  14p-424-10 炭化タングステン電界放射陰極の形成過程及び電子放出

特性評価
〇山梨 遼太郎 1, 根尾 陽一郎 1, 三村 秀典 1 1.静大電研

 16:00  14p-424-11 金属ホウ化物による熱陰極の低仕事関数化 〇小林 敬也 1, 鳥居 夏平 1, 村田 英一 1, 六田 英治 1, 下
山 宏 1, 安田 洋 2, 原口 岳士 2

1.名城大理工, 2.(株)PARAM

 16:15  14p-424-12 低い真空度におけるカーボンナノチューブからの電界放
出

〇入田 賢 1, 2, 當間 郷史 1, 神村 直輝 1, 中原 仁 1, 安坂 
幸師 1, 齋藤 弥八 1, 橋本 悟 3, 橋本 剛 3

1.名大院工, 2.名大 VBL, 3.名城ナノカーボン

 16:30  14p-424-13 PdO2 を貴金属供給源に持つPd被覆単原子電子源の作製 〇浅井 泰尊 1, 熊谷 成輝 1, 村田 英一 1, 六田 英治 1 1.名城大理工
 16:45  14p-424-14 グラフェン表面電極を有するnc-Si弾道電子エミッタの電

子放出特性の研究
〇小島 明 1, 池上 尚克 1, 須田 隆太郎 2, 越田 信義 2 1.東北大学, 2.東京農工大学

 17:00  14p-424-15 GOS(Graphene-Oxide-Semiconductor)型電子源の電子
放出特性

〇(M1)飯島 拓也 1, 田中 駿丞 1, 長尾 昌善 2, 根本 善
弘 3, 竹口 雅樹 3, 山田 洋一 1, 佐々木 正洋 1, 藤田 淳
一 1, 村上 勝久 1, 2, 3

1.筑波大数理, 2.産総研, 3.物材機構

 17:15  14p-424-16 マルチエミッタ評価装置によるボルケーノ構造スピント
型エミッタの放出電流の測定

〇田口 広大 1, 中野 美香 1, 村田 英一 1, 六田 英治 1, 長
尾 昌善 2, 村上 勝久 2

1.名城大理工, 2.産総研

3/15(Wed.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) 423会場
 9:00  15a-423-1 インプリントアライメントに向けた蛍光モアレの観察 〇菊地 英里 1, 石戸 洋太 1, 松原 信也 2, 中村 貴宏 1, 阿

部 誠之 2, 中川 勝 1
1.東北大, 2.旭化成

 9:15  15a-423-2 ナノインプリントグラフォエピタキシー分子配向の深さ
方向分析

〇岡田 真 1, 藤井 良輔 2, 春山 雄一 1, 小野 浩司 3, 川月 
喜弘 2

1.兵県大高度研, 2.兵県大工, 3.長岡技科大

 9:30 奨 15a-423-3 熱ナノインプリント作製した金ナノ粒子コート超平坦フ
レキシブル基板

〇後藤 里紗 1, 嶋田 航大 1, 金子 智 2, 松田 晃史 1, 吉本 
護 1

1.東工大, 2.神奈川県産技セ

 9:45  15a-423-4 複数アリ構造の冷やしばめによる超音波ホーンとモール
ド間締結の改善

〇銘苅 春隆 1, 矢野 隆行 2 1.産総研, 2.分子研

 10:00  休憩/Break
 10:15  15a-423-5 遅延硬化型UV硬化樹脂を用いた不透明材料へのUVナノ

インプリント
〇川田 博昭 1, 筒井 治衣 1, 安田 雅昭 1, 平井 義彦 1 1.大府大工

 10:30  15a-423-6 連続ＵＶナノインプリントにおける離型層の耐久性の改
善検討

〇伊吉 就三 1, 岡田 真 1, 春山 雄一 1, 松井 真二 1 1.兵庫県立大　高度研

 10:45  15a-423-7 確率論的モデルに基づくナノ空間中でのUV-NILレジス
トの硬化特性解析

〇香山 真範 1, 白井 正充 1, 川田 博昭 1, 平井 義彦 1, 安
田 雅昭 1

1.大阪府大院工

 11:00  15a-423-8 ナノインプリントによるオーバーハング型マイクロピ
ラーアレーの形成

〇柳下 崇 1, 佐原 里香 1, 益田 秀樹 1 1.首都大都市環境

CS.4 7. コードシェアセッション：ビーム応用大分類 / 7. Code-sharing Session: Beam Technology and Nanofabrication
CS コ

ー
ド

シ
ェ

ア
セ

ッ
シ

ョ
ン

 / Code-sharing session　
　



 11:15  15a-423-9 ナノトレンチへの埋め込みによる可溶性導電性高分子ナ
ノワイヤの作製と評価

〇(M2)畔柳 志帆 1, 宮崎 孝道 2, Heo Shinae3, 杉安 
和憲 3, 中川 勝 1, 若山 裕 3

1.東北大多元研, 2.東北大工学部, 3.物材機構

3/15(Wed.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 318会場
 9:00  15a-318-1 固体希ガスレーザープラズマのVUV発光特性 〇天野 壯 1 1.兵庫県大高度研
 9:15  15a-318-2 N2 ガス中レーザー生成プラズマからの「水の窓」軟Ⅹ線

発光強度
〇江島 丈雄 1, 岸本 牧 2, 篠原 邦夫 2, 加道 雅孝 2, 小田
切 誠 3, 角中 昇 3, 難波 愼一 3

1.東北大多元研, 2.量研機構, 3.広島大院工

 9:30  15a-318-3 Heガス中レーザー生成プラズマからの8-30nm軟Ⅹ線発
光強度

〇江島 丈雄 1, 山木 賢一 1 1.東北大多元研

 9:45  15a-318-4 レーザー駆動EUV光を用いた材料プロセスのための不純
物抑制

〇(M1C)和田 直 1, 田中 のぞみ 1, 景山 恭行 2, 出口 
亮 1, 余語 覚文 1, 西村 博明 1

1.阪大レーザー研, 2.豊田中研

 10:00  15a-318-5 Ｘ線微分位相コントラスト顕微鏡を用いた元素イメージ
ング

〇渡辺 紀生 1, 青木 貞雄 2, 1 1.筑波大数物, 2.総合科学研究機構

 10:15  15a-318-6 波長 4 nm 軟X線用 Cr/Sc/Mo 多層膜コンデンサーミ
ラーの開発

〇羽多野 忠 1, 江島 丈雄 1 1.東北大多元研

 10:30  休憩/Break
 10:45  15a-318-7 SPring-8兵庫県ビームラインBL24XUにおけるコヒーレ

ントX線回折イメージング法の開発
〇高山 裕貴 1, 2, 高見 侑希 1, 宮川 天将 1, 篭島 靖 1 1.兵庫県立大物質理, 2.理研RSC

 11:00  15a-318-8 実験室系高分解能X線位相イメージング顕微鏡の開発 〇高野 秀和 1, 2, 呉 彦霖 1, 2, 百生 敦 1, 2 1.東北大多元研, 2.JST-ERATO
 11:15 E 15a-318-9 X-ray phase scanner using Talbot-Lau interferometry for 

non-destructive testing – IV
〇Shivaji Bachche1, Masahiro Nonoguchi2, Koichi 
Kato2, Masashi Kageyama2, Takafumi Koike2, Masaru 
Kuribayashi2, Atsushi Momose1

1.Tohoku Univ., 2.Rigaku Corp.

 11:30  15a-318-10 ボロンK発光分光計測のためのランタン(La)系膜付加に
よる高回折効率・広受光角軟X線ラミナー型回折格子の
設計

〇小池 雅人 1, ピロジコフ アレキサンダー1, 羽多野 
忠 2, 西原 弘晃 3, 笹井 浩行 3, 長野 哲也 3

1.量研機構量子ビーム, 2.東北大多元研, 3.島津デバイ
ス

 11:45  15a-318-11 薄型テレビ製造プロセスを用いた高解像フラットパネル
X線検出器の開発

〇藤原 健 1, 谷野 貴広 2, 重田 和樹 2, 岡村 昌紀 2, 三好 
寿顕 3, 中村 渉 3, 河西 秀典 3

1.産総研, 2.東レ, 3.シャープ

3/15(Wed.) 13:15 - 16:15 口頭講演 (Oral Presentation) 318会場
 13:15  15p-318-1 絶縁性有機膜の簡便な軟X線励起全電子収量測定 〇村松 康司 1, 大内 貴仁 1 1.兵県大院工
 13:30  15p-318-2 中性子用蒸着Gd格子の作製とX線顕微鏡による評価 〇佐本 哲雄 1, 2, 高野 秀和 1, 2, 百生 敦 1, 2 1.JST ERATO百生PJ., 2.東北大多元研
 13:45 奨 15p-318-3 マイクロフォーカスＸ線源と振幅格子を用いたＸ線位相

イメージング -振幅格子の投影像の短周期化の検討-
〇(M1)細野 凌 1, 佐野 壱成 1, 川端 智樹 2, 林田 清 2, 
工藤 統吾 3, 4, 尾崎 恭介 3, 初井 宇記 3, 細井 卓治 1, 渡
部 平司 1, 志村 考功 1

1.阪大院工, 2.阪大院理, 3.理研, 4.JASRI

 14:00  15p-318-4 耐熱鋼に添加された微量軽元素のＸ線吸収スペクトル測
定

〇志岐 成友 1, 藤井 剛 1, 浮辺 雅宏 1, Fons Paul1, 阿部 
富士雄 2, 大久保 雅隆 1

1.産総研, 2.物材

 14:15  15p-318-5 X線Talbot-Lau干渉計を用いた4DCTによるポリマーブ
レンド相分離構造その場観察

〇呉 彦霖 1, 2, 高野 秀和 1, 2, 村上 岳 3, 百生 敦 1, 2 1.東北大多元研, 2.JST-ERATO, 3.東北大院工

 14:30  15p-318-6 レーザー駆動プラズマＸ線レーザーによる絶対反射率測
定

〇今園 孝志 1 1.量研機構関西

 14:45  休憩/Break
 15:00 奨 15p-318-7 レーザーピーニングにおけるプラズマ閉じ込め層制御の

効果
〇津山 美穂 1, 榎原 直哉 1, 山下 数馬 1, 國政 拓人 1, 部
谷 学 2, 中野 人志 1

1.近大理工, 2.大産大工

 15:15  15p-318-8 高次高調波光源を用いたMo/Si多層膜ミラーの反射率評
価装置の開発

〇五十嵐 裕紀 1, 2, 谷 峻太郎 2, 小林 正和 1, 柿崎 弘
司 1, 小林 洋平 2

1.ギガフォトン, 2.東大物性研

 15:30 奨 E 15p-318-9 Imaging plate analysis of extreme ultraviolet light (EUV) 
from tin laser-produced plasmas

〇(P)Christopher Stephen Musgrave1, Takehito 
Murakami1, Teruyuki Ugomori2, Kensuke Yoshida2, 
Shinsuke Fujioka2, Hiroaki Nishimura2, Hironori 
Atarashi3, 1, Tomokazu Iyoda1, Keiji Nagai1

1.Tokyo Inst. of Tech, 2.Osaka Univ., 3.Okayama Univ.

 15:45  15p-318-10 【注目講演】半導体リソグラフィ用LPP-EUV光源の開発 〇西村 祐一 1, 竹田 有輝 1, 竹中 怜 1, 高島 悠太 1, 柏崎 
務 1, 藤巻 貴久 1, 福田 修 1, 小山内 貴幸 1, 宮下 光太
郎 1, 細田 裕計 1, 安藤 正彦 1, 若菜 克彦 1, 薮 隆之 1, 植
野 能史 1, 鈴木 徹 1, 堀 司 1, 阿部 保 1, 斎藤 隆志 1, 溝口 
計 1

1.ギガフォトン

 16:00  15p-318-11 EUV光源ターゲットのレーザーアブレーションによる粒
子発生

〇佐々木 明 1, 砂原 淳 2, 西原 功修 3, 西川 亘 4 1.量研機構, 2.レーザー総研, 3.阪大レーザー研, 4.岡山
大

3/16(Thu.) 10:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) 424会場
 10:00 招 16a-424-1 「7. ビーム応用　分科内招待講演」（30分）

超音速分子ビームによる表面化学反応の放射光光電子分
光観察

〇吉越 章隆 1 1.原子力機構

 10:30  16a-424-2 Pt(111)表面へのO2 吸着：
状態選別O2 ビームによる解析

〇植田 寛和 1, 倉橋 光紀 1 1.物材機構

 10:45  16a-424-3 超熱エネルギー酸素分子によるCu3Pt(111)表面の酸化過
程

〇津田 泰孝 1, 牧野 隆正 1, 塚田 千恵 2, 吉越 章隆 2, 福
山 哲也 3, 岡田 美智雄 1

1.阪大理, 2.原子力機構, 3.日立研開

 11:00 奨 16a-424-4 フェロセンで覆われたイオン流路にC60 イオンを入射し
た際の出射粒子の質量分析

〇立川 知樹 1, 内田 貴司 1, 本橋 健次 2 1.東洋大学大学院学際, 2.東洋大理工

 11:15 奨 16a-424-5 金属多結晶を用いたスパッタリング収率の結晶方位依存
性の評価（２）

〇(M1)平井 大陽 1, 長崎 正雅 1, 吉野 正人 1, 山田 智
明 1

1.名古屋大

 11:30  16a-424-6 ガスクラスターイオンビーム照射による表面活性化接合
の検討

〇(B)池田 翔太 1, 佐々木 智也 1, 豊田 紀章 1, 山田 公 1 1.兵庫県立大工

 11:45  16a-424-7 ガスクラスターイオンビームを用いた原子層エッチング 〇豊田 紀章 1, 小川 晃広 1, 山田 公 1 1.兵庫県立大工
3/16(Thu.) 14:00 - 16:00 口頭講演 (Oral Presentation) 424会場

 14:00  16p-424-1 ClF3 中性クラスター斜め2方向照射によるレバー構造の
作成

〇瀬木 利夫 1, 荘所 正 2, 小池 国彦 2, 山本 洋揮 3, 古澤 
孝弘 3, 青木 学聡 1, 松尾 二郎 1

1.京大院工, 2.岩谷産業, 3.阪大産研

 14:15 E 16p-424-2 Fabrication of Tunnel Barriers in Suspended Multiwall 
Carbon Nanotube Using Focused Ion Beam Technique

〇(D)Norizzawati Mohd Ghazali1, 2, Hiroshi 
Tomizawa1, 3, Noriyuki Hagiwara1, 4, Katsuya 
Suzuki1, 4, Abdul Manaf Hashim1, 2, Tomohiro 
Yamaguchi1, Seiji Akita5, Koji Ishibashi1, 6

1.RIKEN, 2.Malaysia-Japan Int.l Inst. of Tech., UTM, 
3.Tokyo Univ. of Sci, 4.Chiba Univ., 5.Osaka Pref. Univ., 
6.RIKEN CEMS

 14:30  16p-424-3 竹炭を用いたイオン液体イオン源の長時間動作特性 〇東浦 佑真 1, 西 和哉 1, 竹内 光明 1, 龍頭 啓充 1 1.京大　光・電子理工学教育研究センター
 14:45  16p-424-4 タングステン針に成膜した窒化チタンのアトムプローブ

分析における高質量イオンの観測
〇西村 知紗 1, 羽路 祐紀 1, 辻 博司 1, 後藤 康仁 1 1.京大院工

 15:00  16p-424-5 直流電界蒸発によるタングステン針を用いたグルタミン
酸のアトムプローブ分析

羽路 祐紀 1, 入場 紀明 1, 〇辻 博司 1, 後藤 康仁 1 1.京大院工

 15:15  16p-424-6 帯電液滴およびガスクラスター衝撃による二次イオン測
定

〇二宮 啓 1, 十河 真生 2, 坂井 大輔 2, 渡邉 勝己 2, チェ
ン リーチュイン 1, 平岡 賢三 3

1.山梨大院総合, 2.アルバック・ファイ, 3.山梨大クリー
ン

 15:30  16p-424-7 タンデム型SIMS装置を用いた検出限界の改善 〇鈴木 敢士 1, 瀬木 利夫 1, 青木 学聡 1, 松尾 二郎 1 1.京大院工
 15:45  16p-424-8 パイプ型ノズルを用いた大気圧SIMS測定 〇(M1)石井 健太 1, 瀬木 利夫 1, 青木 学聡 1, 松尾 二

郎 1
1.京大院工

CS.4 7. コードシェアセッション：ビーム応用大分類 / 7. Code-sharing Session: Beam Technology and Nanofabrication
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CS.5 9.4熱電変換,16.2エナジーハーベスティングのコードシェアセッション / 9.4/16.2 Code-sharing session
3/16(Thu.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P6会場

   16a-P6-1 二酸化バナジウム分散ガラスの作製条件が与える蓄熱特
性への影響

〇小松 成 1, 村本 圭 1, 寺門 信明 1, 高橋 儀宏 1, 藤原 
巧 1

1.東北大院工

   16a-P6-2 Nb系酸化物の熱電特性 〇掛本 博文 1, 渡邉 拓哉 2, 入江 寛 1, 2 1.山梨大学 クリーンエネルギー研究センター, 2.山梨大
学 大学院医学工学総合教育部

   16a-P6-3 共晶体構造を有するSr(Ti,Nb)O3/(Ti,Nb)O2 の微細組織
と熱電特性

〇堀井 滋 1, 横田 有為 2, 吉川 彰 3, 荻野 拓 4, 土井 俊
哉 1

1.京大院エネ科, 2.東北大NICHe, 3.東北大金研, 4.産
総研

   16a-P6-4 遷移金属硫化物ZnCr2S4 の熱電物性とOpenMX & 
BoltzTraPによる電子輸送計算

〇(DC)宮田 全展 1, 尾崎 泰助 2, 豊田 丈紫 3, 小矢野 
幹夫 1

1.北陸先端大, 2.東大物性研, 3.石川県工業試験場

   16a-P6-5 Wanner 関数法を用いた熱電クラスレートに対する電子
状態の検討

〇赤井 光治 1, 岸本 堅剛 1, 小柳 剛 1, 山本 節夫 1 1.山口大

  奨 16a-P6-6 SiクラスレートにおけるAuを含む多元素置換と熱電特性 〇前島 理佐 1, 岡本 和也 1, 阿武 宏明 1 1.山陽小野田市立山口東理大工
  E 16a-P6-7 Enhancement of thermoelectric properties in amorphous 

Si1-xGex synthesized by mechanical alloying process
〇(PC)Omprakash Muthusamy1, Shunsuke 
Nishino1, Masahiro Adachi2, Tsunehiro Takeuchi1

1.Toyota Tech. Inst., 2.Sumitomo Elec. Ind.

   16a-P6-8 熱処理中その場 X線回折測定によるa-Si/Ge薄膜中ナノ
結晶の観察

〇足立 真寛 1, 豊島 遼 1, 徳田 一弥 1, 斎藤 吉広 1, 藤井 
俊輔 1, 木山 誠 1, 山本 喜之 1, 西野 俊佑 2, Omprakash 
Muthusamy2, 竹内 恒博 2

1.住友電工, 2.豊田工大

   16a-P6-9 Al誘起層交換によるSi1-xGex 熱電薄膜の低温合成 〇都甲 薫 1, 中田 充紀 1, 山本 淳 2, 末益 崇 1 1.筑波大学, 2.産総研
   16a-P6-10 カルコパイライト熱電材料の結晶構造と形成相の詳細解

析
〇(D)藤井 洋輔 1, 小菅 厚子 1 1.阪府大

   16a-P6-11 電解めっき法によるBi-Se系薄膜の作製と熱処理におけ
る熱電特性向上

〇山内 和樹 1, 佐伯 昌哉 1, 高尻 雅之 1 1.東海大学

   16a-P6-12 スパッタリング法によるスタック型熱電薄膜モジュール
の製作と評価

〇高山 健 1, 高尻 雅之 1 1.東海大院工

   16a-P6-13 高周波マグネトロンスパッタリング法によるビスマス・
テルル薄膜の構造と熱電特性に及ぼす金属中間層膜厚の
影響

〇佐々木 勇輔 1, 高尻 雅之 1 1.東海大院工

   16a-P6-14 ビスマスの格子変形がバンド構造および輸送特性に及ぼ
す影響

〇小峰 啓史 1, 青野 友祐 1, 村田 正行 2, 長谷川 靖洋 3 1.茨大工, 2.産総研, 3.埼玉大

  奨 16a-P6-15 Fe2VAl0.9Al0.1/Cu 傾斜積層熱電デバイスの設計および評
価

〇小平 直人 1, 生出 嘉 1, 林 慶 1, 宮﨑 讓 1 1.東北大院工

   16a-P6-16 Mn基フルホイスラー合金の熱電性能計算 〇林 慶 1, 宮﨑 讓 1 1.東北大院工
   16a-P6-17 グリセリン/PEDOT:PSS薄膜の電界下成膜による熱電特

性向上
〇相澤 健吾 1, 長南 安紀 1, 小宮山 崇夫 1, 山口 博之 1, 
青山 隆 1, 境 英一 1, 邱 建輝 1

1.秋田県大システム科学技術

   16a-P6-18 熱流制御に向けたスピン熱伝導性La5Ca9Cu24O41 膜の作
製と物性調査

〇町田 雄気 1, 寺門 信明 1, 高橋 良輔 1, 高橋 儀宏 1, 藤
原 巧 1

1.東北大院工

   16a-P6-19 一般化されたオームの法則に関する電気物性の同時測定 〇有坂 太一 1, 大塚 美緒子 1, 長谷川 靖洋 1 1.埼玉大工
   16a-P6-20 KFMを用いたフェルミエネルギーの温度依存性測定 〇(DC)鈴木 悠平 1, 岡 晃人 1, マニ ナヴァニーザン 1, 

渡辺 孝信 2, 池田 浩也 1
1.静大電研, 2.早大理工

  奨 E 16a-P6-21 Thermoelectric Properties of Cubic SnSe Phase from First 
Principles Calculation

〇(M1)Yi Huang1, Kei Hayashi1, Yuzuru Miyazaki1 1.Tohoku Univ.

  奨 16a-P6-22 二重封止式温度勾配法を用いたSnSe結晶の作製と熱電特
性評価

〇(B)寺社下 文也 1, 辻岡 祐介 2, 田橋 正浩 1, 高橋 
誠 1, 後藤 英雄 1, 土屋 雄司 2, 一野 祐亮 2, 吉田 隆 2

1.中部大工, 2.名大工

CS.6 10.1,10.2,10.3,10.4コードシェアセッション「新規スピン操作方法および関連現象」  
/ 10.1/10.2/10.3/10.4 Code-sharing session "Emerging control-methods of magnetization and related phenomena"
3/15(Wed.) 13:15 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) 501会場

 13:15 E 15p-501-1 Influence of Cr doping on voltage-controlled magnetic 
anisotropy effect at an ultrathin Fe/MgO interface

〇Takayuki Nozaki1, Anna Koziol-Rachwal1, 2, Yoichi 
Shiota1, Shingo Tamaru1, Hitoshi Kubota1, Akio 
Fukushima1, Yoshishige Suzuki1, 3, Shinji Yuasa1

1.AIST, 2.AGH Univ., 3.Osaka Univ.

 13:30 E 15p-501-2 Voltage-induced perpendicular magnetic anisotropy 
change and switching in Ta/(CoxFe100-x)80B20 multilayers

〇Yoichi Shiota1, Takayuki Nozaki1, Shingo Tamaru1, 
Kay Yakushiji1, Hitoshi Kubota1, Akio Fukushima1, 
Shinji Yuasa1, Yoshishige Suzuki1, 2

1.AIST, 2.Osaka Univ.

 13:45 奨 E 15p-501-3 Electric field effect on perpendicular magnetic anisotropy 
in Ta/CoFeB/Mg1-xTixO

〇(P)Tiar Ikh1, Shinya Kasai1, Pohan Cheng1, 2, Koki 
Mukaiyama1, Tadakatsu Ohkubo1, Kazuhiro Hono1, 2

1.National Institute for Materials Science, 2.University 
of Tsukuba

 14:00  15p-501-4 高精度X線磁気円二色性分光による外部電圧下における
Fe超薄膜の磁気モーメントの評価

〇塚原 拓也 1, 河辺 健志 1, 下瀬 弘輝 1, 古田 大志 1, 宮
風 里紗 1, 縄岡 孝平 1, 後藤 穣 1, 4, 野崎 隆行 2, 湯浅 新
治 2, 小谷 佳範 3, 豊木 研太郎 3, 鈴木 基寛 3, 中村 哲
也 3, 鈴木 義茂 1, 4, 三輪 真嗣 1, 4

1.阪大院基, 2.AIST, 3.JASRI, 4.阪大CSRN

 14:15 奨 E 15p-501-5 Electric-field effect on stiffness constant investigated by 
spin-wave resonance in nanoscale MgO/CoFeB magnetic 
tunnel junctions

〇(M2C)Takaaki Dohi1, Shun Kanai1, 2, 3, Fumihiro 
Matsukura1, 2, 3, 4, Hideo Ohno1, 2, 3, 4, 5

1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CSRN, 
Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 5.CIES, 
Tohoku Univ.

 14:30  15p-501-6 電圧制御型スピントロニクスメモリ（ＶｏＣＳＭ） 〇清水 真理子 1, 與田 博明 1, 井口 智明 1, 大沢 裕一 1, 
下村 尚治 1, 白鳥 聡志 1, 杉山 英行 1, 加藤 侑志 1, 上口 
裕三 1, ブヤンダライ アルタンサルガイ 1, 鴻井 克彦 1, 
及川 壮一 1, 石川 瑞恵 1, テイワリ アジヤイ 1, 池上 一
隆 1, 斉藤 好昭 1, 黒部 篤 1

1.東芝

 14:45 奨 E 15p-501-7 Electrically controlled magnetism in ferromagnetic Pt 〇(DC)KIHIRO YAMADA1, Motohiro Suzuki2, 
Abdul-Muizz Pradipto1, 3, Tomohiro Koyama4, 
Sanghoon Kim1, Kab-Jin Kim1, Shimpei Ono5, 
Takuya Taniguchi1, Hayato Mizuno1, Fuyuki Ando1, 
Kent Oda1, Haruka Kakizakai1, Takahiro Moriyama1, 
Kohji Nakamura3, Daichi Chiba4, Teruo Ono1

1.ICR, Kyoto Univ., 2.SPring-8/JASRI, 3.Mie Univ., 
4.The Univ. of Tokyo, 5.CRIEPI

 15:00 E 15p-501-8 Substrate dependence of electric field effect on magnetic 
anisotropy in the Pt/Co/Pd system

〇Yohei Hayashi1, Yuki Hibino1, Takamasa Hirai1, 
Kazumoto Miwa2, Shimpei Ono2, Tomohiro 
Koyama1, Daichi Chiba1

1.The Univ. of Tokyo, 2.CRIEPI

 15:15  15p-501-9 Controlling of voltage-induced SW resonance properties 
in perpendicular nanowires

〇(M2)Xiaorui Ya1, Terumitsu Tanaka1, Kimihide 
Matsuyama1

1.Kyushu Univ.

 15:30  休憩/Break
 15:45 招 15p-501-10 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

イットリウム鉄ガーネットを用いたΨ型干渉器によるス
ピン波多数決回路

〇金澤 直輝 1, 後藤 太一 1, 2, 高木 宏幸 1, 中村 雄一 1, 
ロス キャロライン 3, グラノフスキー アレクサン
ダー4, 関口 康爾 2, 5, 内田 裕久 1, 井上 光輝 1

1.豊橋技科大, 2.JSTさきがけ, 3.マサチューセッツ工科
大, 4.モスクワ大, 5.慶応大

 16:00 E 15p-501-11 Spin-orbit torque induced magnetization switching in Co/
Pt multilayers

〇Butsurin Jinnai1, Chao Liang Zhang2, Aleksandr 
Kurenkov2, Mathias Bersweiler1, Hideo Sato1, 2, 3, 4, 
Shunsuke Fukami1, 2, 3, 4, Hideo Ohno1, 2, 3, 4, 5

1.CSIS, Tohoku Univ., 2.RIEC, Tohoku Univ., 3.CSRN, 
Tohoku Univ., 4.CIES, Tohoku Univ., 5.WPI-AIMR, 
Tohoku Univ.

CS.6 10.1,10.2,10.3,10.4コードシェアセッション「新規スピン操作方法および関連現象」 / 10.1/10.2/10.3/10.4 Code-sharing session "Emerging control-methods of magnetization and related phenomena" 
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 16:15 奨 E 15p-501-12 Spin-orbit torque memristor, operated by pulsed currents 〇Aleksandr Kurenkov1, Samik DuttaGupta1, 2, 
Chaoliang Zhang1, William A. Borders1, Shunsuke 
Fukami1, 2, 3, 4, Hideo Ohno1, 2, 3, 4, 5

1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSRN, 3.CSIS, 4.CIES, 5.
WPI-AIMR

 16:30 奨 E 15p-501-13 An Analogue Spin-Orbit Torque Device for an Artificial 
Neural Network

〇(M1)William Andrew Borders1, Hisanao Akima1, 
Shunsuke Fukami1, Satoshi Moriya1, Shouta 
Kurihara1, Aleksandr Kurenkov1, Yoshihiko Horio1, 
Shigeo Sato1, Hideo Ohno1

1.Tohoku University

 16:45 奨 E 15p-501-14 Electric field-induced modulations of anomalous Hall 
effect in an itinerant ferromagnet SrRuO3

〇Hayato Mizuno1, Kihiro Yamada1, Daisuke Kan1, 
Takahiro Moriyama1, Yuichi Shimakawa1, Teruo 
Ono1

1.ICR, Kyoto Univ.

 17:00  休憩/Break
 17:15 E 15p-501-15 Modeling synchronization of spin torque oscillators 

through spin Hall magnetoresistance
〇Tomohiro Taniguchi1 1.AIST

 17:30  15p-501-16 Magnetoresistance due to charge-spin conversion by 
anomalous Hall effect

〇谷口 知大 1, Grollier Julie2, Stiles Mark3 1.産総研, 2.CNRS, 3.NIST

 17:45 奨 E 15p-501-17 Spin Hall magnetoresistance in Erbium Iron Garnet/
Platinum systems

〇Hiroto Sakimura1, Michaela Lemmel2, 3, Matthias 
Althammer3, Stephan Gepraegs3, Kazuya Ando1, 
Rudolf Gross2, 3, Sebastian T. B. Goennenwein4

1.Keio Univ., 2.TU Munich, 3.Walther Meissner Inst., 
4.TU Dresden

 18:00 E 15p-501-18 Spin rotation of spin polarized currents in weak 
ferromagnets

〇(M2C)Jeroen Peeters1, Eiiti Tamura1, Minori 
Goto1, 2, Shinji Miwa1, 2, Yoshishige Suzuki1, 2

1.Osaka University, 2.CSRN

 18:15 奨 E 15p-501-19 Spin-torque generator engineered by natural oxidation of 
Cu

〇Yuito Kageyama1, Hongyu An1, Kazuya Ando1 1.Keio Univ.

CS.7 3.11フォトニック構造・現象,13.7ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション / 3.11/13.7 Code-sharing session
3/15(Wed.) 13:15 - 19:15 口頭講演 (Oral Presentation) E205会場

 13:15  15p-E205-1 フォトニクス奨励賞授賞式 〇梅田 倫弘 1 1.フォトニクス分科会
 13:30 招 15p-E205-2 「フォトニクス奨励賞受賞記念講演」（15分）

波長切替可能な狭帯域熱輻射光源の開発と展望
〇井上 卓也 1, 2, De Zoysa Menaka1, 浅野 卓 1, 野田 
進 1

1.京大, 2.K-CONNEX

 13:45  15p-E205-3 三角形状空気孔を用いたスラブ型バレーフォトニック結
晶

〇岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 14:00 奨 15p-E205-4 半導体カイラルフォトニック結晶におけるワイル点とト
ポロジカルエッジ状態

〇高橋 駿 1, 大野 修平 2, 岩本 敏 1, 3, 初貝 安弘 2, 荒川 
泰彦 1, 3

1.東大ナノ量子機構, 2.筑波大院数理, 3.東大生研

 14:15 奨 15p-E205-5 結合ナノレーザーアレイのPT対称性の破れを用いた制
御可能な光トポロジカル相

〇高田 健太 1, 2, 納富 雅也 1, 2 1.NTT物性基礎研, 2.NTTナノフォトニクスセンタ

 14:30 奨 15p-E205-6 機械共振を用いたGaAs薄膜における励起子準位の動的
変調

〇太田 竜一 1, 岡本 創 1, 山口 浩司 1 1.NTT物性研

 14:45 奨 15p-E205-7 一次元フォノニック結晶における弾性波のトポロジカル
境界状態の観測

〇金 仁基 1, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 15:00 奨 15p-E205-8 トロイド共振器における光カーコム発生時の共振器オプ
トメカニクス

〇鈴木 良 1, 加藤 拓巳 1, 小畠 知也 1, 田邉 孝純 1 1.慶大理工

 15:15  休憩/Break
 15:30 招 15p-E205-9 「第7回化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤﨑勇賞）

受賞記念講演」（30分）
化合物半導体ナノ構造形成法の先駆的研究とそのナノエ
レクトロニクスへの展開

〇福井 孝志 1 1.北大

 16:00 奨 15p-E205-10 量子ドット-ナノ共振器強結合系における真空ラビ振動
の時間領域観測

〇車 一宏 1, 太田 泰友 2, 角田 雅弘 2, 岩本 敏 1, 2, 荒川 
泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 16:15  15p-E205-11 量子ドット-ナノ共振器系によるN00N状態生成 ～N>2
への拡張～

〇上出 健仁 1, 太田 泰友 1, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2 1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研

 16:30  15p-E205-12 ピラー型微細形状を有するQDinFにおける相互相関信号
による励起子複合体の推定

〇笹倉 弘理 1, 小田島 聡 2, 熊野 英和 3 1.北大院工, 2.八戸工大, 3.北大電子研

 16:45  15p-E205-13 タイムタグ計測法を活用した単一ナノ粒子の２光子カス
ケード発光の研究

〇井原 章之 1, 広重 直 1 1.京大化研

 17:00 奨 15p-E205-14 単一CdSe/CdSナノ粒子の励起子分子発光：クーロン相
互作用による増強

〇(M2)広重 直 1, 井原 章之 1, 猿山 雅亮 1, 寺西 利治 1, 
金光 義彦 1

1.京大化研

 17:15  休憩/Break
 17:30  15p-E205-15 単一量子ドットにおける面内核磁場形成機構の研究 〇(M1)山本 壮太 1, 松崎 亮典 1, 鍜治 怜奈 1, 足立 智 1 1.北大院工
 17:45 奨 15p-E205-16 光導波路中量子ドット集団からのスピン依存指向性発光

の観測
〇林 文博 1, 太田 泰友 2, 渡邉 克之 2, 車 一宏 1, 玉田 晃
均 1, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 18:00 奨 15p-E205-17 プラズモニックマイクロリング共振器に埋め込まれた量
子ドットにおけるPurcell効果の観測

〇玉田 晃均 1, 太田 泰友 2, 車 一宏 1, Ho Jinfa1, 渡邉 
克之 2, 岩本 敏 1, 2, 荒川 泰彦 1, 2

1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構

 18:15  15p-E205-18 シリカトロイド結合共振器によるブリルアン発振 〇本多 祥大 1, 吉岐 航 1, 鐵本 智大 1, 藤井 瞬 1, 田邉 孝
純 1

1.慶大理工

 18:30  15p-E205-19 量子ドットナノレーザにおける無閾値レーザ発振の実現 〇太田 泰友 1, 角田 雅弘 1, 渡邉 克之 1, 岩本 敏 1, 2, 荒
川 泰彦 1, 2

1.東大ナノ量子, 2.東大生研

 18:45 奨 15p-E205-20 デュアルコム分光による量子ドットの過渡応答評価 〇(M2)新井 悠人 1, 浅原 彰文 2, 3, 美濃島 薫 2, 3, 赤羽 
浩一 4, 早瀬 潤子 1

1.慶大理工, 2.電通大, 3.JST, ERATO美濃島知的光シン
セサイザ, 4.NICT

 19:00  15p-E205-21 誘導ラマン効果を用いたサブポアソン光生成の理論検討 〇乾 善貴 1, 浅野 卓 1, 高橋 和 2, 野田 進 1 1.京大院工, 2.阪府大院
CS.8 3.11,3.12コードシェアセッション『フォトニック・プラズモニック構造および熱制御』 / 3.11/3.12 Code-sharing session "Photonic and plasmonic structures, and thermal control"
3/14(Tue.) 13:15 - 15:30 口頭講演 (Oral Presentation) F202会場

 13:15  14p-F202-1 メタ表面ビーム偏向器によるごく薄い線形光論理ゲート
の提案

〇北 翔太 1, 2, 新家 昭彦 1, 2, 高田 健太 1, 2, 野崎 謙悟 1, 2, 
納富 雅也 1, 2

1.NTTナノフォトニクスセンタ, 2.NTT物性研

 13:30  14p-F202-2 Siロッド型熱輻射光源への透明酸化物コーティングによ
る耐熱性向上(II)

〇浅野 卓 1, 堤 達紀 1, 末光 真大 1, 2, De Zoysa 
Menaka1, 野田 進 1

1.京都大学, 2.大阪ガス

 13:45  14p-F202-3 中間透明基板を利用した高効率近接場熱輻射伝達 〇井上 卓也 1, 2, 渡辺 晃平 1, 浅野 卓 1, 野田 進 1 1.京大工, 2.K-CONNEX
 14:00 奨 14p-F202-4 凹凸MIM構造による可視-赤外超広帯域光吸収 〇(DC)鷹取 賢太郎 1, 2, 岡本 隆之 1, 2, 石橋 幸治 1 1.理研, 2.東工大院
 14:15 E 14p-F202-5 Oxide Surface functionalization for plasmon-enhanced 

infrared spectoscopy
〇(PC)Kai Chen1, 2, Thang Duy Dao1, 2, Satoshi 
Ishii1, 2, Tadaaki Nagao1, 2

1.NIMS, 2.CREST

 14:30  14p-F202-6 半導体からなる単層メタ表面における前方・後方散乱型
共鳴と光学スペクトル

〇岩長 祐伸 1, 池田 直樹 1 1.物材機構

 14:45  14p-F202-7 メタマテリアルフィルムを用いた近赤外光学迷彩の理論
解析

〇雨宮 智宏 1, 2, 3, 山崎 理司 2, 金澤 徹 2, 平谷 拓生 2, 
Gu Zhichen2, 石川 篤 3, 4, 5, 西山 伸彦 2, 田中 拓男 3, 浦
上 達宣 6, 荒井 滋久 1, 2

1.東工大創成院, 2.東工大工, 3.理研, 4.岡大院工, 5.UC
バークレー, 6.三井化学

 15:00 奨 14p-F202-8 金属‐誘電体多層膜の構造最適化による高効率日中放射
冷却

〇須一 貴啓 1, 石川 篤 1, 林 靖彦 1, 鶴田 健二 1 1.岡大院自然

 15:15 奨 14p-F202-9 遺伝的アルゴリズムを用いて自動設計した赤外デジタル
メタマテリアル

〇(B)杉野 有哉 1, 石川 篤 1, 林 靖彦 1, 鶴田 健二 1 1.岡山大

CS.8 3.11,3.12コードシェアセッション『フォトニック・プラズモニック構造および熱制御』 / 3.11/3.12 Code-sharing session "Photonic and plasmonic structures, and thermal control"
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CS.9 3.5レーザー装置・材料,3.14光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション / 3.5/3.14 Code-sharing session
3/15(Wed.) 13:15 - 14:15 口頭講演 (Oral Presentation) 213会場
 13:15 招 15p-213-1 「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）

磁気ドメインを利用した薄膜Qスイッチレーザーの開発
〇後藤 太一 1, 2, 森本 凌平 1, プリチャード ジョン 3, 
高木 宏幸 1, 中村 雄一 1, リム パンボイ 1, 内田 裕久 1, 
ミナ マニ 3, 平等 拓範 4, 井上 光輝 1

1.豊橋技科大, 2.JST さきがけ, 3.アイオワ州立大, 4.分
子研

 13:30  15p-213-2 常温接合を用いたGaAsプレート多数枚積層擬似位相整
合中赤外波長変換デバイスの開発

〇新 裕貴 1, 窪田 輝充 1, 脇山 直也 1, 庄司 一郎 1 1.中大理工

 13:45  15p-213-3 CZ結晶育成縞の影響を回避する大口径PPMgLN素子の
検討

〇石月 秀貴 1, 平等 拓範 1 1.分子研

 14:00  15p-213-4 ノンドープコングルエントPPLNの擬似位相整合特性 〇梅村 信弘 1, 大沼 佑亮 1, 松田 大輔 2 1.千歳科技大理工, 2.㈱ナノシステムソリューションズ
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